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K Herstellerbetriebe

Bei den einzelnen Erzeugnissen wérden die
Herstellerbetriebe durch die nachfolgend
angegebenen Symbole gekennzeichnet:

VEB Mikroelektronik ,,Karl Marx" Erfurt
Leitbetrieb im VEB Kombinat Mikroelektronik
Rudolfstr. 47 - DDR 5010 Erfurt

Telefon: 580, Telex: 61306

VEB Halbleiterwerk Frankfurt/Oder

im VEB Kombinat Mikroeiektronik
Postfach 379 - DDR 1200 Frankfurt/Oder
Telefon: 4 60, Telex: 16252

VEB Werk fiir Fernsehelektronik Berlin
im VEB Kombinat Mikroelektronik
Ostendstr. 1=14 - DDR 1160 Berlin
Telefon: 6 38 30, Telex: 112007

VEB Mikroelektronik ,Anna Seghers” Neuhaus

im VEB Kombinat Mikroelektronik

Thomas-Mann-Str. 2 - DDR 6420 Neuhaus am Rennweg
Telefon: 50, Telex: 628332

VEB Mikroelektronik ,,Withelm Pieck" Mihlhausen
im VEB Kombinat Mikroelektronik

Eisenacher Str. 40 - DDR 5700 Mihthausen
Telefon: 8 30, Telex: 618722

VEB Mikroelektronik , Karl Liebknecht” Stahnsdorf
im VEB Kombinat Mikroelektronik

Ruhlsdorfer Weg - DDR 1533 Stahnsdorf
Telefon: 6 80, Telex: 15220




VEB Mikroelektronik ,,Robert Harnau" GroBrdschen O]
im VEB Kombinat Mikroelektronik

Karl-Liebknecht-Str. 1 - DDR 7805 GroBrdschen

Telefon: 60 01, Telex: 178849

VEB Forschungszentrum Mikroelekironik Dresden @
Betrieb des Kombinates )

VEB Carl Zeiss JENA

Grenazstr. 28, PSF 34

DDR 8080 Dresden




Typénv'erzeichnis

Typ Seite Typ Seite
Analoge Schaltkreise ¢

A 109D 5 B061D,S 93
A110D 7 B062D, S 93
A 202D 9 B064D, S 93
A210E K 1" B066 D, S 93
A211D 13 B 080 D 96
A220D 15 B 081D 96
A 223D . 18 B 082 D 96
A225D 20 B 083D 96
A 231D 23 B 084D 96
A232D 25 B 109 D 5
A240D 28 B110D 7
A241D 30 B165H,V 99
A244D 33 B176 D 101
A 250D 36 B177D 101
A 255D 37 B222D 103
A270D 43 B 260 D 105
A273D 46 B 303D 107
A 274D - 48 B 304D 107
A277D 50 B305D 107
A281D 52 B306D,S 107
A283D 55 B 308 D 110
A290D,S 58 B 315D, E K 116
A 295D 60 B318D 110
A301D,V — 64 B325D,E K 116
A 302 D 67 B331G 12
A 1524 D 69 B 340D 114
A 1818 D 72 B341D 114
A 2000V 74 B342D 114
A 2005V 74 B 360D, E K 116
LA2030H,V 76 B 380D, E, K 116
A 3501 D 78 B 391D 119
A3510D 83 B451G 121
A 3520 D 86 B 452G 121
A 4100 D 89 B 453G 121
A 4510 D 91 B 461G 122
B060D, S 93 B 462G 122




Typ Seite Typ " Seite
B511 N 124 B 3370V 137
B 555D 125 B 3371V 137
B 556 D 125 B 4002 D 139
B 589 N 128 B 4211 D 141
B611D 131 B 4761 D 131
B615D 131 B 4765 D 131
B 621D 131 C500D 147
B 625D 131 Cs01D 147
B 631D 131 C502D 147
B635D,S 131 Cc504D 151
B 654 D 129 C520D 153
B761D 131 C560D 157
B 765 D 131 C565D 160
B 861D 131 Cc570D 155
B865D,S 131 C571D 155
B 2761 D 131 C 5650 D 160
B 2765 D 131 C 5658 D 162
B 3170V 137 C7136D 165
B3171V 137

Diditale unipolare Schaltkreise

Uu125D 181 UgasG 22%
U131 G 179 Usg26G 231
U192D 184 uUs3cC 234
U 202D 186 U83acC 240
U?214D 188 U100t C 259
U215D 190 u1011C 262
U 224 D: 192 U102t C 266
U225D 192 U 1056 D 269
U551 D 194 U 1059 D 272
U5s52D 196 U 1500 275
U 555D 199 u2148C 277
U713D 207 U2164C 280
U713P 329 U 2364 D 206
U714 P 211 U 2365 D 206
U 804D 216 U 2616 D 202
U 806 D 219 uU2716C 203
uao7b - 222 uU2732C 283
Usg24G 225 U 5200 286




Typ

U 8032C

U 8047 PB, PG
U 8246 PB, PG
U8272D

U 8611 DC

U 82720 D

U 74 HCT 00 DK
U 74 HCT 02 DK
U 74 HCT 04 DK
U 74 HCT 74 DK
U 74 HCT 86 DK
U 74 HCT 138 DK
U 74 HCT 242 DK
U 74 HCT 243 DK
U 74 HCT 373 DK
U 74 HCT 374 DK
U 74 HCT 533 DK
U 74 HCT 534 DK
UA 855D

UA 856 D

UA 857D

UA 858D

UA 880D

UA 8563 D

UB 855D

UB 856 D

UB 857 D

UB 858 D

UB 880 D

UB 8001 C

UB 8002 D

UB 8010 C

UB 8563 D

UB 8810 D

UB 8810 P

UB 8811 D

UB 8811 P

UB 8820 D

UB 8821 D

UB 8830 D

UB 8830 P

Seite
237
302
307
310
314

326 -

334
335
336
337
339
340
342
342
344
347
344
347
243
246
250
253
256
246
243
246
250
253
256
295
295
300
246
318
329
318
329
318
318
318"
329

Typ

UB 8831 D
UB 8831 P
UB 8840 D
UB 8841 D
UB 8860 D
UB 8860 P
UB 8861 D
UB 8861 P
UC 8830 P
UC 8831 P
UD 8860 P
UD 8861 P
UL 6516 DG
UL7211 D
UL 8611 DC
UP7211D
VB 855 D
VB 856 D
VB 857 D
VB 880 D
VB 8563 D

-V 4001 D

V 4001 S
V 4007 D

V4011 D

V4011 S
V4012D
V4013D
V4013 S
V4015 D
V4017 D
V4019 D
V4023 D
V 4023 S
V4027 D
V 4028 D
V 4028 S
V 4029 D
V4030D
V 4030 S
V 4034 D

Seite
318
329
318
318
318
329
318
329
329
329
329
329
289
292
314
292
243
246
250
256
246
354
329
355
357
329
358
359
329.
361
363
365
367
329
368
370
329
371
374
329
375




Typ Seite Typ Seite

V 4035 D 378 V 4066 D 394
V4042 D 380 V 4066 S 329
V4042 S 329 V4093 C 396
V 4044 D 382 V 4093 S 329
V 4044 S 329 V 40098 D 398
V 4046 D 384 V40511 D 400
V 4048 D 387 ) V 4520 D 403
V 4050 D 389 V4531 D 406
V 4050 S : 329 V 4538 D ‘ 408
V4051 D 391 V4585 411

Digitale bipolare Schaltkreise

D100D 429 D 201D 440
D103D - 429 D204D 440
D104 D 429 D210D L AM1
D108 D 430 D220D 441
D110D . 430 D230D 411
D 120D 430 D240 D 442
D121D 431 D251 D 442
D126D . 432 D 254 D 442
D 130D 432 D 274D 443
D140 D 432 D 345D 444
D146 D 433 D 346 D 444
D147 D 433 D 347D 444
D150 D 433 D 348 D 444
D151D 433 D351D 446
D153D 434 D 355D 448
D154 D 434 D 356 D 448
D160 D 434 D 395D 451
D 172D 435 D 410D 454
D174 D 435 D461 D 456
D 175D 436 D 492D 457
D181 D 438 D718D 458
D191 D 438 - DL000D,S 463
D192D 438 DL002D, S 463
D 193D 439 DL003 D 464
D195D 439 DLo04 D 464
D200 D 440 DL008 D, S 465




DL074D
DL083 D
DL 086 D
DL 090 D
DL 093 D
DL 112D
DL123D
DL132D
DL155D
DL164D
DL175D
DL192D
DL193D
DL194D
DL251D
DL253 D
DL257D
DL295D
DL299 D
DL 374D
DL540D
DL 541D
DL 2631 D
DL 2632 D
DL8121 D
DL 8127 D
DS 8205 D
DS 8212 D
DS 8216 D

Seite

465
465
466
466
467
467
468
469
469
470
470
471
472
471
473
475
477
478
480
482
481
482
483
483
485
486
486
486
A87
489
490
491
491
493
493
495
496
501
503
505
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Typ

DS 8282 D
DS 8283 D
DS 8286 D
DS 8287 D
E100 D
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Seite
507
507
509
509
429
429
429
430
430
430
431
432
432
432
433
433
433
433
434
434
434
435
435
436
438
438
438
439
439
440
51
444
444
444
444
446
448
448
513
516




Typ Seite Typ Seite
Optoelektronische Bauelemente

L110C 542 VQA 24 583
L133C 544 VQA 25 584
MB 104 548 VQA 26 580
MB 105 551 VQA 27 582
MB 106 553 VQA 28 585
MB 110 555 VQA 29 586
MB 111 557 VQA 33 578
MB 125 559 VQA 34 583
SP 101 560 VQA 35 584
SP 102 560 VQA 36 580
SP 103 560 VQA 37 582
SP 105 561 VQA 38 585
SP 106 562 VQA 39 586
SP 116 XM 563 VQA 46 580
SP 117 XM 563 VQA 47 582
SP 118 XM 563 VQA 49 586
SP 119X 563 VQA 60 581
SP 123 XM 563 VQA 70 581
SP 124 XM 563 VQA 80 581
SP 211 567 VQA 101 587
SP 212 568 VQA 102 579
SP 213 569 VQA 201 587
SP215 570 VQA 202 579
vVQ 120 571 VQA 301 587
vQ 121 572 VQB 16 588
VQ 123 573 VQB 17 588
vVQ 125 574 VQB 18 588
VQA 10 577 " VQB 26 589
VQA 13 578 VQB 27 - 589
VQA 13-1 578 VQB 28 589
VQA 14 583 VQB 200 592
VQA 15 584 VQB 201 592
VQA 16 580 vQcC 10 594
VQA 17 582 VQE 11 597
VQA 18 585 VQE 12 597
VQA 19 586 VQE 13 597
VQA 23 578 VQE 14 597




Typ Seite Typ Seite
VQE 21 598 VQE 24 598
VQE 22 598 VQH 601 601
VQE 23 598

Transistoren

BSY 34 616 SD 602 626
SC 116 617 SD 802 627
SC 117 617 SD 812 628
SC 118 617 SF 016 629
SC119 \ 617 SF 018 629
SC 236 ‘ 618 SF 116 630
SC 237 618 SF117 630
SC 238 618 SF 118 630
SC 239 618 SF 119 630
SC 307 - 619 SF 126 631
SC 308 619 SF 127 631
SC 309 619 SF 128 631
SCE 237 620 SF 129 631
SCE 238 620 SF 136 632
SCE 239 620 SF 137 632
SCE 307 621 SF 225 633
SCE 308 621 SF 235 634
SCE 309 621 SF 245 635
SD 168 622 SF 357 636
SD 335 623 SF 358 636
SD 336 623 SF 359 636
SD 337 623 SF 369 637
SD 338 623 SF 816 638
SD 339 623 SF 817 638
SD 340 623 SF 818 638
SD 345 625 SF 819 638
SD 346 625 SF 826 638
SD 347 625 SF 827 638
SD 348 625 SF 828 638
SD 349 625 SF 829 638
SD 350 625 SFE 225 639
SD 600 626 SFE 235 640
SD 601 626 SFE 245 641




Typ Seite Typ Seite

SS125 642 SuU 178 654
5SS 126 642 SU 179 : 654
SS 200 643 SU 180 655
SS 201 643 SU 186 656
SS 202 643 SuU 187 656
SS 216 644 SU 188 656
§S218 644 sU 189 657
SS 219 644 SU 190 657
SSE200° 645 SuU 311 658
SSE 201 645 SuU 377 659
SSE 202 645 SU 378 660
SSE 216 646 SuU 379 659
SSE 219 646 - SU 380 660
SSY 20 647 SU 386 661
SU 1N 648 SU 387 - 661
SU 160 649 SU 388 . 661
SuU 161 650 SU 390 661
SU 165 651 SU 508 662
SU 167 652 SU 509 662
SU 169 - 652 SuU 510 662
sU 177 653

Dioden - Gleichrichter

MMD 16 688 SAY 42 677
MMD 25 688 SAY 73 674
MMD 40 688 SWD 106 702
MMD 63 688 SwD 107 702
SA 403 671 SY 170 689
SA 412 672 SY 171 . 689
SA 418 673 SY 191 690
SAY 12 674 SY 192 690
SAY 16 674 SY 196 691
SAY 17 674 SY 197 691
SAY 18 674 SY 330 692
SAY 20 674 SY 345 694
SAY 30 677 SY 346 695
SAY 32 677 SY 347 695

SAY 40 677 SY 351 693




Typ ) Seite Typ Seite

SY 356 696 SY 710 700
SY 360 697 SY 715 701
SY 361 697 SZ 600 682
SY 525 698 SZX 18 678
SY 526 698 SZX 19 679
SY 625 699 SZX 21 680

Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir
uns vor, .

Die im vorliegenden Taschenbuch genannten Anwendungsbei-
spiele und Applikationshinweise sind unverbindlich und keine
Haftung begriindende Empfehiungen.

Wir Gibernehmen keine Gewdhr, daB die angegebenen Bauele-
mente, Bausteine, Schaltungen, Geréate, Anlagen und Verfahren
frei von Schutzrechten sind.

Die in diesem Buch angegebenen Daten und Parameter die-
nen der Information. Sie geben keine Auskunft {iber die Lie-
ferméglichkeiten.

RedaktionsschluB: Juli 1987
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Typeniibersicht

Operationsverstérker
Operationsverstarker

Komparator

Komparator :
Aufnahme- und Wiedergabeverstérker
fiir Tonbandgeréte

6 W-NF-Schaltkreis mit thermischer
Schutzschaltung

1 W-NF-Leistungsverstdrker
FM-ZF-Verstarker und Demodulator

fir Ton-ZF-Stufen

FM-ZF-Verstarker und Demodulator
FM-ZF-Verstarker und Demodulator
RGB-Matrix mit Dunkeltastschaltung
RGB-Matrix

Bild-ZF-Verstarker

Bild-ZF-Verstarker mit interner
AFC-Gewinnung
AM-Empfédngerschaltung
Horizontaloszillator fiir Fernsehempfénger
Horizontalkombination zur Ansteuerung
von Thyristor-Ablenkschaltungen

Video- und Leuchtdichtesignalverstdrker
Schaltkreis zur Lautstérke- und Balance-
einstellung von Stereo-NF-Verstdrkern
Schaltkreis zur Hdhen- und Tiefenein-
stellung von Stereo-NF-Verstdrkern
LED-Ansteuerschaltkreis
AM-ZF-Verstarker fiir Rundfunkgeréte
Einchip-AM/FM-Empfdngerschaltkreis
Stereodekoder (Zeitmultiplexverfahren)
SECAM-Decoder :
Initiatorschaltungen
Schwellenspannungsschaltkreis
NF-Stereo-Einsteller
Aufnahme-Wiedergabeverstarker
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Seite

NNoo,

13

15
18
20
23
25
28

30
33
36

38
43

46

48
50
52
55
58
60
64
67
69
72

BG 086/24/87 111-21-3 371414



A 2000V \
A 2005V
A 2030 H
A 2030V
A 3501 D
A3510D
A 3520 D
A 4100 D
A 4510 D

B 260 D
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Doppel-NF-Leistungsverstérker

16 W-NF-Verstarker

16 W-NF-Verstdrker
Farbaufbereitungs-1S
PAL-Dekoder
SECAM-Dekoder

AM FM-Kombischaltung
Stereodekoder

Kieinleistungs-
BIFET-Operationsverstérker

BIFET-Operationsverstdrker

Leistungs-Operationsverstérker

Programmierbare Operationsverstarker

Doppelgegentaktmischer

Ansteuerschaltkreis flir Schaltnetzteile

Initiator-Schaltkreise

NF-Verstéarker fiir Fernsprechmikrofone

Integrierter Horhilfeverstdrker

4fach-Transistor-Arrays

} tifcch-TransistoT-Arrcys

Seite

74

76
76
78
83
86
89
N

93

96

99

101

103
105

107

110
112

114

116




Seite

B 391D Motorprozessor - 119
B 451G ]

B 452 G Kontaktlose Schalter 121
B453G |

B 461G } Integrierte kontaktlose Schalter 122
B462G . (Hall-Effekt)

B511 N Temperatursensor 124
B555D 1 Einfach- und 125
B556D J Doppel-Zeitgeber-Schaltkreise

B 589 N Bandgap-Referenzspannungsquelle 128
B 654 D Ansteuerschaltkreis fiir Kleinstmotoren 129
‘B611D

Bé615D

B 621D

B625D, S

B631D

B 635D

B 761D wirtschaftliche 131
B 765D Operationsverstarker

B 861D

B865D,S '

B 2761 D Doppel-OPV

B 2765 D Doppel-OPV

B 4761 D 4fach-OPV

B 4765 D 4fach-OPV

B3170V {positiv) -
B3171V Spannungsregler (positiv) 137
B 3370V (negativ)
B 3371V I {negativ)
B 4002 D Schnittstellenschaltkreis 139

B 4211 D. Schaltkreis zur tachogefiihrten -
Drehzahlregelung 141




Seite

C500D l ’

C501D Analog- bzw. Digitalprozessoren 147
C502D

C504D Digitalprozessor 151
C520D 3-Digit-Analog/Digital- Wundler 153
C560D Monolithischer D/A-Wandler 157
C570D \ Anglog-Digital-Wandi 155
¢571D g-Digital-Wandler

ggggODD } Digital-Analog-Wandler 160
C 5658 D Digital-Analog-Wandler 162
C7136 D Analog-Digital-Wandler 165
Vergleichsliste 168

Bauformen 524




A109D - B109D

Nicht fiir Neuentwickfungen

“Integrierte bipolare hochverstérkende Operations-
verstéarker fiir universellen Einsatz.

Bauform 5
AnschiuBbelegung

3 Eingangsfrequenzkompensation

_ 4 invertierender Eingang
5 nichtinvertierender Eingang
6 negative Betriebsspannung
1, 2, 7, 8, 13, 14 nicht belegt

9 Ausgangsfrequenzkompensation
10 Ausgang
11 positive Betriebsspannung
12 Eingangsfrequenzkompensation

Innere Schaltung 3 FK 72
] ﬂz]
[I]RS R6 f]mz; ce”
17 78 T
R2 | — 77
76
R1 R4 R7
R8
73 Rg Ry 0
75 R3 —4
[ 775
Pk
E4 T2 R - 713
ES 77 A2
77
70
R R13
Upg~
Grenzwerte min max
Betriebsspannung Ucc+ -+ 18 v
Uce- =18 v
Gleichtakteingangsspannung Uy -10 + 10 \'A
Differenzeingangsspannung Uip -5 +5 v
Gesamtverlustleistung
(3, =25°C) Peot 300 mwW
Dauer des KurzschluBausgangs-
stromes (¥g== 25 °C) e 5 s




-+ 70

Betriebstemperaturbereich A 109 D &, 0
B 109 D &, —-25 + 85
Lagerungstemperaturbereich \‘}“9 - 40 + 125
Elektrische Kennwerte (Ucc = 1 15V, &, =25°C)
- . min typ
gang p 9
9, =0...70°C A109 Ug 1
By =-25,..85°C B 109 U 0.5
Temperaturkoeffizient
der Eingangsoffsetspannung )
Bq1 == 0°C, ¥gp=70°C A 109 AUjp/ A 1.9
Vqy ==25°C, ¥,0=185°C B 109 AUp/A® 1,85
Eingangsoffsetstrom
B =0...470°C A 109 Ijg 35
By ==25...+85°C B 109 g 27
Eingangsbiasstrom
¥ =0...470°C A 109 11 350
By ==25...485°C B 109 I 200
Betriebsspannungsunterdriickung
AUcct =1V A 109 SVR 50
AUcc— =1V B 109 SVR 45
Ausgangsspitzenspannung
RL =2kQ Uy 10 13,3
R =10 k2 v, 12 14
Gleichtakteingangsspannung +U 8
Gleichtaktunterdriickung A 109 CMR 65 110
N B 109 CMR 70 115
GroBsignalverstérkung
U, =1 10V,R =2kQ A109A, 15 40
B109 A, 25 40
U, =210V, R =2kQ
¥4q =0...+70°C A 109 A, 12
Vg =—25...485°C B109 A, 12
Eingangswiderstand A 109 R, 50 370
500

B109 R, 150

-
*C
*C

25

750
750

2 000
2 000

200
150

mV
mV

nv/K
uv/K

nA
nA

nA
nA

pVV
pV/V

dB
dB

-103
-10?

.103
.10!

kR
kQ




A110D - B110D

Integrierte bipolare Komparatoren mit einem Diffe-
renzeingang und einem mit allen Logikformen kom-
patiblen, niederohmigen Ausgang fiir universelle

Anwendung.

Bauform 5

Anschluibelegung

0 Volt

Nichtinvertierender Eingang
invertierender Eingang
Negative Betriebsspannung
Ausgang

Positive Betriebsspannung

—OAEWN

Grenzwerte

Betriebsspannung

Gleichtakteingangsspannung
Differenzeingangsspannung
Ausgangsstrom
Gesamtverlustleistung -
Betriebstemperatur

A110D

B110D
Lagerungstemperatur

Ycc+
Uec—

Uip
lo
P!ot

> > B

stg

+

ri[)z8k RS[)39%

n

Innere Schaltung

-7
-7

- 25
— 40

max

+ 14

+ 7
+ 5
10

70
85
+ 125

<< <<

mw

*C
°C
*C




Elektrische Kennwerte (Ucc . = 12V, Ucc_==-6V,3,=25°C, R, = 100 Q)

Eingangsoffsetspannung
By =0...470°C A 110
by =—-25...485°C B 110

a
Temperaturkoeffizient
der Eingangsoffsetspannung
001 =0°C,

%2 — 4 70°C A 110
#,q = ~25°C
at ’ B 110
Bgp= -+ 85°C

Eingangsoffsetstrom
8, =0...470°C A 110
8, = —-25...+85°C B110

Eingongsbiasstrom
%, =0...470°C A 110
0, = —25,..+85°C B110

Ausgangswiderstand
Uy =14V

High-Ausgangsspannung
Up = 10mV, Ipq = —-5mA
Up =25V, loqy =—-5mA

Low-Ausgangsspannung
Upp =10mV, Ig = 1.6 mA

A 110

Upp = 10 mV, Ig = 2 mA
' B 110

Spannungsverstdrkung
AU, = 2V A 110

B 110
Gleichtaktunterdriickung
AU = 10V A 110

B 110
Betriebsstrom '
U, =ov

Verzdgerungszeit
AUpp = 100 mV, & = 5mV,
R = 2 kQ

Uio
Uio

AUl o
AUplA®

CMR,
CMR

lcc +
lCC —

tDHL
tDLH

min typ
1,2
1

2,7

2,9

18
115

150

2,5 3,0

2,7

-0,44
-0,32

750 1500
1000 1700

70 100
70 105

46,9
55,2

max
10
10

20

20
20

150
150

mV

uVv/K
uV/K

uA
uA

RA

dB
dB

mA
mA

ns
ns




A202D

Integrierter Aufnahmeverstdrker mit automatischer
Aussteuerungsregelung, Mikrofonverstarker und Wie-
dergabeverstdrker fiir Tonbandgeréte.

Bauform 6

AnschluBbelegung

1 Eingang Vorverstirker (VV) 10 Masse AV und AA

2 Emitter Eingangstransistor VV 11 AnschluB Integrations-

3 NF-Massepunkt VV kondensator

4 Ausgang VV 12 AnschluB regelzeitbestimmendes

5 Masse VV. und AA RC-Glied

6 Ausgang automatische Aus- 13 Eingang AA
steuerungsregelung (AA) 14 Eingang AA

7 Invertierender Eingang 15 Betriebsspannung- AV
Aufnahmeverstarker (AV) und AA

8 Nichtinvertierender Eingang AV 16 Betriebsspannung VV

9 Ausgang AV '

Blockschaltung

0§ mBupEs
o [~
Ir“ 1
|
| |
! |
|
| Aussteuerungs- !
| Automatik }
1 AA |
| ]
' |
|
| |
| !
| |
| . Aufnahme- . |
| Vorverstirker verstirker i
] AV |
| |
} I
| L |
| 4 I
LA - __1____ I I W |
7 2 5 0 7 8 g




Grenzwerte giiltig fir den Betriebstemperuturhereiih

min - mox
Betriebsspannung Ucc 5") ) 12
Betriebstemperaturbereich?) B, 7 — 25 + 70 °C
Betriebstemperaturbereich
Ucc = 9V 8, 0V) =25 + 100 °C

" Bel Unterschreitung dleses Wertes Ist die Funktion des Schaltkrelses nicht
gewidhrleistet.

%) Die Schaltkreise sind im Umgebungstemperaturbereich funktionsféhig
unter Bericksichtigung der Temperaturabh&nglgkelt der KenngréBen.

Statische Kennwerte (0, == 25°C - 5K, Ucc= 9V £ 03V)

min typ max
Stromoufnahme VYV Iccis 6 8 mA
Uy =0 .
Stromaufnahme AV und AA iccis 10 16 mA
Ug =0

Dynamische Kennwerte (9, == 25°C — 5K, Ucc =9V £ 0.3V, f = 1kHz)

min typ max

Spannungsverstirkung VV
U“ = 0,5 mV Auvy 63 68 dB
Spannungsverstérkung AV A LAV 66 70 dB
Klirrfaktor VV )
Up =125 mv kyy 0.35 2 %
Klirrfaktor AV
Usg = 100 mV k Ay 0,4 12 %
Ausgangsspannung AV
Ug =1V Ugo 800 900 1600 mV

UgotUig =1V) 15 3 dB

Ausgangsspannungsverhditnis AV W:W




A210E - A210K ~ =

6 W-NF-Verstérker mit thermischer Schutzschaltung
Ausfiihrung ,K” = mit Kiihlkdrper ’

Bauformen 16 (A 210 E)
17 (A 210K)

AnschluBbelegung

1 Betriebsspannung 7 Brummunterdriickung
2, 3, 11 nicht belegt 8 Eingang
4 BootstrapanschiuB 9 Vorstufenmasse
5 Frequenzkompensation’ 10 Endstufenmasse
[ Gegenkopplung 12 Ausgang
Blockschaltung
_ _—
7 Arbeitspunkiemnstellung automa- "
tische Mittenspannungsregelung I
N\ .
" Vorver> e
v tirkee” | irker >
Wirmeschutz -
schaltung
i
Re
§ ‘ {7
95 0

11



Grenzwerte, giiltig fir den Betriebstemperaturbereich:

min max

Betriebsspannung Uce 4 20 V
Eingangsgleichspannung Y -3 +5 V
Eingangsgleichstrom -l 2 mA
Ausgangsspitzenstrom lom 25A
Gesamtverlustleistung
¥y $25°C A210E Peot 1.3W
A 210K Pyot 5 W
Warmewiderstand
A210E Rypjc gesamt 95 K/W
A210K Rypjc gesamt 25 -K/w
A 210 E , Rth]c innen 15 KW
Sperrschichttemperatur 0] 150 °C
Betriebstemperaturbereich Ty -25 +70 °C
Elektrische Kennwerte (g =25°C £ 5K Ucc=15V,Rg =50 mQ,
RL = 4 Q, =1 kHz)
min - typ max
Gesamtstromaufnahme Icc 11,5 20 mA
Ausgangsgleichsp 9 Uso 6,7 7.5 8,3V
Eingangsstrom o 0,22 4,0 pA
Eingangsspannung) Uy 30 41 70 mVyy
Po =25W
Klirrfaktor
P, = 50 mW k 0,16 2 9,
Py = 25 W)' k 032 2 9
P, =50W)' k 3.2 %
Ausgangsleistung")
k=10% P, 5 5,8 w
Stdérspannung
Grundpegel Ug ) 0,63 1.2 mV
offene Spannungsverstarkung A, 71,5 dB
obere Grenzfrequenz s 20 an ) kHz

P, =50 mW, ¥, =15...55°C

o

) bei geeigneter Kiihlung




A211D Nicht fiir Neuentwickiungen [ ]

Integrierter 1 W-NF-Verstdrker fiir den Einsatz in
Rundfunk- und Fernsehempféngern sowie Phono-
und Tonbandgeraten.

Bauform 5

o7

T4
g

775

T8

7
-6 10-12

Innere Schaltung

AnschluBbelegung

1 Bootstrap ) 8 Eingang

2 Betriebsspannung Gegenkopplung

3, 4,5 Masse Vorstufe 10 11, 12 Masse Vorstufe

6 Ausgang 13, 14 Frequenzkompensation
7 Masse Endstufe

13



Grenzwerte

min max
Betriebsspannung
mit Eingangssignal Uce 4,2 15 v
Betriebsspannung . .
ohne Eingangssignal Uce 18 v
Eingangsspannung U - 05 1.5 v
Ausgangsspitzenstrom lom 1 A
Gesamtverlustleistung
By S45°C, K=0 | Peot 1 w
Gesamtverlustleistung | i
By S 45°C, K= 8cm?) Peot 1,35 w -
Betriebstemperatur #, - 10 70 °C
Lagerungstemperatur Bs‘g - 40 125 °C
Elektrische Kennwerte .
(Ja =25°C-5K Ucc =9V,R; £ 50 mQ, R =8 Q)

min typ max
Gesamtstromaufnahme -
U =0 ICC 3,35 10 mA
Innerer Gegenkopplungs-
widerstand Ry 8,4 kQ
Ausgangsspannung
U, =0 Ugo 4,37 v
Eingangsstrom
U =0 o 240 nA
Geschlossene
Spannungsverstérkung :
f=1kHz, P, = 50 mW Ayg M 47,5 dB
Signal-Rausch-Abstand
Po=1W SIN 54,7 dB
Eingangswiderstand -
fir offene Verstdrkung
f=1kHz R; 455 kQ
Klirrfaktor
f=1kHz, P, = 50 mW k 1.3 %
f == 1 kHz, P, = 850 mW k 1,43 10 *h
f =1 kHz, P, = 925 mW k 3,16 %
f=1kHz,P =1W K 8.0 e

") Die Kihlflache bezieht sich auf eine einseitig kupferkcsd\lerte Platinen-
fliche (K = 8 cm?), die sich unmittelbar am Bauelement befindet und
mit den Anschlissen 3—5 und 10-12 verl5tet ist.

14



A220D ' Nicht fiir Neuentwicklungen [ |

Integrierter FM-ZF-Verstarker und Demodulator vor-
zugsweise fir den Einsatz im Ton-ZF-Teil von Fern-
sehgerdten und als FM-ZF-Verstarker in Rundfunk-
gerdten.

Bauform 5

AnschiuBbelegung

1 Masse 8 NF-Ausgang

2,13 Arbeitspunktriickfithrung 11 Betriebsspannung
des ZF-Verstarkers 12 Z-Diode

3 Kollektor T 44 14 ZF-Eingang

4 Basis T 44 .

5 AnschluB zur Lautstérkeregelung

6, 10 ZF-Ausgang

7,9 AnschluB des Phasenschieber-

kreises

Blockschaltung

FM-Koinzi- 1—\Elektroni-
denz-Demo- hes Ddmp - p——t-o8
dulator fungsglied

15



Greniwerte

Verlustleistung

By =25°C

8, =25°C, t < 1 min
Betriebsspannung
Spannung am AnschluB3 5
Strom

Kollektorstrom T 44
Basisstrom T 44
Kollektor-Emitter-Spannung
Widerstand zwischen
AnschluB 13 und AnschluB 14
Umgebungstemperatur
Sperrschichttemperatur
Warmewiderstand

Elektrische Kennwerte

(8y =25°C —5K, Ucc =12V, Af = £ 50 kHz, fp, = 1kHz,

min’ max
Prot 400
Peot 500
ucc 18
Us 4
b2 15
I3 5
Iy , 2 -
Ush 13
Ruzfu 1
By -10 + 70
19i -+ 125
Rehia 120

Qg = 20 bei f = 6,5 MHz, Q = 45 bei 5,5 MHz)

Gesamtstromaufnahme

Rs = O

Gleichspannung am
NF-Ausgang

V| - 0
Ausgangswiderstand
Z-Spannung

liz = 5 mA
Stromverstérkung

des zusétzlichen
Transistors

U;h = 5V. '. = muA
Durchbruchsspannung
des zusétzlichen
Transistors

I3 = 500 pA
NF-Ausgangsspannung

Rs = 5 kQ

f =55 MHz, U; =10 mV
f==65MHz, U = 1mV

min typ

tcc 14,5
Us ) 7.6
Re/n 2,7
Usz 1.6
hat1g 60

UBR (CEO)

= Us/y 30
UNF 1,10

UnF 300 540

mWwW
mw

mA
mA
mA

kQ
°C
°C
KIW

20

mA

mV

16



Eingangsspannung fir
Begrenzungseinsatz')
fame55MHz, Q, =45
f=6,5 MHz, Q, = 20

Spannungsverstédrkung

ohne Phasenschieberkreis
Uy =10pV, f=55MHz
U, =10pV, =65 MHz

AM-Unterdriickung
Uy =1mV, Rs=5kQ,

f=65MHz, m=103Q, =20

U =10mV, R; =5k,
f=55MHz, Q, =45
Klirrfaktor

U, =10mV, Ry =5kQ,
f=1¢65MHz, Q, =20
U, = 10mV, R; = 5kQ,
f=55MHz, Q, =45

o

NF-Abregelung

U; =1 mV, UNFmax bei Rs = 5 kQ,

UNFmin bei Ry'= 0, f = 6,5 MHz

Eingangswiderstand
Uy = 10mV, f = 55MHz
U; = 10mV, f = 6,5 MHz

Eingangskapazitat
U =10mV, f=55MHz
U; =10mV, f=65MHz

9AM

SAM

46

typ

40
50

70
62

.3

2,8

70

28
22

2.7
3.7

max

120

nv
uv

dB

dB

dB

%

%

dB

kQ
kQ

pF

') Als Bingonsspannung fiir Begrenzungseinsatz Uiy gilt diejenige Span-
nung U bei der die Ausgangsspannung Ung um 3 dB kleiner als bei
U; == 10 mV ist (Ut = U; (threshold)).

17



A223D ' n

Integrierter Ton-ZF-Verstarker und Demodulator,
vorzugsweise fir den Einsatz im Ton-ZF-Teil von
Fernsehgerdaten, AnschluB von Videorecordern und
Tonbandgerdten méglich.

Bauform 5

AnschluBbelegung

1 Masse 7.9 AnschluB des Phasen-
2. 13 Arbeitspunktriickfiihrung schieberkreises

des ZF-Verstdrkers 8 Ausgang fir regelbare
3 NF-Eingang NF-Spannung

1" Betriebsspannung Uce+

12 Ausgang fiir konstante
NF-Ausgangsspannung

14 ZF-Eingang

4 Referenzspannungsausgang
5 AnschluB zur Lautstarkeregelung
6, 10 ZF-Ausgdénge

Blockschaltung
Ugt 11 4 3

NF-Vorverstirker NF-Vorverstirker

| 0[]

B
|
A
I8

faa Ugg*
,  ye——
' _K_'——I demodulator
ve/sia‘rkar 3
B | ¢
- 1
TR iy
e
6 ® g




Grenzwerte giiltig fir den Betriebstemperaturbereich

Betriebsspannung

Spannung an 5
Einsatzfrequenzbereich
Verlustleistung bei ¢, = 25 °C
Betriebstemperaturbereich

Statische Kennwerte (8, =25°C -

Gesamtstromaufnahme U; = 0
Stabilisierte Spannung
Gleichspannung an den
NF-Ausgéngen, U; = O

Eingangswiderstand am NF-Eingang
Ausgangswiderstand an 8
an 12

Dynamische Kennwerte

Uce min 10V max 18V
Us 6V
f 0...12 MH:z
Piot 400 mwW
9 —25...+70°C

5K Ucc =12V, Rs = 10 kQ)

lce
Uy

Ug
Uiz
Ri3
Rog
Ro12

13,5 (< 17,5) mA
45V

38V
59V
2,3 kQ
1,1 kQ
1.1 kQ

(8, =25°C—5K Ucc =12V, § =55MHz, A f = + 50 kHz, f,, =1 kHx,

m =08, U =10mV,Qy = 45, C}, = 1,5 nF, Cg = 47 nF, Rg = 10 k)

ZF-Spannungsverstdrkung Ujzp= 10 pV AuzF
ZF-Ausgangsspannung UizF = 10 mVv Uzrs
Uzr 1o
Eingangswiderstand U;zp = 10 mV i
G
Eingangsspannung fir Begrenzungseinsatz Uit
NF-Ausgangsspannung U;zp = 10 mV UNFs
UNF12
Ucc= 18V, Uz = 500 pV UNFs
UnFi12
Umiang der Lautstérke-
regelung Rs = 10 kQ/0 kQ UNFs
NF-Verstdrkung
UNF3 = 100 mV, fNF3 = 1 kHz AUNF
AM-Unterdriickung U,z == 500 pV aaM
Klirrfaktor
Qy == 20 k
Qy = 45 k
Qg = 45, Upypg = 60 dB k
Signal-Stérabstand U;7p == 10 mV as/N

NF-Gerduschspannung Rs = 0 kQ

68 dB

255 mV
255 mV
4,5 kQ
4,5 pF

35 uVv

1,2 v
1.0V
1,25V
1,05V

90 dB

16 dB
60 dB

1,1 9%
2,49
2,8 9%,
80 dB
12 uv
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A 225D
Integrierter FM-ZF-Verstarker und Demodulator vor-
zugsweise flir den Einsatz im FM-ZF-Teil von Hér-
rundfunkgerdten. Der Schaltkreis besitzt Instrumen-
tenanschluB zur Amplitudenanzeige, wahlweise posi-
tiv oder negativ gehende Mono-Stereo-Schaltspan-

nung,

AFC-Ausgang (Gegentakt-Strom-Ausgang)

mit Abschaltautomatik, liber einen groBen Eingangs-
pegel-Bereich einstellbare Rauschsperre, die auBer-

dem auf Verstimmung anspricht.

Bauform 7

AnschluBbelegung

1

2
3
4

ow;

Masse 9 10
Sensor-Eingang fir

AFC-Abschaltung 13
AFC-Abschaltzeitkonstante
TiefpaBkondensator fiir 14
verstimmabhdngige

NF-Abschaltung

AFC-Ausgang 15
TiefpaBkondensator zur

Unterdriickung des Ab-

schaltknackens bei Ver-

stimmung und zu kleiner ’ 16, 17
Feldstdrke '
NF-Ausgang
Begrenzerverstérker-
Ausgénge

Phosenschieberkreis
Betriebsspannung Ucc
Eingang fiir feldstérke-
abhdngige Abschaltung
InstrumentenanschiuB und
Stereo-Schaltspannung
(positiv gehend)
Spannung zur Einstellung
der Rauschsperre und
Stereo-Schaltspannung
(negativ gehend)
Arbeitspunkt-Riickfiihrungen
des ZF-Verstéarkers
ZF-Eingang




Blockschaltung

7 e 5

umkehr

0 1] [Prases 5

P>

WBegrenzer~
Verstirkep =]

-
Verstimm{ |AFC-lerd
Stirker

4 5 J

Grenzwerte giiltig fir den Betriebstemperaturbereich

min max
Betriebsspannung Ucc 41) 18 VvV
Strom aus dem i 3 mA
AnschluB 14
Strom aus dem hs . 1 mA
AnschluB 15
Betriebstemperatur- Tq — 25 +70 °C
bereich?)

21



Statische Kennwerte (8, = 25°C ~ 5 K, Ucc = 12V)

Gesamtstromaufnahme Icc max 15 mA
lig == 0 mA,
ohne Signel

Dynamische Kennwerte (9, = 25°C — 5K, Ucc= 12V, f = 10,7 MHz,
Af = £ 75kHz, f, = 1kHz, Qg = 25,
Cyr= 470 pF, lppc = 0 1A%, Deemphasis 2,2 k, 22 nF)

min typ max
NF-Ausgangsspannung UNE 270 320 mV
Uy =10mVv
AM-Unterdriickung
U =10mV, m = 0,3 oam 57 65 d8
Eingangsspannung fiir urH 33 50 uv
Begrenzungseinsatz
Spannung zur
Feldstdrkeanzeige
U, = 100 mV ) Uy, 1.6 v
U, = 16V Upe 200 mV
Spannung zur Einstellung
der Rauschsperre
U, =16pV Uis 22 v
U =10 mV Uss 1 v
Schaltspannung fir
AFC ,aus”
f, = 1 kHz U, %) 20 mVY
Klirrfoktor
U =10 mV k 0.4 0.8 %

") bel Unterschrelten ist dle Funktion nicht gewdhrlelstet

?) Die Schaltkreise sind Im Betriebstemperaturbereich unter Beriicksichti-
iung der Temperaturabhdngigkelt der Kenngr8Ben fiir den vorgesehenen
nwendungsfall einsetzbar.

3 Iapc ist der Strom, der aus dem AnschluB 5 (oder in den AnschluB 5)
flieBt,

%) Als Eingongsspannung fir Begrenzungseinsatz giit eine Spannung U,
bei der die NF-Ausgangsspannung (Unp) 3dB kielner als bel U, =
10 mV ist (U;y = U; (threshold)).

% 0, ist nach Anlegen einer verinderlichen NF-Spannung U; mit der Fre-

quenz f, an den AnschiuB 2 zu beurtellen. U; ist nach Aufregeln von 0
am Punkt Iagc = 0 zu messen.




A231D |

Integrierte RGB-Matrix mit Dunkeltastschaltung fur
den Einsatz in Farbfernsehgerdten. Die R-, G- und
B-Ausgangsimpulse erlauben die direkte Ansteue-
rung der Videoendstufe.

Bauform 6
AnschluBbelegung
1 Gleichspannungseingang 9 Masse
2 Referenzspannungsausgang 18 Rotausgang — Ug
3 Farbdifferenzeingang U(B-V) 11 Dunkeltasteingang
4 Betriebsspannung ) 12 Dunkeltastausgang
5 Blauausgang — Ug fir negative Impulse
6 Helligkeitseinstellung 13 Leuchtdichteeingang Uy
7 Dunkeltasteingang 14 Y-Riickkopplung
fir positive Impulse 15 Masse
8 Griinausgang ~ Ug 16 Farbdifferenzeingang UR.y)
Blockschaltung
7 Rot - Rot- Rot- 0
O} .
Eingang Matrix- Ausgang
1 s,')Ggil:Zr—:gs g Dematrix- [P  6rin- L. Griin~ 8
- |4 .
’ eingang stufe | Matrix- Ausgang
3 Blau- ’ Blau- : Blau- 5
Eingang Matrix Ausgang
r_______.!
2 Referenz- Leuchtdichte- Dunkettast-| _| Dunkeltast-1 72
spannungs - eingang Y schaltung ausgang
quelle
s T T :
O
" 73 o7 6 the
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Grenzwerte

min max
Betriebsspannung Uece 15 v
Spannung am Y-Eingang Uiz [¢] 3.5 v
Spannung an den Gleich- Uy 0 9 \"
spannungs- und Farbdifferenz- U, 0 9 v
eingdngen U 0 9 v
Belastungsstrom der Is 35 mA
Farbausgénge le 35 mA
s 35 mA
Belastungsstrom fiir den .
Dunkeltastausgang liz 15 mA
Dunkeltasteingangsstrom 1y -2 +2 mA
Iy -2 + 2 mA
Belastungsstrom der Referenz-
spannung I -2 +2 mA
Belastungsstrom fiir die
Y-Rickfthrung The -3 +3 mA
Gesamtverlustleistung
bei #, = 25°C Peot 1 060 mwW
Sperrschichttemperatur 0, : 130 C
Warmewiderstand Rth]o 70 Kw
Betriebstemperaturbereich g - 10 +55 °C

Elektrische Kennwerte (8a —25°C 5K, Ucc =12V,
Ug =24V, Uy =Uy=U =69V, Uy =16V)

Gesamtstromaufnahme e 150 mA
Schwarzwertpegel der

Farbausgdnge Ukew 7.6 8,8 \
Relative Schwarzwertpegel-

abweichung AUpgw 160 mv
Schwarzwertpegel des

Dunkeltastausganges UpTsw 8,3 9.5 v
Farbdifferenzeingangsstréme 308 6 uA
Differenz der Farbdifferenz-

eingangsstrdme 1A haas! 3 uA
Y-Signal-Verstirkung

AUsy=05V Au(Y) 2,3 3.1

Dematrizierungsfehler

Uiy == 2,1V, f=1kHz,

A ugg = [\ ug =03V JAL T 5 s
Nichtlineare Verzerrungen

im Blaukanal

Us=282V, U, =69V,

A U5(1)‘: -25V,

A U5(2) =—10V, Ucc= 13V mp 10 Y,

24



A232D u

Integrierte RGB-Matrix mit Teilschaltungen fir eine
Signalausblendung sowie direkter Ansteuerung lei-
stungsarmer Video-Endstufen in Farbfernsehempfén-
gern

Bauform 6

AnschluBbelegung

1 Y-Eingang 9 Betriebsspannung

2 Farbdifferenzsignaleingang Blau 10 Ausgang Rot

3 Verstdrkungseinstelleingang Blau 11 Gegenkopplungseingang Rot
4 Farbdifferenzsignaleingang Griin 12 Ausgang Griin

5 Verstérkungseinstelleingang Griin 13 Gegenkopplungseingang Griin
6 Farbdifferenzsignaleingang Rot 14 Ausgang Blau

7 Ausblendeingang 15 Gegenkopplungseingang Blau
8 Tasteingang 16 Masse

Grenzwerte gultig fiir den Betriebstemperaturbereich

min max
Betriebsspannung Uece 13,2V
Y-Eingangsspannung Uy 0 Ucc
Verstérkungseinstellspannungen Us; Us o Ucc
Farbdifferenzeingangsspannungen Uz; Uy; Us 0 Uece
Ausblendspannung 5 0,5 0,3 - Ucc
Tasteingangsspannung Us 0 Ucc
Ausgangsspannungen Uiow 120 14 Ucc T3V
Gegenkopplungsspannungen Uyi; Ui Uis 03-Ucc Uce
Tasteingangsstrom ~ls 1mA
Gesamtverlustleistung (3, = 25 °C) Py, 1.2W
Betriebstemperaturbereich ki =25 455 °C

25



Blodkschaltung
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Statische Kennwerte (3, =25°C — 5K, Ucc =12V, Uy =1,5V)

min typ max

Gesamtstromaufnahme lcc 85 mA
Farbdifferenzeingangsstréme i 14 lg 3 uA
(Quellwiderstand < 200 Ohm)
Klemmimpulseingangsspannung

Klemmung .ein” Ugk 7.5 \'

Klemmung .aus” Ugk 65V

Ausblendung .ein® Uga 1V

Ausblendung .aus" Uga 2 \
Klemmimpulseingangsstrom

Klemmung .ein” Is 1 uA

Kiemmung ,aus* N —60 uA
Ausblendeingangsspannung

Ausblendung .ein® U, 1 v

Ausblendung .ous” U, 0.5V
Ausgangsstréme tos hiz; 3,5 mA
Gegenkopplungsspannungen Uqy; Uiz Uss 5.9 61V
Einstellspannungsbereich Us; Us 0 Uee
Schwarzwert Uy Yyine 1.5 v

Dynamische Kennwerte (3, = 25°C —~ 5 K, Ucc= 12V, Uy = 1,5V)

Einstellbereich der
nominellen Verstdrkung

AUgg = 15V AA, 2 +40%
Steilhelt des Differenzverstdrkers SD typ. 20 mA/V
Integrierte Lastwiderstdnde®) R10/9. Ryi2/90 Rigo  typ. 640 Ohm

nominelle Verstérkung zwischen
Farbdifferenzeingéngen bzw.
Y-Eingang und Gegenkopp-

lungseingéngen A, typ. 0 dB
nominelle Signalamplituden Ug vy typ. 1,05 V
Spitze-Spitze Werte bei 75 %, UGy typ. 0,62 V
Farbe Ug_y typ. 1,33 V

Uy typ. 1.0V

" Die integrierten Lastwiderstinde liegen jewells in Reihe mit einer
Diode, wodurch die Widerstinde bei Ui, 12, u 2 Ucc unwirksam wer-
den.

Die fir diesen Fall erforderlichen externen Lastwiderstinde miissen far
einen Strom von nominell 5 mA bemessen sein.
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A240D Nicht fiir Neuentwicklungen n

Integrierter Bild-ZF-Verstérker fiir Schwarz-WeiB- und
Farbfernsehempfénger. Neben dem geregelten ZF-
Verstarker enthdlt der Schaltkreis einen bildtréiger-
gesteuerten Demodulator und einen Video-Vorver-
starker.

Bauform 6
AnschluBbelegung

1, 16 Eingang ZF-Signal 7 Eingang Tastimpuls

2, 15 ext. Kapazitat 8, 9 Referenzkreis

3 Masse 10 Weifipegelregler

4 Siebung der Regelspannung 11 positiver Videoausgang
5 Tunerregelung 12 negativer Videoausgang
[] Tunereinsatzregler 13 Versorgungsspannung

14 stabilisierte Betriebsspannung
Blockschaltung

U
H 3
SN 45 N - LI IR L /2

B
| |
o
B zF-verstivker || Zemoctabior |
7= stabiis. | |
| |
! {
|
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Grenzwerte
Betriebsspannung
Stromaufnahme
Spannung am AnschiuB 5
Ul =0 V, U‘ - 0V
Strom von den Videoausgdngen
nach Masse

Spannung an AnschluB 10
Tastimpulsspannung
Gesamtverlustleistung

¥y =25°C
Sperrschichttemperatur
Umgebungstemperatur

min
Ucc
N
Us
tufs
hals
Uy -1
-U; 1,5
Ptot
]
2, -10

Elektrische Kennwerte (3, = 25 °C + 5K, Ucc =12V, R, =130 Q)

Betriebsstrom Uy = 55V

stabilisierte Spannung [y = 40 mA

Gleichspannung an den
Videogusgtngen u;= 0
Minimale Gleichspannung
an AnschluB 11 (Gleichpegel
Synchrondach)

u =20 mV, Uy =55V
Tuner-Regelstrom

10 dB nach Tuner-Regeleinsatz
Minimale Eingangsspannung
uy == 2,6 Vg,
BAS-Ausgangsamplitude

= 20 mV, U" = 5,5 v

Yi

Regelumfang
Videobandbreite Auyy = -3 dB
Ton-ZF-Spannungen an

den Videocausgingen

BT
t=65MHz, T =30dB

min
T
Un
Un 4.8
U
U1 1 min 19
Is 3
Yimin
Un 2,6
Uiz 2,0
OAze 50
Byideo 7

UbF(11) 30
UpF(12) 30

max
15 \'
50 mA
15 v
5 mA
5 mA
+3 v
v
700 mwW
125 °C
+ 55 *C
typ max
20,7 25
6 6,4
5,5
8,3 ?
2.1 2,3
12
180 350
32 4,2
3,5
64
8
60

<< <

MHz

mV
mV




A241D

Integrierter Bild-ZF-Verstdarker mit interner AFC-Ge-
winnung und VCR-Betriebsmdglichkeit fiir Farbfern-

sehgerdte

Bauform 6

AnschluBbelegung

1, 16 Eingang ZF-Signai
2, 15 Externe Kapazitét

7, 10 AFC-Kreis
8,9

Referenzsignalkreis

3 Tunerregeleinsatz- 1 Betriebsspannung
punkteinstellung 12 Videoausgang

4 Tunerregelung 13 Masse

5 AFC-Regelstrom 14 Siebung der Regel-

6 AFC-An- und Abschaltung

spannung, VCR-Schalter

Grenzwerte giiltig fiir den Betriebstemperoturbereich

Betriebsspannung Uce 1V
AFC-Schaltspannung U 6V
Tunerregelstrom la 12 mA
AFC-Strom Iy + 1 mA
Betriebstemperaturbereich Bq =25...+55°C
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Statische Kennwerte (7, = 25°C, U;; = 12 V)

min max
Stromaufnahme Icc 70 mA
Ausgangsspannung
(4 =0 Uy=281V) Uiz 5.7 63V
Ausgangsspannung AVR ,ein®
(Is = 10 mA, Uy = 6 V) U, 300 mV
Ausgangsstrom AVR
(Us=6V) 1 0 mA
Schaltspannung AFC ,ein® Us 3
AFC .ous” Uy 2V
Schaltspannung VCR ,aus” Uy 1,1V
AFC-Symmetrie
(b =0, Us=6V) Als ~40 ‘40 pA
Dynamische Kennwarte (%, = 25°C, Uy = 12 V)
BAS-Ausgangsamplitude beil Ujoe 2,25 3,06V
Resttriger 10 % (u; = 20 mV )
Synchronpegel (uj = 20mVy) U 2,9 32V
AFC-Strom
(uy =20 mV g = fg7 £100 kHz) 15 -200 +200 uA
Ton-ZF-Spannung am Video-
Ausgang mit Selektion
{ MHz, 287 40 mv
(fry == 6,5 z, W{ = 30 dB) upF
min. Eingangsspannung fir
Erreichen des Synchronpegels vy 200 pV
Regelumtang DAz 50 dB
ZF-Restspannung am Video-Aus-
gang 38,9 MHz (uy =20mV ,¢) Ugze 50 mV
Videobandbreite Byideo 6 MHz
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A244D

Integrierte AM-Empfdngerschaltung fiir AM-Empfén-
ger bis 30 MHz. Der Schaltkreis beinhaltet neben
Vor-, Misch- und Oszillatorstufe einen vierstufigen
ZF-Verstdrker und zwei unabhdngige Regelkreise.
Neben der Regelung von drei Stufen des ZF-Verstér-
kers wird die Vorstufe geregelt, wodurch eine sehr
gute GroBsignalfestigkeit erreicht wird.

Bauform 6

AnschluBbelegung

, 2 Eingang
Eingong HF-Regelung
, 5,6 Oszillator

00N AW
N
T
>
c
v
Q
a
3
['s]

Eingang Zf-Regelung

Grenzwerte:
Betriebsspannung
Betriebstemperaturbereich
Lagerungstemperaturbereich

Uce

10 Ausgang Indikator
11, 12 ZF-Eingdnge

13 AnschiuB C

14 Betriebsspannung
15, 16 Mischerausgénge

min max

) 4,5 15 v
-10 + 7 *C
- 40 + 125 *C
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Elektrische Kennwerte (9, = 25°C-5K,Ucc = 9V, f; = 1 MHz,

Jaxh 4

—f{- = 1077, fzF == 455 kHz, f,, =1 kHz, m =0,8)
HF-Teil:
Eingangswiderstand min typ max
Uy=o0V RuE 3.4
Us= 04V RIHF 4,2
Mischer-Ausgangsimpedanz ZonE 420
Mischer-Ausgangskapazitét CoHF 4,2
ZF-Teil:
Regeleinsatzpunkt') UiReZF 140

‘Regelumfang A Unp = 10dB  AA,zf¢ 60

max. ZF-Eingangsspannung

mV

kQ
kQ
kQ

mV
mvV

%

%
wv

k== 10 % UiZFmax 295
ZF-Eingangswiderstand
Up=o0V RzF 2,9
Up = 0,4V RyzE 34
Ausgangsimpedanz . ZozF 160 -
Ausgangskapazittt Cozr 7.5
| Gesamtempfiinger:
| Stromaufnahme UgoHr=0V lcc 1.9 16
| Regeleinsatzpunkt?) UiReHF 9
~ Regelumfang A Uyp=10dB  AA, 95
| Signal-Rauschabstand
"~ UGOHF == 20 pv SIN 2 3
| NF-Ausgangsspannung
~ UGOHF = 20 uv UnF @ 120
~ UGOHF = 500 mV UnE 100 320 560
| Klirrfaktor
| UGOHF = 30 mV k 2 8
; UGOHF ™ 500 mV k 2,3 10
| Eingangsspannung fiir S/N = 20 dB
Ry —ESO Q, m=03 UiHF 12,0
| max. Eingangsspannung
- k=10% VIHF max 1.5

| ") Als Regelelnsatzpunkt gilt die Eingangsspannung U;: bel der
AV, 10 dB

— 1
| AUNE 3dB

st




A 250D Nicht fiir Neuentwicklungen |

Integrierte Horizontalkombination fir die Impuls-
abtrennung und Zeilensynchronisation in Fernseh-
empfdngern mit transistorisierten Zeilenendstufen.

Bauform 5

AnschluBbelegung

1 Masse 8,9 Schaltstufe

2 Ausgang Zeilenimpuls " 10 Eingang Zeilenriickschlag-

3 Stabilisierte Betriebsspannung impuls

4 Siebung der Regelspannung 11 Sollphaseneinstellung
des Oszillators 12 Siebung der Phasen-

5 Eingang BAS-Signal regelstufe

6 Ausgang Synchronimpulsgemisch 13, 14 Einstellung der

7 Ausgang Bildsynchronimpuls Oszillatorfrequenz

Blockschaltung
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Grenzwerte

Betriebsstrom

Eingangsspannung
an AnschluB 5

Eingangsstrom
Ausgangssperrspannung
Ausgangsstrom
Eingangsspannung

des Zeilenriickschlagimpulses

Zeilenriickschlagimpulsstrom
Umschaltstrom

Spannung fiir Sollphasenein-
stellung
Betriebstemperaturbereich

lcc

Is
Uz
l2

[-VY110|
he

ls

Un

min

15')

0,5"
2"
(1]

-10

max

50

6

2000

12
22

-
5
5
+ Us

+55

Elektrische Kennwerte (#,= 25°C — 5 K, Ucc =12V, R, =

t = 15625 + 5Hz)

Stromaufnahme am
AnschluB 3, Uypy=109V

Spannungsamplitude
des Bildsynchronimpulses
Us = 0,9V,

Restspannung am Ausgang 2
l;=20mA. U|;=0V

Dauer des Horlizontal-
ausgangsimpulses

Dauer des Blld-
synchronimpulses

freilaufende Oszillatorfrequenz
Cipy = 10 nF
Ry = 10,5 kQ

Frequenzfangbereich
Us =1V

fo

+at
—Af

min

23

150

14 062

645
645

1} bei Unterschreiten Funktion nicht gewdhrleistet

1

mA

uA

mA

mA
mA

C

75 Q,

max

7 188

1000

mA

mV

ns

us

Hz

Hz
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A255D ‘ ‘ |

Integrierte Horizontalkombination zur direkten An-
steuerung von Thyristor-Ablenkschaltungen und Trei-
berstufen von Transistor-Ablenkschaltungen.

— externe Umschaltung der Zeitkonstanten im Phasenvergleich
bei VCR-Betrieb

— getrennte Phasenvergleichsschaltungen fiir Synchronimpuls-
und Zeilenriicklaufimpuls-Oszillator

— erweiterter Fangbereich durch Koinzidenzdetektor

— geringe Streuung der Osullatorfrequenz und Gesamtphasen-
lage

— Stabilitdt gegen Temperatur- und Betrlebsqunnungsschwan-
kungen

~ Kombinationstastimpuls

Bauform 6

AnschluBbelegung

1 Betriebsspannung U, 9 Eingang Synchronimpuls-
2 Betriebsspannung der abtrennstufe
Horizontalstufe U, 10 Eingang Stdrsignal-
3 Ausgang der Horizontal- austaststufe
endstufe 11 Ausgang VCR-Umschalter
4 Ausgang Impulsbreiten- und Koinzidenzdetektor
umschaltung 12 Ausgang Zeitkonstanten-
5 PhasenschieberanschluB, umschaltung
Ausgang Phasenvergleich 2 | 13 Ausgang Phasenvergleich 1
6 Eingang Zeilenriicklaufimpuls 14,
7 Ausgang Sandcastle-Impuls 15 Oszillatorfrequenz-
8 Ausgang Vertikalsynchron- einstellung
impuls 16 Masse




Blockschaltung
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Grenzwerte, giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich

Betriebsspannung Uy
Horlizontalimpulsbreiten-

umschaltspannung U,
Betriebsspannung der

Horl | gangsstufe U,
Eingangsspannung der Synchron- U,
impulsabtrennstufe -Uy
Eingangssponnung der Uso
St3rsignalaustaststufe ~Ujp
Umschaltspannung fiir VCR-Betrieb (V)
Zellenrlcklaufimpuls-Eingangsstrom lg
Zeilenriicklaufimpuls-Eingangsstrom —lg
Farbsynchrontastimpulsstrom )
Horizontal-Ausgangsstrom 12
bel Thyristorbetrieb =l
Horizontal-Ausgangsstrom [
bel Transistorbetrieb -l
Betriebstemperaturbereich ) Vg

Statische Kennwerte (3, = 25°C = 5 K, Uy = 12V)
Stromaufnahme Icc

Ausgangsspannung des Zeilen-
ricklauf-Dunkeltastimpulses

Is = 50 pA,

Upy=12V 3 4,3 v Usp

Ausgangsspannung der Farbsynchron-
Tastimpulse
~hm10mA, Ug=12V— 5V Uyt

Ausgangsspannung der
Vertikalsynchronimpulse
U,- 1V.—|| =1mA,

Ug=12V 56V U,
Ausgangsspannung der Horizontal-
impulse

U, = 12V, —l; = 100 mA,

U|.=12V—->5,5V U;

min

~25

.5

max
132V

u v

o
<C<< << <

10 mA
10 mA
10 mA
650 mA
650 mA
400 mA
400 mA
+70 *C




Eingangssperrstrom der
Stérsignalaustaststufe

~Up =5V, Uy=12V 36V

Eingangssperrstrom der
Synchronimpulsabtrennstufe
“UY=5V,Uy =12V 6V

Eingangsstrom der VCR-Umschaltung

Uy =12V — 6,5V,
Uy =12V
Uy = 1V

Regelstrom des Phasen-
diskriminators 1
Us=6V, U =2V,
Uy = 12V —5 59V bei +ly, -
Uy = 12V — 5,2V bei ~ly

Sperrstrom des Phasen-
diskriminators 1
Uy= 6V, Uy =1V,
Ug=0V — 68V,

Sperrstrom des Phasen-
diskriminators 2
Us=6V,Uy=0V 7V,

Ausgangsstrom des Koinzidenz-
detektors

Uy=2V, U =1V,

Uy=12V —5 55V
Ausgangsspannung zwischen den
Impulsen

I; =1mA, Uy =12V — 55V
Eingangsschaltstrom der
Synchronimpulsabtrennstufe

Ug > 10V, Uy =12V 5 6V
Eingangsabschaltstrom der
Synchronimpulsabtrennstufe

<2V, Uy=12V 56V
Eingangsschaltstrom der Stor-
signalaustaststufe

U <2V, Up=1V,

Uy =12V — 6V

=hoo

)

In
_I||

th 1,6

i'lso

+lso

=~ 250

A 100

log 100

max
1 pA
1 pA
2 mA
0,2 mA
2,6 mA
1 pA
5 uA
pA
1V
5 upA
unA
uA -
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Eingangsschaltspannung der
Stérsignalaustaststufe

U <2V, Up=1V,

Uy=12V 5 6V U g
Eingangsspannung fiir Thyristorbetrieb

Up=12V, U; > 9V,

Uy =12V — 55V U.
Eingangsspannung fir
Transistorbetrieb

U, =12V, U; >9V,

Uy =12V —5 55V U,

Eingangsspannung fir Horizontal-
ausgangsimpulsabschaltung

Uy =12V, Uy <2V,

Uy =12V —. 55V U,

Eingangsspannung fiir Ausgangs-
widerstandsumschaltung Ry

Uy =122V 5 6V
Rota 30 kQ Uy,
Roz = 250 Q ) Un

A IV

9,4

5.4

1.5
6,3

max

3,5

6.6

3,7
9.0

Dynamische Kennwerte (3, = 25°C = 5K, Uy = 12V, U, = 12V)

Phasenverschiebung zwischen Mitte
Synchronimpuls und Mitte Zeilen-
ricklaufimpuls

tg =15 ps, tzp; = 12 us Atsz
Phasenverschiebung zwischen Mitte
Synchronimpuls und Vorderflanke
des Farbsynchrontastimpulses AN

Dauer des Farbsynchronsignai-
tastimpulses t

Dauer des Horizontalausgangs-
impulses bei Transistorbetrieb

Us=0, U=35V ty,
freilaufende Oszillatorfrequenz
Cu= 47 nF, Ris =12 kQ fo
Fangbereich + At
Regelsteilheit des
Phasendiskriminators 2 S42

1.9

2,15

3,7

14 800
700

20

3,3

us

3,15 ps

4,3

- 17

16 400
900

-us

us

Hz

nA

us
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A270D Nicht fiir Neuentwicklungen [ |

Iintegrierte Videoverstdrkerkombination fiir Schwarz-
weil- und Farbfernsehempfdnger. Neben der Ver-
stdrkung des Video- bzw. Luminanzsignals enthdlt
der A 270 D Funktionsgruppen zur Strahlstrom-
begrenzung, Schwarzwerttastung und Helligkeits-
klemmschaltung. Die Kontrast- und Helligkeitsein+
stellung erfolgen durch Glelchspannungen An den
Schaltkreis ist der AnschluB einer Verzégerungslei-
tung beliebiger Impedanz méglich.

Bauform 6

AnschluBbelegung

1 Ausgang 10, 11 Tasteingénge fir

2 Betriebsspannung Horizontalimpuls

3 Eingang 12, 14 Helligkeitseinstellung
4 Kollektor Schalt 13 Ladekondensator

5 Basis } .?pn cnalt fiir Klemmregelung

6 Emittes ransistor : 15 Signaleingang fir

7 Kontrasteinstellung Klemmregelung

8, 9 Strahlstrombegrenzung : 16 Masse

Blockschaltung . .
%12 73 nn 2

| |
76—t Kontrast,
I Strahistrom- Endstufe

|

Jeo 'i begrenzun, 1T 0
’ |
I__.___:A{ ______ N N J

é ¢ &5 ¢

r- ——————— -..‘_{——%—_ -_{_———%—]
! !
|
! Video- Helligkeit Schwarzwert-
Jo—— ; Klgmm- Ll 75
i verstarker schalter | Tastschaltung :
3 [ ‘ i
l |
|
|
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Grenzwerte

Betriebsspannung Uce

Kollektor-Emitter-
Spannung des npn-Transistors  Ua

Kollektor-Substrat-Spannung

des npn-Transistors Usne -

Emitter-Basis-Sperrspannung
des npn-Transistors Uas

Kollektorstrom des
npn-Transistors Iy

Basisstrom des
npn-Transistors Iy

Verlustleistung des
npn-Transistors

8, =25°C Pnpn
Spannung an den .
Anschllissen 8 und 9 Ususe

916
Spannung an den
Anschlissen 10 und 11 Uon16

11,16
Spannung an AnschluB 15

Risis S 5.6 kR Uisng
Signalspannung an AnschluB 3

Uag =12V Ugas
Ausgangsstrom -y
Gesamtverlustleistung

8, =25°C Piot
Betriebstemperaturbereich 2

Elektrische Kennwerte Ucc=12V, 8, =25°C+ 5K,

Uris=3,9V)
Stromaufnahme
Upp=12V,lz=1lyj=0 Iy
Spannungsverstdrkung
A Uy = Sprung von
32 cuf 36V
Un=32V A

min

-10

2,0

max
15,5

+ 4+ 4+
- X- & -

N

+ 55

<

mA

mA

<< <<

<

mA

mW
°C

mA
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Sdattigungsspannung des
npn-Transistors

li = 0,8 pA Ul,bsot
Schwarzwert-Einstellbereich

Uiz = 1,2V Uss,ie
Uizns = 4,2V Ussaie

Schwarzwertabweichung
A Usis = Sprung von 2,8 auf 3,6 V
Unzng =20V A Uisag

Nichtlinearitat des

Ausgangssignals

Uigas = 0,8 Vg

A Usng() =

Sprung von 3,2 auf 3,6 V

A Upig(a) = )

Sprung von 2,8 auf 3,2V ’mul

Nichtlinearitat des

Ausgangssignals im Kon-
trasteinstellbereich von 15 dB

lg =0,Uz44 (1) =32V

Uzpisa) = 2,5V, Upqe(3) = 1,7V

A Uz = Sprung von 3,2 auf 4,0 V' imkf

Kontrasteinstellumfang

A Ui, = Sprung von 3,2 quf 4,0V
Unisl) = 1,2V,

Usngla) = 3,3V, 1g =0 a

Ausgangsspannung bei
Strahlstrombegrenzung

U1 =21V, Upg=32V

A Uy,

= Sprung von 3,2 auf 4,0 V A Usag

20

20

0,05

0.1

160

mV

dB

mV
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A273D

Integrierter Schaltkreis zur Lautstérke- und
Balanceeinstellung von Stereo-NF-Verstarkern

Bauform 6

Anschiufibelegung

3
4

«

o o

1,2 Eingdnge der physiologischen 10 NF-Massepunkt
Lautstérkekorrektur rechts 11 Eingang des Lautstdrke-
Ausgang der physiologischen Balanceeinstelles links
Lautstérkekorrektur rechts 12 Eingong Balanceeinstell-
AnschluB fir Widerstand zum spannung
Einschalten der physiologischen 13 Eingang Lautst&rke-
Lautstérkekorrektur einstelispannung
Ausgang der physiologischen 14 Eingang des Lautstdrke-
Lautstarkekorrektur links Balanceeinstellers rechts
Eingéinge der physiologischen 15 Masse
Lautstérkekorrektur links 16 Ausgang des Lautstirke-
Betriebsspannung Balanceeinstellers rechts
Ausgang des Lautstérke-

Balanceeinstellers links
Blockschaltung
4 7 6 5
77 o5 [I],D___
einstellbarer Verstarker elektronisches Potentio~
links meter mit nachfolgendem
Operationsverstarken
links
I—Ansfeuﬁschaltuny Ansteuerschal
Lautstarke tung, f’/pysm/o— e
[ Balance — greteil
. elektronisches Potentio~
. . meter mit nachfolgendem
einstellbarer Verstarker, Operationsverstarker,
rechts rechts
e -
1 2137 4 J 4




Grentwerte, gliltig fiir den Betriebstemperaturbereich

min max
Betriebsspannung Uce 18
Steuerspannungen U2 12
' Uy 12
U, 3
Lastwiderstand Ry 47
Betriebstemperaturbereich i -25 + 70
Statische Kennwerte (0, =25°C~5K, Ucc=15V)
min typ max
Gesamtstromaufnahme lcc 28 40
Ug=Up=6V :
Eingangsstréme an den li11g 1
Anschlissen 11 und 14 i
Eingangsimpedanz Z; ) 7
ohne AuBenbeschaltung
Speisespannungsbereich 13,5 bis 16,5

6’5<<<<

mA

nA
MQ

v

Dynamische Kennwerte - (3,= 25°C = 5K, Ucec = 15V, f = 1 kH2)

min typ max
Klirrfaktor k 0.3 0,5
Uy = Uy =1V .
Balance hergestellt 0,08 0,2
U, =100 mV,
Us= 9V
Ubersprechdampfung ag 56 67
Balance hergestelit
Uy = Up =1V, 56 66
bei f == 12,5 kHz
Lautstarkeeinstellbereich -+ 20 bis — 70
Balanceeinstellbereich Ay + 10
Fremdspannungsabstand aN 52,5 55
U =01V, Uy = 50 mV
Eingangsspannungsbereich 0,1 bis 1
nominelie Eingangsspannung 0,3

Yy

o

dB |

dB

dB

dB
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A274D

Integrierter Schaltkreis zur Héhen- und Tiefen-
einstellung von Stereo-NF-Verstarkern

Bauform 6
AnschiuBbelegung

1, 2 Eingdnge des Tiefenstellers

3

4
5
6,7
8

rechts

Ausgang des Tiefenstellers
rechts

Eingang der Steuerspannung

des Tiefenstellers

Ausgang des Tiefenstellers

links

Eingdnge des Tiefenstellers

links
Betriebsspannung

Blockschaltung

70 .9 77

9, 10 Eingdnge des Hohenstellers

links

1 Ausgang des Héhenstellers
links

12 Eingang der Steuerspannung

des Héhenstellers
13 Ausgang des Hohenstellers

rechts
14, 15 Eingdnge des Héhenstellers
rechts
16 Masse
5 o7 &)

elektromisches Fofentiométer
mit nachfolgendem Operations-
verstirker zur Hohenstellung,

elektronisches Pofentiometer
mit nachfolgendem Gperations-
verstirker zur Tiefenstetlung,

S
I

links links
b
Ansteuerschal- Ansteugrschal-
tung Hihen- [ fung Tiefen- 1
| stellung —1 stellung
elektronisches Potentiometer elektronisches Potentiometer
mit nachfolgendem Gperations- mit nachfolgendem Gperations-
verstdrker zar Hohenstellung, verstirker zur Tiefenstellung) | |
rechts rechts |
1
I
}
- T |
% 15 3 uhn b2 4 3 4
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Grenzwerte, giiltig fir den Betriebstemperaturbereich

Betriebsspannung
Steuerspannungen

AbschluBwiderstand

Betriebstemperatur-
bereich

min
Ucc
U,
Ur
R 47
00 —25

Statische Kennwerte (#, = 25°C—-5K, Ucc = 15V)

Speisespannungsbereich

Gesamtstromaufnahme
U= U;p=55V;

Eingangsstréme

(B,=

Dynamische Kennwerte a

Klirrfaktor

U =U,=1V
Ubersprechddmpfung

Uy = Up=1V
Fremdspannungsabstand
Uy = 50 mV,

v, = 0dB

Tiefeneinstellbereich
f = 40 Hz zu 1 kHz

Hoheneinstellbereich
f = 15kHz zu 1 kHz

min
13,5
lcc
A9
Is,7
lg,10

has

typ

NN

25°C—5K Uge = 15V, f = 1 kHz2)

min
k
a . 56
aN 56,5

typ
0,06

65

60

+ 16
+ 16

max
0,2

%
dB

dB

dB

dB
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A277D

Integrierter Schaltkreis zur linearen Ansteuerung von
wahlweise in Punkt- oder

12 Lichtemitterdioden
Bandbetrieb

Bauform 7

AnschluBbelegung

Masse
Helligkeitssteuerung
Max. Referenzspannung
LED 12

LED 1

LED 10

LED 9

LED 8

LED 7

O 0O ~NOG A WN -

Blockschaltung

10
1"
12
13
14
15
16
17
18

LED 6

LED 5

LED 4

LED 3

LED 2

LED 1

Min. Referenzspannung
Steuerspannung
Betriebsspannung Ucc

9101 1271371%15

SN L 8 T3

LED Anzeigentreiber~Einheit

Punkt-

Umschalttrakt 5 L_i Band-/

Kennung]

—
| Matrix I I/Mdle lMal‘rix
— ]

Komparatorkette
(MeBwerterfassungund -aufbereitung) 5 Lo77
HRINRNB (Ustoser)

T .
a3 N
el ¢ 9

3o I:—_{ %‘ 3. Vierergruppe 2.Vierergruppe 1.Vierergruppe
{Unfmax)

ST
.

16
(Umfmln)




Grenzwerte, giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich

min. max.
Betriebsspannung Uce (] 18 V
Helligkeitssteuerspannung . U, 0 18 V
Steuerspannung Uz 0 6,2V
Max. Referenzspannung U, 0 6,2V
Min, Referenzspannung Use 1] 6,2V
Betriebstemperaturbereich Ty -25 485 °C

Statische Kennwerte (8g = 25°C -=5K, Ucc = 12V)

min. typ. max.

Stromaufnahme

tep = 0 Icc 4,5 10 mA
Eingangsstrtdme

Uy = 1,2V 1y 0,06 2 nA
Uy = 62V, Uigh =0 Iy 0,1 2 uA
Uigh =0 47 0,06 2 pA
LED-Strom ILeD 20 mA

U = Ucc

Betriebsbedingungen

Fiir die Spannung Uc an den Anschliissen-4 bis 15 wird gefordert:

Uc =20V fir lgp=10mA '

Uc Z 25V fiir ligp = 20 mA

Die Betriebsspannung des Schaltkreises darf nicht kleiner als 5,5 V sein.

Arbeitsbereich der Eingangsspannungen
Ucc, Y Un 0-6,2V

Fir Uce S 9Vgilt U3 £ Ucc— 3V, Uz € Uecc—3V

Referenzspannungsdifferenz (Us=Uyg)
Punktbetrieb 1,4 bis 6,2V
Bandbetrieb 1,2 bis 6,2V

Umstellspannung fir Band-Punkt-Kennung
Punktbetrieb  U;s—Ui S 09V
Bandbetrieb  Uis—Un 2 1,3V
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A281D Nicht fiir Neuentwicklungen n

Integrierter AM-FM-ZF-Verstarker fir den Einsatz in
batterie- und netzgespeisten Rundfunkempféngern.

Bauform 5

AnschluBbelegung

1 Masse 8 Ausgang
2 Eingang 9, 10 nicht beiegt
3, 14 nicht belegt 1 Betriebsspannung Ucce
4 Emitter T 6 X 12 Basis T 4
2 'lslegelspannungselngcng 13 interne stabilisierte
asse
7 Emitter T3 Spannung
Innere Schaltung u
k&
ki »
120—— T# k 4
R2 ¥
: Yy
2 T3 R7
2 o 77 —8
L o7
R3 R
4 10
) R6
RS
O 7




Grenzwerte

Betriebsspannung
Spannung

Spannung

Strom

Strom

Strom
Umgebungstemperatur

min
Ucc
Uzh - 4
Ush - 0,5
7}
Is 2
T
Sa - 10

1"
+ 05
4

3
+ 70

v
Vv
v

mA

mA
mA
°C

Die Anschliisse 6 und 7 diirfen im Betriebsfall mcht langer als mox. 3 s mie

einander verbunden sei

Statische Kennwerte

Basisstrom T 6

n.

(g =25°C-5K,U;=0)

min

Uce =9V, Ush=-110mV -l

Kollektorstrom T 3
YUeg =5V

Uce =9 v
Gesamtstromaufnahme
UCC =5V

Uce =9V
Stabilisierte Spannung

“Ucc =5V

Ucc =9V

" Dynamische K

lcc
Icc

Ui/
Uish

y te (8, = 25°C — 5K)

Ubertragungsgewinn

' Regelumfang')

UCC =5V
UCC =9 \"
Regeleinsatzspannung?)
Uee = 5V
UCC = 9 v

AM-Betrieb (f = 455 kHz, f,,

UR=0,U;=10uV,Ucc =9V G, 65
Spannungsverstdrkung
U =5pV,Ucc =5V
Y, =5uV,UCC =9V

A
A

u
u

AR
JAL

Y Reg
UlRog

typ
23,2

1.9
2,0

3,8
6,4

2,8
2,9

88

3 &

24
7.3

max

9.0

uA

mA
mA

mA
mA

= 1 kHz, m = 0,8)

dB

dB
dB

dB
dB

nVv
uv
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: min typ max
NF-Ausgangsspannung

Ucc =5V, U =35uV UNEF 241 mV
Ucc =9V, U =15V UNF 238 mV
Ucc=9V, U =15mV UNE 508 mV
Richtspannung
Ucc =5V, U, =50V —UR 377 mV
UCC =9V, U| =15 uV —URp 382 mV
Max. Eingangsspannung
Ucc=5V.k 210 Uimox 3s mV
UCC =9V, k=10% Uimax 19 mV
Klirrfaktor C
Ucc=9V,U; =15mV k 72 10 ¥
Eingangsimpedanz
Ucc =9V, U =200uV R 2,1 kQ
-G 59 pF

PM-Betrieb (f = 10,7 MHz, f = 1 kHz, Af = 75 kHz)

Ubertrogungsgewinn

Ucc =9V, Ui =30pV, Ug=0 G, 62 dB

Ucc =9V, U =25V G, ) 65 dB

Spannungsverstdrkung -

Ucc =5V, U; =50uV A, 79 dB

Ucc =9V, U, =350pV A, 88 d8

NF-Ausgangsspannung

Ucc =5V, U, = 50 mV UnEg 410 mV

Uee=?9 V, U, =50 mV . UNF 822 mV

Eingangsspannung f. Begrenzungseinsatz®)

Ucc =9V Uiy 198 nv

Ucc =5V Uit 205 nVv

AM-Unterdriickung

Ucc=9V. m=103 aAM 55,2 dB

Eingangsimpedanz

Ucc==9V, U, =1mV R, 158 Q
C, 100 pF

) Als Regelumfang gilt diejenige Eingangsspannungsénderung AU, fir die
A Unp = 10 dB wird, bezogen auf die Regeleinsatzspannung Ugeg,

?) Als Regeleinsatzspannung gilt die Eingangsspannung U;, bei der
AU, JAUNE = 10/3 dB ist.

%) Als Begrenzereinsatz gilt die Eingangsspannung, bei der die NF-Aus-
gangsspannung um 3 dB abféallt. Bezugspotential ist dabei U; = 100 mV,
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A283D

Einchip-AM/FM-Empfangerschaltkreis

mit NF-Lei-

stungsverstérker fiir Hérrundfunkempfanger

Bauform 6

AnschluBbelegung

ZF-Entkopplung
ZF-Eingang
HF-Masse
AM-Mischerausgang
AM-Oszillatorkreis
AM-Eingang
AM-Entkopplung
Demodulatorausgang

W N LB WA =

Blockschaltung

14,15

9 NF-Eingang
10 NF-Gegenkoppiung
11 NF-Masse
12 NF-Ausgang
13 positive Betriebs-
spannung
Demodulatorkreis
16 AGC-/AFC-Spannung

ZF~Verstarker -
7 %
2 1 L 5
1 Demodulator
Jo—t—p AM-FM "
4 AM- Z-Dioden B
: Regelung Stabilisierung
d | ] .L b—72
b AM-Uszillator] e
7 Mischer NF~Ver- 0
I — stdrker —
{
ort————— I — 9
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Grenzwerte, giltig fir den Betriebstemperaturbereich*

min max

Betriebsspannung Ucc kD 122)
Versorgungsstrom

B = =10...455°C lced 504)

ﬂa = +70°C 'CC 39
Ausgangsspitzenstrom oM 400
Gesamtverlustleistung

Bg = +70°C Prot 600
Betriebstemperaturbereich ¥q =10 +70
Statische Kennwerte (3, = 25°C ~ 5K)
Gesamtstromaufnahme

Ucc = 55V, S in Stellung FM Icc 20
Versorgungsspannung bei
Stromspeisung

lcc=>42 mA 4 0,42 mA, S in Stellung FM Uece 14,3

Dynamische Kennwerte (3, =25°C~5K, Uce =55V)

AM-Verstiirker (oM = 1 MHz + 1 kHz, fzp == 455 kHz + 5 kHz,
fNp=1kHz 1 30 Hz, m = 0,3, S in Stellung AM)

min max
NF-Spannung am Demodulator-
ausgang
WAM =20 puV + 4 uV UNF 30
uaAM = 100 mV i 20 mV UNF 200

Signal-Rauschabstand am
Demodulatorausgang SN
N

ujaM =20 pV 4 4V

Klirrfaktor am Demodulator-
ausgang
uaM = 100 mV + 20 mV kNF 6

16

v

mA
mA

mW
C

mA

mV
mV

dB

%




FM-Verstarker (hgm = 10,7 MHz -+ 103,5 kHz,
fnE = 1 kHz £ 30 Hz, A == +22,5 kHz £ 675 Hz,

S in Stellung FM)
\

NF-Spannung am Demodulator-
ausgang
YiEM = 1mV i 0,2 mV

Klirrfaktor u‘m Demodulator-
osusgang
uyEM = 1mV £ 02 mV

AM-Unterdriickung
uigm =1mV £ 0,2mV, m=10,3

Eingan?sspunnung fur Begrenzungs-
einsatz®)
NF-Verstarker
S in Stellung FM)
Ausgangsleistung
k=(0+2)7%

Eingangsspannung
u, =155V +023V

UNF

9AM

“t

GNF = 1 kHz & 30 Hz, R, =8 Ohm,

YINF

65

32

300

"} bei Unterschreitung ‘ist Funktion nicht mehr gewé&hrieistet
?) bei Versorgung aus einer Spannungsquelle
%) bei Verwendung der integrierten Stabilisierungsschaltung

Y) bel Versorgung aus einer Stromquelle

%) u;t ist diejenige Eingangsspannung, fir die gilt:

uNF (o)

———— =on
ungE (1 mV)

max

1.5

mV

dB

uv

mwW

mV
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A290D - A290S

Integrierter PLL-Stereodekoder nach dem Zeitmulti-
plexverfahren fiir den Einsatz in Stereo-Rundfunk-

empféngern

Bauform 5 (A 290 D)
Bauform 29 (A 290 S)

AnschiuBbelegung

1 Betriebsspannung 7
2 MPX-Eingang 8,9
3 MPX-Ausgang ) 10
4 Ausgang linker Kanal 1"
5 Ausgang rechter Kanal 12, 13
6 Lampentreiberausgang 14

Blockschaltung

Masse

Schaltfilter .
19 kHz-Ausgang

Eingang Phasenvergleich

TiefpaB fur PLL
RC-Oszillator

2z B %
__________________ t -
Phasen- ) veo Teiter Teiter 10
vergleich o Tefpas o 1> TkHz [T 1:2 7:2 ]
[}
, .—]
Phasen- Teiler
vergieich =] Tefeal 1.2
Ste : ¢
e ereo- B
gsversorgung _L el Trigger schatter 7] Dekoder i
15
________________ S U U R |




Grenzwerte

Betriebsspannung
Lampenstrom
Eingangsspannung
Betriebstemperaturbereich

Kennwerte bel 25°C — 5K, Ucc= 15V

Stromaufnahme
U = 0, VCO freiloufend

Monobalance
UlSS = 2.8 V, f=1kHz

Stereoeinschaltschwelle

Ubersprechdampfung
MPX-Signai L moduliert

MPX-Signal R moduliert
Elngangswiderstand

U|SS = 28V, f = 1kHz
Sterecausschaltschwelle
Stereolampenhysterese
Klirrfaktor Mono Links
Uigs = 2,8V, f = 1 kHz Rechts

Klirrfaktor Stereo
MPX-Signal L moduliert
MPX-Signal R moduliert
Fangberelch

Ujp == 100 mV

Verstarkung Mono

Ugs= 28V, f=1kHz
Arbeitswidersténde

AnschluB 4/5 jeweils 3,3 kQ
Verstarkung Stereo
MPX-Signal R oder L moduliert

19-kHz-Unterdriickung
MPX-Signal R oder L moduliert

38-kHz-Unterdriickung
Up = 100 mV
67-kHz-Unterdriickung
114-kHz-Unterdriickung
Pilotd&ampfung

u; = 100mV, f == 19 kHz
Seltenbandunterdriickung
MPX-Signal

lcc

logm/

Vpe

9uL-R
SuR-L

aroL/R

a3sL/R
967L'R
9114L/R

%

ass

30
30

28

30

typ

12,5

0.1
16,0

42
42

60
10,0
4,5

0,35
0,25

0,2
0.2

19.8
17,7

=7.3

max

%5 Vv
75 mA
2,8 V
+70 °C

26 mA

1,6 dB
22 mV

dB
dB

kQ
mV
dB
%
%

0.6 %
0,6 %

kHz
kHz

dB

dB

dB
dB
~dB

dB

dB




A295D

Nicht fﬁr.NeuentwickIungen

Integrierter Kreuzschalter, Begrenzer und Farbkanal-
schalter fiir den Einsatz im Secam-Dekoder von Farb-

fernsehgerdten.

Bauform 6
AnschuBbelegung
1 outomatische Farbkanal--

abschaltung

2 Farbkanalaustastung und
-abschaltung

3 FEingang verzdgertes Signal

4 Referenzspannungs-
abblockung; Umschalter

5 Betriebsspannung

6 Eingang direktes Signal

7 KorrekturanschluB fir
Ausgangssignal Blau

Grenzwerte

Betriebsspannung

Eingangssignalspannung

Aut 1 erh
Al

Farb lab- und

-aufschaltung

Farbkanalaustastung
und -abschaltung

Farbkontrasteinstellung

Umschalt-Flipflop

t S 15ps

t £ 15ps

Synchronisation

AnschluB Farbtréigersperre
Gesamtverlustleistung

8, =25°C
Betriebstemperatur

Ucc
us

ug

Uy
Uu

Plol

a

10, 12
1
13

15

16

Farbkontrasteinsteliung
Ausgangssignal Blau
Umschalter-Flipflop
Masse

Synchronisation des
Umschalter-Flipflops

automatische Fabkanal-
aufschaltung

AnschluB Farbtréger-
sperre

Ausgangssignal Rot

min max
0 15 v
1.5 Vs
1,5 Ve
-4 + 4 \'
—-4 + 4 \'
-4 + 3 v
0 4 \'
0 3 mA
-4 + 4 v
—4 + 4 \
-4 +6 \
—4 +6 Vv
-4 +4 \4
V] 2,5 mA
1 w
0 455 °C
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Blockschaltung

o—1of
1 Spannungs- o 77
o versorgung L
=t
Begrenzer-
verstirker -7
i
|
4o o7
] Begrenzer- J—
= Umschalter Vestirker
3 o=
. Fe A
Fiefp farthanat 111
T 1 TT- L
111 T1F 1
012B 21% 8 75




Elektrische Kennwerte (Ucc= 12V, 8, =25°C-5K)

Gesaomtstromoufnahme

Uy = 2,7V; Ull(lmp) =3V
Farbtrégersperre ein

Use (Imp) ™ 3V; Rys.q1 == 10 kQ
Farbtrdgersperre aus

Uy (imp) = 3V; R|5_11 = 10kQ
Schaltspannung fiir
Umschalter-Flipflop

ug = 95 mV g

Schaltspannung fir Synchronisation
ug = 95 mVgg

Schaltspannung fir automatische
Farbkanalschaltung
ug = 95 mV.“

Schaltspannung fir Farbkanal-
austastung und -abschaltung
ug = 95 mV."

Ausgangsspannung
uz = ug = 95 mV.“
Ug =19V, U14imp =3V,
R =1,5kQ, C| = 15pF

Ausgangsspannungsabfall
A vz = A ug o= (9,5-190) mVey
Ug = 2.7V, Uyg = Uy ginp = 3V

Nichtlinearitdt der
Ausgangsspannungen’)

us = ug = 95 mV 4

Ugmin = 0.9 V. Ugmax ™= 1.5V,

Uiz = Upgimp = 3V
Gleichlauffehler bei Einsteilung der
Ausgangsspannung?)

u3 == ug = 95 mVg¢4

Ugmin = 0.9 V. Ugmay = 1.5V,

Ugz = UHImp = 3V

Icc

Uys

Uss

-Un

Uss

Ay
O g

DU (U

uy (u1e)

min

1,2
1.2

max

0,3

1,7
1.7

11

1
1.1

1.9
1.9

mA

<<

Vss

dB

%

%
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min max

Oberwellenanteil?)
uy = 95 mVess Upg =16V,
Uiz = Uggimp = 3V,
R =1,5kRQ, C = 15pF A2406.9 ~15

: © 9203.13 =15
uy = 95 mVgg, Urg = —2 v,
Ug = 1.6V, Uygimp = 3 V.
RL = 1,5 kQ, C| == 15pF 92403-9 -15
9240616 =15
Ubersprechddmpfung
ug =25 mVyy, Ug = 2,7V,
Uiz = Uhimp = 3V

C3-11 = 10 nF %-16 4
u3 =25 mV.'“, Ug=27V,
Ujg = 2V, Uygymp = 3V,
Cg.11 =10 nF a3 16 33

uy = 2,5mV 4, Uy == 2,7V,
Uiz = Yigmp = 3V,
Cg 11 = 10 nF azg 4

U= 2,5 MV Uy =27V,
Ujg = — 2V Upgimp = 3V,
C3.41==10nF a6.9 33

ug (U, = 1,2V) - UOAV

) Aug(Up) = oAV
up (Uy = 0,9 V) +u, (U, = 1,5V)
mit yoav = 2
N A v (g = ‘} U9max (Yomin T U16min) 1

| Y9min (Yomax + Y16max)

3) selektive Messung der Grund- und 1. Oberwelle

dB
dB

dB
dB

dB

dB

dB

dB
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A 301D - A301V Nicht fiir Neuentwicklungen [ |

Integrierte Initiatorschaltungen fir induktive Schlitz-,
Nd&herungs- und Ringinitiatoren sowie allgemeine
Anwendung (Schwellwertschalter, fotoelektrische In-
itiatoren, kontaktlose Schalter). Die Schaltkreise be-
stehen aus Stabilisierungsstufe, Verstdrker und
Schwellwertschalter. Sie sind kompatibel mit allen

TTL-, DTL- und MOS-Systemen.

Bauform 5 (A 301 D), 3 (A 301 V)

AnschluBbelegung A 301 D A 301V

1, 7, 8, 14 nicht belegt 1 Eingang E 1
2 Eingang E2 2 Ausgang A1
3 Eingang E1 3 Ausgang A2
4 Ausgang A1 4 Ausgang Q
5 Ausgang A2 5 Masse

6 Ausgang Q 6 Ausgang Q
9 Masse . 11 Betriebsspannung Ucc
10 Ausgang Q . 8 AnschluB C
7 Betriebsspannung U cc

12 AnschluB C

13 Ausgang der stabilisierten
Spannung A

Greniwerte

. min max
Betriebsspannung Ucc ! 27 A
Funktionsbereich Ucc 4,75 27 v
Ausgangsspannung Uoy ©+ © 27 v
Ausgangsstrom oL o 50 mA
Strombelastung der :
stabilisierten Spannung') b3 (4] 1 mA
Lagerungstemperaturbereich 0“9 — 40 + 125 C
Umgebungstemperaturbereich 'a - 25 + 70 oC

Y gilt fir A 301D
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Blockschaltung

{- e e — 1
7 1 Stabilisierungs 7
Uner > stufe o ot
|
|
L, G R +——|
r £ o—+-|1’,' 6 4*
- | G Verstirk Schwellwert~ | | Ausgangs- =8
AT | | verstarker A\ soratter [ stufen” | | ,
1 =0
3’**'*:[— I | Im6*
R35» 5 I - -
o 2 12¢8* gq5*
A301D, A301V* 50 M
Elektrische Kennwerte (#; = 25°C - 5K)
typ max
Stromaufnahme'}
Uce =27V icc 13 185 mA
L-Ausgangsspannung?)
an Q bzw. Q
Ucc =475V, gL = 16 mA UoL 68 350 mV
Ucc= 4,75V, 'OL = 50 mA UOL 211 1150 mV
Ausgangsstrom Im H-Zustand?)
an Q bzw. Q

Ucc =475V, Upgy =27V
Ry =5200Q 'OH 0,74 20 nA




Informationskennwerte (8, = 25 °C - 5 K)

Zuldssige Lastkapazitat

des Ausgangs A, %) Cu 47
Interne stabilisierte Spannung?)
Uce = 4,75V, = ljy == 1 mA Uy 29

Maximale Schaltfrequenz
UCC=5V. C13=1.5 nF .
Ra5 = 6 ki fmax 21

Ry/5 = 2,7 kQ fmax 26,3

) Q und Q. offen.
%) S1 geschlossen: L-Niveau an Q bzw. S 1 offen: L-Niveau an Q.

nF

kHz
kHz

%) Vor Messung sind die Ausgénge Q bzw. Q vom L- in den H-Zustand

zu schalten.
Y gilt fir A 301 D




A302D (=
Integrierter Schwellenspannungsschaltkreis

Der Schaltkreis arbeitet als ein:von einer betriebsspannungs-
proportionalen Schwellenspannung gesteuerter Schalter und ist
fiir allgemeine Initiator-Anwendungen der industriellen Elektro-
nik vorgesehen.

N

Bauform 1

AnschluBbelegung

1 Betriebsspannung 3 Masse
2 Eingang 4 Ausgang

. Blockschaltung

7
[ 1
Schwellen- Endstufe
20 Komparator umschalter K 4
e

Grenzwerte, giitig fiir den Betriebstemperaturberelgh

| min max

- Betrlebsspannung Uce 2,3) 6,3 v

~ Eingangsstrom I 1 mA

Ausgangslaststrom ot 60 mA
Lastinduktivitat Ly 2 H

- verpolte Betriebs- . 5 v

~ spannung —Uce

~ Betriebstemperatur- 9 25 485 °C

bereich?) a
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Statische Kennwerte (8y = 25°C-5K)

min typ
Betrlebsstrom
Ucc =4 V,U =0V, S offen licc 2,7
Schaltpegel ,lg ous”
R =120Q, Ucc =4V,
Sy geschlossen ag3) 0,57 0,587

Schaltpege! .l ein”
R =120Q, Ucc =4V,

Sy geschlossen ag?) 05 0,518 .

Eingangsstrom

Uce =4V, U =0...4V,

Sy geschlossen h
Ausgangsséttigungs-

spannung

Ucc =4V, Up=20V, v

IOL- 40 mA, Sy offen UoLsat 0,225
Ausgangssperrstrom

Ucc = Uiy = Uon =9V,

S offen loH 1.5

max
5 mA
0,6
0,535
25 nA
03 V
100 nA

Dynamische Kennwerte (8o m= 25°C, U =4V, Uy = 2,6 V Recht-

+ eckimpulse 10 ps, tp/T = 0,2, z

Ausschalt-

_ verzdgerungszeit vy 1,3
Einschalt-
verzdgerungszeit ty2 0,9
Anstiegszelt des
Ausgangsimpulses t, 45
Abfallzeit des
Ausgangsimpulses [ 45

1) bei Unterschreiten Funktion nicht gewahrleistet

50 @)

ns

ns

%) Die Schaltkreise sind im Betriebstemperaturbereich unter Berlicksichtigung
der Temperaturabhéngigkeit der KenngréBen fir den vorgesehenen An-

wendungsfall einsetzbar.
%) bezogen auf Betriebsspannung
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A 1524D

Vorlaufige technische Daten W

NF-Stereo-Einsteller fur Lautstdrke, Héhen, Tiefen

und Balance mit physiol. Lautstarkeeinstellung

Bauform 7

Blockschaltung

SN N S

l Stellglieder und Verstarker

75 (tinker Kana() Spannungsstabilisierung —77
M
" R
|
Stellglieder una Verstirker .
4o (,,a)?,«,, Kanal) Einstelispannungskonverter

T

AnschluBbelegung:

1 EinstellanschluB Loutstéarke-
regelung

2 Betriebsspannungsabblockung

3 Betriebsspannung Ucc
4 Eingang (rechter Kanal)

6 Netzwerk fiir Tiefenbeein-
flussung (rechter Kanat)
7 Netzwerk fiir Héhenbeein-
flussung (rechter Kanal)
8 Ausgang (rechter Kanal)

9 EinstellanschluB Tiefenregelung

7 76

10 EinstellanschluB Hdhenregelung

11 Ausgang (linker Kanal)

12 Netzwerk fiir Héhenbeeinflus-
sung (linker Kanal)

13,

14 Netzwerk fiir Tiefenbeein-
flussung (linker Kanal)

15 Eingang (linker Kanal)

16 EinstellanschtuB Balance

17 Referenzspannung Uiz

18 Masse
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Grenzwerte:

Betriebsspannung

. Eingangsspannung

Verlustleistung
Sperrschichttemperatur
Referenzstrom
Aufgeprdgte Referenz-
spannung*)
Einstelispannungen

Ycc
Uy U
P ot

Y5

~hy

Uy

Uy, U,
Uio, Ui

*) Giltig fiir Ucg 2 10.8.V, Physiologie fest eingeschaltet.

Betriebsbedingungen:
Betriebsspannung

Kenngréfien (giiltig fir Ucg =15V, 95 = 25°C = 5K, f = 1kHz,

YUce

Uy = Uy = Uyg = Uy = 0,5 Up)

Stromaufnahme

U' =0
Eingangsgleichspannung
U =20
Ausgangsgleichspannung
U =0
Referenzspannung

U =0

Verstarkung

U| = 100 mV, Uy = Uy
Abregelung

U =1V, U =0V
Gleichlauf

U,/ =10,7 - Uy,

U,/,= 0.8 - Uy,

U = 100 mV?)

U =1V, U, /y= 0.4 - Uy
Héhenanhebung

Uy = 100mV, Uy = Uy
Hohenabsenkung

U =1V, Uy=20V
Tiefenanhebung

Uy = 100 mV, Uy = (VI

cc

U, Ugs
Us Uny
U17
AUmax ) /
AUmin "

AAU:\)

AUHmax 1
AUHmia 1Y

AUTmax %)

min max
0 20 v
0 Ucce v
1,2 w
150 °C
0 10 mA
4,5 Y, - Uece -0,7 v
Uy \
min max
7.5 16,5 V
56 mA
6,5 82 V
57 93 V
3,3 42 V
20 26 dB
-67 dB
-2,5 2,5 dB
-2,5 2,5 dB
10 dB
-10 dB
10 dB
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min max

Tiefenabsenkung AUTmin D2

U =1V, Up=0V -0 dB
Tiefenanhebung bei

Physiologie ,Ein" ) AAYT Y

U =1V,

U; =103 Uy 6 48
Klirrfaktor K%)

U =1V : 0.5 %
Balanceeinstellung AAyT")

U =1V,

Use/s = 0,5 - Uyp; Uislo = Uy

rechter Kanal -3 3 dB
linker Kanal . ~-30 dB
U/ = 0,5 Uy U16’z =0

rechter Kanal -30 dB
linker Kanal -3 3 dB
Ubersprechdémpfung ag ¥

U| =1V, U =06-Uy . 46 dB

) Bei S1 und S 2 wird in Schalterstelfung 1 der linke Kanal und in Schal-
terstellung 2 der rechte Kanal Uberpriift.

?) Abgleich Uy : Uig 2 AAy = 0dB bei Uj = 100 mV
U, fiar S2 und S 1 in Stellung 1

o
) AAy = U, fir S2und S1 in Stellung 2 °
o Au - U, fiir S5 und S 6 in Stellung 2
UH = U, fiir S5 und S6 in Stellung 1
U, fiir S3 und S 4 in Stellung 2
D Aur = U, fiir $3 und S 4 in Stellung 1
U, fir $7 in Stellung 2
9 LAur = U, fir S 7 in Stellung 1
U, far U/,
) Aus =m
U

]

% a o fir S 2 in Stellung 2

UL>R™ U~ fir S 2 in Stellung 1

v} fir S 2 in Stellung 2

AUR->L= U, fiir S 2in Stellung 1
Abgleich U; anf Uo = 2,2V

bei S 1 in Stellung 2

bei S 1 in Stellung 1

o

n



A 1818 D , S |

Integrierter Aufnahme-Wiedergabeverstarker  in
rauscharmer Bipolartechnologie.

Im A 1818 D erfolgt die fiir Aufnahme und Wieder-
gabe erforderliche Signalverarbeitung mit elektro-
nischer Umschaltung des Signalweges. Folgende
Funktionen sind enthalten: Mikrofonverstarker, Wie-
dergabeverstérker, Monitorverstarker, Aufnahmever-
starker, ALC-Stufe, Treiber fiir Aussteuerungsan-
zeige und interne Spannungsversorgung fir Mikro-
fon- und Wiedergabeverstarker.

Bauform 9

Blockschaltung

20 K B 176 B # B2 1

'Monitor-

verstark, :

Um— |Automati- Instru-
l" schaltg. \sche Pegel-| | menten~
A/W

regelung treiber

----- LU

g W
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Grenzwerte

Betriebssponnung
Verlustleistung
Gleichspannung an den
Anschlissen 2 und 5
Ausgangsstrom — Ausgang
Vorverstarker
Ausgangsstrom — Anzeige
Schaltspannung

Aufnaghme — Wiedergabe

Kennwerte
Stromaufnahme
Klirrfaktor

— Mikrofonverstarker
f = 1kHz

Eingangsspannung u; = 5 mV

- Wiedergabevorverstdrker
t = 1 kHz; Eingangs-
spannung u; = 5 mV

-~ Aufnahmeverstéarker
tf = 1 kHz; Eingangs-
spannung u; = 100 mV

—~ Monitorverstarker — Wieder-

gabe
f = 1 kHz; Eingangs-
spannunhg uy = 100 mV

Betriebsbedingungen
Betriebsspannung
Umscholtspannung

- Wiedergabebetrieb

-~ Aufnahmebetrieb
Betriebstemperaturbereich

3,5

0,7Ucc

0.1

L5

0,5

0.5

Uce
0,3Ucc
70

mw

mA

mA -

mA

%%

%

%%

%y
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A2000V - A2005V . |
Integrierte Doppel-NF-Leistungsverstérker.

Sie unterscheiden sich im wesentlichen durch ihre Ausgangs-
leistung und Ruhestromaufnahme. Jeder einzelne Verstérker
besteht aus einer Eingangsstufe, einem Vorverstérker sowie einer
Treiber- und Endstufe, die im AB-Betrieb arbeitet. Die Schalt-
kreise sind mit Schutzschaltungen fiir Temperatur, Uberspan-
nung, SOAR und Lautsprecher-KurzschluB ausgestattet. Neben
dem 2-Kanalbetrieb 1Bt sich eine Briickenschaltung, Stereo-
basisbreiten- und Stand-by-Beschaltung realisieren.

Bauform 24

Blockschaltung

|
|

S04R L)
}Boofs(rap

| =t
i
T lAusgang
gf;’ani Lingangsstufe Vorverstdr- Treiberstufe  Endstufe |
gang, ker Temp.- |
Sohutz
Kanal I T
Lautspr-]
Hen- schutz =
ten —~ fzg[’; Stromver] g
pannungs Spannungs ’
SRV teiler ., Laztspn }—schutz sorgung i
schutz
I
Temp.-
- Kanal T Sehutz
Eingang] Lingangsstute  Vorverstirker Treiberstufe Endstufe
¢ Ausgang
{ ) 8
9 |
Eingang!
" SOAR =7
|Boofstrap
| |
6
Masse
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Grenzwerte

Betriebsspannung
Ausgangsspitzenstrom
~A2000V

- A2005V
Gesamtverlustleistung
innerer Wérmewiderstand
Sperrschichttemperatur
Betriebstemperaturbereich

Kennwerte (bei Usc = 14,4 V; f = 1kHz; 8, = 25°C)

Ruhestromaufnahme
—-A2000V
~A2005V

Ausgangsleistung
Uce= 9V; RL = 2Q;
k, = 10 %

—-A2000V

~A2005V

Klirrfaktor

Uce = 9Vi Ry =2Q;
Py = 0,05 W und 6 W
Pp = 0,06 W und 2W
Ucc=9V: R = 4Q;
Py = 0,05W und 4,1 W

Betriebsbedingungen

Betriebsspannung
max. Eingangsspannung

Ubersprechen
Uo= 4V; Ry = 4Q;
Rg = 10 k@

Obere Grenzfrequenz
Ay = 40dB; R = 4Q
Eingangsrauschspannung
BW = 20 Hz ... 20 kHz;
R = 10 kQ
Brummspannungsunter-
driickung

U, = 05V; f=100Hz;
Up= 40dB; Rg = 10 kHz

min typ max.
Uce 28 \
‘o
25 A
a5 A
Peot 30 W
o
i 50
9, -25 +70 °C
lcer
40 mA
115  mA
Fo
2,8 w
9.0 w
kn
1 Y
1 %
1 %
Uece 4,0 18 V
Y 250 mVeff
ay 55 dB
fo 70 kHz
Uin 3 nv
SRV 50 dB
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A2030H - A2030V : |
16 W-NF-Verstdrker mit Gegentakt-B-Endstufe fiir
Rundfunk-, Fernseh- und Phonogeréte mit Schutz-
schaltungen gegen Uberstrom und thermische Uber-
lastung.

Bauform 18 (A 2030 H), 19 (A 2030 V)

AnschluBbelegung
1 nichtinvertierter Eingang
2 invertierter Eingang

3 Ucc.
4 Ausgang
5 UCC+

Blockschaltung

 mm—
SOAR +

— AC Kurzschluf
schutz

7 | > D Temperatur- I

Uberwachung

T —
L SO0AR+

AC Hurzschlufd
schutz.,
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Grenzwerte, giltig fiir den Betriebstemperaturbereich

Betriebsspannung
Ausgangsspitzenstrom
Gesamtveriustleistung
[nnerer Warmewiderstand
Betriebstemperaturbereich

") gilt nur, wenn %, = 150 °C-P,,, -

Statische Kennwerte

Stromaufnahme

Uce = £ 18V
Ausgangsoffsetspannung
Uce = 18V
Ausgangsleistung

Uce = £ 14V, R = 4Q

f = 1kHz, k = 10%

Urec =118V, R =8Q
f=1kHz, k = 10%
Klirrfaktor

Uce = £ 14V, Py = 01 W
f=1kHz, R = 4Q

Ucde = + 14V, P, = 12W
F=1kHz, R = 4Q

Uce = + 18V, P, = 8W
f=1kHz, R, =8Q
Eingangsbiasstrom

Ucg == 18V
Eingangsoffsetspannung
Uce = 18V
Eingangsoffsetstrom

Uce = 18V

Offene Spannungsverstirkung
Uce = L 14V

Uo =+t 10V,R —» o
Brummspannungsunterdriickung

min.
Uce +6
lom
P!o(
Rthio
a -25

min
lec
Yo
Po
16
10
k
s
Yol
ol
AU L
SVR o

Ucc = 28V, Rg = 4Q, Rg = 22kQ

fg, = 100 Hz, U, = 0,5 V g

4701

R‘Ma nicht Gberschritten wird

typ.
40

55

max.
+18

3.5 A

20

K/w
°C

60

22

mA

mV

%

%o
%
uA
mV
nA

dB

dB

n



A 3501 D

Video-Kombination fiir Farbfernsehempfénger mit
Einblendméglichkeiten fiir lineare RGB-Signale und
2 elektronischen Potentiometern fiir WeiBabgleich im
Griin- und Blaukanal sowie der Méglichkeit zur Spit-

zenstrahlstrombegrenzung

Bauform 13

AnschluBbelegung

WA -

~No v

10
1
12

nominelle Signalamplituden fiir 75 %, Farbe:

Ausgang Griin
Gegenkopplungseingang Griin
AnschluB des Speicherkonden-
sators fOr die Klemmregelung
im Ausgangskreis Blau
Ausgang Blau
Gegenkopplungseingang Blau
Betriebsspannung

AnschluB des Speicherkonden-
sators fiir die Klemmregelung

in der Helligkeitseinstellstufe
Blau

AnschiuB des Speicherkonden-
sators fiir die Klemmregelung
in der Helligkeitseinstellstufe
Griin

AnschluB des Speicherkonden-
sators fir die Kiemmregelung
i'? der Helligkeitseinstellstufe
ot

Tasteingang
Signalumschalteingang
Einblendeingang Blau

Einblendeingang Griin
Einblendeingang Rot
Y-Signaleingang
Sattigungseinstelleingang
Farbdifferenzeingang Rot
Farbdifferenzeingaong Blau
Kontrasteinstelleingang
Helligkeitseinstelleingang
Verstarkungseinstelleingang
Blau i
Verstdrkungseinstelleingang
Griin
Strahlstrombegrenzungseingang
Masse

AnschluB des Speicherkonden-
sators fiir die Klemmregelung
im Ausgangskreis Rot

Ausgang Rot
Gegenkopplungseingang Rot
AnschluB des Speicherkonden-
sators fiir die Klemmregelung
im Ausgangskreis Griin

Ugy =105V
Uy =133V
Uy =1 V

UorGe =1 V
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Blockschaltung
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Grenzwerte . min. max.

Betriebsspannung Ucce 10,8 132 V
Ausgangsspannung Uq,4,26 Uccl2 Uecct+1 ¥V
Gegenkopplungs-

eingangsspannung Uz, 5,27 0 Uce v
Intern vorgegebene U3,25,28,7,8,9 N
Regelspannungen

Tasteingangsspannung Uio Y] Uce A
Signalumschalteingangs-

spannung Uy -0,5 3 v
Externes Einblendsignal U12,13,14 b}
Farbséttigungseingangs- ' .
spannung Uis 0 Uee l2 v
Eingangsspannung der

Kontrastregelung Uyg 0 Uec 2 v
Eingangsspannung der

Helligkeitsregelung . : Ugg 0 Ucc 2 v
Y-Eingangssignal Us P]

Farbdifferenz- .

eingangssignal U17,18 b

Eingangsspannung fir dynamische : .
Weiiregelung Us1,20 ¢ Uce v
Eingangsspannung der SSB Ugz 0 Vee v
Eingangsstrom der Haelligkeits-

regelung [P 5 mA
Gesamtverlustieistung . Por 1,7 W
Betriebstemperaturbereich Vq 1} 70 °C

Statische KenngrdBen (bei 94 =25°C; Ugc =12V)

Gesamtstromaufnahme ' icc 122 mA
Farbdifferenzeingangsstrom

Ujo < 65V, Uz =42V 117,18 2 A
Einblendeingangsstrom

Ugg1312 =35V . l14,13,12 © 5 wA

Ujg =1V, Uy =1V
Tasteingangsstrom

Ujg=0V ||° -—100 17,
Farbsattigungs-

eingangsstrom

Ugg =4V lis 20 A
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Eingangsstrom der

Kontrastregelung

U19=4V, U2°=3V |19 . 2,5 pA
Eingangsstrom der

Helligkeitsregelung

Upg =4V, Ugg =1V Iao —10 nA
Ausgangsspitzenstrom
Ug7,25 =9V, Ugg g 4 = 82V l26,1,4 —4 mA

Gegenkopplungseingangs-

spannung wdhrend der

Klemmung

Uyp =275V U725 5,87 6,03 V

Dynamische Kennwerte (giiltig fir 9, = 25°C, Ugc = 12V, Ujg = 3V,
Uy = 3,4V, Uy = 2V, wenn nicht anders angegeben)

min. max.
Nominelle Verstarkung zwischen AUut7-27 -2 0,5 dB
FD-Eingéngen und den AJi1g— 5
Gegenkopplungseingéngen .
Nominelle Verstdrkung zwischen den AU“_27 1 1 dB
externen R, G, B-Eingéngen und den Ayq3_ 2
Gegenkopplungseingdngen Ay12- 5
Up=1V,
Nominelle Verstérkung zwischen Ay15-27 8 1 dB
Y-Eingang und den AU15— 2
Gegenkopplungseingéngen AU1s— 5
Regelumfang der
Sattigungseinstellung
bezogen auf die nominelle
Verstarkung .
Uiy = 4V AAUIT—27max 3.5 dB
’ AAY18— 5max

U =21V AAu17_27 -20 dB

AAY1e- 5
Ui =18V AAU17-2Tmin — 40 dB

AAU 18-5min
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Regelumfang der Kontrasteinstellung
bezogen auf die nominelle

Verstarkung
Uy =1V,
Uy =4V

“Uyg = Kiemmimpuls, Uy

Uy =2V

Regelumfang der dynamischen
WeiBregler bezogen auf den

Rotkanal

Un =1V,
Uz1,02 = 12V,
Uy =1V
Uz, 22 =0V

Nomineller Schwarzwert?)

Uy =2V

min,

2.5
AA U14—27max

AAY13- 2max
AAY12~ Smax
AA Y14—27min
DAY13- 2min
AA 12— Smin

Griinkanal
Blaukanal J
Griinkanal
Biaukanal }
SWy

SW, -5
SW;

+ 40

G-Y Matrix UG_v—0,51 + Ugy ~0.19 UB-Y

Fehler der G-Y Matrix

Einstellbereich der Helligkeits-
regler in Richtung WeiB

Uy =3V
in Richtung Schwarz
Uy =1V

weitere Signalbegrenzung

in Richtung Wei3

in Richtung Schwarz

IEML
SW o7.w 45

SB o7.w 120

1) keine externe Gleichspannung anlegen

max.

dB

~16 dB

%

— 40 %

+5 %

5%
%

~45 %

%

20 %
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A3510D

Monolithisch integrierter PAL-Decoder mit geregel-
tem Farbartsignalverstdrker, Referenz- und Regel-
spannungsteil sowie Demodulatorstufen und Identi-
fikationshilfsschaltungen fir den Einsatz in Farb-

fernsehempféangern

Bauform 11

AnschluBbelegung

1 Farbartsignaleingang

2 Abblockung Farbartsignal-
verstérker 14

3,4 Siebung Gegenkopplungs- 15
signal 16

5 Traiberausgang fiir Ver-
z8gerungsleitung 17

6 Vorspannung fir verzogerten
Kanal

7 Eingang verzGgerter Kanol

8 Zeitkonstante fir Anstiegs- 19
bzw. Abfallzeit der Farbdif- 20
f i I-Gleichsp 21
nungspegel 22

9 Betriebsspannung Ucc

10 Ausgang — (B-Y)-Signal 23

11 Ausgang — {R-Y)-Signal 24

12, 13 Siebgiied fiir Nachstimm-

spannung
Verstéirkerausgang Anschluf3
Rickkopplung Quarz
Zeitkonstante fir Identifikations-
signal und Farbe ,Aus*
Zeitkonstante fiir Regel-
spannungsgewinnung
Lodekondensator fiir Referenz-
spannung

Zeitkonstante fiir Farbe ,Ein"
Eingang Sandcastie-Impuls
Ausgang Farbschaltspannung
Siebung Regelspannung fir
Farbartsignalverstarker
Farbartsignal, Oszillatorabgleich
Masse

Grenzwerte, giltig fir den Betriebstemperaturbereich

Betriebsspannung -~
Spannung am AnschluB 19
Strdme am AnschluB 5

21

10

1
Betriebstemperaturbereich

Ucc
Uy
—g
iz
—he
~h
L)

min, max,
10,8 132V
Uec Vv
10 mA
10 mA
1 mA
1 mA
[ 70 °C
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Blockschaltung
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Elektrisché Kennwerte (9, =25°C -~ 5K)

Farbdifferenzsignal -
Ausgangsspannungen

- (R=Y) —~ Signal

Uiss +, = 100 mV
PAL-Signal, + v-Sprung
in Zeilenmitte

- (B-Y) — Signal

UISS + w =72 mV,
PAL-Signal, & u-Sprung
in Zeilenmitte
Verhdltnis der
Farbdifferenzsignale
Signalabschwéchung der
Farbdifferenzsignale’)
UI” + v = 200 mV,
PAL-Signal, + v-Sprung
in Zeilenmitte

Ups £ u = 148 mV,
PAL-Signal, 4 u-Sprung
in Zeilenmitte

Stromaufnahme

u;= 0, Up=1V
Farbscholtspannungen
Farbe ,Aus”

u=0, Up=1V,

Ujg = Uy, |y = 10 mA
Farbe ,Ein®

u; =0, Up=1V

Ui g =4V, ln =10 pA
Gleichspannung an den

Farbdifterenzousgéngen und
Leitungstreiber Farbe ,Ein”

u=0 Up=1V, Uy=4V

Farbe ,Aus”
u =0, Up =1V, Ujg=Uy

Y11SS

v10SS

Y11SsS
Y“10SS

Ung
Un
Us
U
Uiy
Us

min,

0,74

0,94

on

&

40

12

7.5
7,5
8,0
3,0
3,0
3,0

U gs{mit Burstphasenumschaltung)

N d=20lg;

ss (ohne Burstphasenumschaltung)

max.

1,48 V

1,88 V

0,87

dB

dB

75 mA

500 mV

8,5V
85V
9,0V
45V
45V
45V




A3520D " |

Monolithisch integrierter SECAM-Decc der fiir Farb-
fernsehgerdéte.

Einsatz sowohl in SECAM-Geréten als auch in PAL-
SECAM-Gerdten in Verbindung mit dem A 3510 D bei
minimaler AuBenbeschaltung méglich.

Bauform 13
AnschluBbelegung
1 Farbartsignatlentkopplung 15 U fir (R-Y)-Demodulator
2 Identifikationskreis (Eingang) 16 Ausgang (R-Y)
3 Mussc' A . 17 Deemphasiskondensator (R-Y)
4 ldentifikationskreis (Ausgang) 18 Schwarzwertspeicher-
5 Ucc Hir Schaltung kondensator (R=-Y)
{auBer Demodulatoren) 19 Oszillator-Kondensotor (R-Y)
6 Identifikations-R-C-Glied 20 AnschiuB fir 1 us-RC-Glied
7 Farbeinschalt-R-C-Glied 21 Synchronsignal-Eingang
8 Ausgang des unverzdgerten 22 (Sandcastle)-impulseingang
Farbschaltsignals 23 Eingang des verzdgerten
9 Ostzillator-Kondensator {B-Y) Farbartsignals (von VZL)
10 Siebkondensator der 24 Masse
Demodulatoren 25 Forbartsignal-Ausgang
11 Schwarzwertspeicher- (zur VZL)
kondensator (B—Y) : 26 Regelspannungssiebung
12D phasiskond tor (B-Y) 27 Farbartsignal-Eingang
13 Ausgang (B-Y) 28 Slebkondensator des
14 Ugc ftir (B-Y)-Demodulator Glockenkreises

Grenzwerte giiltlg fir den Betrlebstemlperuturbereldl

min. max.

Betriebsspannung U= Us = U, = Uys 10,8 ) 132V
Strome am AnschluB 8 ls 5 mA

13 —lys 5 mA

16 —lie 5 mA

25 —las 12 mA
Gesamtverlustieistung Peot 1.7 W
Betriebstemperaturbereich 8, 0 70 °C




Blockschaltung
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Elektrische Kennwerte
Farbdifferenzsignal-Ausgongs-
spannungen (R-Y)-Signal
ug7/288S = 100 mV, Ug =2V
(B~Y)-Signal

u27/2855 = 100 mV, Ug =2V

Verhdltnis der Farbdifferenz-
signale

u27/28SS = 100 mV, Ug = 2V

Signaldémpfung
u27/288S = 200 mV, Us = 7,7V

Stromaufnahme

up7/28 =0, Upp=1V
Sdttigungsspannung

der Farbschaltstufe, Farbe ,aus”

uz7/28 = 0, Ug = 7.7V
Upy =1V, Ig =5mA
Ausgangsstrom der

Farbschaltstufe (Blauzeile)
Farbe ,ein"

Ug=Ucc, Yg =2V
Gleichspannungen an den
FD-Ausgéngen

v7/28 =0, Upp =1V
Gleichspannung am
Farbart-Ausgang

Us =7V, ugyjeg =0

(Farbe .Aus”)

Ug=6V, us7f28 = 0

(Farbe ,Ein®) .
Farbart-Ausgongsspannung
ug7/288s = 100 mV, Ug=2V
up7/28ss = 200 mV, Us = 2V
Farbart-Dampfung
Ubersprech-Démpfung

der FD-Signale

Ug =2V, u27/285§ = 100 mV
Ug =2V, u27/2855 = 100 mV

min.
U16/35S 0.74
v13/35S 0.94

Y16/35S 0,7

Y13/3ss
ais 60

Ui 5.5
U

7.0 -

Uosjosss 1.8

a25/24 56
a16/13 32
a13/16 32

max.

1,48 V

1,88 V

dB
d8

110 mA

500 mV

10 uA

6,5V

55V

34V
dB

d8
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A 4100 D n

Integrierte AM/FM-Kombischaltung vorwiegend fir
den Einsatz in Koffergeraten geeignet. Sie besitzt
fir AM- und FM-Betrieb getrennte Signalwege und
somit getrennte HF-Eingédnge und getrennte NF-
Ausgdnge. Fiir jede Betriebsart ist ein getrennter Be-
triebsspannungsanschluB  vorgesehen, die Feld-
starkeindikatorausgdnge fiir AM und FM arbeiten
auf einem SchaltkreisanschluB. Weiterhin zeichnet
sich der A 4100 D durch ein besonders glinstiges
Signal-Rauschverhdltnis des AM- und FM-Teils und
durch eine geringe AuBenbeschaltung aus.

Bauform 10

Blockschaltung
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Grenzwerte

Betriebsspannung AM-Teil
Betriebsspannung FM-Teil
Kenndaten (bei Ucc =10V
AM-Teil
— Stromaufnahme
U =0;R=5¢0
~ NF-Ausgangsspannung
Uy =20pV;m==2300%
Uy =10mV; m =30%
- Klirrfaktor ’
m = 80 %; U = 10mVv
~ Signal-Rauschgbstand
m = 30%; U = 20V
FM-Teil
- Stromaufnahme
U =0;R=508
- NF-Ausgangsspannung

Up =10 mV; Af = 75 kHz -
= AM-Unterdriickung

m = 30%; U = 10mVv
~ Klirrfaktor
Uy =10mV; Af = 75 kHz

Betriebshedingungen

Betriebsspannung AM- und
FM-Teil

Oszillatorfrequenz

Eingangsfrequenz
AM-ZF-Teil

Eingangsfrequenz
FM-ZF-Teil

Betriebstemperaturbereich

min

Ucc -
Ucc -
8, = 25°C)

lcc -
UNF 30
k, -
SN 2

N

'CC -
UNF 300
9AM 55‘
k, -
Uce 45

fosz 05

fzram 02

ZFrm O
8 -10

typ.

55

n
2,5

8,5

470

63

0.8

max.,
16,5 V
16,5 V
20 . mA
- mV
130 mV
4,5 %
- dB
14 mA
- mA
- dB
2 Y%
135 Vv
30 ‘MHz
0,7 MHz
15 MHz
+70  °C




A 4510 D | m

Stereodekoder in [2L-Analog-Bipolartechnik. Er de-
kodiert die sendeseitige Stereoinformation (MPX-
Signal) in die beiden Lautsprechersignale L und R.
Ein kontinuierliches Uberblenden von Stereo auf
Mono ist méglich. Der Stereodekoder ist fiir Zeit-
multiplex-(Schalter) oder Frequenzmultiplexbetrieb
(Matrix) ausgelegt. Die Schaltfrequenzen werden
mittels PLL aufbereitet. Stereosender werden durch
eine Lampe angezeigt.

Bauform 7

Blockschaltung

) B 77 A I 7 7 AT ]
| Demoaula l5k
frix|
| Spannungs- 100k ‘
1" komperator
Spannungs- Mono/Stereo
versorgung Uberblen- 15k
dung 4 [F
—
|
l 220k
Ph2 I
8 a ]

9



Grenawerte

Betriebsspannurig
Lempensponnung
Lampenstrom
Hilfsspannung
Gesamtverlustleistung

Kennwerte (bei Ucc =8V: &,

Stromaufnahme
ohne Lampenstrom

Stromaufnahme bei
Zwangsmono

Ubersprechdémpfung
Ug =1V; uiMPpr = 700 mV

Klirrfaktor
f=1kHz; ulMPxpp = 700 mVy

Betriebsbedingungen

Betriebsspannung

Betriebsspannung fiir
Stereobetrieb

Eingangsspannung am

MPX-Eingang

Betriebstemperaturbereich

NF-Ausgangsspannung

(Stereo) “lMPpr = 700 mV;
Upg =1V

NF-Ausgangsspannung

Mono) u = 700 mV

( ) uiMPx,,

Monobalance

19 kHz-Unterdriickung
UPpp = 70 mV

Signal-Stérabstand

Ucc
Uss
Uts
U,

Pto!

25°C-5K)

lcc
Icc

°0

‘Ucc

Ucc

u;
|MP)(pp

YML

a9

9SN

30

-10
500
500

250
250

28

60

0.6

18

70
1000
1000

500
500

mA
mA

dB
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B060D -B061D -B062D - B064D - B066D  ®
B060S - B061S -B062S - B064S - B066 S

Kleinleistungs-BIFET-Operationsverstarker mit Sperrschichtfeld-
effekttransistoren in -der Eingangsstufe, mit groBem Eingangs-
widerstand, kleinen Bias- und Offsetstromen, interner Frequenz-
kompensation (auBer B 060D, S) fiir 1-Verstdrkung, geringer
Leistungsaufnahme, Latch-up-frei, groBen Bereichen fir die'Dif-
ferenz- und Gleichtakteingangsspannung, kurzschluBfest (bei
Einhaltung der max. Verlustleistung).

Bauform 3 (B 060 D, B 061 D, B 062 D, B 066 D)

5 (B 064 D)
Bauform 28 (B 060 S, B061 S, B062 S, B 066 S)
29 (B 064 S)
AnschluBbelegungen B0s0 BOst BO0s2 BOs&4 BO6s
Ucc+ 7 78 4 7
Ucc_ 4 4 4 11 4
Frequenzkompensation 8 - - - -
Offsetabgleich 1.5 1,5 - - 1,5
Ausgang (}) 6 6 1 1 6
Ausgang (Il) - - 7 7 -
Ausgang (i) - - - 8 -
Ausgang (IV) - - - 14 -
Nichtinvertierender Eingang (II)| 3 3 3 3 3
- - 5 5 -
[{L])] - - - 10 -
{1v) - - - 12 -
Invertierender Eingang (1) 2 2 2 2 2
. - - 6 6 -
(mn . - - - 9 -
(iv) - - - 13 -
nicht belegt - 8 - - -
Leistungssteuerung - - - - 8
Aus einem Spektrum werden selektiert:
Grundtyp D~ fiir geringe Anforderungen
m-Typ Dm - fiir hdhere Anforderungen
p-Typ Dp - fiir héchste Anforderungen
t-Typ Dt ~ fir den erweiterten Temperaturbereich

Der Typ B 066 kann mit einem externen Widerstand vom AnschluB Lei-
stungssteuern zur negativen Betriebsspannung in seiner Leistungsaufnahme
beginfluBt werden.

Der Typ B 060 ist extern frequenzkompensierbar.
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Schaltungen zur Frequenz- (B 060) und Eingangsoffset-Kompensation

R =20MR Firlpp=2 75V
R= 5MR {lil'[/pc= 3V

e
B 060 ' B 061, B 066
Grenzwerte, gilltig fir den Betriebstemperaturbereich
min. max.
Betriebssponnung Ucec-- -18 18V
Ucc+

_Differenzeingangsspannung?) Up . =30 30V

Gleichtakteingangsspannung') Uig -15 15V

Umgebungstemperatur

fur D-, Dm-, Dp-Typ Bq —10 470 °C
| fur Dt-Typ By —25 -+85 °C
 Sperrschichttemperatur ¥ +115°C
~ Statische Kennwerte?) (Bg =25°C - 5K, Ugc = £ 15V)
| Eingangsoffsetspannung Uio
 Rg = 10 kOhm
~ D-Typ 15 mV
~ Dm-Typ ® 6 mV

Dp-Typ 3 mV
| Dt-Typ 6 mV
| Ausgangsspannungshub
RL = 10 kOhm (Spitze-Spitze) Upss 20 v
| Gleichtaktunterdriickung CMR
 Ujg = £10V, Rg = 10 kOhm
- D-Typ 70 dB
" Dm-, Dp-, Dt-Typ 80 dB

| %) Die Eingangsspannung darf nur kleiner bzw. gleich der Betriebsspan-
‘ nung, hochstens aber 15 V sein.

?) Die Parameter gelten fiir den B 066 D, wenn der Lenstungssteuereln-
| gang (Pin 8) mit —Ucc verbunden ist.
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Be(nebsspunnungsunlerdrud(ung
(AUcc = 20V) Ucgy = 8V, Ucca =
Rg == 10 kOhm

D-Typ

Dm-, Dp-, Dt-Typ

Stromaufnahme pro Kanal
Eingangsoffsetstrom
D-Typ

Dm-, Dp-, Dt-Typ
Eingangsbiasstrom
D-Typ

Dm-, Dp-, Dt-Typ
Eingangsoffsetstrom
9, = =10 bis +70°C

84 = =10 bis +70°C

9, = =25 bis -}85°C
Eingangsbiasstrom

9, = —10 bis +70°C

B4 = —10 bis +70°C

8, = —25 bis +85°C
Ausgangsspannungsbereich
$a = =10 bis +70°C, RL =
D-, Dm-, Dp-Typ

9y = -25 bis +85°C, R =
Offene Spannungsverstirkung
Up = 10V, R == 10 kOhm

IS

D-Typ
Dm-, Dp-Typ
Dt-Typ

Dp-Typ
Dm-, Dp-Typ
Dt-Typ

10 kOhm

10 kOhm Dt-Typ

8, = —10 bis +-70°C D-Typ

8, = ~10 bis 4-70°C Dm-, Dp-Typ

&, = —25 bis +85°C Dt-Typ

Eingangsoffsetspannung

Rg = 10 kOhm

$, = —10 bis +70 °C D-Typ
Dm-Typ
Dp-Typ

9, = =25 bis +85°C Dt-Typ

a
Eingangsbereich

SVR
18V,

lcc
o

Aot

Uio

Y

min. max.
70 dB
80 dB
250 pA
200 pA
100 pA
400 pA
200 pA
5 nA
3 nA
10 nA
10 nA
7 nA
20 nA
20 v
20 v
3.108
4.10°
4103
20 mV
7.5 mV
5 mV
9 mV
+12,5 \

Zur Gewohrlelstung der Funktion muB die Eingangsspannung 2,5V Uber

bzw. unter +Ucc liegen.

Dynaomische Kennwerte (Ucct 15V, RL = 10kQ, C = 100 pF)

Slew-rate U, = 10V
Anstiegszeit U; = 20 mV
Bandbreite

SR
'f
fy

3,5 Vius
0.2 us
1 MH:z
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B0OSOD -B081D - B082D n
B083D - B084D

BIFET-Operationsverstérker mit SFET-Eingangsstufe,
kleinen Bias- und Offset-Strémen, sehr groBem Ein-
gangswiderstand, interner Frequenzkompensation
(cuBer B 080 D) fir 1-Verstérkung, geringer Lei-
stungsaufnahme, Latch-up-frei, groBen Differenz-
und Gleichtakteingangsspannungen, kurzschluBfest
(bei Einhaltung der maximalen Verlustleistung).

Bauform 3 (B 080 D, B 081 D, B 082 D)
5 (B 083 D, B 084 D)

AnschiuBbelegungen B 080 B 081 B 082 B 083 B 084
Offsetabgleichanschlisse 1.5 1.5 - 3,14 -
8,5
Frequenzkompensation 8 - - - -
negative Betriebsspannung .4 4 4 1
positive Betriebsspannung 7 7 8 13/97) 4
invertierender Eingang
1.0PV 2 2 2 1 2
2.0PV - - 6 7 6
3.0PV - - - - 9
4.0PV - - - - 13
nichtinvertierender Eingang
PV 3 3 3 2 3
2.0PV - - 5 6 5
3.0PV - - - - 10
4.0PV - - - - 12
Ausgan
9 g1.OPV 6 6 1 12 1
2.0PV - - ‘7 10 7
3.0PV - - - - 8
4.0PV - - - - 14
nicht belegt - 8 - 1 -
1) wahlbar (sind intern verbunden)
Aus einem Spektrum werden selektiert:
Grundtyp D— fiir geringe Anforderungen
m-Typ Dm ~ fiir héhere Anforderungen
p-Typ Dp =~ fiir héchste Anforderungen .
t-Typ Dt — fiir den erweiterten Temperaturbereich

Der Typ B 080 D ist extern frequenzkompensierbar.
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Schaltungen zur Frequenz- (B 080) und Eingangsoffetskompensation

Uoe *
M2
M2 G,
100kS2
15501
Uee™
B 080 D B 081 D, B083D

Grenzwerte giiltig fir den Betriebstegperaturbereich

pos. Betriebsspannung UCC+‘
neg. Betriebsspannung Ucc—
Differenzeingangsspannung Upp
Gleichtakteingangsspannung Uem
Dauer des AusgangskurzschluBstromes

Pt = 680W (N
Verlustleistung

Ba = 25°C Prot
Umgebungstemperatur D-, Dm-, Dp-Typ &,
Umgebungstemperatur Dt-Typ By
Sperrschichttemperatur Y
Lagerungstemperatur 9““

1) Die Eingangsspannung darf nur kleiner bzw.
nung, héchstens aber 15 V sein.

Statische Kennwerte

Eingangsoffsetspannung Yo

Rg = 50 Ohm

D-Typ

Dm-Typ

Dp-Typ

Dt-Typ .
Ausgangsspannungshub
(Spitze-Spitze)

R, = 10 kOhm Yoss

min. max.
18V
-18 \Y
-30 +30V
~15 +15 V)
oo §
680 mW
-10 +70 °C
-25 +-85°C
+150 °C
=55 +150 °C

gleich der Betriebsspan-

min typ. max.
5 15 mV
3 6 mV
2 3 mVv
3 6 mV
24 27 \"
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Gleichtakt- CMR

unterdriickung

Upg= £ 10V, Rg = 10 kOhm

D-Typ

Dm- Dp- Dt-Typ

Betriebsspannungs- SVR

unterdriickung

(Vcey = 18V, U= £ 18V),

Rg== 10 kOhm

D-Typ

Dm- Dp- Dt-Typ

Stromaufnahme Iso

pro Verstérker

Eingangsoffsetstrom ho
o = 25°C

D-Typ

Dm- Dp- Dt-Typ

Eingangsbiasstrom hs
o = 25°C

D-Typ

Dm- Dp- Dt-Typ

Eingangsoffsetstrom ho
4, =10 bis 470 °C D-Typ

B4 =10 bis 470 °C Dm-, Dp-Typ

By == ~25 bis 485°C Dt-Typ

Eingangsbiasstrom B
85 =10 bis 470 °C D-Typ

8, =10 bis 470 °C Dm-, Dp-Typ

#4 = —25 bis -85 °C Dt-Typ

Offene Spannungs- - Auoff

verstérkung

Up= + 10V, R = 2kOhm

85 —10 bis -+70 °C D-Typ

f#q ~10 bis +70 °C Dm-, Dp-Typ

8q = =25 bis -85 °C Dt-Typ

Eingangsspannungsbereich Uy

70
80

70
80

15
25
25

+1

typ

92
95

95
100

12
12

60
60

+11.5

max

dB
dB

dB
dB

2,8 mA

200 pA
100 pA

400 pA
200 pA

10 nA

20 nA

10°
10?
10°

v

Zur Gewdhrleistung der Funktion muB die Eingangsspannung 4V iiber

bzw. unter +Ucc liegen.

Dynamische Kennwerte (Ucc = 1+ 15V, Rgc= 2kQ, Cp = 100 pf)

Slew-rate U; = 10V SR
Anstiegszeit U; = 20 mV . t,
Bandbreite . fq

13 V/us
0,1 ps
2,5 MHz -
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B 165 H/V
Leistungsoperationsverstérker

Bauform 18 B165 H
19B165V -

AnschluBbelegung

1 nichtinvertierender Eingang
2 invertierender Eingang

3 Betriebsspannung Ucc —
4 Ausgang

5 Betriebsspannung UCC+

Blockschaltung

—5

AC-KurzschluBschutz

— und Verlustleistungs-
begrenzung

7 ot 4 [ (| Temperatur- I 4

Uberwachung
| -

AC-Kurzschlufisshutz
L und Verlustieistungs-
begrenzung




Grenzwerte, giiltig fir den Betriebstemperaturbereich

min,
Betriebsspannung Ugs 0
Ausgangsspitzenstrom c
Gesamtverlustleistung Peot
Innerer Wérmewiderstand Rehjc
Sperrschichttemperatur -9]-
Ausgangsgleichstrom lout
Betriebsbedingungen
Betriebsspannung Uce 6
Umgebungstemperatur 9y ~25

Statische Kennwerte bei 9, = 25°C - 5K

Stromaufnahme / Icc
Uce =+ 18V
Ausgangsoffsetspannung |U°°|
UCC =+ 18V

Eingangsbiasstrom ~ig
UCC =418V
Eingangsoffsetspannung lU|o [
Ucc =118V .
Eingangsoffsetstrom | o |

Uee =L 18V

Offene Spannungsverstdrkung A 4 76
Uce =+ 4V

Uget = 20V, R > o»

Brummspannungs- SVR 40
unterdriickung

Ucc = 28V, R = 4Q, Rg = 22kQ

tg, = 100 Hz, Ug, = 0,5 V ¢

A, = 30 dB

Gleichtaktunterdriickung CMR 56
R¢ = 10kQ, A, = 30dB

typ.

40

0,2

20

90

S0

70

36V
3,5 A
20 W
3 KW
150 °C
25 A

+1i8 Vv
-+70 °C

60 mA

22 mV

20 mV
200 nA

dB

dB

dB




B176 D - B177D

Om

Programmierbare Kleinleistungs-Operationsverstdr-
ker mit hoher Verstarkung, kleinen OffsetgréBen,
groBem Eingangswiderstand und groBer Ausgangs-
empfindlichkeit. B 176 D ist intern frequenzkompen-

siert.

Bauform 3 (B 176), 5 (B 177 D)

AnschluSbelegungen

B 176 D

1 Offsetkompensation

2 invertierender Eingang,

3 nichtinvertierender Eingang

4 negative Betriebsspannung Ucc ..
5 QOffsetkompensation

6 Ausgang

7 positive Betriebsspannung UCC-{—-
8 Steuerstrom —l g

Grenzwerte

positive Betriebsspannung
negative Betriebsspannung
Gleichtokteingangsspannung
Differenzeingangsspannung
_Steuerstrom ‘

Dauer des AusgangskurzschluBstromes
bel ¥, max muB lgge < 30 pA sein

Betriebstemperatur

B 177D

1 nicht belegt

2 externe Frequenzkompensation

3 Offsetkompensation

4 invertierender Eingang

5 nichtinvertierender Eingang

6 negative Betriebsspannung Ucc_
7.8 nicht belegt

9 Offsetkompensation

10 Ausgang

11 positive Betriebsspannung Ucc4+
12 Steuerstrom —lgqy

13 externe Frequenzkompensation
14 nicht belegt

min max.
Ucc+ 18V
Ucc. =18 v
Uic -15 + 15V
U|D -30 + 30V
Lot 200 pA
K unbegrenzt
Vg —25...85°C
e
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Blockschaltung

_[M
¥
4
1
Strom- . Arbeitspunkt 7‘% +
spiegel einstellung 77 %6
i‘ 1
£ fr?cmetr.
E ot Differenz-
7 ¢
g verstirker potential] | Endstufe| | g%
verschie-1 g’t’t o A
I'| prasen- bung rombe-| |10
‘g,ll umkehr grenzing
0K
7" it
3 *
Offset- N
kompen-
sation
4*
p: Uge~
B17%60* B1770 2 B
FK FK
Informationswerte (8a = 25°C —5K; Ucc = £ 3V)
Eingangsoffsetspannung Uio 6 mV
Eingangsoffsetstrom
—set = 1.5 pA o 6 nA
—set = 15 KA 25 nA
Eingangsstrom
—lggt = 1,5 HA I 10 nA
— g = 15 1A 50 nA
Stromaufnahme je Verstarker
—lyer = 1.5 pA; Ry = oo Icc 20 pA
—lger = 15 BA, R = oo 120 pA
Gleichtaktunterdriickung
AU =1V CMR 70 dB
Betriebsspannungsunterdriickung
AUy =1V . SVR 200 pV/V
Spannungsverstirkung
—ler = 1,5 uh; R, =75 kQ +1% Ay 88 dB
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B222D Nicht fiir Neuentwicklungen . |
Integrierter Doppelgegentaktmischer '

Bauform 5

AnschluBBbelegung

1,5 Masse 7,9 Eingang 1

2,11 Betriebsspannung 12, 13 Ausgénge
(+Uco) 8, 10 i. V. (Anschlisse

3,4 nicht belegt - diirfen nicht

6, 14 Eingang 2 belegt werden)

Innere Schaltung

Rs 2 13
11— 7

20
)

6o {5 T
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Grenzwerte giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich

Betriebsspannung Uece max 18 V
min 6V
Spannung Ug/1: Ura/1 max 5V
U7/1, Ugil, mox 8V
U6/1 4 mox 5V
U7/9 mox 5V
Verlustleistung 9, =25°C Pyot max 360 mW
Betriebstemperaturbereich o —25... 4+ 85C°
Kennwerte (9, = 25°C — 5K)
Gesomtstromaufnahme lcc max 12,7 mA
Ucc = 18V, AnschluB 5 an Masse,
Eingéinge offen)
Dynamische Kennwerte (9,=25°C = 5K und Ucc = 15V)
Trégerunterdriicung a (Trager) 45,8 dB
Ui (Trager) = 200 mV, f; (Tréger) = 200 kHz
Uj (Signal) = 20mV.f; (Signal) = 50 kHz
Offsetkompensation
Mischverstarkung VM 31,4 dB
Ui (Trager) = 200 mV, fi (Trager) = 200 kHz
Ui (signal) = 20mV. fi (Signal) = 30KkHz
Offsetkompensation (mittels R 8)
MeBschaltung
1Tt Uy
C y (6%
Ul 215)
- “0 21 2R R, 2 700k
Gr o 8222 75 s20F
._L" 747 g l
22k [jz,z
k
C=330nF 47k IL‘

o
Yy=2V fy,.:
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B260D

Integrierter Ansteuerschaltkreis fiir geregelte
Sperrwandler — und DurchfluBwandler ~ Schalt-

netzteile

Bauform 6
J

AnschluBbelegung

1 Betriebsspannung Ucc
2 Stabbilisierte Spannung

3 Steuerspannung
des Regelverstarkers

4 Verstdrkungsumstellung

5 Uberstromschutz

6 Vimax-Einstellung

7 R des Sdgezahngenerators
8 C des Sagezahngenerators

Blockschaltung:

9 Synchronisation des
Sagezahngenerators

10 Ein/Aus (Fernbedienung)

11 Strombegrenzung

12 Maosse

13 Uberspannungsschutz
14 Ausgang (Emitter)

15 Ausgang (Kollektor)
16 Vorwdrtsregelung

78 9 18 2 7

oo LIl

Interne Sigezdhn-
Referenz- generator
spannun

F—f—%—— -
Interne
Spannungs-

[RES :
—_

|
l 1— Versorqun i

Regelverstirker |* Pulsdauer| ] Logik~ | | gausn_s_{ r i
| i |08V ~Modulator| | Schattung stu%e —>—'—o %
| 67
| A; A%l

42 738
l 3 | 048V | 106V
e S — ——
— — e —_
6 5 n u 3
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Grenzwaerte, gliitlg fir den Betrlebstemperaturbersich

min. max.
Betrlebsspannung Uece -0,5 189 V
Ausgangsspannungen U 0 5 V
Uss 0 Uee Vv

Stromaufnahme (bel Stromspeisung) lee 30 mA
Ausgangsstrom fo 40 mA
max. Belastbarkeit der stabilisierten
Spannung -1, 5 mA
Strombelastbarkeit des
Regelverstérkerausganges

U, =1V Iy 0.5 mA

U, =6V =l 1,5 mA
Gesamtverlustleistung

By = =25..,460°C Peot 900 mW

B, == +485°C Peot 570 mW
Betriebstemperaturbereich ¥y 2% 185 °C
Kennwerte (%, = 25°C + 5 K, Ucc =12 V)
S!romoufnul;m:J U U U 0
1, = 300 pA, Uy = Us = Us = Uy, = 0,
Uy = 1V, Rahz = 12,6 kOhm fcc 13 mA
Stabillsierte Spannung
~lp =5 mA, Uy, = U, 7.8 9.0 V
Interne Referenzspannung
Ryfy = 0, Uiy = 0 Uu/iz 3,42 4,03 V

Séattigungsspannung der Ausgangsstufe

Uy=Us=Ug=Up=3V,

Uy = Uy == Uy = Uy = 0,

Us =1V, hhs =40 mA Uis/iu sat’) 400 mV
Obere Tastverh&ltnisbegrenzung

R7p12 = 10 kOhm, v T-1,5 us

Ucc = 12V max T

1) bei Spannungsspeisung

2) Vor den Funktionsprifungen bzw. der Messung der Sattigungsspannung
ist die Ausgangsstufe mittels Rechteckimpuls der Pegelfolge 1V (5 ms)
~7V (10 ms) -1V (dauernd) am AnschluB 8 durchzusteuern,
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B303D-B304D -B305D - B306D - B306S

Initiatorschaltkreise zur Realisierung von induktiven,
fotoelektrischen und kapazitiven Initiatoren.
Weiterentwicklung des Schaltkreises A 301 D.
— thermische Schutzschaltung fiir 9; = 125 °C,

— automatische AusgangskurzschluBstrombegrenzung bei

130 mA,

— Tri-state-Programmiereingang bei B 303 D, B 304 D, B 305 D

fiir die méglichen Zusténde:

Grundschaltabstandshysterese
10fache bzw. stufenlos einstellbare Schaltabstandshyste-
rese (stufenlos bei B 303 D, B 304 D)
— Ausgéinge intern mit Freilaufdioden fiir induktive Last be-

schaltet (auBer B 303 D)

— LED-Schaltzustandsanzeige bei B 305 D

Bauform 3 (B 306 D)

5(B 303 D, B 304 D, B 305 D)

28 (B 306 S)

AnschluBbelegungen
B303D,B304D,B305D

1 Emitter Einzeltransistor Eyq

2 Kollektor Einzel-
transistor Kty

3 Verstarkereingang E,

4 Verstiirkerausgang A,

5 Verstdrkerausgang A,

6 Ausgang Endstufe Q

7 Einstellbare Schaltabstands-
hysterese H (B 303 D, B 304 D)
Betriebsspannung Ucce

(B 305 D)

B 306D, S

1 Verstdrkereingang Ej
2 Verstdrkerausgang A,
3 Verstarkerausgang A;
4 Ausgang Endstufe Q

8 Programmiereingang E,

9 Masse M _

10 Ausgang Endstufe Q

11 Betriebsspannung
Ucc bei B 303 D, B 304 D
AnschiuB LED bei B 305D

12 AnschluB Integrations-
kondensator C

13 Ausgang Stabilisierungs-
spannung A,

14 Basis Einzeltransistor By

5 Masse M .
6 Ausgang Endstufe Q
7 Betriebsspannung Ucc

8 AnschiuB Integrationskondensator C
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Blockschaltungen
B 303 D, B 304 D, B 305 D (Beim B 303 D, B 304 'D entfallt die Schalt-

zustandsanzeige)
Use
7 f(a,mwfssoaa)
71{B305D) —I
——

Jehaltzu-
stands-
” anzei ZS ZK
LEDTEEnr 1 ]
tabilisiz : Gesteverts
rung HNonstant-
13 tromqueli r
Au o—er——ng
s [ Sehwel » b q
E1 06— Verstarker. wert - 0 -
schalter [
1
n
5 Schalt-
A2
hysterese
Pin 9 Masse Tk
E '
Err
2. 17/8303D Ly
| ¢ HiBaoun £p By,
~ B306D,S Upe
| 7
1
" A%
Gesteuerte
| HKonstant-
| Stromgueilen|
| Schwell- Antivalente|
| wert - Ausgang =
| schalter Lstufen Q
| Schalt- Wirme -
| Schutz~
| hysterese Schaltung
| Pin5 Masse 8
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Grenzwerte, giiltig fir den Betriebstemperaturbereich ‘

min, max.
Betriebsspannung B 303/304/306 Ucce 4,75 0V
B 305 D Ucc 9 30V
H-Ausgangsspannung Uon 0 oV
L-Ausgangsstrom lov 0 70 mA
Spannung am Programmiereingang EP Ugp 0 v

Strombelastung der intern stabili-
sierten Spannung

B 303 D, B 304 D, B 305 D —lau 0 3 mAY)

Kollektor-Emitter-Spannung des
Einzeltransistors Ty

B303D B304D, B3sD Ycer® O WV
Kollektorstrom des Einzeltransistors T,

B 303 D, B 304 D, B 305 D leT [ 70 mA
Basisstrom des Einzeltransistors T,

B 303 D, B 304 D, B 305 D Ig11 0 5 mA
Verlustleistung des Einzeltransistors
T B303D, B 304D, B305D P,y 300 mW

Betriebstemperaturbereich —25 +70 °C

80

Elektrische Kennwerte '
(UCC= 475...30V, fir B 303 D, B 304 D, B 306 D, S bzw.
Ucc=9...30V fir B305D, 3, =25°C-5K)

. min. max,
Stromaufnahme Icc 15 mA
Ucc= 30V
L-Ausgangsspannung an Q bzw, Q Uor: 1,15V
Ucc=30V, 30V an Qg baw. Qg
Konstantstrom im H-Zustand ~lok 0,3 1,5 mA
aus Q bzw. Q
Ucc= 30V, 0V an Qg bw. Qg
L-Ausgangsstrom aus Ep ~ lgp 100 pA
UCC——30V OVan Ep B303D, B304D, B 305D
H-Eingangsstrom in Ep Igp 500 A
Ucc=30V,30VonEPB3O3D,BBO4D,B305D h
Kollektor-Emitter-Sattigungs-
spannung des Einzeltransistors T 1 - UcEsat Tt 400 mV
2 mA an By, 0V am Erq
30V an Kpyp

) bis Ucc 20V -
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B308D -B318D - n

NF-Verstarker mit einem Doppel-Endstufenausgang
zur polaritdtsunabhéngigen Anschaltung des Ver-
starkers an die TeilnehmeranschluBleitung und
einem internen Rufspannungsschutz fiir den Einsatz
in Fernsprech-Mikrofonen mit piezoelektrischen
Wandlern.

Der B308D besitzt auBerdem einen AnschluB zur
externen Einstellung der Verstdrkung.

Bauform 5

AnschluBbelegung

Eingang 1

Abblockung

Verstarkungseinstellung (B 308 D)
Abblockung der Regelschleife (B 318 D)
Ausgang 1

interne Verbindung

Ausgang 2

Eingang 2

alle anderen Anschliisse nicht belegt

N
BONWU sWe

Me8schaltung

124 4

(8308)
St
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Grenzwerte giiltlg fir den Betriebstemperaturbereich

Spelisestrom Icc
Ausgangsstrom Is
(tp S 100 ms bel Impuls-
pausen 2 10s)

Betriebstemperaturberelch R N
Statische Kennwerte (9, = 25°C - 5K)
Spelsespannung Uce

(Ry = 95 Ohm, R; == 1,2 kOhm,
Ry = 410 Ohm, Icc == 35 mA)

l" ische K

min

10

~25

te (R; = 95Ohm, R; = 1,2kOhm, Ry =

lce == 35mA,U; = 10mV ~ B 308 D
lcc =45mA,U = 5mV-B318D
¥, = 25°C -5 K, f =1 kHz)

Spannungsverstdrkung A
(Cy = Cy = 6,4 nF)

'y

Verstdrkungs&nderung DAt
(fi == 1 kHz, fa = 300 Hz,
C, = C; = 7,2 nF)

Verstdrkungsénderung bel

Umpolung (U| = 10 mv, DAy

Cy = Cy = 6,4 nF)

Regelhub (B 318)1) DAL

Psophometrisch bewertete

Ausgangsrauschspannung U,
U =0

A, (lce = 22 mA)

1 = _
) AAg = D lg 3 ioc = 45 mA)

30,3
32,3
34,3
36,3

oo oo

max

100 mA
350 mA

410 Ohm,

33,7dB
35,7dB
37,7dB
39,7 dB

3dB

1,2dB

dB

0,5 mV

m



B331G

Integrierter Horhilfeverstdrker mit Dynamikkompres-

sion fiir Horhilfegerate

Bauform 20

AnschluBbelegung

1 Betriebsspannung

2 ALC-Eingang

3 Masse

4 Ausgang Endverstérker

5 Gegenkopplung Endverstarker
6 Eingang Endverstarker

7 Regelzeitkonstante ALC

Blo:ksdialtung

8 Regeliung Mikrofonverstérker
9 Ausgang Mikrofonverstérker

10 Eingang Mikrofonverstarker

11 Regelumfang ALC

12 Stabilisierungsspannung

13 Ausgang Hérspulenverstdrker

14 Eingang Hérspulenverstarker

4
__________ 1,
Spannungs-
120 stabilisierung
———

=

AC~-DC- nd-.
Wandler Verstirker>—4—o 4

IS
3 B & 7 9
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Grenzwerte

Betriebsspannungen Ucc 1...3V
Spannung am AnschluB 4 u, 6V
Verlustleistung

¥g =70°C Peot 50 mwW
Umgebungstemperatur a -25...70 °C

Statische Werte' (&, = 25°C ~ 5K; Upc=155V; Ry =1Q)
Stromaufnahme

o= ICC § 1 mA
Stromaufnahme der Endstufe

Uy =0 U =15V I, 1.4...23 mA
Spannungsverstirkung des

Harspulenverstarkess
Uiz = 100 mV, f = 1 kHz AUH 18...22 dB

Spannungsverstarkung des
Mikrofon- und Endverstérkers

- Po = 05mW, { = 1kHz AUME 58...68 dB
Ausgangsleistung
Ug Oberwell off = 16,4 mV, f= 1 kHz Po 20,5 mW
Klirrfaktor
Po= 0,5mW, f = 1kHz k =26 %
Regelbereich des Mikrofonverstirkers
Pg =05 mW DAyme 2 36 dB
Eingangsspannung des
Mikrofonverstérkers Unm S 4V




B340D-B341D - B342D

Integrierte Transistorarrays mit vier Si-npn-
Transistoren

Bauform 5

AnschluBbelegung

1 Kollektor T1 8 Kollektor T3
2 Emitter T1 9 Emitter T3
3 Basis Tt 10 Basis T3

4 Masse 11 Masse

5 Basis T2 12 Basis T4

6 Emitter T2 13 Emitter T4

7 Kollektor T2 14 Kollektor T4

Innere Schaltung
7 7 8 %
| Ei [ Tzi !_47{ !‘%;
25 & 1 3 12 3

Grenzwerte giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich

Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 15V
Kollektor-Basis-Spannung Ucgo 20V
Emitter-Basis-Spannung Uggo 5V
Kollektor-Substrat-Spannung Ucio oV
Koltektorstrom Ic 10 mA
Basisstrom g 5 mA
Wérmewiderstand

fur Gesamt Ig Rinja 120 K/W
Betriebstemperaturbereich a -25...85°C
Sperrschichttemperatur 3'~ 125 °C
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Kennwerte bei 3, =25 °C + 5K

Gleichstromverstérkung
Ug =5V, lg=1mA

UCB=5V' IE = 10 pA
Verhdltnis der Gleichstrom-
verstérkung fir alle méglichen
Transistorpaare

Ucg =5V, lg=1mA

Differenz der Basis-Emitter-
Spannungen fiir alle méglichen
Transistorpaare (nur B 340/341)
Ucg = 5V, Ig = 100 pA
Obergangsfrequenz
UCE=5V,|C =1 mA, { =100 MHz
Rauschfaktor fiir B 341 D

Ic = 200 pA, f = 1 kHz,

Af = 100 Hz, Rg = 2 k@

h21 E(T1)

h21 e

h21E(x)
h21E(y)

Ug

fr

c 56...140
d112..,280
e 224...560

c, d e 30

08...1,25

<5mV

135 MH2z

S 6dB
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B315D,E,K-B325D,E, K- B360D,EK - |
B380D,EK

Integrierte Transistorarrays mit vier Si-npn-Transi-
storen ohne und mit Kiihlkdrper.

Bauform 5 (D-Typen)
16 (E-Typen)
17 (K-Typen)

ok
[\ ¢ X91 [31 7]

WEY
[ 3]

=]
E
=)

[% [ [72 [7] [0 [3] [#]

L7

Substrat D

r

Substrat

£

I T e
O

E
N
=

AU E

I Schaitung und A hiuBbel gung
B 315D, B 325 D, B 360 D, B 315E, K; B 325E, K;.
B 38 D B 360E K; B380E, K

1 Kollektor T 1 1 Kollektor T 1

2 Basis T1 2 Basis T1

3 Emitter T 1 3 Emitter T 1

4 Substrat 4 Emitter T 2

5 Emitter T 2 5 Basis T2

6 Basis T2 6 Kollektor T 2

7 Kollektor T 2 7 Kollektor T 3

8 Kollektor T 3 8 Basis T3

9 Basis T3 9 Emitter T 3 (Substrat)

10 Emitter T 3 ) 10 Emitter T 4

11 frei . 11 Basis T4

12 Emitter T 4 12 Kollektor T 4

13 Basis T 4

14 Kollektor T 4

16



Greniwerte, giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich

B315 B 325 B360 B 380
max. max. max. max.
Kollektor-Emitter-Spannung Ucko 15 25 60 80V
Kollektor-Basis-Spannung Uceo 20 30 90 100 V
Emitter-Basis-Spannung Ugso 5 v
Kollektorstrom Ic 0,5 A
impulsspitzenstrom Ic 1,0 A
Gesamtverlustieistung Prot (3.D) 1,3 w
Peot (3..€) 1.8 w
Prot (3.K) 40 w
Betriebstemperaturbereich Yo -25...+85 *C
Sperrschichttemperatur Bjmax 150 oC
Gesamtwirmewiderstand Rehia (3.D) 85 K/wW
Rthj (3..5) 45 K/iw
Rihia (3.K) 30 Krw
Statische Kennwerte (8, = 25°C ~ 5K):
min. max.
Gleichstromverstérkung’)
Ucg= 3V, lc=’50mA, hoyg (T1)
Gruppe b 28 n
Gruppe ¢ 56 140
Gruppe d 112 280
Gruppe e 224 560
Kollektor-Basis-Reststrom IcBo
Ucg= 20V B315D, E K 100 nA
Ucg= 30V B325D, E K '
Ucg= 80V B 360D, E K
B380D,E K
Kollektor-Emitter-
Séttigungsspannung
Ic = 50 Ig = 10 mA UCgeqe o5V
Kollektor-Emitter-
Durchbruchspannung B 315 B 352 B 360 B 330
ICom 1mA UsricEO 15 20 60 80 v

w7



B 315 B325 B360 B 380

min,
Kollektor-Basis-
Durchbruchspannung
Ic = 100 pA U(sr)CBO 20

Gleichstromverstarkungs-
gleichheit der Transistoren
untereinander?)

Ucp= 3V, Ic = 50 mA

Dynamische Kennwerte (9,= 25°C ~ 5K)

OUbergangsfrequenz
Ucg™= 10V, Ic= 10 mA fr
f = 15MHz

) B315D,E,

K — Vorzugsgruppe d
B 325 D, E, K

K

K

— Vorzugsgruppe d
B 360 D, E, — Vorzugsgruppe ¢

B 380 D, E,
%) nicht fur B 380 D, E, K

min. min. min,
30 90 100
0.8
min max.
60

nur Gruppe b—d; Vorzugsgruppe ¢

max.

MHz
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B391D
Motorprozessor fiir Kassettenlaufwerke

Vorldufige technische Daten

Ba

uform 7

Blockschaitung

fm——m oo ——————————

I Positionsdetektor

()

H

oszillator (-{schal- [~
Ry ter
R4
7 1)
AnschluBbelegung
Ausgang-Spulensystem S 10 Ausgang-Schleifenverstérker
Ausgang-Spulensystem T 11 Eingang-Schleifenverstarker

I I
| ;
c I 1
It BATSE
] I
L= 11|
Betriebsart-] |Spitzenwenrt- ; ' Aus, -
umschalter } gleich- ‘ Trigger l strogr%]://en
: richter T |
n___!__{.__ —_1 _._JI
Yy i
PLL Schleifen- ,l Stromschaiter
—verstirker
| [
3
Nson| {7t 1237 (10 Schalt-
Rer Gr2 speicher
Crr.

)

& |Referenz-|  |Teiler

I} |Um- Terler I

Ausgang-Spulensystem R
Ausgangsstrombegrenzung
Masse
Sensoreingong-Oszillator
Entladeausgang-Oszillator

Istdrehzahl
Drehrichtungsvorwahl

A-1 ONOURWN =

NF-Muting ; Kontrollpin fir

12 Ausgang-dynamische

Regelspannung

13 Ausgang-statische Regelspannung
14 Ausgang invertierte Tacho-

spannung

15 Triggereingang
16 Triggereingang
17 Triugereingang

R
T
S

18 Betriebsspannung Ucc
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Grenzwerte

min. max.

Betriebsspannung Ucc 6 20 v
Tachospannung Uy Yeo

27V-Ucc) v
Endstufenstrom (t < 10s) 11‘2'3 400 mA
Dauerendstufenstrom l1,2.3 . 250 mA
Oszillator-Entladestrom 7 20 mA
Filterwiderstand Ryj_y2 19,2 288 kQ
Referenzfrequenz fy 100 kHz
Spannung om Drehrichtungseingarg  Ug. 0 0;32) mV
Strom am Drehrichtungseingang lon 10 nA
Muting-Ausgangsspannung Ugh 27 v
Muting-Ausgangsstrom iaL 1 mA
Reststrom Pin 8 Irs 250 nA
Qszillator-Sensoreingangsspannung Ug 0 Uce v
Verstdrkerausgangsstrom Y0 -150 --150 wA
Verstarkereingangsspannung Ujg3 0 4 v
Strom am invert.
Tachospannungsausgang lig [} 1 mA
Betriebstemperatur Vq -10 70 °C
Gesamtverlustieistung P 750 mW

'} Uy wird gegen Ucc gemessen

?) Bei Uberschreitung ist Funktion nicht gewdhrieistet
Hauptkennwerte (Ucc=Ujg = 15V; Uj 53:=6V, Uys 96,17 = 16V; Ry =56 k¢

| R = 7.5 k1; Cs == 330 pF; Ry =: 24 kQ; Ry = 10 Q;

falls nicht anders angegeben und bei 8, = 25°C =5K):

_ Stromaufnahme (Uce == Ure == 6 V) Icc 18 mA
Oszillator ein  (Uys,46,17 =9 V)
Ausgangsspannung der
Endstufentransistoren Uy
in der Betriebsart: Anlauf :
Liga = 100 mA; Uy 0,6 v
Oszillator gestoppt; Pin 4 auf Masse
Lip3 = 350 mA; Uz 1,2 v
Ostzillator gestoppt; Pin 4 ouf Masse
Eingangsleitwert der Gleichrichtung Gys
Gie 0,15 0,3 mS
Uis,16,17 =22V Gi7

<G151o17 _ Msa617 — Las,w,n»
T U'15,16,17 = U15,16,17

U, = 1,5V; Pin 6 mit Masse verbunden
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B451G - B452G - B453G Hall-IC

Magnetisch betétigte, kontaktlose Schalter mit zwei
statischen gleichphasigen Ausgéngen

Vorldufige technische Daten

Bauform 21

AnschluBbelegung

1  Masse 3  Ausgang Q2
2 Ausgang Q1 4 Betriebsspannung
Grenzwerte

Betriebsspannung B 451 G
B 452G
B 453G

Ausgangsstrom je Ausgang

Betriebsbedingungen

Betnebsspannung B 451G
B 452 G
B 453 G

Umgebungstemperatur

Kennwerte Ucc == 5V

Stromaufnahme B > Be

B < Ba
Einschaltinduktion
Ausschaltinduktion B 451 G, 452 G
B 451G beiUcc =27V
B452G beilUcc==18V
B453G beiUcc= 5V
Hysterese

Ucc

lo

Ucc

min.
-0,5
-0,5
-0,5

4,75
4,75
4,75

-~

SO0 o

max.

30
20
10
30

27
18
70

24

5,25
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B461G -B462G ' u

Integrierte kontaktiose magnetisch betdtigte Schal-
ter (Hall-Effekt) mit Freigabeeingang und offenem
Kollektorausgang.

Wenn ein ausreichend groBes Magnetfeld vorhanden st
(B = BE) und ein H-Signal am Freigabeeingang anliegt, schal-
tet der offene Kollektorausgang von H nach L. Das Magnet-
feld muB senkrecht mit dem Siidpol auf die mit der Kerbe ge-
kennzeichnete Flache einwirken.

Bauform 21

AnschluBbelegung .
1 Masse, 2 Ausgang, 3 Freigabeeingang, 4 Betriebsspannung

Blockschaltung

T
} v
| T
| I 4
| interne
} . D Hallgenerator Stromversorg.
1 Triggent M |
| l
| . %
| b
| s
Ll S - -
1 o + U,
7 2 3 4" Y%
Grenzwerte, giltig fiir den Betriebstemperaturbereich
min, max.
Betriebsspannung B 461 G Uce -0,5 10V
B 462G Ucc -0,5 20V
Eingangsspannung U3 -0.5 55V
Angelegte Spannung an
den Ausgang
B 461 G Uog -0,5 A
B 462 G Uo2 0,5 18V
Ausgangsstrom ) o2 30 mA
Betriebstempe(aturbereid\ Vo 0 +70 °C
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Betriebsbedingungen

Betriebsspannung
B 461 G
B 462 G

Umgebungstemperatur
Ausgangsstrom

Statische Kennwerte (3, = 0 bis +70°C, Ucc= 5V)

- Stromaufnahme

UILS =0V, B ;BE
U|H3=5V. B gBE
U|H3=5V. B Ba
Einschaltinduktion
U|H3 =2,4 v
Ausschaltinduktion
U|H3 =24V
Eingangsstréme
Ujs =04V

U|H3 =24V
Ausgangsstrom

UoHz = Ucc UiHa = 24V, B = By

Ausgangsspannung

Upa = 2V, lopp = 16 mA, B = B

fcer
lcca
lccs

Bg")
Bp®)

—lis
i3

1oH2

Uol2

min max
4,75 5,25 V
4,75 18,0 V
0 +70 °C
16 mA
min typ max

0,16 0,5 mA

2,6 5 mA
1,5 3 mA
34 65 mT
21 mT
0,{2 5 uA

0,0022 0.5 nA

0,0003 10 pA

0,2 04V

Dynamische Kennwerte (3, = 25 °C — 5K, Ucc =5V, Bg= 70 mT
R = 400 Ohm, CL = 15pF, U"_3 = 0,4V,

Einschaltverzégerungszeit

Ausschaltverzdgerungszeit

Flankenzeit

U = 24V)

tPHL
PLH

TLH
THL

1.0 3 us
0,6 © 4 us
0,17 2 ps
0,032 1 us

1) Bg ist derjenige Wert der Induktion, bei der der Ausgangsstrom I vom
H = Pegel (Igyo < 10 pA) auf den L — Pegel (Igio = 16 mA) ansteigt

2) By ist derjenige Wert der Induktion, bei der der Ausgangsstrom I; vom
L —~ Pegel (Ig 2 = 16 mA) auf den H — Pegel (Igy2 = 10 uA) absinkt

123



B511N

Integrierter Temperatursensor, dessen Ausgangs-
strom der zu messenden Temperatur direkt proportio-

nal ist.

Der 2polige IS arbeitet als hochohmige Stromquelle
dessen TK im Toleranzbereich von 0,8...1,2 nA/K

liegt.

Bauferm 23

AnschluBbelegung

- 1 Ausgang

2 nicht belegt

3 Betriebsspannung

Greniwerte
Betriebsspannung Uee
Umgebungstemperatur By

Betriebsbedingungen
Betriebsspannung Uce

Betriebstemperatur e

Kennwerte bei §, = 25°C - 5K

Toleranz des Nennwertes
des Temperaturstromes
Lot (25°C) = 298,2 yA

Fatk)

Betriebsspannungsrickwirkung A—U—CC—

4V - Ucc—- 35V
5V—Ucc—'15v
15V ~-Ucc -3V

|8 - | 9700

min

BS1ITN1T -60,6
B511 N2 -31,3
B 511 N3 2
B511 N4 282
B511T Nm- 3

- 05
- 0.2
- 0,1

max

0 Vv
150 °C

30 VvV
125 °C

28,7 pA
-2 pA
30,8 pA
60,8 nA

3 pA

0.5 pA
0,2 pA
0,1 pA
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B555D - B556 D

Monolithisch integrierte Einfach- und Doppel-Zeit-
geberschaltungen, die sich fiir sehr prazise Zeitver-
zbgerungen und als Oszillator verwenden lassen. Die
Zeitgeberschaltungen sind extern trigger- und riick-

setzbar.

— Ausgangsstrom bis zu 200 mA
~ CMOS- und TTL-kompatibel
— einstellbares Tastverhé&ltnis

— weiter Betriebstemperaturbereich
— Arbeitsbereich von Mikrosekunden bis Stunden

Bauform 3 (B 555 D)
5 (B 556 D)

Masse

Triggereingang (Komp. 1)
Ausgang

Ricksetzeingang
Kontrollspanung

Eingang des Schwellenwert-
schalters (Komp. 2)

Ausgang fiir Entladung
8 Betriebsspannung

oL ewN -

~

Ausgang fur Entladung
1. Syst.

Eingang des Schwellenwert-
schalters 1. Syst.

Kontrolispannung 1. Syst.
Riicksetzeingang 1. Syst.
Ausgang 1. Syst.
Triggereingang 1. Syst.
Masse

Triggereingang 2. Syst.
Ausgang 2. Syst.
Riicksetzeingang 2. Syst.
Kontrollspannung 2. Syst.

Eingang des Schwellenwert-
schalters 2. Syst.

Ausgang fir Entladung
2. Syst.

Betriebsspannung
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Blockschaltung B 555 D

Schwellwert- Riicksetz~
Uy, €ingang eingang
4 O
|
Ausgangs - |
shje 4 :
Yontr. R
i } S
Trigger42
einganqﬁ P
, Ry Komparator 1
Lol L
Masse

Grenzwerte, giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich

B 555 D B 556 D min. max.
~ Betriebsspannung Ucc Uce 4,5 16 Vv
‘ Ausgangsstrom I3 1 5(9) *— 200 200 mA
Eingangsspannungen U, U6(8)- 0 ‘
L VA U4(1°) 0 ] UccV
| Us Us () 0 [
‘ Us Uz(12) 0
Entladestrom I; 11(13) 1] 100 mA
~ Gesamtverlustleistung P, 600 mwW
| (8,=<70°C)
| C O Peot 1200 mwW
| (9, = 55 °C)
| Sperrschichttemperatur 9, ‘ B ' 150 °C
- Betriebstemperatur 8, 8y -~ 25 -+ 85 °C
Lagerungstemperatur g0 ’ Ytq -~ 40 125 °C

126



Kennwerte, bei #,=25°C —5K, U, = Uy = U (B3555D)

bzw. U‘(‘lO) = Uy

= UCC (B 556 D) und

bei Ucec = 5V und 15V oder nur bei 5V, Werte in Klammern

Stromaufnahme

Kontrollspannung
L-Ausgangsspannung
H-Ausgangsspannung
Schwelistrom
Triggerstrom
Riicksetzstrom
Entladeleckstrom

B555D B55 D min typ max

Icc e 10 (3,5) 15 (6) mA
c 20 (7 30 (12) mA
Us Usrry 9 (26) 10 (3,3) 1 () V
Uast  Use 1 (0,1) 2.5 (0,35) V
Usq  Usioyn 1275 (2.75) 13,3 (3.3) v
ls I2(12) 0,1 0,25 pA
—l —lgg) 0,5 2,0 pA
=k o) 0,4 1,5 mA
) ~li13) 20 100 nA

127



B 589 N u

Temperaturkompensierte Zweipol-Bandgap-Refe-
renzspannungsquelle, die eine typische 1,235-V-
Spannung fiir Eingangsstréme zwischen 50 pA und
5 mA erzeugt.

Die geringe Verlustleistung von 60 uA bei einem Be-
triebsstrom von 50 pA macht die Schaltung beson-
ders fiir batteriebetriebene Anwendungen attraktiv.
Eine niedrige Ausgangsimpedanz ermdglicht die Aus-
nutzung der maximalen Genauigkeit ohne externe
Komponenten. : :

Bauform 23

AnschluBbelegung
1 Eingang/Ausgang
2 nicht belegt

3 Masse
Grenzwerte
min max

Betriebsstrom Ice ~10 10 mA
Umgebungstemperatur 9, 0 70 °C
Betriebshedingungen
Betriebsstrom Ice 0,05 5 mA
Betriebstemperatur ’ Bq 1] 70 °C
Kennwerte bei 3 ,25°C - 5K
Ausgangsspannung Uop 1.2 1,25V
Ico = 05 mA
Anderung der Augangsspannung \Ug 0 5 mV
0,05 mA = |CC = 5 mA
Temperaturkoeffizient der N B 589 N 0 , 100
Ausgangsspannung e g 589 Nm ] < 50 10%
lcc = 0,5 mA U, A 8 589 Np 1] 25

057 BsgaNg o0 10 K
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B654D u

Servomotorsteuer-Schaltkreis mit Brickenschaltung
zur digital-proportionalen Verarbeitung der elektri-
schen FihrungsgroBe fiir die Ansteuerung von
Kleinst-Elektromotoren in einer Abtast-Regelschal-
tung. Vorzugsweiser Einsatz in elektronisch gesteuer-
ten Rudermaschinen.

Bauform 5

AnschluBbelegung
1 Eingang des Impedanzwandiers
2 Ausgang des Impedanzwandlers
3 Eingang fiir Fiihrungsimpuls
4 Betriebsspannung Ucct+
5 Ausgang des monostabilen Multivibrators
6 Eingang des monostabilen Multivibrators
7 AnschiuB fiir externe Totzeiterzeugung
8, 14 AnschluB zur Einsteilung der Impulsdehnung
{Regelverstarkung)
9, 13 nicht belegt
10, 12 Ausgang der Briickenschaltung
11 Masse

Blockschaltung

‘i
lee

+

g

U Bricken- 72
haltung |41

So—3




Greniwerte

Betriebsspannung

Ein
Ein

gangsspannung
gangssperrspannung

Ausgangsstrom des mono-

sta

bilen Multivibrators

Ausgangsstrom des
impedanzwandlers

Ausgangsstréme

Periodischer Spitzen-
durchiaBstrom

Da
Ge
Fa

uergrenzstrom

samtverlustleistung
= 5 °C

Umgebungstemperatur

Informationswerte (§,= 25°C ~ 5K; Ucc = 5Viicc= 0; lg = hy = 0.1

Ge:
Uy
U;
U,
Ein
U

samtstromaufnahme

= 40,1V; Ug== 1,5V
=Ug=01V; R = o0
= Ug=15V; R = o0
gangsstrom

=15V

A

"
gangsdifferer

U;
Us
U,
tp
U,

o

= Us=40,1V:;R . =10Q
= Us=15V;R = 10Q
=Us =12 01V,R =6Q;
5s; Vy £ 0,1
=Ug=15V; R = 6Q;
£ 5s;Vp £ 0

1A

hH3

—Ujo/12
+Uj0/12

—Uj0/12

+Uj0/12

S45

A

Ucc 38...7 V
U, -5 7V
-Us 5 .0V
Is 4 mA
lz 1 mA
Iy 20 mA
I 20 mA
IkRM 10/12 = —IFRM 10/12 500 mA
IF(av) 10712 = —IF (av) 10712 400 mA
Piot 860 mW
Va ~15...5 °C

mA)

£12 mA
mA
S45 mA
300

228V
228V
224V

224V
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B611D -B615D - B621D -B625D - B625S - B
B631D-B635D-B761D -B765D - B861D -
B865D - B865S - B2761 D - B2765D - B 4761 -
B 4765

Einfache, doppelte oder vierfache Operationsverstar-
ker mit hoher Verstarkung, kieiner Offset-Spannung,
hohem Eingangswiderstand, groBem Betriebsspan-
nungsbereich, groBer Aussteuerbarkeit, hohem Aus-
gangsstrom und open-collector-Ausgéngen.

- B611D, B615D, B621 D und B625D, S haben einen TTL-

kompatiblen Ausgang
— B 2761 D, B 2765 D, B 4761, B 4765 mit interner Frequenzkom-

pensation

B611D...B85D AnschluBschemen

Bauform 2 Upp B 631, B635
B 761, B 765
iy R, B 861, B 865
B 2761 D, B2765D A
Bauform 3 K3
Upe™
Bé611, B615
B 621, B 625

‘B 4761, B4765D
Bauform 5

B625S, B865S
Bauform 28

B 2761, B 2765
B 4761, B 4765
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AnschiuBbelegungen

Einfach-OPV — Frequenz:
kompensation
Upet E E (AnschluB3 R)
Eingang[2] 5] Ausgang
Eingang E ZI Uge~
Doppel-OPV A4

+Eingang AT 8] Ausgang A
~Eingang A L_Z_- z Uge™

Uget E ':F_] Ausgang B
~Eingang B[%] 5] +Eingang B

Vierfach-OPV

\
UCG-II E Ausgang S4
Ausgangmlz &E +Eingang S. 4
+Eingang&1gé [72] - Eingang 5.4

~Eingang ST[%] 77) Upe

~Eingang$.2[5 | 70] - Eingang $.3
+E/hgang&Z[z% @z} +Eingang$3°
Ausgang 5.2[7 ] 8] Ausgangs$:3
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Grenzwerte, giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich:

Betriebsspannung

Differenzeingangs-
spannung

Gleichtakteingangs-
spannung

Ausgangsstrom
Sperrschicht-
temperatur

Wéarmewiderstand,
gesamter

1) Betriebswerte

+Ucc B861D, B8

Up

Uic

max

0V
By

min
5D, 1,57)
5D, 2"
5 D

S0

B611D, B6

B 631 D,
B 2761 D, B 2765 D
B 4761 D, B 4765 D
B 761D, B 765D

B 761 D, B 765D,
B861D, B8S5D, S,
B621D, B625D, S,
B 2761 D, B 2765 D,
B 4761 D, B 4765 D
(+Ucc = =-Uec = 1,5 bis 2,5V)
B 611D, B615D,
B 631D, B635D
(+Ucc = ~Ucc
B 761 D, B 765D,
(+Ucc = -Ucc =
B861 D, B85D, S
(+Ucc =-Ucc =
B621D, B625D, S,
B 2761 D, B 2765 D,
B 4761 D, B 4765 D
(+UCC = -—UCC = 7,5 bis 15V}

B611D, B615D, -13 13 Vv
B 631D, B635D
(+Ucec=~-Ucc =

1,5Y 8V
(—Ucc + (+Ucct
|[—Yee)p |[—Yeep

2 bis 6,5V)
-15 15 V
7,5 bis 18 V)

i

7,5 bis 10V)
=15 15 V

6,5 bis 15V)

B 765D, B
B 761D, B
B 861D, B
B611D, B
B631D, B
B 4761 D, B 4 4765

alle Typen

—Ucc +Ucc v
70 mA

150 °C

140 K/W
120 K/W

alle Typen

iibrige Typ
B 4761 D. B 4765 D
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Betriebstemperatur- 8, B 761 D, B 861 D 0 +70 °C
berei B 611D, B621 D, :
B 631 D, B 2761 D, ‘
B 4761
B765D, B85D, S, -25 -85 °C
B 615D, B625D, S,
B 635 D, B 2765 D,
B 4765 D
Anmerkung:

Die Spannungen sind auf Masse (Mitte der Betriebsspannung Uccr
und Ucc—) zu beziehen. Die Differenzspannung ist die Spannung des
nichtinvertierenden Einganges, bezogen aut den invertierenden Eingang.

Statlsche Werte
8, =25°C -5K; £ Ucc =15V, (10V fir B861 D, B865D),R = 2kA):

min  mox

Eingangsoffset- Ugp B761D, B2761 D -6 6 mV

spannung B 765 D, B 2765 D

Rg == 50 Q B 4761 D, B 4765 D
B621D, B625D, S -7,5 7.5 mV
B 861, BBSD, S -10 10 mV
Bs611D, B631 D -=15 15 mV
B615D, B635D

Eingangsoffsetstrom o B761D, B81D, B765D, —300 300 nA
B85D, S, B621D, B625D, S
B 2761 D, B 2765 D
B 4761 D, B 4765 D
B611D, B615D ~25 25 nA
B 631D, B635D

Eingangsbiasstrom kg B761D, B765D, B861 D 1 pA

B85D, S, B621D, B625D, S

B 2761 D, B 2765 D

B 4761 D, B 4765 D

B611 D, B615D, 0,05 pA
B631D, B635D

Offene Spannungs-

verstéirkung
Up =% 5V Ay B861D, B85D, S 75 dB
Up =+10V AUo B 761 D, B 765 D 81,5 dB

B 2761 D, B 2765 D 80 dB
B 4761 D, B 4765 D .

B 611D, B615D,

B 621 D, B625D, S 75 dB
B631D, B6335D
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Aussteuerbereich der
Ausgangsspannung

R =620 Q

R = 400 Q

Offene Spannungs-
verstdrkung

Ug = +2v, j:Ucc=5V

Aussteuerbereich der
Ausgangsspannung
+Ucc =5V
Restspannung
lo=10mA

Gleichtakt-
unterdrlickung

OV W TR Do ToowE
OO OANOAN B A N O

AUoff

Uo

URest

U= + 7V, Rs= 50 Q CMR

Ugc= {+ 10V, Rs= 50 Q

Betriebsspannungs-
unterdriickung

AUcc =10V (TV fir

B 861 D, B 865 D)
Ausgangs-

sperrstrom

R 5 oo ohne Signal

SVR

®oo

SN Wo
TWmm™

Pl e -

= -4
aNIaiz=2
p=N

09959900
w

~ ~ O

o
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wm
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o0

~
UMUUwUUpUUumUU
nn
el
®

=3
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o o
:%-muo.mo’o’
°U\

w

@
=3
o

[ 1=-k=-X, . 5. 4-- 1. -]
EE1NE

o

w

~

£-

@

©

-~

o

B761D, B765D, 4,9

B 2761 D, B 2765 D
B 4761 D, B 4765 D

B81D,B385D 48

B611 D, B6i5D
B 621 D, B 625D,
librige Typen

B 861D, B865D, S 60
B761D, B765D 65
B 2761 D, B 2765 D

B 4761 D, B 4765 D
B611D, B621D 60
B 631 D, B 615D,
B625D, S, B635D

B 2761 D, B 2765 D

B 4761 D, B 4745 D
ibrige Typen

B 861D, B85D, S
ubrige Typen

B 4761 D, B 4765 D
Ubrige Typen

-
Fad
)

N
>
°

-
-
o

© Q
1%

-
20 5
o

max
14 Vv

-148 V
-9V
~12,5 V
~14 Vv

=125 V
=15V

dB

dB8

~-4 V
02V

1.0V
dB
dB

dB

100 pV/v
200 uV/V

100 pA
10 pA

3 mA
1.5 mA
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B 3170 V - B 3171 V Positiv-Spannungsregler |
B 3370V - B 3371 V Negativ-Spannungsregler

Integrierte einstellbare Spannungsregler, einsetzbar fiir Strome
bis 1,5 A und Ausgangsspannungen von 1,2V bis 37V (B 3170 H),
1,2V bis 57V (B 3171 H), —1,2 V bis 47 V (B 3371 H).

Die Spannungsregler sind gegen Ubertemperatur und Kurz-
schluB geschiitzt.

Bauform 22

AnschluBbelegungen
B 3170/3171 V B 3370/3371 V

1 EinstellanschluB (ADJ) 1 EinstellanschluB (AD)J)
2 Ausgang (O) 2 Eingang (I}
3 Eingang (1) 3 Ausgang (O)

1723
Typische Einsatzschaltungen

Kihifahne (mit 2 verbunden) nicht als Stromzufilhrung benutzen

4 I|83170 0 U Y I183370)0 U
- J | 83171 lz 83371
Toowr 13430 B Towr Tezzur rjans 22uF

R
[Vo|=|Uret| - (i &)+ |taps|R.
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Grenzwerte, glltig fir den Betriebstemperaturbereich

max. Eingangs/Ausgongs-
spannungs-Differenz

max. Verlustleistung
max. innerer W&rme-
widerstand

max. Sperrschicht-
temperatur

Betriebstemperatur

Elektrische Kenndaten

min. Ausgangsspannung

Uj=425...41,3V
4,25,..61,3 V)
4,25...51,3 V?)

lo =10mA...1,5A

min, Eingangs/Ausgangs-

Sponnungsdifferenz

io =10mA...15A

min. Ausgangsstrom
max. Ausgangsstrom
bis Up = 10V

Eingangsspannungs-
ausregelung

Lastregelung
Uy =4, '

lpy = 10 mA

lo2 = 1.5 A
Brummspannungs-
unterdriickung

Uo = Upef
AusgangskurzschluBstrom
U=3V, Ug=0V

max. Strom aus dem
EinstellanschluB

"B3aNV ) B3NV

B3170 H B 3171 H
B 3370 H B3371H

Up 40 60 v
—Up 40 50 v
Prot 15 w
Rth]c 4 Kw
0, 150 *C
Bq -25... 185 °Cc
IUOmlnl 1,2...1,3V
=URqt
|quln‘ 3V
|'0mlnl 10 mA
||Omuxl 1.5 A

< &
ot 220

< 35 mVY)
IAUOII < 30 mV
SVR 60 dB

50 dB3)

|Ios| 16...3A
IIADJI < 100 nA

3) B 3370/3371 V%) 3170 V/[3310 V
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B 4002 D ||

Schnittstellenschaltkreis zwischen Logikbaugruppen
und Leistungselektronik

Eingangsseitig ist der Schaltkreis TTL- bzw. CMOS-Kompatibel.
Ausgangsseitig wird direkt die Basis eines Leistungstransistors

im Schalterbetrieb optimal angesteuert. .
Bauform 6
Blockschaltung
%4 7 71 3
+Ugg ton 5
Uberwach. min. -
5 Eingangs -
interface
4
~Uge
Uberwach.
]

AnschluBbelegung

1 BasisausrGumstrom 9 Masse
2 neg. Betriebsspannung 10 prog. d. Einschaltverzégerung
3 Inhibit-Eingang 11 prog. d. zulassigen
4 Eingangsprogrammierung Sdattigungsspannung
5 Signaleingang 12 prog. d. max. Kollektor-
6 prog. d. neg. Sollspannung stromes
des Pin 2 13 Messung d. Kollektorspannung
7 prog. d. min. Leitzeit 14 pos. Betriebssponnung
8 prog. d. max. Leitzeit 15 Ansteuerstrombegrenzung

16 Basisansteuerstrom
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Grenzwerte

min. max.
pos. Betriebsspannung Ui4/9 0 15 V
neg. Betriebsspannung Us/e -10 oV
Kollektorspannung Uisjo 1] 15V
Betriebsspannungsdifferenz UH/? 18 V
Eingangsspannung Us/o Ug/e Uyajo V
Eingangsspannung Us/o 18V
Gesamtverlustleistung Pyot 1,5 W
Wéarmewiderstand Rth]a 80 K/wW
Sperrschichttemperatur ? 150 °C
Betriebsbedingungen
min, max.
pos. Betriebsspannung Yecct 7 14V
neg. Betriebsspannung Ucce -9 -1V
Kollektorspannung Uss 4 14V
Umgebungstemperatur a -40 +85 °C
Kennwerte (bei Uccy = 410V, Ucca = -5V, 9, = 25°C - 5K, falis
nicht anders angegeben)
Grenz-  typ. Bemerkung
werte
Stromaufnahme lcc £ 25 {2 mA an Pin 14 gemessen
Eingangshighspannung UN 2 2 V  Schaltspannungen an
) Pi.n dig als Low. |
gL oslovspannung U S 08V Lo
. Impulsb. Upa s -2 Vv
TTL Eingangslowstrom - = 50 5 uA
Impuls-Eingangsruhestrom o = 300 200 uA

") bei 9, 25°C
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B 4211 D

Vorldufige technische Daten u

Schaltkreis zur tachogefiihrten Drehzahlregelung von
elektrischen Universalmotoren. Er arbeitet nach dem
Prinzip der Phasenschnittsteuerung.

Der Schaltkreis ist mit einer Vielzahl von Bedienungs- und
Uberwachungsfunktionen, wie Uberwachung der Betriebsspan-
nung und des Tachos, Nachziindautomatik, Sanftanlauf, Grenz-

lastregelung u. a., ausgestattet.

Der externe Bauelementeaufwand konnte auf ein vertretbares
Minimum reduziert werden.

AnschluBbelegung

1
2
3

8

9

Strom-Synchronisierung
Masse (M)

Negative Betriebs-
spannung (Ucc)
Impulsausgang

Steuereingang
Nachzindoutomatik

Widerstand Re Steuerwinkel a
Kondensator C(n/‘
Steuerwinkel a

und Impulsbreite lp

Eingang Frequenz-
Spannungswandler

Umladekondensator f/u-Wandler

10 Ausgang f/u-Wandler und

invertierender Eingang
Regelverstarker

17
18

Nichtinvertierender
Eingang Regelverstérker

Ausgang Regelverstarker und
Steuereingang Phasenschnitt-
steuerung

Kondensator Sanftanlauf
Eingang Grenzlastregelung

Integrierglied der
Grenzlastregelung

Ausgang Referenz-
spannungsquelle (“URef)
Spannungs-Synchronisierung

Eingang Freigabe und
RC-Glied Tachoiiberwachung
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Blockschaltung

77 7 3 4

. ——

| | Spannungs- Strom- i versorgung,

| | synchronisie-| | synchronisie- ggfggﬂ mpul Betriebs- 7

| { rung rung ‘usoan spannungs-

! begrenzing |42

!
6 Fhasenschnitisteuerun
7 @=f{l; Referenz-

| spanpungst——76

| quelle
71—

II Betriehs-

5 -

} l L(I%EI'WUL;;U
700

i | .

| Grenziast- | Sanft- /v | |/mputssperre fir o7

! regelung || anlauf|” | Wanaler Tachoiiberwachung

AR ESY A S I O i

%75 7 5 &
Betriebsbedingungen?)
AnschluB  min max.

Betriebsspannung bei -V 3 - 13 v v
Netzbetrieb cc Begr.
Stromsynchronisation et 1 0,35 35 mA
Spannungssynchronisation Wyese 17 0,35 3,5 wmA
Kondensator, Nennwert Co/t 7 2,2 22 nF
Widerstand, Nennwert Ry 6-3 51 820  kOhm
Eingangsspannung Uy 4 0 v
Impulsausgang
Funktionsbereich f/u-Wandler Uyo.6 10 ] [ v
Funktionsbereich
Nachziindautomatik H 53 5-3 0. kOhm
Spannungsbereich Upia 14 0,5 06 V

Grenzlastregelung

) Bezugspunkt (Masse AnschluB 2, falls nicht anders angegeben)
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Grenzwerte')

Versorgung
Stromaufnahme

Spitzenstromaufnohme

t < 10 ps?)
Referenzspannungsquelle
Ausgangsstrom
Phasenanschnittsteuerung
Synchronisierstréme

t < 10 us?

t < 10 ps?)
Eingangsspannung
Eingangsstrom
Kondensator, Nennwert
Widerstand, Nennwert
impulsausgang
Eingangsspannung

Regelverstéirker
Eingangsspannung
AnschluB 9 offen

Freigabe
Eingangsspannung

Frequenz-Spannung-Wandler

Eingangsstrom

t < 10 ps?)
Sanftanlauf
Eingangsspannung
Grenzlastregelung
Eingangsstrom

t < 10 ps?)
Eingangsspannung
Gesamtverlustleistung,

°C

Betriebstemperaturbereich
Sperrschichttemperatur

-lec
-lcc

~lo16

Neif

17t
+ly

+inz

~Uir2
Fhi2

C‘PIQ
Ry

Yia

Ui
Yiro

Uiis

s
+ig

Unis
+lita
=l
—lhg,

Ups

tot

OG

AnschluB

3
3

Uis

) Bezugspunkt AnschiuB 2, falls nicht anders angegeben,

2) Impulspause Z 1 ns

30 mA
100 mA

7.5 mA

5 mA
5 mA
35 mA
35 mA

500 pA
22 nf

(3]
<

Qo
<

mA
mA
35 mA

w oo

1100 mW

+85 °C
+125 oC
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Kennwerte (Uce= ~13V + 0,15 V; By =

Bezugspunkt Masse ist AnschluB 2;
falls nicht anders angegeben.

Anschluf3
Versorgung
Gleichstromaufnahme ~lce 3
\

n
S1, S2, S4 geschlossen
S3 offen

Betriebsspannungsbegrenzung —Ugeg,., 3
Upg=U =0V

—lcc = -5 mA

Ujp = -4V

S$1, S2, S4 geschlossen

S3 offen

Referenzspannungsquelle

Referenzspannung —URet 16
7= U =

Upg = —4V

S1, S$2, S4 geschlossen

S3 offen

Phasenanschnittsteuerung Ug.a 6-3
R — Referenzspannung')

Uy =U =0V

Up = -4V

S1, S2, S4 geschlossen

S3 offen

Impulsausgang

Ausgangsimpulsstrom?) loa 4
11,17 = 400 pA; U; = 6,5V

Uiz = —4V; Uy = —1,2V

S1, S2, S4 geschlossen

S3 offen

Ausgangssperrstrom Ig, 4
Ui, = =4V; Uy =0V

U; = —6,5V; I;; = 400 pA

U; = 0V; S1, S2, S4 geschlossen

S3 offen

25°C - 5K):

min

14,6

8.4

1,05

100

3,0 mA

16,7 V

9.4 V

1,25 V

180 mA
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Regelverstarker AnschluB min max

Ausgangsstrom

Uy = U =0V; Up= -4V

U = =35V .

81, S4 geschlossen

52, $3 offen.

U = —4,5V . e 12 80 170 pA
Up = -35V ~loy 12 70 150 pA

Frequenz-Spannungs-Wandler

Umladespannung Ug 16 9 5,5 6,0V
Uy =U =0V; Ug=-05V

Ui = —4,5V; §p = 10 nuA

51, S2 geschlossen

$3, S4 offen

Umladeverstérkung yo/lg A 10-9 9,2 11,5
Up =W =0V; U= -0,5V

Ujg = —4,5V; Iy = =500 uA

$1 geschlossen

$2, §3, S4 offen

Sanftanlauf
f/U-Wandler nicht aktiv

Startstrom ~lp13 13 20 50 pA
Uy = U =0V; Up = -3V

U13 = U

S2, S4 geschlossen

S1, S3 offen

(Ug=0V) —»

{AnschluB 18 offen)

Endstrom ~=lo13 13 50 130 pA
Uy = U =0V; Uy = -4V

Uiz = 0.5

S$2, S4 geschlossen

S1, S3 offen

(U =10V)

—>
(AnschiuB 18 offen)
f/U-Wandler aktiv
Startstrom =lo1s 13 2 6 pA
U= U =0V; Uy = -4V
U == ~0,5V; Uy = Uy
S1, 83, S4 offen
(Uig = 0 V; AnschluB 9 offen) —»
(AnschiuB 18 offen; lg = —500 pA)
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Endstrom —lg1a
Uy = Uy =0V; Uy = -4V

Us =05V; U3 =105V

S2 geschlossen

{(Uig = 0 V; AnscthB 9 offen) _->

S1, 83, S4 offen

(AnschluB 18 = offen, Iy = 500 pA)

Grenzlastregelung

Nullstrom li14
Uy =U =0V; Uy=0mV

Uy = Uy

S1, S2, S4 geschlossen

S3 offen

Eingangsstrom 114
U17=U—0V Uy =0mV :
Up = 45V

s1, 52. ) geschlossen

S3 offen

Ausgangsstrom lots

Uy =U =0V; Um— -4V
Ujy = 300 mV; Ujs =

S1, S2, S4 geschlossen

S3 offen

AnschiuBB
13

min
30

50

60
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80 pA

12 pA

130 uA

140 nA



C500D - C501D - C502D n

Analog- bzw. Digitalprozessoren

Die integrierten Schaltkreise C500D, C501D und C502D
sind Bestandteile eines integrierten A-D-Umsetzer-Systems fir
den Aufbau eines hochwertigen Digitalvoltmeters.

Der C 500D ist ein Analogprozessor fur einen A-D-Umsetzer
mit 14 bit Genauigkeit (4'/,; Digit). Der C 501 D ist ein Analog-
prozessor, der Bestandteil eines A-D-Umsetzers mit einer Ge-
nauigkeit von 11 bit (3'/, Digit) ist. Der C502 D ist ein Digi-
talprozessor mit BCD-gemultiplexten 7-Segment-Ausgéngen fiir
max. 41/, Digit.

Bauformen: C500D, C501D ' 7
' C502D 9

AnschluBbelegungen

C 500 D/C 501 D Ccs502D

1 AXW Analogeingang High B Steuereingang

2 AXL Analogeingang Low D1 Digit 1, LSD

3 Ugetto  Referenzausgang D2 Digit 2

4 UReffl Refereinzeingang. D3 Digit 3

5 AGND  Analogmasse D4 Digit 4

6 CH2 Referenzkapazitat D5 Digit 5

7 CH1 Referenzkapazitdt SA Segment A

8 B Steuereingang B SB Segment B

9 A Steuereingang A sC Segment C
10 KO Komparatorausgang Masse
1! DGND  Digitalmasse sD Segment D
12 Ucc_-.  neg. Betriebsspannung SE Segment E
13 lo Integratorausgang SF Segment F
14 h Integratoreingang $G Segment G
15 Bo Treiberausgang KO Komparatoreingang
16 UCC+ pos. Betriebsspannung TR Trigger-Eingang
17 Cyt Nullpunktkapazitét 0OSsZ Ostzillatoreingang
18 Ceo Nullpunktkapazitat 2 OK Ausgang
19 - A Steuerausgang A
20 . - Uece Betriebsspannung
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Blockschaltungen

Integrator
Buffer ] l X Komparator
Analogeingang Fx . gggﬁt
7 8§71 UIN
Ve T < ‘
o 7 JL-
2 52 [ 1t :—_6‘/70
8371 Level .S‘hifterA
s Logikdekoder |——Steuer-
L/ fir Schalter 5 eingange
i
}
}
|
i I
i Uber- I7rigger
} Register VTR e T
| Multiplexer Takt ¢
6N ) B
Vorzeichen

f———————

l Tber-
lauf

Fbgmenttreibcr LD/’g/‘ttreibe/' —I

I\
7-Segment- -
AUS9ang (57 s steliges
LED-Display mit
|\gemeinsamer Anode
€502 D
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C500D,C501D

Grenzwerte
min max,
positive Betriebsspannung') UCC+ 1] +18
negative Betriebsspannung’) Ucc— -18 0
Eingangsspannungen v, Uce— Ucc+
. 8} U
l((F?iTF;%;tg;or Ausgangsspannung OlKomp. 0 cC+
Komparator-Ausgangsstrom?) loLKomp. 0 20
Ausgangs-Quellenstréme o 0 10
(Pin 3, 13, 15)?)
Hauptkennwerte (¥, = 25 °C, Uccy =12V, Ucc— = 12V, Upett = 1
C, = 1uF, Cpegg = 1 pF, C, = 43K, f, =2,55
C, =1 uF/KMPI")
Stromaufnahme 20
-18
Komparator-Low-Ausgangsspannung?)
loL = 1,6 mA 0.4
Eingangsstrom an den Steuereingéingen
(A, B-High-Eingangsstrom bei Ujy=2V) Iy 40
Low-Eingangsstrom
Up =08V -300
Linearitdtsfehler beziiglich ,full-scale”
C500D- Flin + 5. 10-%
C501 D Fiin +5-10-*
Betriebsbedingungen
min  typ max.
positive Betriebsspannung UCC+ 12 15
negative Betriebsspannung Ucc—. 15 -—12
Referenzeingangsspannung (Pin 4) Ugetg 0.1 1 5
Analog-Differenz-Eingangsspannung +Vioist 2 10
Autozero- und Referenzkapazitat C,, CRett 0.2
Integratorkapazitat C 0,2
Integratorwiderstand R 30 100
Full-scale-Eingangswiderstand Uik 2 Ujpeft
Integrationszeitkonstante ) 2 15
C 500 D (4'/, Digit) R,C
C 500 D (3, Digit) 20 . 150
C 501 D (3", Digit) 2 15
Betriebstemperaturbereich i 0 70

) Spannungen bezogen auf Analog- und Digitalmasse

?) Ausgdnge sind nicht kurzschluBfest
3) bezogen auf Digital-Masse

mA
mA

1A

nA

<< <<
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C502D

Grenzwerte

Betriebsspannung
Umgebungstemperaturbereich
Eingangsspannung

der Logikeingdnge')
Low-Ausgangsstréme:

~ Segment- bzw. BCD-Treiber
— Digitaltreiber

— A-, B-, 20 K-Ausgangsstrom
High-Ausgangsspannung
max. Verlustleistung?)

Betriebsbedingungen

Stromaufnahme

Uce =525V
Low-Ausgangsspannung

— Segment- bzw. BCD-Treiber
Uece = 4,75V, IgL == 100 mA
— Steuereingdnge A, B

loL = 20 mA
~ 2 OK Ausgang
oL == 10 mA

Low-Ausgangsstrom

tir Digittreiber C

Uce = 4,75, Ug = 40V
High-Ausgangsspannung
tir Digittreiber,

Steuereingéinge A, B und 20 K-Ausgang

UCC =475V, g =0
High-Sperrstrom der BCD- bzw.
Segment-Ausgong

UoH =55V, Uce = 4,75V
Low-Eingangsstrom

auBer Oszillotoreingang
Ucc= 525C, Uy =04V
High-Eingangsstrom

auBer Oszillatoreingang
Ucc=1525V, U] =24V

1

~

Bei hoéheren Temperaturen

9.2 mV/K einzuhalten.

120
40
20

Ucc

1.1

110

0.5
0,5

0.4

250

mA

uA

mA

mA

Fiir die Eingénge KOMP und TRIGGER sind zur Ausiésung der Zusatz-
funktionen max. U) = 9V zuldssig.

?) Die Angabe gilt fiir 9, = 30 °C.

ist eine Verlustleistungsreduzierung von




Cc504D |
I2L-Digitalprozessor fiir 3', und 4, Digit breite
Ausgangsinformationen und Zusatzfunktionen.

Der C 504 D bildet im Zusammenwirken mit dem C 500 D oder
C 501 D einen 4/, Digit bzw. 3/, Digit AD-Wandler mit einer
gemultiplexten Ausgabe des MeBwertes im BCD-Format.

Die Ankopplung an den Analegprozessor C 500/1 erfolgt wie
beim C 502 (3) iber die drei Leitungen Control A, Control B
und Komparator. Der Steuerablauf erfolgt ebenfalls so, daB
mit der Umsetzung das Dual-Slope-Verfahren mit einer zusétz-
lichen Phase zur automatischen Offsetkorrektur (Auto-Zero-
Phase) realisiert wird. Gegeniiber dem C502 (3) sind beim
C 504 D zusétzliche Steuer- und Ausgabeméglichkeiten vorhan-
den: '

— Umschaltung 3%/, Digit Mode/4'/, Digit Mode

— Blankeingang fiir die BCD- und Digitausgdnge

— Starteingang (statt Triggereingang)

— extra Vorzeichenausgang

— Uberlauf- und Unterlaufausgang

— Ausgang ,End of Conversion*

Bauform 13

AnschluBbelegung

1 QA BCD 20 15 A Control A

2 QB BCD 2! 16 B Control B

3 QC BCD 22 17 EOC End of Conversion
4 —  frei 18 - frei

5 QD BCD 23 19 OR Overrange

6 D1 Digit 1, LSD 20 20 K t0s7/20 000

7 D2 Digit 2 21 KO Komparator

8 D3 Digit 3 22 ST Start

9 D& Digit 4 23 3%, 87, Digit

10 D5 Digit 5, MSD 24 BL Blank-Eingang

1M1 - frei 25 -~ frei

12 UR Underrange 26 — frel

13 P Polaritat 27 0OSZ Oszillator

14 GND Masse 28 Ucc Betriebsspannung
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Grenzwerte:

Betriebsspannung
Betriebstemperaturbereich

Eingangsspannungen der
Logikeingange
Low-Ausgangsstréme

High-Ausgangsspannung

Statische Kennwerte, bei 8, = 0...70°C:

Betriebsspannung
High-Eingangsspannung
Low-Eingangsspannung
Stromaufnahme

Uce = 525V

Low-Ausgangsspannung
Uce =475V

loL = 6.4mA
High-Ausgangsspannung
IoH = 160 nA

Eingdnge auBer Oszillator Uce = 5,25 V

Low-Eingangsstrom

Uy =08V
High-Eingangsstrom
Uy =20V

Oszillatoreingang Uce = 5.0 V

High-Eingangsstrom

U" =17V
Upgp =24V
Low-Eingangsstrom
U" =05V
Up = 0,4V

min
UCC 0
da 0
y, 0
loL
loL 13 (Polaritat)
Uon 0
Uee 4,75
Uy 2,0
Up 0
Icc
YoL
UoH 2,4
he -~400
H
i1y -+40
hiH2
Iy -170
2 —170

max.
7 v
70 °C
55 V)
10 mA
20 mA
Ucc
525 V
55 V
08 V
55 mA
04 V
\
nA
40 uA
+170 pA
+500 A
-40 pA
nA

) Fur die Eingdnge START und Blank sind kurzzeitig zur Auslésung der
Zusatzfunktionen max. U 9 V zuldssig.
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C520D

Integrierter 3-Digit-Analog/Digital-Wandler nach
dem Dual-Slope-Verfahren (2-Flanken- lntegrotlon)
zum Aufbau von dreistelligen digitalen

Anzeigegerdten

Bauform 6

* Anschlufibelegung

1 BCD-Datenausgang Qg

2 BCD-Datenausgang Qp

3 NSD-Digitausgang
(folgendes Digit)

4 MSD-Digitausgang
(héchstwertiges Digit)

5 ISD-Digitausgang
(letztes Digit)

6 Hold-Geschwindigkeits-
umschaltung

7 Masse

8 Nullpunktpotentiometer Np 1
9 Nullpunktpotentiometer Np 2
10 I -Eingang ,low*

11 I-Eingang ,high"

12 I¢-Integrationskondensator
13 Endwertabgleich

14 Betriebsspannung Uec

15 BCD-Datenausgang Q¢

16 BCD-Datenausgang Qp

Blockschaltung
7 75 18
13 Referenz- , Anpaf-
l quete (| Uszillator schaltung
|
1 i i
&
Teilerstufen \»{ Multiptexer 4
‘ —-—— s
] T
710 uiI- Kontroll- "
70 o Wandler Logik Zatler
S .f@ﬂa&“ﬁ__i ______ T
& 7
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Grenzwerte, giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich

min mox.

Betriebsspannung Ucce ] +7 Vv
Eingangsspannung om
AnschluB 11 Uy -15 +15 V
Eingangsspannung am
AnschluB 10 Uy ~15 415 V
Spannung an den-BCD- und :
Digit-Ausgdngen UoH [ ] +7 Vv
Spannung am AnschluB 6 U [ ] +7 Vv
Betriebstemperaturbereich . Po [ +70 °C
Statische Kennwerte (}, = 25°C - 5K, Ucc = 45...55V)
Stromaufnahme
U= 5V Ice 20 mA

leichtakteingangssp g
Up = 200 mV Uom ~200  +200 mV-
L-Ausgangsspannung der
BCD-Codeausginge

loL= 1,6 mA UoL 04V
Fehler®) . 0,1 % =+ 1 Digit

Y Die Fehlermessung erfolgt nach dem Abgleich des Nullpunktes und des

Endwertes bei den angegebenen Einsteliwerten
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C570D - C571 D
Monolithisch integrierte Analog-Digital-Wandler mit
einer Auflésung von 8 bit (C 570 D) und 10 bit
(C 571 D). Das Vorhandensein von Referenzspan-
nungsquelle und Taktgenerator auf dem Chip er-
moglicht den Einsatz dieser Schaltkreise in kosten-
gunstigen A-D-Wandler-Applikationen.
Die Wandler arbeiten nach dem sukzessiven Ap-

proximationsverfahren.

Bauform 7

Anschlubelegungen

- -
S OVPNGUEWN -

N

C570D

i. V.

Ausgang Bit 8 (LSB)
Ausgang Bit 7
Ausgang Bit 6
Ausgang Bit 5
Ausgang Bit 4
Ausgang Bit 3
Ausgang Bit 2
Ausgang Bit 1 (MSB)
Uccs

Eing. Ldschen/Starten
(L/S)

Uccz

Analogeingang
Analogmasse
Betriebsartumschalt.
Digitaimasse o
TATUS-Ausgang (STS)
. V.

cCs511D

Ausgang Bit 9
Ausgang Bit 8
Ausgang Bit 7
Ausgang Bit 6
Ausgang Bit 5
Ausgang Bit 4
Ausgang Bit 3
Ausgang Bit 2
Ausgang Bit 1 (MSB)
Ucct

Eing. Loschen/Starten
(L/S)

Uccz

Analogeingang
Analogmasse
Betriebsartumschcltung
Digitalmasse o
STATUS-Ausgang (STS)
Ausgang Bit 10 {LSB)
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Grenzwerte

positive Betriebsspannung
negative Betriebsspannung
Differenzeingangsspannung
des Analogeinganges bezogen
auf Analogmasse
Verlustleistung

Kennwerte (giiltig fir 8, = 0...

Aufldsung

Linearitatsfehler
Endwertabgleich

Unipolar Offset

Bipolar Offset

Differentielle Nichtlinearitat
Temperaturkoeffizient

— des Unipolar Offset

— des Bipolar Offset
Analoger Eingangswiderstand
Analoger Eingangsspannungs-
bereich

— bei Unipolar Betriebsart

— bei Bipolar Betriebsart
Logikausgangsstréme der
Bit-Ausgdnge

~bei Uomay == 0,4V

- bei UOmin = 2,4V
Umsetzzeit

Ucc+
Ucc—
Up

Ptct

70 °C)

min. max.,

0 7
-16,5 0
~15 15

800

8 bit bzw. 10 bit
tY,
8

max. +1
max. +1

+1

100
100
5

0... 10
~5...-+5

min. 3,2
min. 0,5
15-40

<< <

mwW

LSB
LSB
LSB
LSB
LSB

ppm/°C
ppm/[°C
kQ

mA
mA
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C560D Vorlgufige technische Daten B

Monolithischer Digital-Analog-Wandler

Der C 560 D setzt ein 8 bit breites Digitalwort in eine analoge
Ausgangsspannung’ mit einem maximalen Fehler von 0,49,
vom Endwert um. Der Ausgangsspannungsbereich ist mit dem
AnschluB 14 (UoseL ) anschluBprogrammierbar. Eine Verbin-
dung mit Analogmasse ergibt einen Endwert von 9,0...10,0V,
wéhrend die Verbindung mit AnschluB 16 (Uo) einen Endwert
von 2,25...2,50V ergibt. Durch variable Beschaltungsméglich-
keiten von AnschluB 15 und 16 kann z. B. der Ausgangsquell-
strom erhdht oder der Endwert extrem abgeglichen bzw. ver-
gréBert werden.

Die Betriebsspannung von +5V und die beiden Steuerein-
gtéinge CS—1 und CS-2, welche die Eingangsdaten zwischen-
speichern kénnen, erméglichen eine optimale D/A-Schnittstelle’
in 8-bit-Mikrorechner-Systemen.

Blockschaltung Bauform 6
DB7 - o8¢
LT EELBEL
37 o~ Steuer-|Lood . Strom-\ |Stromver{11
Fszodfiogik |1 &bit Latch 1 spiegel| |sorgung |
L omp
LA
Referenz] Yny Stromschalter 4 ”"y’y’%‘f'
P ¥ Stromquellen
quelle Widerstandsnetzwerk Uy
Upser
36k (0..25V)
_ 27 gy
Upser
qZk j‘l(o..wv)
! 185 mA
AnschluBbelegung
1 Dateneingang DB<-0, LSB 9 Chip Selekt 2, CS 2
2 Dateneingang DB<1 10 Chip Selekt 1, CS 1
3 Dateneingang DB<2 11 Betriebsspannung Ucg
4 Dateneingang DB 3 12 Digitalmasse Mp
5 Dateneingang DB 4 13 Analogmasse Mp
6 Dateneingang DB 5 14 Auswahleingang Ugogg
7 Dateneingang DB 6 15 Sense-AnschluB UgggN
8 Dateneingang DB 7, MSB 16 Spannungsausgang Force U
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Funktionstabelle

DBo...DB7 cs1 cs2

Funktion

H L

H L L /

Latch ,.trcns'poren(". direkte Umset-
zung der Eingangsdaten
Einschreiben der Daten in das Latch
(Verriegelung) ; Umsetzung hat
schon bei CS—-1 = CS+42 = L be-
gonnen

Latch ist verriegelt; Ausgangsspan-
nung entspricht den zuletzt einge-
schriebenen Daten

X ... Pegel beliebig
_ /7. . . Low-High-Flanke

Grenzwerte

Betriebsspannung
Eingangsspannung der
Digitaleingénge (Anschl. 1-10)
Ausgangsstrom AnschiuB 16%)
Gesamtverlustleistung

‘Betriebsbedingungen

Betriebsspannung

2,5 V-Bereich
10 V-Bereich

Ausgangsstrom

Digitaleingéinge (Anschl. 1-10)
L-Eingangsspannung
H-Eingangsspannung

Betriebstemperaturbereich

min max
Uece 0 18 \'
Uy 0 7 vV
15 0 0 mA
Piot 630 mW
Ucc

4,5 16,5 V

11,4 16,5 V
lo 0 5 mA
Uy 4] 08 V
Uy 2,0 55 V
Bq 0 7 °C

1 interne Ausgangsstrombegrenzung & 7 mA

158



KenngroBen (Uee =5...15V; 3, = 25°C 4 5K)
' min max
Endwertausgangsspannung UoFs
U,( 9,10 = 0,8V + 15 mV;
Uiy g =2V+15mV;
lo = 30uA+5uA und
lo = 5mA £ 250 A
2,5 V-Bereich: Uce = 5V £ 20 mV 2,25 25 V
10 V-Bereich: Ugce = 15V + 90 mV 9 10 V'

Offsetfehler . Fo
Ucc = 5V £ 20 mV fiir 2,5 V-Bereich
Uir...10 =08 £ 15mV

o = 50pA + 5pA

M

LSB

Linearitatsfehler FL
Uege =35V £ 20 mV fiir 2,5 V-Bereich
_U'<,9’ 10 =04V + 10mV

Uj¢.1...8 Ansteuerung durch TTL 0,5 LSB

Differentieller Linearitatsfehler IFpl

Uece = 5V £ 20 mV fir 2,5 V-Bereich

Ujco, 10 = 0.4V £ 10 mV

Ujc1...8 ¢ Ansteuerung durch TTL 1 LsB

Stromaufnohme fcc

Ucc = 16,5V + 90 mV fiir 10 V-Bereich

Anschliisse 1-8: offen

Ujco 10 = 0.4V F 10mV 25 mA

Eingangsstrom der Digitaleingénge
Uce = 15V + 90 mV fiir 10 V-Bereich
U, =0V £ 10mv mt 100 nA
Uy =7V i2smy ! 100 pA

Betriebsspannungsunterdriickung ISVR/

UcCmin = 45V £+ 20mV

UeC max = 7V + 50mV

U,<~9,10V=°'4V + 10mV“ . y
Uier...8 = 2V £ 15 mV fiir 2,5 V-Bereich 0.5 LS8/
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C 5650 - C565D

Monolithisch integrierte Digital-Analog-Wandler mit
einer Auflésung von 10 bit (C 5650 D) bzw. 12 bit
(C 565 D). Sie besitzen eine integrierte temperatur-

kompensierte

Z-Dioden-Referenzspannungsquelle

und einen Stromausgang. Die notwendigen Gegen-
kopplungswiderstande fiir den AnschluB eines OPV
als Strom-Spannungswandler sind mit integriert.

Bauform 11
Blockschaltung
Bipolar Offset
37*Uee 24488, 737L58 18
7 20V-Bereich
Ref | V- 5 10V~ Bereich
out 4 Referenz Stromquelien-
Schalter Wanaler~
ausgang
e | 1
m6 Widerstands-
netzwerk
!
17 1 5
Uee Digitalmasse Analog Masse
Grenzwerte giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich
min. max.
positive Betriebsspannung Ucet+ 0 18 v
negative Betriebsspannung Ucec— -18 0 v
Spannung am Wandlerausgang Ug -3 12 v
Spannung am Referenzeingang, Ug 10,8 =12 12 \
Bipolaroffseteingang und am
Widerstand fiir den 10-V-Bereich
max. Sperrschichttemperatur 0, 150 C

Alle Spannungen sind auf Masse bezogen.
Unbenutzte Eingdnge sind auf Masse zu legen.
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Elektrische Kenndaten giiltig fir 9, = 25°C £+ 5 K

Stromaufnahme

UCC+ =165V =19,
Ucc— = -165V + 1%
Upy=17...24 =5V 4+ 59,
Stromaufnahme

Uccp =165V —1%
Ucc_ = =165V + 1%

Upy=17...24 =5V + 5%
Eingangs-High-Stréme

Ucct =165V =19
Ucc. =165V +19,
Upy=17...24 =5V £ 5%
Eingangs-Low-Stréme

Ucc+ =165V =19

Ucec— =-165V + 1%
Uy=17...24 =5V + 5%
Ausgangsstrom
Referenzausgangsspannung
5650 D

565 D

Linearitatsfehler

Uccyr =15V £5%

Ucc. = —15V £ 59
Differentielle Nichtlinearitat
High-Eingangspegel

Setzzeit

Betriebsbedingungen

pos. Betriebsspannung
neg. Betriebsspannung
Low-Eingangspegel
Unipolaroffset
Bipolaroffset
Endwertfehter unipolar
Linearitétsfehler bei 0...70°C
Ausgangsspannung fir
ungepufferten Betrieb des
Wandlerausganges
Betriebstemperaturbereich

min.
lccy
—-lcc—
hH
LN
—lo 1,6
UORet
: 9.3
9.9
-z
=3
Un 2,0
.!
Ucc+ 11,4
Ucc— 16,5
Up [}
nur for
565 D
Ug -1,5
Sq 0

25

300

100

3,0

10,7
10,1

3
5,5
500

16,5
11,4
0.8
+2

+5

+10
+

70

mA

mA

uA

nA

mA

<

LSB

LSB

ns

LSB
LSB
LSB
LSB

°C
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C5658D ' n

Monolithisch integrierter Digital-Analog-Wandler
mit einer Aufldsung von 8 bit. Er besitzt eine inte-
grierte temperaturkompensierte Z-Dioden-Referenz-
spannungsquelle und einen Stromausgang. Die not-
wendigen Gegenkopplungswidersténde fur den An-
schluB eines OPV als Strom-Spannungswandler sind
mit integriert.

Bauform 11
Blockschaltung
Bipolar Offset
37 +Uee 24(M58____ 137158 TB
7 20V-Bereich
R’[fo_ . ;ﬂy— T 70V~ Bereich
out 4 ererenz Stromgquellen- _
Sschalter Wanaler
ausgang
Ref,_] l l
8 Widerstands-
netzwerk
|

e .

e Digitalmasse Anatog Masse

Grenzwerte giiltig fir den Betriebstemperaturbereich:

min. max.

positive Betriebsspannung Ucc+ 0 18 V
negative Betriebsspannung Ucc -18 0 Vv
Spannung am Wandlerausgang Ug -3 12V
Spannung am Referenzeingang, Uie, 10, 8 -12 12 V
Bipolaroffseteingang und am

Widerstand fiir den 10-V-Bereich

max. Sperrschichttemperatur 1?] 150 °C

Alle Spannungen sind auf Masse bezogen.
Unbenutzte Eingénge sind auf Masse zu legen.
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Elektrische Kenndaten giiltig fiir ¥, == 25°C + 5 K:

Stromaufnahme
Ucc+ =165V ~ 1%
Ucc— = =165V + 19

Upy=17...24 =5V + 5%
Stromaufnahme

Uccy =165V -1 %
Uce .. =-16,5 V+19
Upy=17...24 =5V + 5 %
Eingangs-High-Stréme

Ucc+ = 165V -1
Uce. ==-165V+1%
Ug=17...24 =5V & 5%
Eingangs-Low-Stréme

UCC+ =165V —-1%
Ucc_— = =165V +1Y,
Upy=17...24 =5V .+ 5%
Ausgangsstrom

Ucc+ =165V - 1%

Ucc - =-165V +17%
Uy=17...24 =5V + 57,
Referenzausgangsspannung
Ucct =165V —17%

Ucc - =-165V +1%
U|H= 17...24 =5V + 59,
Linearitatsfehler

Ucc =15V £5%

Ucc—. =15V £5%
Differentielle Nichtlinearitat
Ucctr =-15 V 4+ 5%

Ucc— =~15V £ 5%
Setzzeit

Betriebsbedingungen
positive Betriebsspannung
negative Betriebsspannung
Low-Eingangspegel
High-Eingangspegel
Ausgangsspannung fiir unge-
pufferten Betrieb des
Wandlerausganges
Betriebstemperaturbereich

min.
lcc+
—lce—
4
w
—lio 1,6
YoRef 9.3
=
=

UCC—- -16,5
Y 0
YiH 2.0
o -1,5
¥q 0

max.

25

300

100

3,0

/]

500

16,5
~11,4
0.8
5,5
10

70

mA

mA

pA

A

mA

LSB

LSB
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A d chelt .
Anw g gen:

8 bit D/A-Wandler mit interner Referenz und dadurch eingeschrénktem
Temperaturbereich von 44 = 25...50°C undUg =0...10

+15V
47u 47n .
o= =L Bit
T Toviiiiiiin 8
g J 4ZZ2221201318 7
L ¢ 56580 )
2 B4 68
47 #4,7" 700k
009
> s
-15v R7 =Nullpunktabgleich
R2 =Fnawertabgleich
8 bit D/A-Wandler mit externer Referenzspannulngsquelle (B 589) und

einem Ausgangsspannungsbereich von Ug = =+ 5V. Der Temperatur-

bereich wird durch den TK des B 589 bestimmt.

—nV R7= Nulipunktabgleich
R2=_G6rundwertabgleich
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C7136D u

Monolithisch integrierter vollstandiger 3/,-Digit-
Analog-Digital-Wandler nach dem Zweiflankenver-

fahren mit automatischem Nullpunktabgleich in
CMOS-Technik.

Auf dem Chip sind folgende wesentliche Schaltungsteile inte-

griert:

~ Analogteil mit Puffer, Integrator, Komparator und Shifter

~ Analogschalternetzwerk

~ Referenzspannungserzeugung

~ Digitalteil mit Steuerwerk, Z&hler, Latch, Dekoder und LCD-
Ausgangsstufen

~ Taktgenerator und Taktimpulsaufbereitung

Der C7136 D zeichnet sich insbesondere durch seine geringe

Stromaufnahme, seine geringe AuBenbeschaltung und den Be-

trieb aus nur einer Spannungsquelle aus.

Der C7136 D kann direkt eine Fliissigkristallanzeige fiir Paral-

lelansteuerung (z. B. FAR 09) treiben.

Bauform 14
AnschluBbelegung

1 Uss 21 BP
2 1D 22 100 G
31¢C 23 100 A

* 1B 24 100 C

5 1A 25 106G

6 1F 26 Upp
716G 27 CINT

8 1E 28 BUFF

9 10D 29 CA/Z

10 10C 30 INtO

1 108 31 IN HI

12 10A 32 COMMON
13 10F 33 C REF -
14 10E 34 C REF -+
15 100 D 35 REF LO
16 100 B 36 REF Hi
17 100 F 37 TEST

18 100 E 38 OSC 3
19 1000 AB 39 OSC 2
20 POL 40 OSC1

Der Einsatz des C 7136 D auf 2,5 mm Raster ist nicht zuldssig.
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Blockschaltung

COMMON
» HILO | Uger
ANALOGTEIL LT Ll Dﬂmr 11
. 27 29 Yo 7130132 135136

i
|
COME :
= INT,
¢- R qug‘uf' F 34" interne
{ %;I = 1 | Spannungs
Cker regelung

l
1 i/ i  Digitalteil
1

B
x
$-o._0J 0. 0]

‘Ref J ;
% - T ND e
Null- i LCD

\durchy - Steuerlogik Fhasen

ldetektor B8P teuery.
Oszillato~{ 2:7 5:7 ™ Zivter al
bl Schal M1 Lafch =

(inoktiv) Decoder
1 F  Ausgangsst. |
AG FoL

7. Dekade 2.Dekade 3 Dekade




Grenzwerte

Betriebsspannung (gegen Upp) Ucc 0
Analogeingangsspannungen Upp

Eingangsspannung bei externer UtesT
Taktung an OSC 1

max.
+15 V
Ucc
Ucc

Der Eingangsspannungsbereich darf an INHI und INLO bei Begrenzung -
des Eingangsstromes auf S 100 pA tiberschritten werden.

Betriebsbedingungen

min.
Betriebsspannung . Uce -
Bufferausgangsstrom IOBUFF  —
Umgebungstemperatur a 0
Taktfrequenz fosz -

KenngrdBen bei 3° =25°C, Upp = 9V, Uggg =
tosc = 50 kHz (f, = 3,125 s—1)

sofern nicht anders angegeben
Stromaufnahme (Ucc = 15V) lcc
Linearitatsfehler (eD)
Segment- und Backplans-
ausgangsspannung
Rollover-Fehler Ero
(Uggr == 100 mV; Uy ca./190 mV/
Ratiomessung (Display) . R

(Ujg = Uggr = 100 mV)
Cemmon-Spannung
(gegen Ucci Icommon = 10 pA)

TK der Cemmon-Spg. acom é':rf(-’m ,

Nulimessung Rzs (Display)
Eingangsleckstrom (Inf. param.)

typ.
9

25
50

1V,

min typ
- 100

-1

999 1000

2,6 -
150

-0 -

- 1

max.

70 °C
64 kHz

max
200 pA
+1 Digit

+1 Digit
1001
34 V
ppm

+0
pA
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Digitale unipolare
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 UA856D

- UB 856 D

" VB 856 D

- UA8563D
- UB 8563 D
- VB 8563 D

S

—— —

Digitaler Quarzweckerschaltkreis
4 Dekaden Vor- Riickwartszéhler
Dekoderschaltkreis

1 kbit statisches RAM
Statischer-1024 X 4-bit-Schreib-
Lese-Speicher

" 1024 X 1-bit statische RAM

Statischer-1024 X 4-bit-Schreib-
Lesespeicher, CMOS

2 kbit PROM

2 k-bit EPROM

8 k-bit programmierbarer UV-1éschbarer
Festwertspeicher (EPROM)

16 k-bit programmierter PROM

16 k-bit programmierbarer EPROM

Maskenprogrammierte ROM

Tastwahlschaltkreis
Matrix-Ansteuerschaltkreis
6fach Analogwertspeicher und
D’/A-Wandler
Fernsteuerschaltkreis Empfanger
Fernsteuerschaltkreis Sender
Rechnerschaltkreis
Rechnerschaltkreis
Rechnerschaltkreis
8-bit-Verarbeitungsschaltkreis
16-bit-Arithmetikschaltkreis
BusanpaBschaltkreis

Schaltkreise fiir parallele Ein- und Ausgabe
(PIO)

Serielle Ein- und Ausgabeschaltkreise
(510, DART)

Seite
179
181
184
186

188
190

192
194
196

199
202
203

206

207
211

216
219
222
225
227
231
234
237
240

243

246
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U 1500
U2148 C
uz2164C -
u2732C
U 5200
UL 6516 DG
UL7211 D\
UP7211D |
UB 8001 C }
UB 8002 D
UB 8010 C
U 8047
U 8246
uUs8272D
U 8611 DC
UL 8611 DC
UB 8810 D/
UB 8811 D
UB 8820 D
UB 8821 D
UB 8830 D
UB 8831 D
UB 8840 D
UB 8841 D
UB 8860 D
UB 8861 D
U 82720 D

Zahler-Zeitgeber-Bausteine (CTC)

Programmierbare Peripherieschaltkreise
fur den direkten Speicherzugriff (DMA)

Zentrale Verarbeitungseinheit (CPU)

Filterschaltkreis

PCM-CODEC
Zeitlagensteuerschaltkreis
PLL-Synthesizerschaltkreis
Frequenzteiler
Standardzellensystem

Statischer Schreib-/Lese-Speicher (SRAM)
Dynamischer Schreib-/Lese-Speicher
32 kbit Festwertspeicher
CMOS-Gate-Array-System
Statischer Schreib-/Lese-Speicher

LCD-Ansteuerschaltkreise

Mikroprozessoren

MMU-Schaltkreis
Einchipmikrorechner
Speicherschaltkreis
Floppy-Disk-Controller

Einchipmikrorechner

Einchip-Mikrorechner

Graphic-Display-Controller

Seite

250

253

256

259
262
266
269
272
275
277
280
283
286
289

292

295

300
302
307
310

314

318

326
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CMOS-Logikbaureihe

U 74 HCT 00 DK 4 NAND-Gatter
U 74 HCT 02 DK 4 NOR-Gatter
U 74 HCT 04 DK 6 Inverter

U 74 HCT 74 DK 2 D-Flip-Flop .

U 74 HCT 86 DK 4 Exklusiv-OR-Gatter
U74HCT 138 DK 1 aus 8 Decoder/Demultiplexer
U74HCT242DK g ¢ ive

U74HCT243 DK~ Cus/iranselver

U 74 HCT 373 DK

U 74 HCT 53‘; DK Transparentlatch

U 74 HCT 374 DK
U 74 HCT 534 DK

8 bit D-Flip-Flop

CMOS-Logikbaureihe

V 4001 D
V 4007 D
V4011 D
V4012 D
V4013 D

- V4015D

- V4017D
- V4019D
V4023 D
V 4027 D
V 4028 D
V 4029 D

V 4030 D
V4034 D

V4035 D
V4042 D
V 4044 D
V 4046 D
V 4048 D
V 4050 D
V 4051 D

4 NOR-Gatter mit je 2 Eingdngen
2 Transistorpaare und 1 Inverter

4 NAND-Gatter mit je 2 Eingéngen
2 NAND-Gatter mit je 4 Eingéngen
2 D-Flip-Flop

2 X 4 bit Schieberegister
Dekadischer Johnson-Z&hler

Vier AND/OR-Auswahlgatter

3 NAND-Gatter mit je 3 Eingdngen
2 JK-Master-Slave-Flip-Flop

BCD Dezimal-Dekoder

Synchroner binéarer BCD-Vor-

- Ruckwartszahler

4 Exklusiv-OR-Gatter mit je 2 Eingdngen
8stufiges bidirektionales paralleles/
serielles Busregister

4 bit Schieberegister

4 bit Auffangregister

4 NAND RS-Flip-Flop

PLL-Schaltung

Multifunktionsgatter

6 nichtinvertierende Treiberstufen
8-Kanal-Analog-Multiplexer/
Demultiplexer

Seite

334
335
336
337
339
340

342
344
347

354
355
357
358
359
361
363
365
367
368
370

3N
374

375
378
380
382
384
387
389

391

177



Seite

V 4066 D 4 bilaterale Analogschalter 394
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V 4044 S
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83 ggg?g Einchipmikrorechner
uC 8830 P
UcC8s31 P
UD 8860 P
UD 8861 P
U713P Tastwahlschaltkreis

U714 P Matrix-Ansteuerschaltkreis

Vergleichsliste 414

Bauformen 524
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Uia1 G

Uhrenschaltkreis zur Ansteuerung von Flissigkristallanzeigen
(LCD) bei digitalen Quarzweckern und Quarzschalt-Uhren. Der
integrierte Oszillator des Schaltkreises ist fiir eine Quarzfre-

quenz von 32,768 kHz ausgelegt.

Bauform 24
> 59
Y
S
S
i «

AnschluBbelegung

Uop

Uss

Uge

uct, DbC
COM1, COM2

abb6, gbcb, dé f6eb, a5bs,
g5c5, d5, f5e5, adbd, gdcd,

d4, f4ed, a3b3, gdc3, d3, {3e3,

a2b2, g2c2, d2, f2e2, bilcl,
aldieigl

Pkt

AL

11

4247403936 37 36 35 3[# 33323730 292821 28
43

i
|
i
i

Bezugspotential
Betriebsspannung
AnschiuB verdoppelte Betriebsspannung

Anschlusse fiir Spannungs-
verdopplerkapazitat

Ausgéinge fiir Gegenelektrode der
Flissigkristallanzeige

Segmenttreiberausgiinge

Ausgang fir Punktanzeige

Ausgang fir Weckzeichensymbol

Oszillatoreingong




RSET
TSE, TE, T1, T512

AuBere Beschaltung

RiickkopplungsanschiuB
Schaltersingéinge
Tasteneingdnge
Schaltausgang fiir Weckzeit 1

Schaltausgang fir Weckzelt 2 und 3

Summerousgang

Schaltausgang fir Riickwértsz&hler

Riicksetzeingang
Testein-/ausg&nge

% 1
Iz
Quarz U1

01'% ooe |

Uss

|

anzeige

-

-Ll/lﬂ

*Ugg — verdoppelte Betrlebsspannung

Grenzwerte

Betriebsspannung Uss
verdoppelte Betriebs-

spannung Uee
Eingangsspannung Ui
Betriebstemperatur Ya
Lagerungstemperatur Derg
(Chip im verarbeiteten

Zustand)

Kennwerte:

Betriebsspannung Uss
Stromaufnahme Iss|
Eingangsspannung fiir Schalter- Uin
und Testeingdnge U
Betriebstemperaturbereich da
Oszillatorstabilitat Af
(-Ugg = 1,85V u. ~Ugg = 1,55 V f

Fliissighristall-

Schwingquarz

to = 32,768 kHz

varigble Kapazitdt

C_ =10 bis 14 pF
Cx == 6 bis 30 pF

Festkapazitdt

C1, C2=0,1 bis 0,5 uF

min. max.
-2 <402
-4 402
- 42 O
-10 70
- 25 70
-1,2 1,8
6
-0,1 0
Uee Vee+ 0,2
-10 50
1,5-10°¢

< <<

°C

(;<<'§<
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U125 D L 2
4 Dekaden Vor-/Riickwértszéhler

Programmierbarer 4stelliger dekadischer Vor-Riickwértszdhler.
Er enthdlt 2 Speicher, deren Inhalt mit dem Z&hlerstand vergli-
chen wird.

Uber entsprechende externe Treiber ist es mdglich, 7-Segment-
anzeigebauelemente (LED) im Multiplexbetrieb anzusteuern.
Gleichzeitig steht die Ausgangsinformation auch im BCD-For-
mat an den entsprechenden Ein-/Ausgéingen zur Verfiigung.
An den 3 Zg&hleingdngen ist eine Summe- und Differenzlogik
angeschlossen, die es gestattet, in bestimmten Betriebsarten
mehrere, auch gleichzeitig auftretende Impulse zu zdhlen.

Fiir den Betrieb als Uhr enthdlt der Schaltkreis einen 2%-Vortei-
ler und die Logik zur Erzeugung von 100 Hz und 1/60 Hz-Impul-
sen. Bei Ausfall der Betriebsspannung Upp ist es méglich, den
Inhalt der Speicher und den aktuellen Zéhlerstand zu erhalten.

Bauform 14
AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen
[¥1:] Vornullen- Upp Betriebsspannung
unterdriickung SjOsC Vorzeichenausgang
sY Synchronisierung Ausgang Teiler
Cl/ZI Takt-/Nulleingang INS Vorzelcheneingabe
DO Dezimalsteile 0 IN1 Zédhleingang 1
D1 Dezimalstelle 1 12/P5 Zghleingang 2
D2 Dezimalistelle 2 P{ogrgmmleraingong 5
23 B Dezimalstelle 3 131 %:3:;:2:‘"9 3 ‘
a, b, l P Programmiereingang 1
o d - P2 Programmiereingang 2
P 7-Segment-Ausgénge UD/P6 Vor-Ruckwérts-
_" J : umschaltung
g Programmiereingang 6
" A/LDO P3 } Programmier-
B/LD1 } BCD-Ein-/Ausgéinge P4 eingdnge 3 und 4
C/LD2 (Load Digit) M1 Laden Speicher 1
D/LD3 . - M2 Laden Speicher 2
COMP1 LC Laden Zé&hler
. COMPO Komparatorausgénge RESET Riicksetzeingang
20 Nullausgang EQUAL Koinzidenzausgang
Upps gepufferte Betriebss CARRY Ubertragausgang
spannung Uss Bezugsspannung
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LZ—BEH 4020 '
sr[e #lpps  7o—LzB
evzi[]3 381y 2o—8Y
/2] | R
po[4 875056 gy dmESEH
s [ T/P6 25— L0
DZEB 35:]//‘/7 27— M7
260—{LM2
p3[l7 3A2IP5 2pe gy
a[fs 33[3/3/T 31— P2
59 7 B b i
_ 28—\ P4
.cOw adPZ2 oINS
- = 5/05C |—=37
dn 30[JINS . 36— yljpd] 70—t
g O 23[P3 yo—p " B
Flm 281 P4 §o—D1
_ 6 o~—1D2
gOm vy M 70—D3
Anpols BLM2 5oL
BiLor e 25110 76 —B/LD7,
g2 17 24 RESET ;g: f;//%
pipsis . 23[JEQUAL st
o
“comp1]19 2[3CARRY 3o Yipps
compol]20 - 210Uss 350—4NT
Grenzwerte (8, = —10...70°C) min.  mox.
Betriebsspannung Upp - 05 7.V
Eingangsspannung U, - 05 7V
Lagerangstemperatur 0_“9 ~55 125 *C
Verlustleistung - P (8, = 25°C) 0.7 W
Statische Betriebsbedingungen
Betriebsspannung Upp 4,75 525V
gepufferte Betriebsspannung Upps (YDp=0V) - 2 525V
gepufferte Betriebsspannung Upps (Upp =5V} AT 525V
Eingangsspannung L U - 05 08 V -
Eingangsspannung H Uiy 2,4 UppV
Takteingangsspannung L : Une - 05 0,45 V
Takteingangsspannung H Une ~ Upp - 20 Upp V
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Blockschaltung

s D1 D3 b0 Dz
% 00 n2 Al G $/0s¢
igit-Ein-1 -Ein- s
Alg/ d e Ausgdnge -—‘]
4 §
SR
WSteverungl { 7 "
S Joszitator
At [
- 7 A - BCD- .
- Uhrt}el/er po O(Zfser 2 or nastar k
ISteuerung ‘H’" -
=
1317 —do|Summen-
/P5—qw] U2 EQUAL
Iz/’,vy —t] fiffcrenz- HKoinzideriz '
NS — .
‘ . h ——N
LM1—:] P5 Z’;mgespm er ARV
LM2— program- °r RESET
P3 == mierung k‘; 4Dekaden ‘- 10
- P AT Ghrangs-
e —~g netzwerk
P1—w|Steuerung C
P2— : Nuller g - 20
N z
= GOMP 0
Upp ===
” ¥ Gomp 1
Usg —>
Uoos Speicher 2
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u192D

Dekoder-Schaltkreis

~ beinhaltet Bindr — 7 Segmentdekoder
— zur direkten Ansteuerung von 1- bzw. 1'/;stelligen LED-Anzei-

gen mit gemeinsamer Katode
- Eingénge sind TTL-kompatibel

*

Bauform 6

02

O

b/ w
e [
I8 ]
yZn
Uss[]

0 [

-~
3

DN D RN N

My, 2o—{m| 2
0o 3|t
#oh  s—n
1[0y
12110
17110,
70:00/
g

—o0 7
——c &
——o 9
—o 70
—77
—12
073
o /4

AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen

Kontrollanzeigeausgang

1

2 Eingang D

3 Eingang C

4 Eingang B

5 Eingang A

6 Bezugspotential

7 Ausgang Segment a
8 Ausgang Segment b

9 Ausgang Segment ¢

10 Ausgang Segment d
11 Ausgang Segment e
12 Ausgang Segment f
13 Ausgang Segment g
14 Ausgang Segment h
15 Ausgang Segment i
16 Betriebsspannung
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Grenzwerte

Betriebsspannung
Eingangsspannung
Ausgangsspannung
H-Ausgangsstrom
L-Ausgangsstrom
Gesamtverlustieistung
Lagerungstemperaturbereich

Statische Kennwerte

Betriebsspannung
Eingangsspannung L
Eingangsspannung H
Ausgangsspannung
H-Ausgangsstrom
L-Ausgangsstrom
Betriebstemperatur
H-Eingangsreststrom

Eingangsstrom der positiven
Schaltschwelle

L-Ausgangsspannung
H-Ausgangsspannung
Stromaufnahme

min
-0,5
-0.5
Ugg 0,5

~55

min
10,8

3,5

Upp -3.5 -

16,5V
Upp +0,5V
Upp +05V
25 mA
10 mA
400 mW
125 °C

15 V
0,8V
Upp V
Upp A
10 mA
0,5 mA
70 °C
30 pA
300 pA

1.7V

1,7 mA
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U 202D | =
1kbit statisches RAM in .n-Kanal-Silicon-Gate-
Technologie

— nur eine Betriebsspannung mit <4~ 5V notwendig
— Standby-Betrieb méglich (Schlafzustand)
— Wired-Or-Méglichkeit durch Tri-State-Ausgang

Bauform 6 A7 AB A3 08 Do DI Uy 8
el [ fd 3 [ [ _fol (8]

A6 A5 WE A1 A2 43 Al A0

AnschiuBbelegung und Schaltungskurzzeichen

1 A6 Adresseneingang 6 o]

2 A5 Adresseneingang 5 Z 0—2(; URZ%ZD
3 WE Eingang .schreiben® 5 ot A2

4 A1 . Adressenelngang 1 § — A3

5 A2 Adresseneingang 2 7 o— Al

6 A3 Adressenelngang 3 2 — A5

7 A4 Adresseneingang 4 7 — A8 D0 12
8 A0 Adresseaeingang 0 76 — A7

$ B Bulk 75 —1 A8

10 Ucc Versorgungsspannung 7 — A3

1 DI Dateneingang 7 o__@

12 _D_O Datenausgang 3 —<WE TKx18IT
13 CS Eingang Chipauswahl 13 HLF STATISCH
14 A9 Adresseneingang 9

15 A8 Adresseneingang 8

16 A7 Adresseneingang 7




Statische Kennwerte: bei 0o = 0...70 °C

MeBbedingungen  min max

Betriebsspannung Ucc 4,75 525V
Eingangslaststrom h Ucc =W =525V 10 uA
Ausgangssperrstrom  lo Ucc =525V 10 uA
Uo=0...525V
Ucs =2V .
Stromaufnahme lcc Ucc=U =525V 45  mA
Schlafstrom- lcecs Ucc=U =2V 30 mA
aufnahme
Ausgangs-LOW- Uor Ucc=475V 04 V
Spannung 1oL = 2,1 mA
Ausgangs-HIGH- Uow Ucc=475V 2,4 \
Spannung | lon | = 100 A
Eingangs-LOW- Ui . -05 08V
Spannung i
Eingangs-HIGH- Ui 2 Ucc V
Spannung .
Schlafspannung Jccs 2 v
Dynamische Kennwerte: bei 3, =0...70 °C
Dauer des Lesezyklus trC 400 ns
Ausgangsverzdgerung tco 200 ns
Zugriffszeit tacc 400 ns
Grenzwerte: Spannungen auf Masse bezogen
Betriebsspannung Ucc -05 7V
Eingangsspannung Ui -05 7 V
Ausgangsspannung Uo -05 7 V
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U 214D 30 ‘ ' 2

Statischer- 1024 X 4 Bit-Schreib-Lese-Speicher-
Schaltkreis in n-Kanal-MOS-Technologie

Selektionstyp: U214 D 20

Anfalltyp: U214D 45

— Speichermatrix mit 64 Zeilen und 64 Spalten

~ Adresseneingangsschaltung fiir 10 Adressen

— 64 Zeilendekoder

— 16 Spaltendekoder

— 4 bidirektionale Datenein-/-ausgangsstufen mit Leseverstérker
— Chip-Auswahl-Steuerung (Power-Down-Steuerung)
— Schreib-Lese-Steuerung

— Substratvorspannungsgenerator

- Tristate-Ausgénge

- Reduzierung der Stromaufnahme im Ruhezustand

Bauform 7
I A =T 7] 2
A5[C]2 17[JA7 7omdA2
A4[O3 76[]A8 4o—1A3
Jo—A4
¢
A3l 15[JA9 A gy4 20—
Aol s #4100 70— 46 07 ”
A1 6 BLI0T 17— A7
az20]7 2oz 167148 pzf—en
— 750—1A9 23 Tl
s s 171103 ——
wls wbw 0T fe
83! 700——YWE
AnschiuBbelegung
A0 Dbis A9 Adresseneingdnge D 0 bis D3 Datenein- und -ausgénge
WE Schreibsignal Ucc Betriebsspannung
CS  Schaltkreisauswahl Uss Masse
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Grenzwerte alle Spannungen sind auf Ugg (Masse) bezogen

Betriebsspannung

Eingangsspannung

an allen Eingéngen
Ausgangsspannung
AusgangskurzschluBstrom
Verlustieistung
Betriebstemperatur
Lagerungstemperatur

VUce

min
0

-1,5
-1.5

0
~55

max

7.0

7.0
7.0
5
1
70
125

Betriebshedingungen alle Spannungen sind auf Ugg (Masse) bezogen

Betriebsspannung
Eingangs-LOW-Spannung
Eingangs-HIGH-Spannung
Umgebungstemperatur

Kennwerte alle Spannungen sind auf Ugs (Masse) bezogen

Eingangsleckstrom

L-Ausgangsspannung
H-Ausgangsspannung

CS-Zugriffszeit U 214D 45

U214 D 30
U214 D 20
Adresszugriffszeit U 214 D 45
U 214D 30
U214D 20
Betriebsstrom- U 214 D 45
verbrauch U 214 D 30
V214D 20
Ruhestromverbrauch

Bingangskapazitét

Yecc
Ui
Uiy
4

P |

tAvDV

lccop

lcer

S

min
4,75
-1,0
2,0
]

Einstellwerte
Uee = 525V,
Ui = Uss
Uiy = Ucc
Ul = 4,75V,
lp = 2,0 mA
Uce =475V,
lp = -0,4 mA
Ueg = 4,75V

Uce = 475V

Uce =50V,
Ull = USS'
Uy = Ucce
= 25°C
Uecc =50V,
Uy = Ugs,
Uiy = Yce
8, == 25°C
Uce = 5.0V
8, =25°C

typ
5.0

25

min

max
5,25 V

0.8
5.5
70

v

v
Y
mA
w
°C
°C

v
v
‘C

max

10

0,8

450

200
450

200
95

120

40

10

nA

ns

ns

ns
ns
ns
mA

mA

mA

13

g
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U215D - U225D R 4

Statischer 1024 X 1-Bit-Lese-Schreib-Speicher-
Schaltkreis (RAM) in n-Kanal-Silicon*Gate-ED-
Technologie

Anfalltypen: U215D1-U225D 1

— Speichermatrix mit 32 Zeilen und 32 Spalten
— Adresseneingangsschaltung fiir 10 Adressen
— Spaltendekoder mit Schreib-/Leseverstdrker
— Zeilendekoder

— Ein-/Ausgabesteuerung

— Subtratvorspannungserzeugung

~ open — drain — Ausgang (U 215 D)

— Tristate-Ausgang (U 225 D)

Bauform 6 )
AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen

AD...A9 Adresseneingénge
WE Schreibsignal
CS  Schaltkreisauswahl
Dt Dateneingang

DO Dotenausgang

Uec Betriebsspannung

Ugg Masse

Uy DI WE AS A8 A7 A6 AS
(6] (5 [ [@ [2 (M [0 {9}

|
-JJEJL?JL&.ILHMLZIMJ
G5 A0 AT A2 A3 A4 DO Ug
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Grenzwerte

Alle Spannungen sind auf Uss (Masse) bezogen

Betriebsspannung Ucc
Eingangsspannung

an allen Eingéingen Ui
Ausgangsspannung Uo
AusgangskurzschluBstrom Ip
Verlustleistung Py
Betriebsumgebungs-
temperatur Va
Lagerungstemperatur Useg

Betriebsbedingungen

min
-0,5
-0,5

-0,5
20

0
~55

max

7V

7V

7V
mA

1W

70°C
125°C

Alie Spannungen sind ouf Uss (Masse) bezogen

Versorgungsspannung Ucc
L-Eingangs-
spannung Ui

~ H-Eingangs- .

~ spannung Ui

Umgebungstemperatur Ya

~ Wichtige Kennwerte
" L-Ausgangsspannung

~ (bei Ucc = 4,75 V) UoL
~ H-Ausgangsspannung

~ (bei Ucc = 4,75V) UoH
- Stromaufnahme lcc

- Zugriffszeit tAA

(U215 D, U225D)
- (U215D1,U225D 1)

Eingangskapazitdt
(alle Eingénge; #a = 25 °C;
Ucc =5V;t=1MHz) Ci
AusgangskapazitGt

' (§a = 25°C; Ucc =5V;
f=1MH2) Co

min
4,75

-0,5

2V
0

2,4

typ max
5 525V

08 V

Ucc
25- 70°C

08V

-V
100 mA

80 95 ns
100 140 ns
5 pF

8 pF
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US224D20 @

Statischer-1024 X 4 Bit- Schreib-Lese- Speicher-
Schaltkreis (sRAM) in CMOS-Silicon-Gate-
Technologie

Selektionstypen: VL 224 D 20
Anfalltypen: U224D 30 UL224D 30

— Speichermatrix mit 64 Zeilen und 64 Spalten

— Adresseneingangsschaltung fir 10 AdreBleitungen

— Spaltendekoder mit 4 Schreib-/Leseverstdrkern

— Zeilendekoder

— Taktsteuerung

— 4 bidirektionale Datenein-/-ausgénge

— Tristate-Ausgdnge

— durch Betriebsspannungsabsenkung Schlafzustand méglich

Bauform 7
As Tl L b”w so—Ja0]sram
As)2 17[)A7 §o—A7 ™
7o—1A2
As[d3 16[348 [ pob—om
A3 J4 75148 JOS pys
4als  w[oo 2045  |PIB
A116 23[1D1 777‘*—26; D212
A_Z[: 7 121102 160— A8 D317
508 n1n3 50— A9|
Uss (19 0 1WVE 8—ICs
0 —WE

AnschluBbelegung

A0 bis A-9 Adresseneingdnge D 0 bis D3 Datenein- und -ausgdnge
WE  Schreibsignal Uee Betriebsspannung
CS Schaltkreisauswaht Ugs Masse
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Grenzwerte alle Spannungen sind auf Ugg (Masse) bezogen

min max
Betriebsspannung Uce -0,5 70 V
Eingangsspannung
an allen Eingéngen U, —0s5 70 V
Ausgangsspannung Up -0,5 7.0 V
Verlustleisturlg Py 0,5 W
Betriebstemperatur Bq 1] 70 °C
~25 85 °C"
Lagerungstemperatur Gng -85 125 °C
etriebsbedingungen alle Spannungen sind auf Ugg (Masse) bezogen
min typ max
Betriebsspannung Ucc 4,75 50 525 V
Schlafspannung Uccs 2,0 v
Eingangs-LOW-Spannung Ui -0.3 0,8V
Eingangs-HIGH-Spannung Uy ucc -2 Uee +03V
Umgebungstemperatur ¥q 0 25 70 °C
-25 85 °Ch
Kennwerte alle Spannungen sind auf Ugg (Masse) bezogen
Einstellwerte min max
Ruhestrom U 224 D 30 lccsg Yoo = 5,25V, Uy = Uss 500 nA
VL 224 D 20, UL 224 D 30 Uy = VYee 50 nA
US 224 D 20 ' 5 nA
L-Ausgangsspannung Uop Ycc =475V, U = Uge 0,4V
Uiy = Ucer 1o = 2,0 mA
H-Ausgangsspannung Uoy YUeg = 475V, U = Ussr 2.4 v
Uy = Uce: lo = =0.4 mA
CS-Zugriffszeit tclpy Yo = 475V, Uy = Ugg’
U 224 D 30, UL 224 D 30 Uy =Vcc 300 ns
US 224 D 20, VL 224 D 20 200 ns
Stromaufnahme Icc Yec =50V, Uy = Ugg, 6 mA
: Uy = Ucc, #g =25°C
Schlafstrom lces Yee = 3.0V, Uy = Ugg,
UL 224 D 30, VL 224 D 20 Uy =VUcc 30 pA
US 224 D 20 : 3 pA
Verzégerungszeit
CS-Ausgang aktiv tcpx Yee= 5.0V, Uy = Uss, 80 ns
CS-Ausgang hochohmig tenpzVIH = Ve 8 = 25°C 80 ns
WE-Ausgang hochohmig twiDZ 80 ns
Eingangskapazitét C  Ugc=150V, 8, = 25°C 10 pF

1) gilt fiir VL 224 D 20

N
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Us51D

2 kbit statischer, elektrisch programmierbarer
Festwertspeicher (PROM) in p-Kanal-Silicon-Gate-

Technologie
— Ausgabe in 256 Worten zu je 8 bit

*

- Betriebsspannung Ugg zur Verringerung der Verlustleistung

taktbar

- alle Eingdnge sind mit integrierten Gateschutz-Elementen

versehen

Bauform 11

1307 bu,,,, 3 o—
120}z [ e 20—

1173 Y
70—

(34 14
0205 Mis 2o
036 (/6 20—
047 /7 19 o=t

0518 /8
18 o~

06 (T e
07w aps 17—
08 [0S T~y
Uee [1/pg 73 o—

PROM

256x8
BIT

07—k
02}—5
03}—o6
O4p—o7
05p—o8
06 o9
07310
08 f—o11

AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen
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Grenzwerte im Lesebetrieb: (bezogen auf Ucc = Uss)

Betriebsspannung Use  —=20...03V
Betriebsspannung Uop -20...03V
Eingangsspannung Ui -20...03V

Statische Kennwerte im Lesebetrieb: bei 8 = 0...70°C

Ucc = Uss
MeBbe- |
dingungen min typ max
Betriebsspannung — Ucoc 855 9 945V
Betriebsspannung ~ — Upbp 855 9 9,45V
Betriebsspannung Ucc 475 5 525V
Eingangsspannung — Uin Ucec =2V Ucc+ 03V
HIGH
Eingangsspannung Ui Upbo 0,65V
LOW )
Eingangsreststrom —~h Ucc == Ubp 3 uA
=Ucc=0V )
— U =10V
Ausgangsspannung Uot  loL=1,6rA 04 V
 Ausgangsspannung Uow — loH 2,4 v
| = 0,5 mA
- Stromaufnahme lee 1 WA
| lopo © Usc=Upp= -9V 40 mA
Ucc =5V,
loL =0 mA
~ Dynamische Kennwerte im Lesebetrieb
- Zugriffszeit —ly tACC 1 us
 Haltezeit fur Information  tonc 5 wus

- am Ausgang
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Us52C &

2 kbit statischer, elektrisch programmierbarer

Festwertspeicher (EPROM) in p-Kanal-Silicon-Gate-

Technologie

— Ausgabe in 256 Worten zu je 8 bit

- Betriebsspannung UGG zur Verringerung der Verlustleistung
taktbar

—durch spezielle Geh&useausfilhrung konn eine eingeschrie-
bene Information mit UV-Licht geléscht werden.

- fiir CS = L ist der Festwertspeicher ausgewéhlt

— alle Eingéinge sind mit integrierten Gateschutz-Elementen ver-
sehen

Bauform 12 3 —{A0 TEPOA
01p—o4
20—A7
7—A2| 02yr—5
21 A3
] 03f—o6
20— A4
19— A5 047
—asl | sl
7 )ﬂ‘ —0
TGS 63
730—1% 07—
22 P7
256 x8
23:;72 BIT 08\—1
AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen
AQ0...A7 Adresseneingdnge CS Chip-select-Eingang
01... 08 Datenausgéinge PR Programmierimpulseingang

Ucc. Ypp, Ysag, Ve, Betriebsspannungen P 1, P 2 Priifeingénge

W,
Strahlungsdosis Ow min = 6 —s;fiir Quarzglasdeckel
fir Léschung: cm

W,
Ow min =15 c—ms: fiir Keramikdeckel, Ayy = 254 nm




Grenzwerte
Grenzwerte im Programmlerbetrleb (bezogen aufUcc)

min typ max
Betriebsspannung UG —-40 Ugg+40,3V
Betriebsspannung Upp" —48 Ugg 40,3V
Betriebsspannung Upg 0 132 V
Eingangsspannung U, —48 Ugg+0,3V
Betriebstemperatur Vg 25°C + 5K

Grenzwerte Im Lesebetrieb (bezogen auf Ugc —UBB)

Betriebsspannung Ugg —20 ) 0,3V
Betriebsspannung Upp —20 0,3V
Eingangsspannung U —-20 0,3V
Betriebstemperatur Tq 0 78 °C
Lagertemperatur ﬂs,g ~55 -+125 °C

Statische Kennwerte
Statische Kennwerte im Lesebetrieb, bei 045 = 0°C...70°C, Ucc = Ugp

Betriebsspannung ~-Uga 8,55 9 9,45V
Betriebsspannung -Upp 8,55 9 9,45 V
Betriebsspannung ) Ucc 4,75 5 525V
Eingangsspannung -Uy Ucc -2V Uce 403 V
Eingangsspannung . - -Up Upp 0,65 V
Eingangsreststrom : -1 3 pA
bel Ugg = Upp = Ucc =0V

-U; = 10V

Ausgangsspannung UoL '0’.4 v
bei lgp = 1,6 mA

Ausgangsspannung Uon 2.4 v
bei ~ig == 0,5 mA

Stromaufnahme ’ [fcTc} 1 uA
bel Ugg == Upp= -9V Ipp

UCC =5V, IOL = 0 mA 40 mA
Clampstrom

bel Ug = -1V ICF 10 mA
zuldssige Gesamtverlustleistung P, 800 mW

) Upp bzw. U} diirfen einschlieBlich Uberschwinger die angegebenen
Grenzwerte nicht {iberschreiten.
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Statische Kennwerte im Programmierbetrieb, bei ¥4 = 25°C,

Ucc =0V, Uge =0V

Betriebsspannung
Betriebsspannung
Betriebsspannung
Eingangsspannung
Eingangsspannung
Eingangsspannung
Eingangsspannung
Stromaufnahme
(Spitzenstrom)
bel —-Ugg = 40V
~Upp =48V
Ugp =12V
Stromaufnahme
bei ~Ugg =40V
~Upp = 48V
Ugg =12V
Stromaufnahme

Dynamische Kennwerte

~Uge
-Yop
Ugs
Uiy
U
UprH
—UpRrt
’DD‘)
Ibp?

1gg”
6"

IpR: 'pa: loP"

Dynamische Kennwerte im Lesebetrieb

Zugriffszeit
e — &

Haltezeit fir Information

am Ausgang

tacc

tOHC

min

35
46
10,8
-2
40
-2
46

typ

Dynamische Kennwerte im Programmbetrieb, bei 0, = 25°C,
Ucc =0V, Ugg = 12V, Uy = 0V:

Tastverhéltnis Ugg, Upp
Programmlsrimpulsbreite

bei ~Ugg == 35V

~Upp == -Upg == 48 V

Datenbereitstellzeit
Datenhaltezeit

) Strom ist auf den angegebenen Wert zu begrenzen

/T
PR

IDW
DH

?) fir eine Zeitdauer von max. 100 ps
3) Stromergiebigkeit der U gg -Quelle mindestens 100 mA

25
10

max
40 V

L1322V
0,3V
48 VvV
03V
43 V
150 mA

mA

W
3
@
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Uss5C - ¢

8 kbit elektrisch programmierbarer UV-|8schbarer
Festwertspeicher in n-Kanal Silizium-Gate-Technik
- Organisation 1k X 8 bit, TTL-kompatibel
— fiir CS == L ist der Festwertspeicher qusgewdhlt
~ alle Eingdnge sind mit integrierten Gateschutzelementen
versehen
—der U 555C ist mit entsprechendem Bitmuster dem ROM
U 505 D anschluB- und bedingt signatkompatibel

Bauform 12

AQ |EPRO;

A1 01+—=3
A2 0210
A3 0311
A4

A5 oyt—13
A6 05— T4
A7

A8 0615
A9 072176
cs

o i ] ol

Strahlungsdosis fur Léschung:
w
Ow min 2215 -— flr Quarzglasdeckel
: Ci

W,
Ow min == 30 sz fir Keramikdeckel, %y = 254 nm

AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen

1 bis 8 Adresseneingdnge ' 19 Betriebsspannung Upp
9 bis 11 Dateneln- und -ausgénge 20 Chip-Auswahl!/Schreib-
12 Betriebsspannung Ugg = signal

4 Bezugspotential . 21 Betriebsspannung Ugg
13 bis 17 Datenein- und -ausgénge 22 und 23 Adresseneingdnge

18 . Programmiereingang 24 Betriebsspannung Ucc
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Grenzwerte (auf Ugg bezogen).

Betriebsspannungen

Betriebsspannung fir

Programmierbetrieb

Eingangsspannung i. HI'H
Eingangsspannung CS/WE

Umgebungstemperatur

Lagerungstemperatur

Gesamtverlustieistung

By = 45°C

Statische Kennwerte (auf Ugg bezogen)
¥

Betriebsspannungen

Eingangs-HIGH-Spannungen

fir Chip-Select, Adressen und

Daten

Eingangs-HIGH-Spannungen

fiir Programmierung an CS/WE
Eingangs-LOW-Spannung
Umgebungstemperatur

Eingangsreststrom

Ausgangsreststrom | o l

Ausgangsspannung Ug
Low .

Ausgangsspannung  Ugpy
High

Statische Strom-
aufnahme

'sB
lcc

bp

|
|

~Ugs
Yee
Upp

UiH1
U2
U

-0,5
-0,5
-0,5
-0.5

min
4,75
4,75
1,4

3,0

11,4
-0,5

MeBbedingungen

U4
UCs/we
UoH
UCs/we
oL

UL

U
-Ups

Ucc

Upp

Uin

UCS/we

L

[

55
55
55
3,0
1.6

<< <<

A

3

08 Vv

525V
525V
12,6 V
525V
525V

mox

15
15
32

<< <<

15
70
125

A< <

°C

1,25 W

max
525V
525V

126 V

typ
5,0
5,0
12,0

Uec +05 V
12,6 V

08 V

25 70 °C

max

7 A

7 pA

04V

2.4 \E
—45 mA

65 mA,
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MeBbedingungen min max

Programmierte IPR1  Yin =3V ?0 mA
Stromaufnahme Ucs/we= 114V
Upp =26+ 1V
bz Upp =1V.Uy =3V, -3 mA
UGs/wr = 114V

Eingangskapazitét G 6 pF
Ausgangskapazitét Co ’ 12 pF
Dynamische Kennwerte
Zugriftszeit tacc YUcc = 4,75V 45C ns
Ay, Ay UDD =11,4 V
Chip-Selektions- tco 12C ns
zeit
Chip-Deselektions- top 120 ns
zeit
Programmierbedingungen min typ max
Betriebsspannungen Ugg -5.25 -0,5 —4,75V
bezogen‘ auf Ugg Uee 4,75 5.0 525V

, Upp 114 12,0 12,6 V
Programmierimpuls Upgy 25 26 27V
H-Pegel i
Programmierimpuls Upgrt 0 1V
L-Pegel
Betriebstemperatur Bq 20 25 30 °C
(Programmierbetrieb)
Programmierimpuls- tp 0,1 1 ms
breite .
Programmierimpuls- tprr 0.5 2 ps
anstiegszeit R
Programmierimpuls- tpRE 0,5 2 us
abfailzeit .
Programmierzelt "N.tp 50 ms
Adressenbereitstelizeit tas 10 ms
CS/WE-Bereitstellzeit . tcss 10 nus
Daten-Bereitstellzeit s 10 us
AdressenHaltezeit 5) taAH 1 us
CS/WE-Haltezeit 5) - tCH 0,5 ps
Daten-Haltezeit tpH 1 us
Datenverzdgerung nach
Programmier-/Lese- tDPR 10 s

umschaltung .
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U2616 D L 4
16 k bit durch den Hersteller elektrisch
programmierter Festwertspeicher (PROM)
in der Organisation 2048 X 8 bit
— Betriebsspannung: Ucc = 5V
~ Zugriffszeit im Lesezyklus: U 2616 D 45: Taypv = 450 ns
U 2616 D 39: Tavov = 390 ns
— im Standby-Modus um ca. 75 %/, geringerer Betriebsstrom
— three-state-Ausgdnge
— Bestellung nach MME-Werkstandard
Bauform: 11
arcr 2 e o] A9\ ppom by g
e S
A‘5[:3 ZZ:JAS 5 o=t A3 23 —o1713
A4[)4 211 ] Upp yo— A4 D4 oy
43¢ 0[] 0F 30— A5 05 b5
426 19[A1w 20— A6 D6 |16
a1d7 [ 70— A7 27 17
yyimE] 707 2807 A8
yYink; 606 55: j;
21w 15105 P F
20 w04 e oF
Uss 2 13103 21 )

AnschiuBbelegung und Sldmltungskurzzeichen

AO0...A10 Adresseneingdnge

Upr

Programmiereingang

CE Chipaktivierungseingang D 8 ... D 7 Datenein-/-ausgénge

OE Eingang zur Freigabe
der Ausgdnge

Weitere technische Daten siehe U 2716 C gleicher Zugriffszeit
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U2716 C 2

16 k bit elektrisch programmierbarer, UV-[3schbarer
Festwertspeicher (EPROM) ‘
in der Organisation 2048 X 8 bit.

— Betriebsspannung im Lesebetrieb: Ucc = 5V
— Zugriffszeit im Lesezyklus:
U 2716 C45: Tavov = 450 ns
U 2716 C 39: Tavbv == 390 ns
U 2716 C35: Tavov = 350 ns
— im Standby-Modus um 75 9, geringerer Betriebsstrom
— three-state-Ausgdnge, bidirektionale Datenpins
— zum Programmieren werden 50 ms — Programmierimpulse
TTL-Pegel verwendet
- byteweises Programmieren ist mdglich

Bauform 25
70— 47 EPROM) p1 b—omp
6o— Az |VZ70C py |—ors
§o— A3 | 03 13
4o A4 D4 74
Jo—1 A5 D 75
20— A6 D6 =16
To— A7 7 ‘—‘?77
23— A8
22— A9
19— AW
8 CE
.2 0f
27 Upp
Anschlubelegung und Schaltungskurzzeichen
AD...A10 Adresseneingdnge Upg Progrommiereingang
CE Chipaktivierungseingang D 0... D 7 Datenein-/-ausgénge

OE Eingang zur Freigabe
der Ausgdange

Strahlungsdosis fir Loschung:
Gmin = 15 Ws/cm? fir Quarzglasdeckel, Ayy = 254 nm

m
Opin == 30 Ws/cm? fur Keramikdeckel, Ayy = 254 nm
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Upr

Grenzwerte (Ugg = 0V)

Eingangsspannung
auBer Upg
Programmierspannung
Gesamtverlustleistung
Umgebungstemperatur
Lagerungstemperatur

Statische Kennwerte (Ugg = 0 V)

Betriebsspannung

zustand
Eingangs-Low-Spannung
Eingangs-High-Spannung
Eingangsreststrom
Ausgangsreststrom

Ausgangs-Low-Spannung
Ausgangs-High-Spannung
Eingangskapazitat
A0...A10; CE; OE
Ausgangskapazitét

Stromaufnahme

U 2716 C 39, U 2716 C 45
U276 C35
Stromaufnahme

im Ruhebetrieb

U 2716 C 39, U 2716 C 45
U 2716 C35
Stromaufnahme

im Lesebetrieb

U 2716 C 39, U 2716 C 45
U 2716 C 35
Stromaufnahme

an Upg wihrend des
Programmierimpulses

U 2716 C 39, U 2716 C 45
U 2716 C 35

im Nicht-Programmier-

Ucc
UPRR

U

Uin
I
lo

Iccop

lccr

lprOP

IpR2p

MeBbe- min. typ.
dingung

4,75

max.
6,5V

26V

W
70 °C
125 °C

max.

5,25V

Uce =0.6 Ucc Yee H06V

-0,3
2,0 Uke
U - 55V
Up =55V
OE = Upy
lop = 2,1 mA

loy = 0.4 mA 2,4

CE = Uy
CE = Uy,
CE = Uy
CE = Uy,
CE = Uy
Upg = 5,25

08V
+1V

0,01 mA
0,01 mA

0,4V
v
6 pF

12 pF-
100 mA
120 mA

25 mA
30 mA

30 mA
40 mA




Dynamische Kennwerte (Ugg = 0 V)

&-Zugriﬁszsit Tclov
U 2716 C 45

U 2716 C 39

U 2716 C35 _

Verzégerung OFE—~ ToHDZ

Ausgang hochohmig

Verzdgerung CE— TcHDZ

Ausgang hochohmig

P PO Ty
bbb L et

Programmierspannung
Betriebstémperatur
Adressenvorhaltezeit
‘OE-Vorhaltezeit
Datenvorhaltezeit
Adressenhaltezeit

OF-Haltezeit

Datenhaltezeit
Verzégerung "OE-Ausgang
(CE=Uy) __
Verzégerung OE-Ausgang
aktiv (CE = U)
Programmierimpulsdauer

C_E-Anstiegs- und Abfalizeit

MeBbe-
dingung

OF = Uy

ToucH
ToveH
Tciax
TcloL
Tciox
ToHDZP

O NN DN

ToLpoxp

Tehel 45
TCeAN 10

max.

450

350
100

120

25,5
30

120
120

55

\

°C
us
us
us
us
us
us

ns

ms
ns
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U2364D-U2365D e

Maskenprogrammierte Festwertspeicher (ROM)

mit einer Speicherkapazitdt von 65 536 bit

in der Organisationsform 8192 >< 8 bit

—im Ruhezustand (standby) sinkt die Stromaufnahme auf
28 9/y; die Ausgdnge sind hochohmig;

- zur Erleichterung der Zusammenschaitung mehrerer Schalt-
kreise zu gréBeren Speicherkomplexen sind programmierbare
CS-Eingénge vorgesehen;

— der U 2365 D hat zusdtzlich die Mdglichkeit, die Adressen in
internen Latches zwischenzuspeichern.

Bauform 13

10 A8 '

90— 47 ROM

go— A2

70— A3 ‘
6o A4 08 =1
501 A5 D71 P12
40— A6 D2 13
Jo—1 A7 D3 15
25— A8 D4 16
24— A3 b5 77
21— A0 06 o
23— A1 07 79
20— A2

20 CE

22 0E

27— 0S1

260— 052

AnschiuBbelegung und Schaltungskurzzeichen U 2364 D
A0...A 12 AdreBleitungen CE; C51; CS2 Chip-Aktivierungs-
N - eingénge
DO0...D7 Datenleitungen OE Datenausgang-
. Freigabe
Ugg Bezugspotential AS Adressenstrobe

Upp Betriebsspannung NC nicht angeschlossen
(kann mit einer
Spannung
0V = U = Upp

belegt werden)
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o—1 44
Jo— AT ROM
8 A2
7 A3 g |11
6= A4 b1 72
So— AS 02 73
Yo—1 A6 D3 —o 75
3o A7 D4 176
2501 A8 D5 o717
24— A9 D6 18
27— AT0 D7 19
23— A71
20—y CE
2 OE
- 27 AS

280 €8

AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen U 2365 D

Grenzwerte ( Ugg =‘0 V)

min, max.

y Betriebsspannung Upp -0,5 7.0V
Eingangsspannung Uy -0,5 70V
Gesamtverlustleistung Peot 1.0 W
Lagertemperatur 9,,9 ~55 125 °C
Lastkapazitat . L 5 nF
Statische Kennwerte (Ugg =0V, 9, = 0...70°C)

min, maox.
Betriebsspannung Upp 4,75 5,25 V
Betriebstemperatur 8, 0 70 °C
Eingangsspannung High“ Uiy 2,0 Upp +0.5 V
Eingangsspannung Low Un ~0,5 08V
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Eingangsreststrom
Ausgangsreststrom

Statische Stromaufnahme
aktiv

Statische Stromaufnahme
standby

Ausgangsspannung Low
Ausgangspannung High

Dynamische Kennwerte

Verzdgerungszeit
Adressen zu D

Anstiegs- und Abfallzeit
der Eingangssign.
Verzdgerungszeit
CSzubD

Verzdgerungszeit
HL-Flanke CE zu D
Verz8gerungszeit
OEzu D
Verzdgerungszeit
CSzuD hochohmig
Verzégerungszeit

LH-Flanke CE zu D
hochohmig

Verzégerungszeit

LH-Flanke OE zu D
hochohmig

Haltezeit D nach
Adressenwechsel

Bereitstellzeit Adressen
vor HL-Flanke AS
Haltezeit Adressen
nach LH-Flanke AS
L-Impulsbreite AS
Bereitstellzeit CE = L
vor HL-Flanke AS

4 U =525V
|'c|  OE = High
Up = Uss
, Yo = Upp
IDD1 CE = U"_
OE = Uy
Ibp2  CE = Uy
OE — Uy
UoL loL=3.2mA
Uon lon = 400 A 2,4
MefBbe- U 2364 D 45
dingung U 2365 D 45
min, max.
tAvDV 1) 450
Y H YL 10
tsypV D] 450
tcipy D 450
toLDV D] 120
tsxpz b 0 220
tCHDZ D] 0 120
'DHDZ 1) 0 120
tAxpx " 0
tavie " 0
tHax D70
ot D 80

ot D 80

1) Last: 2 TTL-Lasten 4+ CL = 100 pF

max.

10 pA

10 pA
140 mA
40 mA

04V

V

U 2364 D 30
U 2365 D 30

min. max,
300 ns
10 ps
300 ns
300 ns
100 ns
0 180 ns
0 120 ns
Q 120 ns
o ns
0 ns
70 ns
80 ns
80 ns
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Uu713D L 4

Telefontastwahl-Schaltkreis

Der U713D dient dem Aufbau eines vollelektronischen Tast-

wahlblockes, der nach dem Impulswahlverfahren arbeitet und in

alle Fernsprechendgerdte eingebaut werden kann.

Im U 713 D sind folgende Grundfunktionen integriert:

~ Nummerneingabe

— Steuerung der nsi- und nsa-Kontakte im geforderten Zeit-
schema

— Einstellung der Lénge der Zwischenwahlpause

- Einstellung des Tastverh&ltnisses des nsi-Ausganges (LINE)

— Ziffernspeicher fiir max. 22 Ziffern einschlieBlich Wahlunter-
brechung

— Wahlunterbrechung (Access-Pause)

— Wahlwiederholung (Redial-Funktion)

Bauform 7

ke[ 17 BT 7‘773 ",;[l; L =3
K132 w[TIKSS  20—n3 M o4

K14 s 0 P 1

76 ——1K52

”ysz";‘ 75:]KS1 77 s3]

Uppy L35 waM g1

er Ce B[ AHs  720—18M

7 661

(_,‘_[: 72 8M 4 f

r Oe n{30P god o |

L Os [y ggo—#s

Anschlubelegung und Schaltungskurzzeichen
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B R I A A N

} KEYBOARD I[N, Tasteneingénge (Zeilen 2...4)

Betriebsspannung fiir die Gbrige Schaltung
Betriebsspannung fiir RAM und Schreibzéhler

CLOCK IN [
CLOCK Anschliisse fur externe Oszillator-RC-Beschaltung
ciock | :
LINE, nsi Ausgang
10 Masse
1 INTERDIGITALPAUSE, Programmlereingang, Zwischenwahlpause
12 BREAK/MAKE, Programmiereingang Tastverhdltnis
13 HANDSET, wertet Zustand des Handapparates aus (4 Gabel-
umschalterfunktion)
14 MASK, nsa Ausgang
15 \ u
16 I KEYBOARD SCAN, Tasteingéinge (Spalten 1...3)
17
18 KEYBOARD IN, Tasteingang (Zeile 1)
Grenzwerte
min max
Betriebsspannungen . Upp1: Ypp2 -0,3 7V
Eingangsspannung Uy -0,3 Upp + 0.3V
Ausgangsspannung Uo . -0.3 Upp -+ 03V
Gesamtverlustleistung Peot - 300 mW
Lagertemperatur stg -55 125 °C
Kennwerte (Ugg = 0V; 3, = 25°C)
Betriebsspannung')?) Upp1- Uppa 2,5 53V
Betriebstemperatur L -25 70 °C
Eingangsspannung Uy 0 Upp V
Eingangsspannung L Uy 0 0,5V
Eingangsspannung H U Upp —0.5 Upp V
Statische Stromaufnahme Ippy (Uppy = 5V) 7 pA
Ipp2 (Upp2 = 5V) 200 pA

) Uppr Upp2 \
) Uppz mubB innerhalb von 20 ms von Ugg auf 2,5V ansteigen.
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U714P *

Schaltkreis speziell zur Ansteuerung von Flissigkri-
stallpunktmatrixanzeigen. Der kaskadierbare Schalt-
kreis ist Teil eines LCD-Punktmatrixdisplays, welches
im VEB Werk fiir Fernsehelektronik Berlin hergestellt
wird. . ‘

Bauform 26

Index- Y¥31Y32 Y33 Y34 Y35 Y36 Y37 Y38 Y39 Y4() Y41 Y&2 Y43 Y4 Y45 (106
ecke

vao 957654327646362616059585756:“/05
y29 [J10 s5[Juos
y28 [In s«[Juo3
y27 12 53 uoz
Y26 1713 s2[Juon
y25 [ 1 Fc2
Y24 )15 50[JsHL2
v23 [} 43 1SHLT
y22 (317 48[ M
Y21 18 471 DR2
Yoo 19 - w[bpL2
y19 [J20 45[1DR7
y18 []27 44 oL7
o yi7lj2z 43 Upp
- vis 23 42[cL2
e %5 26 27 28 29 3031 32 33 3¢ 35 36 37 38 9 4047:]0“
|RjNjEIEIRIRININININIEERIRERIR N
Y4 YIZYIZYTIYIO Y Y8 YT U Y6 Y5 Y& Y3 Y2 Y1 Uge

 Anschlufibelegung
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Anschlubezeichnungen

Upp Betriebsspannung fiir Logik

Ugg . Betriebsspannung flir LCD-Treiber
Ugg Bezugspotential

U1l, U2 Betriebsspannung fiir LCD-Treiber

(ausgewdhlite Zeile bzw. Spalte)
Blécke 1 und 2

U3 U4 Betriebsspannung fiir LCD-Treiberblock 1
(nicht ausgewdhlt)

us, Us Betriebsspannung fiirr LCD-Treiberblock 2
(nicht ausgewahlt)

SHL1 Eingang fiir Schieberichtung Block 1

SHL 2 Eingang fir Schieberichtung Block 2

DL 1, DR1 Datenein-[-ausgang vom Block 1

DL2, DR2 Datenein-f-ausgang vom Block 2

M Eingang des Wecksignals fiir LCD-Treiber

CL1 Eingang des Ubernahmetaktes fiir Ausgaberegister,
highaktiv

CL2 Eingang des Schiebetaktes fiir Schieberegister,
highaktiv

FC2 Eingang des Moduls fir Block 1

Y 1 bis Y35 LCD-Treiberausgénge des Blockes 1

Y 36 bis Y 45 LCD-Treiberausgépge des Blockes 2
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Blockschaltung

Y1 e Y35
UU‘I{UOZ i
o304 LCD - Treiber
M |
L bernahmelaidl 35 it - Ausgaberegister Schisbe-
richtung
T——SHL1
oLt .gj:::;ta 7| 35stufiges bidirektionales
cL2 Schicberegister [~ DR1
Umschalfer .t apetakt
8 10stufiges bidirektionales
L2 Da Py iy r+—— DR2
(FLM) } Schieheregister ?
Umschalter Schiebe- SHL2
| 10bit-Ausgaberegister  |" ichtung
1 nah
3 FG2 tg/d-me
uo1/ue2 . LGD - Treiber
- U05/U06 — ‘
Y36 e Y45
Grenzwerte
min max
Betriebsspannung Upp ~7,0 +0,3
fur Logik
~ Betriebsspannung Ugg -13,0 +0.,3
 fir LCD-Treiber
~ Eingangsspannung Y, Upp:-0,3 +0.3
 Lagertemperatur g —40 125

v

A
°C
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Statische Kennwerte

Betriebsspannung
Logik
Betriebsspannung
flir LCD-Treiber

Eingangsspannung H
Eingangsspannung L
Ausgangsspannung H
Ausgangsspannung L
Stromaufnahme Upp
Stromaufnahme Ugg

Spannungsabfall
(zwischen U] und Y

je Block, dabei 0,05 mA
an allen Gbrigen Yg)

Spannungsabfall
(zwischen U} und Yg»

dabei 0,1 mA an einer Yi)
Eingangsreststrom
Ausgangsspannung H

an DL1, DL2, DR1, DR 2
Ausgangsspannung L

an DL1, DL2, DR1, DR2

(9g =

Ypp
Uge
UiH
Ui
Yon

“Ugy, .

IbD
lge

Yd2

Ugy

(IIL)
Uoh

You

0...70°C)
MeBbed.
I == 0,4 mA
f = 400 kHz
f = 1kHz,
ohne C

min max

-5,25 -4,75 V
-1 -9 \2
0.3 X UpD v
0,7 X UpD v
-0,4 \
Upp +0.4 V

2 mA

10 uA
1.5 V
1.1 v

5 »A
-0,6 \'
-4,15 V
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Dynamische Kennwerte

Breite der Taktphase
Han CL1, CL2

Breite der Taktphase
Lan CL1, CL2

Breite des Taktes
Datenhaltezeit an

DL1, DL2, DR1, DR2
Datenverzégerungszeit an
DL1, DL2, DR1, DR2

Taktsetupzeit

Schiebetakt vor Uber-
nahmetakt Spaltenansteuerung
Taktsetupzeit

Schiebetakt vor Uber-
nahmetokt vor ndchstem
Schiebetakt
Spaltenansteuerung

Breite der Taktphasen

on CL1, CL2

Datensetzzeit an
D1, D2 DL DR

Datenhaltezeit an
D1, D2 DL DR

Datenverzégerungszeit”
D1, D2 DL, DR

Taktsetupzeiten

sL

ey,

tcy

800
800

300
200

500

300

300

200

500

max.

500
xCp — 15pF

500

ns
ns
ns
ns

ns

ns

ns
ns
ns

ns
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UusoaD

6fach Analogwertspeicher und D/A-Wandler

Monolithisch-integrierte unipolare Schaltung in n-Kanal-Sili-
con-Gate-Technik (nSGT). Die Schaltung enthdlt einen mikro-
computergesteuerten 6fach Analogwertspeicher mit D/A-Wand-
lern von je 6 Bit Auflésung und pulsbreitenmodulierter Ana-
logwertausgabe. Als asynchrone serielle Schnittstelle fungiert
der CBUS. Eine Chip-Select-Logik ermdglicht den parallelen

Betrieb von maximal vier Schaltungen.

-
gANAU so—leia L ;2
ANAL2 ANAL 2
50—{DATA pas
avars | WAL 3o T
M anaLy SO —JOLEN uvaLuf—o 73
JANAL 12
HlANALS 70 san UNAL B}—o 17
) ANALE solsas '
[JcLo ci0 om0
Oy 3oLk 06 o2

AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen

1 Bezugspotential
2 Push-Pull-Oszillator-Ausgang

3 Oszillator/Schmitt-Trigger Eingang

4 CBUS-Tokteingang (asynchron)
5 CBUS-Dateneingang

6 CBUS-Datenfreigabe-Eingang
7 System-Adress-Eingang A

8 System-Adress-Eingang B

9 Betriebsspannung

10 Open-drain Oszillator
Ausgang (gepuffert)

1
12 Open-drain-
Analogwert-Ausgdnge

14
15 Testeingdnge
16
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Blockschaltung

—————
DLEN =+ l 1 !
GLB I Ring- !
I ¥ R Ring SRl Lo avaL 1
DATA ~w-»{ Datenpuffer B I
I : Register/ | [Ring- |
{ [4dreBzwischen-}—w{ Empfiinger- . ”’”92 SRl \oanaL2
speicher =—{steuerung II
Datenzwischen- [—* . —: Rm%-.S‘R o b ANAL 3
speicher ] ° L :
I 1Ring- 1
<ITRm-SRY o e aNALY
® 4 |
= I
© [4—Ring-
HﬁfngSSR__rANALS
— |
f‘_”’"% SRl b AnaLE
IAUTDRRESET | l f ‘ L }
_ I PR —_——d
IR
GLO CLK 0SC
Grenzwerte
min max
Betriebsspannung Upp -0,3 75 V
Eingangsspannungen Uy 0,3 15 VvV
Eingangsstréme h -100 +100  pA
Ausgangsspannungen Uo ’ 0 15 Vv
Ausgangsstrome o -10 +10 mA
Verlustleistung Po 25 mwW
pro Ausgang
Gesamtverlustleistung Prot 250  mW
Lagertemperatur ﬁstg -10 +85 °C
max. Lastkapazitat <L 1,0 nF
ANAL 1...6, CLO
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Statische Kennwerte (0°C <9, < 70°C, Ugs = 0V, Upp

falls nicht onders angegeben)

MeBbed.
Betriebsspannung Upp
Betriebstemperatur D
L-Eingangsspannung U
H-Eingangsspannung |, Ujy
CLB, DATA, DLEN,
SAA, SAB
H-Eingangsspannung U
CLK
Dynamische Kennwerte
Impulsdauer ty
crp fork) 0
Oszillatorfrequenz fcik R = 27...1000kQ
C = 27...1000pF
Eingénge CLB, CLK
Anstiegszeit t,
Abfallzeit [
CBUS-Signal
Setzzeit tsD
DATA-CLB
Haltezeit tHD
DATA-CLB
Setzzeit tEN
DLEN-CLB .
Setzzeit Ladeimpuls s
DLEN-CLB
Setzzeit tDs
CLB-DLEN
Speise- dUpp/dt

spannungsanstieg

~0,3
2,0

3.5

450
450
0,03

0.8
0,3

0.4

0.4

0,2

5V

max
5,5
70
0,8
12,0

12,0

0,1
0.1

0.5

ns
ns
MH:2

us
ns

us
us
us
ns

Vlius
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U 806 D

Infrarot-Fernbedienungs-Empfdnger-Schaltkreis

Dekoder-Schaltkreis zur Verarbeitung von Befehlen, die durch
Infrarotlicht iibertragen werden und vom Fernbedienungsschalt-

kreis U 807 erzeugt wurden.

*

Bauform 11

Rst61 | 1'1" 241 T lgs -

¢z 23
rsvp )3 22
MoDEP 4 21
ANALYC) 5 20

ANAL36 79
ANAL2TY7 8
voLvy 18 77
oFF )9 7%
Rsva [Tl 75
RsvBLm %
Upp T2 3

10cA
Jocs
o0
] 000
Tl zoce
Wl
1 PRGA
1 Pr6e
1PR6D
1 0A7A
) DLEN

20— 0

UBOGDIDATA
JLE)

14
13

23 o—{ L0CA FPRGA
22— L0CB PRGB
21— L0cC PRGE
20— L0¢D FRED

19 —1L0CE

— 17
18
176
15

-
MODEPr— &

1 o—RSI6I oLy
: ANALZF— 7

ANALY

— 8

—ﬂé‘

ANALY— 5

VA
RSVB
RSVD
OFF

70
71
—o 3
— &

" AnschluBbelegung und Schaitungskurzzeichen

1
2
3

10

"
4
S
6
7
8
9

2

(N — [—

Serieller Signaleingang

Systemtakt

Reserve-Ein-/Ausgénge

Subsystem-Ein-/Ausgang

Anclogwertausgdn

ge

Stand by-Ein-/Ausgang

Betriebsspannung

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

j
|
J

Datenbusfreigabe-Ein-/Ausgang

Serieller Datenausg

ang

Programmregister-Ein-/Ausgang

Programmregistar-Ausgéinge

Paralleler 5 Bit-Eingang

fiir Lokalbedienung

Bezugspotential *
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Blockschaltbild

. Locn  Locs
Ugs Upp G LOCE  LOCC LOGA RSIGt
Auto- Eingangs-
Empfangsteil Reset codierer
vergleich

A?u?g;b; _____________ hn‘emer Datenbus _t—_ -
teit t . 1 l

Schalt- Analogteit Programm- Ausgabe-

funktionen register steuerung

AR IR R

RSVD  RsvA ANALY ANAL2 PRGD PRGB  MODEP ﬁ
RSVB OFF ANAL3 voLy PRGG  PRGA

.

Grenzwerte (9a=0...70°C)

min max

Betriebsspannung Upp -0,3 7 v
Eingangsspannung Y -0.3 12 V.
Ausgangsspannung Uo ~0,3 12 v
Eingangsstrom | N l 2 mA
Ausgangsstrom lo 10 mA
Verlustleistung je Ausgang Po 50 mwW
Gesamtverlustleistung Piot ‘ 500 mW -
Lagerungstemperaturbereich 9 —55' 125 . C
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Kennwen\o (B, = 25°C)

Betriebsspannung Upp
Stromaufnahme . ibp
Eingangsspannung L U
Eingangsspannung H Uil
Taktfrequenz fe
Tastverhdltnis T
Anstiegszeit t,
Abfallzeit t
Eingangsreststrom Iy
RSIGI, C

Eingangsstrom —hL
LOCA bis LOCE

Eingangsstrom —ly.
DLEN, PRGO, MODEP, OFF
Ausgangsspannung L VoL

PRGA bis PRGD, MODEP,
RSVA, RSVB, RSVD

Ausgangsspannung L U
DATA, DLEN

Ausgangsreststrom H loH

MeBbedingung

Upp = 525V

U
Uiy
Yo

Upp
ul

Yy
Ypp

]

[

il

[

min max
4,5 55
35
03 V
35 V
122 Vv
-0,3 1,2
3,5 12 .
56,25 68,8
04 0,6
1
1
525V 10
03 V
00 V 10 250
525V
250
5 V 0,8
08 V
35 V
1 mA
2 mA 0,8
5 V
25

v
mA

nA
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U 807D L 4

Infrarot-Fernbedienungs-Sender-Schaltkreis

Senderschaltkreis zur Erzeugung geeigneter Signale zur Be-
fehlsiibertragung mit Infrarotlicht fir den Empfang im Empféin-
gerschaltkreis U 806 D. Zusdtzlich ist mit dem U 807D die
direkte Befehlslibertragung, d. h. die Bedienung am Gergt még-
lich. Die jeweilige Funktionsart kann durch Anlegen geeigneter
Logiksignale an die modus bestimmten Eingénge programmlert
werden.

Bauform 11
ml:’ 24 Upp v807D
- 3 DRV? 3 o SENO \DRVO&—0 16
swege z 53 4 ——SENT DRVT —=077
SewaLs B2 T 9 o—SEN2 DRY2 {18
SEC)e  2JDRYS  so—sens DRV3 $—o19
SEM3C)S  W[ADRVE 7 o—sEnk DRV 20
SENST6 W[DRV3 6 =—SENS| DRYS —o 21
SENZ RV2 © |oRVET— 22
O 1830 1 —{SENG D
SENT]8 17 0RV 8 —SENT] DRV 7— 23
acc )9 16 [ JDRVE 70 =—4LLS acL 9
qeLs Clro 15 M08 wo—ron | lreob—r
REmMoLy11 ] MOA 15 —{ wos
Uss 472 13 [JmoC 13— mac

5

1 13 Steuereingéinge

2 ! HJ zur Auswahl

i Sensoreingénge 15 der Betriebsart

5 er ) . 16

6 Tastenmatrix 17

7 18 Treiberstufen-

8 19 Ausgdnge fiir

20 Tastenmatrix-

9 Ausgang fir Oszillator 21 Abfrage

Eingang fir Oszillotor §§

bzw. Systemtakt

Signalausgang

IN]

Bezugspotential

24 Betriebsspannung

N
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Blockschaltbild und Zuordnung IBUS-Code-Nr. zum Tastaturfeld

MOA M0B MOG 1Y
i
- FF
s 1 1 :
Oszillator Impuls- | Ausgabe- REMO
Vorteiler Abstands- stel )
aL modulator uerung

—

- Tastatur-Abfragezihler

f J

Matrix [Sensor Matrix/Treiber

SENS &

EESE EEEEEEEE
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Grenzwerte (%, =0..

Betriebsspannung
Eingangsspannung
Eingangsstrom
Ausgangsstrom
Verlustleistung
Verlustleistung
Lagerungs-
temperaturbereich

.70 °C)

Ypp

]

ol

Plot
stg

Kennwerte (3, = 25°C, Usg =0 V)

Betriebsspannung
Eingangsreststrom
MOA, MOB, MOC
Eingangsreststrom
Sensoreingang
Eingangsstrom

SENO bis SEN7

Ausgangsstrom

DRVO bis DRV7
REMO, QCL

Ausgangsstrom REMO
Ausgangsstrom QCL
Betriebsruhestrom
Funktionsfahi.gkeil‘ bei

Ug min

Funktionsf&higkeit bel
Ug max

Upp
iy

—loH

—loH

'bpc

min
-0,3
-0,3

-55

MeBbedingung

U = ov,y =10V
UDD = 10V, lo, = 0mA
U =1ov

I = O0mA

U = ov
Upp = 10V

Uy =Upp = 7V
Uyp = oV

U = 1V

o

Uy = Upp = 10V
U"_ = 0V

U = 9V

o]

Uy = Upp = 10V
Uy = ov

U = 9V

[

Uy == Upp = 10V
Uypg = ov

[ = OmA

’ Upp = 7V
VU =21V
il Upy =49V
II Upp = 10V

Jy Y = 3V
il Un = 7V

max
11 \
Upp V
2 mA
10 mA
50 mwW
300 mW
125 °C
min Max
7 10 V
1 upA
1 A
20 250 pA
1,3 mA
2.7 mA
0,6 mA
1 uA
1 v
6 A
1 \
9 \"
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UB24G -UB24G1 |

Rechnerschaltkreise fiir den Einsatz in wissenschaft-
lichen bzw. einfachen Taschenrechnern in CMOS-
Metallgate-Tecbnik.

— Interner Oszillator und Taktgeber
— Interne Tastaturdekodierung und Entprellung
— Automatische Nulleinstellung beim Einschalten

- Komplementdrer Ausgangstreiber zur direkten Ansteuerung
einer Flussigkristallanzeige mit 5stelliger Mantisse und 2stel-
ligem Exponenten bzw. 8stelliger Mantisse mit Gleitkomma
und Vorzeichen (Exponentenanzeige nur beim U 824 G).

Bauform siehe Seite 227

AnschluBbelegung

A1 bis A8 CG 1, CG 2 OszillatoranschluB
B1bisB8 CH 1

C1 bisC8 l Display-Ansteuerung bis CH 8 MeBpunkte

H1 bis H3 + NC AnschluB nicht belegt
oS . Upp Betriebsspannung
.:.(11 bis K11 Jl TastaturanschluB . Uss Masse
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Grenzwerte

Betriebsspannung
Eingangsspannung
Umgebungstemperatur
Lagerungstemperatur

Elektrische Kennwerte (7,

H-Ausgangsspannung?)
L-Ausgangsspannung’)
H-Ausgangsspannung?)?)

L-Ausgangsspannung?)?)

L-Ausgangswiderstand')
UA = USS -0,5V
H-Ausgangswiderstand?)
Up = Upp + 0,5V
L-Ausgangswiderstand?)
UA = USS —-05V
H-Ausgangswiderstand?)
2
Up = 3 Upp + 0.5V
Up = Upp + 05V
L-Ausgangswiderstand?)
1
Up = 3 Upp — 05V
UA = USS -85V
Betriebsfrequenz
R 1 =120 kQ
Stromaufnahme im
eingeschalteten Zustand

Stromaufnahme im
ausgeschalteten Zustand

Yoo

Yy

05
stg

= 25°C)

Rag

fOsz
pp

!'DDaus

min
0,3
0.3
0
-55
min
Upp t+02
Uss
2
3 Upp + 0.2
UDD + 0,2
1
3 Upp + 0.2
Uss
56

Ypp
Uss
2y
3

Upp

Uss

) gemessen am Tasteneingang/-ausgang (K 1 bis K 7, T.1)
?) gemessen am Segmentausgang (A 1 bis A 8, B 1 bis B 8,

C 1 bis C 8, OS)

3) gemessen am Plattenausgang (H 1, H 2, H 3)

max
-3,5

Yop
40

125

pp -0.2

—Upp -0.2

200

200

100

200

80

160

alle Spannungen sind auf Ugg (Masse) bezogen

v

v

°C
*C

kQ
[3%]

kQ

kHz

nA

nA
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U82sG u

CMOS-/LSI- Rechnerschaltkreis mit integrierter
Uhrenfunktion und LCD-Ansteuerung

— Interner Oszillator fir QuarzanschiuB _

— Interne Tastaturdekodierung und Entprelluig:

— Ansteuerung eines piezoelektrischen Summers und des LCD
durch einen integrierten Ausgangstreiber

— Fehleranzeige bei unerlaubten oder nicht definierten Opera-
tionen N '

- Fihrungsnullenunterdriickung

— Auswahl der Rechner- oder Zeitanzeige durch Tastaturein-

gabe
— Rechnerteil
— Uhrenteil
— Stoppuhr
A
= ! =
S 1 e
i T S M |
T B NE
(= | A
—
Jtoz  ming3Z_ o
L 2 | N
[ K

~ prepe——p— 1—
o 26108 : i
252%0¢4 .
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AnschluBbelegung

b NN %%&ﬁ’a %T%&?T?‘
17767571@711277709 876543217
B§ —18 n9mr
8 —18
A3 —20
B3 —21
oo —122
9 —|z3
0SG(IN)— 24
0S6(0uT—25 .
262728293031323334 35563738 39 40 41 42 43

1T

=]
SpINE

K13—
K12-—
K11—
K10-—1
K9 —
K8 —

.
£3 SRR

1...21, 23 Ausgénge zur Ansteuerung des LCD

a4 .. 46,
49...53
22, 48

24

25

26

27

28

29, 30, 47
31
32...34
35...43

(A1...A9, B1...Bg, C1...C9 COMI

Masse (Ugg)

Oszillatoreingang {OSC(INY)
Oszillatorausgang (OSC(OUT))
Batteriespannungskontrotle (BTC)
Betriebsspannung (Upp)
Summeransteuerung (AIM)
MeBpunkte (TS1...TS3)

Taste 2 (K13)

Taste 1 (K10 ... K12)
Zifferntastatur (K1 ... K9)

... COM3)
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Grenzwerte, giiltig fir den Betriebstemperaturbereich

Betriebsspannung Upp"
Eingangsspannung U
Betriebstemperaturbereich Yo

Lagerungstemperaturbereich Vstg

Elektrische Kennwerte ({}; = 25 °C)

Stromaufnahme

Upp = -3V, fg,;, = 30,72 kHz,
Uhrenbetrieb, alle Schalter 'op
offen

H-Ausgangsspannungen
Osz = 30 kHz, Uy =0V, U = -3V
Anschliisse COM1 ... COM3,
Al...A9, B'lr. ..B9, C1 ...C9UAH1

UaHz
Anschliisse K1...K?7,
K10...K13, AIM Uan
L-Ausgangsspannungen
Os =0 kHz, Uy =0V, Uy = -3V
Anschliisse COM1 ... COM3,
Al...A9 B1...B9 C1..,C9%Up

| UaL2
~ Anschliisse K1...K7,
- K10...K13, AIM UaL

H-Ausgangswiderstande

Anschliisse A1... A9,
B1...B9, C1...C9

Up=Upp + 0,5V Ran
Anschlisse COM1.,..COM3
- Ua=Upp+ 05V RaH
~ AnschluB AIM
Up= Upp + 0.5 \ Raj

fOsz =30 kHz, Uy =0V, Uy = -3V

min.

S_UDD + 0,2

Upp + 0.2

Upp + 0.2

1Upp + 0.2

typ.

12

max.
+03V
+03V
+40 °C
+125 °C

maox.

17 uA

tUpp~-02V

=02V

-02V

100 kOhm
70 kOhm

2,5 kOhm
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‘min . typ mox
L-Ausgangswiderstande
fosr =30 kHz, Uy =0V, Uy = -3

Anschlisse A1... A9,
B1...B9, C1...Cs

Up =—-05V . Rat 100 kOhm
Anschlisse COM1, .., COM3

Ug = =05v RAL 70 kOhm
AnschluB AIM - .

Up = —-05V Rap 2,5 kOhm

Ausgangswiderstand
fosz =30 kHz, Upy=10V

Upr=-=-3V
Anschliisse A1... A9,

1
Up =‘3‘UDD +osv

2
Uy = Upp £ 0.5V RaM 800  kOhm
Rechengeschwindigkeiten . .
Zifferneingabe g 69 - 88 ms
Addition ,1TITHUTHIITHU="  taag 220 ms
Multiplikation .1 x 99999999=" tMult 800 ms
Division ,99999999:1=" tDiv 844 ms
Speicheroperation tsp 1006 ms
99999999 : 1M - '
Quadratwurzel ,99999999* tQw 1166 - ms
Displayzeit tp 3,125 ms
Prelizeiten
TIME SET, ALARM
Schalter ein, Schalter aus tp1 3,125 ms
Tastatur 1 .
Schalter ein t2E 6,250 ms
Schalter aus th2A 21,875 ms

) bexzogen auf Masse
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Us26 G n

CMOS-/LSI-Rechnerschaltkreis fiir den Einsatz in bat-
teriebetriebenen wissenschaftlichen Taschenrechnern

— Interner Oszillator und Taktgenerator
— Interne Tastaturdekodierung und Entprellung
— Automatische Nulleinstellung beim Einschalten »
— Fehleranzeige bei unerlaubten oder nicht definierten Opera-
tionen :
- Komplementdrer Ausgangstreiber zur direkten Ansteuerung
einer Flussigkristallanzeige mit Sonderzeichen
— Zahlendarstellung: 8 Stellen Mantisse
2 Stellen Exponent
Vorzeichen fiir Mantisse und Exponent
— Unabhdngiger Speicher

S — —
- -
VNQT = | =
| S
T._,__._‘.___...__—v—..—._‘_ { i ::‘
= ’ } &
F—d
iz ming32 -
!‘ 20 N
Iy x|
l SEE
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AnschluBbelegung

oot Nocowoninoddom
qn%(u%ignwgmwhmiug

BI716151%71312111083 876 54321
B§— 19 56—A3
69 —{20 55— C2
AW — 27 ‘sy— B2
B —22 53+—A2
c10—{23 52—C1
Uss =24 51— Uss
NC —25 50— 81
NC —126 49— Al
CHE—27 ‘ 48—H3
47 H2
282930 31 32 33 34 3536 37 38 3340 41 4243 44 45 46— HT
RERRRRRRBRARENE
N
Coekelrover 38855 eE
V.. 23, Ausgange zur Ansteuerung des LCD (A1... A10,
46 ...50, B1...B10, C1...C10, H1. 3)
52...56
24, 51 Masse(Ugs)
25, 26, A4 Nicht belegt (NC)
27, 42, 43, 45  MeBpunkte (CH1...CH4)
28...38 Tastaturanschlisse (K1 ... K10, T1)
39, 40 Oszillatoranschlisse (CG1, CG2)

41 Betriebsspannung (Upp)
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Grenzwerte, giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich

min max
Betriebsspannung Upp" =3,5 +0,3V
Eingangsspannung ) un Upp 40,3V
Betriebstemperaturbereich Sa 0 ~+40 °C
Elektrische Kennwerte (9, = 0,25 °C)
min max
Stromaufnahme Iop 160 pA
H-Ausgangsspannung Uan® Upp + 0.2 Upp v
L-Ausgangsspannung Ual® Uss Ugg —-02V
2 2

H-Ausgangsspannungen Uapt?) ?UDD + 0,2 —S—UDD ~-02V

Uan2" Upp + 0,2 Upp v

. 1 1.

L-Ausgangsspannungen Uasd  3Ypp +0.2 ?UDD -02V

Upr2®) Ugg Ugg —02V
L-Ausgangswiderstdnde
Uy = Ugg — 0,5 v RALQ) 5 kOhm
Uy = Ugg = 0,5 \ RALQ) 200 kOhm

1 . :
Uy = ?UDD -05V, - RAL“) 100 kOhm
Up = Ugg - 0,5 v ) .
H-Ausgangswiderstande
Upy=Upp +05V Rap®) 200 kOhm
2

Up = 3 VoD +05V, Ran® 100 kOhm
Upa=Upp +05V '
Betriebsfrequenz des Redmers | .
Ry = 120 kOhm fosz 56 80, kHz
Typische Rechengeschwindigkeit g 0,1 2,7s

) bezogen auf Ugg =0V

?) gemessen am Tasteingang/-ausgang (K1 bis K7, T1)

3) gemessen am Segmentausgang (A1 bis A10, Bt bis B10, C1 bis C10)
‘) gemessen am Plattenausgang (H1, H2 und H3)
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8-Bit-Verarbeitungsschaltkreis in
n-Kanal-Silicon-Gate-Technologie fiir Mikrorechner
Selektionstypen: U830 Cp - U 830 Cm

- Kaskadierung bis zu 4 Schaltkreisen U 830 C zur Erhshung-
der Verarbeitungsbreite méglich (Parallelbetrieb)

— Mikrobefehlssteuerung Gber 14-Bit-Bus

~ Mikrobefehlssatz mit 58 Befehlen (u.a. fiir Addition, Sub-
traktion, logische Funktionen, Transporte, Verschiebungen,
Komplementbildung, Inkrement, Dekrement, Einzelbitopera-
tionen, Dezimalkorrekturen)

~ Datenein- und -ausgabe erfolgt iiber zwei gleichwertige bi-.
direktionale Kandle K1 und K2

~ Ein- und Ausgabe der Flags (N, Z, V, C) iber den Kana! K 3

—~ 18 interne Register

— asynchrone Arbeitsweise

- TTL-kompatibel; die Ausgdnge kdnnen eine Standard-TTL-
Last treiben . ’

~ nur eine Betriebsspannung von 5V + 579,

Bauform 15

AnschluBbelegung und logisches Schaltbild

K1W, K2W Datenbegleitsignale (Kanal 1 und 2)

K1P,K2P Datenquittungssignale (Kanal 1 und 2)

RZR Blockiersigna! fiir Kanalbenutzung

MKo...MK 13 Mikrobefehlseingdnge

WBR Giiltigkeitssigna! fir den Mikrobefehl (Chip-Selekt)

F1 S(euersiqnol; LH-Flanke: K 3-Daten giiltig
HL-Flanke : Quittung Mikrobefehlsiber-
nahme

S3, 84 Ausgang fir Ubertrag und Linksverschiebebit,

Eingang fiir Rechtsverschiebebit

Uss Masse (Bezugspotential)

Uce Betriebsspannung

K1Bo0...K1B7 ‘ ) N ) .
K2Bo0o...K2B7 Daten-Ein-/-Ausgéinge der Kandle K1, K2 und K 3
K3Bo0...K3B7 ,

F2 Synchronisation fiir Quittung bei Kanalempfang

§?, S2 1Eingang fir Ubertrag und Linksverschiebebit, Ausgang

fur Rechtsverschiebebit
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Grenzwerte: (alle Spannungen sind auf Uss = 0V bezogen)

min max
Betriebsspannung Ucc - 0,5 7V
Eingangsspannung Ui - 0,5 7V
Ausgangsspannung Uo - 05 7V
Betriebstemperatur Va 0 70 °C
Lagerungstemperatur Vseg - 55 155 °C
Gesamtverlustleistung Pv 2 W
Betriebsbedingungen:
(alle Spannungen sind auf Uss = 0V bezogen)

min max
Betriebsspannung Ucc = 475 525V
L-Eingangsspannung Ui -0,5 08 V
H-Eingangsspannung UtH 2,0 Ucc V
Umgebungstemperatur ¥4 0 70 °C
Lastkapazitat an )
allen Ausgéngen CL 100 pF
Wichtige Kennwerte:
{alle Spannungen sind auf Uss = 0V bezogen,
%a=0...70°C; Ucc =5V + 5%

: min max
L-Ausgangsspannung ~UoL 04V
H-Ausgangsspannung - Uon 24 v
Stromaufnahme lec 270 mA
Eingangsreststrom Ini 10 uA
Eingangskapazitat Ci 10 pF
Mikrobefehls-
zykluszeit tC1F1 . 1120 ns

10002) ns
900%) ns
Mikrobefehls-
verarbeitungszeit tD3 WBR-F1 1120") ns
1000%) ns
. 9003) ns
HuslC . 2) U830 Cp 3) U830Cm

U830 C, U830Cp und UB830Cm unterscheiden sich durch
Mikrobefehlsverarbeitungs- und -zykluszeit sowie die daraus
abgeleiteten anderen Zeiten
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U8032C ®

16-Bit-Arithmetikschaltkreis fiir Mikrorechner in
n-Kanal-Silicon-Gate-Technologie

~ Schaltkreis zur Konzipierung frei programmierbarer Arith-
metikprozessoren filir Mikrorechner (Rechenzeitgewinn gréBer
10 gegeniiber Software-Lésungen) und fiir Signalprozessoren
zur digitalen Signalverarbeitung (Filter, FFT)
— Schnelle Ausfiihrung von Grundrechenarten an vorzeichen-
behafteten Bindrzahlen mittels auf 39 Grundmikrobefehlen
basierenden Mikrobefehlsfolgen.
— Durch Kaskadierung bis zu 4 Schaltkreisen groBe Flexibilitat
hinsichtlich Datenwortbreite und Datenart; hierzu ist moglich:
® 16 Bit-Festkommaformat, realisierbar durch 1 Schaltkreis
Ug032C, U8032C1 (Anfalltyp fiir Verarbeitung von
16 Bit-Zahlen)

® 32 Bit-Festkommaformat oder SKR-Gleitkommaformat rea-
lisierbar durch 2 Schaltkreise U 8032 C.

® 64 Bit-SKR-Gleitkommaformat, realisierbar durch 4 Schalt-
kreise U 8032 C.

~ Getrennter Daten- und Mikrobefehlsbus, je 16 Bit-Datenwort-
breite

— 8 interne 16 Bit-Arbeitsregister

— Flagausgabe :

— asynchrone Arbeitsweise (ohne Takt)

— TTL-Kompatibilitat; jeder Ausgang kann eine TTL-Last trei-
ben .

— Betriebsspannung 5V + 59,

Bauform 15

AnschluBbelegung und logisches Schaitbild

K2-00...K2-15 Mikrobefehls- und Austauschkanal zwischen
den Schaltkreisen U 832

Uce : Betriebsspannung

§3, 5S4 auslaufender Ubertrag

CGV.Z, N . Flags ‘

cs Auswahlsignal

Kt1-00...K1~-15 - bidirektionaler Datenkanal

Usgg Masse (Bezugspotential)

S$1, 52 . einlgufender Ubertrag

WE, RQ Datenbegleitsignale

F3,F2 F1 Synchronisationssignale
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Grenzwerte (alle Spannungen sind auf Uss = 0V bezogen)

Betriebsspannung
Eingangsspannung
Ausgangsspannung
Betriebstemperatur
Lagerungstemperatur
Gesamtverlustleistung

Betriebsbedingungen

min
- 0,5
- 05
~ 0,5
0
- 55

max
7 V
Ucc V
Ucc V
70 °C
155 °C
2 W

(alle Spannungen sind auf Uss =0V bezogen)

Betriebsspannung
L-Eingangsspannung
H-Eingangsspannung
Umgebungstemperatur
Lastkapazitét an allen
Ausgdngen

Ucc
Ui
Ui
Pa

Cu

min
4,75

-0,5
2,0
0

typ max
5,0 525V
0,8 V
Ucc V
25 70 °C

100 pF

Kennwerte (alle Spannungen sind auf Uss = 0V bezogen,
Ya=0...70°C, Ucc =5V + 5%

L-Ausgangsspannung
H-Ausgangsspannung
Stromaufnahme
Eingangsreststrom
Eingangskapazitét

Dynamische Kennwerte

UoL

Uon

icc
fu
C

min

2,4

(Informationsdaten)

typ max
04V
A

400 mA
10 uA
10 pF

Anmerkung: Die folgenden Ausfiihrungszeiten beziehen sich auf die je-
weilige Mikrobefehlsfolge der angegebenen arithmetischen Operation, je-
doch ohne die hierzu erforderlichen Daten- und Ergebnistransporte zwi-
schen Mikrorechner und Arithmetikprozessor zu beriicksichtigen.

Datenort/-format Addition Multiplikation Division
Subtraktion

16 Bit-Festkomma 6 us 6-9 us 25... 32us

32 Bit-Festkomma 15 us 25 us 65...240 ps

32 Bit-SKR-Gleitkomma | 80 ps 36 us 96 . ..290 us

64 Bit-SKR-Gleitkomma | 90 ps 59 us 185. .. 565 us
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U83s4C-U834Cm &b
BusanpaBschaltkreis in n-Kanal-Silicon-Gate-
Technologie fiir Mikrorechner

Anfalityp: U 834 C1

— Steuerschaltkreis zur Anpassung peripherer Einheiten an den
Rechnerbus von SKR-Kleinrechnern

~ programmierte Steuerung des Datenflusses zwischen Prozes-
sor und peripheren Einheiten (U 834 C 1 als Slave)

— Steuerung des Datenflusses zwischen Speicher und periphe-
ren Einheiten im DMA-Betrieb (U 834 C als Master)

-~ Weiterleitung von Meldungen der peripheren Einheiten
(Interruptanforderungen, DMA-Anforderungen) an den Pro-
zessor .

- U834 C ist in 1152 verschiedenen funktionellen Varianten
vom Prozessor programmierbar

-~ kurze Operationszeiten

—_asynchrone Arbeitsweise

— TTL-kompatibel; die Ausgénge kénnen eine Standard-TTL-
Last treiben

— nur eine Betriebsspannung von 5V + 5%,

2

Bauform 15
AnschluBbelegung und logisches Schaltbild

$1...83 SubadreBisignal fir externe Register
T1, T2 Steuersignale fiir externe Logik bzw. Gerctes(euerung
DA 0...DA15 Daten-/AdreB-Ein-/Ausgénge
R4 Unterbrechungs- und Steuereingdnge
USS Masse (Bezugspotential)
Uce Betriebsspannung
AEIN Steuereingang fiir Anfangseinstellung
SESP Sendesperre
ANSYS Antwort- bzw. AdreBsynchronisationssignal
SEND Steuersigna! fiir Umschaltung externer Daten ~ BUS —
Empfanger/-Sender
Zs Zeitsteuersignal fiir das Senden von Daten
ZEH Zeitsteuersignal fiir den Empfang von Daten, héheres
Byte
ZEN éeitsteuersignol fiir den Empfang von Daten, niederes
yte
ERK DMA-Steuersignal {BUS-Gewd&hrung)
UANF Interruptanforderung
UERKE Interruptquittungssignal
DAUS Datenbegleitsigna!l bei Ausgabe
DEIN Anforderung der Eingabedaten
FKT Funktionsangabe




DA6, DA1?

DMA-Anforderung

Antwortsignal (Slave) '

Generalldschen
DMA-Gewdhrung

Synchronisationseingang fiir Adresse

AdreB-Ein- und -Ausgdnge

7 48[ Uge
2 vés4c 47) AEW
3 4\ ) SESPN
O« 45% SESPH
s 44 ] ANSYS
Cis 4[] SEND
[y 42 z8
s @) zem
(K 4[] zen
Cw 39[ 1 ERK
Cr 35% UANF
%72 37(7] UERKE
7 361 ] DAUS
e 351 FKT
O 341 DEN
% 33@ T
EW 32 ANF
78 31 ANTE
[w 30 eeno
2o 2’9% ASGEW
Oz 281 R4
522 271 SYE
2 %[ DATT
2% 25171 DA

bkbhbbRb

] oyl Rl e
E pA1 DAS
RUAYYY: DATD
L paz DATT
B sy DAT?
o104 pas DA
J L pag DA
A24pa7 DATS
S DA
S FKT DA77
2 paus ZEN
30 [oenLo ZEH
Ry zs
#2{ py 53
22 r3 52
0219— R4 87
HLLAEIN 72

7 1 SYNE 7

21 TANTE ERK
&2_5EsPH SEND
8 Lspopy ansys
oA L seen ANF
ST yerxe UANF

kklslklkklrElkrlll
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Grenzwerte (alle Spannungen sind auf Uss = 0V bezogen)

Betriebsspannung
Eingangsspannung
Ausgangsspannung
Betriebstemperatur
Lagerungstemperatur
Gesamtverlustleistung

Betriebsbedingungen

(alle Spannungen sind auf Uss == 0 V bezogen)

Ucc
V]
Uo
ta
ﬁ:tg
Pv

min

- 05
- 05
- 05

0
- 35

max
7V
7V
7V
70 °C
155 °C
1T W

max

525V
08 V
Ucc V
70 °C

100 pF

min
Betriebsspannung Ucc 4,75
L-Eingangsspannung Ui -05
H-Eingangsspannung U 2,0
Umgebungstemperatur ~ da 0
Lastkapazitdt an allen
Ausgdngen Ct
Kennwerte (alle Spannungen sind auf Uss == 0V bezogen;
Ya=0...70°C; UCC=5Vi5°/o)

’ min
L-Ausgangsspannung UoL 0
H-Ausgangsspannung UoH 2,4
Stromaufnahme lcc
Eingangsleckstrom i
Eingangskapazitdt Ci
Zykluszeit (Master-
Betrieb) tc2

Zeitsignal fir Empfang
(Master DATEIN)

ZS bis DAUS
(Master-DATAUS)
Zeitsignaldauer
(Slave-DATAUS)

ZS bis ANSYS
(Slave-DATEIN)

1) durch Anfangseinstellung programmierbar

tca (U 834 Cm)

tcs (U834 Ct)

tHl 1

tMO 5
tMO 6
tso 18
15O 19
tsi 10
tst 1

1207
5601)
2007
5601)
1201
5601)

—25%)

3607

max’
0,4V
\'
180 mA
10 KA
10 pF
2,5 us
1.8 us
1.3 us
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
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UA855D - UB 855D - VB 855D e

programmierbare Parallel-Ein-/Ausgabe-Schaltkreise
in n-Kanal-Silicon-Gate-Technologie (P1O)
— Taktfrequenz: UA855D = 4 MHz (s = 0...70°QC)
UB 855D = 2,5MHz (8 = 0...70°C)
VB 855D == 2,5 MHz ()¢ = -25...85°C)
— Durchfithrung des Datenverkehrs zwischen dem Mikroprozes-
sor und der Peripherie
-2 TTL-kompatible Kandle (Ports)
— zwei 8-bit-bidirektionale Ports mit Emnchtungen fir Quit-
tungsbetrieb (,handshaking")
— Interruptméglichkeit im Quittungsbetrieb fiir schnelle Anforde-
+ rungsbearbeitung;
- Betriebsarten: — Byte-Ausgabe (Betriebsart 0)
— Byte-Eingabe (Betriebsart 1)
— Byte-Ein-/Ausgabe (bidirektionaler Betrieb,
nur fir Port A mdglich) (Betriebsart 2)
— Bit-Ein-/Ausgabe (Betriebsart 3)
~ alle Ein- und Ausgénge TTL-kompatibe!
— Prioritéitslogik durch Kaskadierung der Bausteine

AnschluBbelegung

Do...D7 CPU-Datenbus, Ein-/Ausgénge

[« Eingang Chip select

C/D Sel Eingang Steuer- oder Datenwortauswahl

B/A Sel Eingang Kanalauswahl

A0...A7 Kanal A Ein-fAusgdnge

Ugsg Bezugspotential

ASTB' Eingang Kanal A-Strobe-Impuls von peripheren Gerdten
BSTB Eingang Kanal B-Strobe-Impuls von peripheren Geréten
ARDY Ausgang Quittung A

BRDY Ausgang Quittung B

IEO Interrupt-Fre.igube-Ausgang

INT Ausgang Interrupt-Anforderung

1€l Interrupt-Freigabe-Eingang

C Takteingang

Uce Betriebsspannung

80...B7 Kanal B Ein-f/Ausgénge

RD Eingang CPU-leseanforderung

IORG Eingang CPU-Ein-/Ausgabe-Anforderung

™1 Eingang CPU-Maschinenzyklus M1
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Bauform 14

DZ[:H 4[] 3 19— 20 PID a0 o5
72 29104 200— p7 V838N AT t—om
0612 36 42 o173
s 37 A8 o172
o/psels 36 Ay o0
sAselC]e 35 AS 9
A77 34 A6 o8
A6 ] 8 33 A7 o7
As0]9 32 ARDY 18
A4 B0 =27
Uss ] 871 28
4300 B2 028
A2[] 83 =30
A100 84 P—o31
a0 85 |32
ASTEC] 86 033
Bsm80] B7 3%
AR BROY b—o 21
200 INT 23
210 TEQ b—o22
AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen
Grenzwerte (Bezugspotential Uss =0 V)
min max
Betriebsspannung Ucc - 0,5 7 V
Eingangsspannung Ui - 0,5 7 v

Lagerungstemperatur g -55 125 °C
Verlustleistung )
(8a =25 °C) Pv 1w
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Statische Kennwerte (8o =0...70°C, Uss =0V) !

min max
Betriebsspannung Ucc 4,75 525 V
Eingangsspannung LOW U ~-0,5 08 V
Eingangsspannung HIGH U 2 Ucc V
Takteingangsspannung LOW Unc -0,5 045 V
Takteingangsspannung HIGH Utkc Ucc-02 Ucc V
Dynamische Kennwerte (8a =0...70°C, Uss =0 V)
Taktperiode (UA 855 D) te 250 1) ns
High-Breite des Taktes tw(CH) 105 2 000 ns
Low-Breite des Taktes tw(CL) 105 2000 ns
Anstiegs- und Abfallzeiten tr, t 20 ns
des Taktes
Taktperiode (UB 855D, te 0,4 1) ps
VB 855 D) :
High-Breite des Taktes tw(CH) 180 2000 ns
Low-Breite des Taktes tw(CL) 180 2 000 ns
Anstiegs- und Abfallzeiten
des Taktes tr; b 30 ns

1) te = tw(CH) + twicl).+ tr + 4
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UA856D - UB856D - VB 856 D L 2
UA 8563 - UB 8563 D - VB 8563 D

Serielle Ein- und Ausgabeschaltkreise (S10)

~ UA 8563 D, UB 8563 D ~ DART, nur fiir asynchronen Betrieb, technische
Daten wie UA 856 D, UB 856 D

~ Taktfrequenz: UA 856 D =4 MHz (8, =0...70°C)
UB856D = 25MHz (8, =0...70°C)
UA 8363 D =4 MHz (9, =0...70°C)
UB8S63D == 25MHz (#, =10...70°C)
VB 856 D = 2,5MHz (8, = -25...85°C)
VB 8563.D = 2,5 MHz (%, = -25...85°C)

~ 4 unabhéngige serielle Ports: 2 Sender- und Empfingerports

- asynchrone oder synchrone Arbeitsweise

~ asynchrone Daten mit 5, 6. 7, 8 Datenbits, 1, 1)/, oder 2 Stoppbits und
gerader, ungerader oder kleiner Paritdtserzeugung bzw. Paritétsprifung

~ Paritits-, Oberlauf- und Rahmenfehlerkennung

~ Break-Erzeugung und -Erkennung

~ alle Eingéinge und Ausgédnge voll TTL-kompatibel

- Taktvarianten X 1, X 16, X 32, X 64

- Dateniibertragungsraten 0 bis 550 k bit/s

- 4§ Eingdéinge/4 Ausgénge zur MODEM-Steuerung

~ volle Fahigkeit zur Arbeit nach HDLC einschlieBlich Verarbmtung des
I-Feld-Restes

~ interne oder externe Zeichensynchronisation mit automatischer Einfligung
von Synchronisationszeichen und Flags

~ Betriebszustand .AdreBerkennung” bei SDLC/HDLC

— Betriebszustand  .Synchronisationsbyteunterdriickung® bel mono- und
bisynchroner Arbeitsweise

— die hohen Ubertragungsraten und die automatische CRC-Erzeugung ge-
statten die direkte Zusemmenschaltung mit Floppy-Dlsk-Spelchern dop-
pelter Dichte ohne daB direkter Speicherzugriff erforderlich ist

~ empfangene Daten und Fehlerregister sind vierfach, zu sendende Daten
zweifach gepuffert

-~ leistungsfahige Interruptstruktur durch wohliweise festen oder varioblen
Interruptvektor

—~ CRC - 16 oder CRC — C CITT (0 und ~1) .~ Priifpolynom

~ giiltige empfangene Daten vor Uberschreibung geschiitzt

- 5V Einphasentakt und eine einzige 5V Gleichspannungsversorgung
— Prioritétslogik durch Kaskadierung der Bausteine
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Bauform 14

AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen

10

IE0
INT

-—c &

TxDA
WRDIA
ISYNCA

o 71

RTSA
DTRA

— 77

xDB
WWIRDYB,

—o 26
— 30

WAL
RINGD

29

RISB
DTRB

o 2
—o25

o C. 7 -4 b 0o wo—T0
[z 3932 70— D7
ps []3 3804 39— D2
20— D3
o7 s 37105 38— D4
wrils 36| _J10Rg 3e— D5
IEr 6 3s5[cF 87— 06
_ 4 — D7
r 17 3] 8/A 35 — CE
M e 33[Jep 21 —RESET]
s 9 320/ o A
wiRDYA 70 37 Uss 3204 RD
SvveA [(n 30 wRDYE: 72 =—|RxDA
Axoa Iz F i A
RxCA [J13 28 1RxDB 18 —CTSA
oA [m 27{ | Rx7xCB 79 ——DCDA
oA 15 261708 oA iy
biRA (] ?5 25 ) DTRE 23 —=CTSB
RISA (17 2u[ 1 RT3 22 —DCPB
iTsA s 23116758 g;: %
feoa [ 22{ 1 0C0B 6 o— 151
¢ Oa 21 RESET W— ¢
Do0...D7 8 bit — bidirektionaler Datenbus
(_:—E‘__ Bausteinauswahl, Eingang
!!_E_SET Riicksetzen, Eingong
M1 CPU — Maschinenzyklus, Eingang
[e]:Te} CPU.-Ein-/Ausgabe-Anforderung, Eingang
RD CPU-Leseanforderung, Eingang
RxDA, RxDB Empfangsdaten, Eingdnge
RxCA, RxCB Empfangertakte, Eingénge")
TxCA, TxCB Sendertakte, Eingdnge?)
CTSA, CTSB Sendebereitschaft, Eingénge
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DCDA, DCDB Datentrégererkennung, Eingéinge

‘B/A Kanalauswah!, Eingang

C/D Umschaltung Steuerwort/Datenwort, Eingang

1EI Interrupt-Freigabe, Eingang

IEO Interrupt-Freigabe, Ausgang

INT Interrupt-Anforderung, Ausgang

TxDA, TxDB Sendedaten, Ausgdnge

W/RDYA WAIT/READY-PIN (CPU WAIT,
DMA-READY Kanal A), Ausgang

W/RDYB WAIT/READY-PIN (CPU WAIT,
DMA-READY Kanal B), Ausgang

SYNCY Externsynchronisation Kanat A, Ein-/Ausgang

SYNCB Externsynchronisation Kanal B, Ein-/Ausgang

RTSA, RTSB Sendeanforderung

C Systemtakt

DTRA, DTRB Bereitschaft Datenterminal, Ausgang

) Empféinger- und Sendertakt Kanal B gemeinso\m gebondet,
Pin-Bezeichnung RxTxCB

Grenzwerte (Bezugspotential Ugg = 0)

MeBbedingung min max
Betriebsspannung Uce -05... 7V
Eingangsspannung Uy -05... 7V
Lagertemperatur ﬁ ~55...125°C
Verlustleistung (34 = 25 °C) Pv KRR

Statische Kennwerte (¥, = 0...70°C,Uss = 0 V)

Betriebsspannung Uec 475 528V
Eingangsspannung Low Uy -05 08 V
HighUiy -20 Ucc Vv
Takteingangsspannung U ¢ -05 045V
UlHc Ucc -0.2 Ucc V
Ausgangsspannung Uoy lop =18mA . 0,4 V
Uon loy =-025 mA 2.4 v
Stromaufnahme lcc ty = 400 ns . 140 mA
Eingangsreststrom I U, =0...Ucc 10 uA
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Dynamische Kennwerte (¥, = 0...70°C,Ucc= 475...525 V, Ugg=0V)

UA 856 D

Taktperiode te
High-Breite des Toktes tw(CH)
Low-Breite des Taktes tw(CL)
Anstiegs- und Abfali- b, %
zeiten des Taktes

UB 856 D, VB 856 D

Taktperiode . te
High-Breite des Taktes tw(CH)
Low-Breite des Taktes tw(CL)
Anstiegs- und Abfall- t, 4
zeiten des Taktes

D tc = ty(cH) T twicl) + & +

min
250
105
105

400
180
180

max
) ns
2000 ns
2 000 ns
20 ns

2000 ns
2000 ns
30 ns
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UA857D - UB857D - VB857D 2
Zahler-Zeitgeber-Schaltkreise

~ Taktfrequenz: UAB57D =4 MHz (0o = 0...70 °C)
UB857D =25MHz (8« = 0...70°C)
VB 857D = 2,5MHz (o == -25..,85°C)

— & voneinander unabhéngige, software-programmierbare 8-
bit-Zahler, 16-bit-Zeitgeber Kandle. Jeder dieser Kandle kann
wahlweise als Zahler oder Zeitgeber verwendet werden. Es
sind Vorteiler durch 16 oder 256 fiir jeden Zeitgeber-Kanal
maglich .

- alle Ein- und Ausgénge sind voll TTL-kompatibe!

—es wird nur eine -}-5V-Versorgungsspannung bendtigt

~ es kdnnen Interrupts bei Erreichen von programmdBig fest-
gelegten Zahler- oder Zeitgeber-Werten programmiert wer-
den

— automatische Interrupt-Vektorbereitstellung und Prioritatsko-
dierung ohne zus&tzlichen Schaltungsaufwand durch Kaska-
dierung der Bausteine )

~ die Ausgénge (ZC/TO 0...TO 2) der drei herdusgefiithrten
Kandle sind zum AnschluB von Darlington-Transistoren ge-
eignet.

. fc
— die max. Zahlfrequenz bei Betriebsart ,Zahler” ist 3
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Bauform 13

AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen

25— g | cTC
b4 g’ 2] b3 26— D71 uss7n
D5 (2 271 b2 27— D2

D6 [3]
07 [#
Uss (2]
RD [g]
ze/mo0 {7
zemo 1 [E]
z¢/m 2 [9]
I0RG
IE0
INT
IEI
Mi

BISIRISIS

- 70— D&
125 Do 20— D5
3o— D&

124 Uy i D7

123} ¢/7RG 0 72 N yrs
22) /7RG 1 8 ——KS0

o— KS17
2] 6ITRG 2, ;2 —b M7
201 ¢/TRG3 = 10 —<I0RQ [EQ —o17
@ ks 1 6 o—% RD 7600 7
73 — IEI 2607 8
78] Ks0 gg hc%g ee/ma— 9
—g
177) "f_ESE T 27 —le/TRE2
176 S 20 —o/mRe3
T ¢ 17 o—SRESET]
mo— ¢ INT 74

1ORQ
1]

IEO

INT

RD

M1

C
RESET
C/TRGO
C/TRG 1
C/TRG 2
C/TRG 3
D0...D7
ZCmo 1

ZC/TO 2

Uss
ucc

Ein-/Ausgabe-Anforderung, Eingang
Interrupt-Frelgabe-Eingang
Interrupt-Freigabe-Ausgang
Interrupt-Anforderung-Ausgang
CPU-Leseanforderung, Eingang
CPU-Maschinenzyklus, Eingang
Systemtakt, Eingang

Ricksetzeingang

Takt- bzw. Triggereingang fiir Kanat 0
Takt- bzw, Triggereingang fiir Kanal 1
Takt- bxw. Triggereingang fiir Kanal 2
Takt- bzw. Triggereingang fiir Kanal 3
8 bit Datenbus Ein-/Ausgdnge, Tristate
Nulldurchgang des Rickwértszghlers bzw, Zeltqgeber-

_meldung fir Konal 1

Nulldurchgang des Riickwdrtszéhlers bzw. Zeitgeber-
meldung fir Kanal 2

Bezugspotential

Betriebsspannung .
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Grenzwerte (Bezugspotential Uss = 0 V)

Spannung, beliebiger Pin Ui -05... 7V
gegeniiber Uss
Lagertemperatur Bseg -55...125°C
Verlustleistung Py ) 0,7W
Statische Kennwerte (8« =0...70°C, Uss = 0V)
MeB- min - mox
bedingung
Betriebsspannung Ucc 4,75 525V
Eingangsspannung LOW U -05 08 V
Eingangsspannung HIGH UH 2 UccV
Takteingangsspannung LOW Uic -05 045V
Takteingangsspannung HIGH Unc Ucc -0,2 UccV
Ausgangsspannung LOW UoL lot =1,8mA 04 V
Ausgangsspannung HIGH UoH loH = -100 uA 2,4 \
Stromaufnahme lcc t« .=400ns 100 mA
Dynamische Kennwerte (8o = 0...70°C, Uss =0V)
UA 857D
Taktperiode te 250 % ns
High-Breite des Taktes tw(CH) 105 2000 ns
Low-Breite des Taktes tw(CL) 105 2000 ns
Anstiegs- und Abfallzeit tr, t : 20 ns
des Taktes
UB 857D, VB 857D
Taktperiode tc 400 H ns
High-Breite des Taktes tw(CH) 180 2000ns
Low-Breite des Taktes tw(CL) 180 2000 ns
Anstiegs- und Abfall- )
zeit des Taktes te, i 30ns -

) tc = twcH) + twich + te 4t
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UA858D - UB 858D L 2

programmierbare Peripherieschaltkreise der Mikro-
prozessorsysteme UA 880 D, UB 880 D fiir den direk-
ten Speicherzugriff (DMA)

Bauform 14

Taktfrequenz: UA 858 D =4 MHz (8, =0...70°C)
UB 858 D = 2,5MH>» (8, = 0...70°C)

— Erméglicht den direkten Datentransfer zwischen verschiedenen Speicher-
bereichen oder zwischen Peripheriegerdten und dem Speicher. :

— Liefert als programmierbarer Einkanal-Schaltkreis alle Adressen-, Zeit-
und Kontrollsignale fir den Transfer von Datenblécken zwischen zwei
Toren des UA 880 D-, UB 880 D-Systems undfoder das Prifen von Blocken
auf bestimmte Bytes.
~ Vollgepufferte Adressen und Blockldngenregister, d. h. die Daten fir
die nachste Operation kdnnen geladen werden, ohne die momentanen
Daten zu zerstéren.
— Wéhrend eines Transfers wird eme Adresse fir die Lese- und eine fir
die Schreiboperation erzeugt.
— Operationsmoden:
-~ 1-Byte-Ubertragung (Es wird 1 Byte pro BUSRQ-Anforderung tber-
tragen.)
. — Peripheriegesteuerte Operation ,burst” (Die Operation lduft, solange
die Peripherie das Ready-Signal aktiv hait.)
— Programmgesteuerte Operation ,continuous” (Die Operation lduft, bis
ein Block mit im Programm festgelegter Lénge abgearbeitet ist.)
— Interrupte nach
— Blockende
— Auffinden eines gesuchten Bytes
- Ready aktiv programmierbar
— Eine volisténdig ausgefilhrte Operction kann automatisch oder auf Be-
fehl wiederholt werden (.Auto restart” oder ,Load”)
— Das Zeitverhalten der Tore ist programmierbar. (Anpassung an die Ge:
schwindigkeit angeschlossener peripherer Gerate)
~ Der DMA-Kanal kann softwaremidBig freigegeben, gesperrt oder riick-
gesetzt werden.

- Priorititskaskadierung der Bausteine bei mehreren DMA-Kandlen
— Suchraten bis zu 2 MByte sind méglich

— Der Schaltkreis kann ohne Unterbrechung des Transfers signalisieren,
daB eine bestimmte Anzah! von Bytes lbertragen worden ist.
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AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen’

A5 [ .'I7I . w| ]A6
A4[J2 38[) A7
A3 8 JIEr
Az ]« 37 INT
A1[Cs 36 1E0
A6 35100
c]7 #[01
WR[ e 3302
RO[]s 32[]03
Tora{Jw 3104
ud 1 30[7) Uss
MREA |72 2905
71 g 28{] 16
BAI [ 27107
FUsRa 15 280 M7
oSpwWAT | 76 vamling
A5 [ #[) A8
A4 231 A9
A7JEI.9 22[ AW
A12[Jo 21 1A

35—
4o
33—
320
37—
29—
28—

270-—

i

0
72
75

7o—

25:1”7
76 —LS/W/

38 0—~

Tho—s

250-—

IET

S

A0
A7
A2
A3
A4
AS
Ab
A7
AS
A3
AN
A
AR
AR
Al
A5

=0 5
—04
L 3

—0 2

o
F—o39
024
0 23
22 .
—o21
=20
<79
718

77

rOY

IEQ
840
INT

%

0 37
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Grenzwerte (Bezugspotential Ugg = 0V)

Betriebsspannung
Eingangsspannung
Lagerungstemperatur-
bereich
Veriustleistung

Uce
Yi

Ferg

Py

min max
-0,5 7V
~0,5 7 Vv
=55 125 °C
1.1 W

Statische Kennwerte (8, = 0...70°C; Ucc = 5V £ 0,25 V; Ugg = 0 V)

Eingangsspannung LOW
Eingangsspannung HIGH
Ausgangsspannung LOW
Ausgangsspannung HIGH
Stromaufnahme
Eingangsreststrom

Dynamische Kennwerte (8, 0...70°C;

UA 858 D

Taktperiode

High-Breite des Taktes
Low-Breite des Taktes
Anstiegs- und Abfallzeit
des Taktes

uB 858 D

Taktperiode
High-Breite des Taktes
Low-Breite des Taktes
Anstiegs- und Abfallzeit
des Taktes

MeBbedingungen

Up

U

YoL loL
Yo loH
Icc

I Y

ta

w(CH)
twi{CL)
t, 4

te

tw(CH)
'w(CL)

‘r. 4

D ote = tyeH) Ttwiel) Ty Y

min max
—0,5 08V
2,0 UCC v
= 1.8 mA 04V
= 250 uA 2.4 \
200 mA
=0V...Ucc 10 pA

Ucc= 5V + 0,25 V; C;= 100 pF)

min max
250 N ns
105 2000 ns
105 2 000 ns‘
20 ns
400 N ns
180 2000 ns
180 2000 ns
30 ns
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UA88SOD - UB88oeD - VB 880 D ' *

8-Bit-Mikroprozessoren in n-Kanal-Silicon-Gate-
Technologie (CPU)

158 Befehle umfassender Befehlssatz mit 16-, 8-,
4- und Einzel-Bit-Instruktion sowie zusatzliche
Adressierweisen

(indizierte, relative und Bitadressierung)

— Taktfrequenz: UA880D =4 MHz (3a = 0...70°C)
UB 880D = 2,5 MHz (8. = 0...70°C)
VB 880D = 2,5 MHz (#o = -25...85°C)

— typische Befehlsausfihrungszeit von 1,6 us

— maximale Taktfrequenz von 2,5 MHz

-~ 3 schnelle Interrupt-Behandlungsarten und ein zusétzlicher,
nicht maskenprogrammierbarer Interrupt

— 21 interne Register

— Einphasentakt und nur eine Betriebsspannung von 5V

— direkter AnschluB von dynamischen und statischen Stcndcrd
speicherchips ohne zusdtzlichen Bouelementeaufwand még- .
lich
— integrierte dynamische Refresh-Hardware

- die Eingéinge sind voll TTL-kompatibel, die Ausgénge kénnen
eine Standard-TTL-Last treiben

A0...A1516-Bit-Adressbus
12 ... D7 8-Bit-bidirektionaler Datenbus

M1 Maschinenzyklus 1

MREQ Speicheranforderung

IORG E/A-Anforderung

RD Lesen

WR Schreiben

RFSH Auffrischen der Information
HALT Halt-Zustand

WAIT Warte-Signal

INT Maskierter interrupt-Eingang
NMI nichtmaskierbarer Interrupt
RESET Rickstelleingang

BUSRQ Bus-Anforderung )
BUSAK Bus-Anforderungsbestdtigung




Bauform 14

A71|]-1 w0 t]Am
A2z 3949
A3[C]3 0148
A4 37 JA7
A75[:5 36[]46
Tods 35145
ARy I JAu
138 33143
D059 32[}A2
Ds[m 31 JA7
Ue 11 a0 40
D22 291 Uss
D713 28 RFSH
po% 27(1M7
o 26{ JRESET
T % 251 BUSRG
Nmi 17 24[C)WAIT
AL’ 23[1BUSAK
MREQ []19 22[1WR
i0RG 20 21[JRD

74 o—

75 o—

720

AnschiuBbelegung und Schaltungskurzzeichen

Grenzwerte: (Bezugspotential Uss = 0 V)

Betriebsspannung

Eingangsspannung ~
Lagerungstemperatur Suyg

Ucc

oy | AD 30

" min max
-0,5 7V
-0,5 7V
-55 125 °C

257



Statische Kennwerte (8a = 0...70°C, Ucc =5V + 0,25 Vv,

Uss = 0V)
MeB-
bedingungen  min max
Eingangsspannung LOW Uy -0,5 08 Vv
Eingangsspannung HIGH Uin 20 Ucc V
Ausgangsspannung LOW UoL lot = 1,8 mA 04 V
Ausgangsspannung HIGH Uor lon = ~100pA 2,4 Vv
Stromaufnahme lcc t¢ == 400ns 200 mA
Eingangsreststrom lw U =0V...Ucc 10 uA
Taktkapazitédt : Cc % =25°C 50 pF
Eingangskapazitat Ci 5 pF
Takteingangsspannung LOW Unc | -0,5 0,45V
Takteingangsspannung HIGH Uikc Ucc—o,2 Ucc
Ausgangskapazitdt Co = 1MHz 10 pF
: 9o = 25°C
Dynamische Kennwerte (8¢ = 0...70°C, Ucc =5V £ 0,25V,
Uss = 0V)
min  max
UA 880 D ‘
Taktperiode te 250 H ns
High-Breite des Taktes tw(CH) 105 2000 ns
Low-Breite des Taktes tw(CL) 105 2000 ns
Anstiegs- und Abfallzeit tr, t 20 ns
des Taktes
UB 880 D, VB 830 D
Taktperiode te 400 % ns
High-Breite des Taktes tw(CH) 180 2000 ns
Low-Breite des Taktes tw(CL) 180 2000 ns
Anstiegs- und Abfall- tr, tf 30 ns

zeit des Taktes

1) te == tw{CH) + tw(CL) -+t |t




U 1001 C

Filterschaltkreis

— monolithisches NF-TiefpaBfilter fiir das Sprachsignalband
— Sende- und Empfangsrichtung

— kompatibel mit allen CCITT-Spezifikationen

— Bereitschaftszustand (power-down-mode)

— Verstdrkereinstellung in Sende- und Empfangsrichtung
— keine externen Gléttungsfilter

~ Abtastfilter

— TTL- und CMOS-kompatible Eingdnge

~ direkte Zuscmmenscholtung mit den Schaltkreisen U 1011 C

und U 1021 C
Bauform 6
§+[O7 76 bso o To—{s1+ 50 —o76
s/-[ 2 15[ sy 2 —S1- Ussa——75"
vks [0 s #ATK 30— ks TH |14
E0 4 211BR  ygo—£p BRF—o13
wr s 217 s—wi 7 —o12
tvor] 6 1M Ussp 6 —]t¥04 Ussa—71
- 7 w7 o—vo £l 70
Uss L6 Iee 8055 \lee[—9
AnschluBbelegung
1 posmver Eingang Sender, Ei gsop i stdrker
Ei Send E ti stérker

3 Verslarkungs-Kontrolle (Emstellung), Sender
4 Empfénger-Ausgang
5 Leistungsverstdrker-Eingang
6 posmver Lanstungsverst&rker-Ausgung
tiver Lei g stirker-Ausgang
8 atrieb
9 posniva Botrlobsspunnung
10 Empfiéinger-Eingang
11 digitale Masse (nur Eingang), Bezugspotential fiir d'gltalc Signale
12 Grundtakt
13 Bereitschaft
14 Takt-Kontrolle {Auswahl)
15 analoge Masse; Bezugspotential fiir analoge Signale
16 Sondel‘-Ausgang
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Blockschaltung

=y,
. ¢ —— P ——— S
S5k Sende-Filter |
| o
. Glasungs-
7 1%\ Vorfiter Jé’-f/oc‘hpailﬂ’-ﬁéf}oaﬁ el prartungs e
_____________ J
o VA
aufbereity. | L112
r—-—_t_'mpfan ey ]
Glattungs- y .
GIATIUNGS | S0-Tiefpa [ Vorsilter F’ 0
|
e —— |

(AN A AN (A

Upe Vsg  Usso Uy BF
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Grenzwerte

pos. Betriebsspannung

neg. Betriebsspannung
Eingangsspannung
Ausgangsspannung ‘
Ausgangsstrom an SO, EO
Ausgangsstrom an LVO+-, LVO-
Verlustleistung bei ¥, = 25°C
Umgebungstemperatur
Logerungstemperatpr

Betriebsbedingungen

pos. Betriebsspannung
neg. Betriebsspannung
Eingangsspannung Low an T, BR

Eingangsspannung High an T, BR

Eingangsspannung Low an TK
Eingangsspannung High an TK
Taktfrequenz an T (Grundtakt)

Taktimpulsanstiegs- und
-abfallzeit an T

Lastwiderstand an VKS, SO, €O

Lastkapazitdt an VKS, SO, EO

'

Lastkapazitat an LVO+4, LVO-

Kennwerte

Ruhestromaufnahme an Uce
Ruhestromaufnahme an Ugg
Stromaufnahme an Ucc
Stromaufnahme an Ugg

lcce
—lgeB

-~lgg

min.
~0,3
-6,0

UBB_O'3

-55

min.
4,75
-5,25

2,2

typ.
5,0
=50

Ucc
2048
1536

46,0
40,3
Ucc

UCC+O'3

20

50

400

70

115

max
5,25,
—-4,75
0,8

25

500

200

200
9.1
9,1

pF

pF

pA
pA
mA
mA
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u1o11 ¢ @

PCM-CODEC-Schaltkreis

— monolithischer PCM-Codec (Pulse Code Modulation Coder-
Decoder)

—~ A-Kompandierungs-Code (A-Law)

— kompatibel mit allen CCITT-Sperzifikationen

~ bit-Inversion der geraden bits

-~ synchrone oder asynchrone Operation

integrierte Abtast- und Haltefunktion v

- integrierte Offset-Kompensation verhindert Lang-Zeit-Drift
und die Notwendigkeit des Trimmens entféllt

~ Kapazitatsnetzwerk fiir die A/D- und D/A-Wandlung

— minimale externe Beschaltung

- alle digitalen Ein- und Ausgdnge sind TTL-kompatibe!

~ serielle Datenein- und -ausgangsraten von 64 Kbits—! bis
2,1 Mbits—! bei 8 kHz Abtastrate

- separate Analog- und Digital-Masse-PINs

- direkte Zusammenschaltung mit den Schaltkreisen U 1001 C
und 1021 C

Bauform 6

AnschluBbelegung

1 Analog-Eingang-Sender

2 posltive Betriebsspannung

3 negative Betriebsspannung

4 (intern) nicht angeschlossen

5 Grundtakt

6 Zeitlogensignal Sender fur digitalen Ausgang;
High-aktiv

7 Datentakt Sender flir digitalen Ausgang -

8 Digital-Ausgang Sender; three-state

Zeitlagensignal Empféanger fir digitalen Eingang;

High-aktiv

10 Datentakt Empféanger fir digitalen Eingang

11 digitale Masse; Bezugspotential fir digitafe Signale

12 Digital-Eingang Empfdnger

13 Analog-Ausgang Empfdnger

14 analoge Masse; Bezugspotential fir analoge Signale

15 negative Referenzspannung

16 positive Referenzspannung

L4
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Grenzwerte

positive Betriebsspannung
negative Betriebsspannung
positive Referenzspannung
negative Referenz-
spannung

analoge Eingangs-
spannung

digitale Eingangs-
spannung

analoge Ausgangs-
spannung

digitale Ausgangs-
spannung

Ausgangsstrom
Verlustleistung
Umgebungstemperatur
Lagerungstemperatur

Ucc
Usgs

- Urt

Ur—

‘UIA

Uip
Uoa
Uop
lo

o
{}s!g

Bl UR+ 10— Al URH—16
20~ Upn yR-f—o15
30— U Ussa|——o74

AQ =073
S5o—— T Dl —o712
L P Gesg|—2 77
70—7§ TEF—>10
§o——100 Z2Ef—= g
min max,
-03 + 60V
- 6,0 + 03V
- 03 Ucc V
Uss + 03V
Uss Ucc V
- 03 Ucc+ 03V
Uss— 0,3 UCC—{- 03V
-03 Ucc+ 03 V
- 0,3 5 mA
. 400 mW
0 70 °C
-55 125 °C
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Betriebsbedingungen

min ~ typ max
pos. Betriebsspannung Ucc 4,75 5,0 525V
neg. Betriebsspannung Uss -5,25 -50 -4,75V
pos. Referenzspannung  Urt 2,5 \
neg. Referenzspannung  Ur— -2,5 \%
Umgebungstemperatur %a 0 25 70 °C
Eingangsspannung Low Uy 0 08 V
Eingangsspannung High U 2,2 Ucc V
Toktfrequenz an T M 1 500 2048 2100 kHz

(Grundtakt)
Datentakt Empfanger und fR, fx 64 2048 2100 kHz
Sender an TE, TS

Taktimpulsbreite an T, twc 200 220...260 ns
TE, TS
Taktimpulsanstiegs- u. tRC 20 25% ns
-abfallzeiten an T, TE, TS trc von twc
Kennwerte

min max
Stromaufnahme an Ucc lcc 10 mA
Stromaufnahme an Uss Iss 6 mA
Ausgangsspannung UoL 04V
Low an DO :
Ausgangsspannung Uon 35 v
High an DO /
Eingangsstrom an T, DI, TE,  {li] 5 uA
TS, ZE, ZS
Eingangsoffsetspannung Uoita) -8 +8 mV
Ausgangsoffsetspannung Uoftao ~850 4850 mV
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Blockschaltung

D0

75—
PSW —
TS~ c B
Abtast-und
Al Halteschalfung
A/D-Wandler
[ sar | [ mair-aren |
T 7
1
] Ablauf- | Umschaltung 8/13 Bit-
| steuerung  |A/D-J/A-Wandlung  konverter
| g A
,
] 73 Bit-Latoh
| SPW /A-Wandler
D

A0
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U1021C

Zeitlagensteuerschaltkreis

®

— spezieller digitaler Steuerschaltkreis in CMOS-Technologie;

programmierbar

— TTL- und CMQS-kompatible Eingdnge
— synchroner oder asynchroner Betrieb (bzgl. Sende- und Emp-

fangsrichtung)

— Taktfrequenz 2 048 kHz

— direkte Zusammenschaltung mit den Schaltkreisen U 1001 C

und U 1011 C
Bauform 11 Uss E.7 aze7 To—%s ZE—o24
s 2 23[2E2  20—1s ZEol—o23
ne 3 22[YZES  yo— TE 2E3l——22
TE [J4 21[AZE4 50— rpr ZE4——o 21
TRECY 5 20| 8R4 go—\ s BRI 20
TRs ] 6 19 BR3 o1 K7 BR3 079
k1 Ov 78[18R2 g2 78
k2 Qe wQsrr |7 51— 77
#3 s w[]zs4 9|13 54— 176
K4 Qoo 751 Z83 70— K4 2530 75
o Ol 7y 282 10— DI 252 14
Uge Chr2 731 287 770— Use ST—o 173

AnschluBbelegung

Masse; allg. Bezugspotential
Grundmkt Sender (f = 2048 kHz)’
(intern) nicht angeschlossen

Synchrontakt Empfénger, Bezugspotential fur 32 Zeitlagen,

High-aktiv

1
2
3
4 Grundtakt Empféanger (f = 2 048 kHz)
5
6

Synchrontakt Sender, Bezugspotential fiir 32 Zeitlagen,

High-aktiv

7...10 Kanaltakt (Kanal 1...8) fiir das Einlesen des Steuerwortes
tiber D!

1" Daten-Eingang fiir das (serielle) 8 Bit-Steuerwort

12 Betriebsspannung

13...16 Zeitlagensignal Sender (Kanal 1. .. 4); High-aktiv

17 ... 20 Bereitschaftssignal (Kanal 1...4); High-aktiv




Blockschaltung

81

BRY

zs1

Ausgangsregister | [Ausyangsrey/.'s‘fer l

Ausgangsregister

o1 -————l_>
A7 Kanal- Serien-Farallel-
L speicher Wanadler
K4 1 |
Y2 }s [ =
3
Ubernahme™ ‘
impus Adrefi~
s 1 Tt |||
N
seitig) (4x6 Latches) |11
[}
5
73 i
Johnson- Komparator |
7s zGhler 1,
f ?e/f/ Al l
TRS 14 agenzahler
[ljbernahme*
impals- Adren-
erzeugung! register L)
(empfangs-te | (#x6Llatches) | ,
sertig) - A
[
5
gt
Johnson- Komparator ‘
Te zdnler || 5
I Zeif/agcnziz‘h/er-l
TRE

254

ZE7
ZE4
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Grenzwerte

Betriebsspannung
Eingangsspannung
Ausgangsspannung
Ausgangsstrom

Verlustleistung (9,= 25°C) Py

Umgebungstemperatur
Lagerungstemperatur

Betriebsbedingungen

Betriebsspannung
Umgebungstemperatur
Eingangsspannung Low
Eing.-spannung High
Grundtokt an TE, TS
Kanaltakt an K1 ... K4
Einschreibperiode

Frequenz Synchron-
impuls TRE, TRS

Impulsbreite TRE, TRS
Verzdgerung Grundtokt
zu Synchronimpuls
Setzzeit Datenbit
Haltezeit Datenbit
Taktimpulsanstiegs- u.

-abfallzeiten an TE
TS, TRE, TRS, K1. .. K4

Kennwerte

\

Ausgangsspannung Low

Ausg.-spannung High
Verzdgerung Grund-
takt-Zeitlagenimpuls,
positive Flanke
Verzégerung, Grund-
takt-Zeitlagenimpuls,
negative Flanke
Eingangsstrom )
Stromaufnahme
Anstiegs- u. Abfallzeit
Zeitlagenimpuls
Eingangskapazitat

DS
'DH
*RC

YoL
YoH

tcs

tCSN

|
lcc
RS’
S
<

min
-0,3
-0,3
-0,3

=55
min
4,75
2,2

73
250

438
15

3,5

30

30

typ

5,0

- 25
2048
128
8
488

max

04 V
ns

210 ns
210 ns
5 nA
2 mA
60 ns
10 pF

6,0 V
40,3V
“+0,3 V
400 mW

70 °C
125 °C

max

5,25V
76 °C

08 V

v
kHz
256 kHz

us
kHz

538 ns
100 ns

us
us
60 ns

Bedingungen
lOL = 1,6 mA
—lon= 0,4 mA

i

CL 30 pF

I

C 30 pF

statische

f = 2 048 kHz
C, =30pF
B, =25°C

a
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U 1056 D L 2
PLL-Synthesizerschaltkreis

= monolithisch integrierte Synthesizerschaltung;

— enthélt folgende Elemente:
asynchrone Serienschnittstelle mit Formatkontrolle
zur Selektion von 17 bit-Datenwdrtern,
Auffangregister fiir alle zugefiihrten Daten,
Steuerleitungen (durch Pegelumsetzer TTL-kompatibel),
entkoppelter Oszillatorfrequenz-Ausgang
Referenzfrequenzerzeugung.

Bauform 6 .
Uppy 17 63y 70— loar L’MHJ—*’ 4
6LeK[] 2 5[ 7P mo—qFIN 100 F—o72
reFe[] 3 wFY 6 DATA FONE—70
omonl] 4 3[JFIN  20—p1cK FU o1
DLEN] 5 72[]L0C  so—DIEM cLo—o7
DATAL] 6 n{JarRZ 30— frry 0Se—>9
oo~ 0 JFON  yr0—akz
Ugs O 6 g[30sc  g50—7p

AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen

1 Speisespannung fiir die Pegelkonverter

2" Taktsignal fir die Dateniibertragung
Referenzteilerwahl!

Ausgang zur Steuerung des Verteilers

Freigabesignal fiir die Dateniibertragung

Eingang fiir die Daten und Teilerzahlen

Entkoppelter Ausgang des Referenzfrequenzoszillators
zur Ansteuerung weiterer Schaltungen
Bezugspotential

Oszillotorausgang fiir die Referenzfrequenz

10 Nachstimmausgang zur Frequenzverringerung

11 Oszillatoreingang fir Referenzfrequenz (fmax. = 4,0 OMHz)
12 Lock- und Detektor-Ausgang

13 Signaleingang max. 4,0 MHz

14 Nachstimmausgang fiir Frequenzerhdhung

15 Testpin (im Betriebsfall an Uss)

16 Betriebsspannung

O oo NONWU B W
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Blackschaltung
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079 NG44 907
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Grenzwerte
Betriebsspannung
Eingangsspannung
Eingangsstrom

Strom von UDD| nach Upp
Ausgangsstrom

Verlustleistung
pro Ausgang

Verlustleistung
pro Gehduse

Betriebstemperatur
Lagerungstemperatur

Kennwerte
Betriebsspannung
Ruhestrom

Eingdnge ohne Pegelumsetzer
(FIN, QRZ)

Eingangsspannung L
Eingangsspannung H
Eingangsstrom H
Eingangsstrom L
Eingangsfrequenz -
Tastverhdltnis

Ubergangszeiten .
H/L-Flanke

L/H-Flanke

Eingéinge mit Pegelumsetzer
(DATA, DLEN, CLCK, REFE)

- Eingangsspannung L
Eingangsspannung H
Eingangsstrom H
Eingangsstrom L
Eingangsfrequenz f|
Ausgangsspannung
Ausgangsreststrom
Ausgangsspannung
(LOC, FU, FDN)
Ausgangsspannung
(0SC)
Ausgangsspannung
(CLO)

(CMOD)
(CMOD)

min. max.
~0,3 1MV
-0,3 Upp V
10 mA
19 mA
10 mA
100 mW
700 mW-
0 70 °C
—55 150 °C
min, max.
8 0 V
100 pA
0 2,4V
UDD -2,4 Upp V
Uy =10V 1 upA
Yy = ov 1 pA
4 MHz
45 55 %
50 ns
50 ns
0 (0,2XUpp)V
(0.8XUppp Ypp) V
U| = UDD 1 uA
U =0V 1 pA
100 kHz
05 V
20 upA
|o =1 mA UDD'O,S \
lo =1 mA 05 V
lo =1 mA Upp-t
lo =1 mA 1V
lo =1.2mA UDD-‘I
IO =4 mA 1 v
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U 1059 D

Frequenz-Teiler

— Programmierbarer HF-Teiler mit Vorverstdrker
- 2 Eingangsfrequenzbereiche (von 500 kHz bis 30 MHz und von

30 MHz bis 125 MHz)

—~ wdahlbares Teilerverhdltnis 32:1 oder 33:1

~ hohe Eingangsempfindlichkeit
— Voreinsteflung des Teilers mog

— komplementdre Ausgangssignale

— Open-drain-Ausgangsstufen

Schaltungen

— nSGT-Herstellungstechnologie

zur

lich (SET-Eingang)

MOS-

Ansteuerung von

— Weitestgehend Pin- und funktionskompatibel zu SAA 1059

(Valvo)

Bauform 6

nicht angeschlossen

nicht angeschlossen
Betriebsspannung des
Eingangsverstarkers
Signaleingang 30 MHz

bis 125 MHz
Signaleingang 500 kHz

bis 30 MHz

Masse, innere Abschirmung
invertierender Ausgang
nichtinvertierender Ausgang
nicht angeschlossen

VONO U s W

12

-
w

7

NC 7 6] HS

e [z 75} SET

UeeA 3 %) Ugez

INL 4 73] 6M33

wQs 721 Uges

Uss 46 77 JNe’
aorol]7 101 3 Uees
aorp[)é s[wne

Betriebsspannung der
Open-drain-Ausgangsstufen
nicht angeschlossen ’
Betriebsspannung der
Teilerstufen
Teilervorwahleingang
(count-Modus)
Betriebsspannung der
SET-Eingangsstufen
Voreinstell- und Freigabe-
eingang

innere Abschirmung, Masse
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Blockschaltung

Upey JUccz . UccaLUcca t/ss ‘
Y X __ ¥ -y _ v ___.

|
| |
INo~=1 Fingangs- Ausgangs= |otmmgoPp
1 | Y 32/ o] verstarker |
i verstirker Biler 32/ mit komplem. R
o T . ad.~Stufen i 4oFy
! ‘ !
b —— ¥
SET lemss
Grenzwerte (alle Spannungen auf Ugs — 0V bezogen)
) min. max.
Betriebsspannungen ’ Uccs, Yecez [} 7 v
| Uccs Ycca
‘ Spannung an allen Pins__ Ug ~1 7 Vv
~ (auBer QOPD und QOPD) '
~ Spannung an Uca -1 0 Vv
" QOPD und QOPD
~ Maximaler Ausgangsstrom lQmax 200 mA
- an QOPD und QOPD IGmax
Verlustleistung Py 0,25 W
~ Umgebungstemperatur Fq 0 70 °C
~ Lagerungstemperatur Porg -55 125 °C




Betriebsbedingtngen

Betriebsspannungen

L-Eingangsspannung
(an SET und CM 33)
H-Eingangsspannung
(an SET und CM 33)
Eingangs-
spannungsbereich
(zwischen IN u. IN)
Eingangsfrequenzbereich
an IN u. IN

Umgebungstemperatur

Kennwerte
Stromaufnahme
(Summe aller 4 Be-
triebsspannungs-
quellen)
L-Aysgangsspannung
{an QOPD u. QOPD)
H-Ausgangsspannung
{an QOPD u. QOPD)
Eingangsimpedanz
tan IN u, IN)
L-Eingangsstrom

(an Eingang CM33)
L-Eingangsstrom

(an Eingang SET)
Ubergangszeit

an QOPD u. QOPD
(von L- nach H-Pegel
und umgekehrt)

Ueers
Ucca
Uy

YU

N
UiN
N
iN
9

lele

Ucca
Ucca

470 Q
Lastwider-
stand

470 Q
Lastwider-
stand
gegen
Masse

100
100

30
125

mV
mV

MHz
MHz

°C

40 mA

2,4 V
\
kQ

4 mA

2,33 mA

50. ns
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U 1500 Vorlgufige technische Daten @
CMOS-Standardzellensystem

Das CMOS-Standardzellenentwurfssystem gestattet die Ent-
wicklung und Produktion von Semikundenschaltkreisen. Der
Kunde entwirft selbst das Layout der integrierten Schaltung auf
der Grundlage seines Logikplanes, wobei ihm umfangreiche
Entwicklungssoftware und ein Katalog verwendbarer Grund-
elemente zur Verfligung stehen,

Diese, vor allem bei mittelgroBen Stiickzahlen &konomische
Form der Umsetzung der Anwenderaufgabensteliung in das
Layout erméglicht eine optimale Ausnutzung der Chipflédche.
Hauptsdchliche Effekte beim Anwender ergeben sich aus der
Volumeneinsparung und der Erhéhung der Zuverl@ssigkeit der
Erzeugnisse.

Die Montage der Bauelemente erfolgt vorrangig im PCC64-
Gehduse. Die Belegung der Anschliisse wird kundenspezifisch
festgelegt.

Die STAZ-Schaltkreise besitzen folgende allgemeingiiltige Eigenschaften:
— Ein- und Ausgénge sind TTL-kompatibel
—~ die Ausgénge kdnnen kundenspezifisch als

— Tri-State-Ausgang

~ Two-State-Ausgang

— bidirektionale Stufe ausgefiihrt werden.
Die Funktion wird durch die Anordnung der verschiedenen, im Standard-
zellenkatalog enthaltenen funktionalen Komponenten im Layout bestimmt.

Bauformen
Folgende Gehdusearten kénnen verwendet werden:

Fir die Gehduse PCC 48, CCC 48, PCC 64 und

Gruppe Gehduse Gehé&usematerial mégliche-
: Chip-GréBe in mm?
1 DIP 16/18 Plast 3Xs5
2 DIP 24/28 Plast 3X5
~ PCC 24
3 DIP 40 Plast/Keramik - 4X5 6X6
DIP 48 Keramik
PCC 48 Plast
CCC 48 Keramik
] PCC 64 Plast 6X6
CCC 64 Keramik

CCC 64 gelten folgende

Vorzugspinbelegungen fiir Betriebsspannung und Masse:

PCC 48/CCC 48 Uee PIN 24
. Ugsg PIN 1

PCC 64/CCC 64 Uce PIN 33
Ugg PIN 1
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Grenzwerte Alle Spannungen sind auf Uss (Masse) bezogen.

Die Behandlungsvorschriften fir MOS-Bauelemente sind einzuhalten,

Betriebsspannung
Eingangsspannung

an allen Eingdngen
Ausgangsspannung
Ausgangsstrom
Umgebungstemperatur

Lagerungs-  Plastgehduse
temperatur  Keramikgehduse

Betriebsbedingungen

Betriebsspannung
L-Eingangsspannung
H-Eingangsspannung
Eingangstakt
Umgebungstemperotur

Kennwerte

L-Ausgangsspannung
H-Ausgangsspannung

L-Leckstrom
aller reinen Eingéinge

Eingangsleckstrom,
bidirektionale Stufen
Leckstrom

der Tri-State-Ausgéinge
Eingangskapozitét

Uce
Y;

Yo
lo

1()0

9:!9

Ucc

min
-0,5
~0,5

4,75
-0.3

max.
7.0
7.0

7.0
5
70

125
155

5,25
0,8

2,4 Uec +0.3

0

3,5

4
70

0,4

wA

nA

uA

pF

276




U 2148 C ' @

Statischer Schreib-/Lese-Speicher
mit wahlfreiem Zugriff (SRAM)

— Speicherkapazitat 4096 Bit
— Organisation 1K X 4 Bit
— Typspektrum N i U 2148 C 70 (Grundtyp)
U 2148 C 55 (Selektionstyp)
— Zugriffszeit max. 70 ns (fur U 2148 C 70)

max. 55 ns (fir U 2148 C 55)
~ gemeinsame (bidirektionale) Datenein-/-aqusgénge
— Tristate-Ausgangsstufen
— TTL-Kompatibilitat fiir alle Anschliisse
— integrierte Schutzschaltungen an allen Eingéngen
~ nSGT-Herstellungstechnologie
~ Vergleichstyp: 2148H (intel), pinkompatibel zu dem U 214-
und U 224-Typspektrum

Bauform 7
46 (T w5 ’;‘; SRAM |=s]
. § o——

4s Oz 7[A7 ‘;O__AZ :
A4 ] 3 16148 yo—a3 00— 14
43 4 15[149 g"_‘ﬁ;{ . 3

[lo Sm— m—®)
40 5 w00 70— 46
A1 6 107 170~ A7 D2 o172
Az Q7 2[QJoz 16o—]48
S s 103 go_—% 03 [t
uss O]9 wWeE !wg

AnschluBbelegung

AO0...A9 Adresseneingdnge DO ... D3 Datenpins
cs . Chipauswalll Uce Betriebsspannung
WE Lese-/Schreib- Ugg Masse

steuerung
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Blockschaltung

A4
5 6 Speschermartrix
:116 ™| Adressen- [ Zeilen- 64 ’04096 Zellen
= emngangs- dekoder 7~ (64 Zeilen
A7 schaiting |6, 64 Spalt
43 palten)
A0
f 16 1 6% 76} 761
/
ao Treiber-und Spaltendekoder
D1o—  Empfinger- und Schreib-/Lese-
D2 schaltungen schalfung :
(4x)
0 30— .
® 44
1
CS o= Ein-/Ausgabe- und Adresseneingangs-
WE o—s{ Zyklussteuerung schaltung

Ugg &=

Uss o—>

Grenzwerte

Spannung an
allen Pins

Verlustleistung
Ausgangsdauerstrom
Umgebungstemperatur
Lagertemperatur

- min,
Us -15
Py -

'ps
By 0
L -35

P d

A8 AT A2 A9

Alle Spannungen sind auf Ugg = 0 V bezogen’

max.
7

1.2
10
70

125

"

mA
°C
°C
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Betriebsbedingungen

Statische Bedingungen
Betriebsspannung
L-Eingangsspannung
H-Eingangsspannung

Dynamische Bedingungen

negative cs-
Impulsdauer

Adressen-
zykluszeit

Adressen-
vorhaltezeit

AdreBhuItgz_eit

negative WE-
Impulsdauer

WE-Impuls-
vorhaltezeit

W—E-lmpuls—
haltezeit

Datenvorhaltezeit
Datenhaltezeit
Verzégerungszeit
(C_S-LOW-Ausgang

aktiv)

Kennwerte

Betriebsstrom lccor
Ruhestrom iccr
Eingangsleckstrom Iy |
Ausgangsleckstrom Hotl

L-Ausgangsspannung UoL
H-Ausgangsspannung Ugy
Ein-/Ausgangs- Cio
Kapozitat

Uce 4,75
Up -1,0
Un . 2.0

Kleinstwerte

U 2148 C 55
tclcH 35
tAVAX 35
tavwe 0
twHAX S
twiwH 40
twicH 40
tclwH - 50
tDvHW 20
twHpx 0
CcLQX 0

Einstellwerte
Ucc =5V, Aus-
génge offen,
cs-Low

8y = 25°C

Ucc =5V, Aus-
génge offen,

CS = High,
9y = 25°C
Uce=525V
" Ucc=525V
loL =8mA -
IOH =4 mA
U = Ugs,
Up = Ugg
By =25°C

min

2,0

525 V
08 V
55 V°
U2148 C70
70 ns
70 ns
6 ~ns
5 ns
50 ns
50 ns
65 ns
25 ns
0 ns
0 ns
max
180 mA
50 mA
10 pA
50 pA
0,4V
v
7 pF
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U2164C )
Dynamischer Schreib-Lese-Speicher

— dynamischer Schreib-Lese-Speicher mit wahlfreiem Zugrift
(dRAM)

— Organisation 65536 X 1 Bit

- Herstellungstechnologie nMOS

- Eingang/Ausgang TTL-kompatibel

— Datenausgang gesteuert von/CAS (High Z)

— 128 Refreshzyklen, 2 ms Refreshzeit

— Betriebsarten
READ, WRITE, READ-MODIFY-WRITE, PACE-MODE,
REFRESH

- = 3 Typvarianten U2164 C20 U2164 C25

U 2164 C20/1

Zugriffszeit TrLOV == 200 ns = 250 ns
Tcrov = 110 ns == 150 ns
Zykluszeit TRLRL == 330 ns == 460 ns
Bauform 6 F s50—a7
ve gr o wd%  yoa7| pam |10
o Oz 15[_JCAS 60—A2
_ 70——A3
WE 3 w[ 100 7770—-4,14
Fas 4 73 700—1AS
masg 146 30— A6 e 74
A0 5 12[JA3  go—A7
A2 e [ JAu 4:q1?/48
75 CAS
Ar O7 10 JA5 P W]
Yee T8 8[347 o1
AnschluBbelegung
NC nicht angeschlossen
A0...A7 Adresseneingdnge
CAS Spaltenadressensteuerung
RAS Zeilenadressensteuerung
Dl Dateneingang
DO Datenausgang .
WE Lese-Schreib-Steuerung,
Uce + 5V Betriebsspannung
Ugg {0 V) Masse
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Blockschaltung
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Grenzwerte Alle Spannungen sind Ugs (Masse) bezogen.

U 2164 C 20 U 2164 C25
U 2164 C 20/1
:nin. max.
Spbnnung an allen Y -2,0 70 V
Eing&ngen
‘Ausgangsspannung Uo -2,0 70 V
Betriebsspannung Upp -0,5 70 V
Umgebungstemperatur Bq ] 70 °C
Lagertemperatur !9““ —65 150 °C
Verlustleistung Py 1w
Betriebsbedingungen Die Zeitr g erfolgt mit ty =5ns
U 2164 C 20 U264 C25
U 2164 C 20/1
min, mox.  min. max.
Betriebsspannung Upp 45 5,5 4,75 525V
Eingang-High-Spannung Uiy 2,4 5.5 2,4 55 V
Eingangs-Low-Spann.’) Up -20 0,8 -2,0 08 V
Ubergangszeit?) t 3 50 3 50 ns

(Anstieg/Abfall)

1) Die Eingangs-Low-Spannung darf nicht lénger als 40 ns negativer als

-0,3 V sein.

%) U4 min  Und Ul max sind Bezugspunkte fir die Zeltmessung der Ein-
gangssignale, Ubergangszeiten werden zwischen Ujy und Uj gemes-

sen.
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U2732C

32 kbit elektrisch programmierbarer,
UV-léschbarer Festwertspeicher in nSGT
- Organisation: 4 k X 8 bit, TTL-kompatibel

-~ 12 Adresseneingdnge zur Auswahl des Speicherinhaltes
— 24poliges DIH-Keramikgehduse mit UV-durchléssigem Fenster
- Zugriffszeiten: tavpy, tcLpv == 350; 450; 550 ns

— eine Betriebsspannung: Ucc = 5V

EPROM

o
7

D2
03
D4
25
06
07

l— 9
o070
F—o77
—o 73
074
o175
——076
p—o 17

Bauform 12
A7]7 20, 40
Ol
4607 2 #0487 A
A5 3 22[A9 s Az
F—1A3
A4 4 203411 pomed 44
A3 s N 20:0?/(/m 3— 45
426 WJAT0 20— A6
A1 7 B[J0E . T A7
A0C] 6 o7 & A8
209 L
’ 790——1 A70]
/i m 7511 D5 210~ 477
p2n w04 5 7]
Us A [ mps 0
AnschiuBbelegung und Schaltungskurzzeichen
A0...AMN Adresseneinginge
CE Chipaktivierungseingang
OE/Upr Eingang zur Freigabe der Ausgdnge

Programmiereingang
Do0...D7. Datenein-/-ausgdnge
Ugg N Bezugspotential
Uec Betriebsspannung
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Grenzwerte

Spannung an allen

Anschlissen bezogen

auf Ugg

Spannung an ‘GEIUPR
Gesamtverlustleistung
Umgebungstemperatur
Lagerungstemperatur

Statische Kennwerte

Betriebsspannung
Eingangs-
spannung L
Eingangs-
spannung H-
(auBer Pin 20)
Eingangs-
spannung H

(Pin 20)

im Lesebetrieb
Programmier-
spannung
Eingangsreststrom
{auBer Pin 20)

Eingangsreststrom
(Pin 20)

Ausgangsreststrom

Ucc
Ui

Uy

UiHzo

CE, OF/Upg = Uss;
Do...D7=Ucc:
U =55V

AO... AN,

CE = Usg;
DO...D7,
OE/Upg = Ucc
AO...A1 so

.daB bei OE = U

min.
Ug -0,5
UprG ~0.5
tot
a 0
sty -55
MeBbe- min
dingungen
4,75
-0,3
2
2
UCC =5V 24
A0...AMN,

6,5

26
1.5

70

125

max.

5,25
0,8
Uec+!?

Ucc

26

0,1

0,1

Ug =0V -D0-D 7= Ugy
Ug =55V -D0-D7=Ug

°C
°C

<<

<

mA

mA

mA




Ausgangsspannung L -

Ausgangsspannung H

statische
Stromaufnahme
aktiv

statische
Stromaufnahme
im Ruhezustand

Eingangskapazitat
(auBer Pin 20)
Eingangskapazitat
(Pin 20)
Ausgangskapazitst

Betriebstemperatur

Dynamische Kennwerte

Adressenzugriffszeit

a-Zugriffszeit
Verzégerung
OE-Ausgang aktiv
Verzégerung
OE-Ausgang hochohmig
Verzdgerung
CE-Ausgang hochohmig

YoL

lcer
<
Ci20

Co
9

*AVDV

© tcLbv

tOLDV

tOHDZ

tCHDZ

MeBbedingung min.
?E. O—E/UPR =
U|L = 0,8 V;
Ao...AN
wie bei lg
wie bei Ugp 2
CE = Uy
O_EIUPR = Uy
=55V
CE, OF/Upg =
Uy = 565V
20
U2732 C35 U2732 C45
max. max.
350 450
350 450
120 120 |
100 100
100 100

max
08 V
v
180 mA
30 mA
' 6 pF
20 pF
12 pF
30 °C
U 2732 C55
max.,
550 ns
550 ns
120 ns
100 ns
100 ns
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U 5200 @

CMOS-Gate-Array-System

Das CMOS-Gate-Array-System U 5200 gestattet den Anwen-
dern, selbst digitale Schaltkreise zu entwerfen, ohne daB um-
fassende Detailkenntnisse des Entwurfes von Schaltkreisen not-
wendig sind. Dieses neuartige Herangehen an den Entwurf von
digitalen Schaltkreisen wird durch eine Reihe von Vorarbeiten
des Schaltkreisherstellers erméglicht. Umfangreiche Entwick-
lungssoftware und ein Katalog verwendbarer logischer Grund-
elemente gestatten eine Umsetzung der Anwenderaufgaben-
stellung in das Gate Array. Damit die gewiinschten Schaltkreise
schnell zur Verfiigung stehen, ist die Grundstruktur eines Gate
Arrays fiir alle Schaltkreise gleich (Master) und wird durch drei
kundenspezifische Verdrahtungsebenen modifiziert.

Das Gate-Array-System U 5200 bietet folgende Vorteile:
@ kurze Entwicklungszeiten
@ Rentabilitét bereits bei geringen Stlickzahlen

@ weitestgehende Unterstiitzung des Entwurfes durch Zellen-
bibliothek mit ca. 100 Zellen und komfortables Entwurfssy-
stem

@ Ersatz von 100...200 Standard-Logik-Schaltkreisen

@ Nutzung leistungsarmer CMOS-Technologie
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Technische Ubersicht

Master U 5201
Gesamtgatterdquivalent: 3 000
(Gatterdquivalent entspricht NAND/NOR mit 2 Eingéingen)
davon 1020 Logikgatterdquivalente
102 JK-Master-Slave-Flip-Flops
53 E/A-Stufen
Masterausnutzung bis ca. 80 % mdglich

Makrozellenkatalog enthélt
Inverter, Grundgatter, Decoder, Multiplexer,
Demultiplexer, JK-Master-Slave-Flip-Flops,
Arithmetikschaltungen, Z&hler, Teiler, Schiebe-
register, Segmentdecoder, E/A-Stufen

bedingt TTL- und CMOS-kompatibel; ausgangsseitig Treibung einer Stan-
dard-TTL-Last

Verkappung in Plast-chip-carrier — 64polig

Bauform 26

AnschluBbelegung

1 Masse

2... 7 kundenspezifische Signale
8 - Eingang LSSD-Kette

9 Tokteingang

10 ... 16 kundenspezifische Signale
17 Masse

18 ... 23 kundenspezifische Signale
24 Priifmodus
25 ... 31 kundenspezifische Signale
32 Betriebsspannung
33...39 kundenspezifische Signale
40 Eingang Schiebekette
41 Ausgang Schiebekette

42 ... 47 kundenspezifische Signale
48 Masse

49 ... 55 kundenspezifische Signale
56 Ausgang LSSD-Kette
57... 63 kundenspezifische Signale
64. Betriebsspannung
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Grenzwerte

Fir die Gate-Array- Buuelemente sind die MOSICMOS Behandlungsvor-

schriften einzuhalten.

min.
Betriebsspannung Uee -0,5
Eingangsspannung Y -0,5
an allen Eingdngen
Ausgangsspannung Up -0,5
Verlustleistung . Py
Betriebstemperatur Fa 0
Lagertemperatur «‘)s‘g -55
Allg ine Betriebsbedingung
Betriebsspannung Ucce 4,75
L-Eingangsspannung Up -0,3
H-Eingangsspannung Uiy Ucc -2
Umgebungstemperatur Ya (4]

max.
7.0
7.0

v

v

7.0 V
0.5 W
70 C
C

5,25 V
08 V

Ucc+03 V

70 °C

Die speziellen Betriebsbedingungen sind von der Gate-Array-Kundenver-

drahtung abhdngig.

Ausgewdhlte K te
Ruhestromverbrauch?) lcess
Eingangsleckstrom v s

(Summenleckstrom aller
reinen Ei'ngange) D]

Eingangsleckstrom s
(bidirektionale

Eingénge)")

L-Ausgangsspannung?) Uoi, )
H-Ausgangsspannung?®) - Uon 2,4
Eingangskapazitat C

") bei Ugc = 525V, Uy = 5.25V
?) bei lp = 2mA
3) bei Uge = 475V, 1o = —0.4 mA

200 upA
10 nA
2 uA
04 V
' "
10 pF
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U 6516 DG @

Statischer Schreib-Lese-Speicher
mit wahlfreiem Zugriff (SRAM)

~ Speicherkapazitdt: 16 384 Bit
— Organisation: 2 k XX 8 Bit
— Typspektrum: U 6516 DG 15  (Grundtyp)
UL 6516 DG 15 (Selektionstyp)
UL 6516 DG 25 (Anfalityp)
— Zugriffszeit: 150 ns (U 6516 DG 15, UL 6516 DG 15)
250 ns (UL 6516 DG 25)
— geringer Leistungsverbrauch, duBerst geringe Ruheleistung
— gemeinsame (bidirektionale) Datenein-/-ausgéinge
— 3 Enable — Signale (CE, WE, OE)
~ Tristate — Ausgangsstufen
~ AdreBlatch — damit nur getakteter Betrieb méglich
— TTL-Kompatibilitdt fir alle Anschliisse
— Datenerhalt bis zu einer Betriebsspannung Ucc =2V
(,Schlafzustand”)
— integrierte Schutzschaltungen in allen Eingéingen
~ Vergleichstyp: HM 6516 (Harris); pinkompatibel zum
EPROM-Typ U 2716 C

Bauform 11

A7 7 24 Ylpe T "f’ SRAM |=>
Ab‘a 2 23] A8

A5 3 22[ ] A9 0o
A4 4 21 WE DI
A3 s 2003 0OF D2
A2 6 1903 A0 23—
a1dv 18] °E VZd aad
Ao0l]6 7107 . D5 p—o
po] s w6 Y 06—
21w 05 CE VY4 et
020 D4 WE|

Uss O 23 0
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Blockschaltung

Ay —| Adres- 2eilen- X X

: latch [ dekoger | Spechermarrix
ATQ —> . 128 Zeilen x 726 Spalren
A7 Adreg- | || Spaiten-1__|  Leseverstdrker und
Ay — ] farch dekoder Schreibschalfung

' Treibe;wnd Empfinger-.
J— sehalfur

6;% Ein-/Ausgabe-und (bidirektionale Datenein~
WE Zyklussteuerung und -ausgdnge)
T 1
(/:: Do 07

AnschluBbelegung
A0 bis A 10 AdreBeingdnge

DO bisD7 Datenein-/-ausgénge

CE Chipauswah!

Grenzwerte (Alle Spannungen

Betriebsspannung

Spannung an
allen Eingdngen

Verlustleistung
Betriebstemperatur

Lugertehperatur

EE Lese-/Schreibsteuerung

OE Datenausgangsaktivierung
Uece Betriebsspannung

Ugs Masse

sind auf Ugg =0V bezogen)

min. max.
Uce —0.3 . 7 -
U -0,3 Ucc +0.3
P(o( 1
dq ~25 +85
3,,9 =55 +125

v
v

w
°C

°C




Betriebsbedingungen Statische Bedingungen

Betriebsspannung
L-Eingangsspannung
H-Eingangsspannung

U 6515 DG 15, UL 6516 DG 15
UL 6515 DG 25
Schlafspannung
Umgebungstemperatur

Dynamische Bedingungen

AdreBvorhaltezeit tAVCL
AdreBhaltezeit tCLAX
Datenhaltezeiten HYHDX
tCHDX
WE-Lesevorhaltezeit tWHCL
Lese-Schreib-Abstand tavwlL
CE-Low-Impulsdauer tCLCH
tcLCH2?

CE-High-Impulsdauer tCHCL
WE-Low-Impulsdouar tWLWH

twiwhz)
WE-Impulsvorhulte- twLCH
zeiten tCLWH
twLCHz"
Datenvorhaltezeiten tDVCH
tDVWH
Zykluszeit tcLcL
tcicr2?

min
Uce 4,75
U -0,3
U

Uece -2

2,2

Uces 2

-25

Qa

UL 6516 DG 15
U 6516 DG 15

min
10
50
Q

150
280
50
50
130
60
150
130
60
60
200
330

'} Werte gelten nur fiir Betriebsart ,Lesen-Schreiben”

max
525 V
08 V
A
\
v
485 °C
UL 6516 DG 25
min
10 ns
50 ns
Q ns
[} ns
0 ns
250 ns
470 ns
140 ns
100 ns
220 ns
100 ns
250 ns
220 ns
100 ns
100 ns
390 ns
610 ns

4l



UL7211D - UP7211D 2

LCD-Ansteuerschaltkreise

Die Schaltkreise realisieren die Aufbereitung der BCD-Ein-

gangsinformationen zu Signalen fiir die Ansteuerung einer

7-Segment-LCD-Anzeige mit vier Stellen.

Die Schaltkreise unterscheiden sich hinsichtlich der Datenein-

gabe

UL 7211 D: Dateninformation und Digitinformation werden iiber zwei Chip-
Select-Eingdnge in Zwischenspeicher Gibernommen.

UP 7211 D: Das zur jeweiligen BCD-Eingangsinformation gehérende Digit
wird am entsprechenden Digitauswahleingang selektiert.

Im Schaltkreis sind integriert:

— Oszillator und Teiler — BCD zu 7-Segment-Decoder
— Anzeigespeicher ~ Segmenttreiber

— Backplane-Treiber/-Eingang

— Eingangslatch und 2- zu 4-Decoder (nur bei UL 7211 D)

Bauform 14 E- AT po37
27
oo L {7 w[ 127 ZB: ;? 871 F—o3
102 39 ]c7 29— 1 2 L1 o3
30— D1 o4
612 38187 73 71 —o 2
4 37147 31— 87 F1 b4
55 6105z 32— 052 67 -——o_z
o] A2 o
#a2[]e st SO 52 |7
sl 7 3 es2 57 % ::g
2 sesr  FT1 £2 |—om
29 32[] 0S2 Z ::;;
£2w 371081 A3 —on3
624 300113 B3 —own
—c

F200n2 2912 % _o;g
A3n 281 117 ) E3 o717
F3 o753
83 27110 63 —om
A4 =20
By (21
o4 22
Dy |o23
EU o4
F4 |—o26
G4 o253

-—
8P 5

AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen UL 7211 D
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AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen UP 7211 D

UL 7211 D
DS 1, DS 2 Digit-Select-Eingénge
CS 1, CS 2 Chip-Select-Eingéinge

Yop

Uss

0sz

BP

, 0...13
A1,B1,CLD1LELFTLGI
A2,B2C2 D2E2F2 G2
A3, B3, C3 D3 E3F3G3
A4,B4, C4 D4 ELFL G4

UpP 7211 D

ID 1, ID 2 Digitanwahl fir

ID 3, ID 4 Multiplexansteuerung
Betriebsspannung
Bezugspotential

Oszillator

Backplane
BCD-Dateneingénge
Segmentausgédnge von Digit 1
Segmentausgdnge von Digit 2
Segmentausgénge von Digit 3
Segmentausgénge von Digit 4

| 27— 1 AT [—o37
[307 poen b 87 o
[c7 29— 12 07 39
30— I3 07 o4
(187 N £ 2
SR =T
o] .
(1052 g30— 7p3 o=
a Juo— 104 22 |— 7
4 v4 2 ¢
gms T -
£2
1702 2
62 =11
Mz07 A3 =1
13 83 F—on
N1z o
03 7%
77 £3 |17
F3 |79
10 o =7
[ 1r4 A4 20
64 B4 |21
4 o2
4 D —oéi
D4 £y
H cu Fy 2%
:] Gy =25
e : s
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Grenzwerte (Uge = 0 V) min. max.

Betriebsspannung Upp 0 65V
Eingangsspannung U; Ugs ~0,3 Upp +0,3V
auBer Pin 27-34 Ugg —0,3 6,5V
Pin 27-34 y
Betriebstemperaturberelch ¥q —20 70 °C
Lagertemperaturbereich 9“9 -55 125 °C
Verlustlgistung bel 9, = 25°C Py 5 mW
Statische Kennwerte (3, = 25°C; Upp = Uiy = 6V; Uy =0V)
Stromaufnahme I 40 pA .
Eingangsreststrom L 1 pA
Backpiane-Eingangsstrom UT:T.E 10 pA
Oszillatoreingangsstrom o 10 pA
Eingangskapazitat C 20 pF
Backplane-Eingangskapozitit Cigp : 200 pF
Eingangsspannung Uy 0.7 Upp 6V
Pin 27-34 U, o 03 Upp V
ouBer Pin 27-34 U|H 0,7 UDD Upp v
(UTH 0 0,3Upp v
Dynamische Kennwerte (3, == 25°C)
UL 7211 D min. max, min. max.
(UDD —Ugg=5V) (Upp — Uss —28V)
Chip-Select-Impulsbreite tesa 0,25 1,0 ps
Datenbereitstellzeit tdem 0.1 0,8 us
Datennachwirkzeit tdhm 70 350 ns
Chip-Select-Schaltpause ties 2 10 us
UP 7211 D
Digit-Select-Impulsbreite tg 1.0 4 us
Datenbereitstellzeit tds 0,1 0,3 us
Datennachwirkzeit tgp 0.2 8,6 us
Digitschaltpause tids 2 10 [T
UL 7211 D, UP 7211 D
Segmentverzdgerungszeit tysi’) 4 9 us
Backplane-Verzégerungszeit tdbp) 8 18 us
Backplane-Frequenz fhpd) 250 32 Hz
Anstiegszeit der Eingangssignale i 2 2 ps
Abfallzeit der Eingangssignale t 2 2 us

) €, = 500 pF gegen AnschluB 35 2) CL = 10 nF gegen AnschluB 35
3) Anschluf8 36 offen
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UB 8001 C - UB 8002 D L 4
16 bit — Mikroprozessor

— 4 MHz Taktfrequenz -

— 8 Adressiermodes

— 8 Datentypen verarbeitbar

— 110 verschiedene Grundbefehle kénnen zu 414 Einzelbefehlen
variiert werden

~ 2 Betriebsarten: Systembetrieb und Normalbetrieb

— 3 Interruptarten und 5 Trapmdglichkeiten

— internes Refreshsteuerungssystem fiir dynamische Speicher

— Einsatz von Peripherieschaltkreisen des UA 880-Systems
(4 MHz) zur Hardwareunterstiitzung méglich

— Adressbus:
UB 8001 C: 23 bit (16 AdreB- und 7 Segmentleitungen)
UB 8002 D: 16 bit

— adressierbarer Speicherbereich:
UB 8001 C: 8 MByte
UB 8002 D: 64 kByte

— Gehdguse:
UB 8001 C: 48poliges DIL-Keramikgehduse, Bauform 15
UB 8002 D: 40poliges DIL-Plastgehduse, Bauform 14

Eine ausfiihrliche Funktionsbeschreibung und eine vollstéindige
Befehlsliste des UB 8001 C und UB 8002 D liegen in einer um-
fangreichen ,Technischen Beschreibung UB 8001 C, UB 8002 D*

vor.




AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen UB 8001 C

awo O AD8 7 ;{127 AS ;’;‘ /
38— AD7 D

A9 L2 SNE 90— a0z eal—18

Apro O] 3 SN§ 40— 403 R/ o0

Aprr [ 4 AD7 43— AD4 NS o037

A2 5 AD6 47— ADS B/ W32

ADI3 [ 6 AD4 44— AD6 T8 23

5707 O 7 SN4 45— AD7 ST =22

7 Oe 05 46— AD8 §72 F—o27

075 [ 9 AD3 '32: j‘; 790 878 20

A4 [ AD2 word an 77 SNo :25

Uee E AD7 51 AD12 w1 2

My sh2 37

i O SNz s— 4013 N3 —opy

T [ Uss 10— Abm o I

SeeT O ¢ g 405 SN5 46

VAT [ AS 28— WAIT SNB f—ou7

RESET [ LV, 7o STOP

M0 [ /W 76 ==} RESET]

MREG ] NS 75—y NMI

G o E

573 O BUSAK 4o sEGT

572 O WAIT

ST7 smra LS

st [ SNg 27— BUSRG BUSA 29

w3 [ SN1 6:1’,7 MO o717

Bauform 15
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AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen UB 8002 D

AD3
AD10 ]
Apr O
Ap72 [
A
S70P ]
ML
AD15]
AD14[]
Upe O
T O
MT ]
NHI []
RESEI
Mo O
MREG[]
55 O
s O
s72 [
§71 [

Bauform 14

40— A0 ¢ AS 29
32— ADT s 77
© 33— AD2 MREQP—T6
J4o—AD3 W25
36— AD4 NS 26
35— AD5 B/W 27
87— AD6 §Tg 21
36— AD7 ST1 20
39— AD8 ST2 |19
17— ADI ST3 1
20—{AD70
Jo—AD71
4o~—ap1n2
So==1AD13
§o—|AD74
§—AD75
23— WAIT
6o—q 8T0P
14— RESET]
73— NMI
me—yvI
7201 NVI
30— ¢
22— BUSRA BUSAKp—< 24
7o— MI 740—!::75
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AnschluBbelegung UB 8001 C

AD 0; AD 9;
AD 10; AD 11;
AD 12; AD 13
STOP

Mi

AD 15; AD 14
Yee

Vi; NVI

BUSRG
SN O; SN 1

} AdreB-/Datenbus
MP-Control

Multi-Mikro-Control -

AdreB-/Datenbus
Betriebsspannung .
Interrupt
Segmenttrap
Interrupt
Riicksetzeingang
Multi-Mikro-Control
Bus Timing

} Status
Segmentnummer

AdreB-/Datenbus
Segmentnummer

AdreB-/Datenbus
Segmentnummer
AdreB-/Datenbus
Segmentnummer
Bezugspotential
Systemtakt

Bus Timing

innere Verbindung
Status Byte/Word
Status Normal/Syst.
Status Read/Write
Bus Control
MP-Control

Bus Control
Segmentnummer

AnschluBbelegung UB 8002 D

AD 9;

AD 10; l

AD 11; AdreB-/Datenbus
AD 12; l

AD 13;

STOP MP-Control

MI Multi-Mikro-Control
28 .}i: AdreB-/Datenbus
Ucce Betriebsspannung
Vi

Nvi } Interrupt

NMI

-RESET Riicksetzeingang
MO Multi-Mikro-Control
MREG

DS Bus Timing

ST 3; ]

ST 2; Status

5T 1; f

AD 0;

AD 8;

AD 7; I

AD 6;

AD 5; AdreB-/Datenbus
AD 4;

AD 3;

AD 2;

AD 1; ‘

Ugs Bezugspotential
C. Systemtakt

AS Bus Timing

i. V. innere Verbindung
B/W Status Byte/Word
N/S Status Normal/Syst.
R/W Status Read/Write
BUSAK Bus-Control

WAIT MP-Control
BUSRQ Bus-Control

sTo Status
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Grenzwerte (Bezugspotential Uss = ov)
min.

Betriebsspannung
Eingangsspannung
Lagerungs-
temperaturbereich

Statische Kennwerte

Ucc ~0,5
Ui -0,5
Vseg

=55

max.
7V
7V
125°C

(a=0...70°C; Ucc =5V + 0,25V; Uss = 0 V)

Eingangsspannung Low
Eingangsspannung High
ingangsspannung High
am RESET-AnschluB
Takteingangsspannung

Ausgangsspannung Low
Ausgangsspannung High
Stromaufnahme

Eingangsreststrom
Ausgangsreststrom

Dynamische Kennwerte

min.
Ui -0,5

Ui
UIHRes

UicL -0,5
Uich Ucc ~0,4

UoL
(lo =2 mA)
Uom

(lo = 0,25 mA)

lec
I
loL

300 mA
20 uA
20 pA

(Ba=10...70°C; Ucc =5V + 0,25V; Uss = 0 V)

Taktperiode

High-Breite des Taktes
Low-Breite des Taktes
Anstiegs- und Abfallzeit
des Taktes

min.
tcc 250
twCH 105
twcL 105

#C; tC

max.

2000 ns
2000 ns
2000 ns

20 ns
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UB 8010 C
MMU-Schaltkreis

Programmierbarer Peripherieschaltkreis zum 16 bit-Mikropro-
zessor UB 8001 C. Der Baustein ermdglicht sowohi eine dyna-
mische Speichersegmentverschiebung als auch die Festlegung
bestimmter Speicherschutzfunktionen. Er verwaltet den 8 MByte-

AdreBraum der CPU U 8001 C.

Bauform 15 & e
DraSWE | 2 47 R

SEET[3 4
SUP[4 45
RESETC] 5 s
A23s 43
Azz[]7 “2
A28 41
A20C]9 40
A1 o 39
+5SvL ] 38
AWB?Z 37
Anqi 3
A% 3]
A5 34
A6 33
A7 32
Ar[Je 31
An[]® 30
AT0[ 20 2
imYi 2

A8 22 27,
DecourLE[)23 26
swel |2 25|

1As
[1.05
ST0
gsn
$T2
gsra
[ 1ADs
[ADg
b
JAon
e
[16ND
(1AD12
4073
TADwm
MADIS
Jswvo
1sHT
[dswvz
[swa
swy
sws

AnschiuBbelegung und Schaltungskurzzeichen

A8...A23 AdreBbus N/s

AD 8. .. AD 15 AdreB-/Datenbus !

AS AdreB-Strobe DECOUPLE

C Systemtakt RESET

cs Baustein- R/i
auswahladresse SEGT

DS Daten-Strobe

LREPYREE

30
29
28
27!
2%
25
24

7[')MASYm: DMA/Segmentnummer- ,S‘N 0...5N6
synchronisier-Strobe sup

Normai-/
Systembetrieb

Nicht anschlieBen
RESET
Lesen/Schreiben

»Segment-Trap"-
Anforderung

Segmentnummer
Suppress




Grenzwerte

Betriebsspannung
Eingangsspannung
Betriebstemperaturbereich
Lagertemperaturbereich

min.

maox.

7

\

7V
70 °C
125 °C

Statische Kennwerte (Ugnp = 0V; Ucg =5V 1+ 025V;8,=0...70°C)

Betriebstemperatur
Betriebsspannung
Eingangsspannung Low
Eingangsspannung High
Takteingangsspannung Low
Takteingangsspannung High
Taktpegel High

Taktpegel Low
Eingangspegel High
Eingangspegel Low
Ausgangspegel High
Ausgangspegel Low
Eingangsreststrom
Ausgangsreststrom
Gesamtstromaufnahme

Dynamische Kennwerte (Ucc=

Eingangsfrequenz

Eingangstaktanstiegs- und
-abfallzeiten

Taktbreite
Taktzykluszeit
Taktimpulsbreite Low
Taktimpulsbreite High
Taktflanke HL
Taktflanke LH

min,
9y 0
Uce 4,75
Uy 2,0
Upe -~0,3
UHc Ucc~0.4
UcH Takt- Uecc—0.4

generator

UcL -0,3
U4 2
Uy 0,3
UoH IloH == 250 nA 2.4
Uog oL = —2mA
|"_ 0,4V < Uin <24V
loL 04V < U, S$24V
lcc

’ max.
70 °C
5,25 V

0.8
UCC +0,3

\'
\'

0,45 V
Ucc+0.3 V

Ucc+0.3
0,45

v
"

Ucc 40,3V
08V

A

0.4V

+ 10
+ 10

nA
pA

300 mA

5V £ 0,25 V;Cp = 100 pF; 9= 0. .. 70 °C)

foc
iy

min,
0,5

105

max.
4 MHz

20

2 000
250
105
105

20
20

ns

ns
ns
ns
ns
ns
ns
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U 8047 PB - U 8047 PG @®
Einchipmikrorechner

— maskenprogrammierbarer 4 bit-Einchipmikrorechnerschaltkreis
in CMOS-Technologie

~ Einsatz vorrangig fiir Steuerungs- und Zeitgeberaufgaben in
batteriebetriebenen Geraten

— mit minimalem Aufwand kdnnen Systeme mit LC-Anzeige
und Tastatur (2 X 4 )X 4 Tasten oder 2 X 4 Schalter) realisiert
werden

— typische Einsatzgebiete sind Fernmeldeendgerdtetechnik,
Automatisierungstechnik, Unterhaltungselektronik, Spielzeuge
und Haushaltgerdate

~ Programmspeicher 798 )X 16 bit, Datenspeicher 64 X 4 bit

— Datenspeicher ist extern durch Schaltkreis U 8246 erweiterbar

Bauform 26

AnschluBbelegung

1 A/B LCD-Tor / 1/O-Tor 6 13 A/A Richtungsangabe f. BD-Tor/

2 A/B LCD-Tor / 1/O-Tor 6 Ausgabebereitschaft

~ R 14 AJE Giitigkeitssignal f. BD-
3 A/B LCD-Tor /1/O-Tor 6 Tor/Ubernahmequittung

4 A/B LCD-Tor / |/O-Tor 6
5 A/B LCD-Tor /1/0-Tor 7 :2 ° ::)tr-ir:l:sspannung
6 A/B LCD-Tor | /O-Tor 7 78
7 A/B LCD-Tor / 1/O-Tor 7 15 B ]
8 A/B COM 4 (nur bei LCD-Ver- 198 J BD-Tor

sion I 4 IV: Riickelek-

trodensignal fiir Version 20 A

V) /ijO-Tor 7 21 A ] Tastatur-
9B 22 A I abfragesignale
10 B Pins fur den Betrieb 23 A
1B im Testzustand
128
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24 E
25 E
26 E
27 E
28 E
29 E
30 E

] Tastatur-
[ eingabetor T1

l Tastatur-
eingabetor TO

31 E/A Tastatureingabetor TO/

Alarmausgang

32 Masse

33 AJE Frequenzaus- bzw. -eingang
(1/8 fosz)

34 E  Ridkkehrsignal aus dem
Standby-Zustand

35 E  synchrones Anhalten des
EMR

36 E  Riicksetzen (Neustart)

37 E  Testmodussteuerung

38 A Prozessorgrundtakt fir
Betrieb im Testzustand

39 E  QuarzanschluB

40 B QuarzanschluB

41 Displayspannung

42 AnschluB f. Kontrastab-
gleichwiderstand des LCD

43 A COM-Mittenpotential UPM,
AnschluB des Glattungskon-
densators CG2
Blinksignal {AnschluB eines
standig blinkenden Seg-
mentes bei LCD-Vers, I)

E: Eingang

A: Ausgang

44 N. C.

45 A

46 A } LCD-Ruckelektr.-
a7 A Signale
48 A ]

49 A LCD-Tor
50A |

51 A

52 A LCD:Tor
53 A

54 A ]

55 A LCD-Tor
56 A

57 A/B LCD-Tor / 1/O-Tor 4
58 A/B LCD-Tor / I/O-Tor 4
59 A/B LCD-Tor [ /IO-Tor 4
60 A/B LCD-Tor / 1/O-Tor 4
61 A/B LCD-Tor / I/O-Tor 5
62 A/B LCD-Tor / 1/O-Tor 5
63 A/B LCD-Tor / 1/O-Tor 5
64 A[B LCD-Tor [ 1/O-Tor 5'

B: bidirektional

Die jeweiligen Funktionen von doppelt belegten Anschliissen werden Gber
Maskenoption festgelegt.
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Grenzwerte

Alle Spannungen sind, wenn nicht anders angegeben, auf Ugg = 0 be-
zogen.
. min. max.
Betriebsspannung Upp -0,3 7 \
Eingangsspannung Yy -0,3 Upp +0.3 V
externe Spannung Uo -0,3 Upp +0.3 V
an den Ausgdngen
Spannungsanstiegs- s 0,5 V/ns
geschwindigkeit fir
Betriebsspannung
sowie Ein- und Aus-
gangssignale
Betrag der Spannung U 7.6 V
zwischen zwei beliebigen
Anschliissen
(auBer Upp und Ugs)
Verlustleistung Py 100 mw
Lagerungstemperatur Vg 55 125 *C
min. max.

Betriebsbedingungen
Betriebsspannung Upp 3 525 V
Eingangs-LOW-Spannung UL ~0,3 0.4 V
Eingangs-HIGH-Spannun, U Upp—0.4 U 03 V
(auber TO, T1-Part) 2 H oo oo +
Eingangs-H!GH-Spannun, V) Upp -1 U 0,3 V
Eingangs HICH-Sp 9 IHT DD pp
Umgebungstemperatur

U 8047 By 5 55 = °C

V 8047 q =25 85 °C
Lastkapazitat!)
LCD-Segmentausg. Cico 200 pF
LCD-Riickelektrodenausg. Cicom 1500 pF
1/O-Port’s CLio 200 pF
OD-Ausgang (READY) CLop 200 pF
/STB-Ausgang CistB 200 pF
ALM-Ausgang CLaL 100 pF
KC-Ausgénge Cike 500 pF
F1O-Ausgang CLrio 100 pF
T0...T13 Cr 100  pF

(bei Verwendung von

gepuls. pull-down-Transistoren)
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Lastwiderstand
LCD-Segmentausgang
LCD-Riickelektrodenausgang

Quarzoszillatorfrequenz

Taktfrequenz am FlO-Eingang

Flankenanstiegs- bzw.
-abfallzeit an

OSCIN/OSCOUT
FIO
[RST

I/O-Ports

1QUIT

JEXSTA

/SYN

Datenhaltezeiten an den
Eingdngen
1/O-Ports

BD-Port
T0-, T1-Port

Impulsbreiten an
JRST
[SYN
JQUIT
JEXSTA

tosc
tTFIO
HRST
10
QU
tTEXS
tSYN

Hho
thBD
thT

tRST
SYN

tQuir
tEXS

20
20
20
20
20

von Tay
bis T6H
von Tgy
bis TbH
von T7y
bis Tgy

1000

TzvkL

TzvkL
1000

4,5
562,5

50
500
500
500
100
100
100

1.5 TzykL
2 Zyyg

MOhm
MOhm
MHz
kHz

ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

ns

ns

) GrsBere Lastkapazitdten sind prinzipiell mdglich, wobei zu beachten
ist, daB die dynamischen Kennwerte nicht mehr eingehalten werden

kénnen,




Statische HauptkenngroBen
Alle Spannungen sind auf Ugg == 0 bezogen.’

Bemerkungen
mittl. Stromaufnahme
Arbeitszustand Ipp1 0,8 mA Upp = 525V*
Stand by Ipp2 0,4 mA Upp = 5,25 V*
Shut down Ippa 0,02 mA Upp = 5,25V*
. © * und fosz = 40 Mhz
Ausgangs-HIGH-Spannung an min. max.
1/O-Post's UoHio Upp-0.3 v 1)
BD-Port UoHBD UDD—O,3 v 1
OD-Ausgang Uonvop Upp—0.3 v
/STB-Ausgang UOHSTB Upp—0.3 v 1
ALM-Ausgang UoHAL Upp-0.3 v n
KC-Ausgang UoHkc Upp-0.2 vV 2)
FIO-Ausgang UoHFIO Upp-0,3 v 1)
LCD-Segment-Ausgang Uonicp Ypy ~0.1  Upy 40,1V 3)
LCD-Rickelektroden- UoHcom Ypp-0.1 vV 3)
ausgang
Ausgangs-LOW-Spannung an )
1/O-Ports UoLio 0.3 v
BD-Port Uoisp . 0,3 )]
OD-Ausgang UoLobp 0,3 vV 1
/STB-Ausgang UoLsTs 0,3 v 1
ALM-Ausgang UoraL 0.3 v 1)
KC-Ausgang Uotkc 0.2 vV 2
FIO-Ausgang . UoLFio 0,3 v 1
LCD-Segment-Ausgang Uottecp Ypz -0.1 Upy 0,1 V 3)
LCD-Riickelektroden- UOLCOM UDIS 0,1 UDlS 40,1 V 3)
ausgang
Mittelspannung der Umcom UpMm_o0,1 YpmTt01V
Riickelektrodenausg.
Displayspannung | Uicp 2 Upp-06V Ucp=
S Upp — Upis
Strom durch den ~Tou 10 60 pA Upp=4V,
pull-up-Trans. UL =03V
Strom durch den lpd 10 60 pA Upp =4V,
pull-down-Trans. Uy =27V
1) R =12kOhm gegen 0,5 Upp
2) R = 24 kOhm gegen 0,5 Upp

3) RL =1MOhm
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U 8246 PB - U 8246 PG &
Speicherschaltkreis

— statischer Schreib-Lese-Speicher (sRAM) in CMOS-Technolo-
gie

~ Speicherkapazitat 1024 Bit"

~ speziell flir den Einsatz als Erweiterungsschaltkreis zum Ein-
chiprechner U/V 8047 ausgelegt

~ Einsatz als selbsténdiger Schaltkreis prinzipiell mdglich

~ Organisationsform 256 X 4 Bit

- bidirektionale Datenpins, Tristate-Ausgénge

~ Schlafzustand bei = 2V Betriebsspannung mdglich

— 24poliges PCC-Gehduse

Bauform 25
S 8o o~
Taa S8
imininininin
o132 1w
Py [ s sx) o0 RAM
oL} I T B
p2[]#» 78T — o521 07—
03[9 6[ 1088 o—ipgy 02—
)y Jeo s[Jest o2 J3
X1 127 4 ]652
EZZZJZ‘/L;]ZJ o UL
OOouUy
ERXKXK 3
{
1 beliebig belegbar 13 Ein-/Ausgang
2 beliebig helegbar 14 Ein-fAusgang
3 1 15 Benebigwbce‘\egbord
4 . 16 ull-up-Widerstan
5 Schaltkreisauswahl 17 beliebig belegbar
6 J 18 Ein-/Ausgang
7 Steuersignal 19 Ein-{Ausgang
8 beliebig belegbar 20 beliebig belegbar
9 beliebig belegbar 21 beliebig belegbar
10 beliebig belegbar 22 Bezugspotential
1 Steuersignal 23 beliebig belegbar
12 Betriebsspannung 24 beliebig belegbar
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Blockschaltung

r ——— bl
| |
| J2x32 Schrerb-Lese~ 5
Speicherfeld |7 schaltung " {
ﬁ {
' Wortdekoder 2 Ausgangsregister| |
%4 |
| | Adressregister | | Adressregister 4 I
V| A0 bis A3 Al bis AT }
{ } Ry BUS 4 :
c§ ! ; J? - |
. Sehaltkreis- Daren |
|chuer/ag/k auswah! Komparator Ein~/Ausgang {
) B U S N USRS D W WD
ST 0P 080 (87 652 653 080 Do7 D02 D63
Grenzwert Alle Spannungen sind auf Uggbezogen.
min. max
Betriebsspannung Upp ~0,3 70 V.
Eingangsspannung U; -0.3 Upp +0.3 V
Externe Spannung Up -0,3 Upp +0.3 V
an den Ausgdngen
Spannungsanstiegs- h
geschwindigkeit fir
Betriebsspannung sowie
Ein- und Ausgangssignale S 0,5 V/ns
Spannungsbetrag zw. zwei
belieb. Anschiiissen .
(auBer Upp und Usgg) U 76 V
Verlustleistung Py 100 mwW
Lagertemperatur Ystg ~55 125  °C




Betriebsbedingungen

Betriebsspannung Upp
Schlafspannung Upps
Umgebungstemperatur U 8246 PB i

Usas PG ¥,
Eingangs-Low-Spannung Ui
Eingangs-High-Spannung Uly
Lastkapazitdt DQ 0-DQ 3 CL
Impulsanstiegs-/-abfallzeit

an OD tTOD
an ST trsT
Impulsbreite
“an OD top
an ST tgT
Datenvoreinstellzeit . tsy
Datenhaltezeit th
HL-Flanke an OD tSTOD
nach 'ST'-lmpuls‘)
HL-Flanke an ST tODST

nach OD-Impuls
) ‘nach Ablauf von tp, min.

Hauptkenngréfen min.
Ruhestromaufnahme Ibpo
Stromaufnahme bei IbD1

150 000 Zugriffen/s')
H-Eingangsleckstrom hH

CS0 bis CS3, ST, OD

DQO bis DQ3 (Tristate)
L-Eingangsleckstrom -
CS0 bis CS3, ST,

DQO bis DQ3 (Tristate)

H-Ausgangsspannung U 4,95
DQ0 bis DQ3 OH
-L-Ausgcmgsspunnung UoL !
DQO bis DQ3

max.

0,01

6

0,3

in. max
3.0 5,25 V
2,0 "
5 55 °C
-25 +85 °C
-0,3 04 V
Upp —0.4 Upp +0.3 Vv
200 pF
20 1000 ns
20 1000 ons
2 000 ns
500 ns
500 ns
500 ns
0 ns
700 ns
Bedingung
mA UDD_UST—SZSV
Ugs =0V
mA Upp =Ugr =525V
Ugg =0V
BA Upp=U; =525V
uA UDD =525V
U =ov
V Upp=525V
v Upp =525V

') Ein Zugriff ist entweder ein Schreib- oder ein Lesezyklus
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U-8272D ®
Floppy-Disk-Controller

— Typspektrum: U 8272 D 08 Grundtyp
U 8272 D 04 Anfalltyp

— Steuerschaltkreis fiir Folienspeicher (Floppy Disk) zur Orgo-
nisation des Datenaustausches zwischen einer CPU und ma-
ximal 4 Floppy-Disk-Laufwerken

— geeignet flir Standard-Floppy (8”) U 8272 D 08

und Mini-Floppy (5,25”) U 8272 D 04

— programmierhare Aufzeichnungslénge von 128, 256, 512 oder
1024 Byte/Sektor

—~ Kompatibilitdt zum IBM — Einfach — (FM, einfache Dichte)
und Doppelformat (MFM, doppelte Dichte)

— Mehrfachsektor- und Mehrfachspur-Ubertragungsféhigkeit

— Datentransport wahiweise (programmierbar) im DMA- oder
NON-DMA-Modus -

— Daten- und Adressensuchféhigkeit

— 15 einsatzspezifische Befehle .

~ Erzeugung zahlreicher Steuersignale (fiir externe- PLL,
Schreibvorabgleich usw.) und Statusinformation

— Programmierung durch CPU

— geeignet fiir zahlreiche CPU-Typen, einsc¢hlieBlich U 880
8080 A, 8086

— 8 MHz-Takt U 8272 D 08, 4 MHz-Takt U 8272 D 04

Bauform 14

AnschluBbelegung

1 Erzeugung des Grundzustandes

2 Steuersignal fiir Dateniibertragung

-3 Steuersignal fiir Dateniibertragung

4 Schaltkreisanwahl

5 Daten- und Statusregisteranwahlsignal
6-13 Datenbus

14 DMA-Anforderung

15 DMA-Bestétigung

16 . Beendigung d. DMA-Transfer

17 Anzeigen des Beginns einer Spur
18 Interruptanforderung

19 Einphasen-8 MHz-Rechteck-Takt -
20 Masse

21 Datenschreibtakt

22 Datenbegleitsignal vom FDD
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RESET ] 7 Upe

D [z RW/SEEK
WR []3 LCT/DIR
s O+ FR/STP
A0 [Os HDL
088 [ 6 RDY
081 O 7 WE/TS
282 [ 8 FLTITRUY
283 9 PSS
284 o PSP
285 [ WR DATA
286 [ nse
287 [ 087
ora [ HDSEL
dm MFM

e O WE

10x [ veo
NT [ RD DATA
oLk [ w

tss O WRCLK

Daten vom FDD

Regelung des Oszillators der PLL

Freigabesignal zum Datenschreiben

Datenschreibmodus

Kopfauswah!

Auswahlsignal fir FDD-Station

Schreibleitung d. seriellen Takt- und Datenbits zum FDD
Schreiben des Vorabgleichstatus bei MFM

Fehlermeldung des FDD/Spur 0

Priifung auf Schreibschutz/iweiseitige Diskette

Bereitschaft des FDD

Laden des Lese-Schreibkopfes

Riicksetzen d. Fehler-FF in FDD/Schrittimpulse fiir die Kopfposition
Reduzieren des Kopfschreibstromes/Festlegung Kopfbewegung
Auswahl des Betriebsmodus

Betriebsspannung +5 V
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Blockschaltung

d318/1393Y L1174
LOFYIALINTYENT MOT =-—
197738 QY =—

DDO7 PO} -]

A35S /MY ~=—
PO WAW ~— 104
1 403139 MIT = sopbon
0 493/39 AT <+—] a4 A“L
bunianajs
049041 /470 -d3q134(
XIPUT ——a] .
4404
J09p04d 241IM — Py Hv Laonpal

3015 OML fpD3y —

L2811 9P sng Jaus4Ul

QUAP DIN ———
MOPUIM ~UB4DJ ————]
7o —

1 U0YDSUAW093.d 4] $20044340]
R AL T Y R — U3)|81Jas $ap
IGDUT Y bBunsenalg
VIVE M ———
32010 YM
Jays1Bay

,&.\«

‘.u.ub -

H1)

e

YWa PUn | g——
VUBGIIIYIS |

$9

Jasay
B3y SIS
93498 D40q
am

ay

AN/

Ua$37 1) |a—36D3IMOUNIY - YT

Bunasnajg \— 13y YHE vivT
i
Jurog (DU
i J29/3d{
() Zlaoy K480 080
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Grenzwerte (Alle Spannungen sind auf Ugg= 0 V bezogen)

min. max.
Betriebsspannung Uce -0.5 70 V
Ein-/Ausgangsspannung Ui/ Up -0.5 7.0 V
Verlustleistung Py : 1.5 W
Umgebungstemperatur Bq 0 70 °C
Lagertemperatur Frg ~55 125 °C
Betriebsbedingungen
Betriebsspannung Uce 4,75 525 V
L-Eingangsspannung?) Uy ~0,5 08 V
H-Eingangsspannung?) U 2,0 Ucc -H0.5 vV
Umgebungstemperatur ¥y 0 70 °C
Taktperiode?) tey 125 500 ns
tmpulszeiten tAR 0 ns
tRR 250 ns
tAw 0 ns
twA ] "ns
; tww . 250 ns
‘ tpw 150 ns
| twD 5 ns
| trpD? 40 ns
] tROW? 15 ns
WRD® % ns
tRORW® 12 us
tRQR? 800 ns
frQW? 250 ns
Zykluszeiten twwey?
MFM = 0 2 us
MFM = 1 1

) gilt nicht fiir CLK und WR CLK
2) fiir Anfalltyp U 8272 D 04 betragt fiir tcy der Kleinstwert tcy = 250 ns

3) Werte gelten fiir Standard-Floppy (8 MHz-Takt); bei Mini-Floppy
(4 MHz-Takt) sind die Werte zu verdoppeln
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U 8611 DC - U 8611 DC/1 - UL 8611 DC e
UL 86 11 DC/1

Einchipmikrorechner

U 8611 DC, UL 8611 DC

Maskenprogrammierte  Einchipmikrérechner mit folgenden

Eigenschaften:

— 8 bit Verarbeitungsbreite

~ 43 Befehlistypen

— ROM-Kapazitat: 4 kByte

— RAM-Kapazitdt: 128 Byte (144 Register, davon 124 Mehr-

zweckregister, 4 Ein-/Ausgaberegister, 16
Status- und Steuerregister)

— 32 Ein-/Ausgabeleitungen

— durch internen Zeitgeber getakteter UART (vo‘lduplex)

—~ 2 programmierbare 8 bit-Z&hler/Zeitgeber mit je einem pro-
grammierbaren 6 bit-Vorteiler

~ On-chip-Oszillator (U 8611 DC), externer Ansch!uB von Ouorz
méglich

— 6 priorisierte und vektorisierte Interruptquellen

— Maglichkeit der Adressierung von externen Speichern bis zu
120 kByte

— Maéglichkeit zum power-down-Betrieb (UL 8611 DC)

— TTL-Kompatibilitdt an allen Anschlissen

— mittlere Befehlsousflihrungszeit: co.2,2 us

314



U 8611 DC/1, UL 8611 DC/1

Einchipmikrorechner mit folgenden Eigenschaften:
— Interner ROM ist nicht nutzbar, durch Pegel von +7,35...

-+8 V an RESET erfolgt Sprung auf externe Programmierspei-
cheradresse % 1012, Port 0 und 1 werden fiir Adressen- und
Datenverkehr genutzt.

- 8 bit Verarbeitungsbreite

— 43 Befehlstypen

— RAM-Kapazitit: 128 Byte (144 Register, davon 124 Mehr-

zweckregister, 4 Ein-/Ausgaberegister, 16
Status- und Steuerregister)

— 32 Ein-/Ausgabeleitungen

— durch internen Zeitgeber getakteter UART (vollduplex)

— 2 programmierbare 8 bit-Zghler/Zeitgeber mit je einem pro-
grammierbaren 6 bit-Vorteiler o

— On-chip-Oszillator (U 8611 DC/1), externer AnschluB von
Quarz méglich

— 6 priorisierte und vektorisierte Interruptquellen

— Méglichkeit der Adressierung von externen Speichern zu
120 kByte

~ Maglichkeit zum power-down-Betrieb (UL 8611 DC/1)

— TTL-Kompatibilitat an allen Anschlissen

— mittlere Befehlsausfiihrungszeit: ca. 2,2 us
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-
E. wlp 13— POD P34 029
U‘f) ! P36 7% o— P01 P35 010
Un' Q2 39[AP3T 50— po2 P36 F—o40
16 o— P03 P37 4
XTAa]3 38 P27 L5 14 - .
P37 14 37 1P26 18— PoOS
19— POS D5 y—8
r3o[]s 6[1P25 o] 5‘7’3 RIW |7
RESET(]6 351 Py 21—
= B 520 P11 U o2
rRw Q7 #[1P23 230 P12
o 24— P13
s G 3 (]2 250— P
A3 9 2[dP21  260— P15
27— P .
P3s]no 31 % P2 S5 17
U O 30[1P33 31— P2
ss © 320— P21
P32 291 P34 32 o—1 ﬁfﬁ
Ot
Poo 13 1 U s 1)
Po1 (4 271 P16 36— P25
370— P2
poz 15 P15 3o |por
ro3 % 50prw 5. Ihm
Po4 17 %1 1pP3 39— PH
20— P32
Pos 18 28P12 350 p33
Pos ]9 2P ¢ ESET]
Po7]20 2100 P00 3:]:271
AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen
Ucc Betriebsspannung Ugg ‘Bezugspotential
Umm') Versorgungsspannung fiir Speicher P00...P 07 Ein-/Ausginge
XTAL 1 Zeitbasis-Ein-/Ausgang P10,..P 17 Ein-/Ausgdnge
RE_S_ET Riicksetzeingang . P 20...P 27 Ein-/Ausgange
R/iwW Read/Write P 30...P 33 Eingange
DS Datenstrobe P 34...P 37 Ausgdnge

AS AdreBstrobe

) Entspricht AnschiuBvariante UL 8611 DC/UL 8611 DC/1. Die Schaltkreise
haben die Méglichkeit zum power-down-Betrieb, ein externer Taktgene-
rator ist an XTAL 1 anzuschlieBen.

Bei der AnschluBvariante U 8611 DC/U 8611 DC/1 wird Ansd1|uB 2 zu
XTAL. Verwendet wird dazu der On-chip-Oszillator bei AnschluB von
Quarz an XTAL und XTAL 1.
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Grenzwerte

Betriebsspannung Uce
Eingangsspannung Y
Ausgangsspannung Uo
Betriebstemperaturbereich Vg
Lagerungstemperaturbereich 1‘)‘“

Statische Kennwerte
(Su =0...70°C; USS = 0V)

Betriebsspannungen Uee
(Arbeitsbetrieb) Umm
Betriebsspannungen Uce
(power-down-Betrieb) Umm
Eingangsspannung Up
Uiy
Takteingangsspannung Uic
YiHe
RESET-Eingangsspannung Uir
UiHr

% UL 8611 DC/
U. 8611 DCN

Dynamische Kennwerte

Eingangsfrequenz fc
Eingangstaktanstiegs- tei Ye
und Abfallzeit

Taktbreite twC

-0,5
-0.5
-0,5

-55_

4,75
Ucc 0.6

-0,3
-0.,3

3,8

-0.3
3.8

37

125

5,25

4,75
5,25

0.8

0.8

Ucc
0.8

Uceh

25

< €< << << <<

MHz
ns

ns
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Einchip-Mikrorechner g 2
Leistungsféhige Bauelemente mit internem bzw. ex-
ternem ROM, die fiir den vorrangigen Einsatz in
Steuerungen und Regelungen der Kommerziellen
Elektronik (Konsumgiiter) vorgesehen smd

UB 8810 D, UB 8811 D

Einchip-Mikrorechner mit internem maskenprogrammiertem

(2 k X 8) bit ROM und internem (128 XX 8) bit RAM.

— 8 bit Verarbeitungsbreite — 43 Befehlstypen

— ROM-Kapazitgt: 2 kByte

— RAM-Kapazitdt: 128 Byte (144 Register, davon 124 Mehr-
) zweckregister, 4 Ein-/Ausgaberegi-

ster, 16 Status- und Steuerregister)

— 32 Ein-/Ausgabeleitungen

— durch internen Zeitgeber getakteter UART (voIIdupIex)

— zwei programmierbare 8 bit-Zdhler/Zeitgeber mit je einem

programmierbaren 6 bit-Vorteiler
— On-chip-Oszillator (AnschluBvariante UB 8810 D) externer
AnschluB von Quarz méglich

-~ 6 priorisierte und vektorisierte Interruptquellen

-~ Moglichkeit der Adressierung von externen Speichern bis zu

124 kByte

~ — Méglichkeit zum ,power-down"-Betrieb (AnschiuBvariante

| UB 8811 D)

— TTL-Kompatibilitdt an allen Anschliissen

— mittlere Befehlsausfiihrungszeit: ca. 2,2 us

UB 8830 D, UB 8831 D

Einchip-Mikrorechner mit BOOTSTRAPLADER und BASIC-

~ INTERPRETER

- — 8 bit Verarbeitungsbreite — 43 Befehlstypen

- — ROM-Kapazitét: 2 kByte

— RAM-Kapazitdt: 128 Byte (144 Register, davon 124 Mehr-
zweckregister, 4 Ein-/Ausgabere-
gister, 16 Status- und Steuerregi-
ster)

~ — 32 Ein-/Ausgabeleitungen

~ — durch internen Zeitgeber getakteter UART. (voIIdupIex)

~ — zwei programmierbare 8 bit-Zdhler/Zeitgeber mit je einem

| programmierbaren 6 bit-Vorteiler
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—~ On-chip-Oszillator (AnschluBvariante UB 8830 D), externer
AnschluB von Quarz méglich

— 6 priorisierte und vektorisierte Interruptquellen

—~ Méglichkeit der Adressnerung von externen Speichern bis
124 kByte

— Méglichkeit zum . ,power-down"-Betrieb (AnschluBvariante
UB 8831 D)

— TTL-Kompatibilitat an allen Anschlissen

~ mittlere Befehisausfihrungszeit: ca. 2,2 us

— Initialisierung von Port 0/1 fiir externen Speicher

— Sprung auf Adresse 0812 H bzw. Adresse EOOOH

— zwei Testméglichkeiten fiir externe Beschaltung

~ BASIC-Interpreter mit 17 Anweisungen als internes Programm
verfligbar

UB 8860 D, UB 8861 D

Einchip-Mikrorechner mit internem (128 )X 8) bit RAM, ROM-

lose Version.

Die Schaltkreise UB 8860 D und UB 8861 D sind Einchip-Mikro-

rechner mit folgenden Eigenschaften:

— interner ROM st nicht nutzbar, durch Pegel von +7.35...
-8V an RESET Sprung auf externen Programmspeicher,
Port 0 und 1 werden flir Adressen- und Datenverkehr genutzt

~ 8 bit Verarbeitungsbreite — 43 Befehlstypen

— RAM-Kapazitt: 128 Byte (144 Register, davon 124 Mehr-

zweckregister, 4 Ein-[{Ausgaberegi-
ster, 16 Status- und Steuerregister)

— 32 Ein-/Ausgabeleitungen

— durch internen Zeitgeber getakteter UART (vollduplex)

— zwei programmierbare 8 bit-Zdhler/Zeitgeber mit je einem
programmierbaren 6 bit-Vorteiler

— On-chip-Oszillator (AnschiuBvariante UB 8860 D), externer
AnschluB von Quarz mdglich

— 6 priorisierte und vektorisierte Interruptquellen

— Maglichkeit der Adressierung von externen Speichern bis zu
124 kByte

— Moglichkeit zum ,power-down“-Betrieb- (AnschluBvariante
UB 8861 D) |,

- TTL-Kompqtlbllltat an allen Anschliissen

— mittlere Befehlsausfihrungszeit: ca. 2,2 ps
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Bauform 14

Ugg [Fv 40[]P3s
]2 a3 [Jr31
XTALIC] 3 38[P27
P374 3711P2%
P05 36,25
RESET]6 35 )P4
RIW 7 w[P23
x5 [s 33[1pP22
AS 19 32[ P2t
P35 31 P20
Us 30[3 P33
P32[]72 29[ P34
Pag]13 28{ 3P17
Po1 ™ 27 gm
P25 26 P15
PO3 Y% 2501Pw
Po4§17 241P13
Po5[118 23pP12
Pos[]19 221 1Pn
PO7C120 211P10

Pag| EMR

P34p—29
P35t—o10
P36 40
P37}~ 4
AS g
DS &
AW 7
Uny 2

AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen UB 881 D, UB 883 D, UB 886 D

Uce
Umm

XTALY)
RESET
RAW
o

1} entspricht

an XTAL

Betriebsspannung
Versorgungsspannung
fiir Speicher
Zeitbasis-Ein-/Ausgang
Riicksetzeingang

‘Read/Write

Daten-Strobe

AS
Uss

Poo..
P10..
P20..
P30..
P34..

AnschluBvariante UB 8811 D,
Schaltkreise haben die Méglichkeit zum ,power down“-Betrieb, ein ex-
terner Taktgenerator ist an XTAL 1 anzuschlieBen., Bei der AnschiuB-
variante UB 8810 D, UB 8830 D, UB 8860 D wird AnschluB 2 zu XTAL.
Verwendet wird dazu der On- ch:p Oszillator bei AnschluB von Quarz

und XTAL 1.

Adref3-Strobe
Bezugspotential

.Po7

. P17 Ein-Ausgénge
.P27

.P33 Eingénge

. P37 Ausgéinge

UB 8831 D, UB 8861 D. Die
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UB 8820 M, UB 8821 M

Einchip-Mikrorechner-Entwicklungsversion mit externem (2 k X

8) bit ROM und internem (128 X 8) bit RAM,

Die Schaltkreise UB 8820 M und 8821 M sind Einchip-Mikro-

rechner-Entwicklungsversionen mit folgenden Eigenschaften:

— 8 bit Verarbeitungsbreite

— 43 Befehlstypen

— Speicherkapazitét: 2 kByte (extern) direkt adressierbar (dqui-

valent fiir internen ROM des UB 881 D)
— RAM-Kapazitét: 128 Byte (144 Register, davon 124 Mehr-
zweckregister, 4 Ein-Ausgaberegister, 16
Status- und Steuerregister)

~ 32 Ein-/Ausgabeleitungen

— durch internen Zeitgeber getakteter UART (vollduplex)

— zwei programmierbare 8 bit Zahler/Zeitgeber mit je einem
programmierbaren & bit Verteiler

— On-chip Oszillator (AnschiuBvariante UB 8820 M), externer
AnschluB von Quarz méglich

- 6 priorisierte und vektorisierte Interruptgellen

— Mgaglichkeit der Adressierung von externen Speichern bis
124 kByte

— Méglichkeit zum ,power down"-Betrieb (AnschluBvariante
UB 8821 M)

— TTL-Kompatibilitat an allen Anschliissen

—~ mittlere Befehlsausfiihrungszeit: ca. 2,2 us

UB 8840 M, UB 8841 M

Einchip-Mikrorechner-Entwicklungsversion mit externem

(4 k X 8) bit ROM und internem (128 )X 8) bit RAM,

Die Schaitkreise UB 8840 M und UB 8841 M sind Einchip-Mikro-

rechner-Entwicklungsversionen mit folgenden Eigenschaften:

~ 8 bit Verarbeitungsbreite

— 43 Befehlstypen

— Speicherkapazitat: 4 kByte (extern) direkt adressierbar

— RAM-Kapazitiit: 128 Byte (144 Register, davon 124 Mehr-
zweckregister, 4 Ein-/Ausgaberegi-
ster, 16 Status- und Steuerregister)

~ 32 Ein-Ausgabeleitungen

-~ durch internen Zeitgeber getakteter UART (voliduplex)
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— zwei programmierbare 8 bit Z&dhler/Zeitgeber mit je einem
programmierbaren 6 bit Vorteiler

~ On-chip Oszillator (AnschiuBvariante UB 8840 M), externer
AnschluB von Quarz mdglich

— 6 priorisierte und vektorisierte Interruptquellen

— Méglichkeit der Adressierung von externen Speichern bis
120 kByte

— Méglichkeit zum ,power down“-Betrieb (AnschluBvariante
UB 8841 M)

— TTL-Kompatibilitdt an allen Anschlissen

— mittlere Befehlsausfiihrungszeit: ca. 2,2 us

AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen UB 882 M und UB 884 M

Ucc  Betriebsspannung MDS Daten-Strobe des

Umm Versorgungsspannung Programmspeichers
far Speicher P00...P0O7 l

XTAL") Zeitbasis-Ein-/Ausgang P10...P17 | Ein-/Ausgénge

RESET Ricksetzeingang P20...P27 [

R/W  Read/Write P30...P33 Eingdnge

Ds Daten-Strobe P34...P37 Ausgénge

AS AdreB-Strobe Do0...D7 Datenbus, Eingdnge

Ugg Bezugspotential AO...A11  AdreBbus, Ausginge

IACK Interrupt-Anerkennung
SYNC Befehlssynchronisation
SCLK  Systemtakt-Ausgang

=

entspricht AnschluBvariante UB 8820 M, UB 8840 M. Dabel wird der
On-chip Oszillator bei AnschluB von Quarz an XTAL 1 und XTAL 2 ver-
wendet. Bei der AnschiuBvariante UB 8821 M, UB 8841 M ist der An-
schiuB 63 Umym. Die Schaltkreise haben die Méglichkeit zum ,power

down“-Betrieb, ein externer Taktgenerator ist an XTAL 1 anzuschlieBen.

322



Bauform 27

P76
P31
27 O
r2 61
25
P2 4[]
r2 3]
P2 2]
P21
Fz 0[]
£33 [
P 41
P17
P71 6]
P15
P17 4[]
P13
P12
P11

R
e N O~
0

D4

MNonOn0n0o0nln

@ @ o~ DD R N

EMR

AQ |—o25
Al 26
A2 |27

Ay |29
A5 30
A6 =37
A7 32
A8 233
A9 o34
A1 o35
A71[—>36

MDSe—oy1
SCLK[o42
SWO—o43

TACKt—o44

P34 t—o72
P35 [——o55
P 1

P37 67

AS o5
5 ;57
R/W—o58

XTAL2F— 63
2




Grenzwerte (5, =0...70°C)

Betriebsspannung Ucce
Eingangsspannung . Uy
Ausgangsspannung Uo
Betriebstemperaturbereich By

Lagerungstemperaturbereich Ll

min.

Statische Kennwerte (&, = 0...70°C; Ugg =8 V)

Betriebsspannung " Uece
(Arbeitsbetrieb) UMM
Betriebsspannung Ucc
(Power-down-Betrieb) Umm
Eingangsspannung U
Ui
Takteingangsspannung UiLe
YUine
RESET-Eingangsspannung UiLr
UiHR
Dynamische Kennwerte
Eingangsfrequenz fc
Eingangstakt-Anstiegs- tei Yo
und Abfallzeiten
Taktbreite twe

1) UB 8860 D, UB 8861 D Uppoe = 8V

4,75
Uce —06
0

3
-0,3
2
-0.3

3,8
-0,3
3,8

37

max.
7V
™MV

70 °C
125 °C

8 MHz
25 ns

ns
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Ubersicht Einchip-Mikrorechner in Abhéingigkeit von der Taktfrequenz

Taktfrequenz
Typ f=8MHz f=5MHz f:=3,6 MH:z
ROM, maskenprogrammiert UB 8810 D uD 8810 D
ROM, maskenprogrammiert, UB 8811 D UD 8811 D
power down
Entwicklungsversion, 2 k ext. ROM UB8s2oM UCB8820M UD 8820 M
adressierbar :
Entwicklungsversion, 2 k ext. ROM UB 8821 M UCS8821 M UD 8821 M
adressierbar, power down
BASiC-Interpreter UB 8830 D UCS8830D UDBBID
BASIC-Interpreter, power down UB 8831 D UCS8831D UD8831 D
Entwicklungsversion, 4 k ext. ROM UB 8840 M UCB8840M UD 8840 M
adressierbar
Entwicklungsversion, 4 k ext. ROM UB 8841 M UCS8841 M UDS8BAI M
adressierbar, power down
Einchip-Mikrorechner ohne ROM UB 880D UCB8860 D UD 8860D
Einchip-Mikrorechner ohne ROM, UB 8861 D UCB8861 D UD 8861 D

power down

Eine ausfiihrliche Funktionsbeschreibung der Einchip-Mikrorechner liegt als
.Technische Beschreibung UB 881 D/UB 882 M“ vor und kann per Wirt-

schaftsvertrag bestellt werden.
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Us2720D ' ‘ ®
Graphic-Display-Controller (GDC)

Ein fiir Mikrorechneranwendungen angepaBter Controllerschalt-
kreis zur Steuerung von Rastergrafik- bzw. alphanumerischen
Displays.

Der GDC wird dabei zwischen Bildwiederholspeicher und Sy-
stem-Mikroprozessor im Display angeordnet. Der GDC iiber-
nimmt die Verwaltung des Bildwiederholspeichers und die Er-
zeugung der Steuersignale fiir das Video-Interface.

\J
a7 40D Uy g: Zgg Goe ﬁ‘l’,‘; __og
DBIN]2 3[JAa6 o] pg2 AD2 |—o24
Hswe[]s 38[JA17  150— pB3 232 :gg
vIExTsie]4 37[JAD1s 16— DB4 AD5 |—o27
aLank]s 36 [ Ao ;;‘:_‘_ ggg AD6 |—o28
ALECS 351408 0, | ppy 23; 2
DRA]7 34[JADR2 ADg F—o37
DATKI]8 33[Jaon 1‘:’): %’R ADI0F—032
ilmY 23amw  po a0 :z;;:gz
WR[Jo 31[JADY
AoCln 3017 AD8 AD13f—o35
ADT4|—o36
peo )72 29[ 1AD7 ADBl—o37
DB [|13 »28:]/406 yrry B
oB2[ % 27[1ADs " A17 |39
p83[q15 26 AD4 2iE —os
o846 25[]AD3 DBINY—o2
pBs{]17 2[]AD2 v HSTNOL—o3
pes (e 23[Japr 1oLk ] YEXT L4 .
pB7(]79 22[JAD0 2l—LPEN BLANK[——<5
enp[ao 21 LPEN 8o—4DACK DRQ o7

AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen
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Blockschaltung

DBO..087 ‘ ADO... ADT2
D Mikroprozessor - Interfacs ﬂ . B//dspeichcr-s‘teuem\:ﬁ
- TATUS -Regis mit Refresh-Zdhier
RWDR =] TA READ-Regis & Koo Zellenzahier les ADT3
5 RMW-Dateniiber-[3o 497
Fifo-Buffer SxT1 traqungskanal — 2;{,"
§
Kommandoprozessor % Generator fir Speicher{—> ALE
mit Steuer-ROM 1283 Hf————— 8| ansteuerung -
1<l
QO
Parameter-RAM Bl 200M- und PaN-
16x8 C:> §, © Steuerung
- > HSYNC
DRQ < Video-Synchronisa- |—*
DMA-Steuerung . Mineal [ V/EXTSYNC
PATR — tions-Generator — BLANK
LPEN —»Lichtstift-Steueru Zeichnungssteueruny
ng gs g

Die Anwendungsmdglichkeiten fiir den GDC U 82720 sind viel-
faltig, da er die Realisierung von folgenden Eigenschaften un-
terstitzt:

— hohe Dotfrequenz

— Farbflgchen )

— horizontal begrenzte Bildschirmwindows

~ charakter orientierter Bildschirm

- gemischter Grafik und Charakterdisplay

Eine ausfiihrliche Beschreibung des U 82720 D liegt als ,Tech-
nische Beschreibung U 82720 D" im MME vor. Die Bestellung
der ,Technischen Beschreibung” ist unter folgender Adresse
mdglich:

VEB Mikroelektronik ,Karl Marx", Abt. Absatz, Tel. 58 26 98
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Kurzbeschreibung

— Der GDC ist schaltungskonzeptionell zwischen dem Bildwie-
derholspeicher und dem Mikroprozessor angeordnet.
- goé%ende wesentlichen Eigenschaften charakterisieren den
® geeignet fiir hoch auflésende Bildschirme, maximal
1024 XX 1024 Bildpunkte
® der Bildwiederholspeicher kann in beliebiger GréBe bis
zu 4 Mbit (256 K Worte XX 16 bit) aufgebaut werden
@ Ansteuerung von monochromen-, S/W- und Farbdisplays
méglich
@ Betriebsarten — Grafik Mode
~ Aiphanumerischer Mode
— Misced Mode
® in allen Betriebsarten ist Zooming; Panning und Window-
ing méglich
® Darstellung alphanumerischer Zeichen, Punkte, Linien,
Rechtecke und Kreisbdgen méglich
® Lichtstifteingang
® 4 MHz Taktfrequenz
@ eine Versorgungsspannung 5V
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Schaltkreise in SMD-Technik L g

Kleinste Bauelemente, reduzierte Leiterplatten und
automatische Bestlickungstechnik sind die Grund-
lagen der zukunftsweisenden SMD-Technologie.

Vorteile: — geringe geometrische Abmessungen als DIL- oder

QUIL-Gehduse

— effektivere Fldchenausnutzung auf der Leiterkarte

— niedrigere Induktivitdten und Kapazitdten durch
geringere AnschluBldnge

— geringeres Gewicht der Leiterkarten

— Materialeinsparung beim Hersteller

— kein Bohren von AnschluBléchern mehr notwendig

— oberflachenmontierbares Bauelement, das eine
beidseitige Bestiickung erméglicht

— Transport in Stangenmagazinen

CMOS-Schaltkreise

V 4001 S 4 NOR-Gatter mit je 2 Eingéingen Bauform 31

V4011 S 4-NAND-Gatter mit je 2 Eingéngen Bauform 31

V4013S 2 D-Flip-Flep mit getrennter Taktung Bauform 31
und Setz- und Riicksetzeingéngen

V 4023 S 3 NAND-Gatter mit je 3 Eingéngen Bauform 31

V 4028 S 8-4-2-1 BCD/1 aus 10 Dezimaldekoder Bauform 32

V 4030 S 4 Exklusiv-OR-Gatter mit je

2 Eingdngen Bauform 31
V4042 S 4 bit-Auffangregister Bauform 32
V 4044 S 4 RS-NAND-Flip-Flop mit 2 Ausgangs-

zustdnden Bauform 32
V 4050 S 6 nichtinvertierende Treiberstufen Bauform 32
V 4066 S 4 bilaterale Auslegschalter Bauform 31

V4093 S 4 Schmitt-Trigger mit je 2 Eingéngen  Bauform 31

Einchipmikrorechner (EMR)
UB 8810 P EMR, maskenprogrammiert, 2 k ROM,
z

8 MH Bauform 33
UB 8811 P EMR, maskenprogrammiert, 2k ROM, |
8 MHz, power down Bauform 33




UB 8830 P
UB 8831 P

UB 8860 P
UB 8861 P
uUC8830 P
ucC 8831 P

UD 8860 P
UD 8861 P

EMR mit BASIC-Interpreter, 8 MHz Bauform
EMR mit BASIC-Interpreter, 8 MHz,

power down Bauform
EMR ohne ROM, 8 MHz Bauform
EMR ohne ROM, 8 MHZ, power down Bauform
EMR mit BASIC-Interpreter, 5 MHz Bauform
EMR mit BASIC-Interpreter, 5 MHz

power down Bauform
EMR ohne ROM, 3,6 MHz Bauform
EMR ohne ROM, 3,6 MHz, power down Bauform

Industrielle und Konsumgiiterschaltkreise

U713P
U714P

Tastwahlschaltkreis . Bauform

Matrix-Ansteuerschaltkreis (10 )X 35) Bauform

33

33
33
33.
33

33
33
33

34
35
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CMOS-Logikbaureihe U 74 HCT 00 DK

CMOS-Schaltkreise der Logikbaureihe U 74 HCT 00 DK sind
durch folgende Eigenschaften gekennzeichnet:

— Kompatibilitat zur internationalen CMOS-Baureihe 74 HCT 00

— AnschluB- und Funktionskompatibilitdt zur internationalen
LS-TTL-Baureihe 74 LS 00

— Schaltgeschwindigkeit angelehnt an die internationale LS-
TTL-Baureihe

— Im Frequenzbereich bis etwa 10 MHz wesentlich geringere
Leistungsaufnahme der Schaltkreise gegeniiber Schaltkreisen
der LS-TTL-Baureihe, damit erhebliche Senkung des Aufwan-
des fiir die Realisierung von Stromversorgungseinheiten. Die
geringere Leistungsaufnahme bildet die Voraussetzung fiir
die Realisierung portabler, batteriegespeister, komfortabler
Gerdte und ermdglicht eine hohere Packungsdichte auf Lei-
terkarten und damit ein geringeres Gerdtevolumen.

— Die Anlehnung an die AnschluBfolge, Funktion und Schalt-
geschwindigkeit von LS-TTL-Schaltkreisen erméglicht den
Austausch mit Schaltkreisen der LS-TTL-Baureihe 74 LS 00.

— Dual-In-Line-Plastgehduse

Grenzwerte
min max

Betriebsspannung Ucc GND-0,5 GND+7 V
Eingangsspannung Uy GND-0,5 Ucc +05 Vv
Ausgangsspannung Uo GND-0,5 Ueg 405 V
Eingangsstrom ) Ly 20 mA
Ausgangsstrom [io | 25 mA
Betriebsstrom ] lcc | 50 mA

I IGND 1 50 mA
Gesamtverlustleistung Piot (g = ~40...470°C) 350 mw
(DIP-Gehduse) Piot (Bg = 85°C) 250 mw
Lagerungs- Vg ~55 125 °C

temperaturbereich
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U 74 HCT 00 DK - U 74 HCT 02 DK
U 74 HCT 04 DK - U 74 HCT 74 DK
U 74 HCT 86 DK - U 74 HCT 138 DK

Statische Kennwerte

Eingangsstrom

H-Ausgangsspannung

L-Ausgangsspannung

Statische Stromaufnahme

(auBer U 74 HCT 74 DK
und U 74 HCT 138 DK)

Statische Stromaufnahme
U 74 HCT 74 DK
Statische Stromaufnahme
U 74 HCT 138 DK

IH,
—h

YoH

UoL

Icc -

icc

(GND =0V, 9, = —40...+85°C)

MeBbedingungen min
UCC = UlH =55V,

Upr=o0oV
Ucc =45V, 4,4
Upy=2V,
Uy =08V,
—loy = 20 pA
Ucc =45V, 3,48
Up=2V,

Up =08V,

—loy = 4mA
UCC =45V,
UIH =2V,
Uy =08V,

loL = 20 pA
Uec =45V,

UIH =2V,

UIL =08V,

loL = 4mA
Ucc=Upy =55V,
Up=o0V
Uee=Uy=55YV,
Up=oV
Ucc = Uy =355V,
U|L =0V

max
1 RA
Vv
A
01 V
0,33 V
20 pA
40 nA
80 pA
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U 74 HCT 242 DK - U 74 HCT 243 DK
U 74 HCT 373 DK - U 74 HCT 374 DK
U 74 HCT 533 DK - U 74 HCT 534 DK

Statische Kennwerte

Eingangsreststrom

H-Ausgangsspannung

L-Ausgangsspannung

Reststrom der
Tristate-Ausgéinge im

der Aus-/Eingénge im
Zustand Eingabe
Statische Stromaufnahme

Wy,
=l
UoH

UoH

Iz,

. =iy
hochohmigen Zustand bzw.

lcc

(GND =0V, 9, = -40...+85°C)

MeBbedingungen min
Uee = U|H =55V,

UL=ov
Ucc =145V, 4,4
UIH =2V,
Uy =08V,
—loH = 20 pA
UCC = 4,5V, 3,48
Uy =2V,
Uy =08V,
—loH = 6 mA
UCC — 45V,
Upy=2v,
Uy =08V,
loL = 20 pA
UCC =45V,
Upy =2V,
U"_ =08V,
loL = 6 mA
Uce =55V,
Uiy = 5.5V,
Up=ov

UCC = UIH =55V,
U“_ =0V

max

0.1

nA

0,33V

80

pA

nA
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U 74 HCT 00 DK L 4
4 NAND-Gatter mit je 2 Eingéngen
IEC:
1A & |7 70—
A1 ] Upe B7 3 b3
2 0=~ 20—
B1 j B4 A2 -
H Al 4 o= Y fo—
i g A4 5B %08 s 6
A2 4 A3
§o—- V3 § ot
B2 j B3 0 B3 —8 00— p—o8
A3 —
72 = i | m— L
GND D Y3 13°_Bi I 13— n
AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen
1 Eingang 8 Ausgang
2 Eingang 9 Eingang
3 Ausgang 10 Eingang
4 Eingang 11 Ausgang
5 Eingang 12 Eingang
6 Ausgang 13 Eingang
7 Bezugspotential 14 Betriebsspannung
Betriebsbedingungen' (GND = 0 V)
min max
Betriebsspannung Ucce 4,5 55 V
Eingangsspannung Yy 0 Uce V
H-Eingangsspannung Uiy 2 \
L-Eingangsspannung Uy 08 V
Anstiegs- und Abfall- i 500 ns
zeit der Eingangsimpulse tHL
Betriebstemperatur- Vg ~40 +85 °’C
bereich )
Statische Kennwerte siehe Seite 332
Dynamische Kennwerte (Ucc =45V.Uy=3V, Y =0V,
tyy = Y{y = 6 ns, C| = 50 pF,
9q = —40...+85°C)
Verzégerungszeit tPLH, tPHL 25 ns
Anstiegs- und tTLH, THL 19 ns
Abfallzeit
Eingangskapazitat < 4, =25°C 10 pF
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U 74 HCT 02 DK 4
4 NOR-Gatter mit je 2 Eingéingen
IEC:
— Al —
vi o 230 T MLy 271% by
— 3 3 o—vi
Al [] 7% 42 _
B1 ] B4 5 B2 Y2, 5o o4
2 (] A4 A3 - o
:zz g;j 9B TP g oW
n& 7w, ne— L
GND ] A3 ,zﬁi_r—cza 20— 3
AnschluBbelegung und Schalténgskurzzeichen
1 Ausgang 8 Eingang
2 Eingang 9 Eingang
3 Eingang 10 Ausgang
4 Ausgang 11 Eingang
5 Eingang 12 Eingang
6 Eingang 13 Ausgang
7 Bezugspotential 14 Betriebsspannung
Betriebsbedingungen (GND = 0 V) .
min max
Betriebsspannung Uece 4,5 55 V
Eingangsspannung Y Y Ueec V
H-Eingangsspannung Uy 2 v
L-Eingangsspannung U 0,8 V
Anstiegs- und Abfall- Y H 500 ns
zeit der Eingangsimpulse tHL
Betriebstemperatur- R ~40 +85 °C
bereich
Statische Kennwerte siehe Seite 332
Dynamische Kennwerte (Ucc =45V, Uy=3V, Yy =0V,
tyL ==t 4 = 6 ns, C = 50 pF,
Vg = —40...+85°C)
Verzdgerungszeit tPLH, PHL 28 ns
Anstiegs- und tTLH, THL 19 ns
Abfallzeit
Eingangskapazitat i 8, = 25°C 10 pF
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U 74 HCT 04 DK 4
6 Inverter

A1 [

vi ) A6

A2 178

V2 [ A5

A3 175

V3 [ A4

GND ] 7%
AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen

1 Eingong 8 Ausgang

2 Ausgang 9 Eingang

3 Eingang 10 Ausgang

4 Ausgang 11 Eingang

5 Eingang 12 Ausgang

6 Ausgang 13 Eingang

7 Bezugspotential 14 Betriebsspannung
Betriebsbedingungen (GND = 0 V)

min
Betriebsspannung Ucc 4,5 55 V
Eingangsspannung Uy 0 Uee V
H-Eingangsspannung Uln 2 v
L-Eingangsspannung Uy 08 V
Anstiegs- und Abfallzeit L 500 ns
der Eingangsimpulse tHL
Betriebstemperatur- Bg —40 +85 °C
bereich
Statische Kennwerte siehe Seite 332
Dynamische Kennwerte (Ucc =45V, Uy =3V, Uy =0V,
tyL = Y4 = 6ns, C = 50 pF,

» B, = —40...+85°C)
Verzdégerungszeit tPLH, tPHL 25 ns
Anstiegs- und tTLH, TTHL 19 . ns
Abfallzeit
Eingangskapazitst < (8, = 25°C) 10 pF
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U 74 HCT 74 DK *
2 D-Flip-Flop
IEG: _
R1 b Upe 4 8§ T L o5 fotMg | o
o1 (Y 3o 30— 701
. 2 D 20— 10
c1 D2 6 o
_ D 7 R r—o 1o R 6
87 [1c2 » 5 oS
@ sk Mot ¢ % 7o [°
a I N 120 10
GND P Q2 13 R 8 130 R o8
AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen
1 Riicksetzeingang 8 Ausgang
2 Dateneingang 9 Ausgang
3 Takteingang 10 Setzeingang
4 Setzeingang -11 Takteingang

5 Ausgang
6 Ausgang
7 Bezugspotential

Wahrheitstabelle

12 Dateneingang
13 Riicksetzeingang
14 Betriebsspannung

Eingdnge Ausgénge

c D s R Q, Q,
L{H-Flanke H H H H L
L/H-Flanke L H H L H

X X L L H H

X X H L L H

X X L H H L

L X H H Cu1 Qg
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Betriebsbedingungen (GND = 0V)

Betriebsspannung
Eingangsspannung
H-Eingangsspannung
L-Eingangsspannung
Anstiegs- und Abfallzeit
der Eingangsimpulse
Betriebstemperaturbereich
Beruhigungszeit .
nach L/H-F]anke—s_n' Rn zur

L/H-Flanke
Takt

Setzzeit Daten zur
L/H-Flanke
Takt

Haltezeit Daten nach
L/H-Flanke
Takt

Impulsbreite
Takt
Impulsbreite
Sa
Impulsbreite
By
Taktfrequenz

Ucc
Yy

Ui

Up
'I.H'
tHL

90

tREMS

REMR

sp

*HD

Statische Kennwerte siehe Seite 332

Dynamische Kennwerte

Verzdgerungszeit
Cﬂ > 0l'l' 6’!
Verzigerungszeit_
Sn Ry > Qp . Qp

Anstiegs- und Abfallzeit

Eingangskapazitat

MeBbed.
Uee = 45V
Ucg =45V
Ucc =45V
Uece = 45V

,Ucc =45V
Ucc =45V

—10

25

25

25

25

20

max
5.5
Ucc

0.8
500

(Uec= 45V, Uy =3V, Y =0V,

tyr = yy = 6 ns, Cp = 50-pF,

9, = —40... +85°C)

tPCLH’
tPCHL
tPSLH’
tPSHL
PRLH
tPRHL
LN
THL
c 9

= 25°C

ns

ns

ns

ns

MHz

44

50

”"

ns

ns

pF




U 74 HCT 86 DK
4 Exklusiv-OR-Gatter mit je 2 Eingéingen

Al
B1
Y1
A2
B2
Y2
GND|

[ Uge
184
(] A4

]33
A3
[]v3

e

AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen

1
2
3
4

5
6
7

Eingang
Eingang
Ausgang
Eingang
Eingang
Ausgang
Bezugspotential

Betriebsbedingungen (GND = 0 V)
Betriebsspannung

Eingangsspannung
H-Eingangsspannung
L-Eingangsspannung

Anstiegs- und Abfallzeit

der Eingangsimpulse

Ucc

tLH
THL
Betriebstemperaturbereich 9,

Statische Kennwerte siehe Seite 332

Dynamische Kennwerte

Verzdgerungszeit

Anstiegs- und Abfallzeit

Eingangskapazitét

IEC:
All= =1
by IO R I
A2
Y2
vazl s [ 1
A3
9 o= Y3 §o—
e N e
Al
12 Y4 12 0—4
BB T o .
8 Ausgang
9 Eingang
10 Eingang
11 Ausgang
12 Eingang
13 Eingang
14 Betriebsspannung
min max
4,5 55 V
0 Uce vV
2 v
08 V
500 ns
-40 +85 °C
Ugcec =45V, Uy =3V, U =0V,
tyL =Yy = 6 ns, Cp == 50 pF,
= —40...-85°C)
40 ns
19 ns
8, = 25°C 10 pF




U 74 HCT 138 DK L 2

1 aus 8 Decoder/Demultiplexer, invertierend

AoL‘_.17 N sPAr-u LS op—ots
a1z s 2442 1P
A2(]3 wOvi 3444 2p—or3
s -1 3p—or2
E05 12173 _ 4o
£3[s nAa  «Else sp—om
Y77 0[] Y5 5?2—1 sP—g
evode 9OV sEY 7p—7

AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen

1 Eingang 9 Ausgang

2 Eingang ) 10 Ausgang

3 Eingang 11 Ausgang

4 Steuereingang 12 Ausgang
Freigabe Auswahl

5 Steuereingang 13 Ausgang
Freigabe Auswahl

6 Steuereingang 14 Ausgang
Freigabe Auswahl!

7 Ausgang 15 Ausgang

8 Bezugspotential 16 Betriebsspannung
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Betriebsbedingungen (GND = 0V)

Betriebsspannung Uce
Eingangsspannung S
H-Eingangsspannung Uiy
L-Eingangsspannung Uy
Anstiegs- und Abfallzeit g

der Eingangsimpulse L

Betriebstemperaturbereich 94

Statische Kennwerte siehe Seite 332

Dynamische Kennwerte

B, =

a
Verzégerungszelt tPALH'
An > VYm tPAHL
Verzégerungszeit YPELH,
E3 > Vm PEHL’
E1 - PELH
2 PEHL
Anstiegs- und Abfallzeit HLH

THL

Eingangskapazitat <

—40 ... +85°C)

9, = 25°C

min
4,5

—40

max

5,5
YUcc

0
500

+85

Ucec =45V, Uy =3V, Uy =0V,
IHL:QLH = 6 ns, CL = 50 pF,

.8

44

50

19

10

ns

pF

3



U 74 HCT 242 DK .
4 bit Bus/Transeiver invertierend

U 74 HCT 243 DK
4 bit Bus/Transeiver nichtinvertierend

IEC:
BB 0 %[ Use V- D> 13: ENT
'z mhea 340 g0 o TLENZ
aoCls  rOac” 4o AT g’z 0 Iv,q
A1 4 11 80 g: jj 83 g 3 P maild
A2(5 0[3J &7 4 N0
436 9 2 7;"’— i*; X a hLo g
6ND[]7 81 & °—T A Ka I
U 74 HCT 242 DK
IEG:
EB D [ 130—{ ENT
eV B0 b—omr TOMEN2
A b1 Fow 14
A1 bz =5 3o£ bovion
B3 |—o8
Az e a 3%
G?/Z 500 (1.4
a [os

U 74 HCT 243 DK

AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen

') Der AnschiuB kann mit Potentialen 0V £ U S 7V belegt werden.
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Bezeichnung der Anschlisse

1 Steuereingang 12

Freigabe Ausgang Kanal B 13

2 nicht angeschlossen
3 4, 5, 6 Daten-Ein-/Ausgdinge

nicht angeschlossen
Steuereingang
Freigabe Ausgang

Kanal A
Bezugspotential 14 Betriebsspannung
8 9, 10, 11 Daten-Ein-fAusgdnge
Betriebsbedingungen (GND = 0 V)
min max
Betriebsspannung UCC 4,5 5,5
Eingangsspannung oh (1] Uece
H-Eingangsspannung Uiy 2
L-Eingangsspannung U 0,8
Anstiegs- und Abfallzeiten HH 500
der Eingangsimpulse tHL
Betriebstemperaturbereich Bq -40 +85
Statische Kennwerte siehe Seite 333
Dynamische Kennwerte (Uce =45V, Up =3V, Uy =0V,
tHL = 4 = 6 ns, Cy = 50 pF,
9, = —40...+85°C)
Verzdgerungszeit tpL 1! 38
(U 74 HCT 242 DK) PHL
Verz8gerungszeit Ly’ 34
(U 74 HCT 243 DK) tPHL
Selektionszeit tpZH 56
hochohmig —» H,-L ) 7L
Deselektionszeit tpHZ' 56
H, L —» hochohmig 7L
Anstiegs- und Abfallzeit LW 15
THL
Eingangskapazitst < By = 25°C 10
Kapazitst der Ein-/ Co ¥, = 25°C 20
Ausgénge
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U 74 HCT 373 DK

8 bit Transparentlatch mit Tristate-Ausgéngen

U 74 HCT 533 DK

4

8 bit Transparentlatch mit invertierenden Tristate-

Ausgéngen

£
Qo
Do

a
Q2
D2
D3
Q3
GND

RIS 8D

D2
D3
@3

GND

FIC R R S

]

U 74 HCT 533 DK

[ Uz
147
o7
106
] a5
1as
105
] D4
] @4
] EC

3o— DO R QVO —r4
4o—1 D7 Q1 o5
7o— D2 Q2 |—fb
80— 03 Q39
13— D4 Q4012
#1105 Q5 —=15
17— D6 Q6 F—o%
Bo— D7 Q719
Tlo—— EL

10— £Q

RG |V

Jo—-<D0 Q0 2
4o—{ D7 Q1 5
70— D2 Q2 I
§o— D3 Q3 9
130— D4 [l 74
4o— D5 @575
17— D6 a6 6
80— D7 Q7 79

=

EL
EQ

AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen

IEC:
7::?’

1108 67
31 P v o2
40— o5
7o —o6
8o —og
730— 072
Tipo— o715
17— —o16
18— 79

IEG:

10 EN

11 67

I

30— 1P v po2
4o po5
7o p—ob
8 b3
130— b 12
Tyo— o 75
77 o o6
8 P77
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Bezeichnung der Anschlisse:

-

Steuereingang Freigabe
der Ausgdnge
Ausgang
Dateneingang
Dateneingang
Ausgang
Ausgang
Dateneingang
Dateneingang
Ausgang
Bezugspotential

CVBNOUTAWLN

Betriebsbedingungen (GND = 0V)

Betriebsspannung
Eingangsspannung
H-Eingangsspannung
L-Eingangsspannung
Anstiegs- und Abfallzeit
der Eingangsimpulse
Betriebstemperaturbereich
Setzzeit Daten zu

H/L-Flanke EL
(U 74 HCT 373 DK)

Haltezeit Daten nach

H/L-Flanke EL
(U 74 HCT 373 DK)

H-Impuisbreite EL
Setzzeit Daten zu

H/L-Flanke EL
(U 74 HCT 533 DK)

Haltezeit Daten nach

H/L-Flanke EL
(U 74 HCT 533 DK)

Ucec
Y
Uiy
U
WH
tHL

ELH

ts

1

Steuereingang Zwischen-
speicheraktiv

12 Ausgang
13 Dateneingang
14 Dateneingang
15 Ausgang
16 Ausgang
17 Dateneingang
18 Dateneingang
19 Ausgang
20 Betriebsspannung
MeB- min -max
beding.
4,5 5,5
0 Ucc
2
0.8
500
~40 +85
Uce = 45V 15
Ucc = 45V 10
Uce = 45V 20
Uee = 45V 10
Yec =45V 20

ns

ns
ns

ns
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Statische Kennwerte siehe Seite 333

Dynamische Kennwerte

Verzdgerungszeit')
D—»Q

Verzégerungszait?)

D—>Q
(H/L-Flanke)
Verzdgerungszeit?)

D—Q
(L/H-Flanke)
_!erzﬁgerungszeit‘)
£l —Q
_V_erzégeimgsxeit’)
EL — Q
{H/L-Flanke)

Verzageﬂmgszei!?)

EL— QG
(L/H-Flanke)
Selektionszeit!)
hochohmig —» H, L

Selektionszeit?)
hochohmig —» H
Selektionszeit?)
hochochmig —» L
Deselektionszeit’)

L, H —> hochohmig

Deselektionszeit?)
H —» hochohmig

Deselektionszeit?)
L -—» hachohmig

Anstiegs- und Abfallzeit
Eingangskapazitdt
Ausgangskapazitat

1) U 74 HCT 373 DK
2y U 74 HCT 533 DK

(Ucec =45V, Uy =3V, Uy =0V,

tyL =t = 6ns, G = 50 pF,

9, = —40...+85°C)

tPOHL’
tPDLH

tPDHL

PDLH

tPELHL’
tPELLH
tPELHL

PELLH

PZH'
tPzZL
'PZH

tpzL

tPHZ
tPLZ
PHZ'

fpLZ

YL
THL
C 8, = 25°C

CQ Do = 25°C

max

44

43

46

44

60

50

44

40
49

43

41

45

15

10
20

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns
ns

ns

ns
ns

ns

pF
pf
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U 74 HCT 374 DK L 2
8 bit D-Flip-Flop mit Tristate-Ausgdngen

U 74 HCT 534 DK

8 bit D-Fiip-Flop mit invertierenden Tristate-Aus-
gdngen

IEC: ‘
&5 T |V 1 EN
£a 3o— Do a0 o2 n:im
Qo 4o—i D1 Q7 f—o5 -
0o 70— D2 02— 83— P vz
o 80— 03 Q3 o9 4o —o5
Q7 772°— Z‘; Q4 o2 70— l—o6
o—1|
@ Q= go 9
5 70— D6 Q6 —o%
2 80— D7 a7} 730 —o12
b3 Tyo— —o15
Q3 ﬂo—ﬁ ¢ 17 o—rd —o 15
6ND 10—20£Q 18 o~ —o19
U 74 HCT 374 DK
IEC:

_ T v 10— EN

kel EL@ Jo—0 00 y—2 71:;[01

Qo Q7 4o—p1 Q1 5 rC

Do (p7  70—D2 @2beog 3o—1DP> v o2
D1 ps 8>—D3 Q3 p—o9 4o =3
a :HTG 13— D4 Q4 2 7 0§
@z & ;l;o__ ig g: ;5, 80— hog
D2 ] D5 18— p7 Q7 9 130~ 072
b3 E‘lD‘* Tho— o075
3 g 1 ¢ 170 o7
6ND ¢ j0—drg » L o

U 74 HCT 534 DK
AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen
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Bezeichnung der Anschliisse:

1 Steuereingang
Freigabe der Ausgdnge
Ausgang
Dateneingang
Dateneingang
Ausgang
Ausgang
Dateneingénge
Dateneingdnge
Ausgang

10 Bezugspotential

D ONONU N

Betriebsbedingungen (GND = 0V)

Betriebsspannung
Eingangsspannung
H-Eingangsspannung
L-Eingangsspannung
Anstiegs- und Abfallzeit
der Eingangsimpulse
Betriebstemperaturbereich

Setzzeit Daten vor
Lt/H-Flanke Takt

Haltezeit Daten nach
L/H-Flanke Takt

impulsbreite Takt
(U 74 HCT 374 DK)

Impulsbreite Takt
(U 74 HCT 534 DK)

Taktfrequenz

Y

tcu
tCH
tCcr
*CH

11 Takteingang

12 Ausgang

13 Dateneingang
14 Dateneingang

15 Ausgang
16 Ausgang

17 Dateneingang
18 Dateneingang

19 Ausgang

20 Betriebsspannung

Mef-

beding.
Ugc =45V
Ucc =45V
Uec =45V
Uce =45V
Uce =45V

—40
25

28

31

max

5.5

0.8
500

+85

ns

ns

ns

18 MHz
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Statische Kennwerte siehe: Seite 333

Dynamische Kennwerte (Ucc= 45V, Uy =3V, Uy =0V,
tyL = tH = 6 ns, C) = 50 pF,
9, = ~40...+85°C)

Verz&garungszeit PCLH’
—>
(U 72 HCT 374 DK) tPCHL
Verzégerungszeit tpCLH
c—a tPCHL
(U 74 HCT 534 DK)
Selektionszeit t )
hochohmig —» H, 'PZH
(U 74 HCT 374 DK) PZL
Selektionszeit tp71
hochohmig — H, L (PZH
(U 74 HCT 534 DK) PZL
Deselektionszeit tpL 2’
L, H — hochohmig t
(U 74 HCT 374 DK) PHZ
Deselektionszeit tpL 7'
L, H — hochohmig t
(U 74 HCT 534 DK) PHZ
Anstiegs- und Abfallzeit  ty
THL
Eingangskapazitat G

Ausgangskapazitat

Co ¥y =

40

38

40

38

43

38

10
20

ns

ns

ns

ns

ns

pF
pfF
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CMOS-Logikbaureihe V 4000

CMOS-Schaltkreise der Logikbaureihe \/4000 D sind durch fol-

gende Eigenschaften gekennzeichnet:

~ Kompatibilitdt zur internationalen CMOS-Baureihe 4000 B,

die liber gepufferte Ausgdnge verfligt

— Ausgdinge treiben mindestens 1 LS-TTL-Last

— GroBer Betriebsspannungsbereich Ubp==3...15V

— Hohe statische Stérsicherheit
— Niedrige Verlustleistung bis ca. 10 MHz

Grenzwerte
min
Betriebsspannung ' Upp - Ugs =0.5
Eingangsspannung U, Ugg =0.5
Ausgangsspannung Up Ugg —0.5
Eingangsstrom Il
Gesamtverlustleistung Piot
Prot (V 4034 D)

Verlustieistung je
Ausgangstransistor Py
Lagerungs-
temperaturbereich 9,‘0 55
Lastkapazitdt je Ausgang Cy
) 8, =85°C ’) 0 = ~40...+470°C
Betriebsbedingungen
Betriebsspannung
(auBer V 4046 D, V 4538 D) Upp
Eingangsspannung
(auBer V 4050 D) Y,
Eingangsspannung H
(auBer V 4007 D, V 4093 D) Uy Upp = 5V

Upp = 10V

Upp = 15V
Eingangsspannung L U Upp = 5V
(auBer V 4007 D, V 4093 D, Upp = 10V
V 4066 D Upp = 15V

Betriebstemperaturbereich 8,

max
Ugg +18 V
Upp +0.5V
Upp -+0.5V
10 mA
150" mwW
3002) mwW
600") mW
300%) mW
100 mwW
125 °C
5 nF
min max
3 15 V
0 Upp V
3,5 \
7.0 \
1 \
1.5V
3,0V
4,0V

-40 85 °C
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V4001D - V4007D - V4011 D - V4012D - V4023D
V4030D - V4046 D - V4048 D - V 4066 D

Statische Kennwerte:
(Ugs = 0V, 3o = —40...+85°C, falls nicht anders angegeben
U = USS bzw. UDD)

MeBbedingungen min max
Eingangsreststrom yH Yy =Upp=15sV 1 pA
—I UDD=15 v, U| =0V 1 pA
Ausgangsspannung L UoL Upp=5...15V. IgL < 1A 0,05 V
Ausgangsspannung H UoyUpp=5V, |lonl <1pA 4,95 v
Upp= 10V, | lon| <1uA 995 v
Upp=15V, | lon | <1nA 1495 v
Ausgangsstrom L lo Upp= 5V,Ug =04V 0,4 mA
Upp = 10V, U =05 \' 0,9 mA
UDD =15V, UOL =15V 2,4 mA
Ausgangsstrom H —lon Upp = 5V, Ugy= 46V 0.4 mA
Upp = 10 V.Ugy= 95V 0,9 mA
Upp =15 V, Ugy = 13,5V 2.4 mA
Statische Stromaufnahme Ipp Upp = 5V 7.5 uA
Upp =10V 15 upA
Upp =15V 0 uA
Reststrom der
Trl-State-Ausgdnge tz4 Upp = 15V 12 pA

(V 4048 D) —izL
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V4013D - V4019D - V4027 D - V4042D- V4044 D

V4050D - V4093D - V40098D - V40511D

Statische Kennwerte (Ugs = 0V, 8, = —40...+485°C,

falls nicht anders angegeben

U; = Ugg bzw. Upp)

Eingangsreststrom
Ausgangsspannung L
Ausgongsspannung H
Ausgangsstrom L

Ausgangsstrom H

Reststrom der

Tri-State Ausgdnge

(V 4044 D)

Statische Stromqufnahme

H
=

MeBbedingungen

U =Upp=15V

UDD =15V,U|=0V

max

Uo Upp =5...15V,lgL <1pA 005 V
495 Vv
9,95 V
1495 V

UonYpp = 5V. llon| <1uA
UDD=1OV, ||0H|<1uA
15V, |log | < 1uA

loL

~loH

Iz1

=z

Ipp

Ypp
Upp = 5V, UgL
UDD =10V, UOL
Upp =15V, Ugt
Upp = 5V.Uoy

0,4V
05V
1.5V

4,6V

Upp =10V, Ugy = 9,5V
Upp =15V, Ugy =135V

Upp = 15V
UDDV= 5v
Upp =10V
Upp =15V

0,4
0,9
2,4
0,4
0.9
2,4

30 uA
60 uA
120 pA
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V4015D - V4017D - V4028D - V4029 D

V4034D -V4035D - V4051 D - V4520 D
~Va531D -V4538D - Vas85D

Statische Kennwerte

(Uss =0V, 9 = —40... +85°C, falls nicht anders angegeben

U] = Ugg bzw. Upp)

Eingangsreststrom Iy
—hL

Ausgangsspannung L Uor

Ausgangsspannung H UonH

Ausgangsstrom L loL
Ausgangsstrom H —oH

Statische Stromaufnahme Ipp

Reststrom der Iz
Tri-State-Ausgdnge —lzL
(V 4034 D)

MeBbedingungen
U =Upp =15V
Upp =15V, =0V
Upp = 5...15V,IoL < 1 nA 0,05

Upp = 5V, |llonl <1uA 4,95
UDD =10V, IIOHI < 1pA 9,95
Upp = 15V, |Ionl < 1A 14,95

Upp = 5V Ug,
Upp =10V Ug
Upp =15V Ug

Upp= 5V
Upp =10V
Upp =15V
UDD—— 15V

0,4V
0,5V
1.5V
4,6V
9.5V

135V

min max
1 pA
1 pA
\4
\
v
\"
0,4 mA
0,9 mA
2.4 mA
0.4 mA
0,9 mA
2.4 mA
150 upA
300 nA
600 pA
12 uA
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V 4001 D

4 NOR-Gatter mit je 2 Eingdngen

Bauform 5

m
1120
7]
02[]
1210
12200

Uss O

RIS

14} 1 Upp ! —11——13
Bme 2
2O 7 by
—_ Ot
nBeE T
— 8 o— 1
] m Tk _—)
s =
83137 732 —177
1

AnschluBbelegung und Schaltkurzzeichen

::; } Eingénge, Gatter 1
01 Ausgang, Gatter 1
02 Ausgang, Gatter 2
Il?z } Eingénge, Gatter 2
Ussg Bezugspotential

Statische Kennwerte: siche Seite 351

Dynamische Kennwerte (,= 25°C; Usg= 0V; Uy = 0V; C = 50 pF;
Eingangsimpuls: t; i ty = 20 ns) ’

Anstiegs- und TLH
Abfallzeit des THL
Ausgangssignals

Verzdgerungszelt tpLH

der L/H-Flanke und der
H/L-Flanke 'PHL

Eingangskapazitat C

MeBbedingungen
=Upp= 5V

U
U
Uiy
Uiy
Uiy
UiH

:312 } Eingdnge, Gatter 3
03 Ausgang, Gatter 3
04 Ausgang, Gatter 4
::; } Eingénge, Gatter 4
Upp Betriebsspannung

max.

200 ns

=Upp= 10V 100 ns
=Upp=15V 80 ns
=Upp= 5V 150 ns
= Upp = 10 v 75 ns
=Upp = 15V 60 ns
7.5 pF




V 4007 D

2 Transistorpaare und 1 Inverter

Bauform 5

D 2P|
§2P
62
52N
2N
57
Uss

] 07P
) DInP

163
] SaN

AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen

[ o]

1537 30—

70 71
] o7N °‘j f

Betriebsspannung
~ Eingangsspannung
Eingangsspannung H

elektrisches Schaltbild
Statische Kennwerte (Ugg = 0V; 8, = —25...85°C; falls nicht anders
angegeben U; = Ugg bzw. Upp, llol < 1pA)

MeBbedingungen

Yop

Y

UnH UYpp= 5V
UDD =10V
UDD = 15V

min.

j ¢ ! Upp
8§2P S3P
| 51 '-lmP jDZP .
o M 620—e- L1 63 o~ -4 D3NP
JD7N ‘jDzN
] A~ B A A A A N
1 .92/v|1 33/:/—<L )
ols

max,
15

<<<<<




Eingangsspannung L Uy

Eingangsreststrom LY
“h

Ausgangsspannung L Ugg

Ausgangsspannung H Ugp
Ausgangsreststrom L 1o
Ausgangsstrom H —loH

Statische Stromaufnahme Ipp

Dynamische Kennwerte

MeBbedingungen min

Upp= 5V

Upp = 10V,

Upp =15V,

U = Upp=15V

U =0V, Upp =15V

Upp = 5...15V

Upp = 5V 4,95
Upp = 10V 9,95
Upp = 15V 14,95
Upp = 5V, Ug = 0,4V 04

Upp =10V, UgL = 05V 09

Upp =15V, UgL = 1.5V 2,4

Upp = 5V, Ugp = 4,6V 04

UDD =10V, Upy = 9,5V 0,9

UDD == 15V, UOH‘= 13,5V 2,4

Upp = 5V

Upp = 10¥ )

Upp =15V

7.5
15

HA
pA
pA

(%y = 25°C, Ugg = 0V, C = 50 pF, Uy == 0V, Eingangsimpuls:
t1 4, tHL = 20 ns, Transistoren zu Negatoren verschaltet)

Verzdgerungszeit tpy tpyL

Anstiegs- und Abfallzeit der
Ausgangssignale g trLH

Eingangskapazitét' <

Upp = 5V
Upp = 18V
Upp = 15V

Upp = 5V
bp = 10V
Upp = 15V

110
60
50

200
100
80

15

ns
as
ns

ns
ns
ns
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V4011 D

4 NAND-Gatter mit je 2 Eingdngen

Bauform 5

I

[ 1Unp
JI42
147
0%
03
(1132
1737

AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen

112
el Ausgang, Gatter 1
02 Ausgang, Gatter 2

122
Uss

Statische Kennwerte: siehe Seite 351
Dynamische Kennwerte (g = 25°C; Ugs==0V; Uy = 0V; C{ = 50pF;

Anstiegszeit und
Abfallzeit der
Ausgangssignale

Verzégerungszeit
der LfH-Flanke u.
der H/L-Flanke

Eingangskapazitat

111 } Eingéinge, Gatter 1

121 } Eingénge, Gatter 2

Bezugspotential

131 \
132 s
03
04
141 \
142 f

Upp

Eingdnge, Gotter 3
Ausgang, Gatter 3
Ausgang, Gatter 4
Eingénge, Gatter 4

Betriebsspannung

Eingangsimpuls: t . ty = 20 ns)

LH
MTHL

PLH
tPHL

<

MeBbedingungen

U
U
U
Ui
Uy

U

=Upp= 5V
=Upp=10V
=Upp= 15V
=Upp= 5V
=Upp= 10V
=Upp= 15V

min  max

200
100
80
150
75
60

ns
ns
as

ns
ns
ns

7.5 pF

357



V4012D

2 NAND-Gatter mit je 4 Eingdngen

Bauform 5

Die mit NC (nicht kon-

taktiert)

bezeichneten

Pins kénnen mit Poten-
tialen Uss < U =X Ugs

-+ 18 V belegt werden.

a7 " bng
mje 13102
11243 2124
1m0 {3123
ms w0z
w6 g[127
U 7 s[nc

AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen

o1 Ausgang, Gatter 1
11

112 .

13 Eingéinge, Gatter 1
114

NC nicht kontaktiert
Ugs Bezugspotential

NC
121
122
123
124
02
Upp

Statische Kennwerte: siehe Seite 351

Dynamische Kennwerte:

770—

720—

nicht kontaktiert

I Eiﬁg&nge Gatter 2

Ausgang, Gatter 2
Betriebsspannung

)

(§q=25°C; Usg=0V; C = 50pF; U =0V; Eingangsimpuls:
L H tHL = 20 ns)

Anstiegszeit u,
Abfallzeit der
Ausgangssignale

Verzbgerungszeit
-d. L/H-Flanke
und H/L-Flanke

Eingangskapazitét

tTHL,
TLH

PLH,
tPHL

<

Up = Upp =

5V

Uy =Upp= 10V
UlH = UDD= 5V

Uy = Upp =

5V

Uy=Upp= 10V
Uy =Upp= 15V

max

200

100
80

170 -

75

60 -

ns
ns

ns
ns
ns
ns

7,5 pF
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V4013D L 4

2 D-Frlip-Flop mit getrennter Taktung und Setz- und
Ricksetzeingéingen.

Bauform 5
avt’ w0y so—J 5] 71
@0z 13[4z 50— D7 a 7
¢1 3 1213q2 30— C7) v 2
R1[Q4 ez 4°——§£
8§ — T
0[R2 52 17
p1[5 | 90tz 3
s1[]6 sfQo2 o L0 L
Uss 17 81352 1o—1t77

AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen

gl \ Ausgéinge UDD Betriebsspannung

Q1 az) )
C1  Takteingang Y f Ausgénge

R1 Rucksetzeingang C2  Takteingang

D1 Datencingang R2 Riicksetzeingang
S1  Setzeingang ) D2 Dateneingang
Uss Bezugspotential S 2 Setzeingang .

Statische Kennwerte: siehe Seite 352,
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Dynamische Kennwerte: (8a = 25°C, Ugs = 0V, C = 50 pF, U} = Ugs

bzw. UDD' t =ty = 20 ns)

Datensetzzeit tsp

Taktbreite H tcH

MeBbedingung

Ypp
Upp
Upp
Upbp
Upp
Upp

Taktanstiegs- und -abfallzelt tCLH, tcHL Ypp

Taktfrequenz tc  =tcHl =5ns fc

Setzimpulsbreite bzw, Riick- tgH

setzimpulsbreite H RH
Verzdgerungszeit tpCHL
cC—Q G tPCLH
S—Q PSLH
R—Q tPRLH
Verzégerungszeit tpSHL
5—Q tPRHL
R—Q

Anstiegs- und Abfallzeit tTHL
der Ausgangssignale TLH
Eingangskapazitat C

Upp
Upp
Upp

= 5V
v
15V
5V
v
15V

5V
=10V
15V

5V
v
15V

5V
v

-
=15V

Il

[}

I

Il

5V
v
5V

= 5V
=10V
=15V
= 5V
= 10V
= 15V

min  max

40
20
15
140
60
40

180
80
50

15

3.5

12

300
130
90

400
170
120
200
100
80
7.5

ns
ns
ns

ns
ns
ns

us
us
MH:z
MH:z
MH2z

ns

ns
ns

ns
ns

ns
pF
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V015D L 4

Zwei 4 bit Schieberegister vom Typ Serien-Parallel-
Wandler

Bauform 6
02
023 R6— |010}—=5
012 0114
on o3

01310

om0 R6— [020——15
D 02— 11
Uss 02— 2

AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen

C2 Tokteingang Upp Betriebsspannung

023 D2 Dateneingang

012 Ausgéinge R2 Ricksetzeingang

011 ° 20]

010 0211 Aysgdnge -

R 1 Rucksetzeingang 022

D1 Dateneingang 013

Ugs Bezugspotential C1  Takteingang

Statische Kennwerte: siehe Seite 353
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Dynamische Kennwerte (9, = 25°C, Ugg = 0V, C{ = 50 pF, U; = Ugg

Datensetzzeit

Taktbreite |

Riicksetzimpulsbreite H

Taktanstiegs- und -abfallzeit

Taktfrequenz
Verzdgerungszeit
C—On

Verzdgerungszeit
R—On

Anstiegs- und Abfallzeit

des Ausgangssignals

Eingangskapazitdt

bzw. UDb. t = Yy = 20 ns)

MeBbedingungen
WD, UDD= 5v
Upp = 10V
Upp = 15V
tct Upp= 5V
UDD =10 v
UDD =15V
tRH Upp= 3V
UDD =10V
Upp= 15V
“tCtH,tcHVpp =5 . . -
fc UDD = 5V
Upp = 10V
Upp = 15V
PHL Upp= 5V
iy Upp=10V
Upp= 15V
trHL  Upp = 5V
UDD =10V
UDD= 15V
THL Upp= 3V
TLH Upp = 10V
Upp=15V

G

min
70
40
30
180
80
50
200
80
60
15V

max

15

8,5
320
160
120
400
200
160
320
160
120

75

ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

us
MHz

MHz
MHz

ns
ns

ns
ns
ns
ns
ns
ns

pF
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V 4017 D *

Dekadischer Johnson-Zdhler mit zehn dekodierten
Ausgdngen

Bauform 6

‘ CT10 (00— 3
guw 1% s C 01 2
R 0240 4
e 13— CE 03— 7
05F—1
160 06F—5§
09 — 07+—6
04 g3
50— R ﬂ.—oﬂ
o8 GO p—o12
AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen
0109 Ausg@nge R Ricksetzeingang
Uss Bezugspotential : [} Takteingang
Yop Betriebsspannung CE Taktsperreingang
cO Ubertragsausgang

Statische Kennwerte: siehe Seite 353

Dynamische Kennwerte (9, = 25°C, Ugg = 0V, C| = 50 pF, U = Ugs
bzw. Upp: tty = tHL = 20 ns) i

MeBbedin- min. max.
gungen
Takteingangsfrequenz fc Upp= 5V 2,5 MHz
Upp = 10V 5 MHz
Upp= 15V 5,5 MHz
Taktimpulsbreite H tCH ‘Upp== 5V 200 ns
Upp = 10V 90 ns
Upp = 15V 60 ns

363



MeBbedin- max. ‘ min,

gungen

Setzzeit CE, Haltezeit CE Upp= 5V 230 ns
zum Takt C tsCE /tHCE Upp = 10V 110 ns
Upp = 15V 70 ns

Rest-Impulsbreite H 1RH Upp== 5V 260 ' ns
Upp= 10V 110 ns

Upp == 15V 60 ns

Beruhigungszeit nach HL- Upp= 5V 400 ns
Flanke R vor Zahlimpuls tsR Upp= 10V 280 ns
Upp= 15V 150 ns

Verzdgerungszeit Upp= 5V 650 ns
Takt —» Ausgang tpC Upp = 10V 270 ns
Upp=15V 170 ns

Verz8gerungszeit Upp= 5V 600 ns
Takt —y CO tpcco Ypp = 10V 250 ns
Upp = 15V 160 ns

Anstiegs- und Abfallzeit Upp= 5V 200 ns
der Ausgangssignale HL, ‘TLH Upp= 10V 100 ns
Upp =15V 80 ns

Verzdgerungszeit Upp= 5V 530 ns

| R —» Ausgang tpR Upp = 10V 230 ns
| Upp=15V 170 ns
‘ Eingangskapazitat < 7.5 pF‘
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V4019 D 4
Vier AND/OR — Auswahlgatter

Bauform 6
§o—ra1
B4 16 jUgD 7 o—Ig1 01— 10
IAagz BLAY 4o Jia] -
IB3[]3 %[IB  50—IB2) 02 |——o71
viml 13004 20—IA3 |
18215 12[Jo3 883 .
ot 03 |—>12
1A1C]s 11[o2 1o oA
w7z whe 1T ™
oAl |pup—o1s
Ues 18 IQIA o 15

AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen

1A1, IB1 Eingdnge, Gatter 1

1A2, IB2 Eingange, Gatter 2

{A3, IB3 Eingdnge, Gatter 3

1A4, 1B4 Eingange, Gatter 4

01-04 Gatterausgénge

1A, IB Steuereinginge zur Auswahl

Eingénge |A 1 bis 4

oder 1B 1 bis 4
Upp Bettiebsspannung
Uss Bezugspotential

Statische Kennwerte: siehe Seite 352
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Dynamische Kennwerte (3, = 25°C, USS =0V, C = 50pF, Uy = Ugg
bzw. Upps %t H = tHL = 20 ns)

MeBbedin- max.
gungen

Verzdgerungszeit tpLH PHL Upp= 5V 300 ns
Upp=10V 120 ns
Upp= 15V 100 ns

Anstiegs- und Abfallzeit der tTLH TTHL Upp®= 5V 200 ns

Ausgangssignale Upp=10V 100 ns
Upp=15V 80 ns

Eingangskapazitst Ciag 15 pF

A, 1B

Eingangskapazitat o] 7,5 pF

ubrige Eingdnge .

Wahrheitstabelle

1A 1B 1A, 1B, O,

H L H - H

H L L - L

L H - H H

L H - L L

L L - - L

H H L L L

H H L H H

H H H L H

H' H H H H

n = 1...4. Allgemeine Funktion:

0, =IA, X 1A+ 1B, XIB (n=1...4




V 4023 D

3 NAND-Gatter mit je 3 Eingéngen

Bauform 5

121
122
I
112
113
o7
Uss

[ Upp
1133
1732
137
03
02
123

AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen

121 o, 123 Eingong, Gatter 2
122 4 Eingdnge, Gatter 2 @ Ausgang, Gatter 2
111 ] 03 Ausgang, Gatter 3
2 I Eingdnge, Gatter 1 131

ns 132 } Eingdnge, Gatter 3
01 Ausgang Gatter 1 133

Ugs Bezugspotential Upp Betriebsspannung

Statische Kennwerte: siehe Seite 351

Dynamische Kennwerte

(ﬁa = 25°C; Uss = 0V; CL=50pF; Uy =0V

Eingangsimpuls: t,, t = 20 ns)

Anstiegszeit und LH
Abfallzeit der 'THL'
Ausgangssignale
Verzdgerungszeit der  tp 1y
L/H-Flanke und ton
H/L-Fianke PHL
Eingangskapazitat <

U|H=UDD== 5V
U|H=UDD= 10V
Upy=Upp =15V
Un=Upp= 5V
U|H=UDD= v
Up=Upp =15V

200 ns
100 ns
80 ns

170 ns
75 ns
"60 ns
7.5 pF
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V4027 D : L 4

2 JK-Master-Slave-Flip-Flop mit getrennter Taktung
und Steuereingdngen.

Bauform 6

T
]
Q7 7%
0 74
T
7
2
qu
AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen
‘Q2 .
Q23 Ausgiinge Upp Betriebsspannung
Qz/ Qi Ausgéinge
C2 Takteingang Q1 9ang
R2 Riicksetzeingang (o Takteingang
K2 )\ Eingéinge R1 Ricksetzeingang
12 f ki Eingénge
$2  Setzeingang S gang
Ugs  Bezugspotential S1 Setzeingang

Statische Kennwerte: siehe Seite 352
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Dynamische Kennwerte:

Datensetzzeit

Taktbreite H

Taktanstiegs- und
-abfallzeit

Taktfrequenz

Setzimpulsbreite H
Riicksetzimpulsbreite H

V.rzégeru_ngszei(
cC—Q, Q@
S—Q

n_>6
Verzdgerungszeit
S—»Q

R—Q

Anstiegs- und Abfallzeit
der Ausgangssignale

Eingangskapazitat

(f, = 25°C, Ugg = 0V, C = 50 pF, Uj = Usg

bzw. Upp, Ly = tHL = 20 ns)

SD

*CH

tCLH: '‘CHL

fc

tSH
tRH

tPCHL
tpCLH
tPSLH
tPRLH
tPSHL
tPRHL

THL
tTLH

S— N e e’
——— i e, S ——

MeBbedingung min,

Upp= 5V
Upp = 10V
Upp= 15V
Upp= 5V
Upp = 10V
Upp= 15V
Upp= 5V
Upp = 10V
Upp= 15V
Upp= 3V
Upp = 10V
Upp =15V
UDD= 5V
Upp = 10V
Upp =15V
Upp = 5V
Upp = 10V
Upp = 15V

Upp= 5V
Upp= 10V
UDD= 15V
Upp= 5V
Upp== 10V
Upp= 15V

200
75
50

140
60
40

180

80
50

max.
ns
ns
ns
ns
ns
ns
15 us
4 us
1 ns
3,5 MHz
8 MHz
12 MHz
ns
ns
ns
300 ns
130 ns
90 ns
400 ns
170 ns
120 | 'ns
200 ns
100 ns
80 ns
7.5 pF
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V 4028 D

BCD/Dezimaldekoder.

Bauform 6

04
02
00
07
09
05
06

Uss

10
I7
12
I3

Do

00

09

AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen

04
02
00
07 Ausgléinge
09

Upp Betriebsspannung

} Ausgdénge

2 |

05 13 Eingénge
06 10
Uss Bezugspotential o8 Ausgang

Statische Kennwerte: siche Seite 353

Dynamische Kennwerte

Verzdgerungszeit H
In > O,

MeBbedingung
tHL " Upp = 5V
L Upp =10V

Upp =15V
Anstiegs- und Abfallzeit t1tk Ypp= 5V
der Ausgangssignale ttHL Ypp =10V
Upp=15V

Eingangskapazitat

]

0174
02}—=02 -
0315
041
05—86
06f—=7
074

08}—9
5

(9° =25°C,Uss=0V,CL =50pF,U| =Uss
bzw. Upp, == ty =20 ns)

max.

350
160
120

200

100

80
7,5

ns
ns
ns

ns
ns
ns
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V 4029 D *

Synchroner bindrer/BCD-Vor-/Rickwdrts-Zahler mit
Voreinstellung

Bauform 6
PE [y 150—0C | CT2/70
03 ¢ 5—CI 00p——6
IP3 :02- §o—Bl0 01071
IP0 ez 0o
i Mrpr 4P 02—
720——IP1
00 B A 03f—2
&6 1777 i ||
Uss mL7/ o cop—7

AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen

C Takteingang
ci Ubertragseingang
8/D Steuereingang biné&r-dekadisch
u/D Steuereingang vorwérts —
. riickwdrts
1PO...IP3 Voreinstelleingénge
PE Steuereingang Parallel-
) einschreiben
00...03 Ausgénge
cO Ubertragausgang
Upp Betriebsspannung
Usgs Bezugspotential

an



Wahrheitstabelle ‘

Steuereingang Logischer Pegel Funktion

D H Binar
B/ L Dezimal

D H Vorwdrts
um L Riickwdarts
PE H Voreinstellen

L nicht Voreinstellen

a H nicht zdhten .
c L zéhlen

Statische Kennwerte: siche Seite 353
Dynamische Kennwerte (%, = 25°C, Usg = 0V, C| = 50 pF, Uj=Uss
bzw. Upp: ttH = tHL= 20 ns)

MefBbedingungen min. max.
Takteingangsfrequenz  fc Upp= 5V 2 MHZ
Upp= 10V ‘4 MHz
Upp =15V 5,5 MHz
Toktimpulsbreite H tCH Upp= 5V 180 ns
‘ Upp = 10V 90 ns
Upp = 15V 60 ns
Setzzeit Cl . tsCl Upp= 5V 160 ns
zum Tokt C Upp =10V 70 ns
Upp = 15V 60 ns
Setzzeit B/D und 0. Yop= 5V 340 ns
U/D zum Takt C sUD Upp= 10V 140 s
Upp = 15V 100 ns
PE-lmpulsbreite H tPEH Upp= 5V 130%) ns
Upp=10V . 70 ns
Upp=15V" 50 ns
Beruhigungszeit nach  tgpg Upp= 5V 200 ns
H/L-Flanke PE vor L/H-Flanke Upp = 10V 110 ns
Takt Upp = 15V 80 ns
Verzdgerungszeit tpc Upp= 5V 500 ns
Takt —> 0 Upp == 10V 240 ns
Upp= 15V 180 ns

) tgpg - tEH = 500 ns
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Verzégerungszeit tpCCO
Takt —» co

Anstiegs- und Abfallzeit
der Ausgangssignale  tyy

HLH
Verzdgerungszeit tppg
PE — 0
Verzdgerungszeit tPPECO
PE — C0
Verzdgerungszeit tpCICO
Ci — Co
Haltezeit CI tHCI
Eingangskapazitédt =
Setzzeit IP tSIPPE
zu PE
Haltezeit IP . HIPPE
zu PE

Haltezeit B/D, UD  typ5-
tHUD

MeBbedingungen min.

Upp= 5V
Upp= 10V
Upp = 15V
Upp= 5V
Upp = 10V
Upp = 15V
Upp= 5V
Upp= 10V
Upp= 15V
Upp= 5V
Upp= 10V
Upp= 15V
Upp= 5V
Upp = 10V
Upp= 15V
Upp= 5V
Upp= 10V
UDD‘=15V
Upp= 5V
Upp = 10V
Upp == 15V
Upp= 5V
Upp= 10V
Upp = 15V
Upp= 5V
Upp = 10V
Upp= 15V,

50

30

25

60
30
25
60
30
25
60
30
25

560
260
190

200
100

80
470
200
160
640
290
210

340
140

ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns -
ns
ns

7,5 pF

ns
ns
ns

ns
ns
ns
ns
ns
ns
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V 4030 D ‘ L
~ 4 Exklusiv-OR-Gatter mit je 2 Eingdngen

Bauform 5

s 4 El Upp

Iz 31142

0113 21141

024 1704

121115 0{]03

1226 93132

U,f,sv 7 8 3137
AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen
”; } Eing8inge, Gatter 1 :g; } Eingdnge, Gatter 3
o Ausgang, Gotter 1 03 Ausgang, Gatter 3
02 Ausgang, Gotter 2 04 Ausgang, Gatter 4
:2 } Eingdnge, Gatter 2 ' ::; } Eingéinge, Gotter 4
Uss. Bezugspotential Upp Betriebsspannung

Statische Kennwerte: siehe Seite 351

Dynamische Kennwerte: (), = 25°C; Ugs=0V; C = 30pF; Uy m 0 V;
Eingangsimpulse: tr, t; = 20 ns)

Anstiegszeit und e Yiu=Upp= 5V ‘ 200 ns
. T sy wn
gangssig Uy=Upp =15V 80 ns
Verzager‘:mgsz;il der oy Yy =Upp= 5V 220 ns
L/H-Flanke un t Upy = Upp = 10V 100 ns
H/L-Flanke AL R T e 15V ;
IH=YDD = 5 ns
Eingangskapazitdt < 7.5 pF
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V4034D *
8stufiges bidirektionales paralleles/serielles
Busregister
Bauform 11
st zhy, P [ReT-
- AP VA A B ] el
853 22146 740_; AR B1 f—7
B4 21045 o175 sol—s
BC|5  20[Q44 6—{30]
B2[]6 79[ 43 170—d A7 B3p—§
a7 waz 18— A2 Bub—oss
Bols  m[Qar 19— 43
AECls 1840 20—A¢ Bop—es
sCw  sHe 2% s
ABLT ®RAS e Yar| |7kt
UsO2  1303A5 9ot AF :

AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen

A0-A7
B0-B7 } Ein-/Ausgéinge f0r parallele Datenein-/-ausgabe
C Takteingang
AE Freigabe Datenleitungen Kanal A
élS_ Steuereingang Asynchron/Synchron
A/B Steuereingang Datentransfer
A-Bus zu B-Bus bzw. B-Bus zu A-Bus
| P/S Steuereingang Parallel/Seriell
- Upp Betriebsspannung
Uss Bezugspotential

1S Eingang serielle Dateneingabe
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Funktionstabelle

AE PS A/B AlS Arbeitsweise

L L L X Serielle Mode; serieller Daten-
eingang; A-Ausgdnge gesperrt

L L H X Serieller Mode; serieller Daten-
eingang; Kanal-B-Ausgabe

L H L L Paralleler Mode; B-synchrone
Eingdnge
A-Datenausgdnge gesperrt

L H L H Paralleler Mode; B-asynchroner
Eingang; A-Datenausgdnge ge-
sperrt

L H H L Parallel Mode; A-Eingabe ge-
sperrt; B-Ausgabe

L H H H Parollel Mode; A-Eingabe ge-
sperrt; B-Ausgabe

H L L X Serieller Mode; synchrone se-
rielle Dateneingabe: Kanal-A-
Ausgabe

H L H X Serieller Mode; synchrone se-
rielle Dateneingabe; Kanal-B-
Ausgabe

H H L L Parallel Mode; synchroner Ein-
gang Kanal B; Kanal-A-Aus-
gabe

H H H L Parallel Mode; synchrone Ein-
gabe Kanal A; Kanal-B-Aus-
gobe

H H H 21 Parallel Mode; asynchrone Ein-
gabe Kanal A; Kanal-B-Aus-
gabe

(X = H oder L)

Statische Kennwerte: siche Seite 353
Dynamische Kennwerte

MeBbedingungen min. max,
Takteingangsfrequenz ¢¢ Upp= 5V 2 MH:z
Upp= 10V 5 MH:z
Upp= 15V 7 MHz
Taktimpulsbreite H CH Upp= 5V 250 r;s
Upp= 10V 100 ns
Upp = 15V 70 ns
Impulsbreite H tAEH Upp= 5V 350 ns
AE, P/S, A/S tPSH Upp= 10V 140 ns.
tASH Upp =15V 80 ns
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Datensetzzeit seriell

Datensetzzeit parallel

Verzégerungszeit A->B

Anstiegs- und
Abfallzeit der
Ausgangssignale
Verzdgerungszeit
C > An oder Bn

Selektions- und
Deselektionszeit
durch A/B

oder AE

zum A-Port

Taktanstiegs- und
Abfallzeit

Setzzeit seriell bzw.
Setzzeit parallel
Steuersignal zum
Tokt bzw.
Eingangssignal
Eingangskapazitat
An, Bn
Eingangskapazitat
ibrige Eingdnge

tSSD

SPD

PHL

tTHL,
TLH

tpzZL
tpZH
pLz
tpHZ

tCLH
tCHL

5SS
tsps

]

MeB-
bedingungen

Upp= 5V
Upp = 10V
Upp = 15V
Upp= 5V
Upp = 10V
Upp = 15V
Upp= 5V
Upp = 10V
Upp= 15V
Upp= 5V
Upp = 10V
Upp = 15V
Upp= 5V
Upp= 10V
UDD=15V
Upp= 5V
Upp =10V
Upp= 15V
Upp= 5V
Upp= 10V
Upp= 15V
Upp= 5V
Upp= 10V
Upp= 15V

min.

160
60
40

888

700
240
170
200
100

80
700
240
170
400
160
120

15
15
15
250
120
100

ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

us
us
us
ns
ns
ns

15 pF

7,5 pF
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V 4035D R
Vierstufiges getaktetes serielles Schieberegister mit
synchron auf die Stufen wirkenden parallelen Ein-
gdngen sowie einem iiber eine JK-Logik auf die erste
Stufe wirkenden seriellen Eingang.

Bauform 6
RG—>
00
176 ey
K 0715
J 02—
R 0313
0
PIS
Uss
AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen
00 Ausgang Upp Betriubsspunhung
1/C  Eingang direkt/negiert o1 ]
K Steuereingdinge 02 Ausgénge
1] 03 I
R Riicksetzeingang 1P 3 ]
C Takteingang P2
P/S Eingang parallel/seriell P 1 Paralleleingdnge
Ugs Bezugspotential IPo

Statische Kennwerte: siehe Seite 353
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Dynamische Kennwerte (3, =25°C, Ugg =0V, C| = 50 pF, U) = Ugg

bzw. UDD' HH = tHL 20 ns)

MeBbedingung min. mox.

Verzdgerungszeit tpg UDD" 5V

CcC>0O tpR Upp= 10V

R-> O Upp= 15 V

Anstiegs- und Abfallzeit ttHL ©  UYUpp= 5V

der Ausgangssignale TLH Upp=10V
Upp= 15V

Taktbreite H tCH UDD— 5V 200
Upp=10V 9
Upp=15V 60

Taktanstiegs- und Abfallzeit tcy . tcHL Upp= 5...15V
Setzzelt der JK-Eingéinge Sk UDD“‘ 5V 200
Upp=10V 80
Upp=15V 60
Setzzeit Parallel-Eingang tsp Upp= 5V 100
. Upp=10V 50
Upp=15V 40

Taktfrequenz fc Upp= 5V
Upp= 10V
Upp=15V -
‘Riicksetzimpulsbreite H tRH Upp= 5V 200
Upp=10V 90
., Upp=15V &
Eingangskapazitat C,

300 ns
200 ns
160 ns
200 ns
100 ns
80 ns
ns
ns
ns
15 us
ns
ns
ns
ns
ns
ns
2,5 MH:
6 MHz
8§ MH:
ns
ns
ns
7.5 pF
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V 4042 D .
4 bit Auffangregister

Bauform 6
941:.1 16 [ Upp R6 |Q7f—2
@0z 1503084 4—D7 o 3
@rs  w0os 70—z azb—n
D7 [« 131303 130—D3 o9
cls 1208 w— D% Q3p—on
PCls 163 50— | 2
D237 00362 go—AP Qu—o1
Uss 18 §1a@z 5
AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen
Q4 ) Upp Betriebsspannung
Q1 j Ausgénge Qi Ausgang
Qi D4 N
D1 Dateneingang D3 f Dateneingéinge
C Takteingang Q3
P Polaritdtseingang Q3 l Ausgénge
D2 Dateneingang . Q2 J 94ng
Uss Bezugspotential Q2

Statische Kennwerte: siehe Seite 352
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) Dynamische Kennwerte

Verzdgerungszeit
Dn -> Qn

Verzdgerungszeit
Dn > Qn

Verz8gerungszeit
C->Q

Vcrziig_erungszeit
C>Q

Anstiegs- und
Abfallzeit der
Ausgangssignale

Haltezeit
Taktbreite H
Setzzeit

Eingangskapazitat
Takteingang
Eingangskapazitat
iibrige Eingéinge

(9, =25°C, Ugg =0V, C| =50 pF, Uy = Ugg

bzw. UDD' tH =t = 20 ns)

tPDQHL
'PDQLH

tPDQ HL
PDQLH

tPCQHL
tPCQLH

tPCQHL
*PCQLH
THL, YTLH
*H

*CH

ts

Cic

MeBbedingung
Upp = 5V
Upp =10V
Upp =15V

Upp = 5V

Upp =10 X

Upp =15V
Upp= 5V
Upp=10V
Upp =15V
Upp= 5V
Upp =10V
Upp =15V
Upp= 5V
Upp=10V
Upp =15V
Upp= 5V
Upp =10V
Upp =15V
Upp= 5V
Upp=10V
Upp =15V
Upp = 5V
Upp=10V

UDD =15V

min

120
60
50

200

100

60
50
30

max
220

110

80

300
150
100

450
200
160

500
230
180

100
80
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V4044 D L
Vier RS-Flip-Flop

Bauform 6

M 76 {1 Upp 4 Q7 p—73
vz B[8% —
S8 m[OR% Q29
RIC# < mig T
Qels 12[71R3 Q3b—10
mOs 13 -
s2(17 0143 Q4 =1
Uss[38 s[daz |

Die mit NC (nicht kontaktiert) bezeichneten Pins kdnnen mit Pot2ntialen
Ugg == U < Ugg + 18 V belegt werden.

AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen

R1-R4, S1-54 Setz- und Riicksetzeingdnge
r

Q1-Q4 Ausgdnge

QE Tristate-Steuereingang fiir Ausgdnge
Q4 .

Upp- Betriebsspannung

Ugg Bezugspotential

Wahrheitstabelle

Eingénge Ausgéinge

QE s, R, Q, _
L x x hochohmig
H L H H
H H L L
H H H Latch

newi,..4

x = L oder H
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Statische Kennwerte: siehe Seite 352
Dynamische Kennwerte (%, = 25°C, Ugg = 0V, C; = 50 pF, U= Ugg
bzw. Upp, tH = tyy = 20 ns)

MeB- min. max.
bedingungen
Verz3gerungszeit tpg Upp= 5V 300
RoderSzu Q PR Upp = 10V 140
Upp= 15V 100
Selektions- und tpzH, ~ Ypp= 5V 230
Deselektionszeit durch QE von tpyz Upp= 10V 110
Q=H Upp= 15V 80
Selektions- und tpLZ, Upp= 5V 180
Deselektionszeit durch QE von tpz| Upp= 10V 100
Q=1 Upp= 15V 70
Anstiegs- und Abfallzeit tTLH, Upp= 5V 200
der Ausgangssignale THL Upp = 10V 100
Upp =15V 80
Set- und Reset- 51 Upp= 5V 160
Impulsbreite L - RL Upp=10V 80

Upp =15V 40

Eingangskapazitét & 7.5 pF
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V 4046 D . 2
PLL-Schaltung

Der Schaltkreis beinhaltet einen spannungsgesteuerten Oszil-
lator (VCO) und zwei verschiedene Phasenkomparatoren, die
einen gemeinsamen Eingangsverstdrker und einen gemeinsa-
men Komparatoreingang besitzen. In Verbindung mit der ein-
fachen externen Beschaltung wird der Aufbau von PLL-Schal-
tungen erméglicht. Die einzelnen Schaltungskomplexe sind
aber auch getrennt anwendbar. Zur Stabilisierung der externen
Spannungsversorgung ist eine Z-Diode integriert.

Bauform 6

p7>—-oz
PeP L prt—s
ROP? POP b0 1

I | LV

ov ;‘;
Ve X1 oV F—4
ex1 X2 DEMp—e 10

cx2| 77

Uss 73

AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen

PCP Ausgang Phasen- v Eingang spannungs-
impuls . gesteuerter Oszillator

PCP 1 Ausgang Phasen- DEM Ausgang Demodulator
komparator 1 RX1, RX 2 Widerstandsanschliisse

iC Komparatoreingang der pcp 2 Ausgang Phasenkom-
Phasenkomparatoren parator 2

ov Ausgang spannungs- IS Signaleingang der
gzietg‘:”e" Kom- Phasenkomparatoren

VE - Oszillatorfreigabe [‘Jz gh?l?dbe

CX 1, CX 2 Kapazitdtsanschlisse Co eiriebsspannung

Ugg Bezugspotential
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F_'_'MJ—M‘M'_'_]

IS ; | Eingangs-
signalverstdarker
0 Phasen- 1 P —
r komparator _ 3
——
@ﬁ;l Phasen- 2 g}’; 2 > ¢
komparator . o
1 ov !
v
o1 T —
c1 £ oz [ |raenenge
X7 gesteuerren 2 ==
7 Oszillator
JE
R7 [] r2 1 Source - : DEM
Folger |
AL i _| R4
e —
Uss
Blockschaltung im Anwendungsfall Phasenregelkreis
Externe Beschaltung:
min. max.
R1 5 1108 kQ
R2 .. 5 1108 kQ
C1 Upp 2 3V 100 - pF
Upp 2 10V 50 pF
R4 5 1108 kQ
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Statische Kennwerte

(USS =0V, ¥ = —

siehe Seite 351 zusdtz

U} = Ugg bzw. UDD.| loi < 1 pA)
MeBbedingungen

Upp - Einsatz des VCO als
Festfrequenzoszillator
und der Phasenkom-
paratoren separat

Betriebsspannung

Eingangsempfind-
lichkeit IS

Eingangswider-
stand

Demodulator-
Offsetspannung

Z-Dioden-
Spannung

Upp PLL-Betrieb
Uisss Upp = 5V
UDD =10V
UDD =15V
Rig Upp = 5V
Upp =10V
: Upp =15V
Uorrpem Upp = 5V
Upp =10V
Upp =15V

Uz

Dynamische Kennwerte
(90 = 25°C, Uss= oV, tH =ty = 20 ns, U,

Anstiegs- und
Abfalizeit der
Ausgangssignale
Verzdgerungszeit
IS bzw. IC —»
PCP2
H/hochohmig
L/hochohmig

VCO-Frequenz
C; = 50 pF; Ry =
10 kOhm

Verlustleistung
dynamisch

Anstiegs- und
Abfallzeit des
Eingangssignales
an |

Anstiegs- und
Abfallzeit des
Eingangssignales
an IC

‘TLH; UDD = 5V
ttHL Ypp =10V

UDD =15V
tpoz €L = 50 pF; Upp
Upp
. Upp
tpz € = 50 pF; lLJ)DD
DD
Upp
fo Upp
Upp
: Ypp
Pypvco Yop = 3V
UDD =10V
Upp =15V

tstH; - Ypb = 5V
ysvt Ypp =10V

tcth; Ypp = SV
tcir  Ypp =10V

lich

!

[l

i

i

40 ... 185 °C, falls nicht anders angegeben

min. mox.

5V
10V
15V
5V
10V
15V
5V
(A"
15V

3 18
5 15
360
660
1 800
750
200
100
2,5
2,5
2,5
5 8
bzw. Upp)
200
100
80
450
200
190
570
260
190
0.3
0,6
0,8
140
1 600
6 000
50
1
0,3
500
20
2,5

v

\'

mV
mV
mV
kOhm
kOhm
kOhm

<K << <

ns
ns
ns

ns
ns
ns
ns

ns
MH:z
MHz
MHz
uW

pW
us
us
us
us
us
us

386



V 4048 D

Multifunktionsgatter

Bauform 6

1o 17
uyp 720—113

1o— 14
EX oo 15

17 5 I6 7
12 4 17
Jo—-d I8
114 w—{14
D[A To—~ I8
j ¢ 2 0f
AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen
n-is Gattereingdnge
IA, IB, IC Steuereingdinge zur Auswahl der Logikfunktion
- OE Tristate-Zustandssteuerung des Ausgangs
- EX Erweiterungseingang
- Upp Betriebsspannung
Uss Bezugspotential
Funktionstabelle (EX =9/ OE = 1)
Ausgangs- : @ &
funktion |Logikfunktion <lo|V|Ec
Sw
NOR O=HFRFB+U+IBF16+17+18 LlLLfug
OR O=1+124+13414+154 16 417 4 18 L H{ Ugg
 OR/AND |0 = (M +12413+14) X (I5+16+17+18) |L | H| LiUgg
~ OR/NAND |0 = (11 + 124134 14) X (I5+16+17418) | L | H| H| Ugg
- AND 0=11X12XI13X14XI15X16X17X18 HIL]|L{Upp
~ NAND 0=NXRXIBXUXIZEX16XI7XI18 H{L|H|Upp
~ AND/NOR| 0= (11 X 12 X 13X 14) + (15X 16 X 17 X 18) HIH|L|Upp
~ ANDJ/OR [0= (11 X 12X 13X 18) + (15X 16 X 17X 18) |H|[H|H| Upp




Funktionstabelle fiir Ex-Benutzung

o é;’: c 3‘; o " . .

S5E6 | 5E x| Logikfunktion + Erweiterung Lo} ©

<O S (W oWww

NOR OR 11 +124 13414415416 417+ 18 LIL|L

OR OR ++I2+l3+l4+15+|6+l7+la LiL|H

EXP-Fu
AND | NAND —Ehguleaxuxlsxlcxnxls) HlL|L
X (EXP-Fun)
NAND NAND =(I1_)<|2X|3XI4X|5XI6XI7XI8) H({L|H
5 (EXP-Fun)

OR/ NOR = (14124134 14) X (I5+16+17418) |[L|H|L

AND X _(EXP-Fun)

OR/} NOR = (MMF+12F+13414) X (I5+16+17418) |[L|H|H

NAND X (EXPFan)

AND/ |AND = (M X12X13X18) + (15X 16X 17X18) |HHIL

NOR + (EXP-Fun)

AND/ AND 0=(l1X12XI3X|4)+(|5XI6X|7XI8) HH{H

OR -+ (EXP-Fun)

Statische Kennwerte: siehe Seite 351

Dynamische Kennwerte MeBbedingungen max

Anstiegs- und Abfallzeittyyy, iy Ypp= 5V 200 ns

der Ausgangssignale pp = 10V 100 ns
Upp= 15V 80 ns

Verzdgerungszeit tHL, tLH YDD = 5V 600 ns

I—0 Upp =10V 300 ns
Upp =15V 240 ns

Verzdgerungszeit 1A Upp= 5V 600 ns

IA-—0 Upp= 10V 300 ns
Upp =15V 240 ns

Verzdgerungszeit P Upp= 5V 450 ns

B30 Upp= 10V 170 ns
Upp =15V 110 ns

Verz3gerungszeit (e Upp= 5V 280 ns

IC—>0 Upp= 10V 100 ns
Upp =15V 80 ns

Verz3gerungszeit tpEX Upp= 5V 380 ns

EX —» 0 Upp=10V 180 ns
Upp = 15V 130 ns

Selektions- und tuz, - Ybb= 5V 160 ns

Deselektionszeit tp7H, Upp =10V 70 ns

OE zu O tpLZ, Upp =15V 50 ns

tpzL
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V 4050 D *

6 nichtinvertierende Treiberstufen

Bauform 6
Upp :lNC -
01 [Jos Jo—— D> |—o2
02 Owe . 51 .,
12 05 —
O > }—
03 Q5 9| [—w
I3 (04 11—{b>—12
U 114 o ]
58 | 14 id

F—c 15
L]

AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen

1 Upp Betriebsspannung 9 12 Eingang 4

01 Ausgang 1 10 04 Ausgang 4

3 n Eingang 1 1115 Eingang 5

3 4 02 Ausgang 2 12 05 Ausgang 5
5 12 Eingang 2 13 NC nicht kontaktiert

6 03 Ausgang 3 14 16 Eingang 6

7 13 Eingang 3 - 15 06 Ausgang 6
- 8 Ugg Bezugspotential 16 NC nicht kontaktiert

Statische Kennwerte: siehe Seite 352

| MeBbedingungen min. max.
Eingangsspannung U, 0 15V

~ Ausgangsstrom L loo Ypp = 5V 2,9 mA
| ‘ Upp =10V 6,6 mA
| -Ufp =15V 20 mA
~ Ausgangsstrom H lon Ypp = 5V 0,72 mA
‘ Upp =10V ) 1.5 mA
| Upp =15V 5 mA
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Dynamische Kennwerte (C; = 50 pF, &, = 25°C)

MeBbedingungen min, max.
Anstiegszeit tLH Upp = 5V 160
d. Ausgangssignale Upp = 10V 80
Upp = 15V 60
Abfallzeit tTHL Upp = 5V 60
d. Ausgangssignale Upp =10V 40
Upp = 15V 30
Verzégerungszeit  tp Upp = 5V 140
LIH-Flanke Upp =10V 80
Upp =15V 60
Verzdgerungszeit  tpyp Upp = 5V 110
HIL-Flanke Upp = 10V 55
Upp = 15V 30
Eingangskapazitat < 7,5




V 4051 D

8-Kanal-Anolog-Multiplexer/Demultiplexer

Der Schaltkreis enthdlt einen 8kanaligen analogen Multi-
plexer/Demultiplexer. Von den 8 Kandlen Z0 - Y bis Z7 - Y
wird iber digitale Steuereingénge A0, A1, A2 ein Kanal aus-
gewdhlt und in den EIN-Zustand geschaltet.
Die .anderen Kandle befinden sich im hochohmigen AUS-Zu-

stand. Uber den Steuereingang ZE kénnen unabhéngig von
der Belegung der Steuereingéinge A0, A1, A2 alle Kanalschal-

ter in den AUS-Zustand geschaltet werden.

*

Bauform 6

127
120
123
[ 140
AT
142

AnschiuBbelegung und Schaltungskurzzeichen

24,26 Multiplexerein-/ Ugg
Demultiplexerausgénge Ugs
Y Multiplexeraus-/

Demultiplexereingang A0, A 1, A2
27,25 Muitiplexerein-/
Demuitiplexerausgdnge 7o, 71, 72, 23
ZE Freigabeeingang
Ubp

Mty 77— 40
[z2 10— A7
g—A2

MX

V2
75 13
21

—o 3

— 74
75
=72
7

— 5

F—o 4

Bezugspotential Daten

Bezugspotential
Steuersignal

Steuereingdnge

Kanatauswahl

Multiplexerein-/
Demultiplexerausgdnge
Betriebsspannung
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Grenzwerte siche Seite 350, zusétzlich

Betriebsspannung

Bezugspotential fiir
Steuersignale
Eingangsspannung
Steuereingénge
Eingangsspannung
Dateneingéinge
Ausgangsspannung
Lastwiderstand
Eingangsstrom

Dateneingéinge (Kanal EIN)

Eingangsstrom

Upp
Uss

Uss
Up
Vo
Ry
['p ]

[}
)

Statische Kennwerte: siehe Seite 353, zusétzlich (Ugg = 0 V)

Bezugspotential fiir
Steuersignale
Eingangsspannung
Steuersignale
Eingangsspannung
Daten
Eingangsspannung H
Steuersignale

Eingangsspannung L
Steuersignale

DurchlaBwiderstand

MeBbedingungen

Uss
Us

Yo

UisH

Usst

RON

10V
=15V
= 5V
=10V
=15V
= 5V
=10V
=15V

i

min.
Upp —15
Uss
Uge

3,5
7
1"

max.
Ugg +18V
Upp 40,5V
Upp +05 V
Upp +0.5V
Upp +0,5V
Ohm
25 mA
10 mA
max.
Upp -3V
Yop
Upp v
\
v
v
15V
3V
4 V.
1 200 Ohm
520 Ohm
300 Ohm
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Dynamische Kennwerte

(Ya = 25°C, Ugg = UEE =0V, ty =4y = 10ns, U = USS bzw. Upp)

<

Verzégerungszeit tpzy
Zy—Y tPyz
Y—>Z,

Verzégerungszeit tpa

A0...A2 — Ausgang

Verzégerungszeit tpzZH
ZE —» Ausgang
einschalten

Verzégerungszeit tpzL
ZE —» Ausgang
ausschalten

Eingangskapazitéten Cz
Sy
Cs

MeBbedingungen

Upp = 5V; Ugg =0V;
Ry = 10 kOhm; U'D =5V
Upp = 10V; Ugg =0V;
Ry == 10 kChm; Ujp = 10V
Upp = 15V; Ugg =0V;
R = 10 kOhm; Ujp = 15V
Upp = 5V; Ugg =0V;
Up =5V

UDD = 10V; UEE =0V;
Up =10V

Upp = 15V; Ugg =0V;
Up =15V

Upp =5V: Ugg = -5V;
Up =5V

Upp =5V; Ugg =0V;
R = 10 kOhm; Up =5V
Upp = 10V; Ugg =0V;
R = 10 kOhm; Ujp = 10V
Upp = 15V; Ugg =0V;
R = 10 kOhm; Upp =15V
Upp = 5V: Ugg = -10V;
R = 10kOhm; Up =5V
UDD =5V; Ugg =0V;
Ry = 0,3 kOhm; Up =5V
UDD =10V; Ugg =0V;
R = 0,3kOhm; Ujp = 10V
Upp = 15V; Uge = 0V;
R =03 kOhm; Up =15V
Upp = 5V; Ugg = ~10V;
Ry = 0,3kOhm; Ujp =5V

max.
60 ns

30 ns

20 ns

720 ns
320 ns
240 ns

450 ns

720 ns
320 ns
240 ns

400 ns

450 ns
210 ns
160 ns

300 ns

10 pF
60 pF
7.5 pF
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V4066D
Vier bilaterale Schalter

L 4

Der Schaltkreis enthdalt vier voneinander unabhéngige bilate-
rale Analogschalter. Je Schalter ist ein Steuereingang Xn vor-
handen, mit dem dieser vom EIN- in den AUS-Zustand und

umgekehrt geschaltet werden kann.

Esgilt: Xn = H Schalter EIN
Xn=1 Schalter AUS
Bauform 5
Yol . WUy ge—dxo| " ’Z’g :;
202 1B[xo TR
Y1
2113 2[3X3  §o—X1 77 o3
y1]4 nv3 TRz
x10s 0{123  6o— X2 79 b—og
xelde 9]z2 W v3 F—on
Uss 7 8[dra  120—X3 2310

Grenzwerte: siehe Seite 350, zusdtzlich

Yo, Y1,Y2 Y3 \
z0,21,22,23

X0, X1, X2, X3 Steuereingdnge

Ein-/Ausgénge

AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen

Eingangsstrom | 'IX}- l 'lDZl
Steuer- und

Dateneingdnge (Kana! AUS)
Eingangsstrom )
Dateneingdnge (Kanal EIN) I l

Ugs Bezugspotential
Upp Betriebsspannung

max.

10 mA

25 mA

394



Statische Kennwerte: siehe Seite 351, zusdtzlich

Mefbedingungen min. max.

Eingangsspannung H UxH Ypp = 5V 35 v
Steuereingénge Upp = 10V 7 v
.Upp =15V 11 A

Eingongsspannung L Uxt Yop = SV 1 v
Steuereinginge | Upp = 10V 2 v
Upp = 15V 2 v

DurchlaBwiderstand Ron UYpp = 5V 1200 Q
Upp = 10V 500 Q
Upp =15V 300 Q

Dynamische Kennwerte
(90 = 25°C, Ugg = 0 V., CL = 50 pF, tH = tH = 20 ns,
UIX = USS bzw. UDD)

Verzégerungszeit tpyz Upp = 5V 40 ns
Yn —» Zn bzw. tpzy Upp =10V 20 ns
Zn —» Yn Upp = 15V 15 ns
Selektionszeit des tpzH Upp = 5V 70 ns
Ausgangs durch Xn Upp =10V 40 ns
Upp = 15V 30 ns

Eingangskapazitdten Cix ‘2,5 pF
Cy, Cz 16 pF
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V 4093 D

4 NAND-Gatter mit je 2 Eingéngen
mit Schmitt-Trigger-Verhalten

Bauform 5
In Unp
1712 147
07 1742
0z 04
122 (103
121 []132
Us 137

AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen

1111 L 8 131
2112 Eingdnge 1 9 132
301 Ausgang 1 i ' 10 03
;'Q:Z Ausgang 2 11 08
Eingénge 2 12 142

6 121 BERERTT]

7 Ugs Bezugspotential 14 Upp

20—sT]
fo— ST
50— 7]
8ot ST
§o—{s7]
130— ST

po—I3T] &T—O'ﬂ

Eingdnge 3
Ausgang 3
Ausgang 4
Eingdnge 4

Betriebsspannung
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Statische Kennwerte: siehe Seite 352, zusdtzlich

Positive Trigger- Uip
schwellspannung

Negative Trigger- UN
schwellspannungen

Hysterese- Up
spannung —Un

MeRbed.

Upp = §
Upp = 10
Upp = 15
Upp = 5
Upp = 10
Upp = 15
Upp = 5
Upp = 10
Upp = 15

min
2,2
4,6
6,8
0.9
2,5
4,0
0,5
1
1.5

maox
3,6
7.1
10,8
2,8
5,2
7.4

<K<K << <K< << <

Dynamische Kennwerte (9, = 25°C, Ugg = 0V, C| = 50 pF, Uy = 0V,

Eingangsimpuls: t|y = t = 20 ns)

Anstiegs- und Abfallzeit tTHL
der Ausgangssignale TLH
Verzdégerungszeit der tPLH
L/H-Flanke und der tPHL
H/L-Flanke

Eingangskapazitat C

MeBbed.

Uy=Upp= 5V
Uy =Upp = 10V
Up=Upp =15V
Up=Upp= 5V
Uy = UDl? =10V
Uy =Upp = 15V

min

max
200
100
80
380
180
130

7.5

pf
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V 40098 D L 4
6 Invertierende Treiberstufen mit Tristate-Ausgdngen

Bauform 6
L‘TI;EH %
1]z 75
013 %
204 73
0215 2
3]s 773 06
037 0[] I4
Uss )8 91704

AnschiuBbelegung und Schaltungskurzzeichen

1 CE 4 Steuereingang 9 04 Ausgang 4
Freigabe 01 bis 04 10 14 Eingang 4

2.n Eingang 1 11 06 Ausgang 6

301 Ausgang 1 12 16 Eingang 6

4 12 Eingang 2 13 05 Ausgang 5

5 02 Ausgang 2 14 15 Eingang 5

613 Eingang 3 15 CE 2 Steuereingang

703 Ausgang 3 16 Upp Freigabe 05 bis 06

8 Ugg Bezugspotentiu'l Betriebsspannung

Statische Kennwerte: siehe Seite 352
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Ausgangsstrom L loy
Ausgangsstrom H —lon
Reststrom der Iz
Tristate-Ausgéinge —izL
hochohmig

Dynamische Kennwerte
(94 == 25°C, Uss =0V, Uy
HLH = HL = 20 ns)
Anstiegszeit HLH

d. Ausgangssignale
Abfallzeit THL
d. Ausgangssignale
Verzégerungszeit tprH
L/H Flanke
Verzégerungszeit PPHL
H/L Flanke
Selektions- und tpHZ
Deselektionszeit H

tPZH
Selektions- und tp1 7
Deselektionszeit L
Eingangskapazitat ci

MefBbedingungen

Upp
Upp
Upp
Upp

=0V, C| = 50 pF, Eingangsimpuls,

Upp

Upp
Upp
Upp
Upp
Upp
Upp
Upp
Upp

I

]

i

I

It

I

i

it

5V
0V
BV
5V
oV
15V

15V

5V
10V
15V

5V
0oV
15V
5v
10V
15V
5V
0V
15V

5V
0wV
15V
5V
0V
15V
5V
1nv
15V

0V
15V

min.

2,3
8,0

/0,8
2,5
8,0

12

max.
mA
mA
mA
mA
mA
mA

nA

70 ns
40 ns
30 ns
60 ns
30 ns
20 ns

130 ns
60 ns
50 ns

160 ns
70 ns
50 ns

85 ns
65 ns
60 ns
140 ns
75 ns
65 ns

135 ns
80 ns
70 ns
185 ns
85 ns
70 ns

7,5 pF




V 40511 D : L 4
BCD-zu-7-Segment-Dekoder

— enthdlt einen BCD-zu-7-Segment-Dekoder mit einem Zwi-
schenspeicher
— Dekodierung im Hexadezimalbereich

Bauform 6

e Oq—73
0b [—o172

0d p—=o10
Oep——9
Of f—=15
Ogp—oi4

o W o N

AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen
Iy bis Iy BCD-Eingange
Oa bis Of Ausgdnge

Ugs Bezugspotential

Upp Betriebsspannung

L__T Steuereingang Lampentest
BI Dunkelsteuereingang

LE Latch-Aktivierung

Mit Hilfe des Steuersignales LE kénnen die Eingangssignale entweder
sofort zum Dekoder durchgeschaltet oder zwischengespeichert werden. Dos
Zwischenspeichern der Eingangsdaten erfolgt mit dem L/H-Ubergang des
LE-Steuersignals.
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Betriebsbedingungen

Betriebsspannung Upp 3...15 V
Eingangsspannung Up Upp = 5V 1,5V
L Upp = 10 \ 3V

Upp = 15V 4V
Eingangsspannung Uin Upp = 5V 3,5 Vv
H Upp =10V 7 \

Upp =15V oo v
Umgebungstemperatur 9, —-40...85 °C

Statische Kennwerte bei Ugg = 0V siehe Seite 352, zusétzlich:

Einstellwerte

Um Yo lo Uop
\" \ mA \ min  max
Statische Ibp 5 5 150 pA
Stromaufnahme 10 10 300 pA
15 15 600 nA
Ausgangsstrom loL 5 0,4 5 0,4 mA
L 10 0.5 10 0,9 mA
15 1.5 15 2,4 mA
Ausgangsspannung Ugp 5 0,05V
L -0,001 10 0,05V
15 0,05V
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Ausgangs- UoH
spannung

H

Eingongs- H,
reststrom —hr

Dynamische Kennwerte

Einstellwerte

UL  Um
V) )
) 5
0 10
0 15

—lon %

(mA)  (°C)

10-3

10

25 25

10-3

10

25 25

10-3

10

25 25
25
85

Upp
V)

15

max
4,2
3,9
2,9
9.2
9.0
8,0
14,2
14,0
13,2
0,1

1.0 |

(90 =25 C, C_ = 50 pF, U| = USS bzw. UDD' 4 = tqy = 20 ns)

Anstiegszeit
d. Ausgangssignale

Abfallzeit
d. Ausgangssignale

Verzdégerungszeit
HJL

LUH

Eingangskapazitéat

TLH

THL

tPHL tPLEHL

tPLH: 'PLELH

G

Upp = 5V
Upp = 10V
UDD:15V
YUpp = 5V
Upp = 10V
Upp =15V
Upp = 5V
Upp = 10V
Upp = 15V
Upp = 5V
Upp = 10V
Upp = 15V

max
100
75
65
310
185
160
1040
420
306
1320
520
360
7.5

T << <K< <K<K
> > °

ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

pF
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V 4520 D 4

Zwei bindre 4bit Vorwdrtszéhler

Der Schaltkreis verfiigt liber zwei getrennte bindre A4stufige
Vorwdartszdhler mit getrennten Z&hl- und Riicksetzeingdngen.
Die vier Z&hlstufen je System werden aus D-Flip-Flop gebildet,
die von den Z&hleingéngen Cat oder Ca2 auf die zdhlende
Flanke programmiert werden. Fir Ch2 =H wird an Cni auf
die L/H-Flanke, fiir Ca1 = L wird an Cn2 auf die H/L-Flanke
gezdhlt.

Bei H-Potential am Riicksetzeingang Rn wird der Zéhler n auf
LLLL gesefzt.

Bauform 6
612 20—072 o4
019 a5
on 7o—R1 01306
072 9 c21 072 020 p—=0 77
a1 022 02172
R1 02213
Uss 15— R2 023—om

AnschiuBbelegung und Schaltungskurzzeichen

C1i1, C12 Zghleingénge
010, 011, 012, 013 Ausgdnge

R1 Riicksetzeingang
Uss Bezugspotentiai
Cc21, C22 Z&hleingénge
020,021,022 023 Ausgénge

R2 Ricksetzeingang
Upp Betriebsspannung
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Funktionstabelle

Cnt Ch2 R, Z&hlerreaktion

L/H- H L Increment Zahler

Flanke

L H/L- L Increment Zéhler
Flanke

L/H- L L keine Anderung

Flanke

H/L- x L keine Anderung

Flanke

H H/L- L keine Anderung
Flanke

X - L/H- L keine Anderung
Flanke

x X H ono N °n3 = L

Statische Kennwerte: siehe Seite 353

Dynamische Kennwerte

(%, = 25°C, Ugs = 0V, ty. =Ly = 20 ns, U|

Verzégerungszeit
Cpam > 0n
(m;n=1;2)
Verzdgerungszeit
R, >0,

Zahlimpulsbreite H far
Cn1

Anstiegs- und
Abfallzeit der
Ausgangssignale

tpC
tPR

tC11H}
tC21H

TLH
THL

MeBbedingung  min.

Upp = 5V
Upp = 10V
Upp = 15V
Upp = 5V
Upp = 10V
Upp = 15V

Upp = 5V 200

Upp = 10V 100

Upp =15V
Upp= 5V
Upp = 10V
Upp = 15V

70

== Ugg bzw. Upp)

max.

560
230
160
650
225
170

200
100
80

ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

ns
ns
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Zshlimpulsbreite L fur  tc12L Upp

Ch2 Upbp
Upp
Zshlfrequenz fces Upp
fc Ypp
Yop
Anstiegs- und Abfall- tcLHs Upp
zeit des Zdahlimpulses  tchHL Upp
Yop
R-Impulsbreite H RH Upp
Yop
Yop

Eingangskapazit&t <

5V
v
15V

5V
0V
15V

5V
v
15V

5V
10V
15V

400

140

o

o

250
110
80

ns
ns
ns
1,5 MHz
3 MHz
4 MHz
15 ps
15 us
5 us
ns
ns
ns
7.5 pF
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V4531 D _ L 2
13 bit-Paritdtsprufer

Der Schaltkreis enthdlt einen Paritdtspriifer mit 13 Eing&ingen
10-112 und einem Paritdtsausgang 0.

Fir eine gerade Anzahl von H-Belegungen an den Eingdngen
ist der Ausgang L und fiir eine ungerade Anzahl von H-Bele-
gungen H. Fiir Wortbreiten von 12 bit oder kleiner kann an
dem Ausgang in Abhdngigkeit von der Belegung der unge-
nutzten Eingdnge eine gerade oder ungerade Paritdt erzeugt
werden. Fiir Wortbreiten von 14 bit und gréBer kénnen mehrere
Schaltkreise V 4531 D kaskadiert werden. Hierbei wird der
Ausgang des einen Schaltkreises mit einem der Paritdtsein-
génge des folgenden Schaltkreises verbunden.

Aufgrund der kleineren Verzdgerungszeit von 112 empfiehlt es
sich, den Ausgang des zu kaskadierenden Schaltkreises an
112 des nachfolgenden Schaltkreises zu legen.

Bauform 6 _

jUpp §o—I7
Fo—i12

17 73
(118 3—{I4
20—415

Crs 2702
Y0 50— 17
I I8
- 1319
(1012 20—
0 ne—I
- 10—

AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen

10-112 Eingénge

o Paritdtsausgang
Ugs Bezugspotential
Upp Betriebsspannung




Wahrheitstabelle:

Eingtinge Ausgang

L L L L L L ¢t L L L 1L L L
ungerade Anzahl von H-Belegungen
gerade Anzahl von H-Belegungen

H H H H H H H H H H H H H

I Irc

Statische Kennwerte: siehe Seite 353

Dynamische Kennwerte (3, = 25°C, Usg = 0V, C| = 50 pF, t| H =L
= 20 ns, Uj = Ugg bzw. Upp) :

MeBbedingung max.
Verzégerungszeit tPHL Upp = 5V 580 ns
10...111 —> 0 Upp =10V 240 ns
Upp =15V 180 ns
tPLH Upp = 5V 540 ns
Upp = 10V 220 ns
Upp = 15V 180 ns
Verzdgerungszeit tP12HL Upp = 5V 420 ns
112 —» 0 Upp = 10V . 180 ns
Upp = 15V 140 ns
tp12LH Upp = 5V 340 ns
Upp = 10V 140 ns
Upp = 15V 100 ns
Anstiegs- und LK UDb = 5V ) 200 ns
Abfalizeit der’ tTHL Upp = 10V 100 ns
Ausgangssignale Upp = 15V 80 ns
Eingangskapazitdt Cy 25 pF
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V4538 D L 4
Zweifaches Monoflop

Der Schaltkreis enthdlt zwei getrennte monostabile Multivibra-
Loren. Die Monoflops sind riicksetzbar und mehrfach trigger-
ar.
Die Ausgangsimpuisbreite und ihre Genauigkeit wird je System
durch einen externen Widerstand RXn und eine externe Kapa-
zitat CXn bestimmt.
Die Zeitverzégerungen von den Triggereingéngen und dem
Riicksetzeingang zum Ausgang sind unabhéngig von RXn und
CXn. Der Eingang TRn wird benutzt, um auf die L/H-Fianke
zu triggern und der Eingang TFn, um auf die H/L-Flanke zu
triggern. Wird der AnschluB TRn nicht bendtigt, so ist er an
Uss, wird AnschiuB TFn nicht bendtigt, so ist er an Upp zu
legen. Ein L-Impuls am Ricksetzeingang Rn setzt den Aus-
gangsimpuls zurick. Wird AnschluB Rn nicht genutzt, so ist er
an Upp zu legen.
Der Schaltkreis kann in den Betriebsarten: ,Nachtriggern* und
#Einzelauslésung” betrieben werden.

Bauform 6

TR1| &
TF1
X Q7 8
X7 —7
R1
R2| 8

7F2
X2 Q2 [—o10

X2 3
R2

AnschluBbelegung und Schaltungskurzzeichen

- CX1 KapazitatsanschiuB TR 2, TF2 Triggereingdnge

~ RCX1 WiderstandsanschluB R 2 Rilcksetzeingang

R1 Riicksetzeingang RCX 2 Widerstonds-/
Kapazitdtsanschiul

TR1, TF1 Triggereingdnge cXz2 KapazitatsanschluB

Q1 Q1, Q2, Q2 Ausgénge Upp Betriebsspannung

- Uss Bezugspotential
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Dynamische Kennwerte (9, = 25°C, Uss = 0V, Cp = 50 pF, t_ 4 = HL

Verzdgerungszeit
TR, TF — Q, Q

Verzdgerungszeit
R-—Q,Q

Ausggngsimpulsbreite
Q, Q

Impulsbreite L
an R

Impulsbreite an TR,

{mpulsbreite L
an TFq

Differenz der
Ausgangsimpuls-
breiten der Monoflops
in einem Gehduse

TR
tpTE

PR

TRH

HFL

MeBbedingung

Upp =
Upp =
Upp =
Upp =
Upp =
Upp =

Ry =
Upp =
Upp =

Ry =
UDD =
Upp =

Ry =
Upp =
Upp =
Upp =
Upp =
Upp =
Upp =
Upp =
UDD ==
Upp =
Upp =
Upp =
Ypp =

Ry =

AT=

Upp =
Upp =
Upp =

= 20 ns, Uy = Upp bzw. Uss,

min,

5V

v

15V

5V

0V

15V
10 kOhm; Cyx == 5 nF
5V 56
10V 57
15V 58

100 kOhm; Cx == 0,1 uF
5V 9.3
0V 9.8
15V 10,1
100 kOhm; Cx = 10 pF
5V 0,93
0V 0,99
15V 1,02
5V 70
0V 60
BV 50

5V 70
0V 60
1BV 50

5V 90
0V 60
15V 50

100 kOhm; Cx = 0,1 uF
(T1=T2) - 100 %

T
5V typ. + 1
10V typ. + 1
15V typ. + 1

410

max.

600
300
200

500
250
190

68
65
64

11,3
11
11,1

1,13
1,11
112

ms
ms
ms

U )

ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

%
%
%



V 4585 D *

4 bit GroBenkomparator

Der Schaltkreis V 4585 D beinhaltet einen 4-bit-GréBenkom-
parator zum Vergleichen zweier 4 bit-Wdrter. Dabei wird ge-
priift, ob das Wort A (A0...A3) ,gréBer als", ,gleich” oder
Jkleiner als" das Wort B (BO...B3) ist. Die Eingéinge A3 und
B3 besitzen dabei die gréBte Wichtung. Der Komparator kann
ohne zusdtzliche Logik zum Vergleich zweier Wérter beliebiger
Ldnge erweitert werden, in dem die Ausgdnge des einen
Schaltkreises A==B, A <B mit den entsprechenden Uber-
tragseingdngen IA = B und IA < B des Schaltkreises mit der
néchsthéheren Wichtung verbunden werden.

Die Eingdnge |A > B der kaskadierenden Schaltkreise miissen
an H-Potential liegen.

Bauform 6
B2 M~ A0 | == |A>B}—o13
70— A7 A=Bl—o 3
Az 20— A2 A<BF—°72
A= 50— A3
IA>B M— B0 :
§o—1 B7
Ia<t 70— B2
IA=B T4o— B3
A1 4 o—IA>B|
U 6‘0—-11/4=B
” 5o—{IA<B]
Anschiufibelegung und Schaltungskurzzeichen
A0, A1, A2, A3 Eingange Wort A A>B
’ ) A=8B Ausgénge
Bo, B1, B2, B3 Eingénge Wort B . A<B
"IA>8B . Uss Bezugspotential
(A=8 Ubertrogseingéinge
IA<8B Upp Belriebsspannung
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H 1opo = X

191V

1 b H X X X X X X €ca>ev
1 bl H X X X X X eg>zev £g=¢cVv
1 k! H X X X X La>1v cd=c¢cv €g=¢tv
1 1 H X X X og>ov ig=1Vv tcad=cv eg=¢tVv
1 1 H X 1 H cg=0Vv lg=1Vv cg=cVv €Eg=¢V
1 H 1 X H 1 0g=0V lga=1v cd=2cVv €g=¢tV
H 1 1 H 1 1 og=0V Lg=1Vv cg=zVv cg=¢Vv
H 1 1 H X X oa<ov iga=1v cg=2cVv €Ed=¢V
H 1 1 H X X X ta<iy cd=zcVv £Eg=¢Vv
H 1 1 H X X X X ca<ev €g=¢tV
H 1 1 H X X X X X cg<ey
a<v =V Vi ga=vi g4> Vi og ov ed ey €9 'tV

sbBupbutasboinaqn

ebupburaionioduwioy

119G PISHAYIYD M
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2x V45850
A4 A0|= =
Wort JAS AT
A 46 A2
A7 A3
54 B0
Wort g5 87
B6 52
7 Ed
74>4
A0 AQ|= = 74=5
Wort JA1————— 47 i74<
A A2 A2 4
AJ———— 43
B0 50} B
”fgff 87 87 4=8
52 52
83— 53 A<BH
i74>5)
A
/A<

Statische Kennwerte: siehe Seite 3

53

A8

A=p—

4

Dynamische Kennwerte (9, = 25°C, Usg = 0V, C) = 50 pF, ty = L4
=20 ns, U = Ugs bzw. Upp)

Verzdgerungszeit

ApnB,—» A>B A=B A<B

Verzégerungszeit
IA=B,IA>B, IA<B —
A>B A=B,A<B

Eingangskapazitdt

tpa;
tp

tpl

MeBbedingung

Upp = 5V
Upp =10V
Upp =15V
Upp = 5V
Upp =10V
Upp =15V

max.
600 ns

250 ns
160 ns

400 ns
160 ns
120 ns

7.5 pF
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- - - - an Loor @D - a Looy A
- - - - a 100y AD - qateoy A
|1s01n3 oqlysoy 1?1y Pltusiog vou OA|DA 148
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Digitale bipolare
Schaltkreise




Digitale bipolare TTL-Schaltungen

D/E 100 D
D/E 103D

D/E 104D
D/E 108 D
D/E110D
D/E 120 D
D/E121D
DJ/E 126 D

D/E130D
D/E 140D
D/E 146 D
D/E 147D
DJE 150 D
D/E151 D
D/E 153D
DJE 154 D
DJE 160 D
D/E172D
D/E174D
D/E175D
D/E181 D
D/E191 D
D/E 192D

D/E193D
D/E195D
D 200D
D201D

D/E204 D
D 210D
D220D

4 NAND-Gatter mit je 2 Eingéngen
4 NAND-Gatter mit je 2 Eingangen,
Kollektor offen

6 Inverter

4 AND-Gatter mit je 2 Eingdngen

3 NAND-Gatter mit je 3 Eingéngen
2 NAND-Gatter mit je 4 Eingéingen
Monostabiler Multivibrator

4 NAND-Gatter mit je 2 Eingéngen
Kollektor offen

1 NAND-Gatter mit 8 Eingéngen

2 NAND-Gatter mit je 4 Eingéngen
BCD-zu 7-Segment-Dekoder (30 V)
BCD-zu 7-Segment-Dekoder (15 V)

2 AND-NOR-Gatter mit je 2 X 2 Eingdngen,

1 AND-NOR-Gatter mit 4 )X 2 Eingéngen

2 Expander mit je 4 Eingéngen
J-K-Master-Slave-Flip-Flop

2faches flankengetriggertes D-Flip-Flop
4-Bit Latch

16-Bit-Speicher (RAM)
8-Bit-Schieberegister

Synchroner
Vor-/Riickwérts-Dezimalzdhler
Synchroner Vor-/Riickwérts-Bindrzéhler
4-Bit-links-rechts-Schieberegister
4-NAND-Gatter mit je 2 Eingdngen
4-NAND-Gatter mit je 2 Eingéngen
Kollektor offen

6fach-Inverter

3-NAND-Gatter mit je 3 Eingdngen
2-NAND-Gatter mit je 4 Eingéngen

Seite

429
429

429
430
430
430
431
432

432
432
433
433

433

434

434
435
435
436
438
438
438

439
439
440’
440

440
441
441

423



Seite

D230D 1-NAND-Gatter mit 8 Eingdngen 441
D 240D 2-NAND-Gatter mit je 4 Eingéngen 442
D251D 2 AND/NOR-Gatter mit je 2 Eingéngen 442
D254 D 1 AND/NOR-Gatter mit 3 )X 2 Eingdngen 442
D274D 2faches flankengetriggertes D-Flip-Flop 443
D/E 345D ]

D/E346D 1 gep 4y 7-Segment-Dekoder-Treiber 444
D/E347 D

DJ/E348 D

D/E351 D  Teilerschaltkreis in I2L-Technik 446
gﬁ gi:g } Zeitschaltkreise in 12L-Technik 448
D 395D Ansteuerschaltkreis fiir Schrittmotoren 451
D 410D 3 AND-Gatter mit 2, 3 und 4 Eingéingen 454
D 461D 2fach-Treiber fiir MOS-Speicher 456
D 492D 6fach-Digittreiber 457
D 718D Schaltkreis zur Serien-Parallel Wandlung 458
DL 00O D, S 463
DL002D, S 463
DL 003 D o , 464
DL 004 D 464
DL 008 D, S c 465
Bt 81? B' 2 TTL-Schaltkreise ZZ:
DL 014 D (Low-Power-Schottky-Rgihe) 166
DL 020D, S 466
DL021 D, S : 467
DL030 D, S 467
DL032 D, S 468
DL 037 D 469
DL 038 D 469

424



Seite

DL 040 D - 470
DL 051 D 470
DL 074 D 471
DL 086 D 471
DL083D 472
DL 090D 473
DL 093D 475
DL 112D - 477
DL 123D 478
DL 132D 480
DL 164 D 481
DL 155D 482
DL 175D 482
DL 192 D TTL-Schaltkreise 483
DL 193D (Low-Power-Schottky-Reihe) 283
DL 194D 485
DL 295D 485
DL 251 D 486
DL 253D . 486
DL 257D 486
DL 259 D 487
DL 299 D 489
DL 374 D 490
DL 540 D M
DL 541 D 491
DL 2631 D 493
DL 2632 D 493
DL 8121 D 495

DL 8127 D 496
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Seite

DS 8205 D ] 501
DS 8212D | 503
DS 8216 D integrierte Schottky- 505
DS 8282D (11 terface-Schaltkrei 307
DS 8283 D -Interface-Schaltkreise 507
DS 8286 D l 509
DS 8287 D J : 509
E 310D Blinkgeber-Schaltkreis 511
E412D KurzschluBfester Treiberschaltkreis mit

3 AND-Gattern 513
EA435E KurzschluBfester Leistungstreiber 516
Vergleichsliste 519

Bauformen 524

426



Integrierte TTL-Schaltkreise

Grenzwerte:
Betriebsspannung Ucc 0...7 V
Eingangsspannung Ui -08...55V
Betriebsbedingungen: Reihe D 10 Reihe E 10 Reihe D 20
Betriebsspannung Ucc 4,75...525V
H-Eingangsspannung U >2 vV
L-Eingangsspannung Ui <08V
H-Ausgangsspannung UoH >24V
L-Ausgangsspannung UoL <04V
H-Eingangsstrom liH 40 50 pA
L-Eingangsstrom I ’ -1,6 =2 mA
Einschaltverzégerungszeit tPHL 10 7ns
Ausschaltverzégerungszeit tpLH 10 7ns
Arbeitstemperaturbereich 9q 0... -25.., 0...
' +75 485 +75°C

Ausgangslastfaktor
Reihe D 10, D 20 - No=10
Reihe E 10 NoHn = 20

) NoL = 10
Leistungsgatter No =30
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TTL-Standardschaltungen:
Eingongsschalltung:
D 10 - Reihe D 20 - Reihe

e v Ugg

Ausgangsschaltung:

Gegentaktausgang  Darlingtonausgang  offener

(totem-pole-Ausgang) Kollektorausgang
Uee Uge e
. ) Ry

LY
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D/E100D - D/E103D - D/E 104D

D100D E100D 4 NAND-Gatter mit je 2 Eingéingen

Logische Funktion:

Y = AB,

Bauform 5

D103D E103D 4 NAND-Gatter mit je 2 Eingéingen

Logische Funktion:

= AB

Bauform 5

- D10AD E 104D 6 Inverter

Logische Funktion: Y == A

Bauform 5

N/
A7 %[,
B1[]2 13 [ B4
Y113 72 A4
A2[4 71 1v4
B2[15 0[] B3
26 9[A3
M7 8[r3
A7 ~ %[y,
y1] 2 13 A6
A3 122[1v6
vo[ 4 11[JA5
A5 0[5
yale Kinpl
M7 81+

Kollektor offen

AT

A3
Ao
Aso—
Ago—
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D/E108 - D/E110D - D/E120D

D108 D E‘IOB D 4 AND-Gatter mit je 2 Eingdngen

Logische Funktion:
Y=A.B

Bauform 5

A1
B
y1[]
A2
B2
v2[]
MmO

N g R N

N
%[ Uy
8[54
72{ 144
n| e
10183
{343
8[1v3

D110D E 116 D 3 NAND-Gatter mit je 3 Einglingen

Logische Funktion:
Y=ABC

Bauform 5

A1
B[]
A2
B2 (]
62

r

M

PO T N Ny Ry

U

| 1 Ugg Ar—] &

D120D E120D 2 NAND-Gatter mit je 4 Eingéingen

Logische Funktion:
Y=ABCD

Bauform 5

A

AT 74 e
8102 13[)p2

s 2{1¢2
1[4 77%
275 0182
y7[]é [ A2
m 7 ez

02—

D2 o

ATo—
B 10— :
cr— F1
D7
AZo——
,92<>——~L&J X

Y7

v2

v3

Y2
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D121D - E121D |

Bipolarer Monostabiler Multivibrator-Schaltkreis mit
Schmitt-Trigger-Eingédngen

Bauform 5 ' -
_ I S
ach %] Use
0z 73] Lo

Ar{)3 722(]

Az /R Q

B35 70 Jce

alds ${Ri

M7 8
AnschiuBbelegung
1 Ausgang Q 9 Interner Zeitwiderstand R,
3 Eingang A1l 10 Externer Zeitkondensator C,,,
4 Eingang A2, 11 Externer Zeitwiderstand R,
5 Eingang B u. externer Zeitkondensator Cg,,
6 Ausgang Q 14 Betriebsspannung Ucc
7 Masse M 2, 8, 12, 13 nicht belegt
Betriebsbedingungen

min. max,

Betriebsspannung Ucc 4,75 525 V
H-Eingangsspannung Uiy 2 \
L-Eingangsspannung up 08 V
Eingangsimpuls-Anstiegs-
.Abfallzeit:
Trigger-Eingang B t, 1 V/s
Logik-Eingdnge A1, Ay t 1 Vus
Eingangsimpuisbreite tp 5()| ns
Externer Zeit-Widerstand
zwischen Pin 11 und 14 Ry 1,4 40 kQ
Externer Zeit-Kondensator Cr 0 1000 nF
Ausgangsimpulsbreite’) to(out) : 28 s

')Ip(out) % CyRp-in 2
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D/E 126 D - D/E 130 D - D/E 140 D =

D126 D - E126 D 4 NAND-Gatter mit je 2 Eingdngen
Kollektor offen 15V Ausgangssperrspannung

Logische Funktion: Y = AB,

Bauform 5 A4

AT [y
B2 13 184
yvigs 2[4
424 7 Jv4
MES 0[183
y2[16 S JA3
M7 8rs
D 130 D - E 130 D .1 NAND-Gatter mit 8 Eing&ngen.
Logische Funktion: = ]
R %1 A
Y=ABCDEFGH ;E; Hg“ o
Bauform 5 e AR & o1
2[4 1116 12(___ & —oy
eOs o e
F[:5 g :1 £ o—
M7 sy wo— |

D140D - -E140D
2 NAND-Gatter mit je 4 Eingdngen, Leistungsgatter

Logische Funktion: I

Y=ABCD S =
8112 13[102

Bauform 5 3 20
e 14 11
15 w0182
yilJ6 9[Az
vy 6z
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D/E146D - D/E147D - D/E150D - D/E15SID W

D146 DY E146D') BCD-zu 7-Segment-Dekoder/-Treiber

Uon = 30V
D 147D') E147D') BCD-zu 7-Segment-Dekoder/-Treiber
UoH == 15V
Bauform 6 A4
& O 76 e g‘*—; xy|a g
e 3
= S G 1] N 4 S
Lr Elj 71/[]‘9’ Do—8 0 g
AMD B Ja £t
R80
wmds =g 7Y gE;
b 6 7c RBr—{R8 B
M s I[e
D BI/RBO

1 Nicht fiir Neuentwicklungen
D150 D E150 D 2 AND-NOR-Gatter mit je 2 )X 2 Eingdngen
1 Gatter erweiterbar

Logische Funktion: Yy = (ABY + (CD) + X

Y, = (AB) + (CD)
D151 D E151 D 2 AND-NOR-Gatter mit je 2 )X 2 Eingdngen

Logische Funktion:

Y = (AB) 4- (CD)

Aiqfv %[ Ty
Bauform 5 2002 1] 87
323 23X
c2[C« n[1X
p25  wdcer
y2[C|6 9127
M 7. 8 14

A2 o—

s—8|"

02 o—

1720—-&
A1, |1
570—-&

€7 o=

01 o—-

X

X o—o

o Y2

—

&

p— Y1
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D/E153D - D/E154D - D/E 160D n

D153D E153D 1 AND/NOR-Gatter mit 4 X 2 Eing&inc=

Gatter erweiterbar
Logische Funktion:

Y= (AB) + (CD) + (EF) + (GH) + X

D154D E154D 1 AND-NOR-Gatter mit 4X 2 Eingdngen

Logische Funktion:
Y = (AB) 4 (CD) + (EF) 4 (GH)

Bauform 5 _ A 7
8o— %
A 7 7‘«:]UL‘C L'o————
ce  #08 po—|®

23 23X Eo-—-; Ly

FLO# nOx  Fe—|
Fs  »gH 6og
Os 906 z"‘*_
—

M7 81y Ko—o |

D160 D E160D 2 Expander mit je 4 Eingdngen
zur Erweiterung des D 150 bzw. D 153

Logische Funktion:

X = ABCD Ly ny [ Uy
8702 Ay g;

Bauform 5 c1s 23X o0
A2l 14 7 1X1 Dio
8205 0} X2 A2o
e sO% B2
M7 72 fé
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D/E172D - D/E 174D =

D172D E172D J-K-Master-Slave Flipflop mit je 3 J- und
3 K-Eingdngen

Bauform 5 < s o—d s [77

E7 wjygc J7o-——-g

R ]2 B[]S  g20—J

713 2[dr JI o] —4
e+ #Om 1 ¢ B
73005 w Kk K10 81 P4
7 e s K2 K

LAnY a5 o Jd7]

D174D E174D 2 positiv flankengetriggerte D-Flipflop

Logische Funktion: Q (tan+1) = D (tn)
Bauform 5

Rl 1401 Uge -
oz Bz TTASITL g
Cl 3 2] 02 7 0 P
314 niir2 A1 Rl T
(1_7[:15 ©82  2o—psiT|
arlls 9[Jez 72 ¢

D2 2 _
Mgy eA@ g, le| @&




D175D - E175D

4-Bit Latch
Bauform 6 = a4
[y 7611Q7
mdz B —D| T 0;:
0243 % ga‘z —Et—
—1
E3E414 B IETE2 D Q !
e O5 12[Mm -
— O]
s 7D@ 7] Q !
D47 0303 o—E£ -
@8 s op ‘?! :
AnschluBbelegung
1 Ausgang Gy 9 Ausgang Q,
2 Dateneingang Dy ) 10 Ausgang Q;
3 Dateneingang D, 11 Ausgang Q;
4 Freigabeeingdnge E;, E; 12 Masse M
(paarweise zusammengefaBt) 13 Freigabeeingénge E;, E;
5 Betriebsspannung Ucc (paurweisi zusammengefaBt)
| 6 Dateneingang D3 14 Ausgang Q;
| 7 Dateneingang Dy 15 Ausgang Q;
| 8 Ausgang Qu 16 Ausgang Gy
| Logische Funktion .
i th i th1
) E Q D E Q
: H H H L H L
‘ L H L H H . H
H H H H L H
: H L H L L H
| L L H L H L t, : Zeit vor dem Ein-
‘ L H L L L L gangsimpuls
| L L L H L L th41: Zeit nach dem Ein-
H L L H H H gangsimpuls
| Betriebsbedingungen
: min. max,
| Freigabeimpulsdauer 20 ns
‘ Voreinstellzeit ) 20 ns
| Haltezeit 0 10 ns

Ausgangslastfaktor
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Statische Kennwerte (Ucc =5V £ 0,25V, 8, = 0°C...-+70°C D-Typ,

9, =—25°C.
min.
H-Ausgangsspannung
Ucc = 4,75V, —lgy = 400 pA UoH 2.4

U|L== 08V; UIH =20V
L-Ausgangsspannung

Ucg = 475V I = t6mA UoL
Uy = 20V; Uy =108 \'"

FluBspannung der Eingangsdiode

—Ij =12mA; Ucc=475V —y,
L-Eingangsstrom Eingang D

Ucc =525V; Uy =04V —I
L-Eingangsstrom Eingang E

Ucc =525V; U =04V [
H-Eingangsstrom Eingang D

Uce = 525 V; UlH =24V IIH

H-Eingangsstrom Eingang E
Ucc =525V; Uy =24V
Eingangsstrom bei max.
Eingangsspannung D; E
Ucc =525V; U =355 \" 1y
AusgangskurzschluBstrom?)

Ucc =525V —los 18
Stromaufnahme

Ucc =525V icc

Dynamische Kennwerte (3, =25°C-5K; Ucc =35V 1 0,055V)

Signalverz8gerungszeit fiir totHO—Q)
Ubergang auf H bzw. L toHL (D~ Q)
am Ausgang toLH(D—Q)
R_ = 400 Q; C| =15 pF toHL (D—8)
toLHE-Q)
tpHLE—Q)
*pLH(E~ Q)
'pHL(E'”Q)

max.

0.4

32
6,4

80

160

57

53

max.

30
25
40
15
30
15
30
15

.« +85°C E-Typ)

mA

mA

uA

nA

mA

mA

mA

ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

%) Jedes Latch wird einzeln gepriift, nicht mehr als einen Ausgang gleich:

zeitig auf Masse legen.
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D/E181D - D/E191D - D/E192D n
D181 D - E181 D 16-bit-Speicher (RAM)
Nicht fir Neuentwicklungen
Bauform 5 WO o—W0| pam
X3 W rodwr oo
‘ xz[]2 BAWT x7 —x7] 50 S0
i X133 2[ds7  XZo—x2
Informationsdaten E“ 1 gs; X3 o—X3
Uon>55V o X4 o—{X4]
s >10MHz Q5 M vy
y2[16 gOQwe Y2112 51 51
tp > 25ns vz o— v3
337 8 ]ry
towr < 60 ns Y4 Y4
D191D - E191 D 8-bit-Schieberegister
Bauform 5 O i wT
Oz 7307a
s 72{14 a—f To =t —q
E4 e B Bt
Informationsdaten 4L]5 o ’Z T ¢
fmax > 25 MHz, Lje a7
tp > 20 ns O7. <0 X
D192D - E192D Vor-/Riickwérts-Synchroner 4- blt-BCD-
Dezimalzahler
Bauform 6 s B, A 1 lerots oA
e8]z B4 82 Zf—us
——d
TS H =t
ZR Q¢ Bk
25 g S8
: acle 3§ el
| .
‘nforn;té:nhs/'d:zten w0l ¢ 7R A ¢ bty
max » I3 .
t > 20 ns m s ok 5uR
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D/E 193D - D/E 195D

D193D - E193D Synchroner 4-bit-Vor-/Riickwérts-Bindrzdhler

Bauform 6
B[]
a8

QA

ZR E
v
Q]
e
MO

N4

@ 3 ;o RNy

% :]UccA

B

1514 ¢
74:}? D
130R

2 S
1118 zv
10[J¢ ZR

Informationsdaten
fmax > 25 MHz, tp > 20 ns

90 &

Co 4 N~

0r2

@™ £ N =

QA
—o B
—=0QC
—oQD

o (ji/
UR

D195D - E195D 4-bit-rechts-links Schieberegister

Bauform 5 £ A\ A
A2 137 a4

B8[]3 72]] a8

¢4 7] ac

s 0[] ap

metle s

M7 e[ 2

Informationsdaten
'fm-x >20MHz, tp > 15ns
Not == 10, Non = 20

RG=>
4bit

——o ZA
o 48
—o 4c

—<ab
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D200D - D 201D - D/E 204 D B

Nicht fiir NeuentWicklungen

D200 D 4 NAND-Gatter mit je 2 Eingéngen
Logische Funktion: Y = AB
Bauform 5

D201 D 4 NAND-Gatter mit je 2 Eingtingen, Kollektor offen
Logische Funktion: Y = AB

¥

Bauform 5
NS
ar o wy, A&
gz w0ss BT
s zpa 22
Az[ 4 71 v
A3o—] &
B2[45 033 .|
ye[6 9043 ]
mO7 8r3 Bho—
D204D - E204 D 6 Inverter
Logische Funktion: Y = A
Bauf 5
auterm A1 7“5%0 Ale—1 7 y?
Oz B4 pp— 1 vz
A2]3 2[7v6
- 30— 7
2[4 711[]45 A "
wds  whws A7 ve
v3]é 9[JAay As—q 7 Y5
M7 8 j Y4 pgo— 1 Y6




D210D -D220D-D230D B
Nicht fir Neuentwickiungen
D210 D 3 NAND-Gatter mit je 3 Eingtngen
I;og_isil;tiunktion: Ak U g7 P) .
- B2 n{Je cL
Bauform 5 A2[13 2[v1 42 2
B2« 171363 Bro— 174
205 w{183 02—
ye[s 5 A3o— &
O 143 30 v
M [; 7 8[]r3 03

D220 D 2 NAND-Gatter mit je 4 Eingéngen

Logische Funktion:
Y = ABCD

Bauform 5

D230 D 1 NAND-Gatter
Logische Funktion:
Y = ABCDEFGH

Bauform 5

ardr e[ty
8112 73[1 D2
Oz C 2] 62
c14 7]

21005 w182
y1[16 s[A2
M7 ée[r2
mit 8 Eingdngen

A\

Al 74 e
302 73
cOs 2[0H
o4 71136
EOs 03
FIs 93
M7 sr

—0Y
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D240D - D251D - D254 D n

Nicht fiir Neuentwicklungen

D240 D 2 NAND-Gatter mit je 4 Eingéingen

No = 30 A
Logische Funktion: 4101 14 e ’"o—r—‘
Y — ABCD 810]2 73%02 et
s 230 pe |
Bauform 5 el # AZ |
M5 ws
WEG s e 18 2
MI17 A4 b2 |
D 251 D 2 AND/NOR-Gatter mit je 2 X 2 Eingéingen
boilsc:eB)Funktg:;\): a0 (o) e gl 7
= (A8 +( alle o 8710 Loy
Bauform 5 8203 20 07: &
24 73 j;_
025 nrr . 18&
y2[6 Jer pr— 1 —o¥2
xOr 87 pp®

D 254D 1 AND/NOR-Gatter mit 3 X 2 und 1 X 3 Eingdngen
Logische Funktion: Y == (AB) 4 (CD) -+ (EFG) -+ (H))

Bauform 5

' ALY Dul"ien FIK
ez wps 2T
i mf 20 e

Do—

£[e 7] O —oY
FOs 2{]7 Fo— &
66 KIml 5:__
MOz s[Y g &




D 274D Nicht fir Neuentwicklungen [ |
D 274D 2 positiv flankengetriggerte D-Flipflop
Logische Funktion: Q (ta+1) = D (tn)
Bauform 5
N o _
Q7 w4 ST T L oy
D2 B[Rz T ¢ '
s 20z % g _—
874 7[3rz 7 ST
s w3sz o, 8 —Q2
@gs | 90182 prp _
M7 81187 pzo—i 0z
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D/E345D - D/E346D - D/E347D - D/E348D ®m
Integrierte BCD-zu-7-Segment-Dekoder/Treiber in
12L-Technik mit Konstantstrom-Ausgangsstufen.

Die Eingangsstufen sind TTL, LS-TTL und CMOS kompatibel.
Die Ausgangsstufen sind als Konstantstromsenken ausgelegt,
die beim DJE 345D und D/E 347 D intern fest eingestellt, beim
DJE 346 D und D/E 348D extern iiber einen Widerstand bzw.
Einstellregler linear von 0 bis 40 mA einstellbar sind.

Bauform 6 5]

¢

RV

Bi/rBOL]

RBIC]

0O

AL

s g
2 Eingang ,C"

O N ;R W N

75;1%
1F
%y
13 Ja
2[ b
77{¢

10[3d
9:16

3 nicht belegt bei D/E 345 D, D/E 347 D,

Eingang B!
Ausgang RBO
Eingang RBI
Eingang ,.D*
Eingang .A*
Masse

ONOWw &

Grenzwerte
Betriebsspannung Ucc

Ausgangsspannung in
off-Zustand Y0off
Ausgangsspannung in
on-Zustand  DJE 345/347 D UOon

100n = 20 mA

D/E 346/348 D YOon
Ausgangsstrom je Ausgang loL
Gesamtverlustleistung Peot

Verlustleistung je Ausgang

Piot @:..9

9 Ausgang ,e"
Ausgangsstromsteuerung bei D'E 346 D, D/E 348 D 10 Ausgang ,d"

11 Ausgang ,c
12 Ausgang ,b"
13 Ausgang ,a"
14 Ausgeng ,.g
15 Ausgang ,.f"
16 Ucc -Betriebsspannung

max.
7V

15 V
4 Vv

4 Vv
40 mA

720 mW
80 mw
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Statische Kennwerte (8, = 25°C — 5K)

min max

Stromaufnahme
Ucc= 525V DJE 345/347 D ¢ 8 mA
Uoon = 2V, l0on = 40 mA .
Uy = 5,25 DJE 346/348 D Icc 25 mA
H-Eingangsspannung
Ucc= 475V Uy 2 v
L-Eingangsspannung .
Ucc= 4,75V ~ Un 08V
H-Eingangsstrom auBer Bl
Ucg =525V, Uy=27V Uy 20 pA
L-Eingangsstrom
Ucc=525V, Uy =04V Ui 400 pA
L-Ausgangsspannung an RBO/BI
Ucc= 475V, g = 4 mA UoL 04V
Ausgangsstrom
Ucc =5V, Uge, =4V DJE 345/347 DY)

Oon 8 14 mA
Ucc = U;s = 4,75 V D/E 346/348 D

100n 40 mA
Ausgangssperrstrom
Uce= 475V, Ugey =75V 10off 250 pA
H-Ausgangsstrom an RBO/BI
Ucc=52V, Ugy =27V oy 100 pA

) Die Ausgangsstrombereiche dieser Dekoder werden durch einen Zusatz-
vermerk in der BE-Beschriftung ausgewiesen (gehdrt nicht zur Bestell-
bezeichnung).

Zusatzvermerk ,m" fir Iy, 8...12 mA

Zusatzvermerk ,p“ fir [g,,10. .. 14 mA
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D/E 351D

Teilerschaltkreis in 12L-Technik

— TTL-kompatibel

— open-collector-Ausgdnge

— geringe Stromaufnahme (maximal 7 mA)
— asynchrone Arbeitsweise

— 4 Teilerketten durch externe Verdrahtung kombinierbar

— Teilerausgangssignale mit Tastverhaltnis 1:1

— in Verbindung mit dem Schaltkreis D/E 355 D sind Verzdge-

rungszeiten bis zu 40 Tagen mdglich

Bauform 5 so—diyy|7E!
—] 0E 8
72f>-v—‘flb’7 10:1 .
] 0F ]
st 67|
9 o—4—T3VEILE]
06 ——o73
181 10:1 —o 7
2
71 IT4|TEILE! [T5\TEILE] ITEVEILER]
OH ol OKp—3
4 152| Z4:7 182] 48:1 152 96:1
4
oHCl7 %[l
02 13[106
AnschluBbelegung: OK[: 3 72:]/37
151, 182 Setzei
M T, ene 5200 mm
gié.’ ICT)4F. Takteingang 105 7030F
OG, OH,
Ol, OK Teilerausgang lhpimty g3
M Mase L uy 8o
Ucc Betriebsspannung
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Grenzwerte

min. max
Betriebsspannung Ucce 0 8 Vv
Eingangsspannung Y, '-0,8 725V
Ausgangsspannung Uo ' - 0,5 8 V
Eingangsstrom h 1 mA
Verlustleistung Py 400 mW
Betriebsbedingungen
min. typ. max.
Betriebsspannung Uece 4,75 [ 7,25V
Setzimpulsdauer tos 10 us
Eingangsimpulsdauer toIT 5 us
Elektrische Kennwerte
min, max.
L-Eingangsstrom
Ucc=725V, U =04V —l s 100 pA
H-Eingangsstrom
Ucec= 725V, UIH = 2,4V lfH 10 pA
Ucc= 725V, Uy =725V |y 0 pA
Ausgangsstrom o 4,4 mA
L-Ausgangsspannung
Ucc= 475V, I = 4 mA UoL 04V
L-Stromaufnahme
Ucc= 7,25V lecy 7 mA
H-Stromaufnahme
Uce= 7,25V lceH 4 mA
Eingangsfrequenz [N 105 kHz
Teilerverhditnisse
Ausgdnge
Teiler Eingang OE OF oG OH Ol oK
1 IT1 10:1
2 IT 2 6:1
3 IT3 10:1
4 IT 4 24:1 48:1 96:1
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D/E355D - D/E 356 D ]

Zeitschaltkreise in 12L-Technik

— logische Ein- und Ausgénge TTL-kompatibel

— Zeitverzégerungen von 100 ms bis 10 min, durch Schaltkreis
D/E 351 D auf bis zu 40 Tagen erweiterbar, sind als elektro-
nisches Zeitrelais méglich

- Zeitverzbgerungen bis zu mehreren Stunden bei geringer Fre-
quenzstabilitdt mdglich

— 7 Betriebsarten programmierbar:
Einschaltverzégerung, addierende Einschaltverzégerung
Ausschaltverzégerung, Kippfunktion
Wischfunktion, astabiler Multivibrator
Teileriberbriickung

- Verzégerungszeit einstellbar durch Wahl der internen oder
externen Oszillatorfrequenz

— integrierter Ostzillator, Teilerstufen, Steuerlogik, Prellunter-
driickungsschaltung, Ausgang fiir Relaisansteuerung

Bauform 8
J

e 18116 3
&2 7718 4
0rS[]3 761A
oRsCl+ 15T j
mls %{1cB 8
0ads  mw[oc g
087 7203rT
ocls 77 oy 2
o]y w0y

117 Zeitbereichseingang 10 Ugc Betriebsspannung

2 OS_ Setzausgang 1 cv . .

3 ORs Relais-Ausgang 12 TT Oszillatoranschlisse zur

4 ORs Relais-Ausgang 13 DC externen Frequenzeinstellung

5 M Masse 14 CB einst. Prellzeit

6 OA Teilerausgang 15 15t Ansteuereingang

7 OB Teilerausgang 16 (A 1

8 OC Teilerausgang 17 18 Betriebsartenwah

9 OD Teilerausgang 18 iC IEungunge
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Grenzwerte giiltig f. den Betriebstemperaturbereich:

Betriebsspannung

Eingangsspannung
(auBer TT, CV)

Eingangsspannung an TT, CV Uyt Ucy

Ausgangsspannung ORs
D/E 356 D

DJ/E 355 D

Ausgangsspannung an OA, OB,

0OC, OD, 0OS, ORs, DC
Eingangsdauerstrom
Ausgangsstrom an CB
Kapazitat an CB
Verlustleistung
Betriebsbedingungen:
Betriebsspannung

L-Eingangsspannung
(Eingéinge 1A, IB, IC, IT, ISt)

H-Eingangsspannung

(Eingange IA, 1B, IC, IT, ISt)

Ucc
Y

Yo
Uo

Uo
loL
Ccs
Py
Ucc
U

Ui

Frequenzbereich des Oszillators fyy

(Hauptanwendungsfall)
obere Grenzfrequenz
frequenzbestimmende
Widerstdnde

frequenzbestimmender
Kondensator

Abgleichspannung an CV
Setzspannung an CV

- Ausgangsstrom an OA

Ausgangsstrom an OB, OC,
OD, OS, ORs
Ausgangsstrom an ORs
Teilerverhdltnisse von

7T —» OA

T — OB

T — OC

T — OD

Kondensator zur
Prellunterdriickung

Setzimpulsbreite an CV

Anstiegsgeschwindigkeit der
Betriebsspannung

fo
f

Ra, Rg

Cr
Ucy

tCv

YUcc
t

min.
0
-0.8
-0,5
-0,5
-0,5
-05
0
min typ.
4,75 []
0
2,4
1024
1
0,001

0,6 Ucg 0,666 Ucc 075 Upe V

20

max.
8 VvV
725 V
Ucc +05 V
725V
14,5 V
8 Vv
2 mA
5 mA
100 nF
400 mwW
max.
7,25v
08 V
55 V
10240 Hz
100 kHz
1000 kQ
10 uF
0,8 V
20 wA
4 mA
50 mA
2101
10 - 2109
100 - 29:1
600 - 210:1
100 nF
us
O.w _v_
us
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min. typ. max.

Startimpulsbreite LISt 20 us
Leckstrom an CB Ics . 100 nA
Low-Strom ap DC IpcL 15 mA
Widerstand zwischen
IT und OA, OB, OC, OD, Ry 10k
Programmierung:
Funktions- Belegung Funktionsbezeichnung
Nr. 1 I8 1A

0 L L L Prifung 1 (Teilliberbriickung)

1 L L H Einschaltverzégerung

2 L H L addierende Einschalt-

R verzdgerung

3 L H H Ausschaltverzdgerung

4 H L L Kippfunktion

5 H L H Wischfunktion

6 H H L Astabiler Multivibrator

) (H H H) (unerlaubte Funktion)

Im Hauptanwendungsfall schwingt der Oszillator im Frequenzbereich von
1024 bis 10240 Hz. Doraus ergeben sich folgende Zeitbereiche :

Bereich Verbindung Zeitbereich Teilerverhdltnis
1 IT mit OA 0,1s 1S 29;:1
2 IT mit OB 1,0s,..10 s 10 - 209
3 IT mit OC 10,0s...100s . 100 - 2101
4 IT mit OD 1...10 min 600 - 210:1
5 IT mit OF 10 min ... 100 min 6000 - 2109
6 IT mit OF 1h...10 h 36000 - 21¢:1
7 IT mit OG M0h...100h : 36 - 10* . 2101
8 IT mit OH 1d...10 d 24 - 36 - 103 . 21019
9 IT mit Ol 2d...20 d 48 - 36 - 103 - 2101
10 IT mit OK 4d...40 d 96 - 36 - 108 - 2107

Die Bereiche 5...10 lassen sich durch Zusammenschaltung des E 355D
mit dem E 351 D realisieren.
Die Oszillatorfrequenz wird nach folgender Gleichung eingestellt:

Cr(Rp + 2Rp)
tosz=_1_ = AT T
fosz 144

Bei der Funktion 0 (Teileriiberbriickung) ergeben sich folgende Teilungs-
verhéltnisse:

Verbindung Teilerverhdlitnis
IT mit OA 210;1
IT mit OB 10:1
IT mit OC 102:1
IT mit OD 6 - 10%:1
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D 395D

Nicht fiir Neuentwicklungen |

Ansteuerschaltkreis fur Schrittmotoren

Logische Funktion:

Al =KZX3yimitk2=K1
A2=EZXSp
A3=E1XSp .
A4=K4XSy2mitK4d=K3

Bauform 6

Blockschaltung

AnschluBbelegung

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Synchronisationseingang Sy 1 10
Komparatorausgang A 1 1
Komparatoreingang K 2 12
Komparatoreingang K 1 13
negative BetriebsspannungUcc— 14
Komparatoreingang K 3 15
Komparatoreingang K 4 16
Komparatorausgang A 4 17
Synchronisationseingang Sy 2 18

Yooz M Yoo+

Eingang E 2

Eingang Sp

Ausgang A 2

negative Betriebsspannung Uzc
Masse

negative Betriebsspannung Ucce_
positive Bel_riebsspannung Ucc+
Ausgang A 3

Eingang E 1
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Grenzwerte gﬁlﬁg fiir den Betriebstemperaturbereich:

min  max
Positive Betriebsspannung Ucc 7V
Negative Betriebsspannung Ucc- =7 v
Ei gsdifferenz zwischen
K1 und K2 oder K3 und K 4 | AV | 6 VvV
Eingangsspannung an K1, K2, K3 oder K 4 Vik -5 +5 V
Eingangsspannung an Sy 1 oder Sy 2 Uisy g 55V
Eingangsspannung an E 1, E 2 oder Sp Uie 0 -tUcc
Yise 0 +Ucc
Ausgangsstrom in den Ausgang A1 oder A 4 oL 20 mA
Ausgangsstrom in den Ausgang A 2 oder A 3 loL 55" mA
'OL 702) mA
Ausgoangsstrom aus dem Ausgang A 1 oder A 4 \oH ~70%) mA
Max, Dauerverlustleistung der
Ausgangstransistoren ?v 150" mw
P, 3009 mW
Betriebstemperaturbereich Sa 0...4+70°C

Zuldssiger Arbeitsbereich

1330

Paat
mWw

30

AN
\\

(
|

0

020 30 4 50 @, 7
5 =
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Elektrische Kennwerte (Ucc=£475V...+525V,9, =25°C-5K)
) min max
H-Eingangsstrom in K1, K2, K3 oder K 4 HK 75 pA
Ucc =525V, Uk =05 V9)
Ug=+3V
H-Eingangsstrom aus K1, K2, K3 oder K 4 — huk 10 pA
Ucc==5,25V, Ux =-2V5
Ug==3V
H-Eingangsstrom in Sy 1, Sz 2, E1, E2 oder Sp
Ucc=-+525V, Uy =5V i 40 pA
L-Eingangsstrom aus Sy 1 oder Sy 2 — liis, 1.6 mA
Ucc =525V, Uy = 0,4 V%) 4
L-Eingangsstrom aus E 1, E 2 oder Sp —I 10 pA
Ucc=525V, Up =04 V3)
H-Ausgangsspannung an A1 oder A4 UoH 2,4 v
Ucc =1 475V, igy = ~1,2 mA%)
H-Ausgangsspannung an A 2 oder A 3 UoH 2,4 v
Ucc=+475V,% 7)
L-Ausgangsspannung on A1 oder A 4 —VYoL 4,35 v
Ucc =1 475V, g = 16 mAS)
L-Ausgangsspannung an A 2 oder A 3 —VUoL 4,35 \
UCC =+ 4,75V, Sp auf 2V,9) 7)
H-Ausgangsstrom aus A2 oder A3 —IoH 50 © mA
Ucc=+5V, Up == 0,7 V bis UOH5)°) .
Stromaufnahme in Ucc lcc+ <60 mA
Ucc=£35V, K1 =K3 = Sp =
E1=E2auf 0; K2 = K4 auf
3V; Sy 1 == Sy 2 auf 5 V%)
Stromaufnahme in Upsc_ leco 30 mA
Ucc=+5V, K1 =K3 = Sp =
E1=E2auf 0; K2 =K4
auf 3V; Sy 1 = Sy 2 auf 5V5)
.

Dty S 20ms
) oty £10ms
%) Nicht mehr als einen Ausgang gleichzeitig fiir maximal 1 ms gegen

Masse kurzschlieBen. Die Periodendauer darf 60 s nicht unterschreiten.
) Die Verlustleistung P, der Ausgangstransistoren gilt fir die Ausgénge

A2 und A3 bei H-Zustand und ergibt sich zu N
P, =|1oH| X Ucg mitUcg=Ucc.t — UoH — 0.7V. Impulsbelastung mit P,
mdglich, wenn im Zeitintegral nach ?) f'_\, nicht tGberschritten wird.
%) $1 und S2 offen
) zusétzlich Ujy =2V bzw. Uj = 0,8 V nach logischer Funktion
) $1 und S2 jeweils nur am zu messenden Ausgang geschlossen
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D410D |

KurzschluBfester Treiberschaltkreis
3 AND-Gatter mit 2, 3 und 4 Eingdngen,
wobei je ein Eingang invertierend wirkt.

Logische Funktion ‘
Y1=A1-B1-C1-D1
Y2=A2:B2:-D2

Y3=A3.-D3
3
auform 6 sl e Voo s 8 l—
81 2 5 ]v1 10—
c1 13 m)x ¢7— L oy7
7 [+ B[ Jvz . D17
4305 [ vz o]
3]s 11Dz L
e7 w82
M8 9[04z o &
Bzo——.
JL L -—oyz
E
’
a4
b3 ¥z
AnschluBbelegung

A,'B, C nicht negierende Eingdnge

D negierende Eingdnge

E AnschluB fir externen Kondensator zur Einstellung der Signal-
verzogerungszeit der 2. UND-Funktion

Y Ausgénge

X AnschluB zum Einstellen der H-Ausgangsspannung

M Masse

454



Grenzwerte

min
Betriebsspannung Ucc 0
Eingangsspannung A, B, C, D Uy - -0,15
mit Schutzwiderstand 5,6 k@ Uy -30
statisch
mit Schutzwiderstand + £ 6 us,U; -300
f < 300 Hz
Ausgangsspannung?’} Up C =300
mit Schutzwiderstand 560 Q .
t <6us, f £ 300Hz
Spannung an X o]
Betriebsbedingungen
Betriebsspannung Uce 14
Spannung an X ' U, 0
Eingangsspannung an Up —0,15
A B C D Uy +7.5
Ausgangslastfaktor N,
Betriebstemperatur ’ Vg -25.
Statische Kennwerte (9, = -10...+85°C)
Stromaufnahme Uce = 30V Ice
Eingangsstrom A, B, C, D
Uce = 24V Iy = llH 0.1
Ausgangsspannung
bei Uce = 14V, ~lgy = 3 mA,Ix = 0Up 12,0
U, S Ucc -2V Uon
Uce =30V, lgp = 1,6mA  Ugp
Steuerstrom Ucc == 30V, U, = 5V —I,
KurzschiuBlstrom
bei Uce = 30V )
gegen Masse —losH
gegen Ucc losL
Dynamische Kennwerte (Ucc = 24V)
Signalverzdgerungszeit -
Cg = 33 nF, Gatter 2 tPLH 5.5
tPHL 1.5
Gatter 1, 3, Gatter 2 mit Cg=0 tp y 1
tPHL '

") KurzschluB nach Masse oder Ucc erlaubt fur
#y < 23°C 3 Ausginge, U, < 54°C 2 Ausgdinge,

typ mox
35 \
44 \%
-+50 v
-+300 v
+300 \
35 V'
32 v
30 \
+5 v
+a4a v
10
+85 °C
6,5 12 mA
015 03 mA
12,8 \'
UK
0,9 1,4 v
1.0 2,0 mA
10 18 mA
6 mA
8,5 12 ms
2,6 4 ms
4,4 9 us
2,1 9 us
Uy S 85°C 1 Ausqang
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D 461D
2fach-Treiber fiir MOS-Speicher
2 NAND-Gatter, je Gatter 1 separater

1 gemeinsamer Eingang
Logische Funktion: Yi=AI - E

Ein-/Ausgang;

Bauform 5 \]

[y %[ Vger
2 13
A3 7{mig
EO4 17
A21s vz
Os s
M7 83 Uppp
Grenzwerte min  max
Betriebsspannung 17 Ucct -05 7
Betriebsspannung 2%) Uccz -0,5 25
Eingangsspannung?) Ui 55
Betriebsbedingungen min typ max
Betriebsspannung 1 Uccr 4,75 5 5,25
Betriebsspannung 2 Uccz 4,75 20 24
Umgebungstemperatur  $a 0 70
Informationsdaten min max
lon = —10mA; UL = 0,8V Uon") Ucc2 -23
L-Ausgangsspannung
Ucce =15...24V; U =2V
oL = 10 mA UoL") 0,3
loL = 40 mA UoLr") 0,5
Signalverzégerungszeiten
Ucct1=5V tPHL <18
Ucce=120V, #s = 25°C tPLH < 20

1) Spannung bezogen auf Masse

<< <

ns
ns
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D 492D : )
6fach Digittreiber .

Logische Funktion: Y = A

Bauform 5 ~
y1]7 74[JAr Al— P 4]
ngz BV ] b b—ov2
43 1246 43 N vi
M+ 710 e s
[r—
A5 w[J4s ¥ ¢
we _ 9vs As—P s
w7 844 gpo—p Y6
Grenzwerte min max
Betriebsspannung Ucc Vv
Eingangsspannung U, -5 Uce V
Dauer-Kollektorstrom e . 250 mA
Dauerstrom nach Masse oD 250 mA
Dauer-Gesamtverlust-
leistung Prot 400 mA
Betriebsbedingungen . min typ max
Betriebsspannung Ucce 4,5 7.2 10V
Umgebungstemperatur By ] 25 70 °C
Informationsdaten
L-Ausgangsspannung Uot Uy =65V 1.2V
: Ry =1kQ
loL = 250 mA
o, = 25 °C
H-Ausgangsstrom 101 Uon = 10 V 200 pA
] = 40 pA
Eingangsstrom bei max. Iy U, =10V 3,3 mA
Eingangsspannung . oL =20 mA \ .
Stromaufnahme lee Uce =10V 1.0 mA
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D 718D o Vorldufige technische Daten [ |

Schaltkreis zZur Serien-Parallel-Wandlung und Zwischenspeiche-
rung einer 16 bit-Information. Er beinhaltet ein 16 bit-Schiebe-
register mit anschlieBendem Latch und Ausgangstreiber, die als
Konstantstromsenken gestaltet sind. Ein Low-Bit im Schieberegi-
ster aktiviert die Konstantstromsenke des Ausgangs. Bei einem
High-Bit ist der jeweilige Ausgang inaktiv. Es ist ein serieller
Ausgang zur Kaskadierung vorhanden. An den parallelen Aus-
gdngen ist der direkte AnschluB von LED méglich.

Y2[3 / 73Y3
Y132 23 vy
mCF 20y
ydmp 21]v6
NyARE 200y7
oLk 6 19[]v8
vee[7 - 18[3vs
0E[]8 17(3Y70
pol}9 6{Jy11
M Cpo 75y
Y16 [J77 ]y
Y15 [p2 13 ]y

AnschluBbelegung

N Ausgénge

M Masse

[o]] Serieller Dateneingang
Sit Shift/Load

OLK Takteingang

Uce Betriebsspannung

OE Output Enable

DO Serietler Datenausgang
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Blockschaltung

76 x Konstantstromsenken

f

76~ bit~ Latch

t

76~ bit- Sehieberegister

Grenzwerte (glltig fir den Betriebstemperaturbereich)

‘ min

Betriebsspannung Ucc 0

Eingangsspannung an

den Steuereingdngen U| . —0,3")

| Ausgdngsspcnnung an den

~ Parallelausgéingen U .0

Verlustleistung je Ausgang Pvo

Betriebsbedingungen

; Betriebsspannung Ucc 4,75

| Low-Eingangsspannung ~ Up

| High-Eingangsspannung Uin 2,0
Umgebungstemperatur ¥q 0

1) gilt fur den statischen Betriebstall

max

5,5

100

5,25
0,8

70
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Hauptkennwerte (giltig fir Ucc = 5V £ 5%, 3, =

min
Stromaufnahme . Ice
Ucec =525V + 52,5 mV
UIB =0V
High-Eingangsstrom H
UIH =55V + 01V
Low-Eingangsstrom I

UL =04V  08mV

NebenkenngréBen (giiltig fir Uce = 5 V't 59, Vg

Ausgangsstrom (Mittelwert) loaN")

Ucg =5V £50mV,Ug =5V + 01V

Ug =3V + 19 9
Ausgangsreststrom lol

Up =7V +70mV,Ug =0V
Mittelwertbezogener A/
Ausgangsstrom 0,9
loa

loam

High-Ausgangsspannung an DO Ugpy

loq = —30uA + 1,5pA 2,4

Low-Ausgangsspannung an DO UoL
oL = 300 pA £ 15 pA

) Mittelwert der 16 Ausgangsstréme oy

25°C - 5K)
max
60 mA
30 upA
300 uA
= 25°C25K)
15 mA
250 HA
1.1
\
04 V
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Low — Power — Schottky — TTL — Schaltkreise

Grenzwerte

Betriebsspannung Uce
Eingangsspannung fiir Uy
Diodeneingdnge

Ausgangsspannung fir Yon
offene Kollektorausgénge
Betriebsbedingungen
Betriebsspannung Uce
Umgebungstemperatur - ki
H-Ausgangsstrom —lon
L-Ausgangsstrom loL
H-Eingangsspannung Ul
L-Eingangsspannung U
Kennwerte (giltig fiir 9, = 0...70°C)
Eingangsclampingspannung —Uik
Uce = 475V, -I; = 18 mA
H-Ausgangsspannung Uon
Ucc = 475V, Uy = 08V

—loHy = 400 uA

(—oH = 2.6 mA)"

(-~ on = 0.1 mA)Y
L-Ausgangsspannung UoL
Uece = 475V, Uy=.2V

Upop = 08V

loL = 8mA...24mA")

o = 01 mA ... 12 mAl)
H-Eingangsstrom

Uce =525V, lin
UIH = 2,7V

Uy =7V

Uy =55V

L-Eingangsstrom —
UCC = 5,25V, U"_ =04V

Stromaufnahme lec

1) je nach Typ

4,75

2,4...

typ mox.
? \
? \
7 \"
5 5.25 V
70 °C
04... 26 mA))
8...24 mA)
\
08 V
1.5 V
4,35 v
05 V
04 V
20...40 pA)
600 nA?)
100 ...200 pA"
. 1000 nA?)
0,36...1.6 mA"
10...40 mAY)

461



Eingangsschaltungen:

Uge Uge
el el
B f< J\]

zfé

a) b L

Ausgangsschaltungen:

Uee
_...oa

Uge
.
c)
e
Y
b) A
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DL000D - DL002D - DL000 S - DL 002 S

DL 000 D, S 4 NAND-Gatter mit je 2 Eingdngen

Logische Funktion: Y = AB

Bauform 5 (DL 000 D)
Bauform 29 (DL 000 S)

A7

B1[]
Y1
420
B2[]
y2
ML

PUTES TS TS SRS A T

4
13
72
71
10

@ o

jUCL‘
[ 84
A4
vz
)83
A3
73

A7 o—roip
B7o0—
A2 o=
B2 —o
A3 o—
B3—
Ay o—
B4 o—

DL 002 D, 5 4 NOR-Gatter mit je 2 Eingdngen

Logische Funktion: Y = A -+~ B

Baufoerm 5 (DL 002 D)
Bauform 29 (DL 002 S)

.
v 14 1 Use
A1z B[4
B3 12[184
rz[]4 {44
Azs iz
B2[]6 9{7183
M7 8[43

Alo—
B1o—
A20—
B2o—
A3o—
B3 o——
Alpo——

Byo—
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DL003D - DL004 D ‘ ]

DL 003D 4 NAND-Gatter mit je 2 Eingdngen und
offenem Kollektor

Logische Funktion: Y = AB’

Bauform 5
7
atlr T w0y, AT
mOz 1Q0se F°
vicls 2h0ase A2°
B2 o
A2 44 s 13 2
B2[]5 0383
s sfas %
y2 o]
ml7 813 po

Informationsdaten
H-Ausgangsspannung Uon £ 55V

H-Ausgangsstrom loH 100 pA
Signalverzégerungszeit tPLH 32ns
tPHL 28 ns

DL004 D 6 Inverter _
Logische Funktion: Y = A

Bauform 5
U

A1C]7 wy, A7 y?
vi[]2 73346 Az— 71 Y2
A2 3

L 2[1ve A3— 7 Y3
ve[]« 111045 4
wds  why MU
vslle 94y AS— 1 s
mO7 8% pgo— 1 Yé
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DL008D - DL010D - DL011 D

DL008S - DL010S - DLO11 S

DL 008 D, S 4 AND-Gatter mit je 2 Eingéngen
Logische Funktion: Y = AB

Bauform 5 (DL 008 D)
Bauform 29 (DL 008 S) )

DL 010D, S 3 NAND-Gatter mit je 3

Logische Funktion:
Y = ABC

" Bauform 5 (DL 010 D)
~ Bauform 29 (DL 010 S)

'DLO11D,S 3AND-Gatter mit

- Logische Funktion:
Y = ABC

" Bauform 5 (DL 011 D)
~ Bauform 29 (DL 011 S)

7
A1l [ Uz A70_F[—my7
512 Bsy B—_|
)’7[:3 72:]»44 géo—& b—oy2
AZ[4 A3 5
825 w183 233‘)_ —oy3
ye[J¢ 917343 —
mI]7 8[vs Al v
‘ B4o— |
Eingéngen »
A\
ATl %[ Upg g;“—* v
o—
B12 1Jer cre
A2[03 2[v1 42 %
B2« 7103  B2o—— Y2
c2[]5 0[]B3 (20—
174 o I m PX | 22_& vs
o]
M7 8[r3 30—
je 3 Eingdngen
A 7]
A7 mR g;o—&[__o
o— v
B2 BEC
A2[3 1207 pre TF]
B2[4 11363 B2o—d |—oY2
o215 w83 02— |
y2[e 8[43 Ad— &
mO7 sy 23 s

63— |
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DLO14D - DL020D - DL020 S

‘DL014D 6 Schmitt-Trigger-Inverter

Logische Funktion: Y = A
Bauform 5

A\
A7 743““;;0—5 &] ve
Bz 3[BT
s ROATTI T ag—or
Az4 " :}Y#Aao__
B2[]5 10[]83 ‘230—] T &¢—ov3
v2[]6 9343, = bl
M7 8373540 T—°
Informationsdaten
min max
Schaltschwelle fiir Ui :L — H Ur+ 1.4 19V
Ucc =5V
Schaltschwelle fiir Uy :H —> L Ur— 0,5 1,0V
Ucc=5V
Hysterese (Ut+ — Ut—, LUt 0,4 .V
Ucc= 5V) .
Signalverzégerungszeit tPLH 22 ns
tPHL 22 ns
DL 020 D, S 2 NAND-Gatter mit je 4 Eingdngen
Logische Funktion: Y = ABCD .
Bauform 5 (DL 020 D) A4
Bauform 29 (DL 020 S) 4707 whye 41— ]
510z 13[J02 g;_og_-ow
O 2[362 oo
¢71 [« 771 -
2105 70182 2§ .
y7]s 9[A2 e JéT 2
M7 8[0v2 poo——
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DL021D - DLO30D - DL021S - DL030 S |

DL 021 D, S 2 AND-Gatter mit je 4 Eingéngen
Logische Funktion Y = ABCD

Bauform 5 (DL 021 D)
Bauform 29 (DL 021 S) -

A1Cl7 T T
812 131102
(K 72[] 02
c1[4 71
p1[]% w82
Y116 9] A2
M7 e[r

DL030 D, S 1 NAND-Gatter mit 8 Eingéngen

Logische Funktion: Y = ABCDEFGH
Bauform 5 (DL 030 D)

Bauform 29 (DL 030 S) A\
' A7 %Y A &
B2 233 B
cO3 20y C
oCls w6 g oy
£QCls L
FOJ6 L R
M7 sy 4
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DL032D - DLO32S

Vier OR-Gatter mit je 2 Eingéingen
Logische Funktion: Y == A/B

Bauform 5 (DL 032 D)
Bauform 29 (DL 032 S)

A4 TA omeead 27

1A[]7 4 g 15 L—-ow

182 13748

s nea 2] —o2v

‘ : 2Bo——

2814 17%4)' 3 = »

3 —d

2815 {138 .,

2v[Je 9[] 34

M7 sPar o4’

" 4Bo—
Statische Kennwerte (bei Uce =350V + 025V; 90 =0-70°C)
. min max.
Stromaufnahme lcc
Ucc = 5,25V, Uy =045V 9.8 mA
AusgangskurzschiuBstrom®) v =los 20 100 mA
Uee =525V
H-Ausgangsspannung UoH
Uy =2V, Ucc = 475V © ‘ .
—~loy = 0.4 mA 2,7 v
L-Ausgangsspannung UoL
Up = 08V, Upc = 4,75V
Ior = 4mA {).4 v
oL = 8mA 0,5V
H-Eingangsstrom W
Uec =525V, U| = 2, 7Y_ 20 pA
Uy =7V . 100 pA

L-Eingangsstrom i :
Ucc = 5,25V, Uy =04V 360 pA
Clampingspannung der
Eingangsdiode — 1,5V
Ucc = 475V, -1, = 18 mA

) zuldéssige Prifzeit £ 13, KurzschluB nur an einem Ausgang zuldssig.
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DL 037D - DL 038 D | L]

DL037D 4 NAND-Treiber mit je 2 Eingéngen
Logische Funktion: Y = AB.

Bauform 5

Informationsdaten

H-Ausgangsstrom —lon 1,2mA
L-Ausgangsstrom loo 24 mA

Signalverzdgerungszeit triH 24 ns
tbHL 24 ns

DL038 D 4 NAND-Treiber mit je 2 Elngangen
offener Kollektor

Logische Funktion: Y = AB

Bauform 5 \

A
B1[
Y1
A2
B2
r2[]
M

RS

Informationsdaten

H-Ausgangsstrom —lon 250 pA
L-Ausgangsstrom loL 24 mA
Signalverzégerungszeit tPLH 32ns

tPHL 28 ns
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DLO40D - DLO51 D

DL 040 D 2 NAND-Treiber mit je 4 Eingdngen

Logische Funktion Y = ABCD

Bauform 5
<
Al Yl A1
812 1302 Z: & Do
s 12 :]02
e1C] 4 13
s 0 []Bz a2
&
idnl 9 :]AZ 70— R 74
M7 6372 ppol
Informationsdaten
H-Ausgangsstrom —loH 1,2 mA
L-Ausgangsstrom loL 24 mA
Signalverzégerungszeit tPLH 24 ns
tpHL 24 ns
DL 051 D 2 AND-NOR-Gatter mit 2 X 3 bzw.
2 X 2 Eingéngen
Bauform 5
74 ] W e 727;“__"“ 1
240e & A e L8
283 2178 14
20+ n[JwF 1o
25 w7 :f: 217
2v[]6 5]7Q yo— —06
M7 e[ 11y 50—
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DL074D - DL 086 D u

DL 074 D 2 positiv flanken-getriggerte D-Flip-Flop
Logische Funktion Q(tn - 1)=D(tn)

Bauform 5
. L
ki1 %[ Ugp -
21002 13 k2 ‘g i Ul
7103 Z4my o7 0 _
i+ nr2 Fo—g| T
arC}s w152 §2 SIT g2
ail]s 9 az ;g ¢
M7 & 6z 73 /’; —02
Informationsdaten -
Eingangsstrom R, S I'n 40 pA
h 800 1A
Taktfrequenz fmax 25 MHz

~ Signalverzégerungszeit tLH 25 ns
| tPHL 40 ns

- Voreinstellzeit tvH 25 ns
1 tvL 20 ns
_ Haltezeit th 5ns
Impulsdauer | tw 25 ns

DL 086 D 4 Exklusiv-OR-Gatter mit je 2 Eingdngen

Bauform 5

74 7 Ml T =y ——

7182 48 2%

v 3 2[Jua 4o L o5
o—1

24« [ J4r s

2805 wdes 5T o8

6 s34 ,
2v[] 34 ]
M7 813y 13— 371

n



DL083D

4-bit-Binar-Volladdierer

Er ermdglicht die Addition von zwei 4 bit-Bindrzahlen. Durch
den Ubertragseingang CO ist eine beliebige Erweiterung még-

lich,
Bauform 6
e -~

A1 [ JB4 Alo—0] 2
s3]z wse AP L,
4373 uJou A 051
B3[ ]« 23] 6o Alo—3 z 52
el B7o—0 F—53
= 2B poo e
s2[]6 11167 Bgo—, ]
B2[]7 10[JA7T  Bio—d{3
AZE 8 9[]sr Co—CL

AnschluBbelegung

1 Eingang 9 Summen-Ausgang

2 Summen-Ausgang 10 Eingang

3 Eingang 11 Eingang

4 Eingang 12 Masse

5 Betriebsspannung 13 Ubertragseingang

6 Summen-Ausgang 14 Ubertragsausgang

7 Eingang 15 Summen-Ausgang

8 Eingang 16 Eingang

Dynamische Kennwerte (Ucc =

Signalverzégerungszeiten

Ucc =5V CO — S
A, B — §
CO — C4

A, B-—C4a

50V £ 55mV, 3, = 25°C =~ 5K)

tolH
toHL
toLH
toHL
toLH
‘pHL
ipl.H
toHL

24
24
24
24
17
22
17
17
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DL0%90D

Dezimalzéhler

— BCD-Zahlung (Ausgang Qa mit Eingang B verbinden)

.~

— Symmetrische 10:1 Z&hlung (Ausgang Qo mit Eingang A ver-

binden)
— Setzen des Z&hlers auf ,9“
Bauform 5
A\
Bq7 % JA
R[] 2 2
Ro2[]3 12[ Qs
0O« 10ap
U35 0{m
Rer]6 9345
Ry 7 84
AnschluBbelegung
A B . Eingdnge
Re1, Ry Setzeingdnge
Ro1, Roz Riicksetzeingdinge
Qqp, @B, Qc, @p Ausgdnge
M ¢ Masse

Ucc Betriebsspannung

74— A
778

Fo—1R,,

cro

G

Al

G
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Betriebsbedingungen

H-Ausgangsstrom —lo

L-Ausgangsstrom
Zahlfrequenz
Eingang A
Eingang B
lmpulsbreite
Eingang A
Eingang B
Eingdnge R
Voreinstellzeit
Eingénge R

Informationsdaten

Stromaufnahme?)
Signalverzégerungszeit
von A nach Qa

Qo

Qa

Qo

Qs

Qc

Qo

Qs

Qc

Qo

Qa, Qo

Rg QB, Qc

Ry Qa, Qs, Qc, Qp

FPWHDIOO> D> >

loL

frax

fmax

tw

tw

ty

Icc

tPLH
tPLH
tPHL
tPHL
tPiH
tPLH
tPLH
tPHL
tPHL
tPHL
tPLH
tPHL
tPHL

min.

16
15
30
15

25

max,
400 wA

8 mAY)

MHz
MHz

ns
ns
ns

ns

15 mA

16 ns
48 ns
18 ns
50 ns
16 ns
32ns
32ns
21 ns
35ns
35 ns
30ns
40 ns
40 ns

) Ausgang QA wird mit | = 8 mA zuziiglich des Grenzwertes von I
des Eingangs B getestet. Dos gestattet, Eingang B bei gleichzeitig voller

Belastung am Ausgong A zu treiben.

) Alle Eingdnge ouf Masse, Rp-Eingéinge kurzzeitig an 4,5V und wieder

auf Masse, dann messen,
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DL093D ]
4 Bit — Bindrzahler
Bauform 5
U
BQ7 — m[]A cr2
FaQ2z B ge—h4 o, 12
Rels 2 L, 0|3
O« 714
U] 5 wm 2| ) et
Os 906G 3 @y 11
7 84
AnschluBbelegung
A B Eingénge_
Re1: Roz Riicksetzeingdnge
Ga @, Oc, 9p

Ausgdnge
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Betriebsbedingungen
H-Ausgangsstrom
L-Ausgangsstrom
Z4hlifrequenz
Eingang A
Eingang B
Impulsbreite
Eingang A
Eingang B
Eingdnge R
Voreinstellzeit
Eingdnge R

Informationsdaten

Stromaufnahme?)
Signalverzégerungszeit
von A nach Qa

TR P D>
]
0

—loH
o

fmux

fmal
tw

tw

tv

lcc

tPLH

tPLH
tPHL
tPHL
tPtH
tPLH
tPLH
tPHL
tPHL
tPHL

min,

32
16
15

30
15

25

mox.
400 pA

8 mA")

MHz
MH:

ns
ns

ns

ns

15 mA

16 ns

70 ns

18.ns
70 ns
16 ns
32ns
51 ns
21 ns
35 ns
5% ns

| 1) Ausgang QA wird bei dem angegebeﬁen lop -Strom  zuziiglich des

treiben.

Grenzwertes von I des Eingangs B getestet. Das gestattet, Eingang B
bei gleichzeitig voller Belastung mit Ig. = 8 mA am Ausgang QA zu be-

?) Alle Eingénge auf Masse; Ry-Eingéinge kurzzeitig on 4,5V und wieder
auf Masse, dann messen.
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DL112D

2 negativ flanken-getriggerte JK-Flip-Flop

Bauform 6

Betriebsbedingungen

Taktfrequenz
Signalverzégerungszeit

Voreinstelizeit
Haltezeit
Impulsbreite

Takt High

S oder R Low
H-Ausgangsstrom
L-Ausgangsstrom

e1]
K1
71
S
Q7]
a7
AR

W g O™ R N

=
O

f’ﬂ ax
tPLH
tPHL

th

tw

—loH

R7 R a7
L J1 J ’
15K oo L
4[R2 K1 K Q7
13[0251— S |.
72[CJK2R: Rl T @2
713292 J ‘
G2 4
52 S
min max
30 MH:
20 ns
20 ns
20 ns
0 ns
20 ns
20 . ns
400 uA
8 mA
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DL123D ]
Zweifach riicksetzbarer monostabiler Multivibrator
Bauform 6
Y,
;" ar T B0 Al | L g
ext Cext1, B7
xcm B2 75 ij By
R1C)3 74 oty & R 7
- r ]
A a+ B0
Anschluld Anschiuf 02': 5 72 :)0—2 A2 J v 5
bext/Best  Cop Cors]6 1Rz ;;JA e
by w0e T8
v s 9[J42 k az
Logiktabelle:
Eingdnge Ausgédnge
R A B Q Q
L X X L H
X H X L H
X XL L H
HL 4 I LI
HY H JN [ WU A
4L H U e VU
4 L-H-Flanke
¥ H-L-Flanke

Fiir Caxt > 1000 pF gilt: two = 0,45 - Rext+ Coxt
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‘Betriebsbedingungen

Impulsbreite twmin 40 ns
externer Widerstand Rext 5...260 kQ
externer Kapazitat Cext keine

Einschrénkungen

parasitére Kapazitdt am

Anschlufl Cex(/R.n Cp é 50 pF
Stromaufnahme Is < 20mA
Dynamische Kennwerte

(80 = 25°C -~ 5K, Ucc= 5V, CL. = 15 pF, RL = 2kQ)

Signalverzégerungszeit
chl = 0, Ron = 5 kQ

min  max
A—Q tPLH . 33 ns
B—Q tPLH , 44 ns
A—Q . : tPHL 45 ns
B—Q tPHL 56 ns
R—Q ‘ _ tPHL 27 ns
R—Q tPLH ~ 45 ns
Impulsbreite am Ausgang Q twQ min 200 ns
Coxt = 1 nF, Rext = 10kQ . twQ 4 5 us
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DL 132D ; |
4 Schmitt-Trigger-NAND-Gatter mit je 2 Eingdngen ’
Logische Funktion Y = AB
Bauform 5 .
agdr e AT IT v1
mz  n0eb
e 2P g vz
B2o—
alds m o ]
%E: 75 :lijsao_ O Y3
Ago——
M7 8 E}Im Blio— 7 vy
Informationsdaten min. max.
Schaltschwelle fir Uj: L — H Ur+ 1,4 1,9V
Ucc=5V ‘
Schaltschwelle fir Uj: H — L Ur— 05 1.0V
Ucc=15V
Hysterese (Ut — Ur—) AUr 04 v
Signalverzdgerungszeit tPLH 22 ns
tPHL 22 ns
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DL164D u
8-bit-Schieberegister
Bauform 5
CLKo—pPC1-+ SRE8
CLR@-—LR]
A E 1 %[ Upe .
Ao & [ gp Q
B[]z B s A
A 72 & — Qg
05 11 [ &
Qo
15 7001 Q¢ o Qe
s 9[JCLR — Qr
7 stk %
MO ] a
AnschluBbelegung
1 ¢ . - 8 Takteingang
2 f serielle Eingdnge 9 Rucksetzeingang
3 Ausgang 10 Ausgang
4 Ausgang 11 Ausgang
5. Ausgang 12 Ausgang
6 Ausgang 13 Ausgang
7 Masse 14 Betriebsspannung
Betriebsbedingungen (giiltig fir den Betriebstemperaturbereich)

. min max
Impulsdauer CLR, CLK ty 20 ns
Haltezeit CLK A B ty, 5 ns
Voreinstellzeit A, B,

CLK tou 135 ns
max. Taktfrequenz fmax 25 MHz
Dynamische Kennwerte (Ucc = 5.0V = 55 mV, 9, = 0 bis 70 °C) -
Signalv.rzﬁgerungsxiten
Uce =5V CLR tHL 36 ns

: CLK tolH 27 ns
toHL 32 ns
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DL155D - DL175D u

DL 155D Dekoder/Demultiplexer

anwendbar als: zweifach 2- auf 4-Dekoder
zweifach 1- auf 4-Demultiplexer
3- auf 8-Dekoder
1- auf 8-Demultiplexer

Bauform 6
\J
A1) 75DUL‘L‘ 7'5:?}5%
7578z 75[J2A
§7 )3 w2878 Dx 0 7
G M
7v3 T4 731150 ; %
7v2 (35 ey 2% by Sy
Vizam 71{]2v2 "*“‘L_mg
—
Wl w2y | }—wo
iu; s[Qeve M —n
—12

DL175D Vierfach D-Flip-Flop mit gemeinsamen Riicksetzein-
gang ‘
Bauform 6

L
7

it
A
20
28]
227

S N, g R LN
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DL192D,DL 193D B
DL 192 D synchroner Vor-Riickwdrts-Dezimalzdhler -
Bauform 6
8 Um Yo A 1|cr1ol1 f—oqa
e8]z 54 B2 2
p—0
aA s Zml; Z ;‘ z __Ogg
ZR[ B[R
s 0w S8
acl6 3L ve—xlv
imy wc Rtk ¢ f—iv
mOs iV R B —UR
DL 193D 4 Bit synchroner Vor-Riickwérts-Bindrzéhler
Bauform 6
-3 A Ol ¥t R BCZEC R el !
ez 504 2 2 a5
wls  wPs gt e
. Do— 8 8 gD
ZR[CJ4 13 [J0R
v[5 2[00y o= S
s 7L zve—g T,
7 .
ifl: 106 ZR— Ty Ny
mLjs 90 e & B iR

~ Anschluibelegung

Qa, Qs, Qc, Qo

Dateneingéange
z&hlen vorwérts
zéhlen rickwdérts
Ladeeingang
Riickstelleingang

Ubertrag rickwarts
Ubertrag vorwarts

Datenausgéinge
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Betriebsbedingungen

min max
Zdéhlfrequenz fmax 25 MHz
Eingangsimpulsbreite tw 20 ns
Dateneinstelizeit tv, 20 ns
Datenhaltezeit th 0
Stromaufnahme s ' 34 mA

Dynamische Kennwerte
(8a = 25°C-5K, Ucc=5V, CL = 15 pF, RL =2 kQ)

Signalverzégerungszei* -
TV— Oc APLH 26 ns

TR — Os tPLH 24 ns
TV, TR— Q tPLH 38 ns
S—Q tPLH 40 ns
TV — Oc tPHL 24 ns
TR — Qg . tPHL 24 ns
TV, TR — Q . tPHL 47 ns
S—Q tPHL 40 ns

R—Q tPHL 35ns
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‘DL 194D - DL 295D (]
DL 194 D Bidirektonales Schieberegister mit parallelen
Ein- und Ausgdngen
Bauform 6
7
CLRY7 76 [ Upe
Rz v
A3 %[ ]v1
84 13[v2
ey fve 23R |rs
s n[r 4o—34D —o
L7 7o[]s7 50— 34D o173
ISt o134
mM]8 ] 50 70—25107 12

DL 295 D Bidirektionales Schieberegister mit parallelen Ein-
géngen und parallelen Tristate-Ausgéingen und er-

Bauform 5

hohter Treiberféhigkeit

CSEL7
A2
B3
¢4
os

Mpl6
mJ7

] Uee
1o
7
vz
v
A7

[0

EN SRG4
MISHIFT/0M)

120y v

8

6 o

9 C2/1>
1

20— 720

73

Jo—i20 > ¥

—o72

77

P—210
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DL251D - DL253D - DL 257 D

DL 251 D 8- ouf 1-Multiplexer mit Tristate-Ausgéngen

Bauform 6

200
¢
80
AL
y

o0
7EC]
M

IS

N4

70—<SEN MUX ]
180 770—0
BBE 100 }G%
nl3 A
Lo—0 Vh—o§
36 Jo—1
123K 20—42 v 6
jm 70—3
S0 g50—y
0|87 14c»——g
73—
sz o7

DL253 D Zweifach 4- auf 1-Multiplexer mit Tristate-Ausgén-

Bauform 6

gen

DL 257 D Vierfach 2- auf 1-Multiplexer

Bauform 6

Ay
10E )7 B e
s1z 75%25?
13 w80
180« 131724
AL 72[]28
106 71Jz2¢
w7 01320
mMOe sl 12y
i I s I e
%2 [/ e U -
183 [ J4A 207 B |y
7v[s sl 4 3—1 v
2405 e 7] o7
zaé& 7% gpo—d | s
27 w38 77—
Ms Fimkig ;;: 72

486



DL 259 D B
Adressierbares 8 bit Latch mit Enable und Clear
Bauform 6
A—o) /14
B o—
£ o2
6 o—68
Dr—z9
CLR—Z10
] [
T 300
+100R — 0
T 31D
4107 R ° ¥
T920
ALl 16 [ Uy +17R — 12
82 75 [J IR 150 o v3
c[]s »[& £95p va
— pr—ee—C
‘ Yo [« 7310 1704%R
| v1[]s n[qr7 T2h o v5
| v2[s 7176 +960 ve
; v3[}7 72 Y5 +108 R
- TI7D
| M [:8 9:)’4 107R —o Y7
AnschluBbelegung
3 1 Adresseingang 9 Ausgang
2 Adresseingang 10 Ausgang
3 Adresseingang 11 Ausgang
4 Ausgang 12 Ausgang
5 Ausgang 13 Doteneingang
6 Ausgang 14 Enable-Eingang
} 7 Ausgang 15 Clear-Eingang
8 Masse 16 Betriebsspannung
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Betriebsbedingungen

Voreinstellzeit

DI, A, B, CY)
Haltezeit DI, A, B, CY)
Impulsdauer CLR, G

Dynamische Kennwerte (Uce = 50V £ 55 mV; ¥4

Signalverzégerungszeiten
Ucc =5V

CIR —» Y
DI — Y
DI — Y
A B, C—Y
A B C—Y
G—Y
G—Y

) Als Bezugsflanke gilt die L-H-Flanke des Enable-impulses

!SU

*h -

tw

toHL
toLH
toHL
toLH
toHL
tpLH
toHL

13
]
15

=25°C -5K)

max

ns
ns
ns

27

32

21
38
29
35
24

ns
ns
ns

ns
ns
ns
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DL299D n

8-bit-Universalschieberegister,

mit dem die Betriebsarten Einschreiben, Speichern, Links- bzw.
Rechtsschieben sowie Riicksetzen realisiert werden kénnen.

Bauform 9
g
3]
QE2°
80 ©
§7 o
CLK o
A4
so]7 20 { Y Use
fhid SRo—
GET1[] 2 19[S A
0E2[T]3 78 st
6/05 ) + 71w B/as '
v 613
ElQe E 5 76 : Higy 0/qp <
®: s 75 1Flae D;aﬂ«
E/Qe=—
A 3
Q1 7 ZAm o
s 73 DB/QB 6/
R 2 HIg 340
R[] ¢ 2] ) GLK ”tVIZ,B s
M e MR gL o—4 24D L .
!

Dynumische Kennwerte (Ucc = 5V £ 0,55 mV; %, = 25°C - 5K)

Signalverzégerungszeiten
CLK Q’

— toLH 33 ns
tpHL 3 ns

CIR — Q" tpHL 40 ns
ClK — Q tolH 25 ns
o toHL 39 ns
CIR —» Q tpHL 40 ns
OE —» Q tpzL 30 ns
tpHZ 15 ns

tolz 15 ns
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DL374D n
8-D-Flip-Flop
Bauform 9
i N —_
A myl 20 guw OEe— EN
0[] 2 791 184 oLk J]’ o1
10 2 78180
2+ 77 gpetip B v b—o 10
2005 6170 2p o L 20
306 15[6a 3p — 3Q
sl 74{]6D 4D o—— — 4Q
4pCls 1150 90 — 5Q
4@ 7211 5Q 8D 5
M o 17 JGLK b 7
80— 8q
Betriebshedingungen min max
Impulsdauer am Eingang CLK twH 15 ns
Voreinstellzeit') toy 20 ns
Haltezeit) t 4 ns
maximale Taktfrequenz -~ fnax 35 MHz
Dynamische Kennwerte (Ucc = 5V £ 0,55 mV; ¥, == 25°C = 5K)
Signalverzdgerungszeiten . '
Ucc = 5V; C = 50 pF; ClK — QG toHL 28 ns
OE — Q thlH 28 ns
R == 500 Ohm 7L 28 ns
toZH 28 ns
toLZ 25 ns
"HHZ 20 ns

1} Als Bezugsflanke des CLK-lmpuises gilt die L-H-Flanke
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DL540D - DL541D n

Bus-Leitungstreiber-Schaltkreise

Wahrend der DL 540 D die Daten invertiert, gelangen sie beim
DL 541 nichtinvertiert an die entsprechenden Ausgédnge.

DL 540D __ A __
OET7 20Uy OETo—m07 & .
Bauform 9 alle . w102 0Ezo—62
' A2E3 8 ]Y7 1_4
A3+ 77]2 AT B v o 7
A5 6Y3  420— 7
A5C]6 5 1Y% A3— —o V3
A7 W 1v5 Ado— v
A7 s 5ve A 5
A8 g {77 j’;: o
Mo 7111v8 48 7
DL541D . 7 :
0E17 200U %
Bauform 9 A2 19 [ 0£7 0ET—461 EN
o 0£20—462
A2[]3 8[ Y7
A3+ 772
A I R RS b y1
A5E6 15 Jve A2o— —oY2
— A3 o=——i P—oc VY3
A6]7 MAVS o L vk
A7 13116 45 o—o v
As[] g 72[J¥7 A6 — Y6
o= A7 o— b—o y7
M[Jw 1178 A8 va
AnschluBbelegung
1 Steuerausgang ) 11...18 Datenausgdnge
2...9% Dateneingéinge 19 Steuereingang

10 Masse N 20 Betriebsspannung

Mm



Betriebsbedingungen

H-Ausgangsstrom —loH
L-Ausgangsstrom lox

Statische Kennwerte (Ucc= 5,0V + 0,25 V; 3, = 0 bis 70 °C)

Stromaufnahme DL 540 D N
Uce = 5,25 V (Ausgdnge offen)

Ausgdnge ,High* IccH
Ausgdnge ,Low" ,CCL
Ausgénge im 3-State Iccz

Stromaufnahme DL 581 D
Ucc = 5,25V (Ausgdnge offen)

Ausgéinge ,High" leeH
Ausgénge ,Low" lcey

Ausgénge im 3-State . lcez

Dynamische Kennwerte (Uce = 5,0V

Signalverzégerungszeiten A —» Y
DL 540 D, DL 541 D

Cp = 50 pF; R = 500 Ohm toLH
DL 540 D toHL
DL 541 D
DL 540 D, DL 541 D,
OF1, OF2_—» ¥ tzL
DL 540 D, 1
DL 541 D pZH
DL 340 D thz
DL581 D
DL 540 D, DL 541 D tonz

+55mV, 0y = 25°C - 5K)

max
15 mA
24 mA

25 mA
45 mA
52 mA

32 mA
52 mA
55 mA

15 ns
15 ns
18 ns

38 ns
25 ns
32 ns
25 ns
29 ns




DL2631D - DL2632D |

DL 2431 D Leitungssenderschaltkreis
DL 2632 D Leitungsempfdngerschaltkreis

fur Differenzsignale
Ubertragung von digitalen Signalen iiber Doppelstrom-Schnitt-
stellenleitungen bis zu Ubertragungsgeschwindigkeiten von
10 Mbit/s.

Beide Bauelemente entsprechen den V.11. Schnittstellenempfeh-
lungen der CCITT.

DL 2631 D
) \ >4 0F o 11
Bauform 6 oA 8 QUee  §F o—
2 D
= = 1
2] ME] ] Y4 4 —o V1
0E[J#4 73:ﬁ v o—-o)):;
Y215 72](E *B ot v 75
v2[]s n[v3 . [ v3
807 wys v° v :—o;z
amm—d
DL2632D
A\ 0Fo
Bauform 6 1807 0Eo
1] 2 .
ZImE 1A =L
0E]4 180—L| IT Comp v [ VA
2A0—tL
vegs 28— [T Comp W [—YB
JAle 34—
3B[7 30— IT Comp 7 2 Y0
4A o
MLj8 4Bo—L| O Comp v [~YD
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Grenzwerte (giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich)

Eingangsspannung DL 2631 D

und ~6E~Eingnngsspannung
DL 2632 D

Gleichtakteingangsspannung
DL 2632 D

Differenzeingangsspannung
DL 2632 D

Ausgangsspannung DL 2631 D
Verlustleistung

Betriebsbedingungen '
L-Ausgangsstrom DL 2631 D
DL 2632 D

H-Ausgangsstrom DL 2631 D
DL 2632 D

Gleichtakteingangsspannung
pL 2632 D

Differenzeingangsspannung
DL 2632 D

min max
Yy
7V
Ui —25 +25 V
U
ib =25 +25 V
Up 6 V
Peot 1,2W
§ 20 mA
ot 8 mA
—1 20 mA
OH 0,44 mA
U
16 -7 7 Vv
U
i -7 7 V

Dynamische Kennwerte (Ucc = 5,0V + 55 mV; &, = 25°C — 5K)

DL 2631 D
Differenzsignalverzége-
rungszeit

Ucc =5V: C|_ = 50 pF;
R = 100 Q
Flankensteilheit

Uce = 5V; Cg = 50 pF;
Ry = 100 Q
Signalverzdgerungszeiten
Ucc = 5V; C = 50 pF;

R = 500 Q; Upg = 7V

DL 2632 D
Signalverzdgerungszeiten
Ucc =5V Upg =7V;
Ry = 50 pF; Ry =100 Q

DD

25 ns
D

20 ns
tpLH: tpHL 20 ng
toZH - " 40 ns
toZL 45 ns
toHZ 30 ns
tplZ 35 ns
toHL toLH 35 ns
toZH 22 ns
7L 25 ns
©HZ 30 ns
tolZ 40 ns
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DL8121 D [ ]
8 bit Komperator
Bauform 9 .
L A " 2 o—{0~ COMP
STE 47 20[Qlpe 4 o=
A0 ]2 19[Y g -
803 18187 170
ol
A4 w[JA7 ;J;o._
7707
815 76[ 186 am V! 7
A2l 15[)A6 50—
827 wss 1]
A3}8 1345 720
]90——-‘
B3¢ 2[ 184 7%
. 78—7
Mo 17 JA% - |

Dynamische Kennwerte (giiltig fiir + a=25°C = 5K, Ucc =5V)

jvon Ai oder Bi nach X

CL = 50 pF

ERL = 500 Q

von Ai oder Bi nach Y
CL = 50 pF

R = 500Q

von STB nach Y

CL = 50 pF

RL = 500 Q

von STB nach Y

CL = 50 pF

RL = 500 Q

QpU:I

tpHL

tolH

teHL

max.
15 ns

15 ns

7 ns

8 ns
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DL8127D Vorldufige technische Daten |

Systemtaktgenerator

Der DL 8127 D arbeitet als Systemtaktgenerator und enthélt ne-
ben dem Taktoszillator die erforderlichen Frequenzteiler und
Takttreiber zur Ansteuerung moderner 8- und 16-bit-Mikro-
prozessorsysteme.

AnschluBbelegung

1,2
3,4

5
[
7
8
9
10, 11
12
13
14
15

16
17

19, 20, 21
22
23
24

ssvo 1 =~ 4 vee
ssne}z 23 JRUN/FALT
ek 3 22 JTOFN
7K/ ] ¢ 217} s77
ek 5 20[}sT2
TR s 191 $T3
c O 76| TIME0UT
ek 18 17( ] READY
ose [ 9 (] WAIT
X2 o 75[") RESETIN
X1 O || RESETOUT
M O B 4/3

SINGLE-STEP-Steuereinadnge
Gepufferte TTL-Ausgéinge

Gepufferter TTL-Taktausgang
LOW-aktiver Eingang
Bootstrap-Eingang

Gepufferter MOS-Taktausgang fiir CPU und Peripherie
Oszillatortaktausgang, TTL-gepuffert
Eingdinge flr externen QuarzanschiuB
Masse

Eingang zur Steuerung der Betriebsart
Synchronisierter RESET-Ausgang
LOW-aktiver Eingang

Verriegelter (latched) WAIT-Ausgang zur Verbindung mit der -
CPU

HIGH-aktiver Eingang

Ausgang, hauptsachlich zur Verbindung mit einem Interruptein-
gang der CPU (NMI)

Statuseingénge von CPU und peripheren Geraten

LOW.-aktiver timeout-enable-Eingang

Eingang der Start/Stop- und Einzelschrittsteuerung
Betriebsspannung
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Blockschaltung

RESETIN RESET - FESETOUT
Synchrenisation
X7 [}
=" Quarz- | 08C
X2 Oszillator I I
43 Taktteiler | | [ H0S- ZcK
7:7bzw. 3:1 Anpalistufe
JIR 1T TCK
TCK/2
BUNIFRLT I START-/STOP ! ToK/4
P 1
SSNC und I Taktteiler —
SSKO 1 Znzelschritt-
e Sleuerung ‘
I WAIT
READY. WAIT -
| ng . e
ST1,.8T2,573 34& Steuerung TIHEOUT
TOEN —
Grenzwerte
- min max
Betriebsspannung Uce 0 7 VvV
Eingangsspannung . UI
X 1, 4/3, SSNO, SSNC, RUN/HALT Uece 40,5 V
Ubrige Eingénge 7 VvV
Spannung an den Ausgdngen YUoH -0,5 55 V
(H-Pegel!)
Spannung an C Ue ~0,5 80 V
L-Ausgangsgleichstrom ot 30 wA
Eingongsgleichstrom Iy ~30 5 mA
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Betriebsbedingungen

Betriebsspannung
HIGH-Eingangsspannung

ST1, 2, 3, X1,

CLR, TOEN, READY

SSNO, SSNC, 4/3, RUN/HALT

RESETIN ~

LOW-Eingangsspannung

ST1, 2, 3, X1, CLR, TOEN, READY
RUN/HALT, SSNO, SSNC, 4/3, RESETIN
HIGH-Ausgangsstrom

ZCK

TTL-Ausgénge

LOW-Ausgangsstrom

ZCK

TTL-Ausgdnge

CLR —» OSC __ /I
Haltezeit CIR —» OSC _ [
READY —» ZCK

Voreinstellzeit

Voreinstellzeit

43=5V

4/3 = .
Ha_l_tezeit READY — ZCK
4/.L= 5V .

4/3 =0V

Voreinstellzeit ST1, 2, 3, — ZCK
4/3_: 5V

4/3 =0V

Haltezeit ST1, 2, 3, — ZCK
4/3 =5V

43 =0V

Voreinstellzeit TOEN —» ZCK
43=5V

4/3 =0V

Haltezeit TOEN —» ZCK
43=5V

4/3 =0V

) T ist die ZCK-Taktperiodendauer

Ucc
Ui

Ui

—loH

min
4,75

2,4
2,8

25

~6

T/4 + 10"
20

~T/47)
-5

T/4 +12Y)
25

—(T/4-3)")
12

35
30

-15
-10

0,8
0.4

0,2
2,6

2,0
16,0

mA
mA

mA
mA

ns

ns

ns
ns

ns
ns
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-Statische Kennwerte (Ucc =5V + 0,25V, %, =0...75°C)

Eingangsclampingspannung
Ucc = 475V, =} = 18 mA
HIGH-Eingangsstrom

Uec =525V, Uy = 2,75V

4/3, SSNC, SSNO, RUN/HALT

RESETIN
ST1, 2, 3, CIR, TOEN, READY
X1

U:c =525V, Uy =55V
ST1, 2, 3, CLR, TOEN, READY
LOW-Eingangsstréme .
Ucc = 525V, UL = 0,4V
SSNO
SSNC, 4/3, RUN/HALT, READY
CLR, TOEN, X1

ST1, 2, 3, RESETIN
HIGH-Ausgangsspannung
UCC =475V, -lpg = 0.2 mA
ZCK

TTL-Ausgénge

—|OH = 2,6 mA
LOW-Ausgangsspannung

Ucc =475V, lpL = 2,0 mA
ZCK

TTL-Ausgéinge

- AusgangskurzschluBstrom?)

- Ugcg =525V

ZCK

TTL-Ausgdnge

Stromaufnahme

Uce =525V, X1 = 2,4V

- ZCK = TCK’'s = LOW?)

min max
—uy . 15V
U
A}
-300" - nA
—200")
50 uA
~ 500 pA
1 mA
=l
) 1,6 mA
’ 1,2 mA
0,72 mA
0,36 mA
Yo
4,0 \
4,0 \
2,4 \4
YoL
-0,45 V
05 V
~los
50 240 mA
40 130 mA
ole
140 mA

) Negative HIGH-Eingangsstréme werden durch den internen Pull-up-

Widerstand verursacht.

 ?) Nicht mehr als einen Ausgang gleichzeitig kurzschlieBen, Dauei des

Kuﬁchlusses <1s.

3) 1. CLR = LOW, SSNO = LOW, restliche Eingdéinge HIGH

2. X1 = 1 Takt (LOW-HIGH-Flanken)

3. CLR = HIGH

4. X1 = weitere 15 Takte mit SchluBpegel 2,4V, SSNO = HIGH

5. Messung von Icc
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Schottky — Interface — Schaltkreise

-~ Anwendung in Mikroprozessorsystemen

— hohe Stérsicherheit durch Eingangsclampingdioden
- die Eingénge sind TTL — und MOS — kompatibel

Grenzwerte

Betriebsspannung
Eingangsspannung

Betriebsbedingungen

Betriebsspannung
L-Eingangsspannung
H-Eingangsspannung
FluBspannung der
Eingangsdiode
Betriebstemperatur-
bereich

min.

Ucc 0
Ui

Ucc 4,75

Ui

Un 2
— U

% 0

max.

7V
55 V

525V

.08 V

1.5 V

70°C




DS 8205D n

1 aus 8 Bindrdekoder

Bauform 6
15
*—ro
3
{Eo—oy2
A[:7 11 72
B[z 15[ ]vo 3
cOs %[y &1y,
e104 132 ] i 0
e20s  2[rs A ﬁ _;i_'ir-wys
| E3]6 134 52 ﬁ Elr 1 79
i y7]7 0[vs *:ﬂ’_””
M s 9[vs 8 ﬁ ﬁ {&lZy7

AnschluBbelegung

~ A/B C AdreBeingénge
 E1,E2, E3 Enableeingdnge

- YO0...Y7 Ausgénge

3 M Masse

- Uec Betriebsspannung
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Kennwerte

min.
L-Ausgangsstrom fou
H-Ausgangsstrom loH
L-Ausgangsspannung UoL
Ucc == 4,75 V,loL = 10 mA
H-Ausgangsspannung Uon 2,4
Ucc = 4,75V, —lon = 1,5 mA
L-Eingangsstrom ~
Ucc =525V, U= 0,45V
H-Eingangsstrom hH
Ucc= 525V, U= 525V *
Stromaufnahme icc
Ucc = 5,25V

Dynamische Kennwerte

(Ucc =5V, #a = 25°C~5K, RL =390, CL = 30 pF)

Signalverzégerungszeit
A B C E—Y tPHL
tPLH

max.

10 mA
1.5 mA
0,45V

0,25 mA

10 pA

70 mA

18 ns
18 ns
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DS 8212D ]
8 Bit Bustreiber mit Speicher
‘= Tri-state-Ausgdnge
Bauform 11
— A\ S
sy 241 Upe , 7 SR »
MD[]2 23 1INT g, @ ! INT
A3 22148 pipol | II'_-
y1 4 2103Y8  grgolt | akd
Az 201 A7 3
i
veCls™ w@rr A :E&—q vl
a7 A AZJ———:@_Q v2
vs[ls 7[Jv6 7
Co 7Br a——Hg{t
A+[9 18[A5 g
velClo »srs A st ——"% v4
st wIR gl un 5, y5
mMOr 13[Js2 18 . 7
- A——T%# —1 ¥6
20
# B T2 v
iR 14 . 1

AnschluBbelegung

A1...A8 Dateneingdnge
Y1...Y8 . Datenausgénge
$1,52 Steuereingdnge
MD Mode-Eingang
STB Strobe-Eingang
CLR Clear-Eingang
INT Interrupt-Ausgang

503



Kennwerte

L-Ausgangsstrom

H-Ausgangsstrom

L-Ausgangsspannung ‘

Ucc= 4,75V, loL = 15 mA

H-Ausgangsspannung

Ucc=4,75V,—loH =1 mA

L-Eingangsstrom

Ucc== 525V, UL= 0,45V
: MD
HN

H-Eingangsstrom

Ucc= 525V, Un= 525V .
: MD
: S

Ausgangsstrom bei

tri-state

Ucc= 5,25V, UoH = 525V

UoL== 0,45V

Stromaufnahme

Ucce= 5,25V

Dynamische Kennwerte (Ucc = 5V, #a = 25°C-5K)

Signalverzégerungszeit
A—Y

(S1,52,MD) — Y
CIR —Y
STB —> INT
$1,52 — INT
(STB,S1,52) — Y

Voreinstellzeit
Haltezeit
Impulsbreite

min.
oL
loH
Uot

Uon 3.65
__|,!_ :

~i
—lL
hH

lin
K

loz

lcc

tPLH tPHL
tPzx' tPXZ
tPHL

tPHL

tPLH

tPLH

ty 15
th 20
tw 30

max.
15 mA
1 mA
0,45V
v
0,25 mA
0,75 mA
1 mA
10 pA
30 pA
40. pA
20 A
130 mA
30 ns
45 ns
55 ns
40 ns
30 ns
40 ns
ns
ns

ns
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DS 8216 D |

4 Bit paralleler bidirektionaler Bustreiber
— Tri — state — Ausgdnge

Bauform 6

— A\
0E[]7 160 A% Tﬁ,
Y102 15 1DIR Y, U_E]’—
B1[]3 ARMES | =1
A1]4 Bss Az 11 l 8,
y2[]5 72 A4 Y, 5 ur_'h
B2[]s navs g
= 17 20
)7 wOss M 8
mMls 9[J43 Yf’l
AgtH] 'ﬁ 3 8y
7%
Y[’o—

AnschluBbelegung

Al...A4 Dateneingédnge
B1...B4 Datenbus (bidirektional)
Y1...Y4 Datenausgdnge

OE Steuereingang
DIR Steuereingang
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Kennwerte

L-Ausgangsstrom 1Y loL
:B loL
H-Ausgangsstrom 'Y loH
:B loH
L-Ausgangsspannung
Ucc = 4,75V, lo. = 15mA: Y UoL
Ucc = 4,75V, loL. =55mA:B Uot
H-Ausgangsspannung
Ucc = 4,75V, —=lon = 1mA:Y UoH
Ucc =475V, -lon = 10mA: B ’ UoH
L-Eingangsstrom —n
Ucc = 5,25V, U= 0,45V
: OF, DIR —h
H-Eingangsstrom hH
Ucc = 5,25V, U= 525V
: OF, DIR - I
Ausgangsstrom bei
tri-state lozn
Ucc =525V, Uon= 525V
UoL=0,45V
:B lozL
Stromaufnahme Icc
Ucc = 525V

3,65

Dynamische Kennwerte (Ucc = 5V, %a =25°C~5K)

Signalverzdgerungszeit

A—B tPHL
B—Y tPHL
DIR, OE — B tpzx

tPxz

mox.
15 mA
55 mA
1 mA
10 mA
045V
0,6 V
\Y
\'
0,25 mA
0,5 mA
10 pA
20 uA
20 uA
100 pA
130 mA
30 ns
25 ns
65 ns
35 ns




DS 8282 D, DS 8283 D ]

8 Bit Bustreiber und Speicher
— Tri-state-Ausgénge
- nichtinvertierend (DS 8282 D) und invertierend (DS 8283 D)

Bauform 9
T —
J
A2z 93 v7
A3[]3 ;] R R R —
A4 a3 420 ~ 5 "
A5[]5 61v4 3 17
A3
As )6 B[S ’ 7 6 o
a7 wQv A% Err "
a8de  BOy7 As—— e
ECs  12[Av8 a1 ¢ A1t
M w 11878 470 7 i 13 °y7
A8 2 N s i
Em—
|
371 0 3 M
ST8 €

AnschluBbelegung
Al...A8 Dateneingdnge
Y1...vs8 Datenausgénge

OE Steuereingang
STB Strobeeingang
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Kennwerte

L-Ausgungsstrofn,
H-Ausgangsstrom
L-Ausgangsspannung

Ucc = 4,75V, loL= 32 mA
H-Ausgangsspannung

Ucc = 4,75V, —lon = 5 mA
L-Eingangsstrom —
Ucc = 5,25V, Ui== 0,45V
H-Eingangsstrom

Ucc =525V, U= 525V

Ausgangsstrom bei

tri-state

Ucc = 5,25V, Uon= 525V
UoL= 0,45V

Stromaufnahme
Ucc =225V

Dynamische Kennwerte
Signalverzdgerungszeit fiir
DS 8282 D

A—Y

STB — Y

OE — Y

OE — Y
Signalverzégerungszeit flir
DS 8283 D

A—Y

STB — Y

OE — Y

OE — Y
Voreinstellzeit
Haltezeit
Strobeimpulsdauer

loL

loH

UoL

Uox

I

liH

lozH

lcc

tPHL
tPLH

tPxz
tPzX

tPHL

- tPLH

tPZX
tPxz
tv
th

tw

2,4

25
15

max.
32 mA
5 mA
05V
\
0,1 mA
50 pA
50 pA
130 mA

(Ucc = 5V, #a = 25°C - 5K)

35
55

25
25

25
45

50
25

ns
ns

ns

ns

ns
ns

ns

ns
ns
ns
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DS 8286 D, DS 8287 D

8 Bit bidirektionaler Bustreiber
— Tri — state — Ausgdnge
— nichtinvertierend (DS 8286 D) und invertierend (DS 8287 D)

Bauform 9

A8 [

AT
A2
A3
A4 [
As O
A6 O
A7

0E O
M L]

W o 3 U R LN

S

AnschluBbelegung

Al...A8
B1...B8
OE

DIR

.
Eo__’_—o ve
o
20y, >
Ale I
19 [187 3 l 9
18182 °81
17[1B3 i ’
—————————— s
16 )B4 A20— 52
1585 A3— T T T T T TT T 71 op3
% 336 Aot T T 6 — BY
BHBY g5t SIm= =TT 1 g5
r7Am V- S O ——
58 Bl ops
nor™ T L] 5
A7 o §7
A8 BT T T T T 21 ops
70
1 !_I—_.(,M
O
0 —; .
— DIR

lokale Busdaten
Systembusdaten

Steuereingang
Steuereingang




Kennwerte

L-Ausgangsstrom A lou
B loL

H-Ausgangsstrom A o
B lowH

L-Ausgangsspannung

Ucc= 4,75V, -lon=1mA :A UoL

Ucc= 4,75V, =lon=5mA :B UoL

H-Ausgangsspannung

Ucc= 4,75V, loL=16mA A UoH

Ucc= 4,75V, loL=32mA B UoH

L-Eingangsstrom — L.

Ucc= 525V, UL = 0,45V

H-Eingangsstrom liH

Ucc= 525V, U= 525V

Ausgangsstrom bei

tri-state lozH

Ucc= 525V, UoH= 525V

UoL == 0,45V

Stromaufnahme lcc

Dynamische Kennwerte (Ucc= 5V, Ba=

Signalverzdgerungszeit flr

DS 8286 D

A—B tPLH
Signalverzégerungszeit fiir

DS 8287 D

A—B tPHL

Signalverzgerungszeit
OE— B tPZX

min, max.

16
32

2,4
2,4

mA
mA
mA
mA

05V
05V

0,1 mA

50
50

130

25°C - 5K)

35

25

50

wA

mA

ns

ns

ns
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E310D ]

Blinkgeber-Schaltkreis fir Kraftfahrzeuge mit
12V und 24 V Bordnetz

Bauform 6
Blockschaltbild
K 173 122314
LE |
= PP
= = | D D 6

1 unkeld
ung
- ==_[>>

Ce == .
| I
==|_[bb
W 'l
Ustap
T
8 " 0WeE75
AnschluBbelegung
1, 4 Oszillator 11 Stabilisierte Spagnung
2, 3 Frequenzkorrektu: 12 Start/Stop
5 Lampentreiberausgang 1 13 Sperre fir Verdopplung
[ C fiir Schwingunterdriickung 14  Einstellung Komparatorschwelle
7 Lampentreiberausgang 2 15 Eingang Verstérker fiir
8 Masse E Lampenkontrolle
9 Reloistreiberausgang © 16 Betriebsspannung Ucc
10 Lampentreiberausgang 3 )
Betriebsbedingungen min max
Betriebsspannung Ucc 9.5 2V
Strom aus AnschiuB 1 —l4 100 pA
Betriebstemperatur [ =25 85 °C
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Grenzwerte

Betriebsspannung
Ausgangsstrom

Spannung an

Spannung bei gesperrten
Ausgéngen an

Spannung an

Strom gus
Verlustleistung

—40 bis 70°C
Umgebungstemperatur

Sperrschichttemperatur

AnschluB

5, 10

min ‘max

UCC 0 oV
loLys © 20 mA
lorvs
ioLyz 0 200 mA
loLvs
y o Yec V
Vg ] Uce Y
Y, ) 6V
U -5 Uge V

keine Spannung zuldssig
—lyy 0 2 mA
Pron R TR
3, —40 85 °C
51 150 °C

Kennwerte (&, = —25 bis 85°C, U, =0V £ 01V, Uy=2V)

Stabilisierte Spannung
Faktor zur Ermittlung der
Blinkfrequenz')  einfach

doppeit
Tastverhdltnis

Schaltschwelle Kontroll-
lampentreiber fiir

UoLyr < 1.2V

UoLyz <22V

UoLys <1.2V
Schaltschwelie Kontroll-
lampentreiber fiir
lonyr < 0.5 mA
lotHz < 0,5 mA
loHys <0.5mA

Stromaufnahme ,Start”

Ausgangslowspannung
Relaistreiberstufe

min max

Ugy 5.8 68 M4
Fge 0,35 0,43
Fgp 0.9 1,22

T 1.3 2,0
_'F!(L) 1 mA
~lE2(L) 16 mA
—|F3(L) 21 mA
—A|F|(H) 7 ' mA
“‘F?(H) 12 mA
~lp3h) 17 . mA
lcc 25 mA
Uotvs . 3o

1
) Gleichung zur Ermittlung der Blinkfrequenz fg = —— -Fg

R-C
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E412D | ]
KurzschluBfester Treiberschaltkreis mit drei AND-
Gattern, Stérunterdriickung und Tri-state-Ausgdngen
Logasche Funktionen: Y1=A1:-B1-D1
Y2=A2-B2-D2

Y3=A3.-D3
7
Bauform r 57 T 251t P 2 —
A1z 71 81
£1033 613X 1 L oy7
81014 153»/3 b1
7[5 7%[qv2 X
e wnfE [ ]
4307 72782
E?Ea i YRR B L
£2019 101 3M B2
P27 —ov2
E
—
A3— [
D3 vz
e

AnschluBbelegung
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Grenzwerle

Betriebsspannung

Eingangsspannung A, B, D
mit Schutzwiderstand 5,6 kQ
statisch

mit Schutzwiderstand t < 6 us,
f £300 Hz

Ausgangsspannaung')

mit Schutzwiderstand 560 Q
t £6ps, f = 300Hz
Eingangsspannung T?)
Spannung an E3)
Spannung an X

Sperrschichttemperatur
Warmewiderstand
Verlustleistung

Betriebsbedingungen

Betriebsspannung
Spannung an X

Eingangsspannung an A, B, D

Eingangsspannung an T

Ausgangslastfaktor
Betriebstemperaturbereich

") KurzschluB unter Beachtung von Py, nach Masse oder Ucc erlaubt.

-0,15
—0,15

+1a

-0,15
+7.5
-0,15
+2,0

+35

a4
450

300

-+300

+5,5

-+6.0
+35
125
80

11

+32
+30
+5
a4

+0,8

+5.5
20
+85

3 Ujr > 55V ist erlaubt, wenn ljp auf £ 3 mA begrenzt wird.
3 Bei Uy oder Ug £ 0,15V keine externe Spunnung zugelassen. Fiir
lg £0,5mA darf Ug < 8V angelegt werden.

<

<< <

KIW

<K<K << <<
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Statische Kennwerte (0, = —10... +85°C)

Stromautnahme Ucc = 32V

Eingangsstrom A, B, D
Ucc= 24V

Ausgangsspannung
bei Ugcc= 14V, -lgy
=6mA, Iy =0
bei Uy = Ucc-3V
Ucc= 32V, loL = 3.2mA

Steuerstrom
Ucc=32V, Uy =5V

KurzschluBstrom
bei Uge = 32V gegen Masse
gegen Ucc

Eingangsstrom T
Ucc= 24V, UiT=55V
U =04V

Ausgangsstrom bei Ujp > 2,0V
Ucg=32V, Uy = 32V
Uy= 0oV

Dynamische Kennwerte (Ucc = 24 V)

Signalverzdgerungszeit
Cg= 33nF

CE= 0

Tri-state-Verzdgerungszeit

min

lec
h=ly o1
UoH 1"
VYo
Yo
—losH

losL

liTH
— It

lo
tPLH 5.5
tPHL 15
PHL 2
tPLH k

tpz

typ

0.15

11,8

Uy —1
03

11

14
12

<01

<01
<01

9.6
3,0
4,6
1.8

max
12

0,3

0,5

2,0

22

40

]

v O &

-

mA

mA

mA

mA
mA

nA

uA
uA
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E435E  Vorldufige technische Daten , [ §
Der E 435 E ist ein kurzschluBfester Leistungstreiber
mit offenem Emitterausgang fiir den Einsatz in indu-
striellen Steuerungen.

Bauform 16

Blockschaltung

o e
v
{_ _____________ S\

Eingangsschalfung 6 12
mit Oder~ Sehmitt- s
| Yerknipfung  Trigger
7

Kurzschiuf-u.
Ubertastanzeige

T
AnschluBbelegung: 6 Masse M i
1 Eingang E1 ' 7 AnschluB fiir Kondensator des
2 Eingong E 2 Taktgenerators C
3 Eingang E 3 . 8 Ausgang Taktgenerator T
4 Ausgang-KurzschluB3- bzw. . 10 Anschluf3 fiir Schwingungs-
Uberlastanzeige Y 2 unterdriickung N
5 Bingang E 4 : 11 Ausgang Lleistungstreiber Y

12 Betriebsspannung Ucc

Die Anschliisse 6, 9 und die Kiihistege sin& intern verbunden.
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Grenzwerte (giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich)

Betriebsspannung-
Ausgangsstrom

Ausgangsstrom

fur Glihlampen
Ausgangsstrom
Eingangsspannung
Lastkapazitat

ohne Ansprechen

der KurzschluBsicherung

Kapazitat an C
Kapazitat an N

Umgebungstemperatur
Sperrschichttemperatur
Wérmewiderstand
KurzschluB Y1, Y2

gegen Upy=0V...Ucc
erlaubt

Betriebsbedingungen

~ Betriebsspannung

~ Eingangsspannung fiir
Y1 =, m

Y1 = ,H"

Ucc
—|OHY1
—loHy1

—lony2
UiE1,2,3,4
Cu

Cr
Cnt

"Cn2

Da
9
Rthja

Ucc

UieL
UieH

Betriebstemperaturbereich &4

) max. 1s UCcmax S 36V

2) ‘Koltstrombegrenzung intern £ 1,3 A
3) fir CN1 = 500 pF, CM2 = 1,8 nF

min.

0

20

50
0.5

~10

" max.

327
400
190?)

10
36
50%)

40

2 500
10

85
150
65

32

32
85

Vv
mA
mA

mA
\
nF

nF
pF
nF
°C
°C
Kw-1

A <<
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Statische Kennwerte

Stromaufnahme

Uit = 30V, Ucc =30V

Uc =30V, Ur =5V
Eingangsstrom

Uie1,2,34 = 30V, Ucc= 30V
Uc=30V,Ur= 5V

H-Ausgangsspannung, Treiber

Ucc= 11,4V, Uie1 = 30V
Ru = 22 Ohm + 29,
Ucc= 30V, Ura =30V
RLi = 68 Ohm i 2 0/0

H-Ausgangsspannung,
KurzschluBanzeige

Ucc= 11,4V, Uigr = 11,4V

RLz = 910 Ohm + 29/,

Reststrom Treiber
Ucc =30V

Reststrom KurzschluBanzeige
Ucc=30V

lcc

e1,2,3,4

Uohvi

UoHy2

—loty1

—loLy2

min.

8,7

27,3

max.
12 ' mA

250 vA

0,5 mA

90 LA
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Bauformen

I\
\\\\\l
0
al e
p = 723
3 ‘
137
|
3
&+
\
3 / \
25

09876 0150

- 723 4 772345

5 19.5 max.

35 45

| 25

% 1BR2ZNNWY 8 0%, 750

12346567
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‘8.5 max.

K4

25

0. 750

o
R0
=
B
2
Sd1
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o
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Noy
e

50
0
10
ey

D v

22 max.

% 5%

2486 max.

254

&% 8e”
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Typeniibersicht

Seite
L110C CCD-Zeile 542
L133C CCD-Zeile 544
MB 104 Optoelektronischer Koppler 548
MB 105 Optoelektronischer Koppler 551
MB 106 Optoelektronischer Koppler 553
MB 110 Optoelektronischer Koppler 555
MB 111 Optoelektronischer Koppler 557
MB 125 Miniaturreflexkoppler 559
SP 101 Si-Fotodiode 560
SP 102 Si-Fotodiode 560
SP 103 Si-Fotodiode 560
SP 105 Si-Sensorzelle 561
SP 106 Si-pin-Diode 562
SP116 XM
SP 117 XM
g: ::g ))gM Fotodioden-Chips 563
SP 123 XM
SP 124 XM
SP 211 Si-Fototransistor 567
SP 212 Si-Fototransistor 568
SP 213 Si-Fototransistor 569
SP 215 Si-Fototransistor 570
vVQ 120 Infrarotemitterdiode 571
vQ 121 Infrarotemitterdiode 572
vQ 123 Infrarotemitterdiode 573
vQ 125 Infrarotemitterdiode 574
VQA 10 Lichtemitterdiode (rot) 577
VQA 13 Lichtemitterdiode (rot) 578
VQA 13- Lichtemitterdiode (rot) 578
VQA 14 Lichtemitterdiode (rot) 583
VQA 15 Lichtemitterdiode (rot) 584
VQA 16 Lichtemitterdiode (rot) 580
VQA 17 Lichtemitterdiode (rot) 582
VQA 18 Lichtemitterdiode (rot) 585
- VQA19 Lichtemitterdiode (rot) 586
- VQA 101 Lichtemitterdiode (rot) 587

VQA 102 Lichtemitterdiode (rot) 579
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VOA 23

VQA 24
VQA 25
VQA 26
VQA 27
VQA 28
VQA 29
VQA 201
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Lichtemitteranzeige (rot)
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16-Segment-Lichtemitteranzeige

Seite
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L110C
CCD-Zeile

Monolithische selbstabtastende, lichtempfindliche Zeile mit 256
Sensorenelementen, :
Sie ist fiir optische Erkennungssysteme bestimmt. Zusdtzlich zu
der Zeile enthdlt der L 110 C-Chip zwei Ladungsiibertragungs-
gates, zwei 2-Phasen-Analogschieberegister, eine Ladungs-
detektorstufe und eine Kompensationsstufe.

Bauform 1

AnschluBbelegung

V0N &aWwN -

Drain des Rickstelltransistors
Gate des Ridkstelltransistors
Ausgangsgate

Gate 2 des Schieberegisters A
Gate 1 des Schieberegisters A
Ubertragungsgate XA
Testpunkt 3

Testpunkt 4

Masse

Fotogate

Testpunkt 2

Testpunkt 1

Ubertragungsgate XB

Gate 1 des Schieberegisters B

Gate 2 des Schieberegisters B
Drain des Ausgangstransistors
Source des Ausgangstransistors
Source des Kompensationstransistors

Grenzwerte

Spannungen an den Anschliissen

2,3,4,5 6,7, 10, 12, 13, 14, 15 u
Spannungen an den Anschlissen

1, 8, 11, 16 u
Betriebstemperaturbereich ®a
Lagerungstemperaturbereich Dseg
bis zu 30 Tagen Dseg

DR 1 ~ s
G6R )2 17{7] s0
60 []3 6100
Gaa[]4 15[ Gyg
51,1 E5 » j 573
Gyal6 B Gy
75 O7 2] 7P,
jANE] n{17R
Uss 9 0[] 6P

von =03 bis 12 V

von 03 bis 18 V

—25 bis 55 °C
5... 35 °C
-25...100 °C
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Kennwerte bei 3, = 25°C

Sattigungsausgangspannung
mittleres Dunkelsignal
Hellsignaldifferenz')
Dynamikbereich
Dunkelsignaldifferenz
Empfindlichkeit?)

Sattigungsbestrahlung
bei t,, = 1,94 ms?)

Statische Betriebswerte

Spannung am Drain des
Ausgangstransistors

Spannung am Drain des
Riickstelltransistors

Spannung im Ausgangsgate

des Schieberegisters

(durch einen Abgleich

im Bereich von 6 bis 8V

ist eine Optimierung des

Betriebes méglich)

Spannung am Fotogate

(Funktion ist zwischen

0 und 12 V méglich)

Spannung an den Testpunkten
TP 1, TP3

TP2, TP 4

sot

ADS
PRNU

Uap

Urp
Urp

min typ.

100 200
0.1

-6 +4

330 500

0,2 0,4

0,5

15+ 05

15+ 0,5

7

0 bis 12

0

151+ 05

max.

2,0

1.0

mV
U v.Ugqe
% v.Usar

% V'Usot
V- pl—tem?

ulfem?

") Messung bei 50 % U,,,, das erste und das letzte Element werden nicht

beriicksichtigt.

) bei Bestrahlung mit Normlichtart A gilt: 1 Ix & 4,65 ul/em?
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L133C ' ‘ ()
Ladungsgekoppelte Sensorzeile

Monolithische selbstabtastende, lichtempfindliche Zeile mit 1 024
Sensorelementen. Neben den Sensorelementen weist die
LKZ L 133 C ein Ubertragungsgate, Schieberegister, Ladungs-
detektoren und Ausgangsverstdrker, Takttreiberschaltung, Dun-
kel- und Hellreferenzschaltung auf.

Bauform 2 VIDED),,AC] 7 o 2#[Up
Usna 2 22[3 VIDEQgyrB
Sy AL 3 223 Usyg
Up 04 21 SHpyr B
Ne Os 2013 NC
N Oge 9 N
ne O #3 Upp
Uy s 70 Y,
£0Sgyr 9 %63 Usr
NO O 753 U(;‘X
Anschlthbelegung ‘LZ, E ;72 0 Z [/Zi

1 Videoausgang A

2 Gate des Sample & Hold Transistors A
3 Sample & Hold Taktausgang A

4 Versorgungsspannung fur Takttreiber
nicht anschlieBen

nicht anschlieBen

nicht anschlieBen
Versorgungsspannung fir Takttreiber
Signalausgang ,Ende der Abtastung”
10 nicht anschlieBen

11 Gleichspannungsgate Schieberegister A
12 Eingangsdiode

13 Masse (Subtrat)

14 intern nicht beschaltet

15 Ubertragungsgate

16 Taktgate der Schieberegister

17 Gleichspannungsgate Schieberegister B
18 Versorgungsspannung

19 nicht anschlieBen

20 nicht anschlieBen

21 Sample & Hold Taktausgang B

22 Gate des Sample & Hold Transistors B
23 Videoausgang B

24 Versorgungsspannung

O 0o N O U1
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Blockschaltung

g

L

VRS

o, N N w9 E@ﬁww\wﬁwﬁ- gy 0 vapzoubsiang - g
# & & sgpbutaipubisgrap 4 v .uu.:mcn%a\ -7
41y apoipsbuobury - (m)7 opoIpsounoL3 - 3
—
Jostbaszyosng - jg 975 6.!
W08l - [ T
J0p4319p 63y | gem
“sbunpo? wui e [ g upsibadaodsupyy - J1g 676 QE]
[ T O Y N N [ S O SO N )
# L
B = e 'y iy
I [ 9
J0py9)ap Doy | g
B s k= el $07 vaysibasagaryog - 49 #zs -
~|1 243qiad} 1 Jdaqiavi
-9 -0/
zz], L, L s—, U u, & )
sy ghyp a3 o) n = X A
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Grenzwerte bei 3, = 25°C bis 70 °C

min max
Spannung an den Anschlissen 0,3 8V
1,2, 3, 4,8, 9, 11, 12, 15, :

16, 17, 18, 21, 22, 23, 24

Spannung an dem AnschluB 13 oV
Verlustleistung Takttreiber Pco 300 mW
Verlustleistung Ausgangs- .

Verstarker PpDp 350 mw
Bildpunktausgabefrequenz fDAT 12 MHz
Betriebstemperaturbereich da =25 70 °C
Lagerungstemperaturbereich 1‘)“9 5 35 °C
bis zu 30 Tagen ‘Wstg ~50 100 °C

KenngréBen') bei 8, = 25°C; fpar = 5 MHz; tj = 1 ms

min. typ. max.
Séttigungsausgangsspannungs Uoat 1 2 v
Dunkelsignal DS
DS-Gleichspannungskomponente 2 5 mV/ms
Niederfrequenzkomponente 2 5 mV/ms
Hellsignaldifferenz PRNU?) 180 240 mV
Dynamikbereich bezogen auf DR
Spitze-Spitze-Rauschen 500
bezogen auf Effektivrauschen 2 500
Dunkelsignaldifferenz DSNU 5 10 mV/ms
(fiir einzelne Bildpunkte)
Empfindlichkeit S?) 1.8 3 Vouk' em?
Differenz 160 mV
zwischen VIDEOgyt A und B
Gleichspannungsdifferenz Mpc 2V

'Y Normlichtart A mit Filter BG 38, 2 mm dick
2) gemessen bei Uyppo = 800 mV
3) Fir Normlichtart A mit Filter BG 38, 2 mm dick ergibt sich folgender
Umrechnungsfaktor zwischen strahlungstechnischen und lichttechnischen
Einheiten:

1 uWjem? = 3,5 Ix 11ix = 0,29 pW/cm?

(Bestrahlungsstdrke, gemessen im Bereich von 560 bis 990 nm). Die Be-
strahlung ergibt sich aus Bestrahlungsstarke multipliziert mit der Inte-
grationszeit 1 pW/em? - S = 1 pljem?

Diese Differenz kann durch externe Videosignalverstérkungsdnderung
ausgeglichen werden.

-
~
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Statische Betriebswerte

Versorgungsspannung der
Ausgangsverstirker

Versorgungsstrom der
Augangsverstarker
Versorgungsspannung
der Takttreiber
Versorgungsstrom
der Takttreiber
Spannung fiir die
Schieberegister
Spannung fir die
Eingangsdiode
Substrat (Masse)

InformationskenngréBen
Wirkungsgrad der
Ladungsiibertragung
Ausgangsimpedanz
Ausgangsgleichspannungs-
pegel ’

max. Bildpunktausgabe-
frequenz

Upp

IbD

CTE
Zo

Yo

’DATAmax

13,5

13,5

5,5

10,5 bis

0,99999
750 Q

8 \

20 MHz

max.
14,5V
25 mA
145 V
15 mA
6,5V

12 Vv
0 Vv
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MB 104 (CNY 17) ‘ |

Optoelektronischer Koppler aus einer IR-Diode im
Eingangskreis und einem planaren npn-Si-Foto-
transistor mit und ohne BasisanschluB im Ausgangs-

kreis.
Priifzertifikat 0883

Bauform 4

AnschluBbelegung

IRED Anode

IRED Katode

Nicht belegt
Fototransistor Emitter
Fototransistor Kollektor
Fototransistor Basis bzw. nicht belegt 7 2

Markierung
fiir An-
sehtB I~ T I

L N

Grenzkennwerte " mox.
Eingangskreis .
DurchlaBgleichstrom?) Ig 40 mA
SpitzendurchlaBstrom?) IERM 80 mA
periodischer

SpitzendurchlaBstrom Igsm 3 A
nichtperiodischer

(t, = 1 ps, 2 min Pause)

Sperrglelchspannung Ug 6 \4
Spitzensperrspannung URRM 6 v
Auf Wunsch kann der Koppler auch mit Ucg = 35V (MB 104/5) sowie ohne
BasisanschiuB (MB 104/6) geliefert werden.

Ausgangskreis
Kollektor-Emitterspannung
MB 104/4 Ucem 70 v
MB 104/5 35 v
MB 104/6 35 v
Emitter-Basis-Spannung?) Ueso 6 v
Emitter-Basis-Spitzen-
spannung?®) Ugsm ] v
Verlustleistung*) Piot 200 mwW
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Koppler
Spitzenisolationsspannung®)

Betrlebstemperatur
Lagertemperatur
bis zu 30 Tagen

Kennwerte bel 3, = 25°C
DurchlaBglelchspannung
bel Ip == 40 mA

Sperrgleichstrom
bei Up = 6 V

Kollektor-Emitter-Dunkelstrom
bel Ig = 0, Ucg == 10 V
Kollektor-Basis-Dunkelstrom
bel Ip == 0, Ucp == 70V
Emitter-Kollektor-Dunkelstrom
bei Ig =0, Ugec =6V
Kollektor-Emitter-Strom

bei Ig = 10 mA, Ucg =5V

MB 104/4 A CNY 171

MB 104/4 B CNY 17-2

MB 104/4 C CNY 17-3

MB 104/4 D CNY 17-3
OO Y ot o
bei lp = 3,2mA, Ucg = 0.4V
MB 104/4 A CNY 17-1

MB 104/4 B CNY 17-2

MB 104/4 C CNY 17-3

MB 104/4 D CNY 17-4

mg :g:;: : } auf Anfrage

UiorM 4.4
Vg -55 ... 85
Vg 5 ... 35
stg 55 ... 125
min
U
Ir
Iceo
Icso
'eco
- ICE (H)
6.3
10,0
16,0
24,0
40,0
0.2
0.2
0,5
1.6
1.6
1.6

Gleiche Klassifizierung fiir MB 104/5 und MB 104/6

kV

*C
°C

15 Vv

10 pA
50 nA
100 pA

« 10 nA

8 mA
12,5 mA
20,0 mA
32,0 mA
48,0 mA
80,0 mA

mA
mA
mA
mA
mA
mA




Isolatlonswiderstand
bei Ui = 0,5 kV

Verzdgerungszeit
Anstlegszelt
Speicherzeit

Abfallzelt

1) bei einer Temperatur bis

1,33 mA/K

~
~

2,67 mA/K; 1,

bei einer Temperatur bis
= 50 ps;

3) gilt nur fiir MB 104/4, MB 104/5
4 bei B, =25°C; fir 25°C <,

min
RO 100
4
'r
'S
*

S 70°C; fur 70°C <

p [T =1:2

max

5

10

1,5

4,0%)

10

¥, < 85°C Reduktion

< 70°C; fir 70°C < 3, < 85°C Reduktion

< 85°C Reduktion um 2,67 mW/K

5) innerhalb 1 min; gilt nur fir Smndordbezugsotmosphdre

) fur Stromgruppe E, F

GQ
us
us
us
us
us
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MB 105 ®
Optoelektronischer Koppler aus einer IRED im Ein-
gangskreis und einem planaren npn-Si-Fototran-
sistor mit und ohne BasisanschluB im Ausgangskreis.

0883

Priifzertifikat
Bauform 4 AnschluBbelegung siehe Seite 548
Grenzkennwerte

max
Eingangskreis
DurchlaBstrom3) 3 60 mA
SpitzendurchlaBstrom?) Iesm 3 A
periodischer IERM 120 mA
bei t, = 1us, 2 min. Pause
Sperrgleichspannung Ur 6 \
Spitzensperrspannung URRM 6 v

Auf Wunsch kann der Koppler auch mit Ucg= 35V (MB 105/5) sowie ohne
BasisanschiuB (MB 105/6) geliefert werden.

Ausgangskreis
Kollektor-Emitterspannung
MB 105/4
MB 105/5
MB 105/6
Emitter-Basis-Spannung’)
Emitter-Basis-Spitzen-
spannung)
Verlustleistung®)
(Transistor)
Koppler
Spitzenisolationsspannung®)
= 50 bis 60 Hz sinus
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
bis zu 30 Tagen

Kennwerte bei ¢, = 25°C
DurchlaBgleichspannung
bei | = 60 mA
Sperrgleichstrom

bei Up = 6V

YUcem
70

35
70

Yeso 6

<< <

Uesm 6
Prot 150 m

£ <

Uiorm 5,3 KV
_55...85 C
@ 5...35 o
o -55...125 «C

min max
Ug 1,65 V

I 10 pA
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Kollektor-Emitter-Dunkelstrom
MB 105/4
MB 105/5
MB 105/6

bei Ucgp = 10V
e =0 l

Ucg = 35V
B, MBS

IF =
Ucg = 70V { MB 105/4
e =0 \MB1056

Koilektor-Basis-Dunkelstrom™)
bel I = 0, Ucg = 70V
Emitter-Kollektor-Dunkelstrom
bei I =0, Ugc = 6V
Kollektor-Emitter-Strom

bel I|g = 10mA, Ucg =5V

A
B
C
D
E Youf

F fAnfrage
bel Ir = 10 mA, Ucg = 0.3

A-F

D und F auf Anfrage
Isolationswiderstand
bei Ujg = 0,5 kV
Isolationsstrom
bel Ujopm = 5,3 kV
Verzégerungszeit

Impulsanstiegszeit
Speicherzeit

Impulsabfallzeit

Iceo

Iceo
Ieco

ICE ()

) nur fir Koppler MB 105/4 und MB 105/5

3) bei einer Temperatur bis
um 0,8 mA/K
Y) bei einer Temperatur bis

<

<

nur Kollektorstromgruppe E und F
25°C, fir 25°C< B

25°C, fir 25°C < W4

um 1,6 mA/K, tp = 50 ps, tpt = 1:2
) bei 9, =125°C, fur 25°C < By < 85°C Reduktion um 2,0 mW/K

6

<

4,0
6,3
10,0
16,0
24,0
40,0

2,5

100

50

100

8,0
12,5
20,0
32,0
48,0
80,0

100

10
1,5
4,0%)

nA

uA

nA

uA

mA
mA
mA
mA
mA
mA

mA

GQ

.uA

us
us
us
us

85 °C Reduktion

< 85°C Reduktion

innerhalb 2,5s + 0.5s; Standardbezugsatmosphére TGL 20618/02
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MB 106
Optoelektronischer

Koppler

aus einer

Gallium-

arsenid-Lumineszenzdiode als Strahler und einem
Silizium-npn-Fototransistor als Empfénger.

Bauform 3

Grenzwerte

DurchlaBgleichstrom?)
bei 9, = —40 bis 25 <C

SpitzendurchlaBstrom3),
periodischer
bei 8, = —40 bis 25 °C

Sperrgleichspannung
bei ¥, = —40 bis 85 °C

Spitzensperrspannung,
periodische
bei 3, = ~40 bis 85 °C

Kollektor-Emitter-Spannung
bei $, == —40 bis 85°C

Koltektor-Emitter-Spitzen-
spannung
bei 9, = ~40 bis 85 °C

Emitter-Kollektor-Spannung
bei ¥, = —40 bis 85 °C

Emitter-Kollektor-Spitzen-
spannung
bei &, = —40 bis 85°C

Gesamtverlustleistung?)
bei 8, = —40 bis 25 °C

Spitzenisolationsspannung
periodische

Isolationsgleichspannung
Betriebstemperaturbereich
Lagerungstemperaturbereich
bis zu 30 Tagen

IFRM

Ur

UrrM

YUceo

Ucem

Yeco

‘100

200

35

35

mA

mA

mw

kv
kv
°C
°C
oC
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Kennwerte bei 9, = 25°C

min -max.
Kollektor-Emitter-Strom
bei I = 0mA
Ugg =25V Iceo 0.1 uA
Kollektor-Emitter-Strom
bei lg =10 mA
Ucg =038V lCE(H) 2,0 mA
Grundtyp bei ICE(H) 2,0 50 mA
Gruppe A 'r =10 mA ICE(H) 4,0 8,0 mA
Gruppe B Ucg =50V 1CEH) 6.3 12,5 mA
Gruppe C 1CE(H) 10,0 20,0 mA
DurchlaBgleichspannung
bei l|g =50 mA Up 15 V
Sperrgleichstrom
bei Ug =3 Y IR 10 uhA
Isolationswiderstand
bei Ujg = 0.5 kV RO 10 Ge
Schaltzeiten')
bei lcgy = 2mA
Ueeg = 20V
und R =100 Q
Impuls-Anstiegszeit t, 10 us
Impuls-Abfallzeit t 10 us
Verzdgerungszeit tg 3 us
Speicherzeit tg 1 us
~ .
') Impulsdauer ty = 50 us, Tastverhaltnis ©
?) Ig bei 8y > 25°C
%) Igrm bel 30 > 25°C
t
tp = 50us; +=1:2; abweichende Taostverhdlinisse noch Vereinbo-

rung zwischen Hersteller und Anwender.

4 Py bel 9 > 25°C
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MB 110

Optoelektronischer Koppler aus GaAs-Emitterdiode
als Sender im Eingangskreis und Si-Fotodiode als

Empfénger im Ausgangskreis.

Bauform 4

AnschluBbelegung 41-{‘—‘1 #_1
I H

1 a GoAs- . t ¥
2 k  Emitterdiode Harkierung
3 hel schiut 7T
5 k Fotodiode $-: | L:J
6  frei oI

7 2 @
Grenzkennwerte
‘Eingangskreis min, max.
'DurchlaBgleichstrom I 100 mA
DurchlaBspitzenstrom!) IERM 200 mA
'Durchbruchspannung U(BR) 3 v
' Spitzensperrspannung UprM 3 v
‘ Ausgangskreis
Durchbruchspannung Uear) 50 v
'Spitzensperrsponnung URrM 50 Y
‘Koppler
Betriebsisolationsspannung?  UjorM 2 kv
‘Betriebstemperatur i -25... 70 *C
‘Lagertemperatur Veeg 5... 35 °C
bis zu 30 Tagen stg —55...125 °C
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Kennwerte bei 1, = 25 °C
Ausgangskreis

Sperrgleichstrom
bel p = 0

Ug =20 \4 RO
bel lg == 0

Up =5 V lro

Eingangskreis
DurchlaBgleichspannung
bel I == 100 mA Ug
Sperrgleichstrom
bQIUR=3V,|F=-‘0 IR
Koppler
Isolatlonswiderstand
bel Uy, = 0,5kV R,
Sperrgleichstrom
bei UR x= 20V, ||: = 50 mA 'R
Schaltzeiten
bei 'F == 50 mA

Ug =20 V
undRy =51 Q
Anstiegszeit t,
Abfallzelt Yy

1) Impulsdauer tp = 50 us, Tastverhdltnis © = 1:2
?) Kriechstrecke nach TGL 16 559

100

75

250
250

nA

nA

RA

Ga

nA




MB 111 @

Optoelektronischer Koppler aus Infrarot-Emitter-
diode als Sender und Silizium-Fotodiode mit nach-
folgender integrierter Verstdrkerstufe als Empfénger
zur galvanischen Trennung von Stromkreisen mit

hohen Potentialdifferenzen.

Der Koppler ist TTL-kompatibel. Er stellt einen hybriden Logik-
schaltkreis dar (logische Funktion Y = A — positive Logik). Der
Kollektor des Ausgangstransistors ist offen.

Bauform 5

AnschluBbelegung 8 7 & 5
1 IRED-Anode mh,. 0
2 |IRED-Katode Markierun LI

3 nicht belegt Fiir An— q 1

4 nicht belegt ur An . ,____+___._ L
5 IS-Ausgang Y schiuB 1] |

6 1S-Masse %— ],

7 1S-Betriebsspannung Sanas :
8 Fotodiode-Katode [1“ 2 l}" IZ'
%Gunzwerh
'Eingangskreis
DurchloBgleichstrom Ig < 30 mA
 SpitzendurchlaBstrom IFRM = 60mA
Sperrgleiehspannung Ug < 3v
iAusgcnﬂhola
‘Betrlebsspannung Ug < 7V
L-Ausgangsglelchstrom oL = 16mA
Verlustieistung Peot =150 mW
'H-Ausgangsspannung UoH = 15V
iKopplu
Isolationsgleichspannung Uio = 2,8kV
3Betrlcbnomperuturbereid\ ¥q ~25°C...+7°C
'Lagerungstemperaturbereich Vg S5... 35°C

'bis zu 30 Tagen Ystg -55...100°C
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Kennwerte bei &, = 25°C

Eingangskreis min.
DurchlaBgleichspannung
beilp = 2 mA Up 1
beilg =15 mA Ug
bel lg =30 mA Ug
Sperrgleichstrom
belUg =3V Ir
Ausgangskreis

L-Ausgangsspannung
bel Ug =475V, Ig; =16 mA

und I =15 mA UoL
H-Ausgangsspannung
bel Ry = 4000 Q Uou 5
Ig = 2mA
H-Ausgangsstrom
bei US = 525V loH
Uop = 12V
I =20
Koppler ~
Isolationswiderstand Ro 100
Stromaufnahme
bel Ug == 525V, I = 30 mA g
Stromaufnahme
belUg = 5,25V, Ig = 0 lsy
Schaltzeiten
bei Ug =5V, R = 400 Ohm,C = 25 pF, Iz = 15 mA
Einschaltverz8gerungszeit tDHL
Ausschaltverzdgerungszeit tOLH
Anstiegszeit TN
Abfallzeit tTTHL

max.

1,35
1.4

v
\

10 nA

0.4

25

700
700
150
100

v

nA

GQ

‘mA

mA

ns
ns
ns

ns
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MB 125 | ' o
Miniaturreflexkoppler in Allplastausfiihrung.

Bauform 6
Grenzwerte bei ¥,=25°C
DurchiaB-
gleichstrom') Ig 56 mA
Sperrgleich-
spannung Ug 3 v
Kollektor-Emitter-
Spannung Uce 16 VvV
Betriebstemperatur-
bereich 3, -25 bis 485 °C
Lagertemperatur-
bereich L 5 bis 35 °C
bis zu 30 Tagen Vstg -55 bis +100 °C
Kennwerte bei 3,= 25°C min. max.
FluBspannung IRED
bel Ig =50 mA Ug 1.6 V
Kollektorstrom
beilp =0 mAUcg=5V Iceo 100 nA

Kollektorstrom
bei Reflexion?)

Ig =10mA, Ucg=5V Ic 400 nA
Sperr%lenchstwm IRED
bei IR 100 uA
~ Anstiegszelt und Abfallzeit
ei Ug =x 15V, t b 10 ps
Ic =150 uA,
R = 1kQ
Ubersprechen3)
bel Ip = 10 mA, Ucg=5V 8 Y,

Zur Gewdhrleistung der Funktion ist der Koppler vor Fremdstrahlung ab-
zuschirmen.

) bei einer Temperatur bis < 25°C, fiir 25°C < #, < 85°C, Reduktion
um 0,67 mA/K

?) Die Reflexion erfolgt an einer polierten Al-Flache mit einem Abstand
d = 1,5 mm zwischen Oberkante Linse und Al-Flache.

3) Verhaltnis des Kollektorstromes bei Abstrahlung in den freien Raum
zu Kollektorstrom bei Reflexion?),
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SP 101 - SP 102 - SP 103 @

Schnelle implantierte Si-Epitaxie-Planar-Fotodioden
als Fotodetektoren fir optoelektronische Systeme mit
Grenzfrequenzen im MHz-Bereich.

Bauform 7 (SP 101, SP 103)

8 (5P 102)
Grenzwerte bei 9. =25 °C
Sperrgleichspannung Ur 25V
Spitzensperrspannung UrRrM 25 V
Betriebstemperatur Ya -40...+ 70°C
Lagertemperatur Fug  +5...435
bis zu 30 Tagen Ustg —=50...-4100°C -

Kennwerte bei .= 25°C + 5K
' SP 101 SP 102 SP 103

Sperrgleichstrom
bet Ee =0Ilx Ur = 20V g

bei Ev = 10001x, Ur= 20 V") Ir

Empfindlichkeit bei mono-
chromatischer Strahlung

IVATAS

05< 002 < 1,0 yA
15 = 1,25 250 uA

0,25 nAfuW

A =900 nm Sa =
Wellenldnge bei max.
spektraler Empfindlichkeit ks max 820 am

Gesamtkapazitdt

bei Ur= 20V, f = 1 MHz, Caa <40 <10 <10 pF
Ee =0 Ix

Impulsanstiegszeit tt <10 < 5 <10 ns
Grenzfrequenz fmox 135 150 120 MHz

) gemessen mit einer Wolframlampe mit einer Farbtemperatur von 2 856 K
(Normallichtart A)




SP 105 o

Implantierte Si-Epitaxie-Planar-Sensorzelle mit ein-
geschlossenem Glasfilter. Sie ist als Fotodetektor fiir
elektronisch gesteuerte Kameras einsetzbar.

Sie zeichnet sich durch eine gute Anndherung der Empfindlich-
keit an die V (4)-Kurve aus und wird ohne &GuBere Spannungs-
quelle betrieben.

%relatlve spektrale
Empfindlichkeit?)

Bauform 9

KenngriiBan’bei By = 25°C min. max
KurzschluBstrom )

bei E= 103 Ix, R =102 . I 2,0 40 pA
Leerlaufspannung

bei E = 10° Ix, R; =10"Q U, 360 mV
Nullpunktwiderstand') R, 5.10 Q
Wellenlénge der max.

spektralen Empfindlichkeit L — 520 580 nm

bei 1 = 400 nm shrot 0.5

bei 1 = 700 nm gl 0,25
Aktinitat)

E = 10° Ix 9(Xe) 0,9 11
Betriebs-

temperaturbareisch 3, -15 ) 55 °C
Lagerungs-

temperaturbereich Be 5 35 °C

bis zu 30 Tagen -25 70 °C

1()stg
0,010 v

1 PR L4020 A
) Ro 0, = 6.010%)

) Bezugswellenlénge A = A .

Ik (4700 K)

) alXg) = Ky (2856 K)




SP 106

Si-

pin-Diode

—~ hohe Empfindlichkeit im nahen Infrarotbereich
- geringes Dunkelstromniveau
— als Empfénger fiir die Infrarotsignaliibertragung besonders

. geeignet

Bauform 9

Grenzwerte 0o = ~25...85°C

Sperrspannung Ur <25 V

periodische

Spitzensperrspannung URRM <25 V

Verlustleistung Ptot <150 mW
ﬁa = 25 OC

Betriebstemperatur Ve -25...+85 °C

Lagerungstemperatur Bag +5... +35 °C

bis zu 30 Tagen Dstg —40...4100 °C

Kennwerte

KurzschluBstrom Ik 250 uA
Ev =103 ix,
RL = <10Q

Leerlaufspannung Uo =330 mV
Ev =103 Ix,
RL=2>10"Q

Dunkelstrom IrRO <30 nA
UR =10V, Ee = 0

Spektrale Sa 2 0,5 uA/uW

Empfindlichkeit

Anstiegszeit tr <80 ns

Abfallzeit t <80 ns
Ur = 10V, RL 50 Q
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SP 116 XM - SP 117 XM - SP 118 XM ®
SP119X - SP123XM - SP 124 XM

Fotodioden-Chips

Positionsempfindliche Si-Fotodioden-Chips in bond- und klebe-
fahiger Ausfiihrung. Sie werden in Si-Planartechnologie gefer-
tigt. Die Diodenchips zeidhnen sich durch hohe Empfindlichkeit,
geringes Dunkelstromniveau und gute Homogenitdt der spek-
tralen Empfindlichkeit aus.

Strukturansichten  MaBe in um

Typ Kantenldnge Dicke Aktive Fléche')
X y z A, mm?

SP 116 XM 1660 + 10 2660 + 1 1,74

SP 117 XM 2 460 + 10 2 460 1 10 1,04

SP 118 XM 29 960 + 10 4960 + 10 260 + 40 138,2

SP 119 X 10 360 + 10 10 360 + 10 100

SP 123 XM 1460 + 10 1460 + 10 0,283

SP 124 XM 3460 + 10 3 460 + 10 3,14

") bei mehrelementigen Chips die Fldche eines Teilelementes

: 4

e : ; 1104
o | y
b R i P
’ 2
1 B2 i % §
, :ael

192]|% 7N
200 =
_.—L__ Bondflichen der Anoden

SP 116 XM : SP 117 XM
a = 2504, b = 695
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)
}% D) x,\
r\ /
¢ ™
b b
R
A
k-]
0175 g
D)
;7 IS )
“‘! 4 ) “LL vﬂ/ vl
[) L 7774 DN
200 200,
Bondflachen ~
SP 118 XM SP 119 X
@ = 4668, b = 29600 o =b = 10000
Bondflichen der Anoden
_
!
3 1 W% |
: V% |
708
. SP123XM SP 124 XM
1. Steg 100 1. Steg 100
| 2. Steg 180 2. Steg 194
- dy=1000 dy =2973
dy = 600 d, = 2 000
‘ a =20 a =20
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Grenzwerte

Spitzensperrspannung UgrM
Verlustleistung

je Fotodiodenchip Prot
Sperrschichttemperatur 9,

Kennwerte (8, =25°C; Ugp = 20 V)

Spektraler
Empfindlichkeitsbereich
(10 %, S-Grenze)

Ry < 100 Q; Alo's <10 nm

Wellenldnge der
max. Empfindlichkeit
R <100Q; Algs = 10nm

Spektrale Empfindlichkeit
R <100 Q; 2 =633 nm;
Algs = 10nm

Dunkelsperrstrom
R <100Q; E=10Ix

Anstiegs- und Abfallzeit
R ==50Q; 1 == 850 nm;
Algs £10nm

S (}‘mux)

%p

RO

SP 116 XM
SP 117 XM
SP 118 XM
SP 119 X

SP 123 XM
SP 124 XM

SP 116 XM
SP 117 XM
SP 118 XM
SP 119 X

SP 123 XM
SP 124 XM

SP 116 XM
SP 117 XM
SP 118 XM
SP 119 X

SP 123 XM
SP 124 XM

SP 116 XM
SP 117 XM
SP 118 XM
SP 119 X

SP 123 XM
SP 124 XM

SP 116 XM
SP 117 XM
SP 118 XM
SP 119 X

SP 123 XM
SP 124 XM

o0V

150 mW
125 °C

400 ...

340. ..
340. ..

700 + 20
700 + 20
900 + 50
900 + 50
700 £ 20
700 + 20

typ
typ
typ
typ
typ
typ

typ
typ
typ
typ
typ
typ

typ
typ
typ
typ
typ
typ

.. 1000
340 . ..

1000
1100

. 1100

1000
1000

0.3
0.3
0,4
0,3
0,3
0,3

0,1
0.1
200
200
0,1
0,3

40
40
60
2,5
40
40

nm
nm
nm
nm
nm
nm

nA

ns
ns
us"
us')
ns
ns
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Laterale Inhomogenit&t AS (Q
der Empfindlichkeit?) AS (0)
iR < 100 Q; Normallichtart A;

|p < 100 mA
Statisches Ubersprechen To2
Segment 2 i

Ry <100 Q; A = 633 nm;
?7.0'55 10 nm; 1, =100 uA;
=0

Pos. Linearitdtsabweichung?) Lg
R <1 kQ; Bestrahlte Fidche
& 0,5 mm

Lateralwiderstand Rg

- 100

- 100

SP 116 XM

SP 117 XM

SP 118 XM

SP 119X

SP 123 XM

SP 124 XM

SP 116 XM
SP 117 XM
SP 118 XM
SP 119 X

SP 123 XM
SP 124 XM
SP 118 XM
SP 119 X

SP 118 XM
SP 119 X

<5
Fléche J 50

£ 5
Flache J 50

< 55%)
Flache J 500

£ 5
Flache J 500

£ 5
Flache O 50

<5
Flache ¢ 50

HA WA

IA BA

#)
)

WA 1A

typ 100
typ 30

1 bei einer in der Mitte bestrahlten Fldche mit etwa & 5 mm

%a
%o
%
%o
%o

%o
%o

2) innerhalb eines Fldchenbereiches von 80 %, der &duBeren Chipabmessun-

gen (19, = 100 um)

3) fir eine Strahlung mit 1 £ 950 nm (Priifung mit Normlichtart A mit

Bg 19 — Filter)
I
9 A6 = P2 100
lp1




SP 211 o

Silizium-npn-Planar-Fototransistor in einem Metall-
Keramik-Gehduse mit linsenférmigem Glasfenster
fur frontalen Lichteintritt.

Durch seine glinstigen GuBeren Abmessungen wird der Aufbau

von Fototransistorzeilen und -matrizen mit einem RastermaB
von 2,5 mm méglich.

Bauform 10
Grenzwerte
min ~ max
Kollektor-Emitter-Spannung Ucko 50 V
Kollektor-Emitter-
Spitzenspannung < YUcem 50 V
Emitter-Kollektor-Spannung Veco 7V
o = —65...25°C
Gesamtverlustleistung Peot 50 mwW
¥q = —65...25°C
Betriebstemperatur 9q —65...-125 °C
Lagertemperatur Yo +5... +35 °C
bis zu 30 Togen g —65...+150 °C
Kennwerte bei #, = 25°C
Kollektordunkelstrom 1
E, = 0lx, u355t=° 25V CEO 100 nA
Kollektorstrom
E, = 1000Ix"), Ucg =5V
ungruppiert Ic 0,25 mA
A Ic 0.4 08 mA
B Ic 0,63 1,25 mA
C Ic 1.0 20 mA
D Ic 1.6 32 mA
Wellenlénge der max.
spektralen Empfindlichkeit - 800 900 nm
Offnungswinkel’)?) ® 20 [ °
Schaltzeiten Ic = 800 A, Ucc =35V
Verzégerungszeit . t4 5 us
Anstiegszeit t, 10 us
Speicherzeit tg 1.5 us
Abfallzeit 4 10 us

) Gemessen mit einer Wolframfadenlampe bei einer Farbtemperatur von
2 856 °K (Normlichtart) in Richtuné; der geometrischen Achse.
2) Abfall der Empfindlichkeit auf 50 %, des Wertes in optischer Achse,
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SP 212 | )
Si-npn-Planar-Fototransistor in Allplast-Linsen-Ver-
kappung.

Die spektrale Empfindlichkeit ist dem Einsatz in Verbindung mit
GaAs-IRED angepaBt.

Bauform 11
Grenziwerte
min max
Kollektor-Emitter-
Spannung Uceo 50 Vv
Kollektor-Emitter-
Spitzenspannung Ucem 50 V
Emitter-Kollektor-
Spannung Ueco 7V
Emitter-Kollektor-
Spitzenspannung UeceMm 7V
Gesamtverlustleistung Piot 100 mW
Y =—40...25°C
Betriebstemperatur E ~40 bis 85°C
Lagerungstemperatur 9stg 5...35°C
bis zu 30 Tagen Vseg -55 bis 100 °C
Kennwerte (3, = 25°C)
min max
Kollektordunkelstrom
Eq = 0; UCE= 25V 'CEO 100 nA
Kollektorstrom e
E, = 1000 Ix, Ucp =5V ungruppiert 0,63 mA
C 0,63 R 1,25 mA
1,00 2,00 mA

1,60 3,20 mA

)
nm
»

W

o

3

>

Wellenl&nge der mox,
spektralen
Empfindlichkeit ’smax 800 900 nm

Schaltzeiten
Ic = 800 pA, Ug =35V

Anstiegszeit t, 20") ps
Abfallzeit L 20") us
Offnungswinkel [C] 100 -

') fir die Gruppen C und D = 10ups
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SP 213 | o
Si-npn-Planar-Fototransistor in 3 mm Allplast-Linsen-
verkappung.

Die spektrale Empfindlichkeit ist dem Einsatz in Verbindung
mit GaAs-IRED angepaBt.

Bauform 12

Grenzwerte
min. max.
Kollektor-Emitter-
Spannung Uceo 50 V
Emitter-Kollektor-
Spannung Ueco 7V
Gesamtverlustleistung
Va = —-40...25°C Pot 100 mW
Betriebstemperatur S -40..,+85 °C
Lagerungstemperatur Gseg +5...435 °C
bis zu 30 Tagen Vseg -50...+4100 °C
Kennwerte bei 9, 25°C
- Kollektorstrom
bei Ev = 1000 Ix
Ucee= 5V Ic
ungruppiert 1,0 mA
D 1,0 20 mA
E 1,6 3,2 mA
F 2,5 50 mA
G 3,6 mA
Kollektor-
Dunkelstrom
bei Ee = 0,
Uce= 25V lceo 100 nA
Offnungswinkel .0 40 °
Schaltzeiten te e 20" ps

- Wellenlénge der
- max. spektralen
~ Empfindlichkeit Asmox 800 900 nm

1) fiir die Gruppen E und F = 10 us
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SP 215 ' o
Si-npn-Planarfototransistor hoher Fotoempfindlich-
keit in 5 mm — Allplast-Linsenverkappung.

Die Basis ist offen, die Steuerung erfolgt durch den Lichtein-
fall. Die spektrale Empfindlichkeit ist dem Einsatz in Verbin-
dung mit GaAs-IRED angepaBt.

Bauform 13
Grenzwerte
min max.
Kollektor-Emitter-
Spannung Uceo 50 V
Emitter-Kollektor-
Spannung Ueco 7V
Gesamtverlustleistung Prot 100 mW
9 =-40...25°C
Betriebstemperatur Ba -40...4+85 °C
Lagerungstemperatur Bsrg +5...435 °C
bis zu 30 Tagen Dseg ~50...-+100 °C
Kennwerte bei 8¢ = 25°C
Kollektor-Emitter-
Dunkelstrom Iceo 100 nA
bei Ee = 0lix
Uce = 25V
Kollektorstrom e
bei Ev =1 kix
Uce =5V
ungruppiert 1,6 mA
E 1,6 32 mA
F , 25 50 mA
G 4,0 80 mA
H 6.3 mA
Wellenladnge der max. )
spektr. Empfindlichkeit As 800 900 nm
Offnungswinkel (C] 30 grd
Schaltzeiten te, tf 20) us

Y fir die Gruppen D und E = 10 us
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vVQ 120 )

GoAs-Infrarot-Emitterdiode in Metall-Keramik-Ge-
hduse mit linsenférmigem Glasfenster.

Durch ihre duBeren Abmessungen ist der Aufbau von Emitter-
diodenzeilen und -matrizen mit einem RastermaB von 2,5 mm
méglich. Bauform und Abmessungen stimmen anndhernd mit
denen des Fototransistors SP 211 Gberein.

Bauform 14
Grenzwerte
min max
DurchlaBgleichstrom e 100 mA
SpitzendurchlaBstrom IERM 200 mA
periodischer
Sperrgleichspannung Ur 2 v
Betriebstemperatur By —65 100 °C
Lagertemperatur 8“9 5 35 °C
bis zu 30 Tagen S‘W —65 150 °C
Kennwerte bei 9, = 25°C
DurchlaBgleichspannung
Ig = 50 mA Ue 15 Vv
" Sperrgleichstrom
Up =2V R 100 uA
Strahlungsleistung
Ig = 50 mA, tp = 50 ms
A ' @, 400 pW
8 D, 700 uw
c o, 1000 ww
Wellenldnge der max. Emission, . 915 975 nm
g = 50 mA
Spektrale Halbwertsbreite AX 75 nm
I = 50 mA
Schaltzeiten bei lggy = 100 mA
Anstiegszeit t, 2 us
Abfallzeit & 2 us
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va 121 )
GaAs-Infrarotemitterdiode in  Allplast-Linsen-Ver-
kappung.

Durch ihre GuBere Gestaltung ist der Aufbau von Diodenzeilen
moglich,

Bauform 15

Gremwerte min. max.’
DurchlaBgleichstrom Ig 50 mA
SpitzendurchlaBstrom IFRM 100 mA
periodischer

SpitzendurchlaBstrom
nichtperiodischer '
(Einzelimpuls tp £ 10 ps) lesm 1.5

A
Sperrgleichspannung Ug 4 VvV
Betriebstemperatur 8, —40 85 °C
Lagerungstemperatur Bﬂg 5 35 °C
bis zu 30 Tagen 8“9 -50 100 °C
Kennwerte (#,=25°C)
DurchlaBgleichspannung
I = 50 mA Ug 1.5 VvV
Sperrgleichstrom
R=3V g 10 nA
Strahlungsleistung
Ig =50 mA ungruppiert @, o.M mwW
A o, 0.7 1,80 mW
B @, 1,12 mw
Uffnungswinkel (€] 100 .
IF =50 mA
Wellenlénge der
mox. Emission
I = 50 mA Amax 900 980 nm
Schaltzeiten Y 2 ps
JFRM = 50 mA t, 2 s
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vQ 123

Infrarotemitterdiode in einer rauchfarbenen . 3-mm-

Allplast-Linsen-Verkappung

Die Diode weist einen hohen StrahlungsfluB auf und ist flr
Impulsbetrieb geeignet. lhr Emissionsbereich ist an den spek-
tralen Empfindlichkeitsbereich von Si-Fotoempféngern ange-

paBt.
Bauform 16
Grenzwerte
DurchlaBgleichstrom R min. mox.

bei ¥q = —40...25°C 3 100 mA
SpitzendurchlaBstrom,
periodischer

bei 9, = —40...25°C 1FRM 200 mA
SpitzendurchlaBstrom,
nichtperiodischer

bei ¥, = —40...85°C Tesm 25 A
Sperrgleichspannung

bei ¥, = -40...85°C Up 5 VvV
Betriebstemperatur Tq ~40 85 °C
Lagertemperatur 1‘}“9 5 35 °C
bis zu 30 Tagen g -50 100 °C
Kennwerte bei ¥, = 25°C
DurchlaBgleichspannung

bei lg = 50 mA Ug 15 V

bei If = 100 mA ) Ue 1.7 V
Strahlungsleistung

bei Ig =50mA VQ123C &, 1.6 3.5 mW

vQi2z3A D 2,3 40 mw
vQ 123 B ] 2,6 mwW

Sperrgleichstrom

bei Ug = 3V IR 10 pA
Offnungswinkel

bei g = 50 mA e 50 .
Wellenldnge des Maximums
der spektralen Emission

bei Ip = 50 mA A max 900 980 nm
Spektrale Strahlungs-
bandbreite Akos 75 nm
Schaltzeiten

bei IggM = 50 mA t 4 2 ps
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vQ 125

Infrarotemitterdiode auf GaAs-Basis in einer rauch-

farbenen 5-mm-Durchmesser-Allplast-Linsenverkap-

pung.

Die Diode weist einen hohen StrohlungsfluB auf und ist fir
Impulsbetrieb geeignet. Ihr Emissionsbereich ist gut an den
spektralen Empfindlichkeitsbereich von Si-Fotoempfiangern an-

gepaBt.
Bauform 17
Grenzwerte min max
DurchlaBgleichstrom

bei 8, = —40 bis +25°C Ig 100 mA
SpitzendurchlaBstrom
periodischer

bei ¥, == <40 bis 425°C IFRM 200 mA
SpitzendurchlaBstrom

bei @, = -40 bis +85°C IEsM 2,5 A
Sperrgleichspannung

bel &, = —40 bis +85 °C Up 5 v
Betriebstemperatur 04 —-40 +85 °C
Lagerungstemperatur Verg +5 +35  °C
bis zu 30 Tagen 9stg -55 +100 °C
Kennwerte bei ¥, = 25°C
DurchlaBgleichspannung Ug

bei Ig = 50 mA 1wV

bei 'F = 100 mA 1,7 V
Strahlungsleistung

bei lg = 50 mA

A D, 2.4 5,4 mW
B ®, 3.6 mw

Sperrgleichstrom

bei Up =3V g 10 pA
Wellenlénge des Maximums
der spektr. Emission

bei Ip =50 mA max 900 980 nm
Spektrale Strahlungs-
bandbreite Ay 0,5 75 nm
Offnungswinke! 40 *
Schaltzeiten

bei Ipgm = 50 mA -
Impulsonstiegszeit Y, 4 2  us
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Lichtemitterdioden

Typ

Emissionsfarbe

Gehduseeinfdrbung

5 mm Durchmesser

VQA 10
VQA 13
VQA 13-1
VQA 23
VQA 33
VQA 16
VQA 26
VQA 36
VQA 46
VQA 102
VQA 202

TSN-rot
rot

rot
griin
gelb
TSN-rot
grin
gelb
orange
rot
griin

Zweifarbdioden

VQA 60
VQA 70
VQA 80

TSN-rot/griin
TSN-rot/gelb
gelb/griin

rot diffus
weiB diffus
rot diffus
grin diffus
gelb diffus
rot klar
grin klar
gelb klar
orange klar
rot klar
griin klar

weiB diffus
leicht gelb diffus
leicht griin diffus

Komplettierung der LED mit 5mm Gehdusedurchmesser mit

Montagehiilse und Halterung méglich *

3 mm Durchmesser

VQA 17
VQA 27
VQA 37
VQA 47

TSN-rot
grin
gelb
orange

rot diffus
griin diffus
gelb diffus
orange diffus
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Typ Emissionsfarbe - Gehduseeinférbung

Sonderbauformen

VQA 14 TSN-rot rot teildiffus
VQA 24 griin grin teildiffus
VQA 34 gelb gelb teildiffus
VQA 15 rot weiB diffus
VQA 25 grin grin diffus
VQA 35 gelb gelb diffus
VQA 18 TSN-rot rot teildiffus
VQA 28 grin grin teildiffus
VQA 38 gelb gelb teildiffus
VQA 19 TSN-rot rot teildiffus
VQA 29 griin grin teildiffus
VQA 39 gelb gelb teildiffus
VQA 49 orange orange teildiffus
VQA 101 TSN-rot rot teildiffus
VQA 201 griin grin teildiffus
VQA 301 gelb gelb teildiffus

Die Lieferung aller Lichtemitterdioden erfo'lgt nach Lichtstérke-
gruppen sortiert. In einer Verpackungseinheit streut die Licht-
stdrke der einzelnen Dioden max. um den Faktor 2.

Bei Zweifarb-LED betrdgt lvmin :lvmex innerhalb einer LED
< 3 (Verhaltnisgruppe 1) bzw. < 6 (Verhdltnisgruppe 2)

Lichtstérkegruppen A B C D E F G
lvmin 0,4 06 09 135 20 30 4,5 mcd
H | K L
lvmin 6,8 10 15 23 med
M N (0] P R
lmin 34 51 77 116 172 med
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VQA 10

86

713

Grenzwerte
DurchlaBgleichstrom
:bei Va =-25...55°C
Sperrgleichspannung
bei #a = —25...85°C
Betriebstemperatur

Lagerungstemperatur
fir Lagerung bis zu 30 Tagen

%Kennwerte (%a = 25°C)
Lichtstarke

bei IF = 10 mA
DurchlaBgleichspannung
bei IF = 10 mA

;Sperrgleichstrom
bei UR =5V

Wellenldnge der
max. spektralen Emissionen

Offnungswinkel

|qux 30 mA
URmax 5V
Ya -25...85°C
ﬁsig 5... 35 OC
Ustg ~50...50°C
Iv 0,6...4,5mcd
Ur <26V

R < 100 uA
ko 635 + 10 nm
(O 60°
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VQA 13- VQA13-1-VQA23-VQA33

56

- 85 113
Grenzwerte
DurchlaBgleichstrom
bei §a == =25...55°C IFmax 30 mA
Sperrgleichspannung
bei 0q = —25...85°C URmon 5V
Betriebstemperatur Ya -25...85 °C
Lagertemperatur g 5...35°C
fir Lagerung bis zu Vseg ~50...50 °C
30 Tagen
Kennwerte (o = 25°C)
Lichtstarke
bei Ir = 20 mA W VQA 13 0,4...3,0 med
bei lr = 20 mA VQA 13-1 0,4...3,0 mcd
bei IF = 10 mA VQA 23 0,6...4,5 med
bei If = 20 mA VQA 33 06...45 med
DurchlaBgleichspannung Ur VQA 13 <18V
bei If = 20 mA VQA13-1 <18V
VQA 23 <26V
VQA 33 <28V
Sperrgleichstrom IR <100 pA
bei Ur =5V
Wellenldnge der Ap VQA 13,13-1 660 £ 30 nm
max. spektralen Emission VQA 23 560 4+ 10 nm
VQA 33 590 + 10 nm
Offnungswinkel O, 60 °
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VQA 102 - VQA 202

Rot- bzw. griinstrahlende Lichtemitterdioden in klarer
schwach eingefdrbter Allplastlinsenverkappung mit
hohen Lichtstdrkewerten

Grenzwerte

DurchlaBgleichstrom
$a = =25...55°C
Sperrgleichspannung
Be = -25...85°C
Betriebstemperatur
Lagertemperatur

fur Lagerung bis zu
30 Tagen

Kennwerte (8o = 25°C)

Lichtstdarke

bei IF == 20 mA

DurchlaBgleichspannung

bei IF = 10 mA

Sperrgleichstrom

bei Ur = 4V (VQA 102)
5V (VQA 202)

Wellenldnge der

max. spektralen Emission

175 96
Katode &
i s _} o
95 72,3
IFmax 30 mA
URmax VQA 102 4V
VQA 202 5V
Sa -25...85°C
1(}stg 5 “ e 35 OC
’ﬁstg -50...50 OC
lv 34...172 med
Ur <28V
IR < 100 pA
hp VQA 102 660 + 30 nm
VQA 202 560 + 10 nm
(CH 20°

Offnungswinkel
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VQA 16 - VQA 26 - VQA 36 - VQA 46

Grenzwerte
DurchiaBgleichstrom
B = =25,..55°C
Sperrgleichspannung
¥o =-25...85°C
Betriebstemperatur

Lagertemperatur
fir Lagerung bis zu
30 Tagen

Kennwerte (9, = 25°C)

Lichtstdarke
bei F = 10 mA

DurchlaBgleichspannung
bei IF = 10 mA

Sperrgleichstrom

bei Ur =5V
Wellenlange der

max spektralen Emission

Uffnungswi’nkel

175 96
Katode &
L o
T}
195 72,3
{Fmax 30 mA
URmcx 5V
8a -25...85 °C
Sstg 5...35 °C
Ustg ~50...50 °C
v VQA16, 36, 46 3,0...10,0 mcd
VQA 26 3,0...23,0 med
Ur <26V
Ir < 100 uA
e VQA16 635 + 10 nm
VQA 26 560 + 10 nm
VQA 36 590 = 10 nm
VQA 46 610 ¥ 10 nm
Be 25°
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VQA 60 - VQA 70 - VQA 80

85 713
BS5 86
ST P 1
=
7 -
v VA ] -
™~ A -
| Anoae?  Katode  Anode 2
Grenzwerte '
DurchlaBgleichstrom IFmax 30 mA
B ==25...55°C
Sperrgleichspannung URmax 5V
¥e =-25...85°C
Betriebstemperatur Sa -25...85°C
Lagertemperatur Vstg 5...35°C
fur Lagerung bis zu Vseg -50...50°C
30 Tagen

Kennwerte (8 = 25°C)

Lichtstérke

bei IF = 10 mA v VQA 60 0,9...3,0mcd
VQA 70, 80 0,6...2,0 mcd

DurchlaBgleichspannung

bei {F = 10 mA Ur <26V
Sperrgleichstrom
bei Ug = 5V IR < 100 pA
Wellenlénge der Ap VQA 60 635 + 10 nm
spektralen Emission 560 & 10 nm
VQA 70 635+ 10 nm
590 4+ 10 nm
VQA 80 560 4+ 10 nm
590 + 10 nm
Offnungswinkel (S 60°
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VQA 17 - VQA 27 - VQB 37 -

Grenzwerte
DurchlaBgleichstrom
Ha = =25...55°C
Sperrgleichspannung
8o =-25...85°C
Betriebstemperatur

Lagertemperatur
fiir Lagerung bis zu
30 Tagen

Kennwerte (8. = 25°C)

Lichtstdrke
bei Ir = 10 mA

DurchlaBgleichspannung

bei IF = 10 mA
Sperrgleichstrom
bei UR =5V
Wellenlénge der
spektralen Emission

UOffnungswinkel

VQB 47
26 27
BT SR — )
I —5%
Katode 13 35
. 24 56
lFmex 30 mA
URmax 5 \
Ha -25...85 °C
Dstg 5...35°C
Dstg -50...50 °C
Iy VQA 17 0,4...2,0mcd
VQA 27 1,35...10 mcd
VQA 37 0,4...20mcd
VQA 47 0,4...30mcd
Ur <26V
Ir < 100 pA
Ap VQA 17 635+ 10 nm
VQA 27 560 + 10 nm
VQA 37 590 + 10 nm
VQA 47 610 + 10 nm
O 70°
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VQA 14 - VQA 24 - VQA 34

Katode 175 75
T o]
L ¥,
L 95 16
Grenzwerte
DurchlaBgleichstrom IFmax 30 mA
bei §o =-25...55°C
Sperrgleichspannung URmax 5V
bei%a = —25...85°C
 Betriebstemperatur %o -25...85 °C
Lagertemperatur B9 5...35°C
fiir Lagerung bis zu Vstg ~50...50 °C
" 30 Tagen
 Kennwerte bei 8o = 25°C
~ Lichtstarke
bei Ir =20 mA v 0,4...2,0 med
" DurchlaBgleichspannung
bei I == 20 mA Ur <28V
" Sperrgleichstrom
bei Ur =5V IR < 100 uA
~ Wellenlénge der Ap VQA 14 635 4+ 10 nm
 max. spektralen Emission VQA 24 560 + 10 nm
| VQA 34 590 =+ .10 nm
- Offnungswinkel Oe 100°
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VQA 15 - VQA 25 - VQA 35

Grenzwerte

DurchlaBgleichstrom IFmax 30 mA
bei 9 = —-25...55°C

Sperrgleichspannung URmax . 5V
bei $a = -25...85°C

Betriebstemperatur 9o -25,..85°C
Lagertemperatur g 5...35°C
fur Lagerung bis zu Bsig

30 Tagen -50...50°C

Kennwerte (8o = 25°C)
Lichtstdrke

bei Ir = 20 mA v VQA15 04...1,35mcd
bei Ir = 10 mA VQA 25 0,4...3,0 med
bei IF = 20 mA VQA 35 0,4...3,0mcd
DurchlaBgleichspannung
bei IF =20 mA Ur VQA 15 <18V
bei [F = 10 mA VQA 25 <26V
bei IF = 20 mA VQA 35 <28V
Sperrgleichstrom
bei Uk =5V R <100 uA
Wellenlange der kp VQA 15 660 + 30 nm
max. spektralen Emission VQA 25 560 + 10 nm
VQA 35 590 4+ 10 nm
Offnungswinkel O. 100°
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VQA 18 -

VQA 28 - VQA 38

Katode 96
- -y —
& n Wl
| I '
' Z
L 95 124 =7
[V}
Grenzwerte
DurchlaBgleichstrom
bei 9a = -25...55 °C IFmax 30 mA
Sperrgleichspannung
bei $a = —25...85°C URmax 5V
Betriebstemperatur Ya -25...85 °C
Lagertemperatur Sstg 5...35°C
fiir Lagerung bis zu Dseg ~50...50 °C
30 Tagen
Kennwerte (9. = 25°C)
Lichtstarke
bei IF =20 mA Iv VQA 18 0,6...2,0mcd
VQA 28 0,9...3,0mcd
VQA 38 06...2,0med
DurchlaBgleichspannung
bei IF = 20 mA Ur <28V
Sperrgleichstrom
bei UR =5V Ir < 100 uA
Wellenldnge der Ap VQA 18 635 + 10 nm
max. spektralen Emission VQA 28 560 4+ 10 nm
VQA 38 590 4 10 nm
Offnungswinkel (S8 100°
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VQA 19 - VQA 29 - VQA 39 - VQA 49

Kafode

. 795
g r
K

Grenzwerte

DurchlaBgleichstrom
Yo = —25...55°C)
Sperrgleichspannung

bei $o = -25...85°C
Betriebstemperatur

Lagertemperatur
fur Lagerung bis zu
30 Tagen

Kennwerte (8¢ = 25 °C)
Lichtstdrke

bei Ir = 20 mA
DurchlaBgleichspannung

bei Ir = 20 mA
Sperrgleichstrom

bei U =5V
Wellenldnge der max.
spektralen Emission

Offnungswinkel

IFmax

URmax
Yo

‘ﬁs!g
9 stg

v

Ur

Ap

(S

VQA 19
VQA 29
VQA 39
VQA 49

30 mA

-25...85 °C

-50...50 °C

0,4...2,0 med
<28V

< 100 uA
635+ 10 nm
560 & 10 nm
590 + 10 nm
610 + 10 nm

100°
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VQA 101 - VQA 201 - VQA 301

2,54

Grenzwerte
DurchlaBgleichstrom IF mox
(%o = —-25...55°C)
Sperrgleichspannung

bei 9q = -25...85°C UR maos

Betriebstemperatur Sa
Lagertemperatur Dseg
flir Lagerung bis zu Darg
30 Tagen

“Kennwerte (9 = 25°C)
Lichtstérke

 bei lF=20mA v
DurchlaBgleichspannung

~ bei lF= 20 mA Ur
Sperrgleichstrom

~ beiUrR=15V IR
Wellenlénge der max. Ao

spektralen Emission

Offnungswinkel O

VQA 101
VQA 201
VQA 301

Wl e

[l

83
AR
30 mA

5 Vv
-25...85 °C
5...35 °C

-50...50 °C

0.4...2,0 med
<28V

< 100 pA
635 - 10 nm

560 4 10 nm
590 4+ 10 nm

100°
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VQB 16 - VQB 17 - VQB 18 [
Rotstrahlende einstellige Lichtschachtbauelemente
mit Diodenchips auf GaA/As-Basis.

Ziffernhéhe 19,6 mm.

VQB 16: herausgefiihrte Katoden und Anoden
VQB 17: gemeinsame Katode
VQB 18: gemeinsame Anode

Grenzwerte
DurchlaBgleichstrom

bei $a = -25...25°C IF 20 mA
SpitzendurchlaBstrom,
periodischer ,

bei 9a = —25...25°C IfrM 150 mA
Sperrgleichspannung .

bei ¥a = —-25...85°C Ur 4 V
Betriebstemperaturbereich $a -25...85 °C
Lagerungstemperatur- Tstg 5...35 °C
bereich
Lagerung bis zu 30 Tagen Hug -50...50 °C

Kennwerte bei s = 25°C

Lichtstérke lv 230...1170 ucd
bei Ir = 10 mA

Lichtstdrke-

verhdltnis I max

bei IF = 10 mA v min <20
DurchlaBgleich-
spannung

bei Ir = 10 mA UF max 2,6 V
Sperrgleichstrom

bei Ur = 4V IR max 100 uA

Wellenldnge der
max. spektralen
Emission p 660 4 30 nm




VQB 26 - VQB 27 - VQB 28
Griinstrahlende einstellige Lichtschachtbauelemente

mit Diodenchips auf GaP-Basis.
Ziffernhéhe 19,6 mm,

VQB 26: herausgefiihrte Katoden und Anoden
VQB 27: gemeinsame Katode
V@B 28: gemeinsame Anode

Grenzwerte

DurchlaBgleichstrom

bei Ya =— —25...250C IF

SpitzendurchlaBstrom,

periodischer

bei %a == —25...25°C IFRM

Sperrgleichspannung

bei 9o = —25...85°C UR
Betriebstemperaturbereich $a

Lagerungstemperatur-

bereich

'9 stg

Lagerung bis zu 30 Tagen 8sg

Kennwerte bei $a = 25°C

Lichtstarke

. bei [F=10 mA
Lichtstarke-
-verhdltnis

~ beilF= 10mA
DurchlaBgleich-
spannung

 bei lF= 10 mA
Sperrgleichstrom
~ beilUr=16V
Wellenldnge der
- max. spektralen
Emission

lv

IV max

IV min

UF max

Ap

20

150

-25...85
5...35
-50...50

230...1700

2,6

100

565 4+ 10

mA

mA
°C
°C

°C

ucd
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AnschluBbelegung VQB 16, VQB 26

An- Belegung An- Belegung
schiuB- schiuB-
Nr. Nr.
1 ohne Stift 10 Fa
2 Ag 1 Fk
3 Da 12 Bk
4 Dy 13 Bp
5 Cx 14 Ca
6 Eg 15 Ap
7 Ep 16 ohne Stift
8 Fg 17 Ag
9 ohne Stift 18 ohne Stift
1975
/’fl‘l <
AN
% | UA S
i N
gz el
N
e (2713
| vof fay
1524%2) x
[ 1 B
= i
b ] - A )

x) Anzeigefldche

x2) Einsatz der Anzeigen auf Leiterplatten mit metrischem RastermaB
zul&ssig.




AnschluBbelegung VQB 17, VQB 18, VQB 27, VQB 28

An-

Belegung Ane- Belegung
schluB- schiuB-
Nr. V@B 17, 27 V@B 18, 28 Nr. V@B 17, 27 VQB 18, 28
1 ohne Stift 10 H
2 A " D
3 F 12 K" gA")
4 oK) gA") 13 c
5 E 14 G
6 gK" gAY 15 B
7 nbf) 16 ohne Stift
8 ohne Stift 17 FLY)] gA")
9 ohne Stift 18 ohne Stift

) nb = nicht belegt;

1875
@l o @,
. ‘}g [y
11 R Y g
: Ny -+
= A ™,
’(T F ‘(;B S %Z
eu R I R A KT = .
&N e 1% &| | =
i (8o 4 3
By 5 3
- 1=n18
u;
N &
1 9 0

x') Anzeigeflache

x?) Einsatz der Anzeigen ouf Leiterplatten mit metrischem RastermaB

zuldssig.

gA = gemeinsame Anode; gK = gemeinsame Katode

st
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VQB 200 - VQB 201 ®

16-Segment-Lichtemitteranzeigen

Griinstrahlende einstellige Lichtschachtbauelemente mit Dioden-
Chips auf GaP-Basis.

Symbolhdéhe 12,7 mm

VQB 200 gemeinsame Katode
VQB 201 gemeinsame Anode

172 +025 3105 95tz
g a7

[ 7 / N -
I y
Ry S 0
o | 00 | N S| =
ST AN S
| )
g | U= S 3
Q_ -
T
Y
12,7 + A{lﬁi
[ + NG Wyt
L 045 X (M
A 2N
— .t
| +
AnschluBbelegung
VQB 200 VQB 201
1 B 10 v
2 ° A 1 S
3 ™M 12 R
4 K 13 D
5 H 14 U
6 G 15 P
7 T 16 C
8 F 17 N
9 E 18 gK')  gA")
) gK = gemeinsame Katode gA == gemeinsame Anode
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Grenzwerte

DurchlaBgleichstrom?) 13

9y = —25...25°C
SpitzendurchlaBstrom?) {ERM
periodischer

L, = ~25...25°C

Sperrgleichspannung'} Ug

9, = ~25...85°C
Betriebstemperaturbereich By
Lagerungstemperaturbereich 9“9
bis zu 30 Tagen ﬂslg

Kennwerte (8, = 25°C, I = 10 mA)
Lichtstérke ly
Lichtstérkeverhditnis

WV max
W min
DurchlaBgleichspannung') UE max
Sperrgleichstrom?) IR max
Up =6V
Wellenlénge der max. Ap
spektralen Emission
Spektrale Strahlungsbandbreite JACNY

) je Segment und je Dizimalpunkt

17,5 mA

120 mA
6 V
=25 .85 °C
5 .35 °C
~50 .50 °C

150...1170 ncd
S20

26V
100 upA

565 + 10 nm

40 nm
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vac 10 ' | °

Vierstellige Anzeige aus vier 5)X7 LED-Matrizen mit
integriertem Spaltentreiber-Schaltkreis.
Emissionsfarbe: rot

1
J—— | r
. 'r -+ ey a
[ tjpdogd | [ I |
<L
5 o L L4_J Loji
o |
& 1
i L
10 '
3Ix10=30
33,8 max.
% 2%
RN —
~
= AAAAAAAAAAAAA7
4494044444444
ot 1. 25
Tx2,5=35
AnschluBbelegung
1D1 9cp3 1727
2cpt 10 Masse* 182 6
3 Masse*® "N D4 1923
4D 3 12 cp 4 2 21
S5cp2 13 Masse® 2122
6 Masse® 14 Ucc 2274
7.V, 15D5 2325
8D2 16 Masse 24 Masse
* Warmeableitstift
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Grenzwerte

Betriebsspannung

bei %o = -25...85°C
Eingangsspannung

bei #a = -25...85°C
Zeileneingangsspannung
bei $¢ = ~25...85°C
Gesamtverlustleistung’)
bei 8a =-25...25°C
Taktfrequenz

bei Ucc= 5,25V

Kennwerte bei %o = 25°C
Lichtstérke)?)3)

bei Uiz = 5V
Lichtstarkeverhdltnis von
Diodenchip zu Dioden-
chip)

bei Uz = 5V

Wellenlange der maximalen
spektralen Emission?)
H-Eingangsstrom

bei Ucc= 525V

und UH = 24V
L-Eingangsstrom-Daten
L-Eingangsstrom-Takt

bei Ucc= 5,25V

und U = 0,4V
Eingangsdiodenspannung
bei Ucc= 4,75V

und ic = 12mA
Zeileneingangsstrom

bei Uiz =5V
Stromaufnahme

bei Ucc= 525V.

Ucc
Ui
Uiz
Ptot

fc

|v max

lv min

Ap

liH
—lno
~he

~-Uic
iz

Icc

25

max

55

1,65

1.25

2,0

660 + 30

0,08
2
0,8

1,5
500

68

< < < <

MHz

ucd

nm

mA
mA
mA

mA

mA
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min max
Temperaturkoeffizient
der Lichtstérke
bel ¥a = 25...85°C ~TKiv 1,0 /K
Reduktionskoeffizient
der Gesamtverlustleistung
bei ¢ = 25...85°C —TKPtot 15 mWwW/K

Betriebsbedingungen

Betriebsspannung Ucc 4,75 525 V
Taktimpulsdauers) tpe 400 ns
Datenvoreinstellzeit ty 300 ns
Datenhaltezeit th 300 ns
H-Eingangsspannung U 2 55 V
L-Eingangsspannung UiL 08 V
Zeilenspannung Uiz 2,5 50 V

1) Lichtstdrkemessung erfolgt an einem beliebigen Diodenchip
mit einem Offnungswinkel von 15° 4 3°

?) tp = 250 us, T==1:10

3) Priifung des Lichtstdrkeverhdltnisses erfolgt durch visuelle
Kontrolle auf der Basis von Vergleichsmustern.

Y) Die Halbwertsbreite liegt bei = 40 nm.

5) gliltig nur fir Ucc= 55V;Uiz= 5V und einem Anzeigen-
belastungsfaktor von 0,57 (20 Bildpunkte pro Stelle einge-
schaltet)

6) HL-Flanke zu LH-Flanke

596



VQE11-VQE12 - VQE13 - VQE 14
Lichtemitteranzeigen

Rotstrahlende zweistellige Lichtschachtbauelemente
mit Diodenchips auf GaP-Basis. Ziffernhéhe 12,7 mm.

VQE 11, VQE 13 gemeinsame Katode
VQE 12, VQE 14 gemeinsame Anode

Grenzwerte bei 84 = 25°C

DurchlaBgleichstrom Ir 30
SpitzendurchlaBstrom,
periodischer IFRM 200
Sperrgleichspannung

bei 8 == -25...85°C Ur 5
Betriebstemperatur Ya -25...85
Lagerungstemperatur Ostg 5...35
Lagerung bis
zu 30 Tagen Dseg -50...50
Kenngr8Ben bei %o = 25°C
Lichtstdrke . lv 150...780

bei IF == 20 mA
Durchlafigleichspannung

bei IF == 20 mA UF max 2,8
Sperrgleichstrom

bei Ur =5V IR max 100

Wellenlédnge der max.
spektralen Emission ke 635+ 10

mA
mA
°C
°C
°C

pcd
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VQE21 - VQE22 - VQE 23 - VQE 24

Lichtemitteranzeigen

Griinstrahlende zweistellige Lichtschachtbauelemente

mit Dioden-Chips auf GaP-Basis.

Ziffernhdhe 12,7 mm.

VQE 21, VQE 23 gemeinsame Katode
VQE 22, VQE 24 gemeinsame Anode

Grenzwerte bei 9. = 25 °C

DurchlaBgleichstrom IF
SpitzendurchlaBstrom,
periodischer IFRM
Sperrgleichspannung

bei $q = —25...85°C Ur
Betriebstemperatur %a
Lagerungstemperatur Dseg
Lagerung
bis zu 30 Tagen Ostg

KenngroBen bei $o = 25°C

Lichtstdrke Iv

bei lr = 10 mA
DurchlaBgleichspannung

bei [F = 10 mA UF max
Sperrgleichstrom

bei Ur = 6V IR max

Wellenldnge der max.
spektralen Emission Ao

20

150

230...1170

2,6
100

565 + 10

mA

mA

°C
°C

°C
ued
v

pA

nm
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AnschluBbelegung

An- Belegung‘) An- Belegung’)
schluB- VQE 11 QE 12 schiuB- VQE 11 VQE 12
Nr. VQE 21 VQE 22 Nr. VQE 21 VQE 22
1 nb 10 G,

2 Fy " Az

3 1 12 F.

4 aK; oA 13 B,

5 gkKa gA,; 14 Ay

[ D2 15 Ey

7 Es 16 C

8 Ca 17 Dy

9 Ha 18 nb

" nb = nicht belegt; gk = gemeinsame Katode; gA = gemeinsame Anode

24.8%7)
375 93
B .
I ~L r
7A1 UF zm +.\T 3 a7 Ef
MRS Yas 8 &
o Ll
Stelle der L@'-/ [ 19x45° 3,1 | | 950
Kennzeichnung
6x2542032%Y Ansicht auf die
gy Amsonlulstifte
\ ) " ’

JR000 AT f
HLt

©co000c0000

600000000

B O

x') Anzeigeflache

x?) Einsatz der Anzeigen auf Leiterplatten mit metrischem Rastermal ist

zulassig.
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AnschluBbelegung

An- Belegung') An- Belegung')
schiuB- VQE 13 VQE 14 schluB- VQE 13 VQE 14
Nr. VQE 23 VQE 24 Nr. VQE 23 VQE 24
1 C 10 G,

2 Ey " Az

3 Dy 12 Fe

4 aKy aAy 13 B2

5 aky aA; 14 By

6 D, 15 Fy

7 E; ] 16 As

8 Cs 17 Gy

9 H2 18 - Hy

'} gK == gemeinsame Katode; gA = gemeinsame Anode

2u80% 7)
2.7

e

I

3
S
~

|
i 1

4
R 8

15x45° 3, 950

13

1524
7747

Jrelle der lothar
Kennzeichnun, ) )
8x2.54 =2‘%,3{X2) Ansicht auf die

254 ¢ 045 Anschlufistifte
A 2l p !

1040004, roreee)
\

H -uooe'onoet
4

x') Anzeigefidche
x?) Einsatz der Anzeigen auf Leiterplatten mit metrischem RastermaB ist
zuldssig.




VQH 604 ' )

LED-Kompaktbauelement fiir den Einsatz in der Kon-

sumgiiterelektronik z.B. als Kassettenfachhinter-

leuchtung '

— GréBe eines leuchtenden Segmentes 3,25 X 2,5 mm?

— Reihenschaltung von 1 rotem und 5 griinen LED-Chip

— hohe Packungsdichte von LED-Einzelfunktionen pro Flachen-
einheit bei min. Einbautiefe von ca. 1,5 mm

— verzinnte Anschlisse am Rande der Oberseite des Chip-
trdgers

5x375=1875

375
325

]
i i j_ " i , S o
I G I N R . | R I I R - ©oF 4 _,__*QI
fs1 l _LszH ;53] 01 5] Hss Ny N
T T
Anzelyef/}imc l I
‘JT"' ! e

i “Anade | Katode —} | § r/é‘
3 1 ] (7}2
i -/ - 72
' 2502

AN

DD —-
ST ...
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Grenzwerte
DurchiaBgleichstrom
bei 8, = —25..,25°C

Sperr%leichspunnung
bel 9 = —25...25°C

Betriebstemperatur
Lagerungstemperatur
Lagerung bis zu 30 Tagen

Kennwerte (8, = 25 °C)
Lichtstédrkemittelwert
bel I = 10 mA

DuvchlaBgle:chspunnung
bei I = 10 mA

Sperrgleichstrom
bei Up = 30V

Wellenldnge der max.
spektralen Emission

Fmax

YRmax

'len
Uqux
IRmax

Ap

20
30
~25...55
5...35
~25,..55
150

15,6
100
635 + 10
565 + 10

mA

°C
°C

ned
v
A

nm
nm
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BSY 34 |
Silizium-npn-Planar-Epitaxie-Transistor
im TO 39-Gehduse fiir den Einsatz
in der Datenverarbeitung und als Kerntreiber
Bauform 1
Wérmewiderstand Rwja < 220 K/W

Rie € 60 K/W
Grenzwerte
Ucso = 60V ls = 200 mA
Ucss = 60V 9 =200 °C
Uceo = 40V - By =-65...+4-200"°C
Ueso = 5V Peot = 2,6 W (bei 9« = 45 °C)
Ic = 600 mA
Statische Kennwerte (9, = 25 °C)
lceo (bei Ucso = 50V) < 70nA
Uericeo  (bei Iceo = 10 mA) = 40V
Uerices  (bei Ices = 10 pA) = 60V
UcCEsat (bei ic =500 mA, I8 = 50 mA) <10V
Utiat  (beilc  =1500mA, Is = 50mA) <15V
h21e (bei Uce =1V, lc = 100 mA) 2 25
h2ie (bei Upe =1V, Ic == 500 mA) =10
Dynamische Kennwerte (8 = 25 °C)
fr (bei Uce =10V, lc =30mA, f=100MHz) = 250 MH;
ton (bei Ilc = 500 mA, Ip1 = 50 mA, < 50ns
totf ~ Iz = 25 mA, RL =80 Ohm) < 95ns
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SC116 - SC 117 -SC 118 - SC 119 n
Silizium-pnp-Planar-Epitaxie-NF-Transistoren
Bauform 2
Grenzwerte giiltig fir den Betriebstemperaturbereich
SC116 SC117 SC118 SC119

Ucso 20 30 60 80, v
Uceo 20 30 60 8¢ \'
Ueso 5 5 5 5 v
Ic 100 mA
Is 50 mA
Prot 300 mW
& . +175 °c
Ua -40...+125 °C
Elektrische Kennwerte (%o = 25°C - 5K)

’ SC116d
F (bei Uce = 5V, Ic = 0,2 mA) typ. 2.5 dB

fr (bei Uce = 5V, Ic = 10 mA)

typ. 90 MH:
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SC236 - SC237 - SC238 - SC 239

0O

Silizium-npn-Transistoren fiir den Einsatz in NF-Vor-

und Treiberstufen sowie universelle Anwendung
SC 239 speziell fir rauscharme Vor- und Treiberstufen.

Bauform 3

Wdarmewiderstand Rije < 0,5 K/mW
Grenzwerte giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich

SC236 SC238 SC239 SC237

Ucgo 3ov 0V 30V 50 V
Uceo 20V 20V 20V ILRY
Ugso 5V 5V 5V 6V
lc 100 mA
Ig 10 mA
Prot (bel Bg == 25 °C) 200 mW
01 4125 °C
Py —40 ... 4100 °C
Statische Kennwerte 8, = 25°C - 5K)
IcBO (bei Ucg = 30V) SC236, SC238, SC239 < 100 nA
icBo (bei Ucg = 50V) SC 237 < 100 nA
U(BR)CEO (bei |c = 10 mA) SC 236, SC 238, SC 239 Z 20V
SC 237 2 45V
UCEsa (bei Ic =100mA, Ig=5mA)") typ. 210 mV
Dynamische Kennwerte (9, = 25°C — 5K)
fr ] ha1e - Gruppe ¢ typ. 120 MHz
(bei Ucp= 6V, d  typ. 145 MHz
Ilc =10 mA, e typ. 170 MHz
f =20MHz f typ. 210 MH:z
Ci1p (Ugg=0.5V, f=1MHz) 7,7 pF
Comp  (Ugp =6V, f=1MHz) 3,8 pF
F (bei Ucg =6V, Ic= 02mA, f=1kHz,
Af = 100 Hz, R; = 2 kOhm) SC 236 10 dB
SC 237, SC 238 £ 8dB
F (bei Ucg = 6V, Ic = 0,2 mA, Ry = 2 kOhm,
f = (0,03...15) kHz SC 239 < 4AdB
hote Gruppe ¢ 56... 140
(bei Ucg=6V, d 12... 280
Ic =2 mA, e 224... 560
f =1 kHz) f 450...1120

1) ImpulsmaBige Messung
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SC 307 - SC 308 - SC 309

Silizium-pnp-Planar-Epitaxie-Transistoren
fur den Einsatz in NF-Vor- und Treiberstufen sowie

fur universelle Anwendungen

O

SC 309 speziell fiir rauscharme Vor- und Treiberstufen.

Bauform 3
Warmewiderstand Renja < 0,5 K/imW

Grenzwerte giiltig fir den Betriebstemperaturbereich

SC 308 SC 309 SC 307
—VUcso 0V 50V
—VUceo 25V 45V
—Uggo 5V 6V
—l¢ 100 mA
~lcm 200 mA
Pyt (Pq = 25 °C) 250 mW
79, 150 °C
8y —40 ... +100°C
Statische Kennwerte (#, = 25°C — 5K)
—lcsoO (bei ~Ucp = 30 V) SC 308/SC 309 < 100 nA
_ICBO (bei _UCB = 45 V) SC 307 < 100 nA
—U(BR)CEOI) (bei —lc = 2 mA) SC 308/SC 309 225V
SC 307 2 45V
—UcEsat (bei ~Ucg = 100 mA, —lg = 2mA) typ. 430 mV
—Uge (bei =Ucg =6V, —l¢c = 0,1 mA) typ. 565 mV
(bei =Ucg =6V, —lc = 2 mA) typ. 645 mV
(bei ~Ucg =6V, —lgc = 20 mA) typ. 720 mV
Dynamische Kennwerte (8o = 25°C -~ 5K)
fr typ. 350 MHz
(bei ~Ugg = 5V, —lc = 10 mA, f = 20 MHz)
F (bei _UCE =6V, —|C= 0,2 mA, f = 1 kHz,
Af = 100 Hz, Rg = 2 kOhm) SC 307/SC 308 <8 dB
F (bei —Upg = 6V, =lc = 0,2 mA, typ. 1.2dB
f = (0,03...15) kHz, Rg = 2kOhm) SC 309 max. 4 dB
Cyyp ( Ugp= 0,5V, f = 1 MH2) typ. 10 pF
Coop (~Ucg = 6V, f = 1 MHz) typ. 5,6 pF
haye Gruppe ¢ 56 ... 140
(bet —~Ucg =6V, d 12... 280
—ic =2mA, e 224... 560
. 1120

f  =1kHz) f 450. .

) Impulsm&Bige Messung
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SCE 237 - SCE 238 - SCE 239 0O
Silizium-npn-Epitaxie-Planar-Transistoren fiir den
universellen Einsatz in der NF-Technik.

Fir den Einsatz in der Hybrid- und SMD-Technik vorgesehen.

Bauform 4

Wérmewiderstand Rehja

auf Glassubstrat 7 X 7 X 1 mm 207 KmW
auf Keramik 30 X 12 X 1 mm = 0,45 K/mW
Grenzwerte )
SCE 238, 239 SCE 237
Ucgo 30 50 v
Uceo 20 45 v
Yeso 5 v
Ic 100 mA
Peot (bel By = 45°C) 150 mw
Pimox . 150 °C
A ~55... +125 °C
Statische Kennwerte (bei 8, = 25°C -~ 5K)
Iceo (bei Ucg= 30 V) bei SCE 238, 239 < 100 nA
{bei Ucg = 50 V bei SCE 237" £ 100 nA
U(BR)CEO (bei ic = 10 mA) bei SCE 238, 239 Z 2V
bei SCE 237 2 45V
Ucgsat) (Ic = 100 mA, Ig = 5 mA) typ. 220 mV
h21E
(Ucg =6V, lc = 2mA) Gruppe d 112~ 280
: e 224— 560
. . f 450—-1 120
Dynamische Kennwerte (bei#, = 25°C - 5K)
tt (Ucg = 6V, hgie- Gruppe d typ. 185 MHz
Ic =10 mA, f = 20 MHz) e typ. 210 MHz

f typ. 265 MHz
F(Ucg=¢6V, IC = 0,2 mA, f = 1 kHz,

Af = 100 Hz, Rg= 2 k) SCE 237/238 < 10dB
F(Ucg =6V.Ic=02mA, f=003...15kHz,
Rg = 2 k@) SCE 239 < 4dB

7 ImpulsmiBige Messung

620



SCE 307 - SCE 308 - SCE 309 =
Silizium-pnp-Epitaxie-Planar-Transistoren fiir den
universellen Einsatz in der NF-Technik.

Fiir den Einsatz in der Hybrid- und SMD-Technik vorgesehen.

Bauform 4

Warmewiderstand Rehja ) '
auf Glassubstrat 7 X 7 X 1mm £0,7 K/mW
m<

auf Keramik 30X12X1m 0,45 K/mW
Grenzwerte
SCE 308, 309 SCE 307
—Ucso 30 50V
—Uceo 25 45V
—Ueso 5 6V
—lIc 100 mA
—lcm 200 mA
—Is 50 mA
Piot (bei 9o = 45 °C) 150 mW
Imax 150 °C
B4 -55...4125 °C

Statische Kennwerte (bei %a = 25°C ~5K)
—IlcBo (bei —Ucs = 30V) bei SCE 308, 309 < 100 nA

—Ilcso (bei —Ucs = 50V bei SCE 307 < 100 nA
—U@r)ceo (bei —lc = 10 mA) bei SCE 308, 309 = 25V
bei SCE 307 = 45V

h2ie (—Uce = 6V, —Ic = 2 mA) Gruppec 56...140
Grupped 112...280
Gruppe e 224...560

Dynamische Kennwerte (bei $a = 25°C - 5K)
fr (—Uce= 6V, —lc =10 mA, Gruppe c typ 145 MH:z

f =20 MHz) Gruppe d typ 254 MHz
Gruppe e typ 295 MHz

F (—Uce= 6V, —lc=102mA, SCE 307/308 < 8dB

- f = 1KHz,
- Af = 200 Hz, R = 2 KOhm)
F (—Uce=6V, —lc=10,2 mA, SCE 309 < 4dB

f =(0,03...15) KHz,
RG == 2 KOhm)




SD 168

Silizium-npn-Leistungstransistor fiir Regelnetzteile
von Schwarz-WeiB-Fernsehempfangern

Bauform 5

Warmewiderstand Raje < 2.0 K/W

Grenzwerte (giiitig fiir den Betriebstemperaturbereich}

Uceo (I8 =0) 300 V
Ic 3 A
[:1} 25A
Piot (9 £95°C) 12,5W
8y —10...4+120°C
Ya -10...4100 °C

Elektrische Kennwerte (9, =25°C—-5K)

Iceo (Uce =300V) <30mA
Uctsae (I =1AIB=0,2A) <30V
Usesat (lc  =1A, I8 =0,2A) <15V
h2ie (Uce =5V, Ic=0,2A) =75
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SD 335...5SD 340

(]

SD 335/337/339 npn-, SD 336/338/340 pnp-Silizium-
Epitaxie-Planar-Transistoren mittlerer Leistung fiir
allgemeine NF-Anwendungen.

Als komplementdre Transistorpaare sind sie fir NF-Leistungs-
endstufen und fiir Treiberstufen in NF-Verstarkern mit hohen
Ausgangsleistungen verwendbar.

Bauform 6

Wadarmewiderstand  Rihjo

Rth]c

<
<

110 KIW
10 KJW

Grenzwerte: {gliltig fir den Betriebstemperaturbereich)
SD 335/336 337/338 33%/340

Ucso

Uceo

Ueso|

Ic|

Icem|

[1e]

Plo! '(ﬁ‘c S 25 °C)
Pwot (3o < 40°C)
9

da

45
45

60 80
60 80
5
1,5
2
0,2
12,5
1
150
~55...4125

A3sE>P>r<<<




Statische Kennwerte (%o = 25°C - 5K)
SD 335/337/339 SD 336/338/340

min typ max min typ max
[Ueryceo) (Jic) = 1 mA)
SD 335/336 45 45 v
SD 337/338 60 60 v
SD 339/340 80 80 \
[Uryceo| (Jic] == 50 mA)
SD 335/336 45 45 v
SD 337/338 60 ) 60 Vv
SD 339/340 80 80 v
[Umeso| (iel= 1 nA) .5 5 \
[Iceo| (|Uce| = 30 V) <1 100 <10 100nA
|leBo| (|Ues| =5V) <5nA 10uA < 5nA 10 xA
UcEsat|') (|lc] = 500 mA,
Ig| = 50 mA 200 500 280 500 mV
Ic| = 100 mA, |ls| = 10 mA) 70 80 mV
|UBEsat|") (|Ic| == 500 mA, ’
|ls] = 50 mA) 870 930 mV
|Upe|") (JUce| =2V,
|lc| = 500 mA) 830 1000 835 1000 mV
h21g| (JUce] =2V, [Ic/|=5mA 25 80 25 80
Uce| =2V, Gruppe A 40 65 100 40 75 100
Ic| =150 mA)") Gruppe B 63 110 160 63115 160

Gruppe C 100 150 250 100140 250

lha1el (JUcel = 2V,

llc|] = 500 mA)") 25 90 25 108
Paarungsbedingung:
h21€1 (jUce] = 2V,
ha1g2 |lc| = 150 mA)") <14
Dynamische Kennwerte: (3o = 25°C - 5K)
fr (|Ucg| =10V,
lc| =50 mA, f=20MHz) 50 125 75 210 MHz

) Messung erfolgt impulsméaBig

624



SD 345...SD 350 =
SD 345/347/349 npn-, SD 346/348/350 pnp-Silizium-
Epitaxie-Planar-Leistungstransistoren fir allgemeine
NF-Anwendungen.

Als komplementdre Transistofpaare sind sie fiir NF-Leistungs-

endstufen und fiir Treiberstufen in NF-Verstérkern mit hohen
Ausgangsleistungen verwendbar.

Bauform 6

Wirmewiderstand Rihjo < 100 K/W
Rehje < 6,25 K/W

Grenzwerte (giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich)

SD 345/346 SD 347/348 SD 349/350

[Uceol| 45 60 80 V
|Uceol 45 60 80 V
|Ueso| 5 v
llc | 3 A
flem| 6 A
[Ie] 1 A
Pwot (9 < 25°C) 20 w
9 150 c
9a -55...4125 c
Statische Kennwerte (9, = 25°C - 5K)
liceo| (|Ucs|=30V) . < 1pA
|UCEsat| (/Ic] =2 A,

lIB| = 200 mA) < 1V
|Usk| (JUcE| = 2V, |Ic| = 2 A) <12V
ha21e (|Uce| = 2V, |Ic| = 500 mA) 40...250
Paarungsbedingung:
% ([Uce| =2V, [ic| = 500 mA) <14
Dynamische Kennwerte: (9q == 25°C - 5K)
fr ((Ucg| = 10V, |ic| = 200 mA, f = 20 MHz) = 60 MHz
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SD 600, SD 601, SD 602

O

Silizium-npn-Leistungstransistoren fiir den Einsatz in

Regelnetzteilen

Bauform 5

Waéarmewiderstand Ruje < 4,5 K/W

Grenzwerte (giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich)
SD 600 SD 601

Ucesm (Use == 0) 120
Uceo (I8 = 0) 80
Ic 3
IBM 1
Ptoi (9: é 80 °C) 10
9

Yo

Elektrische Kennwerte (0. = 25°C -5K)
UcCEsat (Ic = 1A, 1B =10,2 A) <15
Ucksat (lc=1A, Is = 0,1 A)

UBksot (lc = 1A, 1B =0,2A) <15
Usksat (Ic = 1A, 1B=0,1 A)

h2te  (Uce =10V, lc =1,0A) =15

h2te (Uce=6V, Ic = 1A)

60
50

3

1

10
-25
-25

1.0

1IN

1,0

A

20

v

SD 602

120 V
80 V
3 A

1 A
10 W

...+125°C
...+100°C

A

v
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SD 802

Silizium-npn-Leistungstransistor fiir Regelnetzteile

Bauform 5

Warmewiderstand Reye < 2,5 K/W

 Grenzwerte: (giiltig fir den Betriebstemperaturbereich)

 UcesMm (Use = 0)
- Uceo (I8 =0)
e
lcm
leMm
Pt (8 £25°C)

Y -25...
 %a -25...

Elektrische Kennwerte (8. = 25°C -~ 5K)

UCEsat (|C =1 A. s = 0,1 A)
Ustksar (Ic = 1A, I8 = 0,1 A)
h2ie (Uce = 10V, lc =2,0A)

150 V
100 V
5 A
7.5A
25A
50 W
4150 °C
-100°C

v IAIA
auw;
<<
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SD 812 ' a
Silizium-npn-Leistungstransistor fiir Batterieziindan-
lagen.

Der Einsatz erfolgt in Darlingtonschaltungen.

Bauform 5

Warmewiderstand Rije < 2,5 K/W

Grenzwerte: (giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich)

Ucerm (RBE << 100 Q) 500 V
Uceo (ls = 0) 200 V
Ic 4 A
lem 6 A
lem 25A
P!o! (’3(: é 25 °C) 50 W
9 -40...150 °C
Ba ~40... 85 °C

Elektrische Kennwerte (9. = —25°C — 5K)

UcEsat (Ic = 1A, I8 =0,2A) 25V
UsEsat (Ic == 3,2 A, Is = 0,8 A) 1,2V
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SF 016 - SF018 Nicht fiir Neuentwicklung

Silizium-pnp-HF-Transistoren fir Breitbandverstar-

ker und als mittelschneller Schalter.

Bauform 1

~ Grenzwerte: (giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich)

~Ucso 75V
—Uceo 45V

- —Ueso 5V

- =lc 600 mA

Ptot (90 =25 °C) 600 mW

Statische Kennwerte (8o = 25°C ~ 5K)

—lIceo (bei ~Uce =60 V)
UcCEsat (bei ~lkc = 150 mA;

—ig = 15 mA)
h21g (bei =Uce =10V; SF 016
Ic == 10 mA) SF o018

Dynamischer Kennwert

fr (—=Uce =10V; SF 016
—~lc =50 mA; f = 15 MHz) SF018

0.1 pA
05V

28...140
112...280

50 MH:z
60 MHz
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SF 116 - SF117 - SF 118 - SF 119 a
Silizium-pnp-HF-Transistoren fiir Breitbandverstdr-
ker und als mittelschnelle Schalter.

Bauform 1

Grenzwerte (giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich)
SF116 SF 117 SF118 SF 119

—Ucso 20 30 60 80 \"
—Ucko 20 30 60 80 "
—UeBo 5 Vv
-lc 500 mA
Plol ({)a == 25 °C) 600 mW
Statische Kennwerte (8o = 25°C — 5K)
—~lceo  (bei -gcs =20V) SF116 l
(bei —Ucs = 30 V) SF 117
(bei —Uce = 60 V) ~ SF11 ( S 100nA
(bei —Ucs ==80V) SF 119
-UcCEset (bei —lc =150 mA; ~lg = 15 mA) <05V
ha1g (bei —Uce =2V; —lc == 50 mA) SF 116 l
SF117 28...560
SF118 |

SF119 28...280

Dynamischer Kennwert
fi (~Uce =10V; —lc =10mA; f = 15 MHz) 2 60 MHz
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SF 126 - SF 127 - SF 128 - SF 129 |
Silizium-npn-Planar-Epitaxie-Transistoren

fiir Breitbandverstarker

und als mittelschneller Schalter

Bauform 1
Wérmewiderstand  Ry,iq S 0,29 K/mW

Repje S 0,07 K/mW
Grenzwerte giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich

SF 126 SF 127 SF 128 SF 129
Ucgo a3sv . 66 V 100 V 120V
Ucko 20V oV 60 V 8oV
Ueso v
Ic 500 mA
lCM 1A
N 250 mA
Peot » 600 MW (8, = 25°C)
0’ +175°C
By -40 °C bis + 125°C

Statische Kennwerte (Bg =125°C -5K)
SF 186 SF 127 SF 128 SF 129

Ucgo (bei Ucg = 33V) = 100 nA - - -
(bei Ucg = 66V) - <100 nA - -
(bei Ucg = 100V) - - <100 nA £ 60 nA
(bei Ucg = 120V) - - - S£1pA
IEBO (bei Ugg = 7V) S1uA S1pA S1TpA S£1pA
U(BR)CEO (bei I = 50 mA) 22V 230V 26V =80V
UCEsat (bel I = 150 mA,
ig = 15 mA) €05V =£05V =05V =205V
hatg (bei Ucg= 2 V, Ic= 50 mA) Gruppe A 18.., 35
B 28... N
C 5... 140
D 1t2... 280
£ 224... 560

F 450...1120
Dynamische Kennwerte (5, = 25 °C — 5K)

fr {bei Ucg = 10V, Ic = 10 mA, f = 15 MHz) 2 60 MHz




SF 136 - SF 137
Silizium-npn-Planar-Epitaxie-Transistoren
far HF-Verstarker und allgemeine Anwendung

Bauform 2

Warmewiderstand  Renja < 0,5 K/mW
Renje < 0,15 K/mW

Grenzwerte gliltig fiir den Betriebstemperaturbereich

SF 137 SF 136
Ucso 20V 40V
Uceo 12V 20V
Ueso 5V
Ic 200 mA
I8 20 mA .
Piot 300 mW (bei 9a = 25 °C)
8 +175°G
9o —40 °C bis +125 °C
Statische Kennwerte (9, =25 °C - 5K)
Icso (bei Ucs = 20V) <100 nA (SF 136)
(bei Ucs = 40V) <100 nA (SF137)
leso (bei Ugs = 5V) < 100 nA
Uericeo (beilc = 10 mA) Z 12 V  (SF136)
= 10 mA) = 20 V (SF 137)
UCEsat = (beilc =10mA) £ 03V °
h21e (bei Uce = 1V, Ic == 10 mA) Gruppe A 18... 35
B 28... M
C 56... 140
D 112... 280
E 224... 560
F 450...1120

Dynamische Kennwerte (3. = 25°C-5K)
fr (bei Uce =10V, lkc = 10 mA, f = 100 MHz) = 300 MHz

F (bei Uce = 6V, Ic =0,2 mA, 7,3dB (SF 136)
f = 1 kHz, Rg = 500 Q) 7,5dB (SF 137)
(bei UCE = 10V, Ic =5 mA,

§ =236 MHz, Rg = 240 Q) typ. 5,6 dB
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SF 225 0
Silizium-npn-Epitaxie-Planar-Transistor fiir
HF-Verstarker fiir LMK-Vor- und ZF-Stufen

in Emitterschaltung.

Bauform 7

Warmewiderstand Rinje < 0,5 K/mW

Grenzwerte giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich

UCBO =40V Ptot (80 < 25 OC’ 200 mw
Uceo =25V 8 —-40°C...+100 °C
Ueso = AV B +125 °C
ic =25 mA

Elektrische Kennwerte (fiir 9, = 25°C - 5K)

Iceo (bei Ucs = 40 V) < 05uA

U(sr)ceo')(bei Ic = 1 mA) >25 V

U(BR)EBO (bei le = 10pA) Z 4V

ls (bei Ucg == 10V lc =1 mA) <25 uA

—Ci2e (bei Uce =10V, Ic = 1 mA, < 06pF
f = 10,7 MHz)

F . (beiUce=10V, Ic=1mA, < 5 dB
f = 200 kHz, Rg = 300 Ohm)

fr (bei UCE =10V, lc=1mA, typ. 500 MHz
f == 100 MHz)

lh2i b | (bei UcB =10V, Ic =1 mA, typ. 29 ps

o f = 30 MHz)

ha21 € (bei Uce = 10V, Ic = 1 mA) typ. 70

') Messung erfolgt impulsmaBig




SF 235 O
Silizium-npn-Planar-Epitaxie-Transistor fiir
HF-Verstarker und UKW-Vorstufen in Basisschaltung.
Bauform 3
Wérmewiderstand Rije £ 0,5 K/mW
Grenzwerte gliltig fiir den Betriebstemperaturbereich
Ucso 40 V
Uceo 25 V
Ueso 4 vV
Ic 25 mA
Pt (8a < 25°C) 200 mW
Sa ~-40°C...+100 °C
9 4125 °C
Elektrische Kennwerte (fiir 4 = 25°C ~5K) ;
Icso (bei Ucs =40V) <05 uA
U@er)CEO')(bei Ic = 1 mA) =25 V
Ueryeso (bei I = 10 pA) = 4V
Ig (bei Ucs = 10V, Ic = 1 mA) <35 uA
—Ci2b (bei Uce =10V, le =0, f=10,7MHz) £ 0,35pF
F (bei Uce = 10V, Ic = 1 mA, < 4 dB
f = 100 MHz, YG = (5 - 3,3) mS)

Ih2ib | (bei Ucs =10V, Ic = 1 mA, f =30 MHz) typ. 7,2 ps

(0]
fr21p (bei Ucs = 10V, Ic =1 mA) typ. 740 MHz

1) Messung erfolgt impulsméaBig
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SF 245 O
Silizium-npn-Planar-Epitaxie-Transistor

far den Einsatz in nicht geregelten
FS-ZF-Verstarkerstufen in Emitterschaltung.

Bauform 7

Wéarmewiderstand  Rwja < 0,5 K/mW

Grenzwerte giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich

Ucso 40V
Uceo 25V
Ueso 4V
Ic 25 mA
Prot (bei #a = 25°C) 200 m'W
9) ’ +-125°C
Pa -40°C...~+100°C

Statische Kennwerte (7. = 25°C -5K)

Icso (bei Ucs = 40V) < 500 nA
U(sr) ceo') (bei Ic = 1mA) = 25V
Ur)eso  (bei IE = 10pA > 4V
Is (bei UcE =10V, Ic =7 mA) < 185 uA

Dynamische Kennwerte (9a = 25 °C - 5K)

v (bei Uce =10V, lc = 7 mA, f =100 MHz) typ. 960 MHz

—Ci2e (bei Uce ==10V, lc = 1 mA, f= 10,7 MHz)typ. 0,38 pF

Gpe (bei Uce =10V, lc = 7mA, f = 36 MHz, = 26,5dB
Rg =240 Ohm,RL = 1,2 kOhm)

F (bei Uce =10V, Ic=2mA, { = 36 MHz,
1

Yo = m) typ. 2,4 dB
F (bei Uce =10V, lc=2 mA, f= 100 MHz,

Y6 = YG opt. == (5,0 — j 6,67) mS) typ. 2,1 dB
F (bei Uce =10V, lc =2 mA, f = 200 MHz,

Y6 = YG opt. = (8,33 - j 13,3) mS) typ. 2,9 dB

) Messung erfolgt impulsmé&Big
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SF 357 - SF 358 - SF 359
Silizium-npn-Planar-Epitaxie-Transistoren

O

fiur Video-Endstufen in SchwarzweiB- und Farbfern-
sehempfdngern, fir NF-Endstufen mit hoher Speise-
spannung und fir Treiberstufen in Horizontal-Ab-

lenkschaltungen

Bauform 6

Wérmewiderstand R £ 10 K/W
Rinja S 104 K/W

Grenzwerte gliltig fiir den Betriebstemperaturbereich
SF 357 SF 358  SF 359

Ucso 160 250 300

Uceo 160 250 300

Ueso 5

Ic 100

Ics 300

Is 50

Pt  bei 8 < 90°C 6

Piot  bei 8, < 25°C 1,2
ohne Kiihiblech

9 150

Pa -40...4125

Elektrische Kennwerte (bei 3a = 25°C ~5K)

lceo  (SF 357 Ucs = 100 V) < 50
(SF 358 Uce == 200 V) < 50
(SF 359 Ucs = 250V) < 50

Ucksar (ic == 30 mA, Is= 6 mA) < 1

h2te  (Uce =10V, ic =30 mA) > 25

fr (Uce =10V, Ic = 15mA, fm'=20MHz)> 60

C22¢ (Uce =30V, Ic = 0, fm=1MHz) < A5

—Ci12¢ (Uce =30V, Ic =0, fm==1MHz) = 35

nA
nA
nA

MHz
pF
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SF 369 =]

Silizium-npn-Planar-Epitaxie-Transistoren
fur leistungssparende Video-Endstufen
in Fernsehempféngern

Bauform 6

‘Wdarmewiderstand Ruje £
Rija < 104 K/W

Grenzwerte giiltig fir den Betriebstemperaturbereich

Ucso 250 V
Uceo 250 V
Ueso 5V
ic 30 mA
icm 100 mA
Prot (au = 25 nC) 1,2 w
(8 = 110 °C) 2,0W
9y 150 °C
% —-40...+125°C

Statische Kennwerte (9, = 25°C - 5K)

U(er) ceo (lc =10 A =250V
U(sRr) CEO (ic = 2,5 mA) =250V
U(er) EBO (e = 10 pA) = 5V
Iceo (Uce =200V) < 50nA
ha1e (Uce =10V, Ic 30 mA) = 50
Dynamische Kennwerte
—Ci12e (UcB =30V, Ic=0,f=1MHz) < 18pF
C22¢ (Ucs =30V, lc=0f=1MHz) < 45pF
{h21b] (Uce =20V, ~lg = 10 mA, f=10,7 MHz)

[0 < 90ps
T (Uce =10V, Ic = 10 mA, { = 20 MHz)

2 60 MH:z
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Dynamische Kennwerte (3, = 25°C — 5K)
f1 (el/lUcg/ = 10V, i/ = 10 mA, f = 15 MHz) 2 60 MHz

SF 816 - SF 817 - SF818 - SF 819 pnp =
SF 826 - SF 827 - SF 828 - SF 829 npn
Silizium-Hochfrequenztransistoren fiir Breitband-
verstarker und mittelschnelle Schalter
Bauform 11
Grenzwerte giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich
SF 816, 817, 818, 819 SF 826, 827, 828, 829
Ucso -20  -30 ~60 —80 33 66 100 120 V
CEO -20 30 -60 —80 20 30 60 80 V
Ic ~500 500 mA
leM —1 000 1000 mA
I 250 —250 mA
Prot (Vg =25°C, 735 735 mw
9 150 150 °C
Rehja 170 170 K/wW
By —40. .. 4125 —40...4+125 °C
Statische Kennwerte (3, = 25°C - 5K)
Ilcso‘ SF 816 (-Ucg = 20 V)
SF817 (~Ucg =30 V) | _
SF818 (-Ucg =60y [ = 0™
SF 819 (~Ucp = 80 V)
SF826 (Ucg = 33 V) \
SF827 (Ucg = 66V) | < 100 ...
SF 828 (Ucp = 100 V) I
SF 829 (Ucg = 100 V) £ 60nA
(Ugcg =120 V) < 1000 nA
||anl SF816...SF819 (-Urg =5V)
SF826...SF829 (-Uzg =7V) S1pA
[Ugry cEo]  (lcl = 10 ma) SF 816, SF 826 2 20V, SF 817, SF 827 2 30 V
SF 818, SF 828 2 60 V, SF 819, SF 829 = 80 V
IUCEsatl (llcl = 150 mA, “BI = 15mA) <05V
h21E (Ucel = 2V, Jic| = 50 mA) Gruppe A 18... 35
B 28... 7
C  56...140
D 112...280
E  224...560
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SFE 225

O

Silizium-npn-Epitaxie-Planar-HF-Transistor fiir den

Betrieb in Emitterschaltung

Fiir den Einsatz in der Hybrid- und SMD-Technik vorgesehen.

Bauform 4

Warmewiderstand Reja

auf Glassubstrat 7X 7X1mm <07 K/mW
auf Keramik 30 X 12X 1 mm < 0,45 K/mW

Grenzwerte
Ucso 40
Ucko 25
Ueso 4
Ic 25
Piot (bel '90 <45 oC) 150
9 . 150
Ba ~55...-4125

~ Statische Kennwerte (8. = 25°C - 5K)

Icso (bei Ucg = 40V) < 500
Uer)ceo") (bei Ic = 1mA) = 25
U@Er)eso  (bel I = 10 pA) =2 4
= 10V, ic = 1 mA) = 40

- h21E (bei Uce

Dynamische Kennwerte (%o = 25°C — 5K)

- —Ci2e(bai Uce = 10V, Ic= 1mA, f=10,7MHz) < 0,6 pF

- fr (bei Uce = 10V, Ic =1 mA, f =20 MHz) typ. 390
F (bei Uce = 10V, lc= 1 mA, f =200 KHz,typ. 1,6dB

R = 300 Ohm)

1) Messung erfolgt impulsmé&Big

mA
mW
°C
°C

MHz
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SFE 235 =
Silizium-npn-Epitaxie- Plonor HF-Transistor fiir den
Betrieb in Basisschaltung.

Fiir den Einsatz in der Hybrid- und SMD-Technik vorgesehen.

Bauform 4

Warmewiderstand Rinja
auf Glassubstrat 7X 7X 1mm <07 K/mW

auf Keramik 30 X 12X 1 mm < 0,45 K/mW
Grenzwerte Statische Kennwerte
Ucso a0V (bei 8a = 25°C - 5K)
Uceo 2V Icso (bei Ucs = 40V) < 0,5pA
UBO ngA U@r)ceoY(bei lc= 1mA) = 25V
m U bei Ig = 10 2 4V

P..,. (bei o < 45°C) | |00 fb:,' Uce — 1‘3A\), =

150 mW Ic =1 mA) < 35uA
9 150 °C
9o ~55...4125°C
Dynamische Kennwerte (bei o = 25°C -~ 5K)
—C12 (bei U =10V, It =0, f=10,7 MHZ) < 35 pF
F (bei UceB = 10V, Ic = 1 mA, f = 100 MHz),
Yo =(5-j3,3) mS) < 4dB

fy21b (bei Uce =10V, lc =1 mA, f=100MHz) typ. 750 MHz

) Messung erfolgt impulsmdBig
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SFE 245 0
Silizium-npn-Epitaxie-Planar-HF-Transistor fir den
Betrieb in Emitterschaltung.

Fir den Einsatz in der Hybrid- und SMD-Technik vorgesehen.

Bauform 4

Warmewiderstand Rihja
auf Glassubstrat 7X 7X1mm <07 K/mW

 auf Keramik 30 X 12X 1 mm < 0,45 K/mW
Grenzwerte Statische Kennwerte
Uceo 40V (bei $a = 25°C — 5K)
Uceo 3V Icso (bei Uce =40V) <05 pA
Ueso 4V U@ryceo) (bei lc=1mA) =25 V
ke 25mA | ygrieso (bei lc=10pA) = 4 V
Peot (bei o 51 ;05 \Cl3 Is (bei Uce =10V,

m lc=7mA) <0,185mA

8 150 °C c=7mA) m
%a =55...125°C

Dynamische Kennwerte (3o = 25°C - 5K)
~Cype (bei Uce =10V, lc=1mA, f=10,7MHz) < 05pF

" Gpe (bei Uce =10V, Ic =7 mA, Re = 240 Q, 2 255dB

RL =1,2kQ, f==36 MHz)

fr (bei UCE =10V, Ic=7mA, =100 MHz)  typ. 910 MHz

) Messung erfolgt impulsmdBig
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SS 125 - SS 126 Nicht fliir Neuentwicklungen R

Silizium-npn-Planar-Epitaxie-Transistoren fiir den
Einsatz als Schalttransistoren in der Datenverarbei-
tungstechnik.

Bauform 1

Rije < 6,29 K/W
Reve < 0,07 K/W

Grenzwerte (giiitig fiir den Betriebstemperaturbereich)
SS 125 SS126

Ucso : 30 60 V
Uceo 25 50 V
Ueso 5 5 V
Ic 500 500 mA
Prot (9o < 25°C) 600 600 mW
9 175 175 °C

Statische Kennwerte  (9a = 25°C - 5K)

icBo (bei Ucs =20V) SS 125 25 nA
(bei UcB == 40V) 55126 25 nA

Ucgsat (bei lc =400 mA; B = 40 mA) - < 1V

h21€e (bei Ic == 400 mA; Uce = 1V) A...C 18 140
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$S200 - SS 201 - SS 202 ]

Silizium-npn-Epitaxie-Planar-NF-Transistoren
héherer Sperrspannungen fiir allgemeine
Anwendungen

Bauform 3

Wérmewiderstand Rija £ 0,5 K/mW

Grenzwerte giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich

SS 200 SS 201 SS 202
~ Ucso, Ucev (bei —Use = 1V) 70V 100V 120V
- Ueso 5V
e 30 mA
B 10 mA
~ Ptot (bei 3a <25°C) 150 mW
] 100 °C
9 —40...+85°C

Statische Kennwerte (9« = 25°C -5K)

Icev  (bei Uce = Ucev, —Uge = 1V) < 1upA
lego  (bei Ue = 5V) < 100 nA
 UcCEsat (beilc — 1mA, lg = 31 pA) < 06V
h2tg  (bei Uce =3V, lc = 10mA) > 32
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SS 216 - SS 218 - SS 219 o

Silizium-npn-Planar-Epitaxie-Transistoren
fiir digitale Anwendungen

Bauform 3

Wirmewiderstand Rija < 0,5 K/mW
Grenzwerte giiltig fur den Betriebstemperaturbereich

Ucso 20V lcm 200 mA
Uceo 15V I8 20 mA
Ueso 5V Piot (bei 8a = 25°C) 200 mW
ic 100 mA 9 +125°C
%a —40 bis 4100 °C

Statische Kennwerte (8. =25°C-5K)

Icso (bei Uce = 20V) < 100nA

Usr)ceo") (bei Ic == 10 mA) = 15V

Uerieso (bei le = 10 pA) > 5V

UcEsar (beils = 3mA,lc30mA) < 045V

h21E (bei Uce = 0,5V, Ic30mA) Gruppe B 28... 71
C 56...140
D 112...280

Dynam|sche Kennwerte (9, =25 °C ~5K)
SS 216 SS 218  SS 219

fr (bei Uce= 10V, Ic=5mA,

f = 100 MHz) 350 MHz 350 MHz 350 MH:z
Co2b (bei Uca = 10V, le =0,
f =2 MHz) 2,5 pF 2,5 pF 2,5 pF

ton (beilc= 10mA,IB1=3mA, <100ns < 35ns < 35ns
—lg2 = 1,5mA, RL = 220 Q)

tot (bei lc= 10mA,lBy=3mA, £500ns < 60ns < 30ns
~lB2 = 1,5 mA, RL == 220 Q)

1) Messung erfolgt impulsmé&Big
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SSE 200 - SSE 201 - SSE 202 ' o
Silizium-npn-Epitaxial-Planar-NF-Transistoren

Fiir allgemeine Anwendungen in der Hybrid- und Aufsetz-
technik.

Bauform 4

Wirmewiderstand

Rihja Sperrschicht-Umgebung auf Keramik 8 X 30 X 0,7 mm?' £ 0,42 K/mW

Grenzwerte SSE 200 SSE 201 SSE 202
Ucso 70 100 120 V
Ucey (—Uge =1V) 70 100 120 V
Ueso 5 v
Ic 30 mA
Ig 10 mA
Prat (9, = 85°C, Rypja= 0,42 K/mW) 150 mW
X 150 °C
Sy -55... +150 °C
Faq -55. .. +150 °C

Statische Kennwerte

Icev (—~VYgg = 1V, Ucg = Ucgy) £ 1 uA
leBO (Ugg =5V, Ic = 0) <100 nA
U(BR)CEV (Ilc = 1mA, -Ugg = 1V) SSE 200 zZ 70V
SSE 201 Z100 V
SSE 202 2120 V
UCEsat (Ic = 15 mA, Ig = 0,5 mA) < 06V
beE (Ucg = 3V, ic = 10 mA) z 3
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SSE 216 - SSE 219 (]

Silizium-npn-Epitaxie-Planar-Transistoren fir
digitale Anwendung.
Fiir den Einsatz in der Hybrid- und SMD-Technik vorgesehen.

Bauform 4

Wiarmewiderstand Rihjo
auf Glassubstrat 7X 7X1mm<0,7 K/mW

auf Keramik 30X 12X 1 mm < 0,45 K/mW
Grenzwerte
Uceo 20V
Uceo 15V
Ueso 5V
lc 100 mA
lcm 200 mA
s 20 mA
Pwt (bei 9o < 45 °C) 150 mW
9 150 °C
Ba : -55...-4+125°C
Statische Kennwerte (bei 9o = 25°C - 5K) )
lceo (bei Uce =20V) < 100 nA
Uer)ceo) (bei ic = 10 mA) > 15V
h21€ (bei Ic = 30 mA, Uce = 0,5V) Gruppe C 56—140

D 112-280
UCEsae (bei IC = 30 mA, I8 = 3 mA) <045V
Dynamische Kennwerte (bej 9o = 25°C -~ 5K)

SSE 219

Einschaltzeit  ton (lc=10mA, i1 = 3 mA, < 35ns
Ausschaltzeit  ton 82 ==1,5mA, RL ==220Q) < 30ns

) Messung erfolgt impulsmaBig
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SSY 20 |

Silizium-npn-Planar-Epitaxie-Transistor
fir den Einsatz als Schalttransistor
in der Datenverarbeitungstechnik.

Bauform 1

Warmewiderstand  Rumje £ 0,22 K/mW
Rihje < 0,04 K/mW

Grenzwerte giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich

Ucso 60V I 100 mA

Uceo 40V Py (bei Ba £25°C 700 mW

Ueso 5V +175°C

Ic 600 mA %o —40 °C bis +125°C

Statische Kennwerte (85 = 25°C - 5K)

Iceo (beiUce= 50V) < 200 nA

lcBo (beiUca= 60V) < 100 pA

U@erieBo (beile == 100 pA) 2 5V

U@Rr)CEO (beilc = 10 mA) = 40V

UCEiat  (beilc = 500mA, I =50mA) < 1V

UBEsat (beilc = 500mA, I8 =50mA) < 1,5V

h21g (beilc = 500 mA, Uce = 1,3V) Gruppe A 18...35
B 28...7

Dynamische Kennwerte (3o = 25 °C -~ 5K)

ton (beilc = 500 mA, lg, = 50 mA, < 50ns
~ls, = 25mA, RL = 80 Ohm)

tofi (beilc = 500 mA, IB, = 50 mA, < 100 ns

~Is, == 25 mA,RL = 80 Ohm)
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SU 111

0

Si-npn-Darlingtontransistor fir elektronische Ziind-

systeme

Bauform 5

Wérmewiderstand R < 1,25 K/W
Grenzwerte (giiltig fir den Betriebstemperaturbereich)

Kollektor-Basis-Spannung Ucso

le=0

Kollektor-Emitter-Spannung Uceo

le=0

Kollektorstrom Ic
Kollektorspitzenstrom lem
Gesamtverlustleistung Ptot

¥ £ 25°C

Betriebstemperatur B0 ' -40
Sperrschichttemperatur B -40
Kennwerte bei % = 25°C-5K min
Kollektor-Emitter-Reststrom lcex

Upe= -2V, Uce == 450V

Kollektor-Emitter- UCEsat
Sattigungsspannung

le=7A, Is = 0,14 A

Basis-Emitter- UBEsat

Sattigungsspannung
lc=7A, ls=0,14 A
Kollektor-Emitter-
Durchbruchsspannung
lc=0,1A
DurchlaBspannung
der Freilaufdiode
IrM=7A

Uericeo 400V

Urm

450 V
400 V

10 A
15A
120 W

...+125°C
... +175°C

max
1,0 mA

1.8V

25V

3.0
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SU 160 a

Silizium-npn-Leistungsschalttransistor
fiir Horizontalablenkstufen
von Farbfernsehempféngern

Bauform 5

Warmewiderstand  Renje < 2,0 K/W
Grenzwerte (giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich)

Ucerm (RBE <X 100 Ohm) 1500V
Ucesm (Use = 0V) 1500 V)
Uceo (IB = 0) 700V
Ie 50A
fem 7,5 A%
lsm 40A
Peor (9c = 95 °C) 125 W
9y -10...4120°C
s ~10...+100°C

Elektrische Kennwerte bei 9 == 25°C - 5K

Ices (Uce == 1500 V; Use = 0) < 1,0mA
Ueryceo (I8 = 0; Ic = 100 mA > 700V
UCEsat (lC = 45A; I8 = 2A) é 50V
UBEsat (IC = 4,5 Al =2 A) é 1.5 Vv
tr (|Cond = A5A; IBend = 1,8A; L=~ 10 MH) é 1,0 us

%) bei Bildrdhreniiberschiagen 1 650 V
?) bei Bildréhreniiberschligen 10 A
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SU 161 ' a

Silizium-npn-Leistungsschalttransistor -
fir Horizontalablenkstufen in
Schwarz-WeiB-Fernsehempfangern

Bauform 5

Wéarmewiderstand  Ruje < 2,5 K/W

Grenzwerte (giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich)

Uceam (Rse < 100 Q) 1500 V
Uceo (I8 = 0) 700 V
Ic 25A
lcm 30A
IBM 25A
Pot  (bei 9 90 °C) W
9 ~10...4+115°C
Sa -10...4100°C

Elektrische Kennwerte (bei 9. = 25°C -5K)

Ices (Uce = 1500V, Use =0) < 30mA
Uericeo (I8 = 0, Ic = 100 mA) =700 V
UCEsat (Ic == 2A,l8 =1A) < 50V
UBEsat (Ic = 2 A, B =1 A) g 1,5V
t (icend = 2A, IBend = 1A, L= 10 uH) < 10 us
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SU 165 a

Silizium-npn-Leistungsschalttransistor fur Transverter,
Schaltnetzteile und allgemeine Anwendung

Bauform 5

Wérmewiderstand  Reje £ 2,5 K/W

Grenzwerte (giiitig fiir den Betriebstemperaturbereich)

Ucerm (RBe < 100 Q) ) 900V
Uceo (I8 = 0) 350V
Ilc 25A
lcm 30A
IBm 25A
Pt  (bei 8 < 90°C) 10w
] =25...+115°C
8a ~25...4100°C

Elektrische Kennwerte bei 9 =25°C-5K

Ices (Ucesm = 900V, Uge = 0) < 1,0mA
UcEat (I = 1A,l8 = 0,2A) <30V
UBEsar (I =1Als = 0,2A) <15V
ton ('C = 1A) é 1 us
tot (le = 0,2A, -l = 0,4 A) £5 ps




SU 167/SU 169 0

Silizium-npn-Leistungsschalttransistoren
fir Schaltnetzteile und Motorsteuerung

Bauform 5

Warmewiderstand Renje < 1,25 KW

Grenzwerte (gliltig fiir den Betriebstemperaturbereich)
SU 167 SU 169

Ucso (e ==0) 800 1000V
Uceo (I8 ==0) 325 400V
Ic 10A
lem 15A
Piot (9 < 25°C) 100 W
9 —25...+150°C
%a —25...4125°C

Elektrische Kennwerte bei 9. =25°C - 5K min typ max

lcex (Uce =800V, 1000V, Uge = -2V) < 1,0mA
Uctsm (Ilc =80A, I8 =25A) < 33V
UBEsat (lc ==80A I8 =25A) < 22V
h21e (Uce =10V, Ic =2,5A) = 15

Uericeo (Ic = 100 mA) > 325 > 400V
U@ereso (Ic =10 mA) > 8,0 Y

t (Ic =80A IB=—-l8=25A) <10 us
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suU 177 ' O

Silizium-npn-Leistungsschalttransistor fir allgemeine
Anwendung

Bauform 5
Warmewiderstand Rie < 2,0 K/W

Grenzwerte (giiltig fir den Betriebstemperaturbereich)

Ucgo (le = 0) 800V
Uceo (ls = 0) 400 V
Ic 40A
lem 6,0A
Pwot (9 < 50°C) 50 W
4 —40...4150°C
ta —40...-+100°C

Elektrische Kennwerte bei # 25°C — 5K

fcex (Uce =800V, Upe = ~2V) <1,0mA
UCEsat (lc =25A,Is = 05A) <15V
UBEsat (Ic = 2,5A,ls8 = 0,5A) <16V
tUerEeso (e = 10 mA) =260V

t (lc = 25A,ls =05A, -ls = 1,0A) < 10us
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SU 178 - SU 179 g

Silizium-npn-Leistungsschalttransistoren fiir Schalt-
netzteile und allgemeine Anwendungen

Bauform 5
Waéarmewiderstand Rumje < 1,65 K/W

Grenzwerte (giltig fir den Betriebstemperaturbereich)

SU 178 SU 179

Ucso (Ie == 0) 800 1000 V
Uceo (I8 = 0) 400 450 V
Ic . 6,0 A
lem ) 8,0 A
Piot (e < 50°C) ) 60 W
Ba ~25...4+125 °C
8 -25...+150 °C

Elektrische Kennwerte bei 9. = 25°C — 5K

lcex (Uce = Ucso, Use =-2V) <10 mA |
UCEsat ('C = 2.5 A, Ig = 0,5 A) < 1,5 \')
UBEsat (lc =25A, I8 = 05A) <14 V
Uereso (e == 10 mA) =60V
t (lc =25A,18=05A, -lg = 1,0A) = 10 us




SU 180

Si-npn-Leistungstransistor fiir elektronische
Vorschaltgerdte fir Gasentladungslampen

Bauform 5

Warmewiderstand Renje < 2,0 KW

Grenzwerte (giiltig fir den Betriebstemperaturbereich)

Kollektor-Basis-Spannung

le=20 Ucso
Kollektor-Emitter-Spannung

Is =10 Uceo
Kollektorstrom Ic
Kollektorspitzenstrom lcm
Gesamtverlustleistung )
¥ < 50°C Ptot
Betriebstemperatur Ya
Sperrschichttemperatur 9

Kennwerte (8 = 25°C - 5K)

min
Kollektor-Emitter-Reststrom
Uce = 1200V, Upe = -2V lcex
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
lc =25A, Ie =05A UCEsat
Basis-Emitter-Sattigungsspannung
lc =25A I8 =05A UsEsat
Kollektor-Basis-Stromverhdltnis
Uce =5V, lc =05A hate 15
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
lc = 100 mA U@riceo 400
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le = 10 mA Uereso 6,0
Abfallzeit des Kollektorstromes -
lc=25A,1B=20,5A, 4
—1lg=10A

1200V
400 V
4A
6A

50 W

-25...+125°C
-25...4150°C

typ

max

1,0 mA
50V

1.5V

1.0 us
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SU 186/SU 187/SU 188 0

Si-npn-Leistungsschalttransistoren fiir Schaltnetzteile
und allgemeine Anwendung

Bauform 5
Wdarmewiderstand Rije < 1,17 K/W-

Grenzwerte (giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich)
SU 186 SU 187 SU 188

Ucso (le = 0) 160 250 300 V
Uceo (I = 0) 125 200 250 V
Ic 15 15 20 A
lcm : 20 20 25 A
Piot (8 < 25°C) 150 w
4y -25...-4200 °C
a -25...+125 °C

Elektrische Kennwerte bei 9 = 25°C - 5K

lcex (Uce = Ucso, Use = -2 V) <10 mA
UCtsat (Ic = 5A,Is = 0,5A) <15 (SU 186) V
UCEsar (Ic = 8A, Iz = 0,8 A) <16 (SU187) V
UCEsat (lc = 10A, Is == 1,25 A) - <1,5 (SU188) V
t (lc =50A18 =05A,~lB=10A)< 1,0 (SU 186) ns
t (lc =80A Is=08A, lg=16A)<08 (SU187) us
7 (Ic =10A,I1g=125A, —-lg=25A) < 0,7 (SU 188) us
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SU 189/SU 190

O

Si-npn-Leistungstransistoren fir Schaltnetzteile und

Motorsteuerung

Bauform 5
Wérmewiderstand Renje < 1,0 KW
Grenzwerte (giiltig fur den Betriebstemperaturbereich)

SU 189 SU 190
Kollektor-Basis-Spannung Ucso 850 1000
le=10
Kollektor-Emitter-Spannung  Uceo 400 450
IB=0
Kollektorstrom Ic ' 15
Kollektorspitzenstrom lcm 30
Gesamtverlustleistung Prot 175
¥ < 25°C
Betriebstemperatur Pa -25...125
Sperrschichttemperatur 9 -25...-4200

Kennwerte bei ¥ = 25°C - 5K
J min max

Kollektor-Emitter-Reststrom ICER 1,0
Uce = 850 V 1000V, Ree < 10Q
(SU 189) (SU 190)

Kollektor-Ermitter-Sattigungsspannung  UCEsat 1.5
lc = 10A, Is = 2A7)
lc = 8A, Is=16A2
Basis-Emitter-Séttigungsspannung UBEsat 1,6
lc = 10A, Is = 2A)
lc= 8A, Is= 1,6A?
Kollektor-Emitter-Durchbruchsspannung Uryceo 4007

== 200 mA 4502)
Emitter-Basis-Durchbruchsspannung Uerieso 10
Ie = 10 Am

Abfalizeit des Kollektorstromes t 0,8
lc = 10A, Is = -l = 2A))

Ic= 8A,lp=—Is = 1,6 A?)

Ucc = 150V

) SU 189 2) SU 190

£P>» < <

o

(=]
a0

mA

<

<<<
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SU 311 Vorldufige technische Daten [}
Si-npn-Darlingtonleistungsschalttransistor fir elek-

tronische Ziindsysteme

Bauform 10

Grenzwerte, gliltig fir den Betriebstemperaturbereich

Ucso (le = 0)
Uceo (Is =0)

Ic

lem .

Ptot (8 =25°C)
9

Ya

Kennwerte bei 9c = 25°C

min
CEX (Use = -2V, Ucg = 450V)
Uericeo (lc = 0,1 A) 400
UcEsat (lc =7A, lIg=0,14 A)
UBEsat (IC =7 A, IB = 0,14 A)

Urm (M= 7 A)
Rthic

450 V

400 V

10A

15A

105 W

150 °C

min —40°C
max 125°C
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SU 377/SU 379 O

Si-npn-Leistungsschalttransistoren fir
Schaltnetzteile und allgemeine Anwendung

Bauform 8

Warmewiderstand Rypje = 1,76 K/W

Grenzwerte giiltig fir den Betriebstemperaturbereich

SU 377 SU 379

Ucgo (lg = 0) . 600 800 V
Uceo (I = 0) 300 400 V
Ic 6 A
Icm 8 A
Pior (8. = 25°C) 85 w
9 -25...4175 °C
9, —25...4100 °C
Kennwerte (3, = 25°C — 5K)

IcEx (Ucg = Ycpor Yse = —2V) <03 mA
UCEsat (Ic = 25A, Ig = 05A) SuU 377 <15 \'
UCEsat (Ic =10A,Ig =02 A) SU 379 <15 \
UBEsat (g = Icsar 1B = IBsat) =13 <11V
Y (¢ = Icsar —IB = 2Bsad) <08 s
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SU 378/SU 380 O

Si-npn-Leistungsschalttransistoren fir Schaltnetzteile
und allgemeine Anwendung

Bauform 8
Warmewiderstand Ruje < 1,76 K/W

Grenzwerte (giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich)

SU 378 SU 380
Ucso (I = 0) 700 850 V
Uceo (I8 = 0) 400 Vv
lc 6,0 A
lem 8,0 A
Peot (9 < 25°C) 85 w
8 —25...4+175 °C
8a ~25...-4100 °C

Elektrische Kennwerte bei 9 = 25°C -~ 5K

lcex (Uce = Ucso, Use = -2V) <03 mA
UCEsat (lc == 25A, Is = 0,5A) <15 \
UBEsot (lc =25A, 18 =0,5A) <13 \
Uerieso (le = 10 mA) =170 \
t (lc =25A,1B=05A, -8 =10A) <08 s
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SU 386 - SU 387 - SU 388 - SU 389 - SU 390

Vorlaufige technische Daten

O

Si-npn-Leistungsschalttransistoren fiir Schaltnetzteile

und Motorsteuerung

Bauform 10

Grenzwerte
SU 386 SU 387

Ucgy (Ugg = —2V) 160 250
Uceo (I8 =) 125 200
ICsat 5 8
Icm 20 20
Pt (¥ < 25°C)
Y
’()a

Kennwerte bei t)j = 25°C - 5K
Icex (Upg = —2V, Ucg = Ucgy)
UsRr) ceo (Ic = 0.2A) 2125
UCEsat (Ic = ICsat) <15
Ic/ls 10
(I = 1Csqp) £1,0

SU 388 SU 389

300
250

10

25
150
175
125

A S IA IV
o =n
® =3

850
400
10
30

-
=}

250
1.5

A @ IR IV A

e
N

HA © A IV

400
1.5

SU

390

1 000
450

30

A 1V

A

450
1.5

0,8

P<<

ps
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SU 508 - SU 509 - SU 510

Si-npn-Leistungsschalttransistoren
fir Anwendung am 380-V-Netz

Bauform 9

Grenzwerte, giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich

SU 508 SUS09 SU 510

Ucso 750 900 1000 V
Uceo 600 700 800 V
Ic 30 A
lcm 60 A
Peot 250 °C
9y 150 °C
Elektrische Kennwerte bei 8; 25°C - 5K
lcex < 5 < 5 < 5 mA
(Uce = UCB max; Use = =2 V)
UCEsut < 2 \Y
(lc = 30A, 18 = 1A)
leBo < 200 < 200 < 200 .mA
(Use = —5A)
UBEsat < 2,5 \")
(Ic = 30A, Is = 1A)
Ur < 18 \Y
(lc = 30A)
(Ic = 30A)
U(BR) CEO = 600 > 700 > 800 V
(lBge = 0 A, | = 200 mA)

< 3 us

tf
(lc = 30A,Ip = —IB = 1A)
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Bauformen

1 2
= 1
4 Sy 2 B ¢ <
5 3 @)
£ grt 15 | E
I e |
Kollektor am Gehéause Kollektor am Gehd&use

945

14
2

25 max.

Q42

28




5 26max 3,3{@(
709192 22max
E . o
4 f + 8
g % ol x -
o)l B~
o I o N
3 S|
Sy \
2
#4310, 27 max,

Kollektor am Gehduse

6 7
#32 7
75 28, -y 74
5
1 gk 5
1 S
\45‘ .|
o 12
sl -
9 | g5 =
2% ECB

Der Kollektor ist mit der
metallischen Montagefléche
leitend verbunden

8 194max, 4,65max
38 D5 max
3
e [ 1S4
‘°~ iod
5 5
1 Y
&
.o
u%_s
7 .
j0max 254 Al _935min
BCE
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Dioden

Typeniibersicht

Seite

SA 403 Si-Planar-Schaltdiode in axialer Aus-

fihrung (50ns) 671
SA 412 Si-Epitaxie-Diode zur elektronischen

Bereichsumschaltung in VHF-Tunern 672
SA 418 Si-Epitaxie-Diode fiir Digital-, NF- und

HF-Technik 673
SAY 12 Si-Epitaxie-Planar-Schaltdioden (4 ns) 674
SAY 16 Si-Epitaxie-Planar-Schaltdioden (4 ns) 674
SAY 17 Si-Epitaxie-Planar-Schaltdiodea (2 ns) 674
SAY 18 Si-Epitaxie-Planar-Schaitdioden (2 ns) 674
SAY 20 Si-Epitaxie-Planar-Schaltdioden (4 ns) 674
SAY 30 Si-Planar-Schaltdioden (60 ns) 677
SAY 32 Si-Planar-Schaltdioden (60ns) 677
SAY 40 Si-Planar-Schaltdioden (10ns) 677
SAY 42 Si-Planar-Schaltdioden (10ns) 677
SAY 73 Si-Epitaxie-Planar-Schaltdioden (4 ns) 674
SZX 18/1...  Z-Dioden (500 mW/10 %) 678
SZX 18/33
SZX 19/5,1... Z-Dioden (500 mW/5 %/g) 679
SZX 19/33
SZX 21/1...  Z-Dioden (400 mW/5 %) 680
SZX 21/24
SZ 600/075... Z-leistungsdioden (8 W) 682

SZ 600/22

670



SA 403

A

Silizium-Planar-Diode im Plastgehduse fir Anwen-
dungen in der Digital-, NF- und HF-Technik, vor-
zugsweise als mittelschneller Schalter in Logikschal-

tungen.

Bauform siehe Seite 673

Grenzwerte (giiltig bis $jmax)

Sperrgleichspannung
DurchlaBgleichstrom
ScheiteldurchlaBstrom
Sperrschichttemperatur
Betriebstemperaturbereich
Lagerungstemperaturbereich
Gesamtverlustleistg.

bei 190 =25 °C

| Statische Kennwerte

~ DurchlaBspannung

IF = 0,1 mA, ¥ = 25°C
- DurchlaBspannung

- iF = 3,0mA, 8o = 25°C
~ Sperrstrom

Ur =25V, 80 =25°C

- Sperrstrom
UrR=25V,8a=145°C

Ur
Ir
IFm
B

9 stg

tot

~ Dynamische Kennwerte bei 8o = 25°C

Kapazitdt

Ur =0V, f=0,5MH:z
Sperrerholungszeit

beim Schalten von
IF=10mA auf Ur = 6V
gemessen bei

iR = 1mA; RL = 50 Ohm

Co

ter

v

A HIA

A

A

1A

25V

30 mA

60 mA

+4125°C
—-25...-4100°C
=55...4125°C
100 mW

0,50V
0,81V
40 nA
300 nA

8 pF

65 ns
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SA 412

Silizium-Epitaxie-Diade im Plastgehduse
zur elektronischen Bereichsumschaltung

in VHF-Tunern

Bauform siehe Seite 673

Grenzwerte

Sperrgleichspannung
DurchlaBgleichstrom bei #a = 25°C
Betriebstemepraturbereich
Sperrschichttemperatur
Gesamtverlustleistung bei o = 25°C

Kennwerte bei o = 25°C

DurchlaBspannung bei I = 100 mA
Sperrstrom bei Ur =20V

diff. DurchlaBwiderstand

bei IF = 10 mA, f=30...300 MHz
Sperrschichtkapazitat

bei Ur = 10V, f= 0,5 MHz

Ur
Ir

4]

G

20V

80 mA
-25...+85°C
125°C

100 mW

12V
100 nA

HAHA

1 Ohm

ItA

3,1 pF

A
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SA 418 ' A

Silizium-Epitaxie-Diode im Plastgehduse
fiir Anwendungen in der

Digital-, NF- und HF-Technik

2
Katode N
a * ,§
F% [ =CH 3 —t
\ [
| 266
Grenzwerte
Sperrgleichspannung Ur 80V
' DurchlaBgleichstrom IF 100 mA
- Gesamtverlustleistung bei $a = 25°C Ptor 100 mW
- Betriebstemperaturbereich Ja =25...-4-85°C
~ Lagerungstemperaturbareich Sstg —55...4+125°C
- Sperrschichttemperatur ¥ 125°C
- Kennwerte bei $a = 25 °C
" DurchlaBgleichspannung
bei Ir = 100 mA Ur s1.2V
- Sperrgleichstrom
< 05uA

~ bei Ur =280V Ir
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SAY 12 - SAY 16...SAY 18 - SAY20 - SAY73 A

Silizium-Epitaxie-Planardioden im Plastgehduse. Sie
eignen sich infolge ihrer geringen Sperrerholungs-
zeit (ns-Bereich) besonders fir den Einsatz als
schneller Schalter.

Lieferbar in Bauform L 2/13 oder Bauform B.

Bauform L 2/13

Jo
o Ty T
e =
lothar verzinnt
Katode [
17
Bauform B
Katodenring, gleichzeitiq lypenkennzeichnung «
feuerverzinnt ‘f S
e e < e e e
41 5-g2 411
70ts

SAY 73 nur Bauform L 2/13
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SAY 30 - SAY 32 - SAY 40 - SAY 42 A
Silizium-Planar-Dioden im Plastgehd&use fiir Anwen-
dungen in der Digital-, NF- und HF-Technik, vorzugs-
weise als mittelschneller und schneller Schalter in
Logikschaltungen.

SAY 30 SAY 32 SAY 40 SAY 42

Grenzwerte

Sperrspannung Ug 25V 25V 15V sV
Scheitelsperrspannung URRM Vv vV 2V 2V
DurchtaBstrom Ig 3I0mA  30mA 26mA 30O mA
ScheiteldurchlaBstrom IFRM 60mA 100mA 40mA 60 mA
Sperrschichttemperatur 125°C  125°C 125°C  125C
Betriebstemperatur- o, min —25°C

bereich max 100 °C
Lagerungstemperatur- Fseg min —55 °C®

bereich max 125 °C

Gesamtverlustleistung
bei ¥, == 25°C Peot 150 mW 150 mW 150 mW 150 mW

Dynamische Kennwerte
bei '&a = 25°C

Kapazitat
bei Ug =0V, = 0,5MHz Ctol S 8pF S 8pF £ 8pF < 8pF
Sperrerholungszeit [ S 65ns’) < 65ns’) £ 10ns®) S 10 ns?)

°) beim Schalten von Ig = 10 mA ouf Up =6V,
gemessen bei lp = 1 mA; R| = 50 Ohm.

~ - 7 Lq—l JLQ’\
i ﬁ_ = 1J B
:\;%m o Jl_% i
Y _ ¥
Y
e b ltbar | | _4z2t02 | 4
Bauform L 2/4 8,2 0,55 Katode” = 7 i Y]
Bauform L 2/13 16,9 0,40
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SZX 18/1;5,6...33 A

Z-Dioden in Allglasausfiihrung zur Stabilisierung
und Begrenzung von Spannungen

sowie zur Erzeugung von Vergleichsspannungen.

Die Z-Dioden SZX 18 werden in der E 12-Reihe (10 %) geliefert.

Grenzwerte bei 3o =25°C

Gesamtverlustleistung Prot 500 mW
Sperrschichttemperatur 9 175°C
Wdrmewiderstand Ren 0,3 K/mW

Kennwerte 8q =25 °C

Typ Z-Spannung Z-Wider-  rel. Temperatur- Sperr-
stand koeffizient span-
[ ] der Z-Spannung nung
UZ/V rz/Ohm TKUZ/%:'K UR/V
bei Iz = 5 mA bei ig = 1 uA
SZX 1811 065... 0,85 £ 8 —0,26 . ..-0,23 —
SZX 18/5,6 50 ... 63 < 65 —0,03 ... 10,06 2z 1
SZX 18/6,8 60 ... 7,5 £ 10 —0,01... 40,07 2 2
SZX 18/8,2 7.3 ... 92 £ 8 +40,02...+40,07 2 35
SZX 18/10 88 ...11,0 s 17 +0,05 . .. -40,08 -1
SZX 18/12 10,7 ...13.4 < 30 40,06 . . . 40,09 Zz 7
SZX 18/15 13,0 ...16,5 < 40 40,07 ... 40,09 = 10
SZX 18/18 16,0 ...20,0 < 55 0,08 . .. 40,095 210
SZX 18/22 196 ...24,4 £ 9% 40,08 ... -0,1 Z 12
SZX 18/27 24,1 ...300 <100 - +4008...+0,1 = 14
SZX 18/33 296 ...365 < 100 40,08 ... 40,1 217

DurchlaBspannung bei Ip = 50 mA, Ug < 1,1V
Y) wird in DurchlaBrichtung betrieben

N schwarzer Farbring (Katode) SZX 18/1../33

s g roter Farbring (Katode) SZX 19/57.../33
RSy £]
e e— —
&V | ApschluBdrah? AnschiuBaraht

\(gtbar verzinnt | , 4%1 411 (Gtbar verzinnt

30+ | max. 43 305
i
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SZX 19/5,1...33

A

Z-Dioden in Allglasausfiihrung zur Stabilisierung
und Begrenzung von Spannungen
sowie zur Erzeugung von Vergleichsspannungen.

Die Z-Dioden SZX 19 werden in der E 24-Reihe (5 9;) geliefert.

Grenzwerte bei %o = 25 °C

Gesamtverlustleistung Prot 500 mW
Sperrschichttemperatur 9 175°C
Warmewiderstand Ren 0,3 K/mW
Kennwerte o, = 25°C
Typ Z-Spannung f{x?ep rel. Temperatur- Sperr-
koeffiziant span-
der Z-Spannung nung
Uzlv rz/ohm TKuz/ %K UR/V
bel Iz = 5 mA b.lg=s 1 uA
SZX 19/5,1 48... 54 <75 —0,05. .. 0,08 =1
SZX 19/5,6 52... 60 < 60 ~0,03... 4005 =1
SZX 19/6,2 58... 66 $35 ~0,02 ., .. -+0,06 =1
SZX 19/6,8 64... 7.2 <8 ~0,01...-4007 = 2
SZX 19/2,5 70... 79 S 7 +90,02... 40,07 S 2
SZX 19/8,2 72,7... 87 <7 .03 . . . 40,07 S 35
SZX 19/9,1 85... 9.6 <10 -+0,04 . . . 0,08 S s
SZX 19/10 9.4...10,6 <15 +005...40085 = S
SZX 19/11 10,4...11,6 <2 +0,055. . . 10,09 =5
SZX 19/12 1,4...12,8 S20 40,06 . . . 6,09 =7
SZX 19/13 12,5...14,0 $25 40,07 . .. +0,09 27
SZX 19/15 13,8...155 S +0,07...40095 2>10
SZX 19/16 153...17,0 <4 +0,08...40095 =10
SZX 19/18 16,8...19,0 < 50 +0,08...40095 =10
SZX 19/20 18,8...21,0 < 55 40,08 .. 40,1 =10
SZX 19/22 20,8...23,0 <55 40,08 ... 40,1 =12
SZX 19/24 2,8...256 < 80 +0,08. .. 40,1 =12
SZX 19/27 25,1...28,9 <80 40,08 . .. 40,1 =14
SZX 19/30 28,0...32,0 < 80 40,08, .. 40,1 =14
SZX 19/33 31,0...350 <80 +0,08 ... 40,1 217

DurchiaBspannung bel I = 50 mA, U = 1,1V MaBbild siehe Seite 678
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SZX 21/1;5,1...24 A

Silizium-Epitaxie-Planardioden im Plastgeh&use. Sie
dienen zur Spannungsstabilisierung und -begren-
zung sowie zur Erzeugung von Vergleichsspannun-
gen.

Die Z-Dioden SZX 21 werden in der E 24-Reihe (5%;) geliefert.

Grenzwerte
Gesamtverlustleistung Pwt 400 mW)

Pt 250 mW?2)
Sperrschichttemperatur & 150°C
Warmewiderstand Re 0,31 K/mW?)

R 0,5 K/mW?2)
Lagerungstemperatur- 8 —50...450°C
bereich
Betriebstemperatur- s —55...4100°C
bereich

7 Angaben gelten, wenn AnschluBdréhte in 3 mm Abstand vom
dGeh&use auf einer Temperatur von Ve = 25 °C geholten wer-
en

2) ohne zusétzliche Kiihlung

4187
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SZ 600/0,75 . . . SZ 600/22 a

Silizium-Z-Diode im Metallgehduse
mit Gewindezapfen M 4 und Drahtanschliissen,
Z-Spannungstoleranz 59,

Typ Uz rzd bei Iz l: max. Pmax.
bei [ZMaess ohne mit
Kuhlblech')
) ©Q (mA)  (mA) (mA) (W)
SZ 600/0,75 065... 0,85 1.5 100 1000 3000 3,5
5,1 48 ... 54 5 100 185 1450 8
5.6 52 ... 60 2 100 165 1330 8
62 58 ... 66 2 100 150 1210 8
68 64 ... 7,2 2 100 139 1100 ]
7.5 70 ... 79 2 100 126 1010 8
8,2 77 ... 88 2 100 13 910 8
9,1 85 ... 96 4 50 104 830 8
10 9.4 ...10,6 4 50 94 750 8
13 10,4 . 11,6 7 50 86 690 8
12 11,4 ...127 7 50 78 630 8
13 12,4 . 14,1 n 50 n 570 8
15 138 ...157 13 50 63 500 8
16 152 ...171 15 25 58 470 8
18 16,8 . 19,1 15 25 52 420 8
20 18,8 ...21,2 15 25 47 330 ]
2 20,8 ...23,3 15 25 43 350 8

1ZMess ™ 100 mA fir SZ 600/0,75 . . . SZ 600/8,2
50 mA fir SZ 600/9,1 ... SZ 600/15
25 mA fiir SZ 600/16 ... SZ 600,
Die ob G te des Z-St Iz max. gelten fir eine Umgebungs-
temperatur von 45 °C bel natdrlicher LuftkBhlung.
Y blonkes Aluminium 200 X 200 X 3 mm? (bei SZ 600/0,75
mindestens 50 X 50 X 2 mm®) — vertikale Anordnung

700-s
_ J7t1s max. 705
821
a re—
<1 y
Katodenanschlufi Kennzeichnung Anodenanschiufl

«0" Abstand einer Drahtblegestelle == 3 mm
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Gleichrichter

Typeniibersicht
Seite
Si-Gleichrichter in Freiflachen-
bauart 685
MDD 16 Diodenmodule 688
MDD 25
MDD 40
MDD 63
SY 170 Si-Gleichrichter im PreBfit-
gehduse (Anode am Gehduse) 689
SY 171 Si-Gleichrichter im PreBfit-
gehduse (Katode om Gehduse) 689
SY 191/1...191/16 Si-Leistungsdioden 690
SY 192/1...192/16
SY 196/1...196/10 Schnelle Si-Leistungsdioden 691
SY 197/1...197/10
SY 330/1...330/20 Schnelle Si-Gleichrichter 692
SY 351/05...351/14 Si-Gleichrichter 693
SY 345/05...345/10  Schnelle Si-Gleichrichter 694
SY 346/05...346/10 Schnelle Si-Gleichrichter 695
SY 347/05...347/10
SY 356/05...356/10  Schnelle Si-Gleichrichter 696
SY 360/05...360/16  Si-Gleichrichter kleiner Leistung 697
SY 361/10...361/18
SY525,’0,§ Schottky-Leistungsgleichrichterdioden 698
... 0,
SY 526,0,2 698
e //’0.45
Epitaxial-Leistungsgleichrichterdioden 699

SY 625/0,5
e /2
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SY 710
SY 715

SWD 106 XS
SWD 107 XS

E500C 10

E 3500 C 15

KG 73
D06
SES
BD 1

Sehr schnelle Si-Gleichrichterdiode
Sehr schnelle Si-Gleichrichterdiode
Si-Einphasen-Gleichrichterbriicke
Halbleiter-Druckwandlerchips

Platten fiir Selen-Freiflachen-
gleichrichterséulen

Selen-Stabgleichrichter
im HP-Rohr

Selen-Hochspannungsgleich-
richter

Selen-Blockgleichrichter

(E, M, V, B)
Selen-Kleinstgleichrichter

(E, M, V, B)
Selen-Klammergleichrichter
Selen-Amplitudenbegrenzer
Selen-Schaltdioden
Seleniiberspannungsbegrenzer
Selenblitzschutzdiode

Seite
700
701
703
702

704

705

706

707

708
712
714
715
716
717
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Siliziumgleichrichter in Freifldchenbauart ©

Zur SchlieBung von Bedarfsliicken wurde fiir Anwendungsfdlle,
wo kombinierte Schaltungen (Mittelpunkt-, Briicken- und Dreh-
strombriickenschaltung) fiir hdhere Spannungen und Stréme er-
forderlich sind, eine Typenreihe von Siliziumgleichrichtern in
Freiflachenbauart unter Verwendung der SY 170 und SY 171
entwickelt. Diese Bauelemente &hneln in ihrem mechanischen
Aufbau sehr den Selenleistungsgleichrichtern.

Unter Verwendung von verschiedenen Kuhliplattenarten, die auf
M 8-Bolzen untereinander verbunden werden, steht folgende
Leistungsreihe zur Verfligung.

Die Sétze miissen nach den fiir Siliziumbauelemente gliltigen
Vorschriften und Empfehlungen schutzbeschaltet werden.

Bei den Typen mit einer NennanschluBspannung UaN von 250 V
ist der NenndurchlaBstrom Ir(an) auf 75 9/ zu reduzieren.

Bezeichnungsbeispiel fiir Siliziumgleichrichter
in Freifldchenbauart

Gleichrichter DB 80 / 00 — 120 Si 5

Schaltung —_—

NennanschiuB3-
spannung (z. B. 80 V)

Nenngleich-
spannung (z. B. 100 V)

NenndurchlaBstrom
(z. B. 120 A)

Kurzzeichen fir
Siliziumgleichrichter

Kennzahl des Kihlplatten-
formates (z. B. 100 mm > 375 mm)

58 mm X 58 mm -~ 1 100 mm X 250 mm — 4
100 mm X 100 mm — 2 100 mm X 375 mm — 5
100 mm X 125 mm = 3
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MDD 16 - MDD 25 O
MDD 40 - MDD 63

Diodenmodule

Greniwerte giiltig fiir den Sperrschichttemperaturbereich

UrrMm™) *) Ursm®) Ug
V) %) V)
MDD 16, MDD 25/ 1 100 70
MDD 40, MDD 63/ 2 200 140
/4 400 280
/6 600 420
/8 800 560
1o 1 000 700
/12 1200 840
a 1 400 980
116 1600 1120
MDD 16 MDD 25 MDD 40 MDD 63
IE(AV) 16 25 40 63 A
(Sinushalbwellen?) 8. = 100 °C
IFsM 400 500 800 1200 A

(9] = 150 °C
(50 Hz-Sinushalbwelle, Ugp = 0)

Kennwerte (%; = 25°C — 5K)

Ug <1,55 1,49 <1.42 < t40V
(B, =25°C + 10K)
bel Igpm 50 80 125 200 A
IRRM <5 mA
(URrM» 5, = 150°C - 5K) .
innerer Warmewiderstand Rehje 1.6 1.4 0.9 0.6 K/w
je Diode
Empfohlene Betriebsscheitelsperrspannung Ugym = 0,7 URrrM
Maximale Sperrschichttemperotur 9‘. = 150 °C
Nty 2) L =<: 20 ms 3) f = 40 bis 60 Hz
T <05
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SY 170 - SY 171 O

Silizium-Gleichrichterdioden mittlerer Leistung

im PreBfit-Gehduse zum Einpressen in Kuhikorper.
SY 170 Anode am Gehduse, SY 171 Katode am Gehduse

Ur Clrany 1) irRM IFsm2)
Typ V) (A) (A) (A)
SY 170/1 100 25 . 100 300
SY 171/1 100 25 100 300
SY 170/2 200 25 100 300
SY 171/2 200 25 100 300
SY 170/3 300 25 100 300
SY171/3 300 25 100 300
SY 170/4 400 25 100 300
SY 171/4 400 25 100 300
SY 170/5 500 25 100 300
SY 171/5 . 500 25 100 300
SY 170/6 600 25 100 300
SY 171/6 600 25 100 300

Ur (bei k=20 A, 8 =25°C) 1V bei SY 170/171/1/2

12V bei SY 170/171/3/4

15...1500Hz
th]c é 1,2 K/W
9]max = 150 °C
EinpreBkraft max. 8 800 N
1 Sinushalbwellen, 9 = 100°C
2) 50 Hz-Sinushalbwelle, $c = 150°C
Katodenanschluft 315
bei SY170
515 .- ca. 06 dick
Katodenanschluf 053
beiSY1T1 N 5
8y
23
61284605
@16tos
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SY 191/1...SY 191/16 - SY 192/1...SY 192/16 ©

Siliziumleistungsdioden im Metallgehduse mit
GewindeanschluB M 5 bzw. M6

Typ URrrM Ursm UrwM IFav) IFRM
\' v \ A A

SY 191/1 100 70

2 200 140

4 400 280

[ 600 420

8 800 560 20 200

10 1000 700

12 1200 840

14 1400 980

16 1600 1120
SY 192/1 100 70

2 200 140

4 400 280

6 600 420

8 800 560 45 450

10 1000 700

12 1200 840

14 1400 980

16 1600 1120

310
95 710

63

b [ H—
R —ij
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SY 196/1...SY 196/10 - SY 197/1...SY 197/10 ©
Schnelle Siliziumleistungsdioden im Metallgeh&use

mit Gewindeanschlu M 5 bzw. M 6

Typ

UrrM  Ursm UrwMm IF(av) lrsm trr
v Vv A ns

SY 196/1 100 70

2 200 140

4 400 280

6 600 420 15 170 0,3

8 800 560

10 1000 700
SY 197/1 100 70

2 200 140

4 400 280

6 600 420 25 250 0,3

8 800 560

10 1000 700

95,

385

O

77,0

25
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SY 330/1...SY 330/20 O
Schnelle Silizium-Gleichrichterdioden
im Kunststoffgeh&use
Typ Urrm*) Ursm?2) Ur Ieavy®) IEsm*)
V) ) ) (A (7))
SY 3301 100 100 100
2 200 200 150
4 400 400 350 < 0,48
6 600 600 500 <20
8 800 800 700 bis
10 1000 1000 900
12 1200 1200 1100 < 0,29
15 1 500 1500 1400
18 1800 1800 1 600
20 2000 2000 1800
— Empfohlene UrwM < 0,7 X UrrM
— Sperrschichttemperatur =55 bis 160 °C
— Sperrerholungszeit t= < 0,25 us
IF=1A, dif/dt= —25A/us, Ik = 0,4 A, %, =25°C
" ' <05 f="50Hz...30kHz 2) tp < 20 ms

3) Sinushalbwelle, f=50Hz...30kHz, volle Drahtlénge auf
Leiterplatte, #a = 45°C

4 Sinushalbwelle, f = 50 Hz, ¥ = 100°C, Ur =0

Drahtanschlisse beiderseitig
bis auf 1,5 mm Abstand vom

Gehduse 18tfahig verzinnt

62,5
min. 273 63
- S
- LY
Anodenanschlul  Katodenanschiul

(Farbring)

692



SY 351/05...SY 351/14 O
Silizium-Gleichrichterdiode im Kunststoffgehduse

Typ Urrm') URsm?) Ur  Irav®) lEsm®)
W) V) v A W
SY 351/05 50 35
n 100 70
/2 200 140
/3 300 210
/4 400 280 < 3 80
/6 600 420
/8 800 560
/10 1000 700
112 1200 840
/14 1400 980

— Empfohlene UrwMm= 0,7 X URrrM
— Sperrschichttemperatur =55 °C bis 150 °C
~ Betriebsfrequenz f=50Hz...1kHz

1y f=50Hz...1kHz to/T £ 0,5

?) t, £ 20ms

3) Sinushalbwellen, Kiihlung
der Anschllisse im Abstand

von 10 mm vom Gehduse
auf 9q = 45°C

4 50 Hz-Sinuswelle
9 =120°C, Ur =0

max. 62,5
| 7inZ5, 35
; {
-
oL
\ /¥
Anoat hlul Katode hiuff

(Farbring)
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SY 345/05...SY 345/10 O

Schnelle Silizium-Gleichrichterdioden
im Kunststoffgehduse

Tye Urrm')  Ursm?)  Ur 1F(AV)®) IFsm*)
(%) ) V) (A) (A)
SY 345/05 50 50 35
1 100 100 70
2 200 200 140 <14
a4 400 400 280 bis < 40
[ 600 600 420 <11
8 800 800 560
10 1000 1000 700

~ Empfohlene UrwM == 0,7 )X UrrM
- Sperrschichttemperatur —40 °C bis 140 °C

~ Sperrerholungszeit tir < 0,25 ps Gruppe K
0,35 us Gruppe L

IF=1A, dif/dt= 25A/ps, Ir = 0,4 A, 8 =25°C

) tp/T £0,5, f=50Hz...30kHz ) tp £ 20ms

3) Sinushalbwellen, f=50Hz...30kHz, Kiihlung der An-
schilisse im Abstand von 10 mm vom Gehduse auf 0a = 45°C

4) Sinushalbwelle, f = 50 Hz, &; = 120°C, Ur =0

=
=

X 62,5

min. 273 63 -

o~ <3

o ==

2mal biegen der AnschluBdr&hte Anodenanschlull Katodenanschiull
um 180° mit Biegeradius = 0,8 mm (Farbring)

zuldssig
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SY 346/05...SY 346/10 - SY 347/05...SY 347/10 [J

Schnelle Silizium-Gleichrichterdioden im Kunststoff-
gehdause

Typ UrrM UrwM')  IFav)®)  IFRM IrsM?)
%) ({)] (A) (A) (A)
SY 346/05 50 35 0,81
1 100 70 0,81
2 200 140 0,81
4 400 280 078 <8 <40
6 600 420 0,68
8 800 560 0,63
10 1 000 700 0,59
SY 347/05 50 35 0,73
1 100 70 0,73
2 200 140 0,73
4 400 280 067 < 8 35
6 600 420 0,61
8 800 560 0,57
10 1000 700 0,53

1) empfohlener Wert

2) Sinushalbwelle, f > 50 Hz, 9; = 45°C, Ur =0
Sperrerholungszeit tr = 0,2 us

3) volle Drahtldnge auf Leiterplatte, $a = 45°C

min 273

~
Ay

Anodenanschlul  Katodenanschiuft
(Farbring)
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SY 356/05...SY 356/10 ]

Schnelle Silizium-Gleichrichterdioden im Kunststoff-
gehduse

Typ Ugrm"  Upsm? Ug FAv)?  lesm®)
V) 1$2] V) [G))
SY 356/05 50 35
1 100 70
2 200 140 3,0
4 400 280 bis 80
6 600 420 2,3
8 800 560
10 1000 700

— Empfohlene UrwM =< 0,7 )X UgpM

— Sperrschichttemperatur —55°C bis 150 °C

~ Sperrerholungszeit tr £ 0,3 us (K)

< 0,4 us (L)
I =1A; dir/dt= -25Afus; Ir = 0,5A; % =25°C

) tp/T £0,5; f=50Hz...30kHz

) tp£20ms

3} Sinushalbwellen, Kihlung der Anschliisse im Abstand von
10 mm vom Gehduse auf % = 45°C

9 Sinushalbwelle, f = 50 Hz, §; = 120°C, Ur =0

A

. max. 62,5
r min28 95
2 j §
T ! )
Anodenarnschiul} Katodenanschiud

{Farbring)
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SY 360/05... SY 306/16 - SY 361/10...5Y361/18 (I

Silizium-Gleichrichterdioden kieiner Leistung
im Miniatur-Plast-Gehd&use

Typ Uprm!)  UrsmM2)  UYrwm YR IFAv)  RRM IFsm
) ) v) v A - W )
SV 360/05 50 35
1 100 70
2 200 140
3 300 210
4 400 280
6 600 420 =£095) <8 £ a0h)
8 800 560
10 1000 700
SY 361/10 1 000 700
n3 1 300 900
N 1600 1100 19 <10 £ 509
ns 1 860 1250

f max, = 1 kHz

Virtuelle Sperrschicht- 0‘ —55...4150 °C

temperatur

Dtp (UR) £ 05 ?) tp S 20 ms
T

%) Einwegschaltung, R-Last #, == 45°C, volle Drahtldnge

ouf Leiterplatte

4 Scheitelwert einer 50 Hz-Sinushalbwelle, 0‘ =120 °C, Ug =10
3) Scheitelwert einer 50 Hz-Sinushalbwelle, 91 =25°C, Ug =0
6) Sinushalbwellen, Kithiung der Anschliisse im Abstand von 10 mm vom

Gehduse auf ¥, = 85°C

2mal biegen der AnschluBdrahte
um 180° mit Biegeradius 2 0,8 mm
zuldssig

629 )

min. 27,3

~
A

Anodenanschiull - Katodenanschiuft
(Farbring)
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SY 525/0,2 . .. SY 525/0,8 G
SY 526/0,2 . .. SY 526/0,45

Schottky-Leistungsgleichrichterdioden
im Metallgehduse mit GewindeanschiuB M5

Typ Urrm") Urwm  IFAYY) IERMS) TrSMD UEY IRcovy) Crot
(V) V) (A) (A) (A) V) (A) (nF)
SY 525/0,2 20 0,74
/0,3 30 0,74
/0,4 40 0,74
/0,5 50 30 47 600 0,74 2 2
/0,6 60 0,8
/0,7 70 0.8
/0,8 80 0,8
SY 526/0,2 20
/0,3 30
/0,35 35 25 39 500 0,55 - 3
/0,4 40
/0,45 45
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit dUgp/dt = 1 000 V/us
Sperrschichttemperatur SY 525: 5] =-55°C...4175°C
SY 526: {)J = «55°C...+4150°C
n tp < ) Sinushalbwelle, SY 525 9, =120°C
T £05 SY52 8, = 70°C

3) Sinushalbwelle, Ugp = 0; t, = 10ms
49 UR bei Ig = IF(AV); SY 525 9c = 25°C, SY 526 9(: == 70 °C
5) SY525; L = 30uH; f = 1 kHz 6 Ug = 5V; f = 100 kHz

310
35 170 Sw11

A

;:t—;'_l—“ 1

:
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SY 625/0,5...SY 625/2 ‘ ®

Epitaxial-Leistungsgleichrichterdiode
im Metallgeh&use mit Gewindeanschlul M5

Typ UgrM") UrwM  Ir(av)?)  FRMs)  TrsM®  UgD tre’)
V) (%] (A) (A) (A) V) (ns)
SY 625/0,5 50
N 100 :
ns 150 28 43 420 0,85 50
/2 » 200 .
Sperrschichttemperatur 9; = -55°C...+4150°C
1
) 2 <os

2} Sinushalbwelle, 9. = 120°C

3) Sinushalbwelle, Ur = 0; tp = 10 ms

%) Ur bei IF == 20 A, 9 = 100°C

5) IFr = 1A; dIf/dt = <50 A/us; ier = 0,1 A; Dc = 25°C

310
95 iz

6,3
ot

2,5

el [
LT
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SY 710 O
Sehr schnelle Si-Gleichrichterdiode

Grenzwerte

Typ UrrMy™)  UrsMV)  UR™)  Iravi®)  Ipsms)(A)
SY 710/0,5 50

SY 710/1 100 7 80

SY 710/1,5 150

SY 710/2 200

r 4
empfohlene Betriebsscheitelsperrspannung UrwMm ~0,7 UrrM
Sperrschichttemperatur =55 °C bis 150 °C

Kennwerte

ter < 35ns beilr =1A, kR =0,1A
diF/dt = —50 A/us

Um <085V bei IeMm = 5A, 3¢ = 100°C

Rihje < 2,7K/W
1) f =50 Hz bis 100 kHz

?) Sinushalbwellen, f= 50 Hz bis 100 kHz, 8 = 125°C
3) Sinushalbwelle, tp < 10 ms, ;== 150°C, Ur == 0

%ﬂ& - 465 max.
F:t |
o gl

Bezugspunkt
zur Messung
der Gehduse-
temperatur

65

2

7

2]

Katode Anode
Katode ist leitend mit der Kihifahne verbunaen
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SY 715 o O

Sehr schnelle Si-Gleichrichterdiode mit hohem Wir-
kungsgrad fiir den Einsatz in Schaltnetzteilen

Grenzwerte

Typ UrrM)  Ursm Ur I (A)) lrsm))
V) ) (] (A) (A)

SY 715/0,5 50

SY 715/1 150

SY 715/1,5 100 12 200

SY 715/2 200

empfohlene Betriebsscheitelsperrspannung UrwM —0,7 URRM
Sperrschichttemperatur —55 °C bis 150 °C

Kennwerte

trr < 35ns bei |F = 1A, IR = 0,1 A
dif/dt = —50 A/us

Urm 0,85V bei IrM = 10 A, ¥ = 100°C

<
Rehe < 2K/W

1 f =50 Hz bis 100 kHz
2) Sinushalbwellen, f= 50 Hz bis 100 Hz, #c = 125°C
3) Sinushalbwelle, tp < 10 ms, 9 =150°C, Ur = 0

MaBbild siehe Seite 700
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SWD 106 XS - SWD 107 XS ' O
Halbleiter-Druckwandlerchips im Scheibenverband

Altle Chips werden im Scheibenverband getestet und bei mindestens
3 MeBbriicken/Chip werden folgende elektrische Kennwerte bei einem
Speisestrom von |y = 0,48 mA garantiert:

Elektrische Kennwerte
Briickeninnenwiderstand 45kQ £ R £56kQ % = 30°C 1K
Kompensationswidersténde 36kQ = Ry =445kQ 8= 30°Ct1K

Briickengrundverstimmung U, S 10 mV/V Speisespannung bei
¥ =30°C+1K

Umpolspannungsdifferenz U,o = Yy, (+Polung) - U, (—Polung)'

< 50 uV/V Speisespannung bei & = 30°C
Isolationswiderstand R 2 200 M Ohm bei 8= 30°C £+ 1K
zwischen benachbarten i
MeBbriicken und 4 V Speisespannung
Temperaturkoeffizient 1 Ri (80 °C)—Ri (30 °C)
von R; aR9 = .

Ri (30 °C) 50 grd

2,5 o/00/K == aR® < 3,1 ofoo/K

Grenzkennwerte .

Betriebsspannung Y, v

Speisestrom lo 2 mA

Betriebstemperaturbereich —40°C £ 9 £ 480°C

Abmessungen

Si-Scheibe Durchmesser 76 + 1 mm mit Fase

Dicke 3 mm + 50 pm

Chipform rund Es ist auch mdglich, die Scheiben-

& 10 mm dicke bis zu 375 um zu verringern.

SWD 107XS: hshere Stabilitét der Briickenparameter

Mt dem Einbringen eines Sackloches und der Wahl der Biegeplattendicke
entsprechend dem gewiinschten Wert ist der DruckmeBbereich des Druck-
wandlers einstellbar im Bereich 16 kPa £ p = 5 MPa. Die Herstellung
gehért nicht zum Lieferumfang.
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Si-Einphasen-Gleichrichterbriicke 20 A ©

Typ UrrM UrsmM  UrwM Iravy IFRM IFsM Rehje
v v V A A A KW

B 20/15 -20Si 50 100 35
B 40/30 —20Si 100 200 70
B 80/70 —20Si 200 300 140 20 30 250 21
B 125/110-20Si 300 400 210
B250/220 -20Si 600 700 420

Flachanschiull 63 TGL 22 425
}9 Polaritétsymbol (z.5+y

43

f

|

+
371%15

75
35 ~15

Kennzeichnung
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Platten fiir O}
Selen-Freiflachengleichrichterséulen
beliebiger Spannungen und Strome

Elektrische Kennwerte bei Widerstandsbelostung in Einweg-
schaltung und $o = -40...435°C

Platten- Uan lon?)
format v A
mm X mm . W-Reihe
16,6 X 16,6 0,13%)
20X 25 0,5
25% 33 0,85
33X 33 1.1
33X 50 1.6
50 X 50 20 2,5
50X 62 25 3,0
50 X 83 307 3,75
50 X 100 5,0
71 X 100 7,0
100 XX 100 9,0/10,0
100 XX 200 18,0
100 XX 300 ' 27,0/30,0
100 XX 400 36,0
100 XX 500 45,0

? Nur nach Vereinbarung
) fiir E-Schaltung; fir M- und B-Schaltung X 2; fiir DB-Schaltung X 3
3) nur in Sonderbau als X-Leistungsreihe
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Selen-Stabgleichrichter O
im Hartpapierrohr
Typ Nenn- Nenn- Gehduse- aktive
anschluf- gleich- abmessungen  Fléche
spannung  strom

\ mA mm cm?
E125C5 12,5 5
E25 C5 25 5 65X 1 0,2
£375C5 37,5 5
in gleicher Stufung bis
E100 C5 100 5
E125 C5 125 5 JesX1 0.2
in gleicher Stufung bis
E250 C5 250 5
E300 C5 300 5 65 X1 0.2
in glelccer Stufung bis
£1000 C5 1000 5 N
E1100 C 5 1100 5 Z65X1 0.2
in gleicher Stufung bis
E1500 C5 1500 5 65X 1 0,2
€125 C10 12,5 10
E25 C10 25 10 26,51 0,2
E 37,5 C10 37,5 10
in gleicher Stufung bis
E 100 C 10 100 10
E 125 C 10 125 10 Z6s5X1 0.2
in gleicher Stufung bis
E 250 C 10 250 10
E300 C 10 300 10 D65X1 0.2
in gleicher Stufung bis
E 500 C 10 500 10 6,5 X1 0,2

Abmessungen 6,5 X |,

I=10-+2 bein <

6

1==(0,4n476)F2bein>6
n = Anzahl der Platten = NennanschluBspannung:

12,5

)
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E 3500 C 15 : O]

Diese Selenhochspannungsgleichrichter sind speziell fiir die
Gleichspannungsversorgung von Réntgengeneratogen, Kabel-
prif- und -brenngerdten, elektrostatischen Lackieranlagen, Elek-
trofilteranlagen usw. entwickelt worden. Durch ihre besondere
konstruktive Formgebung kénnen sie sowoh! in Einweg- als auch
in Verdopplerschaltung eingesetzt werden. Bei Einbau unter Ol
ist eine hdhere Belastung méglich, wobei die Plattentemperatur
80 °C an der heiBesten Stelle des Gleichrichters nicht liber-
schreiten darf.

NennanschluBspannung 3500V
Zuléssige Spitzenspannung 14,6 kV
Nenngleichstrom 15 mA

(ohne zusatzliche Kiihlung)

1 153

[@o-@» 0@ oo

N\ genietet

77
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Selen-Blockgleichrichter im Plastgehduse O]

Die zu dieser Gruppe gehdrenden Typen werden in erster Linie
als Netzgleichrichter verwendet. Durch den Einsatz hochbelast-
barer Platten ist trotz guter elektrischer Werte des Gleichrichters
eine sehr kleine Bauweise mdglich. Der VerguB schiitzt die
Gleichrichter vor stérenden Umwelteinflissen.

Typ Nenn- Nenn-
anschiufB3- gleichstrom
spannung mA
\

€ 500 C 15 500 15
E 625 C15 625 15
Mmen & %
V 250 C15 250 15 4x5=20 g
V 300 C15 300 15 5 0
B 250 C 30 250 30 "1 I I i
B 300 C 30 300 39
=
y
23 04
2 3 5 6
1 1 ]
{ ] 1
7 4 7
Typ 1 2 3 4 5 6 7
E 500 C15 + Q o] o Q — (o]}
E 625 C15 + Q (@] 0 Q — (@)
V 250 C15 + Q ~ o Q 0o -
V 300 C15 + (@] ~ Q o} Q —
M 500 C 30 ~ @)} + 0} Q Q ~°
M 625 C 30 ~ @] + @] O Q ~
B 250 C 30 — ~ le) F ~ le) _
8 300 C 30 — ~ Ie} + ~ o —

O — AnschluBfahne nicht vorhanden




Selen-Kleinstgleichrichter ®

Diese Gleichrichter kdnnen in allen Industriezweigen zur Gleich-
spannungsversorgung und als Sperrventil eingesetzt werden. Sie
erfillen die Forderungen der Industrie betreffs geringer Ab-
messungen, groBer Belastbarkeit und Ausfihrung in Isolierstoff-
gehdusen. Sie sind, um sich der modernen Technik gut anzu-
passen, ausnahmslos mit Anschliissen fiir gedruckte Schaltung
versehen. Die im folgenden aufgefiihrten Typen sind eine Aus-
wahl. Weitere Typen auf Anfrage.

Typ NennanschluB- Nenn-
spannung gleichstrom
v mA
E 20 C 60 20 60
E 25 C 60 25 60
M20 C120 20 120
M25 C120 25 120
Vi C ¢ 10 60
V 125 C 60 12,5 60
§ 5
)
-1
| N
w
1
3 7
4 2

Typ 1 2 3 4

E 20 C 60

E 25 C 60 - o o +
20 C120

M 25 %120 + & ~ ~
10 60

V 125 C 60 ~ o - +




Typ NennanschluB- Nenn-

spannung gleichstrom
v mA
8 20 C 120 20 120
B 25 C120 25 120
1
o)
)
N
of
N
77 65
|
- Typ 1 2 3 4
B 20 C120 _ + - -




gleichstrom

Nenn-
mA

NennanschluB-
spannung

v

Typ

288988

100
125
100
50
40
50

[-3-X-X-]
eSS~

UL
8HW8RSR
282

wwZ>mm

ga

7

Typ

0+:0
O+
Lt
+ OO0 |

0 00 +

233288
VULVLULL

88 8BRASR

-

wwEZ>me
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NennanschiuB- Nenn-

3

spannung gleichstrom
v m
E?’5C 70 75 70
M6 C140 60 140
M75C140 75 140
vV3zc rn 37 70
B 20 C 200 20 200
B 25 C200 25 200
B 20C275 20 275
B 25C275 25 275
Typ 1 2 3 4
E75C 70
M 60 C 140 + ~ O ~
M 75 C 140
v 37C 70 ~ - 0O +
B 20 C 200
B 25 C 200
B 20 C275 ~ o~ =+
B 25 C275
Typ NennanschluB- Nenngleich-
spannung strom
\ mA

B 20 C 400 20 : 400
B 25 C 400 25 400
B 40 C 250 40 250
B 50 C 250 50 250




Selen-Klammergieichrichter 0}

Selen-Klammergleichrichter sind trotz ihrer guten elektrischen
Eigenschaften auf Grund ihrer einfachen Herstellungsform relativ
preisglinstig. Zum Schutz vor Umwelteinfliissen sind sie lackiert,
Die Montage ist sowohl freitragend als auch auf einem Kihl-
blech mdglich. Fir letzteren Fall sind die gréBeren Gleichrichter
mit zwei Schrdnklaschen versehen, fiir den kleineren Typ ist eine
Befestigungsschelle vorgesehen.

Typ Uan(V) lon(mA) IV (mA) Bauform
B 20 C 500/300 20 300 500 1

B 25 C 500/300 25 300 500 1

B 30 C 500/300?) 30 300 500 1

B 20 C 750/500 20 500 750 2 (b = 20)
B 25 C 750/500 25 500 750 2 (b=20)
B 30 C 750/5002) 30 500 750 2 (b =20)
B 20 C 1 000/650 20 650 1000 2 {b=233)
B 25 C 1 000/650 25 650 1000 2 (b ==33)
B 30 C 1 000/650%) 30 650 1000 2 (b =33)

") mit Kihiblech 200 em?, 2 mm Al

2) nach Vereinbarung
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1 5
L
A
o~
54
— —
13
77 -
Bauform 1
15
7

25

Bauform 2




Selenamplitudenbegrenzer O]

KG 73

Die Gehérschutzgleichrichter sind zur Unterdriickung
von SpannungsstéBen im Fernsprechnetz und damit
zur Vermeidung unangenehmer Knackgerdusche im
Fernhérer, zu dem sie parallel geschaltet werden,

vorgesehen.

Typ

KG 73

Pegel der Ein-
gangsspannung
in Np (bezogen
auf 0,775 V)
Einfligungs-
dampfung bei
800 Hz in Np

-2 -1 ] +1 42 43

<005 <005 £03 >05>11>17

742
72,5
19

77 45
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Selen-Schaltdioden D 06 ‘ o}

Sperrspannung 60V
Impulsfestigkeit 250V
Impulsenergie bei 5 Hz 6 mWs
Belastungsstrom bei Gruppen-
montage von mehr als 4 Dioden . 50 mA
37-01 -
3 3% H,5-g15
—1 et | T
) Pl
a2/
Sla
o [
P 2
| X
S
= 174005
| Mo /]
| 4

 weitere Varianten der AnschluBfahnengestaltung auf Anfrage
 beim Hersteller méglich
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Seleniiberspannungsbegrenzer SES ©

Seleniiberspannungsbegrenzer (SES-Elemente) sind Selengleich-
richter mit besonders steilen Sperrkennlinien. Sie kdnnen in
Sperr- und DurchlaBrichtung kurzzeitig mit sehr hohen Strémen
belastet werden (bis 5 A/cm?). Auf Grund der steilen Kennlinien
besitzen sie gute Spannungsbegrenzungseigenschaften. Selen-
iiberspannungsbegrenzer werden zum Schutz von einkristallinen
Halbleiterbauelementen (Dioden, Thyristoren), von Magnetspu-
len, von Feldwicklungen an Elektromotoren u. a. vor Uberspan-
nungen eingesetzt. Gegeniiber anderen Schutzeinrichtungen
haben sie den Vorteil, daB sie der jeweiligen Gerdtespannung
angepaBt werden und so in jedem Fall eine 6konomisch giin-
stige Lésung ermdglichen.

NennanschluBspannung bro Platte
(sinusfdrmige Wechsel-

spannung) 25 v
AnschiuBspannung pro Platte

bei Dreiphasenschaltung 22 v
AnschluBspannung

bei Gleichspannung 20 v
PlattengréBe 25X 33 33 X 50 71 X 100 mm?
Nennsperrstrom 10 23 115 mA
Nennbegrenzungsstrom 10 20 110 A
max. Begrenzungsstrom/ 25 60 - 280 A
Nennbegrenzungsspannung 55 55 55 \'
Spitzenbegrenzungs-

spannung 74 74 74 \
Einbaul&nge 1y m(n-1)+28 m(n—-1)+45 m(n-1)428 mm
Bolzenldnge 1, Ih + 20 h+ 20 Iy + 30 mm
Plattenabstand 3,5 44 8,0 mm
Umgebungstemperatur

bei Nennlast ~40 bis +55 C
Plattengrenz-

temperatur 85 *C
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Blitzschutzdiode BD 1 ©

Diode zur Begrenzung von Uberspannungen in Fernsprechend-
gerdten, die z.B. durch atmosphdrische- Stérungen auf Fern-
meldeleitungen hervorgerufen werden.

Elektrische Kennwerte: Durchbruchspannung Usgr < 75V bei
einem Durchbruchstrom | =400 mA
Sperrspannung Ur =12V

%

R 25
! 93
3

3
<
R ™~
8 |

13
17

717
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